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"Sescosem" Library 
B1bliotheque "Sescosem" 

,er Septembre 1978 

1976 Signal transistors and field effect transistors 
Transistors de signal et transistors 8 effet de champ 1976 

1975 Power transistors 
Transistors de puissance 1975 

1977 High voltage power transistors 
Transistors de puissance haute tension 1977 

1975 Signal and regulator diodes 
Diodes de signal de regulation 1975 

1976 Rectifiers and thyristors 
Diodes de redressement et thyristors 1976 

1978/1979 Professional integrated circuits 
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1979 Cusomer integrated circuits (to be published) 
Circuits intfJgres pour biens de consommation (a paraftre) 

1976/1977 Active components for hybrid circuits 
Composants actifs pour circuits hybrides 1976/1977 

1978 Microprocessor SF .F 96800 
Microprocesseur SF.F 96800 1978 

Manuels d'application Cl L Tome 3 : Filtres actifs a amplificateurs operationnels 

Manuel de programmation Microprocesseur SF .F 96800 

Every SESCOSEM catalogue and manual are at your disposal, at local "SESCOSEM" distributor. 

Tous nos catalogues et manuels sont a votre disposition, chez le Distributeur "SESCOSEM" de votre region. 

Any statement affearing in this catalog is intended as information and does not involve any 
lity of SESCOSEM without its formal agreement 

Les renseignements donnes dans ce catalogue le sont 8 titre d'information et ne peuvent engager la respt 
SESCOSEM sans un accord forme/ de sa part. 
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Numbers 
Numeros 

ESM 227 

ESM 227 N 

ESM 352 

ESM 374 

ESM 381 

ESM 382 

ESM 383 

ESM 463 

ESM 471 

ESM 544 

ESM 620C 

ESM 621 

ESM 700 

ESM 707 

ESM 1350 P 

ESM 1406 

ESM 1410 

ESM 1600 B 

ESM 1601 

ESM 16026 

ESM 1607 G 

ESM 5405 

SAY 115X 

SAY 115Y 

SF.C 2006 

SF.C 2008 

SF.C2011 

SF.C 2018 M 

SF.C 2036 M 

SF.C 2046 EC 

SF.C 2054 EC 

SF.C2100M 

SF.C 2101 A 

SF.C 2101 APM 

SF.C2104M 

SF.C2105M 

SF.C 2107 M 

SF.C 2107 PM 

SF.C2108A 

SF.C2108M 

*See "Sescosem" Library (page 2) 
Voir Bibliotht1que "Sescosem" (page 2) 

Numerical index 
Index numerique 

Page Numbers 
Numeros 

CIBC* SF.C 2108 PM 

CIBC SF.C 2109 M 

CIBC SF.C 2109 RM 

CIBC SF.C 2110 M 

649 SF.C2111M 

667 SF.C 2118 M 

683 SF.C 2200 

CIBC SF.C 2201 A 

CIBC SF .C 2201 APT 

CIBC SF.C 2204 

CIBC SF.C 2205 

CIBC SF.C 2207 

CIBC SF.C 2207 PT 

CIBC SF.C 2208 

CIBC SF.C 2208 A 

CIBC SF.C 2208 PT 

CIBC SF.C 2209 

695 SF.C 2209 R 

703 SF.C 2210 

709 SF.C 2211 

717 SF.C 2218 

CIBC SF.C 2300 

CIBC SF.C 2301 A 

CIBC SF.C 2301 ADC 

607 SF.C 2301 AUC 

611 SF.C 2301 AUT 

611 SF.C 2304 

617 SF.C 2305 

617 SF.C 2307 

617 SF.C 2307 DC 

617 SF.C 2308 

431 SF.C 2308A 

73 SF.C 2308 DC 

73 SF.C 2308 UC 

443 SF.C 2309 

457 SF.C 2309 R 

93 SF.C2310 

93 SF.C 2310 DC 

109 SF.C 2311 

125 SF.C 2311 DC 

Page 

125 

469 

469 

141 

561 

153 

431 

73 

73 

443 

457 

93 

93 

125 

109 

125 

469 

469 

141 

561 

153 

431 

73 

73 

869 

869 
443 

457 

93 

93 

125 

109 

125 

879 

469 

469 

141 

141 

561 

561 
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Numbers Page Numbers Page 
Numeros Numeros 

SF.C 2311 UC 887 SF.C 2723 M 485 

SF.C 2315 177 SF.C 2723 UC 923 

SF.C2318 153 SF.C 2741 C 225 

SF.C 2318 DC 153 SF.C 2741 DC 225 

SF.C 2318 UC 893 SF.C 2741 EC 225 

SF.C 2458 C 181 SF.C 2741 JM 225 

SF.C 2458 DC 181 SF.C 2741 KM 225 

SF.C 2458 M 181 SF.C 2741 M 225 

SF.C 2458 UC 903 SF.C 2741 PM 225 

SF.C 2476 C 193 SF.C 2741 UC 931 

SF.C 2476 DC 193 SF.C 2741 UT 931 

SF.C 2476 UC 911 SF.C 2747 C 235 

SF.C 2590 C 625 SF.C 2747 EC 235 

SF.C 2590 M 625 SF.C 2747 KM 235 
SF.C 2709 A 205 SF.C 2747 M 235 

SF.C 2709 AE 205 SF.C 2748 C 249 
SF.C 2709 AP 205 SF.C 2748 DC 249 
SF.C 2709 C 205 SF.C 2748 M 249 
SF.C 2709 DC 205 SF.C 2761 C 263 
SF.C 2709 EC 205 SF.C 2761 DC 263 

SF.C 2709 ET 205 SF.C 2761 DT 263 
SF.C 2709 KM 205 SF.C 2761 M 263 
SF.C 2709 M 205 SF.C 2761 PM 263 
SF.C 2709 PM 205 SF.C 2761 T 263 
SF.C 2709 PT 205 SF.C 2776 C 275 

SF.C 2709 T 205 SF.C 2776 DC 275 

SF.C 2710C 573 SF.C 2776 KM 275 

SF.C 2710 EC 573 SF.C 2776 M 275 

SF.C 2710 KM 573 SF.C 2776 PM 275 

SF.C2710M 573 SF.C 2776 UC 939 

SF.C 2710 PM 573 SF.C 2778 C 301 

SF.C2711C 585 SF.C 2778 DC 301 

SF.C2711EC 585 SF.C 2778 M 301 

SF.C 2711 KM 585 SF.C 2790 C c1sc* 

SF.C 2711 M 585 SF.C 2790 M CIBC 

SF.C 2711 PM 585 SF.C 2805 EC 497 
SF.C 2723 C 485 SF .C 2805 LEC 50!i 
SF.C 2723 EC 485 SF.C 2805 RC 497 

SF.C 2723 JM 485 SF.C 2805 RM 521 

SF.C 2723 KM 485 SF.C 2806 EC 497 

*See "Sescosem" Library (page 2) 
VoirBibliothtJaue "Sescosem" (pa_qe 2) 



Numbers Page Numbers Page 
Numeros Numeros 

SF .C 2806 LEC 509 SF .F 25004 KV CIBC 

SF.C 2806 RC 497 SF .F 25012 CIBC 

SF.C 2806 RM 521 SF .F 25016 E CIBC 

SF.C 2808 EC 497 SF.F 25066 E CIBC 

SF.C 2808 LEC 509 SF.F 25068 E CIBC 

SF.C 2808 RC 497 SF .F 25071 CIBC 

SF.C 2808 RM 521 SF.F 25072 CIBC 

SF.C 2812 EC 497 SF.F 25086 E CIBC 

SF.C 2812 LEC 509 SF.F 25088 E CIBC 

SF.C 2812 RC 497 SF.F 25201 849 

SF.C 2812 RM 521 SF.F 25201 V 849 

SF.C 2815 EC 497 SF .F 25301 EV 723 

SF.C 2815 LEC 509 SF .F 25301 KM 723 

SF.C 2815 RC 497 SF .F 25302 EV 733 

SF.C 2815 RM 521 SF .F 25302 KM 733 

SF.C 2818 EC 497 SF .F 25303 EV 741 

SF.C 2818 RC 497 SF .F 25303 KM 741 

SF.C 2818 RM 521 SF .F 25305 EV 751 

SF .C 2820 LEC 509 SF .F 25305 JV 751 

SF.C 2824 EC 497 SF.F 25306 761 

SF.C 2824 LEC 509 SF.F 25307 761 

SF.C 2824 RC 497 SF.F 25308 761 

SF.C 2824 RM 521 SF .F 25309 EV 767 

SF.C 2861 C 327 SF .F 25309 JV 767 

SF.C 2861 DC 327 SF .F 26303 KV 853 

SF.C 2861 DT 327 SF.F 26310JV 859 

SF.C 2861 M 327 SF .F 26310 KV 859 

SF.C 2861 PM 327 TAA 550 CIBC 

SF.C 2861 T 327 TAA 661 A CIBC 

SF.F 5010 CIBC* TAA 661 B CIBC 

SF.F 5011 CIBC TAA661 BC Cl8C 

SF.F 5013 CIBC TAA 790A CIBC 

SF .F 25002 EV CIBC TAA 790 B CIBC 

SF.F 25002 KM CIBC TAA 930A CIBC 

SF .F 25002 KV CIBC TAA 930AC CIBC 

SF .F 25003 EV CIBC TAA 930B CIBC 

SF .F 25003 KM CIBC TAA 930BC CIBC 

SF .F 25003 KV CIBC TBA 120 CIBC 

SF .F 25004 EV CIBC TBA 120A CIBC 

SF .F 25004 KM CIBC TBA 120T CIBC 

* See "Sescosem" Library (page 2) 
Voir BibUotheque "Sescosem" (page 2) 
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Numbers Page Numbers Page 

Numeros Numeros 

TBA 120 U CIBC* TOA 1041 CIBC 

TBA 331 CIBC TOA 1045 CIBC 

TBA341 CIBC TOA 1048 CIBC 

TBA 395 CIBC TOA 1057 CIBC 

TBA 396 CIBC TOA 1067 773 

TBA 400 CIBC TOA 1067 N 773 

TBA 400 D CIBC TOA 1100 CIBC 

TBA 440 C CIBC TOA 1101 CIBC 

TBA 440 N CIBC TOA 1102 CIBC 

TBA 440 P CIBC TOA 1103 SP CIBC 

TBA 790A CIBC TOA 1104 DP CIBC 

TBA 790 B CIBC TOA 1111 SP CIBC 

TBA 790C CIBC TOA 1151 CIBC 

TBA 790 KB CIBC TOA 1327 A CIBC 

TBA 790 KC CIBC TOA 1405 CIBC 

TBA 790 KO CIBC TOA 1412 CIBC 

TBA 790 NB CIBC TOA 1415 CIBC 

TBA 790 NC CIBC TOA 1418 CIBC 

TBA 790 ND CIBC TOA 1424 CIBC 

TBA 790 X CIBC TOA 1550 CIBC 

TBA 800 CIBC TOA 2590 CIBC 

TBA 800A CIBC TOA 3950 CIBC 

TBA 810AS CIBC TDB0082-CM 989 

TBA810S CIBC TDB0082-DP 989 

TBA 820 CIBC TDB0084-DP 989 

TBA 920 CIBC TDB0111-CM 991 

TBA 920 S CIBC TDB0111-DP 991 

TBA 1440 G CIBC TDB0118-CM 153 

TBA 1441 CIBC TDB0119-CM 597 

TCA 150 KA CIBC TDB0119-DP 597 

TCA 150 KB CIBC TDB0119-FP 957 

TCA 150 NA CIBC TDB0123-KM 533 

TCA 150 NB CIBC TDB0124-DP 343 

TCA 150 NBT CIBC TDB0124 A-DP 343 

TCA 830SR CIBC TDB0124-FP 963 

TCA 900 CIBC TDB0139-DP 993 

TCA 910 CIBC TDB0146-DP 365 

TCA 940 CIBC TDB0148-DP 371 

TCA 940 E CIBC TDB0149-DP 995 

TDA0759-CM 987 TDB0155-CM 377 

* See "Sescosem" Library (page 2) 
Vair BibliothfJque "Sescosem 0 (page 2) 
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Numbers Page Numbers Page 
Numeros Numeros 

TDB0155 A-CM 377 TDB2915-CM 541 

TDB0155-DP 377 TDB2915-KM 541 

TDB0156-CM 377 TDB2915-SP 541 

TDB0156 A-CM 377 TDC0082-CM 989 

TDB0156-DP 377 TDC0084-DP 989 

TDB0157-CM 377 TDC0111-CM 991 

TDB0157 A-CM 377 TDC0118-CM 153 

TDB0157-DP 377 TDC0119-CM 597 

TDB0158-CM 399 TDC0119-DC 597 

TDB0158-DP 399 TDC0123-KM 533 

TDB0347-DP 997 TDC0124-DG 343 

TDB0353-CM 997 TDC0124-DP 343 

TDB0353-DP 997 TDC0124 A-DP 343 

TDB0555-CM 789 TDC0139-DG 993 

TDB0555-DP/8 789 TDC0139-DP 993 

TDB0714-CM 999 TDC0146-DP 365 

TDB0791-DP 409 TDC0148-DG 371 

TDB0791-EP/12 409 TDC0148-DP 371 

TD80791-EP/14 409 TDC0149-DP 995 

TDB0791-KM 409 TDC0155-CM 377 

TDB0791-SP 409 TDC0155 A-CM 377 

TDB2022-CM 635 TDC0156-CM 377 

TDB2117-CM 1001 TDC0156 A-CM 377 

TDB2117-KM 1001 TDC0157-CM 377 

TDB2117-SP 3/2 1001 TDC0157 A-CM 377 

TDB2117-SP 3/7 1001 TDC0158-CM 399 

TDB2137-CM 1003 TDC0158-DP 399 

TDB2137-KM 1003 TDC0555-CM 789 

TDB2137-SP 3/2 1003 TDC0714-CM 999 

TDB2137-SP 3/7 1003 TDC0759-CM 987 

TDB2608-DP 797 TDC0791-KM 409 

TDB2905-CM 541 TDC2117-CM 1001 

TDB2905-KM 541 TDC2117-KM 1001 

TDB2905-SP 541 TDC2117-SP 3/2 1001 

TDB2905 A-CM 541 TDC2117-SP 3/7 1001 

TDB2905 A-KM 541 TDC2137-CM 1003 

TDB2905 A-SP 541 TDC2137-KM 1003 

TDB2912 CM 541 TDC2137-SP 3/2 1003 

TDB2912-KM 541 TDC2137-SP 3/7 1003 

TDB2912-SP 541 TDC2905-CM 549 
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Numbers Page Numbers Page 
Num8ros Numeros 

TDC2905-KM 549 TDE0156-CM 377 

TDC2905 A-CM 549 TDE0157-CM 377 

TOC2905 A-CM 549 TDE0158-CM 399 

TDC2912-CM 549 TOE0158-DP 399 

TDC2912-KM 549 TDE1064 813 

TDC2915-CM 549 TDE1607-CM 819 

TDC2915-KM 549 TDE1617-CM 827 

TDE0082-CM 989 TDE1637-CM 831 

TDE0084-DP 989 TDE1647-CM 839 

TDE0111-CM 991 TDE2117-CM 1001 

TDE0118-CM 153 TDE2117-KM 1001 

TDE0119-CM 597 TDE2117-SP 3/2 1001 

TDE0119-DP 597 TDE2117-SP 3/7 1001 

TDE0123-KM 533 TDE2137-CM 1003 

TDE0124-DP 343 TDE2137-KM 1003 

TDE0124 A-DP 343 TDE2137-SP 3/2 1003 

TDE0139-DP 993 TDE2137-SP 3/7 1003 

TDE0146-DP 365 TDE2608-DP 797 

TDE0148-DP 371 TDF2902-DP 343 

TDE0149-DP 995 TDF2902-FP 973 

TDE0155-CM 377 TDF2904-DP 399 
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General information 
Genera/1"tes 

Page 

Cross reference guide 
Liste d'equiva/ence 

Absolute maximum ratings 
Va/eurs limites abso/ues 

11 

21 

Type individualization code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 
Codes d'appe/lation 

Symbols ....................................... •.. 35 
Symboles 

Quality ..................................... • . •. . 51 
Oualite 

Ships .................................... · .. · · · · · 61 
Pastilles 
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Industry cross reference Guide 
Equivalences 

ADVANCED MICRO DEVICES 

ADVANCED MICRO 
SESCOSEM 

ADVANCED MICRO 
SESCOSEM 

DEVICES DEVICES 
-----

AM 555 TDB0555 AMLM 208 H SF.C 2208 
AM 723 DC SF.C 2723 EC AMLM 210 H SF.C2210 
AM 723 DM SF.C 2723 EM AMLM 211 H SF.C 2211 
AM 723 HG SF.C 2723 C AMLM 218 H SF.C 2218 
AM 723 HM SF.C 2723 M AMLM 224AD TDE0124A-DP 
AM 741 DC SF.C 2741 EC AMLM 224 D TDE0124-DP 
AM 741 DM SF.C 2741 EM AMLM 248 D TDE0148-DP 
AM 741 HG SF.C 2741 C AMLM 301 AH SF.C 2301 A 
AM 741 HM SF.C 2741 M AMLM 305 H SF.C 2305 
AM 747 DC SF.C 2747 EC AMLM 307 H SF.C 2307 
AM 747 DM SF.C 2747 EM AMLM 308AH SF.C 2308A 
AM 747 HG SF .C 2747 C AMLM 308 H SF.C 2308 
AM 747 HM SF.C 2747 M AMLM 310H SF.C2310 
AM 748 DC SF.C 2748 EC AMLM 311 H SF.C2311 
AM 748 DM SF.C 2748 EM AMLM 318 H SF.C 2318 
AM 748 HG SF.C 2748 C AMLM 324AD TDB0124A-DP 
AM 748 HM SF.C 2748 M AMLM 324 D TDB0124-DP 
AMLM 101 AF SF.C 2101 APM AMLM 348 N TDB0148-DP 
AMLM101AH SF.C 2101 A LF 155 AH TDC0155A-CM 
AMLM 105 H SF.C2105M LF 155 H TDC0155-CM 

AMLM 107 F SF.C 2107 PM LF 156 AH TDC0156A-CM 
AMLM 107 H SF.C 2107 M LF 156 H TDC0156-CM 

AMLM 108AH SF.C 2108 A LF157AH TDC0157 A-CM 

AMLM 108 H SF.C2108M LF 157 H TDC0157-CM 

AMLM 110 H SF.C 2110 M LF 255 H TDE0155-CM 

AMLM 111 H SF.C2111M LF 256 H TDE0156-CM 

AMLM 118 H SF.C2118M LF 257 H TDE0157-CM 

AMLM124AD TDC0124A-DP LF 355 AH TDB0155A-CM 

AMLM124D TDC0124-DP LF 355 H TDB0155-CM 

AMLM 148 D TDC0148-DP LF 355 N TDB0155-DP 
AMLM 201 AF SF .C 2201 APT LF 356 AH TDB0156A-CM 
AMLM 201 AH SF.C 2201 A LF 356 H TDB0156-CM 
AMLM 205 H SF.C 2205 LF 356 N TDB0156-DP 
AMLM 207 F SF.C 2107 PM LF 357 AH TDB0157A-CM 
AMLM 207 H SF.C 2207 LF 357 H TDB0157-CM 
AMLM 208AH SF.C 2208 A LF 357 N TDB0157-DP 

·-·-~---· 

FAIRCHILD 

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM 

CA 3018 / 5G SF.C 2018 M LM 101 AD SF.C 2101 AKM 
CA 3036 / 5E SF.C 2036 M LM 101 AF SF.C 2101 APM 
CA 3046 / 6A SF.C 2046 LM 101 AH SF.C 2101 AM 
CA 3054/ 6A SF.C 2054 LM 101 H SF.C 2101 M 

I 

-
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FAIRCHILD (continued) 

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM 
----

LM 104 H SF.C 2104 M µA 710 DM SF.C 2710 EM 
LM 105 H SF.C 2105 M µA 710 HC SF.C 2710 C 
LM 107 H SF.C2107 M µA 710 HM SF.C 2710 M 
LM 108 AH SF.C 2108 AM µA 710 FM SF.C 2710 PM 
LM 108 H SF.C 2108 M µA 711 DC SF.C 2711 EC 
LM 109 K SF.C 2109 RM µA 711 DM SF.C 2711 EM 
LM 110H SF.C 2110 M µA 711 HC SF.C2711 C 
LM 111 H SF.C2111M 

I 

µA 711 HM SF.C 2711 M 
LM 201 AH SF.C 2201 A µA 711 FM SF.C 2711 PM 
LM 201 AF SF .C 2201 APT µA 723 DC SF.C 2723 EC 
LM 207 H SF.C 2207 µA 723 DM SF.C 2723 EM 
LM 208 AH SF.C 2208 A µA 723 HC SF.C 2723 C 
LM 208 H SF.C 2208 µA 723 FM SF.C 2723 PM 
LM 209 K SF.C 2209 R µA 741 DC SF.C2741 EC 
LM 301 AH SF.C 2301 A µA 741 DM SF.C 2741 EM 
LM 301 AN SF.C 2301 ADC µA 741 HC SF.C2741 C 
LM 304 H SF.C 2304 µA 741 HM SF.C 2741 M 
LM 305 H SF.C 2305 µA 741 FM SF.C2741 PM 
LM 307 H SF.C 2307 µA 741 TC SF.C 2741 DC 
LM 307 N SF.C 2307 DC µA 747 DC SF.C 2747 EC 
LM 308 H SF.C 2308 µA 747 DM SF.C 2747 EM 
LM 308 AH SF.C 2308 A µA 747 HC SF.C 2747 C 
LM 309 K SF.C 2309 R µA 747 HM SF.C 2747 M 
LM 310 H SF.C 2310 µA 748 HC SF.C 2748 C 
LM 311 H SF.C 2311 µA 748 HM SF.C 2748 M 
LM 376 N SF.C 2376 DC µA 748 FM SF.C 2748 PM 
MC 1458 G SF.C 2458 C µA 748 TC SF.C 2748 DC 
MC 1458 Pl SF.C 2458 DC µA 776 DC SF.C 2776 EC 
MC 1558 G SF.C 2458 M µA 776 DM SF.C 2776 EM 
µA 148 TDC0148-DP µA 776 HC SF.C 2776 C 
µA 149 TDC0149 µA 776 HM SF.C 2776 M 
µA 248 TDE0148-DP µA 776 TC SF.C 2776 DC 
µA 249 TDE0149 µA 791 KC TDB0791-KM 
µA 318 TDB0118 µA 791 KM TDC0791-KM 
µA 324 TDB0124 µA 791 P5 TD80791-EP/12 
µA348 TDB0148-DP µA 7805 KC SF.C 2805 RC 
µA 349 TDB0149 µA 7805 KM SF.C 2805 RM 
µA 555 HC TDB0555-CM µA 7805 UC SF.C 2805 EC 
µA 555 HM TDC0555-CM µA 7806 KC SF.C 2806 RC 
µA 555 TC TD80555-DP µA 7806 KM SF.C 2806 RM 
µA 709 AHM SF.C 2709 A µA 7806 UC SF.C 2806 EC 
µA 709AFM SF.C 2709 APM µA 7808 KC SF.C 2808 RC 
µA 709 DC SF.C 2709 EC µA 7808 KM SF.C 2808 RM 
µA 709 DM SF.C 2709 EM µA 7808 UC SF.C 2808 EC 
µA 709 HC SF.C 2709 C µA 7812 KC SF.C 2812 RC 
µA 709 HM SF.C 2709 M µA 7812 KM SF.C2812 RM 
µA 709 FM SF.C 2709 PM µA 7812 UC SF.C 2812 EC 

µA 710 DC SF.C 2710 EC µA 7815 KC SF.C 2815 RC 

12 



I 
FAIRCHILD (continued) 

FAIRCHILD SESCOSEM FAIRCHILD SESCOSEM 

µA 7815 KM SF.C 2815 RM µA 78M24 UC SF .C 2824 LEC 
µA 7815 UC SF.C 2815 EC µAF 155AHM TDC0155A-CM 

µA 7818 KC SF.C 2818 RC µAF 155 HM TDC0155-CM 

µA 7818 KM SF.C 2818 RM µAF 156 AHM TDC0156A-CM 

µA 7818 UC SF.C 2818 EC µAF 156 HM TDC0156-CM 
µA 7824 KC SF.C 2824 RC µAF 157 AHM TDC0157 A-CM 
µA 7824 KM SF.C 2824 RM µAF 157 HM TDC0157-CM 
µA 7824 KC SF.C 2824 RM µAF 355 AHC TDB0155A-CM 
µA 78M05 UC SF.C 2824 EC µAF 355 HC TDB0155-CM 
µA 78M06 UC SF .C 2806 LEC µAF 356 AHC TDB0156A-CM 
µA 78M08 UC SF.C 2808 LEC µAF 356 HC TDB0156-CM 
µA 78M12 UC SF.C 2812 LEC µAF 357 AHC TDB0157 A-CM 
µA 78M15 UC SF.C 2815 LEC µAF 357 HC TDB0157-CM 
µA 78M18 UC SF.C 2818 LEC 

MOTOROLA 

MOTOROLA SESCOSEM MOTOROLA SESCOSEM 

LM 117 K TDC0117-KM MC 1711 CF SF.C 2711 PC 
LM 117T TDC0117-SP MC 1711 CG SF.C 2711 C 
LM 123 TDC0123-KM MC1711CL SF.C 2711 EC 
LM 317 K TDB0117-KM MC 1711 F SF.C 2711 PM 
LM 317 T TDB0117-SP MC 1711 G SF.C 2711 M 
LM 323 TDB0123-KM MC 1711 L SF.C 2711 EM 
MC 1455 Pl TDB0555-DP/8 MC 1723 CG SF.C 2723 C 
MC 1555G TDC0555-CM MC 1723 CL SF.C 2723 EC 
MC 1458 G SF.C 2458 C MC 1723 G SF.C 2723 M 
MC 1458 P1 SF.C 2458 DC MC 1723 L SF.C 2723 EM 
MC 1558 G SF.C 2458 M MC 1741 CF SF.C 2741 PC 
MC 1590 G SF.C 2590 M MC 1741 CG SF.C 2741 C 
MC 1709 CF SF.C 2709 PC MC 1741 CL SF.C 2741 EC 
MC 1709 CG SF.C 2709 C MC 1741 CP1 SF.C 2741 DC 
MC 1709 CL SF.C 2709 EC MC 1741 F SF.C 2741 PM 
MC 1709 CP1 SF.C 2709 DC MC 1741 G SF.C 2741 M 
MC1709F SF.C 2709 PM MC 1741 L SF.C 2741 EM 
MC 1709 G SF.C 2709 M MC 1747 CG SF.C 2747 C 

MC 1709 L SF.C 2709 EM MC 1747 CL SF.C 2747 EC 
MC 1710 CF SF.C 2710 PC MC 1747 G SF.C 2747 M 
MC 1710 CG SF.C 2710C MC 1747 L SF.C 2747 EM 

~ 

MC 1710 CL SF.C 2710 EC MC 1748 CG SF.C 2748 C 

MC 1710 F SF.C 2710 PM MC1748CP1 SF.C 2748 DC 

MC 1710G SF.C 2710 M MC 1748 G SF.C 2748 M 

MC 1710 L SF.C 2710 EM MC 1776 CG SF.C 2776 C 
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MOTOROLA (continued) 

MOTOROLA SESCOSEM MOTOROLA SESCOSEM 

MC 1776 G SF.C 2776 M MC 79015 K TDC2915-KM 

MC 7706 CP SF.C 2805 LEC MC 79052 CK TDB2905A-KM 

MC 7706 CP SF.C 2806 LEC MC 79052 CP TDB2905A-SP 

MC 7708 CP SF.C 2808 LEC MC 79052 K TDC2905A-KM 

MC 7712 CP SF.C 2812 LEC MLM 101 AG SF.C 2101 A 

MC 7715 CP SF.C 2815 LEC MLM 104 G SF.C 2104 M 

MC 7718 CP SF.C 2818 LEC MLM 105G SF.C 2105 M 

MC 7724 CP SF.C 2824 LEC MLM 107 G SF.C 2107 M 

MC 7805 CK SF.C 2805 RC MLM 109 G SF.C2109M 

MC 7805 CP SF.C 2805 EC MLM 109 K SF.C 2109 RM 

MC 7805 K SF.C 2805 RM MLM 110G SF.C 2110M 
MC 7806 CK SF.C 2806 RC MLM 124 L TDC0124-DP 

MC 7806 CP SF.C 2806 EC MLM 158G TDC0158-CM 

MC 7806 K SF.C 2806 RM MLM 158 Pl TDC0158-DP 
MC 7808 CK SF.C 2808 RC MLM 201 AG SF.C 2201 A 
MC 7808 CP SF.C 2808 EC MLM 204 G SF.C 2204 
MC 7808 K SF.C 2808 RM MLM 205 G SF.C 2205 
MC7812CK SF.C 2812 RC MLM 207 G SF.C 2207 

MC 7812 CP SF.C 2812 EC MLM 209 G SF.C 2209 

MC 7812 K SF.C 2812 RM MLM 209 K SF.C 2209 R 

MC 7815 CK SF.C2815 RC MLM 210G SF.C2210 

MC 7815 CP SF.C 2815 EC MLM 224 P TDE0124-DP 

MC 7815 K SF.C2815 RM MLM 258 G TDE0158-CM 

MC 7818 CK SF.C 2818 RC MLM 258 Fl TDE0158-DP 

MC 7818 CP SF.C 2818 EC MLM 301 AG SF.C 2301 A 

MC 7818 K SF.C 2818 RM MLM 301 AP1 SF.C 2301 ADC 

MC 7824 CK SF.C 2824 RC MLM 304G SF.C 2304 

MC 7824 GP SF.C 2824 EC MLM 305 G SF.C 2305 

MC 7824 K SF.C 2824 RM MLM 307 G SF .C 2307 

ry!C 7905 CK TDB2905-KM MLM 309 G SF.C 2309 

MC 7905 GP TDB2905-SP MLM 309 K SF.C 2309 R 

MC 7905 K TDC2905-KM MLM 310 SF.C2310 

MC 79012 CK TDB2912-KM MLM 324 P TDB0124-DP 

MC 79012 GP TDB2912-SP MLM 358 G TDB0158-CM 

MC 79012 K TDC2912-KM MLM 358 Pl TDB0158-DP 

MC 79015 CK TDB2915-KM MLM 2902 P TDF2902-DP 

MC 79015 GP TDB2915-SP 

NATIONAL SEMICONDUCTOR 
NATIONAL SESCOSEM 

NATIONAL SESCOSEM 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR 

LF 155 AH TDC0155A-CM LF 157 AH TDC0157A-CM 
LF 155 H TDC0155-CM LF 157 H TDC0157-CM 
LF 156AH TDC0156A-CM LF 255 H TDE0155-CM 
LF 156 H TDC0156-CM LF 256 H TDE0156-CM 
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NATIONAL SEMICONDUCTOR (continued) 
·-----

NATIONAL SESCOSEM NATIONAL SESCOSEM 
SEMICONDUCTOR SEMICONDUCTOR 

LF 257 H TDE0157-CM LM 220 K 52 TDE2905A-KM 
LF 355 AH TDB0155A-CM LM220K12 TD'E2912-KM 
LF 355 H TDB0155-CM LM220K15 TDE2915-KM 
LF 355 N TDB0155-DP LM 223 K TDE0123-KM 
LF 356 AH TDB0156A-CM LM 224 N TDE0124-DP 
LF 356 H TDB0156-CM LM 25B H TDE015B-CM 

LF 356 N TDB0156-DP LM 300 H SF.C 2300 

LF 357 "H TDB0157 A-CM LM 301 AH Sli.C 2301 A 

LF 357 H TDB0157-CM LM301 AN SF.C 2301 ADC 

LF 357 N TDB0157-DP LM 304 H SF.C 2304 

LM 100 H SF.C 2100 M LM 305 H SF.C 2305 

LM 101 AF SF.C 2101 APM LM 307 H SF.C 2307 

LM 101 AH SF.C 2101 A LM 307 N SF.C 2307 DC 

LM 104 H SF.C 2104 M LM 308AH SF.C 2308 A 

LM 105 H SF.C 2105 M LM 308 H SF.C 2308 

LM 107 H SF.C 2107 M LM 308 N SF.C 2308 DC 

LM 108 H SF.C 2108 M LM 309 H SF.C 2309 

LM 108AH SF.C2108A LM 309 K SF.C 2309 R 

LM 109 H SF.C 2109 M LM 310 H SF.C 2310 

LM 109 K SF.C 2109 RM LM 310 N SF.C 2310 DC 

LM 110H SF.C2110M LM 311 H SF.C 2311 

LM 111 H SF.C 2111 M LM 311 N SF.C 2311 DC 

LM 117 K TDC0117-KM LM 311 N 14 SF.C 2311 EC 

LM 118H SF.C 2118 PM LM 317 K TDB0117-KM 

LM 119H TDC0119-CM 
LM 318 H SF.C 2318 

LM 119D TDC0119-DC 
LM 318 N SF.C 2318 DC 

LM 120K05 TDC2905-KM 
LM 319 H TDB0119-CM 
LM 319 N TDB0119-DP 

LM120K52 TDC2905A-KM LM 320 K 05 TDB2905-KM 
LM 120 K 12 TDC2912-KM LM 320 K 52 TDB2905A-KM 
LM 120 K 15 TDC2915-KM LM320K 12 TDB2912-KM 
LM 213 K TDC0123-KM LM 320 K 15 TDB2915-KM 
LM 214 TDC0124-DP LM 323 K TDB0123-KM 
LM 158H TDC0158-CM LM 324AN TDB0124-DP 
LM 200H SF.C 2200 LM 324 N TDB0124-DP 
LM 201 AF SF .C 2201 APT LM 340 K 05 SF.C 2805 RC 
LM 201 AH SF.C 2201 A LM 340 T05 SF.C 2805 EC 
LM 204H SF.C 2204 LM 340 K 06 SF.C 2806 RC 
LM 205 H SF.C 2205 LM 340 T06 SF.C 2806 EC 
LM 207 H SF.C 2207 LM 340 K 08 SF.C 2808 RC 
LM 208 H SF.C 2208 LM 340T08 SF.C 2808 EC 
LM 208AH SF.C 2208 A LM 340 K 12 SF.C 2812 RC 
LM 209 H SF.C 2209 LM 340T 12 SF.C 2812 EC 
LM 209 K SF.C 2209 R LM 340 K 15 SF.C 2815 RC 
LM 210 H SF.C 2210 LM 340 T 15 SF.C 2815 EC 
LM 211 H SF.C 2211 LM 340 K 18 SF.C 2818 RC 
LM 218H SF.C 2218 LM 340 T 18 SF.C 2818 EC 
LM 219H TDE0119-CM LM 340 K 24 SF.C 2824 RC LM 220 K 05 TDE2905-KM 
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NATIONAL SEMICONDUCTOR (continued) 

NATIONAL SESCOSEM 
NATIONAL 

SESCOSEM 
SEMI CONDUCTOR SEMICONDUCTOR 

LM 340 T 24 SF.C 2824 EC LM 723 H SF.C 2723 M 
LM 346 N I TDB0146-DP LM 741 CH SF.C 2741 C I 

LM 348N I TDB0148-DP LM 741 CN SF.C 2741 DC 
LM 358H TDB0158-CM LM 741 CN 14 SF.C 2741 EC 
LM 358N TDB0158-DP LM 741 F SF.C 2741 PM 
LM 376 N SF.C 2376 DC LM 741 H SF.C 2741 M 
LM 555CH TDB0555-CM LM 747 CH SF.C 2747 C 

LM 555 CN TDB0555-DP.8 LM 747 CN SF.C 2747 EC 

LM 555 H TDC0555-CM LM 747 H SF.C 2747 M 

LM 709 AF SF.C 2709 APM LM 748CH SF.C 2748 C 

LM 709AH SF.C 2709 A LM 748 CN SF.C 2748 DC 
LM 709 CF SF.C 2709 PC LM 748 H SF.C 2748 M 
LM 709 CH SF.C 2709 C LM 1458 H SF.C 2458C 
LM 709 CN SF.C 2709 EC LM 1458 N SF.C 2458 DC 
LM 709 F SF.C 2709 PM LM 1558 H SF.C 2458 M 
LM 709 H SF.C 2709 M LM 2902 N TDF2902-DP 
LM 710 CF SF.C 2710 PC LM 2904 N TDF2904-DP 
LM 710 CH SF.C 2710 C LM 3018H SF.C2018M 
LM 710CN SF.C 2710 EC LM 3046 N SF.C 2046 EC 
LM 710 F SF.C 2710 PM LM 3054N SF.C 2054 EC 
LM 710 H SF.C 2710 M LM 5524 D SF.C 2524 KM 
LM 711 CF SF.C 2711 PC LM 5525 D SF.C 2525 KM 
LM 711 CH SF.C 2711 C LM 5528 D SF.C 2528 KM 
LM 711 CN SF.C 2711 EC LM 5529 D SF.C 2529 KM 
LM 711 F SF.C 2711 PM LM 7524 N SF.C 2524 EC 
LM 711 H SF.C 2711 M LM 7525 N' SF.C 2525 EC 
LM 723 CH SF.C 2723 C LM 7528 N SF.C 2528 EC 
LM 723 CN SF.C 2723 EC LM 7529 N SF.C 2529 EC 
LM 723 N SF.C 2723 EM 

RCA 

RCA SESCOSEM RCA SESCOSEM 
'--~ -----

CA 101 AT SF.C 2101 A CA 208T SF.C 2208 
CA 107T SF.C 2107 M CA211 SF.C 2211 
CA 108AT SF.C 2108 A CA 224 E TDE0124-DP 
CA 108T SF.C 2108 M CA 258 G TDE0158-DP 
CA 111 T SF.C2111M CA 258T TDE0158-CM 
CA 124 E TDC0124-DP CA 301 AE SF.C 2301 ADC 
CA 158G TDC0158-DP CA 301 AT SF.C 2301 A 
CA 158T TDC0158-CM CA 307 E SF.C 2307 DC 
CA 201 AT SF.C 2201 A CA 307 T SF.C 2307 
CA 207T 

I 
SF.C 2207 CA308AT SF.C 2308 A 

CA 208AT SF.C 2208 A CA 308T SF.C 2308 
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RCA (continued) 

RCA SESCOSEM RCA SESCOSEM 

I 
CA311 T SF.C 2311 CA 747 T SF.C 2747 M 
CA 324 E TDB0124-DP CA 748 CE SF.C 2748 DC 
CA358G TDB0158-DP CA 748 CT SF.C 2748 C 
CA 358 T TDB0158-CM CA 748 E SF.C 2748 EM 
CA 555 CE TDB0555-DP CA 748 T SF.C 2748 M 
CA 555CT TDB0555-CM CA 1458 E SF.C 2458 DC 
CA 555 E TDB0555-DP CA 1458 T SF.C 2458 C 
CA 555 T TDC0555-CM CA 1558 T SF.C 2458 M 
CA 723 CE SF.C 2723 EC CA 3018 T SF.C 2018 M 
CA 723 CT SF.C 2723 C CA 3036 T SF.C 2036 M 
CA 723 E SF.C 2723 EM CA 3046 E SF.C 2046 EC 
CA 723 T SF.C 2723 M CA 3054 E SF.C 2054 EC 
CA 741 CE SF.C 2741 DC CA 7805 SF.C 2805 
CA 741 CT SF.C 2741 C CA 7806 SF.C 2806 
CA 741 E SF.C 2741 EM CA 7808 SF.C 2808 
CA 741 T SF.C 2741 M CA 7812 SF.C 2812 
CA 747 CE SF.C 2747 EC CA 7815 SF.C 2815 
CA 747 CT SF.C 2747 C CA 7818 SF.C 2818 
CA 747 E SF.C 2747 EM CA 7824 SF.C 2824 

-

S.G.S 

S.G.S SESCOSEM S.G.S SESCOSEM 

L 123 B1 SF.C 2723 EC LS 776 C SF.C 2776 M 
L 123 Tl SF.C 2723 C TDA 1405 TDA1405 
L 123 T2 SF.C 2723 M TDA 1412 TDA1412 
L 141 Bl SF.C 2741 EC TDA 1415 TDA1415 
L 141 Tl SF.C 2741 C 709-11-5B SF.C 2709 A 
L 141 T2 SF.C 2741 M 709 - 1 - 5B SF.C 2709 M 
L 147 Bl SF.C 2747 EC 709 - 9 - 5B SF.C 2709 C 
L 148 Tl SF.C 2748 C 710- 1 - 5B SF.C 2710 M 
L 148 T2 SF.C 2748 M HO -9 - 5B SF.C 2710 C 
L 7805 C SF.C 2805 EC, RC 711 - 1 - 5B SF.C 2711 M 
L 7812 C SF.C 2812 EC, RC 711 -9 - 58 SF.C 2711 C 
L 7815 C SF.C 2815 EC, RC 709 - 93 - 6E SF.C 2709 EC 
L 7818 C SF.C 2818 EC, RC 710-93-6E SF.C 2710 EC 
L 7824 C SF.C 2824 EC, RC 711 - 93 - 6E SF.C 2711 EC 
LS 776 SF.C 2776 EC 
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SIGNETICS 

SIGNETICS SESCOSEM SIGNETICS SESCOSEM 

LM 101 AT SF.C 2101 AM NE 555 V TDB0555-DP/8 
LM 107 AT SF.C 2107 M SE 555 T TDC0555-CM 
LM 108 AT SF.C 2108 AM N 5558 T SF.C 2458 C 
LM 108 T SF.C 2108 M N 5558 V SF.C 2458 DC 

LM 109 DA SF.C 2109 RM S 5558 T SF.C 2458 M 

LM 109 DB SF.C 2109 M N 5709 A SF.C 2709 EC 

LM 111 T SF.C2111 M N 5709 G SF.C 2709 PC 

LM 119 T TDC0119-CM N 5709 T SF.C 2709 C 

LM 201 A SF.C 2201 A N 5709 V SF.C 2709 DC 

LM 207 T SF.C 2207 S 5709 G SF.C 2709 PM 

LM 208 AT SF.C 2208 A S 5709 T SF.C 2709 M 

LM 208 T SF.C 2208 N 5710 A SF.C 2710 EC 

LM 109 T SF.C 2209 N5710G SF.C 2710 PC 

LM 211 T SF.C 2211 N 5710T SF.C 2710 C 

LM 219 H TDE0119-CM S 5710 G SF.C 2710 PM 
LM 224 A TDE0124-DP S 5710 T SF.C2710M 
LM 301 AT SF.C 2301 A N 5711 A SF.C 2711 EC 
LM 301 AV SF.C 2301 ADC N 5711 K SF.C 2711 C 
LM 307 T SF.C 2307 S 5711 K SF.C 2711 M 
LM 307 V SF.C 2307 DC N 5723 A SF.C 2723 EC 
LM 308 AT SF.C 2308 A N 5723 K SF.C 2723 C 
LM 308 T SF.C 2308 S 5723 A SF.C 2723 EM 
LM 308 V SF.C 2308 DC S 5723 K SF.C 2723 M 
LM 309 DA SF,C 2309 R N 5741 A SF.C 2741 EC 
LM 309 DB SF.C 2309 N 5741 T SF.C 2741 C 
LM 311 A SF.C 2311 EC N 5741 V SF.C 2741 DC 
LM 311 T SF,C 2311 S 5741 A SF.C 2741 EM 
LM 311 V SF,C 2311 DC S 5741 T SF.C2741 M 
LM 319 H TDB0119-CM N 5747 A SF,C 2747 EC 
LM 319 N TDB0119-CP N 5747 K SF,C 2747 C 
LM 324 A TDB0124-DP S 5747 A SF,C 2747 EM 
LM 340 DA5 SF.C 2805 RC S 5747 K SF,C 2747 M 
LM 340 DA6 SF.C 2806 RC N 5748 A SF.C 2748 EM 
LM 340 DAB SF,C 2808 RC N 5748 T SF,C 2748 C 
LM 340 DA15 SF.C 2815 RC N 5748 V SF.C 2748 DC 
LM 340 DA18 SF,C 2818 RC S 5748 T SF.C 2748 M 
LM 340 DA24 SF.C 2824 RC SN 7524 B SF.C 2524 EC 
LM 340 U5 SF.C 2805 EC SN 7525 B SF.C 2525 EC 
LM 340 U6 SF.C 2806 EC 
LM 340 US SF.C 2808 EC 
LM 340 U12 SF.C 2812 EC 
LM 340 U15 SF.C 2815 EC 
LM 340 U18 SF.C 2818 EC 
LM 340 U24 SF.C 2824 EC 
NE 555 T TDB0555-CM 
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I 
TEXAS 

TEXAS SESCOSEM TEXAS SESCOSEM 

LF 155 AL TDC0155A-CM MC 1458 L SF.C 2458 C 
LF 155 L TDC0155-CM MC 1458 P SF.C 2458 DC 
LF 156 AL TDC0156A-CM MC 1558 L SF.C 2458 M 
LF 156 L TDC0156-CM 
LF 157 AL TDC0157 A-CM µA 709 AML SF.C 2709 A 

LF 157 L TDC0157-CM µA 709 CL SF.C 2709C 

LF 355 AL TDB0155A-CM µA 709CN SF.C 2709 EC 

LF 355 L TD80155-CM µA 709 GP SF.C 2709 DC 

LF 355 P TDB0155-DP µA 709 ML SF.C 2709 M 

LF 356 AL TD80156A-CM 
µA 710 CL SF.C2710C 

LF 356 L TDB0156-CM 
µA710CN SF.C 2710 EC 

LF 356 P TDB0156-DP µA710ML SF.C2710M 
LF 357 AL TD80157 A-CM 
LF 357 L TD80157-CM µA 711 CL SF.C 2711 C 
LF 357 P TD80157-DP µA711CN SF.C 2711 EC 

LM 101 AL SF.C 2101 A 
µA 711 ML SF.C2711M 

LM 301 AP SF.C 2301 ADC µA 723CL SF .C 2723 C 

LM 104 L SF.C 2104 M 
µA 723 CN SF.C 2723 EC 

LM 204 L SF.C 2204 
µA 723 GP SF.C 2723 DC 

LM 304 L SF.C 2304 
µA 723 ML SF.C 2723 M 

LM 105 L SF.C 2105 M µA 741 CL SF.C 2741 C 

LM 205 L SF.C 2205 µA 741 CN SF.C 2741 EC 

LM 305 L SF.C 2305 µA 741 CP SF.C2741DC 
µA 741 ML SF.C 2741 M 

LM 107 L SF.C 2107 M 
LM 307 L SF .C 2307 µA 747 CL SF.C 2747 C 

LM 307 P SF.C 2307 DC µA 747 CN SF.C 2747 EC 
µA 747 ML SF.C 2747 M 

LM 109 SF.C2109M 
µA 748 CL SF.C 2748C 

LM 209 SF.C 2209 
LM 309 SF.C 2309 

µA 748 CP SF.C 2748 DC 
µA 748 ML SF.C 2748 M 

LM 111 L SF.C2111M 
µA 7805 C SF.C 2805 EC 

LM 311 L SF.C2311 
LM 311 P SF.C2311DC 

µA 7806 C SF.C 2806 EC 
µA 7808 C SF.C 2808 EC 

LM 118 L SF.C2118M µA 7812 C SF.C 2812 EC 

LM 318 L SF.C 2318 µA 7815C SF.C 2815 EC 

LM 318 N SF.C 2318 EC µA 7818 C SF.C 2818 EC 
µA 7824 C SF.C 2824 EC 

LM 158 L TDC0158-CM µA 78 M 05C SF .C 2805 LEC 
LM 358 L TDB0158-CM µA 78 M 12 C SF .C 2812 LEG 
LM 358 P TD80158-DP µA 78 M 15C SF.C 2815 LEC 

LM 324 TDB0124-DP 
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Absolute maximum ratings 

Absolute maximum ratings are limiting values of operating and environmental conditions applicable to 
any electronic device of a specified type as defined by its published data, which should not be exceeded 
under the worst probable conditions. 

These values are chosen by the device manufacturer to provice acceptable serviceability of the device, 
taking no responsability to equipment variations, environmental variations, and the effects of changes 
operating conditions due to variations in the characteristics of the device under consideration and of all 
other electronic devices in the equipment. 

The equipment manufacturer should design so that, initially and throughout life, no absolute maximum 
value for the intended service is exceeded with any device under the worst probable operating condi
tions with respect to supply voltage variation, equipment component variation equipment control ad
justment, load variations, signal variation, environmental conditions, and variations in characteristics 
of the device under consideration and of all other electronic devices in the equipment. 

Conditions in which absolute maximum ratings are defined, are proper to each parameter. 

POWER DISSIPATION FOR OPERATIONAL AMPLIFIERS, VOLTAGE REGULATORS AND 
COMPARATORS. 

Maximum jonction temperature : + 150° C. 

Plus for OPERATIONAL AMPLIFIERS only: 

INPUT VOLTAGE: 
V I and V I D must never exceed the values shown in the "Absolute maximum ratings" table on each 
data sheet. 

For supply voltage less than ±15 V, the maximum input voltage is equal to the supply voltage. 

OUTPUT SHORT-CIRCUIT DURATION: 
Permanent short-circuit autorized for maximum junction temperature. 

With the SF.C 2709 family amplifiers, output short-circuit time is less than 5 seconds. 
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Valeurs limites absolues 

Les valeurs limites abso/ues sont !es limites qui ne doivent pas etre depassees dans /es pires conditions. 
Elles concernent !es conditions exterieures et !es conditions de fonctionnement applicab/es a tout 
dispositif electronique d'un type determine. Ces va!eurs Ii mites sont definies dans !es notices. 

Le fabricant determine ces limites de far;on a fournir un dispositif aussi largement utilisable que possi
ble. II n'assume aucune responsabilite en ce qui concerne /es variations des equipements et des condi
tions d'environnement en general, ainsi que !es changements de conditions de fonctionnement dtJs aux 
variations des caracteristiques du dispositif considere, au de taus !es autres dispositifs electroniques 
inc/us dans /'equipement. 

L 'utilisateur doit done etudier son equipement de telle sorte que, a sa mise en service comme au cours 
de sa vie, aucune va/eur Ii mite concernant /'application envisagee ne soit depassee pour tout dispositif, 
dans /es pires conditions probables d'utilisation. Ces conditions dependent notamment des variations 
de tension du reseau d'alimentation, des dispersions des pieces detachees de /'appareil, des modifica
tions des reg/ages, des variations de charge au de signal, de l'environnement, ainsi que des dispersions 
des caracteristiques du dispositif considere et de taus /es autres dispositifs electroniques de l'appareil. 

Les conditions dans lesquelles sont definies !es valeurs Ii mites absolues sont propres a chaque parametre. 

PUISSANCE DISS/PEE POUR LES AMPLIF!CATEURS OPERATIONNELS, LES REGULATEURS 
DE TENSION ET LES COMPARA TEURS. 

Temperature de jonction maxi male : + 150° C. 

Plus pour !es AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS seulement: 

TENSION D'ENTREE: 
Ne pas depasser !es va!eurs indiquees dans !es colonnes v1 D et v1 du tableau des "Valeurs Ii mites 
absolues" de la notice du circuit. 

Pour !es tensions d'alimentation inferieures a± 15 V, la tension d'entree est egale a la tension d'alimen
tation. 

DUREE DE COURT-CIRCUIT EN SORTIE: 
Court-circuit permanent autorise pour la temperature de jonction maximale. 

Pour /es amplificateurs operationnels de la famille SF.C 2709, la duree de court-circuit est limitee a 
5 secondes. 

21 

I 



Type individualization codes 
Codes d'appel/ation 

23 

I 



1 -GENERAL INFORMATION 

24 

1.1 - Package outlines 

This terms stands for the outline drawing of the package : shape, dimensions min - max, number of 
pins and arrangement, position end mark ..... . 

Each package outline is refered to by a SESCOSEM code number and eventually by a code from 
International or French Standards : IEC, JEDEC, NF-UTE. 

The drawings and codes appear in section "Packages" of this handbook. 

1.2 - Package variants 

Packages may be manufactured with different materials or processes, while in conformance with 
standard package outline drawings. Different variants are available with general conditions as 
follows. 

1.3 - Available products 

The data sheets of linear integrated circuits in this data book are supplied either in packages as 
taken in the data sheets or in other variants. 

1.3.1 - The electrical characteristics of the item coming in the data sheets or in a package 
variant are identical except for power dissipation. 

1.3.2 - The reliability (the capability for required characteristics to withstand electrical, 
environmental or mechanical stresses) depends upon the package variant and selection class. 
See also "Quality section" in this handbook and "SESCOSEM Quality" and "SESCOSEM 
Selection Programs" brochures. 

1.3.3 - The ordering codes to be used for a package variant of the same device appear 
§ 3 below. 



1 -INFORMA T/ON GENERA LE 

1.1 - Bortier normalise 

Ces termes designent la representation graphique du dispositif : forme, dimensions min - max, nombre, disposition 
et numerotation des sorties, position du repCre de dtitrompage ..... 

Chaque bortier est designe par un code propre a la SESCOSEM, et, eventuellement par un code correspondant a 
une normalisation Franqaise ou Internationale: CE/, JEDEC, SITELESC-UTE. 

Les codes et dessins correspondants sont prtisentes dans la section "Boftiers" du present catalogue. 

1.2 - Variantes de bortier 

Un meme bortier peut etre realise avec des materiaux ou des procedes de fabrication differents, tout en restant 
conforme au dessin c~tti normalise. Les principa/es variantes possibles sont disponibles dans /es conditions gfinti• 
ra/es suivantes. 

1.3 - Produits disponib/es 

Les circuits inttigres dont Jes notices sont contenues dans ce catalogue peuvent etre livrtis dans Jes boitiers et Jes 
variantes indiquees dans ces notices, mais aussi eventuellement, dans d'autres variantes. 

1.3.1 - Les caracttiristiques tilectriques du dispositif de base encapsule prfisente dans Jes notices ne sont 
pas modifiees pour Jes differentes variantes de ce boitier. Seu/e la dissipation thermique est differente. 

1.3.2 - La fiabilite /aptitude a ccnserver dans le temps, apres application de contraintes electriques, 
mecaniques ou d'environnement, Jes caracttiristiques requises) depend de la variante du boitier et de la 
classe de selection. Consulter a ce sujet la section "Qua/ite" de ce catalogue et /es p/aquettes "Oualite 
SESCOSEM" et "Programmes de Selection SESCOSEM''. 

1.3.3 - Les codes d'appe/lation a employer pour commander /es variantes des boitiers d'un meme 
dispositif sont indiques ci-apres § 3. 
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2-PACKAGES WITH VARIANTS 

26 

Variants can be supplied for the following packages : 

2.1 - Dual in line packages 

2.1.1 - The following packages variants may be supplied. 

Standard Pro-Electron Sescosem Rth(j-c) Rth(j-a) 
Dual-in-line package code variant code variant code (°C/W) (oc;w) 

CB-2 DP E 50 150 
Molded (Fe Ni frame) CB-98 DP D 50 170 

CB-79 DP E 50 140 

Molded (Cu frame) CB-2 DP E 35 80 
CB-79 DP E 30 75 

Ceramic CB-2 DC K 25 135 
CB-79 DC K 20 115 

Glass-ceramic CB-2 DG J 25 110 
(CERDIP) CB-79 DG J 25 110 

2.1.2 - PINNING 

It is unchanged whatever the package variant. 

2.1.3 - THERMAL DISSIPATION 

Ceramic or glass packages have better thermal dissipation characteristics than plastic (see 
table abo1te). 

Rth(j-a) datas given from circuits bonded on a 50 cm2 glass-epoxy printed circuit 0,15 cm 
thick with 5 cm2 of copper. 

These datas are typical values. They depend upon the device chip area. 



2 -BO/TIERS A VEG VAR/ANTES 

Des variantes peuvent etre fournies pour Jes boTtiers suivants: 

2.1 - Bortiers enfichables ("Dual-in-line") 

2.1.1 - Les variantes suivantes peuvent 0tre fournies. 

Code boitier Code variante Code variante Rth(j-c) Rth(j-a) 
Enfichable - DI L normalise Pro-Electron Sescosem (°C/W) (°C/W) 

CB-2 DP E 50 150 
Plastique (grille Fe Ni) CB-98 DP D 50 170 

CB-79 DP E 50 140 

Plastique (grille Cu) CB-2 DP E 35 80 
CB-79 DP E 30 75 

Ceramique CB-2 DC K 25 135 
CB-79 DC K 20 115 

Verre-ceramique CB-2 DG J 25 110 
(CERDIP) CB-79 DG J 25 110 

2.1.2- BROCHAGE 

II est toujours le meme quel/e que soit la matiere dans laquelle est realise le boitier. 

2.1.3 - DISS/PA TION THERM/QUE 

Les boftiers en ceramique au en verre ceramique ant des caractfiristiques de dissipation thermique meilleu
res que /es ho/tiers en plastique (voir tableau ci-dessus). 

Les va/eurs de Rth(j-a) donnees ici sont obtenues pour des boftiers mantes et soud8s sur un circuit imprime 
en verre epoxy d'tipaisseur 0,15 cm, surface de circuit 5Ocm2, surface du cuivre 5 cm2. 

Ces valeurs dont indicatives et dependent de la surface de la pastille du circuit. 
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2.2 - Flat pack-micropackages 

2.2.1 - Variants may be supplied as follows : 

Flat-packs Standard Pro-Electron Sescosem Rth(j-c) Rth(j-a) 
Micropackages package code variant code variant code (°C/WI (°C/WI 

CB-176 FP u 100 250 

Molded CB-178 FP u 90 250 
CB-216 FP/1 U/1 100 250 
CB-218 FP/1 U/1 90 220 

Ceramic CB-86 FC/X PIX 60 150 

2.2.2 - PINNING 

For flat-packs, the pin configuration cannot be derived from a package to another with a 
simple scheme. 

Mostly ordered types appear in the device data sheet. 

Plastic micropackages appear in a special section of this handbook. 

Ask our sales offices for any other device and package variant combination. 

2.2.3 - THERMAL DISSIPATION 

Ceramic or glass packages have better thermal dissipation characteristics than plastic (see 
table above). 

Rth(j-a) datas given from circuits bonded on a 50 cm2 glass-epoxy printed circuit 0, 15 cm 
thick with 5 cm2 of copper. 

These datas are typical values. They depend upon the device chip area. 

3-ORDERING CO:>ES 
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2.2 - Boitiers plats - microboitiers 

2.2.1 -- Les variantes suivantes peuvent §tre fournies : 

Boitiers plats Code boitier Code variante Code variante Rth(j-c) Rth(j-a) 
Microboitiers Normalise Pro-Electron Sescosem (°C/W) (OC/W) 

CB-176 FP u 100 250 

Plastique CB-178 FP u 90 250 
CB-216 FP/1 U/1 100 250 
CB-218 FP/1 U/1 90 220 

Ceramique CB-86 FC/X P/X 60 150 

2.2.2- BROCHAGES 

Pour !es boitiers plats ceramiques /es brochages ne peuvent t"tre d0duits simplement par reference a un 
autre boitier. 

Pour /es types /es plus utilises /es brochages sont indiqut!s dans /es notices du catalogue. 

Les microboftiers p/astiques font /'objet d'une section speciale de ce catalogue. 

Pour !es autres combinaisons de pastilles et boitiers consulter nos Services Commerciaux. 

2.2.3 - DISS/PA TION THERM/QUE 

Les boitiers en ceramique au en verre ctiramique ant des caracteristiques de dissipation thermique mei//eu
res que /es boitiers en plastique (voir tableau ci-dessus). 

Les va!eurs de Rth(j-a) donnees ici sont obtenues pour des boitiers mantes et soudes sur un circuit imprime 
en verre epoxyd'tlpaisseur 0,15 cm, surface de circuit 50 cm2, surface du cuivre 5 cm2. 

Ces va!eurs dont indicatives et dependent de la surface de la pastille du circuit. 

3 --CODES D'APPELLA T!ON 

3.1 - Code PRO-ELECTRON /voir page 31 J 

3.2 -- Code SESCOSEM Cl L /voir page 32/ 

3.3 - Code SESCOSEM MOS /voir page 33/. 
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TYPE INDIVIDUALIZATION PRO-ELECTRON CODE FOR LINEAR CIRCUITS 

FIRST TWO LETTERS 

The first letter identifies the circuit as : 

T Analogue circuit 

The second letter has no special meaning. 

THE THIRD LETTER 

Indicates the operational temperature range or exceptionally, another significant characteristic. 

A No temperature range specified 
8 Oto + 10°c 
C -55 to + 125°C 
D -25 to + 10°c 
E -25 to + 85°C 
F -40 to + 85°C 
G -55 to + 85°C 

THE SERIAL NUMBER 

May be either a 4-figure number 

VERSION LETTERS 

Can be added to indicate a variant of a basic type or after a dash a variant of the case. 

PACKAGE SUFFIX: (two letters) used instead of package version letters 

First letter : general shape 

C Cylindrical 
D Dual in-line 
E Power dual in-line (with external heatsink) 
F Flat pack (2 sides) 
G Flat pack (4 sides) 
K "TO-3" family (diamond) 
M Multiple in-line (more than 4 rows) 
0 Quadruple in-line 
R Power quadruple in-line (external heatsink) 
S Single in-line 
T Triple in-line 

Second letter : material 

8 Beryllia-ceramic 
C Ceramic 
G Glass-ceramic (Cerdip) 
M Metal 
P Plastic 
X Others 
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CODE D'APPELLATION PRO-ELECTRON DES CIRCUITS LINEAi RES 

DEUX PREMIERES LETTRES 

la premiere /ettre signifie : 

T Circuit analogique 

la deuxieme lettre n'a pas de signification fixe. 

LA TROISIEME LETTRE 

lndique la gamme de temperature d'utilisation ou exceptionnellement une autre caracteristique ifnportante. 

A Pas de gamme de temperature specifiee 
B o a + 10°c 
C -55 a +125°C 
D -25 a + 10°c 
£ -25 t, + 85°C 
F -40 a + 85°C 
G -55 a + 85°C 

LE NUMERO D'ORDRE 

Est compose d'un numero de 4 chiffres qui individualise le mode/e. 

DES LETTRES DE VERSION 

Peuvent, si appropriees, etre ajoutees pour indiquer une variante du type de bas ou apres un trait-d'union une variante 
du type de bortier. 

SUFFIX£ BO/TIER: (deux lettres) utilise a la place d'une lettre de version boitier: 

Premiere lettre : forme generate 

C Cylindrique 
D "Dual-in-line" (2 rangees de sorties) 
E "Dua/.in-line" avec radiateur exttirieur 
F Boitier plat /sorties sur 2 c(ites) 
G Boitier plat /sorties sur 4 c(Jtes) 
K Famil/e "T0-3" /losange) 
M "Multiple in-line" /plus que 4 rangees de sorties) 
Q "Quadruple in-line" /4 rangees de sorties) 
R "Quadruple in-line" avec radiateur exterieur 
S "Single in-line" lune seule rangee de sorties) 
T "Triple in-line" /3 rangees de sorties) 

Deuxieme lettre : materiau 

B Oxyde de beryllium -ceramique 
C Ceramique 
G Verre -ceramique /Cerdip) 
M Metal 
P Plastique 
X Autres 
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TYPE INDIVIDUALIZATION SESCOSEM CODE FOR LINEAR CIRCUITS 
CODE D'APPELLA TION SESCOSEM DES CIRCUITS LINEA/RES 

Standard prefix 
SESCOSEM 
Prefixe stan 
Marque SE 

SF.C 0 □ □ □ L6] □ □ 
SCOSEM '~==1_J ev1ce Bipolar d 

Circuitbip olaire 

Linear int 
Circuit inte 

egrated circuit 

~ 

First source code ·~ 
Racine de /'appellation 1ere source 
ex.: 709 - 741 

101 - 109 

gre lineBire 

f type Version o 
Version da ns le type 

Package 
Boitier 

Operating temperature range 
Gamme de temperature 

Nothing : Metal can ITO-5 ; TO-99 ; TO-100) 
Rien Boitier metallique 

D MINIDIP ICB-98) 
E : DI L plastic ITO-116; MP-117) 

DIL plastique 

J Cerdip package 
Bo/tier Cerdip 

K DIL ceramic 
OIL ceramique 

p Flat package ITO-91) 
BoTtier plat 

R : Metal can ITO-3) 
Boitier metallique 

u : Micropackage 
Microbortier 

C 0°C, + 70° C 

T -25°C, + 85°C 
>------------------~ 

M -55°C,+125°C 

The flat-package circuits are shipped in carrier "Bai-nes", formed and tinned, insulated bottom. 
Taus /es boitiers plats sont livres en porteur "Barnes", connexions mises en forme et etamees, fond isole. 
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TYPE INDIVIDUALIZATION SESCOSEM CODE FOR MOS CIRCUITS 
CODE D'APPELLA TION SESCOSEM DES CIRCUITS MOS 

Factory numbers for circuits described in this section includes a eight part type number as explained in the following 
example. 

L 'appellation commercials des circuits dkrits dans cette section comprend un numero de type 8 huit caractlJres comme expHque ci
dessous. 

SF.F □□□□□ □□□ 
• I 

0 - Standard 
SESCOSE 
Prefixe sta ndard ~~;~ 

® 

SCOSEM Marque SE 

ice MOS dev 
Circuit MO 

Family 
Famille 

s 

f family Version o 
Version dan sla famille 

f type Version o 
Version da nsle type 

Package 
Boitier 

1. Multiplex switch 
Multiplexeur 

2. C-MOS logic circuits 
Circuits logiques C-MOS 

3. Dynamic shift register 
Registre a dtJca/age dynamique 

4. Static shift register 
Registre a decalage statique 

5. General use circuits 
Circuits d'usages generaux 

7. Read only memory 
Mf!moire a lecture seule 

8. Random access memory 
Memoire a accfls direct 

9. Microprocessors 
Microprocesseurs 

2 to 5 figures 
2 IJ 5 chiffres 

2 to 4 characters 
2 a 4 caract6res 

Nothing : Metal can 
Rien Battier metallique 
D : MINIDIP 
E : DIL plastic 

OIL plastique 

J : Cerdip package 
Boitier Cerdip 

K : DIL ceramic 
DIL c{Jramiqu£! 

. p : Flat packa~ 

Operating 
Gammede 

temperature range Battier plat "< 

temp(Jrature 

-
Nothing : 0°C, + 10°c 
Rien 

T : -25°C, + 85°c ,_ 
V : -40°C, + B5°C 

M : -55°C, +125°C 

For read only memories family extra digits are used to identify the code. See catalog MOS integrated circuits. 
Pour la famille des memoires a lecture seule, des caractt1res suppltJmentaires sont utilistJs pour identifier le code. Se reporter 
au catalogue "Circuits in~res MOS". 
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ORDEl'IING INSTRUCTIONS FOR FLAT-PACKAGES 
REDACTION DES COMMANDES POUR BO/TIERS PLATS 

Orders for circuits described in this specification should include an end number as 
explained in the following example : 

A la suite du numero du circuit desire, indiquer par le rep6re ci-dessous la version choisie : 

Example : SF .C 2709 PM3 Formed and solder dil?ped leads, insulated bottom 
Exemp/e : Connexions mises en forme et etamees, fond isote 

Order Dash n° Formed leads Insulated bottom Solder dipped leads 
Repere Connexions mises /solement du fond Connexions etamees 

en forme 

0 no no 
1 yes yes 
2 no yes 
3 yes yes 
4 no yes 
5 yes no 

These flat-package circuits are shipped in carrier "Barnes" 
Taus ces boftiers sont livf'es en porteur "Barnes" 

no 
no 
no 
yes 
yes 
yes 

ORDERING INSTRUCTIONS FOR MOLDED MICROPACKAGES 
REDACTION DES COMMANDES POUR MICROBOITIERS MOULES 

Orders for circuits described in this specification should include an end number as 
explained in the following example: 
A la suite du numero du circuit desire, indiquer par le repere ci-dessous la version choisie : 

Example 
Exemple 

SF .C 2723 UC/1 Long leads 

TDB0124-FP/1 Connexions /ongues 

Order Dash n° Long leads 
Repere Connexions tongues 

Nothing (Rien) No 

1 Yes 

Packages 
Boitiers 

CB-176 - CB-178 
""'' 

CB-216 - CB-218 

The micropackages dash 1 circuits are shipped in carrier "Barnes" 
Les microboftiers rep(}re 1 sont livres en porteur ''Barnes" 
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Symbols 

Linear integrated circuits 

Automatic gain control 

Voltage gain (dynamic) 

Voltage gain (continuous) 

Common mode voltage gain 

Differential mode voltage gain 

Susceptance 

Band width 

Collector-substrat capacitance 
(transistors arrays) 

Input capacitance (with ground) 

Differential input capacitance 

Load capacitance 

Common mode rejection ratio 

Output capacitance (with ground) 

Short-circuit input capacitance 
b = common base 
e = common emitter 

Open-circuit reverse transfer capacitance 

b = common base 
= common emitter 

Open-circuit output capacitance 

b = common base 
e = common emitter 

Total harmonic distorsion 

Temperature coefficient of input offset current 

*y., ... =g ..... + jb ..... 

AGC 

Ay 

Av 

Ave 
Ave 

Avo 
Avd 

b* 

CMR 

d 

Symbo/es 

Circuits integres lineaires 

ContrtJle automatique de gain 

Amplification en tension (dynamique) 

Amplification en tension (continu) 

Amplification en tension du mode commun 

Amplification en tension du mode differentiel 

Susceptance 

Bande passante 

Capacite collecteur-substrat 
(reseaux de transistors) 

Capacite d'entree (par rapport a la masse) 

Capacite differentielle d'entree 

Capacite de charge 

Taux de rejection en mode commun 

Capacite de sortie (par rapport a la masse) 

Capacitti d'entree, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Capacite de transfert inverse (capacite de 
reaction), entree en court-circuit 
b = en base commune 
c = en emetteur commun 

Capacite de sortie, entrtie en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Distorsion harmonique tota/e 

Coefficient de temperature du courant 

de decalage a /'en tree 
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Temperature coefficient of output voltage 

Temperature coefficient of input offset voltage 

Equivalent input noise voltage 

Common mode voltage range 

Equivalent input noise electromotive force 

Frequency 

Cut-off frequency 

Modulation frequency 

Oscillator or oscillation frequency 

Transition frequency 

Tuning frequency 

Noise figure 

Conductance 

Power gain 

Short-circuit input impedance 
b common base 
e = common emitter 

Open-circuit reverse voltage transfer ratio 

b = common base 
e = common emitter 

Short~circuit forward current transfer ratio 
b common base 
e = common emitter 

Static value of the forward current transfer 
ratio(common emitter) 

*y ..... = g. . . . . c jb ..... 
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f -T 

F 

Gp 

Coefficient de temperature de regulation 

Coefficient de temperature de la tension 
de decalage a l'entree 

Tension de bruit ramenee a l'entree 

Gamme de la tension du mode commun 

Force electromotive de bruit ramenee a l'entree 

Frequence 

Frequence de coupure 

Frequence de modulation 

Frequence d'oscil/ation ou de l'oscillateur 

Frequence de transition 

Frequence d'accord 

Facteur de bruit 

Conductance 

Gain en puissance 

Impedance d'entree, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Rapport de transfert inverse de la tension, 
en tree en court-circuit 
b en base commune 
e = en emetteur commun 

Rapport de transfert direct du courant, sortie 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant (en emetteur commun) 



Open-circuit output admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Current 

Automatic gain control stage input current 

Input bias current 

Bias current one input 

Collector (D.C) current 

Collector-base cut-off current with IE = 0 and 
V CB specified 

Supply current 

Supply currents 

Collector-emitter cut-off current with 18 = 0 
and V CE specified 

Input offset current 

Full load current 

Input current 

Mean bias current (or input current without 
input signal) 

Input equivalent noise current 

Null load current 

Output current 

Cut-off leakage current 

High level output current 

h22b 
h22e 

1AGC 

•s 

1s1 
1s2 

le 

1cso 

1cc 

1cc1 
1cc2 

1cEO 

'•g (IOI 

1FL 

1, 

11B 

in 

1NL 

to 

1off 

1OH 

Admittance de sortie, entree en circuit ouvert 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Courant 

Courant d'entree de /'etage de commande 
automatique de gain 

Courant de polarisation 

Courant de polarisation d'une entree 

Courant (continu) de col/ecteur 

Courant residue/ collecteur-base avec IE = 0 
et v cs specifie 

Courant d'alimentation 

Courant fourni par !es alimentations 

Courant residue/ collecteur-emetteur avec 
I 8 = o avec V CE specifie 

Courant de decalage a l'entree 

Courant maximum debite dans la charge 

Courant d'entree 

Courant de polarisation (en courant d'entree 
sans signal) 

Courant de bruit ramene a l'entree 

Courant en /'absence de charge 

Courant de sortie 

Courant de fuite a l'etat bloque 

Courant de sortie a J'etat haut 
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Low level output current 10L Courant de sortie a l'etat bas 

Short-circuit output current 1os Courant de sortie en court-circuit 

Short-circuit current limit 1sc Courant de court-circuit 

Strobe current 1st Courant d'echantillonnage 

(Continuous) on state current IT Courant continu a l'etat passant 

Overshoot factor Kov Facteur de rebondissement 

Long term stability KvH Stabilite dansle temps 

Line regulation Kv1 Coefficient de regulation en fonction de la 
tension d'entrtJe 

Load regulation Kvo Coefficient de regulation en fonction de Ip 
charge 

Internal power dissipation p Puissance dissipee 

Output power (useful in·load) with specified Po Puissance de sortie (utile dans la charge) 
conditions dans des conditions specifiees 

Power dissipation Ptot Dissipation de puissance 

External generater resistance RG Resistance de generateur exterieur 

Input resistance (between input and ground) R1 Resistance d'entree (entre une entree et 
la masse) 

Differential input resistance Rio Resistance differentielle d'entree 

Load resistance RL Resistance de charge 

Output resistance Ro Resistance dlJ sortie 

Differential output resistance Roo Resistance differentielle de sortie 

Parallel loss resistance of a tuned oscillatory 
RP Resistance parallele de perte d'un circuit 

circuit oscillant a !'accord 

Source resistance Rg Resistance de source 

Sense current resistance Rsc Resistance de limitation du courant 
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Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Case-ambient thermal resistance 

Ripple rejection 

Sensitivity (input signal voltage with output and 
operating conditions specified) 

Slew rate 

Supply voltage rejection ratio 

Delay time 

Fall time 

Turn off time 

Turn on time 

Strobe release time 

Over shoot time 

Pulse time 

Rise time or response time 

Ripple time 

Carrier storage time 

Fall time 

Rise time 

Ambient temperature 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

Rth{c-a) 

s 

SVR 

Resistance thermique (jonction-ambiante) 

Resistance thermique (jonction-boitier) 

Resistance thermique (boitier-ambiante) 

Taux de filtrage 

Sensibilite (tension de signal d'entree dans 

des conditions de sortie et de fonctionnement 
specitieesJ 

Pente du signal de sortie 

Taux de rejection dO aux alimentations 

Retard a la croissance 

Temps de decroissance 

Temps total de coupure 

Temps total de croissance 

Temps de reponse entre echantillonnage 

Temps de rebondissement 

Duree d'une impulsion 

Temps de montee ou temps de reponse 

Temps de v:,cillement 

Retard a la decroissance 

Temps de transition a la decroissance 

Temps de transition a la croissance 

Temperature ambiante 
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Case temperature 

Junction temperature 

Operating temperature 

Storage temperature 

Voltage applied to automatic gain control stage 

Base-emitter (D,C) voltage 

Collector-base iD.C) voltage, with IE= 0 and 
le specified 

40 

Supply volt~ge (s) 

Collector-emitter (D.C) voltage, with 18 = 0 
and le specified 

Collector-emitter saturation voltage, with 18 
and IC specified 

Collector substrate-voltage 

Input offset voltage 

Emitter-base (D.C) voltage, with le= 0 and 
IE specified 

Positive output level 

Dynamic input voltage 

(Continuous) input voltage 

Input offset voltage 

Differential input voltage 

Input voltage range 

Tease 

Toper 

VcEsat 

Vcso 

Temperature boitier 

Temperature de jonction 

Temperature de fonctionnement 

Temperature de stockage 

Tension app/iquee a /'etage de commande 
automatique de gain 

Tension (continue/ base-emetteur 

Tension (continue/ collecteur-base avec 
IE= a et le specifie 

Tension d'alimentation (s) 

Tension (continue/ collecteur-emetteur, avec 
I 8 = a et I c specifie 

Tension de saturation collecteur-0metteur, 
avec I 8 et IC specifies 

Tension col/ecteur-substrat 

Tension de dticalage a /'entrfie 

Tension (continue) emetteur-base, avec 
le= Oet !Especifie 

Niveau de sortie positif 

Tension d'entrfie dynamique 

Tension (continue/ d'entree 

Tension de decalage a /'entree 

Tension differentiel/e d'entree 

Tension d'entrtie limite 



Negative output level 

Equivalent (input) noise voltage 

Output noise voltage 

AF output voltage (AF amplifier) 

Output voltage 

High level output voltage 

Low level output voltage 

Maximum range of output signal 

Maximum output voltage (peak to peak) 

Output voltage swing 

Reference voltage 

Gain control voltage 

Supply voltage 

Short-circuit input admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit reverse transfer admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit forward transfer admittance 
b = common base 
e = common emitter 

Short-circuit output admittance 
b = common base 
e common emitter 

Input impedance 

*y .. , .. =g ..... + jb ..... 

VL 

Yn 

VNO 

VO 

Vo 

VoH 

Vol 

VoM 

Yopp 

Vopp 

vref 

Vreg 

(Vs) 

Y11b"' 
Y11e 

Y12b'" 
Y12e 

Niveau de sortie negatif 

Tension equivalente de bruit (ramenee a l'entree} 

Tension de bruit en sortie 

Tension du signal de sortie BF (amplificateur BF} 

Tension de sortie 

Tension de sortie a /'etat haut 

Tension de sortie a l'etat bas 

Excursion maximale du signal de sortie 

Tension maximale de sortie (crete a crete} 

Dynamique de sortie 

Tension de reference 

Tension de commande de gain 

Tension d'alimentation 

Admittance d'entree, sortie en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Admittance de transfert inverse, entree en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en tJmetteur commun 

Admittance de transfert direct, sortie en 
court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Admittance de sortie, entree en court-circuit 
b = en base commune 
e = en 8metteur commun 

Impedance d'entree 
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Common mode input impedance 

Differential input impedance 

Output impedance 

Differential output impedance 

Input offset voltage temperature coefficient 

Temperature coefficient 

Current temperature coefficient 

Input offset current temperature coefficient 

Voltage temperature coefficient 

Reference voltage temperature coefficient 

Duty cycle (of a pulse) 

VIO 

C, 

110 

"'V 

ll 

Impedance d'entree en mode commun 

Impedance differentie/le d'entree 

Impedance de sortie 

Impedance differentielle de sortie 

Coefficient do• temperature de la tension de 
decalage a l'entree 

Coefficient de temperature 

Coefficient de temperature du courant 

Coefficient de temperature du courant de 
decalage a l'entree 

Coefficient de temperature de la tension 

Coefficient de temperature de la tension 

de reference 

Facteur de forme (d'une impulsion) 

Efficiency 11 Rendement 
(Po= 11 Vee 1ccl 

Phase angle 

Phase angle of input admittance with output 
short-circuit 

b common circuit 
e = common emitter 

Phase angle of reverse transfer admittance with 
input short-circuit 
b common base 

= common emitter 
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Angle de phase 

Angle de phase de /'admittance d'entree, sortie 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Angle de phase de /'admittance de transfert 
inverse, entree en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 



Phase angle of forward transfer admittance with 
output short-circuit 
b = common base 
e = common emitter 

Phase angle of output admittance with input 
short-circuit 
b = common base 
e = common emitter 

Angular frequency 

<l>Y22b 
<l>Y22e 

w 

Angle de phase de /'admittance de transfert 
direct, entree en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Angle de phase de /'admittance de sortie, entree 
en court-circuit 
b = en base commune 
e = en emetteur commun 

Pulsation 
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Symbols 

MOS integrated circuits 

Clock input capacitance 

Drain-substrate capacitance 

Drain-case capacitance 

Drain-source capacitance 

Gate-substrate (input) capacitance 

Gate-drain capacitance 

Gate-output capacitance 

Gate-source capacitance 

Input capacitance 

Input-substrate capacitance 

Load capacitance 

Logic input capacitance 

Output-substrate capacitance 

Source-substrate capacitance 

Source-case capacitance 

Reverse transfer capacitance 

Clock frequency 

Maximum clock frequency 

Drain current 

V DD power supply current per package 

Quiescent device current 

Output drive current, N channel 

Drain leakage current 
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CBI/> 

Coe 

Coe 

Cos 

CGB 

CGo 

CGO 

CGS 

C1 

C1B 

CL 

CL10 

Coe 

CsB 

Csc 

C12ss 

f 

1max 

lo 

100 

1oL 

1dN 

1o(offl 

Symbo/es 

Circuits int6gri§s MOS 

Capacite de l'entree d'horloge 

Capacite drain-substrat 

Capacite drain-boitier 

Capacite drain-source 

Capacite (d'entree) grille-substrat 

Capacite grille-drain 

Capacite grille-sortie 

Capacite grille-source 

Capacite d'entree 

Capacite d'entree-substrat 

Capacite de charge 

Capacite d'entree logique 

Capacite de sortie-substrat 

Capacite source-substrat 

Capacite source-boitier 

Capacite de transfert inverse 

Frequence d'horloge 

Frequence maximale d'horloge 

Courant de drain 

Courant de /'alimentation V DD par boitier 

Courant d'alimentation au repos 

Courant de sonie, canal N 

Courant de drain au b/ocage 



MOS 

Output drive current, P channel 1dP 

Drain current at V GS= 1oss 

V GG power supply current per package 1GG 

Pull-up current 1G on 

Gate leakage current 1GSB 

Gate leakage current at Vos= 1Gss 

Input current 11 

Input current at v1H 11H 

Input current at VIL 11L 

(input) leakage current 11ss 

Logic input leakage current IL1ss 

Output leakage current 1LO 

Output current lo 

Output current at V OH 1OH 

Maximum output disable current 1OHZ 

Output current at VOL 1OL 

Short-circuit output current 1os 

Output leakage current 1oss 

Pull-up current Ip 

Source current Is 

Source leakage current 1s(off) 

V SS power supply current 1ss 

Courant de sortie, canal P 

Courant de drain pour V GS 

Courant d'alimentation V GG par boftier 

Courant MOS de charge 

Courant de fuite gri/le-substrat 

Courant de fuite de grille a V DS = 

Courant d'entree 

Courant d'entree a VI H 

Courant d'entree a VIL 

Courant de fuite (entree)-substrat 

Courant de fuite entree logique-substrat 

Courant de fuite de sortie 

Courant de sortie 

Courant de sortie a V OH 

Courant maximal de sortie a l'etat haute impe

dance 

Courant de sortie a VOL 

Courant de sortie en court-circuit 

Courant de fuite sortie-substrat 

Courant de MOS de charge 

Courant de source 

Courant de source au blocage 

Courant de /'alimentation V SS 
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Clock input leakage current 

Quiescent device dissipation/package 

Power dissipation 

Gate-source (input) resistance 

Dynamic input resistance at VI H 

Dynamic input resistance at VIL 

Drain-source leakage resistance 

On drain-source resistance 

Access time 

Ambient temperature 

Address to write set-up time 

Chip inhibit time 

Chip enable to output time 

Chip select time 

Data hold time 

Read set-up time 

Clock rise time 

Clock fall time 

Hold time 

Junction temperature 

Previous read data valid with respect to address 
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1S<t> B 

ros(off) 

ros(on) 

tA 

Tamb 

(tambl 

t(A-W)set 

tco 

tcs 

tohold 

toset 

thold 

Ti= T(vj) 

(ti= t(vi)) 

toH 

MOS 

Courant de fuite horloge-substrat 

Puissance dissipfe par boitier au repos 

Puissance dissipee 

Resistance (d'entree/ grille-source 

Resistance dynamique d'entree a VIH 

Resistance dynamique d'entree a VIL 

Resistance drain-source au blocage 

Resistance drain-source a retat passant 

Temps d' acces 

Temperature ambiante 

Temps de preetablissement de l'adresse par 

rapport a recriture 

Temps de mise en inhibition 

Temps de levee d'inhibition 

Temps de levee d'inhibition 

Temps de maintien de /'information 

Temps de preetablissement de la lecture 

Temps de montee de l'horloge 

Temps de descente de /'horloge 

Temps de maintien 

Temperature de jonction 

Temps de validite de /'information precedente par 

rapport aux adresses 



MOS 

Operating temperature 

Propagation delay time (input signal to output 

signal) 

Propagation delay time high to low level output 

Propagation delay time low to high level output 

Read cycle time 

Read set-up time 

Clock rise time 

Input set-up time 

Storage temperature 

Transition time high to low level 

Transition time low to high level 

Pulse width 

Write cycle time 

Chip enable to write set-up time 

Write pulse width 

ciock pulse width 

Substrate voltage 

Drain-source breakdown voltage 

Drain-source breakdown voltage, with V GS = 0 

and ID specified 

Toper 

!toperl 

tRc 

tRS 

tr¢ 

tset-up 

"!"stg 
!tstgl 

tTHL 

tTLH 

tw 

twc 

tws 

V(BR)DSB 

V(BR)DSS 

Temperature de fonctionnement 

Temps de propaga\on (entree signal a sortie 
signal) 

Temps de propagation a la dtJcroissance du signal 

de sortie 

Temps de propagation a la croissance du signal 

de sortie 

Temps de cycle de lecture 

Temps de preetablissement de la lecture 

Temps de montee de l'horloge 

Temps de preetablissement 

Temperature de stockage 

Temps de transition a la decroissance 

Temps de tra(Jsition a la croissance 

Largeur d'impulsion 

Temps de cycle d'ecriture 

Temps de preetablissement de /'inhibition par 

rapport a /'ecriture 

Largeur de /'impulsion d'ecriture 

Largeur d'impulsion d'hor/oge 

Tension de substrat 

Tension de claquage drain-source 

Tension de claquage drain-source, avec V GS = 0 

et IO specifie 
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Gate-source breakdown voltage 

Pull up-source breakdown voltage 

Source-drain breakdown voltage 

(DC) supply voltage 

Drain power supply voltage 

Drain-source voltage 

Gate-case voltage 

Gate power supply voltage 

Gate to source voltage 

Gate-source threshold voltage 

Input voltage 

Noise immunity voltage 

High level noise immunity voltage 

Low level noise immunity voltage 

Output voltage 

High level output voltage 

Low level output voltage 

Pull up-substrate voltage 

Pull up-drain voltage 

Pull up-source voltage 

Source to substrate voltage 

V(BR)GSB 

V(BR)PSB 

V(BR)SDB 

Tension de c/aquage grille-source 

Tension de c/aquage de MOS de charge 

Tension de claquage source-drain 

Tension d'a/imentation (continue) 

v 0t,'ote 1) Tension d'alimentation drain 

Tension drain-source 

Tension ,grille-boftier 

Tension d'alimentation de grille 

Tension grille-source 

VGS(TO) Tension de seui/ grille-source 

Tension d'entrtie 

Tension d'immunite au bruit 

Tension d'immunitE au bruit a /'Etat haut 

Tension d'immunite au bruit a /'etat bas 

Tension de sortie 

Tension de sortie a /'etat haut 

Tension de sortie a /'etat bas 

Tension MOS de charge-substrat 

Tension MOS de charge-drain 

Tension MOS de charge-source 

Tension source-substrat 

Note 1 : Supply voltage VDD-Vss is negative for P-MOS circuits and positive for C-MOS circuits. 
La tension d'alimentation Voo-Vss est negative pour /es circuits a canal P, positive pour Jes circuits C-MOS. 
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MOS I 
Source power supply voltage Vss Tension d'alimentation de la source 

N channel threshold voltage V(TO)N Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage V(TO)P Tension de seuil du canal P 

High level clock voltage VHq, Tension d'horloge a /'etat haut 

Low level clock voltage Vlq, Tension d'horloge a /'etat bas 

Forward admittance Y21s Admittance de transfert direct 
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Quality 

SESCOSEM SELECTION PROGRAMS 

In response to the increasing demand for components necessary for certain high reliability equipments, 
principally in the areas of space, aeronautical, military and even industrial applications, SESCOSEM 
has designed and established selection programs applicable to its major product lines. These programs 
define 3 selection classes going in decreasing severity from A to B to C, allowing the appropriate 
requirements to be satisfied. 

Essentially, the devices submitted to these programs are put through a series of inspections and tests 
divided into several phases: 

- a manufacturing phase, inclucjing a 100 % special visual inspection prior to encapsulation, a high 
temperature ageing, and a 100 % electrical selection. 

- a 100 % preselection, including a group of thermal mechanical tests (temperature change, accelera
tion, shock ..... ) followed by a 100 % sealing test. 

a 100 % selection by means of a group of ageing tests (operating, reverse bias, storage), preceded 
and followed by a 100 % measuring of essential parameters. 

- lastly a final inspection. 

The complete definition of these programs is described in a separate publication entitled : 
"SESCOSEM Selection Programs for semiconductors and integrated circuits" in French and English 
language. 

SYNTHESIS AND TABLES OF RESULTS 

The tables which follow give the cumulative results, over the period 1976 - 1977,of the test results 
carried out by SESCOSEM on its stanrJarq product lines. 

- ORIGIN OF THE RESULTS 

These cumulative results are synthesided from results of periodic tests carried out according to the 
same principles and under the same conditions as the CCQ for SESCOSEM standard products, finally, 
when possible, some specific test results following the contractual device specifications. 

- TEST REFERENCES, ORIGIN OF AOL, L TPD, LAMBDA 

The tests are subdivided into subgroups (s.g.) with reference to the applicable French standards. In 
the case of environmental, which is to say mechanical and climatic tests, the corresponding IEC 68-2 
references are given: The AOL (Acceptable Quality Levels) values used, rounded off to nearest standard 
value are extracted from the I EC 410 publication, which is identical with MIL STD 105 D. 
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Oualite 

LES PROGRAMMES DE SELECTION SESCOSEM 

Repondant aux demandes croissantes de composants ntice$saires a certains equipements speciaux a 
haut niveau de fiabilite, principalement dans le domaine des applications spatiales, aeronautiques, 
militaires et meme industrielles, SESCOSEM a conr;u et mis au point des programmes de selection 
applicables a ses principales lignes de produits. Ces programmes definissent 3 classes de selection A, 8, 
C de severite decroissante permettant de satisfaire /es exigences appropriees. 

Pour l'essentiel, /es produits faisant l'objet de ces programmes subissent des sequences de contrlJles et 
d'epreuves reparties en plusieurs phases : 

- une phase de fabrication, comprenant un contrlJ/e visuel unitaire special avant encapsulation, d'un 
viei/lissement a haute temperature, et d'un tri electrique unitaire. 

- une preselection unitaire constituee par un groupe d'epreuves thermiques et mecaniques (variations 
rapides de temperature, acceleration, chocs .... ) suivi d'un tri unitaire en hermeticite. 

- une selection unitaire constituee par un groupe d'epreuves de vieillissement (fonctionnement, 
blocage ou stockage) precede et suivi de la mesure unitaire des parametres fondamentaux. 

- enfin une recette finale. 

La definition complete de ces programmes est decrite dans une publication separee intitulee : 
"Programmes de selection SESCOSEM pour semiconducteurs et circuits integres" edition bilingue 
Franr;ais -Anglais. 

SYNTHESE ET TABLEAUX DES RESULTATS 

Les tableaux qui suivent, donnent /es cumuls, sur la periode 1976 - 1977, des resultats d'essais 
effectues par SESCOSEM sur ses produits de fabrication standard de serie. 

- ORIG/NE DES RESUL TA TS 

Ces cumuls font la synthese des resultats d'essais periodiques executes suivant /es memes principes et 
dans /es memes conditions normalisees que le CCQ pour /es lignes standard SESCOSEM, et enfin, 
quand cela a ete possible, des resultats de certains essais specifiques suivant cahiers des charges. 

- REFERENCE DES ESSAIS, ORIG/NE DES NOA, NOT, A 

Les essais sont repartis en sous-groupes (s.g.J avec reference a la norme fram;aise applicable. Pour /es 
essais d'environnement, c'est-a-dire rnecaniqiJes et climatiques, /es references de publication CE/ 68-2 
sont donnees en correspondance. Les· NQA (Niveaux de Qua/ite Acceptables) utilises, arrondis aux 
valeurs normalisees /es plus proches, sont extraits de la publication CE/ 410 qui est identique a la 
specification MIL STD 105 D. 
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Certain AOL values for quantities exceeding the conventional limits have been computed from the 
basis formulas. There are shown in parenthesis in the tables. 

The L TPD (Lot Tolerance Percent Defective) values used, rounded off to_ the nearest standard value, 
are taken from MIL-M38 510 D specification and correspond to a 90 % confidence level. 

The ;>.. (failure rates) used, are extracted from the CCTU 0109 or Ml 1.:-STD-690 specifications. 

As usual, they are defined for catastrophic failures with a 60 % confidence level, symbol >-. (60 %). 

Finally, in addition to the AOL, L TPD and ;>.. which are defined by statistical laws and are sometimes 
difficult to interpret, the simple percentage of observed failed devices is also shown, or OQL (Observed 
Quality Level). 

THE FAILURE CRITERIA 

After the environmental tests and endurance tests, the applied failure criteria are, those usually used 
in standards, namely : 

- aspect, marking, in general rule, and particularly after mechanical tests. 
- measurements of essential electrical parameters with the same minimum and maximum limits as for 

the initial measurements, particularly after endurance tests. 

- THE ACCELERATION COEFFICIENTS AND THEIR ORIGIN 

It is fitting to note that the standardized life tests are as a general rule carried out under maximum 
temperature or power dissipation stresses which are rarely met up with in pratice. That is why the 
tables also supply some complementary values of ;>.. under reduced stress levels. 

In the case of integrated circuits, the complementary values are given for conditions of operating 
equivalent to an ambient temperature of 25°C by using the following coefficients : 

- Junction temperature 
- Temperature factor : according to MIL-HDBK-217 B Notice 1 of 7 September 1976 

( TT T2 oftable2.1.5-4) 

- Operating 
Operating 

- Experimental coefficients S at given same Tl· (according to the product type) 
torage 
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Certaines valeurs de NOA pour /es quantites de pieces depassant /es limites conventionnelles, ant ete 
obtenues par application des formules de base. Elles figurent seu/ement entre parentheses dans /es 
tableaux. 

Les NOT (Niveaux de Oua/ite Toleres) utilises, arrondis aux valeurs normalisees !es plus proches, sont 
extraites de la specification MIL-M-38 510 D et correspondent a un niveau de confiance de 90 %. 

Les A (taux de defaillance) utilises, sont extraits de la specification CCTU 0109 au MIL-STD-690. 

Selan !'usage, ifs sont definis pour /es defauts catastrophiques, avec un niveau de confiance de 60 %, 
symbo/e A (60 %). 

Entin, en plus des NOA, NOT et A dont /es definitions sont basees sur des /ois statistiques parfois 
difficiles a interpreter, on a fait figurer egalement !es simples pourcentages des pieces defectueuses 
observees au NOO (Niveau de Oualite Observe). 

LES CR I TE RES DE DEFAUTS 

Apres !es essais d'environnement, et /es essais de vieillissement, !es criteres de defauts app/iques sont 
ceux habituellement utilises dans /es normes, a savoir: 

- aspect, marquage, en regle generate, et en particulier apres /es essais mecaniques. 
- mesures des parametres e/ectriques essentiels, avec !es memes limites minima/es et maxima/es que 

pour !es mesures initiates, en particulier apres /es essais d'endurance. 

LES COEFFICIENTS D'ACCELERA TION, ET LEUR ORIG/NE 

II convient de noter que !es essais. normalises de vieil/issement sont en regle generate effectues dans /es 
conditions de contraintes maxima/es de temperature au de dissipation de puissance, raref!)ent rencon
trees dans /es applications pratiques. 

Pour /es circuits integres, des va/eurs complementaires de A sont donnees pour des conditions equiva
lentes a un fonctionnement a la temperature ambiante de 25° C, en utilisant !es coefficients suivants : 

- Pour la temperature de jonction 

- Facteur de temperature de la norme MIL-HDBK-217 8 Notice 1 du 7 Septembre 1976 
( TT T2 de la table 2.1.5-4) 

- Pour le fonctionnement 
- Coefficients experimentaux 

Fonctionnement 
a_ meme T1-donnee (selon le type de produit) 

Stockage 
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CIRCUITS INTEGRES LINEAi RES 

Amplificateurs oj)erationnels 
Regulateurs faible puissance 
Comparateurs 
(Nombre moyen de transistors par circuit: 20) 
Boftiers metalliques{TO-39 ; TO-99 ; TO-100 

CB-106 : CB-107 
Periode de fabrication: 1975 - 1976 -1977 

Essais d'Environnement 

s.g. Essais Tests 

Chocs Shock 
C1 Vibrations Vibration 

Acceleration Acceleration 

Soudabilite So/derabi!ity 
C2 Soudure Soldering heat 

Rob. des sorties Rob. of terminals 

Var. rapides de T Rapid change of T 
C3 Essai comp. clim. Comp. cfim. test 

C4 Chaleur humide 56 j. Damp heat 56 d. 

Total c1-c4 

Essais d'endurance 

s.g. Essais Tests 

Stockage 125°C Storage 125° C 
C6 Stoc kage 150°C Storage 15(Y' C 

C5 Fonctionnement T amb: 125°C Operating Tamb : 

Total C5 + C6 

NF.C 
96.111 

M 307 
M 308 
M 305 

M 302 
M 301 
M 304 

C 203 
C 201 

C 204 

12s0 c 

Taux de defaillance equivalent a un fonctionnement 
a Tamb = 25°C 

fonctionnement 
A Tj identique, coefficient stockage =10 

T; = T amb + 10°C en fonctionnement 

Coefficient de temperature rrT2 (base q = 0,7 eV) 

Essais Tests 

Stockage 125°C Storage 125°C 

Stockage 150°C Storage 150°C 

Fonctionnement T amb: 125°C Operating Tamb : 125°C 

T otat fonctionnement equiva- Total equivalent operating 

lent a 25°C at25°C 
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LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

Operational amplifiers 
Low power regulators 
Comparators 
(Average number of transistors per circuit. 20) 
Metal cases{T0-39 ; T0-99 ; T0-100 

CB-106; CB-107 
Manufacture period: 1975 - 1976 - 1977 

Environmental tests 

Meth. Nb AOL OOL 

IEC68.2 p. tested Nb NllA NllO 

CEI 68.2 p. en essais defect approx. 
% % 

27 Ea 1 
6 Fe 860 2 0,15 0,35 
7 Ga 0 

20 T 0 
20A Tb 880 2 0,15 0,34 
21 Ua 1 

14 Na 2 
860 2 0,15 0,45 

3 Ca 820 4 0,15 0,49 

I 3420 14 @.1~ @.4~ 

Ageing/Operating life tests 

Nb hxc AOL OOL 
Nb NllA NllO p. tested 

defect p. en essais approx. 
103 %/1000 h %/1000h 

440 2.560 0 0,004 0 
1.640 8.040 6 0,025 0,07 

1.280 3.510 15 0,25 0,43 

3.360 14.110 21 

LTPD I NllT 
approx. 

% I 

0,7 

0,7 

1 

1 

@,fl 

;\(60%) 

-10·9/h 

350 
900 

4.600 

Failure rate equivalent to a life test at Tamb = 25° C 

operating 
At same Ti storage coefficient = 10 

Qperating Ti= Tamb + 1D°C 

Temperature coefficient 1r72 (base q = 0.7 eV) 

hxc Coeff hxc 
Nb 

;\(60%) 
equival. 

defect equival. 
103 X 103 10-9/h 

94 
2.560 10 X 0,24 100.270 0 9 

320 
8.040 10 X 0,24 1.072.000 6 6,8 

155 
3.510 0,24 2.266.880 15 7,2 

3.439.150 21 6,6 



CIRCUITS INTEGRES LINEAi RES 

Amplificateurs operationnels de puissance 
ReQulateurs de puissance 
(Nombre moyen de transistors par circuit: 20) 
Boitiers metalliques : TQ.3 ; CB-158 

Periode de fabrication: 1975 -1976 • 1977 

Essais d'environnement 

s.g. Essais Tests 

Chocs Shock 

Cl Vibrations Vibration 
Acceleration Acceleration 

Soudabilite Solderability 
C2 Soudure Soldering heat 

Rob. des sorties Rob. of terminals 

Var. rapides de T Rapid change of T 
C3 Essai comp. clim. Comp. clim. test 

C4 Chaleur humide 56 j. Damp heat 5_6 d. 

Total c1~c4 

Essais d'endurance 

s.g. Essais Tests 

C6 Stockage 150"C Storage 15CT' C 

NF.C 
96.111 

M 307 
M 308 
M 305 

M 302 
M 301 
M 304 

C 203 
C 201 

C 204 

C5 Fonctionnement T amb : 125°C Operat;ng Tamb: 125°G 

Total C5 + C6 

Taux de dt'ifaillance equivalent a un fonctionnement 
a Tamb = 25°C 

fonctionnement 
A Tj identique, coefficient stockage 

Tj en fonctionnement = T amb +20°C 

Coefficient de temperature 7TT2 (base q = 0,7 eV) 

Essais Tests 

Stockage 150° C Storage 150°C 

Fonctionnement T amb : 125°C Operating Tamb : 125°G 

Total fonctionnement equiva- Total equivalent operating 
lent :.t 25°C at 25°C 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

Power operational amplifiers 
Power regulators 
(Average number of transistors per circuit : 20) 
Metal cases: T0-3 ; CB-158 

Manufacture period: 1975 - 1976 - 1977 

Environmental tests 

Meth. Nb AOL OOL 

/EC 68.2 p. tested Nb NOA NOD 
defect CEI 68.2 p. en essais approx. 

% % 

27 Ea 1 
6 Fe 130 0 0.4 0,78 
7 Ga 0 

20 T 0 
20A Tb 130 0 0,1 0 
21 Ua 0 

14 Na 0 
130 0 0,1 0 

3 Ca 110 0 0,1 0 

500 1 @-D @.~ 

Ageing/Operating life tests 

Nb hxc AOL OOL 

Nb NOA NOD 
p. tested 

defect p. en essais approx. 
103 %/1000 h %/1000 h 

220 970 2 0,1 0,2 

140 460 2 0,15 0,22 

360 1.430 4 

LTPD 
NOT 

approx. 
% 

3 

2 

2 

2 

@.~ 

l,.{60%) 

10·9/h 

310 

660 

Failure rate equivalent to a life test at Tamb = 25" C 

operating 
At same Ti storage coefficient = 3 

Operating 7; = Tamb + 2CT'C 

Temperature coefficient 1TT2 (base q = 0.7 eVJ 

hxc Coeff hxc Nb A(&D%) 
equival. defect equival. 

103 X 103 10·9/h 

320 
970 3 X 0,56 184.760 2 17 

250 
460 0,56 205.120 2 15 

390.120 4 13 
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CIRCUITS INTEGRES LINEAi RES 

Amplificateurs operationnels 
Regulateurs 
Comparateurs 
(Nombre moyen de transistors par circuit : 20) 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

Operational amplifiers 
Regulators 
Comparators 

Boftiers plastiques enfichables{T0-116 ; CB-116 ; CB-79; CB-98 
Grille Kovar CB-174;C8-176;CB-178 

(Average number of transistors per circuit : 20) 
Dual in line plastic cases{ T0-116; CB-116; CB-79; CB-98 
Kovar frame CB-174;C8-176;CB-178 

PE!riode de fabrication: 1975 - 1976 -1977 

Essais d'environnement 

s.g. Essais Tests NF.C 
96.111 

Soudabilite Solderability M 302 
C2 Soudure Soldering heat M 301 

Rob. des sorties Rob.- of terminals M 304 

Var. rapide de T Rapid change of T C 203 
C3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 

C4 Chaleur humide 21 j. Damp heat 21 d. C 204 

Bombe a eau Bomb pressure 
C4a 7 bars, 15 h. 7 bars, 15 h. 

C4b 
Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars, 
8h, 122°C 8 h, 122°C 

Brouillard salin 24 h Salt mist 24 h 

Total c2-c4 

Essais d'endurance 

s.g. Essais Tests 

C6a Stockage 125°C Storage 125°G 

C6b Stockage 150°C Storage 150°G 

C5 Fonctionnement T amb : 125°C Operating Tamb : 125°c 

Total C5 + C6 

Taux de defaillance equivalent a un fonctionnement 
a Tamb = 25°C 

fonctionnement 
A Tj identique, coefficient stockage =20 

Tj en fonctionnement = T amb + 10°C 

Coefficient de temperature 7J'T2 (base a= 0,7 eV) 

Essais Tests 

Stockage 125°C Storage 125°G 

Stockage 150°C Storage 150°G 

Fonctionnement T amb : 125°C Operating Tamb : 125°G 

Total fonctionnement equiva- Total equivalent operating 
lent a 25°C at25°C 
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Manufacture period: 1975 - 1976 - 1977 

Environmental tests 

Meth. Nb AOL OOL LTPD 

IEC68.2 p. tested Nb NOA NOO NOT 
CEI 68.2 p. en essais defect approx. approx. 

% % % 

20 T 0 
20A Tb 420 2 0,25 0.71 1,5 
21 Ua 1 

14 Na 0 
420 2 0,15 0,48 1,5 

3 Ca 400 0 0,04 0 0,7 

17 QI 1000 3 0,15 0,3 0,7 

420 2 0,15 0.48 1,5 

11 ka 420 3 0,25 0,71 1,5 

3080 13 @,25_] @.4~ @,i] 

Ageing/Operating life tests 

Nb hxc AOL OOL 

p. tested Nb NOA NOO 1'(60%) 

p. en essais defect approx. 
103 %/1000 h %/1000 h 10·9/h 

300 1.600 0 0,007 0 550 

560 2.340 3 0,04 0,13 1.750 

520 1.240 19 1 1,53 16.500 

1.380 5.180 22 

Failure rate equivalent to a life test at Tamb = 25° C 

operating 
At same Ti storage coefficient = 20 

Operating lj· = Tamb + 1&'C 

Temperature coefficient 11'T2 (base q = 0.7 eV) 

hxc Coeff h X C Nb )\(60%) 

equival. defect equival. 
103 X 103 10·9/h 

94 
1.600 --- 31.330 0 30 20 X 0,24 

320 
2.340 20 X 0,24 156.000 3 26 

155 
1.240 - 800.830 19 26 0,24 

988.160 22 24 



CIRCUITS INTEGRES LINEAIRES 

Regulateurs de tension 
Re{lulateurs de vitesse 
(Nombre moyen de transistors par circuit : 14) 
Battier plastique : TO-126 (grille cUivre) 

Ptiriode de fabrication : 1977 

Essais d'environnement 

NF.C s.g. Essais Tests 
96.111 

Soudabilite Solderability M 302 
C2 Soudure Soldering heat M 301 

Rob. des sorties Rob. of terminals M304 

Var. rapides de T Rapid change of T C203 
C3 Essai comp. clim. Comp. clim. test C 201 

C4 Chaleur humide 21 j. Damp heat 21 d. C 204 

Bombel.l eau Bomb pressure 
C4a 7 bars, 15 h. lbar,, 15h. 

C4b 
Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars, 
8 h., 122°C 8h., T22"C 

Brouillard salin 24 h. Salt mist 24 h. 

Total c2-c4 

Essais d'endurance 

s.g. Essais Tests 

C6 Stockage 150"C Storage T 50"C 

C5 Fonctionnement T j : 12D°C Operating Ti: 12O°C 

Total C5 + C6 

Taux de defaillance ,quivalent a un fonctionnement 
a Tj = 75' C (Avec un dissipateurl 

Coefficient de tem~rature '1l'T2 (base q = 0,7 eV) 

Essais Tests 

Fonctionnement Tj : 75°C Operating Ti : 75°C 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

Vol'tage regulators 
Speed regulators 
(Average number of transistors per circuit : 14) 
Plastic case : T0-126 (copper frame) 

Manufacture period: 1977 

Environmental tests 

Meth. Nb 
AQL OQL 

Nb NQA NQO 
IEC68.2 p. teoted 
CEI 68.2 p. an essais defect approx. 

% % 

20 T 0 
20A Tb 80 0 0,15 0 
21 Ua 0 

14 Na 0 
80 0 0,15 0 

3 Ca 80 0 0,15 0 

17 QI 200 0,065 0 

40 0 0,25 0 

11 Ka 80 0 0,15 0 

560 0 @,02~ 0 

Ageing/Operating life tests 

Nb hxc AQL OQL 

Nb NQA NOD p. tssted 
p. en essais defect approx. 

103 %/1000 h %/1000 h 

170 570 0 0,025 0 

120 400 1 0,1 0,25 

290 970 1 

Failure rate equivalent to a life test at Ti = 75° C 
(with a heatsinkl 

Temperature coefficient 1rT2 (base q = 0.7 eV) 

hxc Coeff hxc 
Nb equival. 

defect 103 X 103 

72 
5.760 400 5 1 

I 

LTPD 
NQT 

approx. 
% 

3 

3 

3 

1 

5 

3 

@-~ 

;1.(60") 

10·8/h 

1.500 

5.000 

;\(60") 
equival. 
10·9/h 

350 
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CIRCUITS INTEGRES LINEAi RES 

Amplificateurs operationnels de puissance 
Ampl ificateurs basse frE!quence 
(Nombre moyen de transistors par circuit : 46) 
Boitier plastique: CB-173 (grille cuivre) 

Periode de fabrication: 1976 -1977 

Essais d'environnement 

s.g. Essais Tests 

Soudabilite So/derabi!ity 
C2 Soudure Soldering heat 

Rob. des sorties Rob. of terminals 

Var. rapides de T Rapid change of T 
C3 Essai comp. clim. Comp. clim. test 

C4 Chaleur humide 21 j. Damp heat 21 d. 

Bombe a eau Bomb pressure 
C4a 7 bars, 15 h. 7 bars, 15 h. 

Autoclave 2 bars, Pressure cooker 2 bars, 
C4b Sh., 122°C Bh., 122°C 

Brouillard salin 24 h. Salt mist 24 h. 

NF.C 
96.111 

M 302 
M 301 
M 304 

C 203 
C 201 

C 204 

LINEAR INTEGRATED CIRCUITS 

Power operational amplifiers 
AF amplifiers 
(Average number of transistors per circuit · 46) 
Plastic case: CB-173 (copper frame) 

Manufacture period: 1976-1977 

Environmental tests 

Meth. Nb I AOL 
OOL 

IEC68.2 p. tested 
Nb NGA NGO 

defect approx. CEI 68.2 p. en essais 
% % 

20 T 0 
20A Tb 100 0 0,10 0 
21 Ua 0 

14 Na 0 
100 0 0,10 0 

3 Ca 100 1 0,65 1 

17 QI 190 0 0,065 0 

40 0 0,25 0 

11 Ka 100 1 0,65 1 

Total c2~c4 630 2 [o,1 sJ @.3~ 

Essais d'endurance 

s.g. Essais Tests 

C6b Stockage 15D°C Storage 150° C 

C5b Fonctionnement Ti :100°C Operating lj·: 10D°C 

Total C5 + C6 

Taux de defaillance equivalent a un fonctionnement 
8 Tj = 75° C (Avec un dissipateur) 

Coefficient de temperature rrT2 (base q = 0,7 eV) 

Essais Tests 

Fonctionnement Tj : 75°C Operating Ti .- 75°C 

58 

Ageing/Operating life tests 

Nb hxc AOL OOL 

p. tested Nb NGA NGO 
p. en essais defect approx. 

103 %/1000 h %/1000 h 

120 230 0 0,065 0 

500 830 2 0,1 0,24 

620 1.060 2 

Failure rate equivalent to a life test at Ti - 75° C 
(with a heatsink) 

Temperature coefficient 7l"T2 (base q = 0.7 eV) 

hxc Coeff hxc 
equival. Nb 

103 X 103 defect 

24 
830 5 3.980 2 

I 

LTPD I 
NUT 

approx. 
% ! 

I 

2 

2 

3 

1,5 

5 

3 

QJ 

)d60%) 

10·9/h 

4.000 

3.700 

;\(60%) 
equival. 
10·9/h 

760 



DEVICES QUALIFIED BY "COMITE DE COORDINATION DES TELECOMMUNICATIONS" 
AND DEVICES UNDER CENTRALIZED CONTROL OF QUALITY (C.C.Q / C.C.T and/or C.C.Q / C.E.C.C) 

DISPOSITIFS HOMOLOGUES CCT/NF C/UTE 
ET DISPOSITIFS SOUMIS AU CONTROL£ CENTRALISE DE QUALi TE (C.C.Q IC.C. Tet/ou C.C.Q IC.E.C.C) 

TRANSISTORS 
TRANSISTORS 

& BUX 10 

& BUX 11 

&BUX 12 

& BUX 13 

&BUX 14 

&BUX 15 

b2N 706 A 

b 2N 708 

b2N 914 

&b2N918 

6. 2N 929 

6. 2N 930 

t,, 2N 1613 

t,, 2N 1711 

t,, 2N 1893 

t,, 2N 2218 

SIGNAL AND SWITCHING DIODES 
DIODES DE SIGNAL ET DE COMMUTATION 

l!,. BAV19 
l!,. BAV20 
l!,. BAV21 
l!,. BAX 12 
l!,. BAX 16 
l!,. BAX 17 

l!,. 1N 914 

VOLTAGE REGULATOR DIODES 
DIODES DEREGULATION DE TENSION 

t,, BZX 46-C 2V7 - BZX 46·C62 

& b BZX 85-C 2V7 - BZX 85-C62 
.& BZX 55-C 2V7 -BZX 55-C62 

PROFESSIONAL INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES PROFESSJONNELS 

t,, 2N 2218 A 

b 2N 2219 

t,, 2N 2219 A 

b 2N 2221 

b 2N 2221 A 
t,, 2N 2222 

b 2N 2222 A 

f?> 2N 2368 

b 2N 2369 

t,, 2N 2483 

b 2N 2484 

b 2N 2904 

b 2N 2904 A 

b 2N 2905 

t,, 2N 2905 A 

t,, 2N 2906 

t,, IN 914A 

b1N914B 

t,, IN 916 

b1N916A 

t,, IN 916 B 

b 1N 4148 

t,, IN 4149 

RECTIFIER DIODES 
DIODES DE REDRESSEMENT 

t,, 1N 3880 

b 1N 388t 

t,, 1N 3882 

l:J. 1N 3883 

A 1N 3900 

t,, 1N 3901 

A 1N 3902 

t,, 1N 3903 

Cylindrical metal case 
Boit;er cylindrique metallique 

/:, Devices under C.C.Q / C.C.T 
Dispositifs sou mis au C. C. QI C. C. T 

UTE designation 
0/Jsignation UTE 

t,, MAM0709 

6. MAM 0709 A 

l:J. MAM 0741 

SESCOSEM designation 
Designation SESCOSEM 

SF.C 2709 M 

SF.C 2709 A 

SF.C 2741 M 

A Devices under C.C.Q / C.E.C.C 
Dispositifs soumis au C.C.0 I C.E.C.C 

t,, 2N 2906 A 

t,, 2N 2907 

t,, 2N 2907 A 

b 2N 3055 S 

b 2N 4091 

b 2N 4091 A 

t,, 2N 4092 

t,, 2N 4092 A 

b 2N 4093 

t,, 2N 4093 A 

t,, 2N 4391 

t,, 2N 4392 

b 2N 4393 

2N 4416 

2N 4416 A 

& IN 4150 
t,, 1N 4151 

b IN 4446 

b IN 4447 

t,, IN 4448 

b 1N 4449 

t,,1N 4001 

b 1N 4002 

l:J.1N 4003 

b1N 4004 

b!N 4005 

b1N 4006 

b1N 4007 

I 
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CHIP AND WAFERS 

1 - GENERAL INFORMATION 

1.1 - Terminology 

1.1.1 - CHIP 

Refers to a component in chip form specified and supplied without wiring or separate package. 

1.1.2 - WAFER 

Refers to the component still in waferlike shape before separation of chips. 

1.2 - General conditions 

1.2.1 - AVAILABILITY 

1.2.1.1 - All SESCOSEM linear integrated circuits of the present handbook, may be supplied as chip 
or wafer items. 

1.2.1.2 - Applicable documents 

The trench registered UTE standard NF C 96-413, is the relevant document for the establishment of 
the specific and general conditions applying to SESCOSEM chips or wafer linear integrated circuits 
supplies. 

2 - ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

Each chip is electrically tested for de parameters during probing at 25°C to the conditions applied to 
the commercial circuit bearing the same identification main code. 

Temperature de electrical parameters (Military range) are guaranteed through 25°C de guardband 
tests. 

3 - QUALITY ASSURANCE - VISUAL INSPECTION 

Each linear circuit chip (or wafer) is visually inspected fqr conformance with NF C 96413, section 9. 

In addition, quality control visually inspects each lot to a given sampling plan before packaging and 
shipment. 
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PASTILLES ET PLAOUETTES 

1 - INFORMATIONS GENERALES 

1.1 - Terminologie 

1.1.1- PASTILLE 

Designe un composant sans connexion ni enve!oppe, specifie et /ivre comme un article separe. 

1.1.2 - PLAOU£TT£ 

Designe un ensemble de composants encore sous forme de tranche avant separation des pastilles. 

1.2 - Conditions generates 

1.2.1 - D!SPON/8/LJTES 

1.2.1.1 - Taus circuits integres lineaires S£SCOS£M presentes dans ce catalogue peuvent etre fournis a /'etat de pas
tilles au de p/aquettes. 

1.2.1.2 - Documents de reference 

La norme Fran,;aise enregistree UT£ NFC 96413 est le document de reference utilise pour /'tJtablissement des condi
tions genera/es et particulieres des specifications applicab/es aux fournitures de pastilles au de p!aquettes de circuits 
integres lineaires S£SCOS£M. 

2 - CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

Chaque pastille est contr/Jlee electriquement en parametre statiques sous pointes, a 25°C, dans !es conditions app!iquees 
automatiquement pour le circuit commercial, correspondant a son code principal d'identification. 

Les caracteristiques electriques statiques en temperature (gamme militaire) sont assurees par correlations. 

3 - ASSURANCE OVAL/TE - INSPECTION VISUELLE 

Chaque pastille (au p/aquette) de circuit lineaire livree est contr/Jlee visuellement selon Jes conditions du paragraphe 9 
de la norme NFC 96413. 

En outre, le contr()/e qualite effectue, par prelevements, des inspections visuel/es de verification de conformite sur cha
que lot avant conditionnement et expedition. 
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4 - SHIPPING PACKAGES 

4.1 - Chips 

Linear chips are packaged in containers with individual locations (10, 20, 100, etc .... ). An anti-static 
sheet is inserted between chips and the removable lid. 

4.2- Wafers 

Wafers are packaged for shipment in special plastic packages, and each wafer is inserted between plas
tic sheets for protection. Different shipping conditions may be used as appears in § 6.2 below. 

An ink-spot marks out-of-specifications chips. 

5- STORAGE· HANDLING 

Chips or wafers should be stored in their original packages and protected from moisture in excess of 
30% relative humidity. 

Chips should not be squeezed between tweezers but preferably vacuum handled : 

- either with a plastic nozzle 

- or, preferably with a metallic nozzle, shaped as shown here : 
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4 - CONDITIONNEMENTS 

4.1 - Pastilles 

Les pastilles des circuits /ineaires sont p/acees dans des boites alveo/ees (,10, 20, 100, etc ..... ) comportant au dessus des 
pastilles une feuil/e de papier anti-e/ectrostatique. La bofte est munie d'un couvercle amovible. 

4.2 - P/aquettes 

Les plaquettes sont conditionnees dans des boites en p/astique speciales, chaque plaquette etant protegee par une feuille 
de p/astiques. Les divers conditionnements possibles sont indiques au § 6.2 ci-apres. 

Les pastilles hors specifications sont marquees d'une tache d'encre. 

5 - STOCKAGE - MANIPULATION 

Le stockage des pastilles ou plaquettes doit etre fait dans leur conditionnement d'origine et dans une enceinte dont 
/'lumidite relative ne depasse pas 30%. 

Les pastilles ne doivent pas etre saisies par /es bards avec des precelles mais doivent etre aspirees avec une pipette, 
comportant : 

- soit un embout p/astique (et non metallique) 

- soit, de preference, un embout metallique agissant selon le schema ci-dessous : 
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6 - ORDER CODES 

Each SESCOSEM linear circuit model sold in chip or wafer form has an unique order code in two parts. 

6. 1 - Main code 

a - First letter : J (common to all devices) 

b - After a dash, the type number as used for the encapsulated item built with a similar chip. 

6.2 - Complementary code 

After a dash two characters may be used : 

a - A number to specify a choice of the wafer back finish. 

1 - not defined 

2 - gold backed 

b - A letter to specify : 

A- Wafer 

B - Full wafer attached to an elastic adhesive sheet, with chips separated and hold stretched by 
a metallic ring 

S - Full wafer attached to an elastic adhesive sheet with chips separated 

V - Chips in containers with separate locations 

EXAMPLE: 

Handbook type 

SF.C 2741 M 

TDB0119 

Chip 

J-SF.C 2741 M -1V 

Wafer 

J-TDB0119 -2A 

6.3 - The minimum order quantity for one particular item depends on the product, and conditions 
of delivery asked for, according to 6.2. 
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6 - CODE D'APPELA TIONS 

Chaque circuit lineaire SESCOSEM fourni sous forme de pastilles ou de p/aquettes, a une identification precise formee 
de deux parties. 

6.1 - Code principal 

a - Premiere lettre : J (lettre commune a taus /es dispositifs) 

b - Apres un tiret, le numero en usage du modele de circuit encapsule comprenant une pastille semblable. 

6.2 - Code complementaire 

Apres un tiret deux caracteres peuvent indiquer respectivement : 

a - Un chiffre indiquant une variante du rev{Jtement de la face arriere : 

1 - aucun traitement particu/ier 

2- dorure 

b - Une lettre representant l'etat de /ivraison : 

A - Plaquette entiere 

B - Plaquette decoupee entitlre, co/lee sur ruban adhesif elastique et maintenue par un anneau metal/ique 

S - P/aquette decoupee comme au-<iessus mais sans anneau 

V - Pastilles sAparees, livrees en boftes atveolees 

EXEMPLE: 

Type catalogue 

SF.C2741 M 

TDB0119 

Pastilles 

J-SF.C 2741 M - 1 V 

Plaquettes 

J-TDB0119-2A 

6.3 - La quantite minimum d'une commande sur un article depend du produit et des conditions particu/ieres de
mandees, selon /es options proposees en 6.2. 
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Operational amplifiers 
Amplificateurs operationnels 
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,.,., 
CB-116 

Type 
Type 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIF/CA TE URS OPERA TIONNELS 

SF.C 2861 C, 2861 M, 2861 T 

SF .C 2861 DC, 2861 DT 

SF.C 2709 A, 2709 C, 2709 M, 2709 T 

SF.C 2709 AE, EC, ET, KM 

SF .C 2709 AP, 2709 PM 

SF.C 2709 DC 

SF.C 2307 

SF.C 2307 DC 

SF.C 2308 

SF.C 2308 A 

SF.C 2308 DC 

SF.C 2308 UC 

SF.C 2301 A 

SF.C 2301 ADC 

SF.C 2301 AUC, 2301 AUT 

SF.C 2741 C 

SF.C2741 DC 

SF.C 2741 EC 

SF.C 2741 UC, 2741 UT 

SF.C 2748C 

SF.C 2748 DC 

TDA, TDC0759-CM 

SF.C 2318 UC 

TDB, TDC, TDE0118-CM 

TDB0714-CM 

SF .C 2761 C, 2761 M, 2761 T 

SF.C 2761 DC, 2761 DT 

SF.C 2761 PM 

SF.C 2315 DC 

SF.C 2107 M, 2207 

SF.C 2107 PM, 2207 PT 

,.. 
T0-99 

(CB-11) 
1ii11 ! : ' T0-116 

(CB-2) 

Vee 
Packages (V) Boit;ers 

min. max. 

CB-107 ±2 ±10 

CB-116 ±2 ±10 

TO-99 ±9 ±15 

TO-116 ±9 ±15 

TO-91 ±9 ±15 

CB-98 ±9 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

CB-98 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

CB-98 ±5 ±15 

CB-176 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

CB-98 ±5 ±15 

CB-176 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

CB-98 ±5 ±15 

TO-116 ±5 ±15 

CB-176 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

CB-98 ±5 ±15 

TO-99 ±15 

CB-176 ±5 ±15 

TO-99 ±5 ±15 

TO-99 ±3 ±15 

CB-107 ±2 ±15 

CB-116 ±2 ±15 

TO-91 ±2 ±15 

CB-116 ±2 ±15 

TO-99 ±5 ±20 

TO-91 ±5 ±20 

In order of : l) Vccmax• 2) Vccmin• 3) Svo• 4) VID 
Classe par : 
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I T0-91 
ICB-86) 
- . . CB-98 CB-176 

Svo VID 

(V/µs) (V) Page 
Page 

typ. max. 

9 ±2 327 

9 ±2 327 

0,25 ±5 205 

0,25 ±5 205 

0,25 ±5 205 

0,25 ±5 205 

±30 93 

±30 93 

±30 125 

±30 109 

±30 125 

±30 879 

0,5 ±30 73 

0,5 ±30 73 

0,5 ±30 869 

0,5 ±30 225 

0,5 ±30 225 

0,5 ±30 225 

0,5 ±30 931 

0,5 ±30 249 

0,5 ±30 249 

0,6 ±30 987 

50 ±30 893 

50 ±30 153 

0,25 ±30 999 

9 ±2 263 

9 ±2 263 

9 ±2 263 

±30 177 

±30 93 

±30 93 



I. .. ,.0.1/,1 
(CB-86I 
~-~~!l'T0-116 CB-98 

(CB-11) ICB-2) 

Type Packages 
Type Boitiers 

OPERATIONAL AMPLIFIERS (continued) 
AMPLIFICA TEURS OPERA TIONNELS (suite) 

SF.C 2108 A, 2208 A TO-99 

SF.C 2108 M, 2208 TO-99 

SF.C 2108 PM, 2108 PT TO-91 

SF.C 2101 A, 2201 A TO-99 

SF.C2741 M TO-99 

SF.C 2741 KM TO-116 

SF.C 2741 PM TO-91 

SF.C 2748 M TO-99 

SF.C 2118 M, 2218, 2318 TO-99 

SF.C 2318 DC CB-98 

TDC0714-CM TO-99 

J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TEURS OPERAT/ONNELS A ENTREE J-FET 

TDB0155-CM, 0155A-CM TO-99 

TDB0155-DP CB-98 

TDB0156-CM, 0156A-CM TO-99 

TDB0156-DP CB-98 

TDB0157-CM, 0157A-CM T0-99 

TDB0157-DP CB-98 

TDC0155-CM, 0155A-CM, TDE0155-CM TO-99 

TDC0156-CM, 0156A-CM, TDE0156-CM TO-99 

TDC0157-CM, 0157A-CM, TDE0157-CM TO-99 

POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TE URS OPERA TIONNELS DE PU/SSANCE 

TDB0791-DP TO-116 

TDB0791-EP CB-174 

TDB0791-KM CB-158 

TDB0791-SP CB-173 

TDC0791-KM CB-158 

In order of : 11 YccmaX' 21 Vccmin• 315vo, 41 Y10 
Classe par 

Vee 
(V) 

min. 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±5 

±3 

±15 

±15 

±15 

5vo VID 
(V/µs) (V) Page 

Page 

max. typ. max. I 
±20 ±30 109 

±20 ±30 125 

±20 ±30 125 

±20 0,5 ±30 73 

±20 0,5 ±30 225 

±20 0,5 ±30 225 

±20 0,5 ±30 225 

±20 0,5 ±30 249 

±20 50 ±30 153 

±20 50 ±30 153 

±20 0,25 ±30 999 

±15 5 ±30 377 

±15 5 ±30 377 

±15 12 ±30 377 

±15 12 ±30 377 

±15 50 ±30 377 
±15 50 ±30 377 

±20 5 ±30 377 

±20 12 ±30 377 
±20 50 ±30 377 

±15 ±30 1sc 1 Amax 409 

±15 ±30 1sc 1 A max 409 

±15 ±30 1sc 1 A max 409 

±15 ±30 1sc 1 Amax 409 

±15 ±30 1sc 1 A max 409 
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I .. ~ ... • • ,T0-91 I CB-98 CB-176 
. 

T0-116 T0-100 
(CB-11) (CB-2I (CB-86) (CB-3I 

Type Packages 
Vee Svo VID 

Page 
Type Boftiers (V) (V/µs) (V) Page 

mm. max. typ. max. 

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIF/CA TEURS OPERA T/ONNELS PROGRAMMABLEiS 

SF.C 2476 C T0-99 ±15 0,8 ±30 193 

SF.C 2476 DC CB-98 ±15 0,8 ±30 193 

SF.C 2476 UC CB-176 ±15 0,8 ±30 911 

SF.C 2776 C, 2776 M TO-99 ±3 ±15 0,8 ±30 275 

SF.C 2776 DC CB-98 ±3 ±15 0,8 ±30 Vee= ±15v 275 

SF.C 2776 KM TO-116 ±3 ±15 0,8 ±30 lsET= 15µA 275 

SF.C 2776 PM TO-91 ±3 ±15 0,8 ±30 275 

SF.C 2776 UC CB-176 ±3 ±15 0,8 ±30 939 

SF .C 2778 C, 2778 M TO-99 ±3 ±15 0,8 ±30 301 

SF.C 2778 DC CB-98 ±3 ±15 0,8 ±30 301 

FOLLOWING AMPLIFIER 
AMPL/F/CA TEUR SU/VEUR 

SF .C 2110 M, 2210, 2310 TO-99 ±5 ±15 ±30 141 

SF.C2310DC CB-98 ±5 ±15 ±30 141 

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TE URS OPERA Tl ON NELS DOUBLES 

TDF2904-DP CB-98 ±1,5 ±13 ±13 399 

TDB, TDC, TDE0158-CM T0-99 ±1,5 ±15 ±30 399 

TDB, TDC, TDE0158-DP CB-98 ±1,5 ±15 ±30 399 

SF.C 2747 C TO-100 ±15 0,5 ±30 ~35 

SF.C 2747 EC TO-116 ±15 0,5 ±30 235 

SF.C 2747 KM TO-116 ±20 0,5 ±30 235 

SF.C 2747 M TO-100 ±20 0,5 ±30 235 

SF.C 2458 C TO-99 ±15 0,8 ±30 181 

SF.C 2458 DC CB-98 ±15 0,8 ±30 181 

SF.C 2458 UC CB-176 ±15 0,8 ±30 903 

In order of 
l) VccmaX' 2l Vccmin• 3l Svo, 4l VID C/asse par 
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T0-99 
(CB-11) 

Type 
Type 

CB-98 

Packages 
Boftiers 

Vee 
(V) 

min. 

T0-116 
ICB-2) 

max. 

J.FET INPUT DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS 

5vo 
(V/µ.s) 

typ. 

AMPLIF/CATEURS OPERA TIONNELS DOUBLES A ENTREE J-FET 

TDB0082-CM T0-99 ±15 12 

TDB0082-0P CB-98 ±15 12 

TDC, TDE0082-CM T0-99 ±20 12 

TDB0353-CM T0-99 ±15 13 

TDB0353-DP CB-98 ±15 13 

QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 
QUADRUPLES AMPL/F/CA TE URS OPERA TIONNELS 

TDF2902-DP T0-116 ±1,5 ±13 

TDF2902-FP CB-178 ±1,5 ±13 

TDB, TDE0148-DP T0-116 ±5 ±15 0,5 

TDB, TDE0149-DP T0-116 ±5 ±15 2 

TDB, TDC, TDE0124-o'P } T0-116 
TDB, TDC, TDE0124A-DP 

±1,5 ±15 

TDB0124-FP CB-178 ±1,5 ±15 

TDC0148-DP T0-116 ±5 ±20 0,5 

TDC0149-DP T0-116 ±5 ±20 2 

J-FET INPUT :lUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 

~- CB-178 

VID 

(V) 

max. 

±30 

±30 

±30 

±30 

±30 

±26 

±26 

±30 

±30 

±30 

±30 

±40 

±40 

QUADRUPLES AMPL/FICATEURS OPERA TIONNELS A ENTREE J-FET 

TDB0084-DP T0-116 ±15 12 ±30 

TDB0347-DP T0-116 ±15 13 ±30 

TDC, TDE0084-DP T0-116 ±20 12 ±30 

PROGRAMMABLE QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 
QUADRUPLES AMPL/FICA TEURS OPERA TIONNELS PROGRAMMABLES 

TDB, TDE0146-DP CB-79 ±1,5 ±15 ±30 

TDC0146-DP CB-79 ±1,5 ±15 ±30 

In order of : 
l) Vccmax' 2l Vccmin- 3l 5vo, 4l VID Classe par : 

CB-79 

Page 
Page 

I 
989 

989 

989 

997 

997 

343 

973 

371 

995 

343 

963 

371 

995 

989 

997 

989 

365 

365 
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SF.C 2101 A ,SF.C 2201 A,SF.C 2301 A 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIF/CA TE URS OPERA TIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings! 
(Vair § limites abso/ues) 

Operating free-air Output short-circuit 

Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID v1 duration 
Battier Gamme de temperature Temperature de stock age (vl mW (VI (V) 

Duree de court-circuit 
ambiantede fonctionnement en sortie 

SF.C 2101 A TO-99 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 

SF.C 2101 APM TO-91 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 Indefinite for 
11/imitee pour 

SF.C 2201 A TO-99 -25°C, + 85°C -65°C, +150°C :t22 500 ±30 ±15 tamb = +70oC 

SF.C 2201 APT TO-91 -25°C,+ 85°C -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 
I 

SF.C 2301 A TO-99 0°C,+ 10°c -65°C, +150°C ±18 500 ±30 ±15 l 
Indefinite for 
1/limitee pour 

SF.C 2301 ADC CB-98 0°C,+ 10°c -55°C, +125°C ±18 500 ±30 ±15 
lamb= +55oc 

General description 

The SF.C 2101 A is a general-purpose operational 
amplifier built on a single silicon chip, which features 
improved performance over the SF.C 2709 and other 
popular amplifiers.Advanced processing techniques ma
ke possible an order of magnitude reduction in input 
currents and a redesign of the biasing circuitry re
duces the temperature drift of input current. 

This amplifier offers many features which make its 
application nearly foolproof : supply voltages from 
± 5 V to ± 20 V, low current drain,overload protec
tion on the input and output, no latch-up when the 
common mode range is exceeded, freedom from oscil
lations and compensation with a single 30pF capaci
tor. It has advantages over internally compensated 
amplifiers in that the compensation can be tailored 
to the particular application. For example as a sum
ming amplifier, slew rates of 10 V/µs and bandwidths 
of 3, 5MHz can be realized. In addition, the circuit 
can be used as a comparator with differential inputs 
up to ± 30 V ; and the output can be clamped at any 
desired level to make it compatible with logic 
circuits. 

The low input currents also make it particularly well 
suited for long interval integrators or timers, sample 
and hold circuits and low frequency waveform gene
rators. 

Description gtintira/e 

Le SF.C 2101 A est un amplificateur operationnel d'usage 
general a structure inte{Jree monolithique qui presente de 
nettes ameliorations de caracteristiques par rapport au circuit 
SF.C 2709. Une meilleure connaissance des technologies debase 
permet d'obtenir une reduction 1mportante des courants 
d'entree, et une optimisation du schema e/ectrique a conduit 
a une reduction des derives en temperature de ces courants 
d'entree. 

Le circuit presente egalement de nombreuses caracttJristiques 
qui rendent son utilisation tres sOre : tensions d'a/imentations 
de ± 5 Va ± 20 V, faible consommation,protection contre /es 
surcharges a l'entree etiJlasortie, pas de verrouillage (Latch• 
up) quand /es tensions maxima/es de mode commun sont 
d{Jpassees, absence d'oscillations et compensation dynamique 
a /'aide d'une seule capacittJ de 30 pF. 

L 'absence de aapacitti de compensation inttJgree rend le cir
cuit plus souple pour de nombreuses applications : par 
exemple, un amplificateur sommateur peut t!tre realise avec 
une vitesse maximale de montee de 10 Vlµs et une bande 
passante de 3,5 MHz ; par ailleurs le circuit peut t!tre utilise 
en comparateur rapide avec des tensions difft!Jrentiel/es al/ant 
jusqu'8 ± 30 V, et la tension de sortie peut t!tre ecrt!Jtee a un 
niveau compatible avec la logique commandtJe. 

La faible valeur de courant de polarisation rend le circuit 
particuli/Jrement apte a remplir Jes fonctions suivantes : 
lnte{Jrateurs "/ongue dunk", Circuits a grande constante de 
temps, Circuits d'IJChantillonnage, Generateur a basse fre
quence. 
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SF.C 2101 A, SF.C 2201 A, SF.C 2301 A 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99 (CB-11) Frequency i~~ ~:";essus 
METAL CAN compensation 

TO-91 (CB-86) l:,~~d~de,w, CB-98 (CB-98) Topv;ew 
FL~! PACKAGE DUAL IN LINE Out ut Vue de dessus 

Boitier metal Compensation 
en frtiquence 

Balance 
Equifibrage---....... 1 

\ 

V 

5 -Balance 
Equilibrage 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est reliee au boitier 

801t1er p/a:requency compensation ::~~~GE Sorfle Bala~?e 
Compensation en freQuence 7 enfichable v+ / /Equiflbrag 

N.c~' • ,o ~~ /[XJ' 
- , v+ ~~~~~~ion . 

~
+ ~ Compensation -~ -=l en f,;quence---.., , 

Er;ft~J!s i:~,-7~erage / -v+ y-
. Balance Inputs 

Balance ~~/f;t Ei,llilibrage Entrees 
Equilibra"ge 

Schematic 
Schema electrique 

Principal features 
Donnees principa/es 

Balance G 
fqu,1,i,,-,, v+ 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 
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TO-99 

T0-91 

CB-98 

A 

1 

2 
1 

B G [) E 

2 3 4 5 

3 4 5 6 

2 3 4 5 

F G H 

6 7 8 

7 8 9 

6 7 8 

- Input offset voltage 
3 mV maximum (military range) 

10 mV maximum (industrial range) 

- Input bias current 
100 nA maximum (military range) 
300 nA maximum (industrial range) 

- Input offset current 
20 nA maximum (military range) 
70 nA maximum (industrial range) 

Guaranteed over the operating tempera
ture range 

- Slew rate as inverting amplifier 10 V/µs 

- Tension de deca/age a rentree 
3 mV max;mum (ser;e mmta;re) 

10 mV maximum (5erie ;ndustrielle) 

- Courant de po/ar;sation moyen 
100 nA max;mum (5erie mmta;reJ 
300 nA maximum (5erie industdelle) 

- Courant de decalage a l'entree 
20 nA maximum (sdrie milita;re) 
70 nA maximum (ser;e industdelle) 

Garantis dans la gamme de temperature de 
fonctionnement 

- Pente maximale du signal de sortie en ampli
ficateur ;nverseur 10 V /µs 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

SF.C 2101 A, SF.C 2201 A, SF.C 2301 A 

BALANCING CIRCUIT ALTERNATE BALANCING CIRCUIT 
CIRCUIT D'EQU/LIBRAGE ~--r-1---~ AUTRE CIRCUIT D'EQU/LIBRAGE 

2 2 

c, 
30pF 

R4 
5,1 MO 

SINGLE POLE COMPENSATION 
CDMPENSA TIDN A UN POLE 

TWO POLE COMPENSATION 
COMPENSATION 2 POLES 

FEEDFORWARD COMPENSATION 
CDMPENSA TION AVEC BOUCLE D'AVANCE 
DE PHASE 

R1 
-Vi 

R3 
+V1 

c, ~ 
;;;,. R1 +R2 c, 

C5 = 30pF 

R2 

Input 
Entrde R1 

Input R1 

Entnle 

Vo 

R3 
R4 R5 

c, 

Output 
Sortie 

Test point 
Point test 

Output 
Sarti• 

C2 = Rl C5 
R2 

Output 
Sortie 

Output 

Inputs O ~- Sortie Entrde1 o~--------J .,, _______ 0 

+ BZX 83 
C3V9 

Vo 

-Vo 

• 
PROTECTING AGAINST GROSS FAULT 
CONDITIONS 
PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS 
ANORMALES DE FONCT/ONNEMENT 

R 1 : protects input 
proN{J(J l'entnle 

R4 : protects output 
protl,ge la sortie 

R5 : protects output. Not needed when R4 is used. 
pro~ Is sortie si R4 n 1exi1te pa, 

COMPENSATING FOR STRAY INPUT 
CAPACITANCES 
COMPENSATION DES CAPAC/TES PARASITES 
O'ENTREE 

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS 
ISOLEMENT DES CHARGES TRES CAPAC/TIVES 

VOLTAGE COMPARATOR FOR DRIVING 
TTL 
COMPARA TEUR OE TENSION POUR COMMANOE 
DE CIRCUITS TTL 

3/19 

75 

I 



SF.C 2101A ,SF.C 2201A ,SF.C 2301A 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/QUES 

L 

SIMULATED INDUCTOR 
INDUCTANCE SIMULEE 

L ;,, R1 R2 C1 

Rs• R2 

C2 
200pF 

1% 
SF.C 

2110M 

fo= 10 kHz 

INSTRUMENTATION AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR DE MESURE 

LF SQUARE WAVE GENERATOR 
GENERATEUR DE S/GNAUX CAR RES BF 

Sine output 
Sortie sinus 

,__R_1_1_M_n-+----l►Output 
Sortie 

Input 
Entrle 

FAST INVERTING AMPLIFIER WITH 
HIGH INPUT IMPEDANCE 
AMPLIFICATEUR RAP/DE AVEC HAUTE 
IMPEDANCE D'ENTREE 

FAST AC/DC CONVERTER 
CDNVERTISSEUR RAP/DE • AC/DC 

• Less than 1% error to 100 kHz 
Erreur ,< 1% a 100 kHz 

C2 

VARIABLE CAPACITANCE MULTIPLIER 
MUL TIPL/EUR DE CAPACITANCE 

FAST HALF WAVE RECTIFIER 
REDRESSEUR RAP/DE DEMl·ALTERNANCE 

Output 
Sortie 

>-.,_--{R=4::J-+--41--~~~~~:,~~tput R1 
20 kn 
1 % 

D1 
2x1N 914 

4/.19 
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5 kn 

R2 1 Mn 

Input 0---C:::::J--~~--+ 
Entr'1e 

R4 
15kn D2 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERIST/OUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Input offset voltage VDI Tension de dkalage a l'entrde 

Input offset current 
101 Courant de ddcalage ii l'entree 

Input bias current 
le Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
SVR Taux dlJ rejection db aux alimen'tations 

Supply current 1cc1,1cc2 Coursnt fourni par /es alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 

DVDI Coefficient de temperature moyen de la 
tension de dkalag9 

Average temperature coefficient of 
input offset current 

DIDI Coefficient de temf}ersture moyen du 
coursnt de decslage 

Common mode rejection ratio 
CMR Taux de rljection en mode commun 

Input resistance z, 
lmJ)«lsnce d'entree (difMrentielle) 

Slew rate 
Svo Pente maximale du signal de sortie (Note 2) 

Output voltage S\iring 
Vopp Dynamique de sortie 

SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs.;;; 50 kn tamb= +25°C 

tamb"' +25°C 

tamb= +25°C 

Vs= ±15V RL;;,, 2k!2 

Vo=± 10V tamb= +25•C 

Rs .;;; 50 kn 

Vs=± 20 V tamb= +25•C 

+25•c .;;; tamb.;;;+125°C 

-55° C .;;; tamb .;;; + 25•c 

·Rs .;;; 50 kn 

lamb= +25•C 

lamb= +25°C 

Vs = ± 15V RL = 10 kU 

Vs = ± 15V Ri,= 2k!2 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

0,7 2 

1,5 10 

30 75 

50 160 

80 96 

1,8 3 

3 15 

0.0, 0,1 

O,D2 0,2 

80 96 

1,5 4 

0,5 

± 12 ± 14 

± 1(' '.l: 13 

~NITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

µV/°C 

nN°C 

dB 

MU 

V/µs 

V 
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SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Input offset voltage 
VOi Rs ,.; 50 kn 3 mV Tension de dkalage a /'entree 

Input offset current 101 20 nA 
Courant de decalsge a l'entree 

Input bias current 
1B 100 nA Coursnt de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av 

Vs= ±15V RL;;, 2 kn 
25 V/mV 

AmpUficstion en tension Vo=±10V 

Supply current 1cc1• 1cc2 
Vs=±20V 

1.2 2,5 mA 
Courant fourni par /es alimentations \mb= -r125°C 

Input voltage range Vlmax Vs=±20V ± 15 V 
Tension d'entr/Je limite 

NOTE 1: 

These specifications apply for -55°C,.; lamb,.; 125° C, ± 5 V,.; Vs,.;± 20 V and C1 = 30 pF unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -55°C ~ tamb ~ 125° C, ± 5 V:;;;;; Vs'¾± 20 Vet C 1::;:: 30 pF sauf indications contra ires 

NOTE 2: 

May be improved up to 10 V/µs in inverting amplifier configuration (see basic diagrams) 
Peut etre portee a 10 V /µsen amplificateur inverseur (voir schemas de base) 
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INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION O'ENTREE LIM/TE 

20~-~-~----~---~ 

10 15 
Supply voltage l±V) 
Tension d'alimentation 

iii 
" -. -~-~ 
°'• "'~ C>O "'. "3.s 
><3 

20 

100 

94 

88 

82 7 
76 

SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPON/BLE 

20~-~-~-~-~--~-

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

..,,,.. 
~-:;--"' 

""\"'~ 3\ _f,J1\!'llf11 

-550C =i;,;;;tamb~125°C 

10 15 
Supply voltage l±V) 
Tension d'alimentation 

20 

1 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 
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SF.C 2101A ,SF.C 2101 APM 

STANDARD COMPENSATION 
COMPENSATION A UN POLE 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE BOUCLE OUVERTE 
120 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
FreQuence 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 
1111 I 11111 
Vs=±15V 

12 
tamb = 250 C 

111 

' C1 = 3 pF 

4 \ \ 
c1 = 30 pF' ' 

0 
1k 

I .. _ ....... 
10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

10M 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 

10 

8 

6 

~ 4 

g' 2 

'i 0 

~c:: -2 
~·@ 
>~ ---4 

-6 

8/19 
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-8 

-10 

I 

- r- - --\ Input --1 I 

' 
Entree I I--. 

~ 
Output 

\ Sortie 

' I -- - I I - tamb=25oc 

vs =±15V 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
Time (µs) 
Temps 

FEED FORWARD COMPENSATION 
COMPENSATION A VEG BOUCLE D'A VANCE 
DE PHASE 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 
120 

a) 80 >------t--+--.c-+---+--+--+---< 

c:! 
0 60 f----J--+-+~+>,--+--;+---j ·i·@ 

" ll 40 1------1--1---t-"'"""f'~+--l----1 
O'>O 
"'~ =' • 
~ ~ 20 f----J--+-+--,--~-1-----J 

0 >--<--+--+--+--+-~--< 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 
Frequency (Hz) 
Frequence 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 

' \ 
\ 

0 
100k 

tamb =25oc 

vs =±15V 

I 

' 
~ 
'--1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

10M 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR REPD/1/SE EN IMPl,JLS/DN 

10 

8 

6 

~ 4 

Cl 
2 C: 

1 0 
ill,. 

-2 S •2 
at:! -4 >~ 

-6 

-8 

-10 

oulput1-

Sortie -- --17 - ,_ - -
Input 
Entree 

- -- . --· 
t = 2s0 c amb 

vs =±15V 

0123456789 
Time (µs) 
Temps 



2,5 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTATION 

>---

........ 

~ 

5 

I );5 oc 
~~ 

2soc -t:'b= -f----

I I 
---. 
b=+,2s•C ~ 

'•"' 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'slimentation 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

20 

50 .-..... - ..... --.-"T"-r-'"'T'-.,...--, 

40 1-"'~..t:::::-+-+---+-+-+-----i 
30 

(•C) 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L 'ENTREE 

' 

~ 

' ........ ~ -
100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fr(Jquence 

SF.C 2101 A, SF.C 2101 APM 

cc 
'C -~ 

1-20 

110 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

·=·i 
~§ 

tamb =+250C 

g, i 
~-5: 
>~ 

100 

90 

80,5 10 15 
Supply_voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

CURRENT LIMITING 

20 

LIM/TA TION DU COURANT DE SORTIE 
15 - Vs=±15V 

-!! 
,!l 

a 
>-~ 
+I b 
-.11 
"'t: ·= e !-ii 
':5 ~ Q.,S! 
'5~ 
0~ 

10 

5 

0 
0 

.,..,__ 
;-- I 

tambl=12~oc\ ~"'6 ':'\ 
s, s'soC' 

5 10 15 20 25 
Output current (±mA) 
Courant ds sortie 

INPUT NOISE CURRENT 

-

30 

;g 10_24 COURANT DE BRUIT A L 'ENTREE 

"' } ~ 

I 
a 10.25 
5l 
·g.~ 
;! 
~~ 
C: f! m~ 
::;;l'.l,o·26 

10 

' 
~ 

--
""-

tamb= 25°C 
1111 II I 

100 1k 10k 
Frequency (Hz) 
Fr6quence 

-
100k 
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 11 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a J'entr/Je 

Input offset current 
Courant de dtJcalage a f'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de /Vjection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tem~rature moyen de la 
ttJnsion de d/Jcalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coeffiaient de temp8rature moyen du 
courant de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de IWjection en mode commun 

Input resistance 
/mptklance d'entrfJe (diff/Jrentielle) 

Slew rate 
Pente maximale du signa1 de sortie 

Output voltage owing 
Dynamique de sortie 

See note following page 
Voir note page suivante 
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(Note 21 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

18 

Av 

SVR 

Icc1• Icc2 

DVDI 

DIDI 

CMR 

Z1 

Svo 

Vopp 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs ,;;;; 50 kU lamb= +25oc 

tamb= +25oc 

tamb=. +25oc 

Vs= ±15V RL;;. 2 kU 

Vo= ±10V lamb= +25oc 

Rs ,;;;; 50 kU 

Vs = ± 20 V lamb= +25oC 

+ 25°C ,;;;;tamb,;;;; + 85°C 

- 25 ° C ,;;;; lamb ,;;;; ~ 25 ° C 

Rs ,;;;; 50 kU 

tamb= +25oc 

tamt? +25 ° C 

Vs = ± 15 V RL = 10kr2 

Vs = ± 15 V RL = 2kr2 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX 
UNITES 

0,7 2 mV 

1,5 10 nA 

30 75 nA 

50 160 V/mV 

80 96 dB 

1,8 3 mA 

3 15 µV/°C 

0;01 0,1 

nA/°C 

0,02 0,2 

80 96 dB 

1,5 4 MU 

0,5 V/µs 

± 12 ±14 

V 

±10 ± 13 



SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONOIT/ONS OE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Input offset voltage 
Vol Rs .;; 5G k!1 3 mV Tension de dkalage iJ l'entti!e 

Input offset current 
101 20 nA Counmt de dkalage II l'entffi 

Input bias current 
IB 100 nA Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av 

Vs= ± 15 V Rl ;;. 2 k!1 
25 V/mV Amplification en tension Vo= ±10V 

Supply current Icc1• 1cc2 Vs = ± 20V tamb = +85oc 1,2 2,5 mA 
Courant fourni par /es alimentations 

Input voltage range 
Vlmax Vs ± 20 V ±15 V Tension d'entree limite = 

NOTE 1: 

These specifications apply for -25°C.;; tamb.;; +85°C, ± 5 V.;; Vs.;;± 20 Vand C1=30 pF unless otherwise specified 
S(Jecificationsapplicablespour-25°C ~ tamb ¾+85 °c, ±5 V ¾Vs¾ ±2o Vet Ct =30pFsaufsp(}cifications contraires 

NOTE 2: 

May be improved up to 10 V/µs in inverting amplifier configuration (see basic diagrams) on) 
Peut Atre partee a 10 V /µsen amplificateur inverseur (voir schemas de base) 

11/19 

83 

I 



SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT 
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INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

20 ,---,---,----,--~-~-~ 

0 ~-~-~---'----'----'---' 
5 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

100 

94 

88 

82 ~ 
76 

70 
5 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

....... 
~-"' ~\(\'~'>al 

r.Jlil'l'f11 
'--' 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE O/SPONIBLE 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'a/imentation 

-25°C ~tamb ~+ 85°C 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

20 



~ 
C: 

Ef 
a> C ::,QJ 
:,'b 
"w ;~ c., 

.Ec'.3 

2,5 

5 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

4 

3' 

2 

SUPPLY CURRENT 
COURANT O'ALIMENTATION 

- ,..... 
tamb = 25oC --

I 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

INPUT CURRENTS 
COURANTS O'ENTREE 

20 

C, ._....___._...,.. ...... _._ ...... __.c__, 
-75,-50-25 0 25 50 75 100 125 

Temperature (o C) 
Temperature 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION OE BRUIT AL 'ENTREE 

:'\ 

' ........ 
""'-

100 1 k 10 k 100 k 
Frequency (Hz) · 
Frequence 

SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT 

120 

110 

100 ... 
90 

80 
,5 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

----
i---

tamb = 250c 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

~ 

20 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION DU CDURANT DE SORTIE 

15 

> +1 10 --;·E 
C: C -~i 
~c 
5.-~ 
5~ 5 
0~ 

0 

~ 10-24 
N 

-=:::: 
Vs=±15V --
' ' \{ \3 

'Cf 

, 1~ 
II 

"' "' "' 0 0 
(') (') 

5 10 15 20 25 30 
Output current (±mA) 
Courant de sortie 

INPUT NOISE CURRENT 
COURANT DE BRUIT A L 'ENTREE 

~-~ ' <( -Q -. ~" C: • ., , 
~-g-
u ~10-25 
., 'b ~. ·-, 
0., 
C: C ., . ~,. 
rn C 
:, !: 
g"c: 
~ ~ 
~810-26 

10 

' 
\ 

I 

- .... 
.... 

100 1 k 10 k 
Frequency (Hz) 
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SF.C 2201 A, SF.C 2201 APT 

STANDARD COMPENSATION 
COMPENSATION A UN POLE 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dtJca/age a l'entrfle 

Input offset current 
Courant de dkalage B /'entrH 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r4jection d0 aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de l1t 
tension de dkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temperature moyen du 
courant de d(Jcalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de rdj8Ction en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entrH (difftJrentielle) 

Slew rate 
Pents maximals du signal de sortie (Note 2) 

Output voltage swing 
Oynemique de sortie 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

SVR 

SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vs= ±15V 
Vo= ± 10 V 

Rs .,; 50 kQ 

RL ;;, 2 kQ 

tamb= +25oc 
25 

70 

2 7,5 mV 

3 50 nA 

70 250 nA 

160 V/mV 

96 dB 

1,8 3 mA 

6 30 µV/°C 

0,01 0,3 

1------------~~-+--l---l nA/°C 

0,02 0,6 

CMR Rs .,; 50 kS1 70 90 

0,5 2 

0,5 

Vs=± 15 V RL = 10 kQ ± 12 ± 14 

Vs=± 15 V RL = 2 kQ ± 10 ± 13 

dB 

MQ 

V/µs 

V 
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

Input offset voltage 
VDI Rs< 50 k!.1 10 mV 

Tension de dkalage a l'entrlJe 

Input offset current IDI 
Courant de decalage a l'entree 

70 nA 

Input bias current Is 300 nA Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av Vs= ± 15 V RL ;;. 2 krl 
Amplification en tension Vo= ± 10 V 

15 V/mV 

Input voltage range Vlmax Vs= ±15V ± 12 V 
Tension d'entrtie limite 

NOTE 1: 

These specifications apply for 0° C.,;; tamb.,;; + 70° C, ± 5V.,;; Vs<± 15 V and C1 = 30 pF unless otherwise specified 
Specifications applicables pour o0 c < tamb < + 100c, ± 5 V < Vs<± 15 Vet Ct = 30 pF sauf indications contraires 

NOTE 2: 

May be improved up to 10 V /µsin inverting amplifier configuration (see basic diagrams) 
Peut Dtre portee a 10 V Jµs en amplificateur inverseur (voir schemas de base) 
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC 

OUTPUT SWING 
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC 
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STANDARD COMPENSATION 
COMPENSATION A UN POLE 
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SF.C 2301 A, SF.C 2301 ADC 
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SF.C 2107 M ,SF.C 2207, SF.C 2307 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/F/CA TE URS OPERA Tl ON NELS 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

Output short-circuit 
Vs p VID V1 Type Package temperature range Storage temperature duration 

Saltier Gammede tem{Jerature Temperaturedestockage (V) (mW) (V) (V) Duree de court-circuit 
ambiante de fonctionnement 

SF.C 2107 M T0-99 -55°C, + 125°c -65°C, 

SF.C 2107 PM T0-91 -55°C, + 125°c -65°C, 

SF.C 2207 T0-99 -25°C, 0- 85°C -65°C, 

SF.C 2207 PT T0-91 -25°C, + 85°C -65°C, 

SF.C 2307 T0-99 0°C, + 10°c -65°C, 

SF.C 2307 OC CB-98 0°C, + 10°c -55°C, 

General description 

The SF .C 2107 M is a general-purpose operational 
amplifier with the necessary frequency compensation 
built into the chip, which features improved perfor
mance over the SF.C 2101 M and other popular 
amplifiers. Advanced processing techniques make 
possible an order of magnitude reduction in input 
currents and a redesign of the biasing circuitry redu
ces the temperature drift of input current. 
Improved specifications include : 

- Offset voltage 3mV maximum over temperature 
- Input current 100nA maximum over temperature 
- Offset current 20nA maximum over temperature 
- Guaranteed drift characteristics 
- Offsets guaranteed over entire common mode 

range. 

Like the SF.C 2101 M, the device features operation 
from ± 5V to ± 20V supplies, overload protection on 
the input and output, low current drain, no latch
up when the common mode range is exceeded. As a 
comparator, the circuit will handle differential inputs 
as high as± 30V; 

The SF .C 2107 M is a direct,plug-in replacement for the 
SF.C2101 M,SF.C2709M,SF.C2101 AorSF.C2741 M 

'"0MSO• . ose 
DMSJON Sl:MIC~DOCTEURS ~-

en sortie 

+150°C ±22 500 ±30 ±15 Indefinite for 

+150°C ±22 500 ±30 ±15 1/limitee pour 

+150°C ±22 500 ±30 ±15 
tamb = 700c 

+150°C ±22 500 ±30 ±15 

~ 
Indefinite for 

+ 150°c ±18 500 ±30 ±15 11/imitee pour 

+125°C ±18 500 ±30 ±15 tamb = 550c 

Description generale 

Le SF.C 2107 M est un amp/ificateur operationnel d'usage 
general a structure integree monolithique, compense en 
fr/Jquence, qui presente de nettes ameliorations de carac
teristiques par rapport au circuit SF.C 2101 M. Une meil
leure connaissance des technologies de base permet d'obtenir 
une reduction importante des courants d'entree, et une opti
misation du schema electrique a conduit a une reduction des 
derives en temperature de ces courants d'entree. Les amelio
rations de performance portent sur /es caracteristiques sui
vantes : 

- Tension residue/le inferieure a 3m V pour toute la gamme 
de temperature 

- Courant d'entrfle inflJrieur a 100nA pour taute la gamme 
de temperature 

- Courant residue/ inferieur 8 20nA pour toute la gamme 
de temperature 

- Les derives maxima/es en temperature sont spt:cififles 
- Les tensions et courants residue/s sont garantis pour toute 

la gamme autorisfle de tension en mode commun. 

De meme que le SF.C 2101 M, le SF.C 2107 M presenteega
lement /es caracteristiques suivantes : tensions d'alimentatian 
de ± 5 8 ± 20V ; protection contre /es courts-circuits en 
sortie ; tension d'entree diffflrentielle maxima/e = + 30V; 
faible consommation ; absence de ph8nomt!Jne de "verrouil
lage'~ 

Le SF.C 2107 M est directement interchangeableavec /es circuits 
SF.C 2101 M,SF.C 2709 M,SF.C 2101 A ou SF.C 2741 M 
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SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Top view T0-91 (CB-86) 
FLAT PACKAGE 
Boirier plat 

Top view 
Vue de dessus 

T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Boitier mtJtal 

Vue de dessus CB-98 (CB-98) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 

Top view 
Output Vue de dessus 

i s 7 v+ 

Boitier 
enfichable 

Sortie N.C. 

N.C.~. '• '° N.C. N~. N~. 
- v+ 

N.C.e 
2 6 ___ Out~ut 

Inputs Z . Sortie 00 r:puts ' . ' ~ 
Entrees \J.C. I 

Output 
Sortie 

Entrees -+- J 
4 

5 - N.C. 

v-

2/15 
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Schematic 
Schema e/ectrique 

Pin 4 connected to case 
:_a broche 4 est reliee au boitier 

~".:~ut 
--.11----J~= ....... ~' 

"' _, __ -1_.J.... ____ ____.. .---'----J---<SC.....65 n 

B C D F G 

T0-99 2 3 4 6 7 

T0-91 3 4 5 7 8 

CB-98 2 3 4 6 7 

I v· v-
N.c. Inputs 

Entrees 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Internally compensated 
- Super input characteristics 

- Particulary well suited for long interval 

integrators or timers, sample and hold 
circuits and low frequency waveform 

generators. 

- Compensation en frequence interne 

- Excellentes caractt§ristiques d'entree 

- ParticulitJrement bien adapt/J pour des circuits 

integrateurs ou temporisateurs longue duree, 

des circuits "echantillonnage-ml!moire", des 

3enerateurs T. 8. F. 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307 

INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR 

DC NON-INVERTING AMPLIFIER AC NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR NON /NVERSEUR DC AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR AC 

R2 

BILATERAL CURRENT SOURCE 
SOURCE DE COURANT POSITIVE ET NEGATIVE 

VI 
lo ~ 

Rl • R5 

R3 = R4 + R5 ' 

Rl = R2 

R3 
50kn 
1% 

R4 
49,5kU 
1% 

INTEGRATOR WITH BIAS CURRENT COMPENSATION 
/NTEGRATEUR A VEC COMPENSATION DE POLARISATION 

* SF.C 2107 M 
SF.C 2207 
SF.C 2307 

6,8 M!1 
6.8 M!1 
2,2 M!1 

t Adjust for zero integrator drift. 
Ajuster pour annuler la diJrive de l'inte{Jrateur 

R2 

lo 

Rl R2 

Vo 

__ R_l_ VI 

RI = R3 

R3 = R1//R2 

MEUTRAL\ZING INPUT CAPACITANCE TO 
OPTIMIZE RESPONSE TIME 
NEUTRODYNAGE DE LA CAPAC/TE D'ENTREE 
POUR OPTIMISER LE TEMPS DE REPONSE 

J;CS C ~ _Bl_ c, n R2 

LONG INTERVAL TIMER 
CIRCUIT TEMPORISATEUR "LONGUE DUREE" 

v·· =-15V 

t Low leakage. 0,017µF per second delay 
Faibles fuites. 0,0tlµF par seconde de retard 
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SF.C 2107 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( Note 1 ) 
CARACTERIST/OUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dl!calage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par les alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temp/Jrature moyen de /a 
tension de d(Jca/age 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temperature moyen du 
courant de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de fejection en mode commun 

Input resistance 
lmp{Jdance d'entree (diffl!rentielle) 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

4/15 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

SVR 

VALUES 
VALEURS UNITS 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE MIN. TYP. MAX UNITES 

Rs < 50k!1 tamb=+25°C 0,7 2 mV 

tamb = +25°C 1,5 10 nA 

tamb = +25°C 30 75 nA 

VS = ± 15 V R L > 2 k!1 50 
Vo = :: 10 V tamb = +25°C 

160 V/mV 

Rs <;; 50 k!1 80 96 dB 

lcc1,lcc2 Vs = ± 20 v 
tamb = +25°C 

1,8 3 mA 

3 15 µV/°C 

+25°C <;;tamb ,;;;+125°C 0,01 0,1 

t------------+--+--e----~nA/°C 

-55 ° C <;; tamb ,;;; + 25 ° C 0,02 0,2 

CMR Rs ,a;; 50 k!1 80 96 dB 

tamb =, 25°C 1,5 4 M!1 

Vs = ± 15 V RL = 10 k!1 ± 12 ± 14 

V 

Vs = ± 15 V RL = 2 k!1 ± 10 ± 13 



SF.C 2107 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

Input offset voltage 
VDI Rs .;; 50 kn 3 mV T11n1ion de dkalage S rentree 

Input offset current 
IDI 20 nA Courent de dkalage II l'el'1frH 

Input bias current 
IB 100 nA Courent de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av Vs = ±15V RL ;;,, 2 kn 25 V/mV Amplification en tension 

Vo = ±10V 

Supply current Icc1• Icc2 Vs = ±20V 1,2 2,5 mA Coursnt fourni par le, slimentations 

Input voltage range 
Vlmax Vs = ±20V ±15 V Tension d'entrile limite 

NOTE 1-These specifications apply for -55° C .;; tamb .;; 125°C and± 5 V.;; Vs.;;± 20 V unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -55° C <;_ tamb ~ 1250 C et ± 5 Vis;;;;; Vs :s;;;;; ± 20 V sauf specifications contra ires 

5/15 

97 

I 



SF.C 2107 M 
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SF.C 2207 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jca/age a /'entree 

Input offset current 
Courant de dfJcalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension de d/Jca/age 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de tempArature moyen du 
courant de d/Jcalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de ra;ection en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entr/Je (difftJrentiel/e) 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

8/15 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

'B 

SVR 

CMR 

z, 

VOPP 

I 

TEST CONDITIONS VALUES ! 

CONO/T/ONS DE VALEURS 'UNITS 

MESURE MIN. T)'P. MAX. 
UNITES 

Rs < 50 k!1 tamb = +25°C 0,7 2 mV 

tamb = +25oc 1,5 10 nA 

-

tamb = +25oc 30 75 nA 

Vs =:1105Vv RL ;;,22k5!1 50 
Vo -- tamb =:+ oc 

160 V/mV 

Rs < 50 k!1 80 96 dB 

1,8 3 mA 

3 15 µV/°C 

0,01 0,1 

nA/°C 

0,02 0,2 

Rs .;; 50 k!1 80 96 dB 

tamb = +25°C 1,5 4 M!1 

Vs = ± 15 V RL = 10 k!1 ± 12 ± 14 

V 

Vs = ± 15 V RL = 2 k!1 ± 10 ± 13 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dfJca/age a l'entree 

Input offset current 
Courant de dfJcalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entrfe limite 

NOTE 1 · 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Is 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vs =±15V RL ;;;,2kQ 
vO =±10V 

Vlmax Vs = ±20V 

SF.C 2207 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

3 mV 

20 nA 

100 nA 

25 V/mV 

± 15 V 

These specifications apply for -25°C ,;;; tamb,;;; +85°C and± 5 V ,;;; Vs,;;;± 20 V unless otherwise specified. 
Specifications applicables pour -25°C ~tamb ~ +s5oc et ±5 V ~ Vs ~±20 V sauf indications contraires. 
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INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

20 .---r---,---.---r--,----, 

100 
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88 

82 E:: 
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70 
5 

12Q 

110 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

---~ .... 
\J\(\\{\'\l,)f 
~ ~\l'li1'1'3 I 

20 

-25°C ~tamb ¾85°C 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

20 

10Q -i.--- 250c 
'! 

90 

30 
5 

i 

tamb = 
' 

10 15 

Supply voltage (±V) 
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Supply voltage (±V) 
Tension d'alirnentation 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'AL/MENTA TION 
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Supply voltage (±V) 
Tension d'alfmentation 

INPUT CURRENTS 
COURANTS D'ENTREE 
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Temperature 



CURRENT LIMITING 
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE 

15 

10 

5 

Vs=±15V 
I""";::::: -- ' 
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\\ \\ 

1~ "' "' 0 0 

(') (') 

5 10 15 20 . 25 30 
Output current (±mA) 
Courant de sortie 

INPUT NOISE CURRENT 
COURANT DE BRUIT A L 'ENTREE 
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' 
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~ 

I ... 
100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
Fr(§quence 

-
i ' 

100k 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 
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4 
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1k 

tamb = 25°C 

Vs = ±15 V 
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I I " 

'"' I I 
10k 
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100k 
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SF.C 2207 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE 
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SF.C 2307 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERIST/OUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Input offset voltage 
Vol Tension de dfJcalage 8 /'entree 

Input offset current 
101 Courant de dkalage a /'entrthl 

Input bias current 
'B Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
SVR Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 1cc1,1cc2 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage ov01 
Coefficient de templJrature moyen de la 
tension de dtkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 

DIDI Coefficient de temptlrature moyen du 
courant de dlJcalage 

Common mode rejection ratio 
CMR Taux de rejection en mode commun 

Input resistance z, lmp«Jance d'entrH (diffkentielle} 

Output voltage swing 
Vopp Dynamique de sonie 

12/15 
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TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Rs .;; 50kQ tamb = +25°C 

tamb = +25oc 

tamb = +25°C 

Vs = ± 15 V RL ;;, 2 kQ 

Vo = ± 10 V tamb = +25oc 

Rs ,;; 50 kQ 

Vs = ± 15 V 

tamb = +25°C 

+25°C <;;tamb<;; +70°C 

0°C <;;tamb"- ,25°C 

Rs ,;; 50 kQ 

tamb = +25oc 

Vs = ± 15 V RL = 10kQ 

Vs = ± 15V RL = 2kQ 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

2 7,5 mV 

3 50 nA 

70 250 nA 

25 160 V/mV 

70 96 dB 

1,8 3 mA 

6 30 µV/°C 

0,01 0,3 

nA/°C 

0,02 0,6 

70 90 dB 

0,5 2 M.Q 

± 12 ±14 

V 

± 10 ±13 



SF.C 2307 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTER/STIQUES ELECTRIOUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Input offset voltage 
VDI Rs ,;;; 50 k!l 10 mV Tension de dka/sge /J l'entr6e 

Input offset current 
101 70 nA Courant de dkalage B l'entrfJe 

Input bias current 
Is 300 nA 

Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av Vs = ± 15 V RL ;;, 2 k!l 
15 V/mV Amplification en tension 

Vo = ± 10V 

Input voltage range Vlmax Vs Tension d'entrde limite = ± 15 V ± 12 V 

NOTE 1 - These specifications apply for 0° C ,;;; lamb,;;;+ 70° C and ±5 V ,;;; Vs,;;;± 15 V unless otherwise specified 
Specifications app/icables pour o0 c ,:;;;;;tamb ~+ 70°C and± 5 V ~Vs~± 15 V sauf spkifications contraires. 
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SF.C 2307 
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CURRENT LIMITING 
LIMITATION DU COURANT EN SORTIE 
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SF.C 2307 

INPU'f NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE 
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SF.C 2108 A,SF.C 2208A,SF.C 2308A 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Operating free-air 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/ues) 

Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p 110 V1 duration 

BoTtier Gamms de templrsture Templraturode1tock- (V) (mW) (mA) (V) DuM de court-circuit 
ambiante de fonctionntNT111nt .,, ,ortie 

Note 
1 

SF.C 2108A T0-99 -55°C, + 125°c -65° C, + 150°C ±20 500 ±10 ±15 

SF.C 2208 A T0-99 -25°C, + 85°c -65°C, 

SF.C 2308 A T0-99 0°C, + 70°C -65°C, 

General description 

The SF.C 2108 A is a precision operational amplifier 
having specifications a factor ten better than FET 
amplifiers over a -55°C to + 125°C temperature 
range. The low offset voltage makes it possible to 
eliminate offset adjustments, in most cases. 

The device operates with supply voltages from ±2 V 
to ±20 V (SF.C 2308 A : ±2 V at ±15 V) and have 
sufficient supply rejection to use unregulated supplies. 
Although the circuit is interchangeable with and uses 
the same compensation as the SF.C 2101 A, an alter
nate compensation scheme can be used to make it 
particularly insensitive to power supply noise and to 
make supply bypass capacitors unnecessary. 

The SF.C 2208 A display similar characteristics except 
for specified operating temperature range for which 
they are guaranteed. 

SF.C 2108 A 
SF.C 2208A 
SF.C 2308A 

NOTE 1: 

-55°C, + 125°C 
-25°C, + 85°C 

0°C, + 70°C 

The inputs are shunted with back-to-back diodes for 
overvoltage protection. Therefore, excessive current 
will flow it a differential input voltage in excess of 1 V 
is applied between the inputs unless some limiting 
resistance is used. 

+ 150°C ±20 500 ±10 ±15 Indefinite 
/1/imitee 

+ 150°c ±18 500 ±10 ±15 

Description ¢nerale 

Le SF.C 2108 A est un amp/ificateur Of)erationnel depret:i
sion dont /es valwrs spkifiees sont 10 fois mei/leur6S que 
eel/es d'un amp/ificateur 8 FET dans la gamme de temf)er• 
ture -55°C B + 125oC. La faible tension de dkalsf/8 permet, 
dans la p/upart des cas, d'tJliminer le circuit de compensation 
de la tension msiduella 

Le circuit fonctionne avec des tensions <ralimentation de 
±2 Va ±20 V (±2 Vs± 15 VpourSF.C2308A)etun taux 
de rdjection suffisant pour quel'on puisseutl1iser desalimen
tations non rdguldes. Bien que le circuit soit interchangeable 
aVBC le SF.C 2101 A et utilise la mime comptJnsation une 
variante de ce circuit de compensation permet de rendre le 
SF. C 2108 A particu/im'ement insensible BU bruit des a/imen
tations et rend In capacitds de tMcouplage d'alimentation 
inutiles. 

LeSF.C 2208 A prtJsente /es mimes caractiJristiques BXception 
faite de la gamme de temp6rature 8 rintdrieur de laque/le In 
caracteristiques sont garanties. 

SF.C 2108 A 
SF.C220BA 
SF.C230BA 

NOTE 1: 

-55°C, + 125°C 
-25°C, + B5°C 

OOC, + 700C 

LBS entrtJes sont munies de diodes de protection contre /es 
surtensions, ii y a done un risque de surintensitd si une 
tension difMrentielle d'entree suptJrieure 8 1 Vest app/iqude 
BUX entnles sans resistance de limitation. 

. 
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SF.C 2108 A, SF.C 2208 A, SF.C 2308 A 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Frequency 

en frequence 1 7 

Top view 
Vue de dessus 

2 6 __ 0Utf?Ut 

c~~~~s:a~:::ne ~v+ 

- Sortie 

2/15 

110 

Compensation 
Compensation 

Inputs 
Enrrees Z. 3 s -- No connected 

~ Non connecte 

Schematic 
Schema electrique 

v-

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est reliee au boitier 

Compensation 
Compensation 

8 

Principal features 
Donl'lffS principa/es 

- Input offset voltage 
1 mV maximum (military ran,,e) 

0,73 mV maximum (industrial range) 
- Input bias current 

3 nA maximum (military range) 
10 nA maximum (industrial range) 

- Input offset current 
0,4 nA maximum (military range) 
1,5 nA maximum (industrial range) 

- Power supply current 
600 µA maximum (military range) 
800 µA maximum (industrial range) 

- Guaranteed drift characteristics 
- Slew rate as inverting amplifier 10 V /µs 

- Tension de decalage a l'entree 
1 m V maximum (s/Jrie militaire) 

0,73 m V maximum (serie industrie/le) 

- Courant de polarisation moyen 
3 nA maximum (serie mmtaire) 

10 nA maximum (slJrie industrielle) 

- Courant de d(Jcalage 8 l'entret! 
0,4 nA maximum (s/Jrie militaire) 
1,5 nA maximum (serie industrie/le} 

- Courant fourni par Jes alimentations 
600 µA maximum (slfrie militaire) 
800 µA maximum (slfrie industrie/le) 

- Caract/Jristiques garanties en dlfrive 

- Pente maxima/e du signal de sortie en amp/i• 
ficateur inverseur 10 V/µs 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

STANDARD COMPENSATION CIRCUIT 
CIRCUIT DE COMPENSATION STANDARD 

Al R2 
- V1 

6 
Vo A3 8 

+V1 

:,, Al C0 

Cf - Al +R2 
Cj C0 = 30pF 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA TIONS'TYP/QUES 

SF.C 2108 A, SF.C 2208 A, SF.C 2308 A 

ALTERNATE FREQUENCY COMPENSATION* 
AUTRE COMPENSATION EN FREOUENCE 

-VI O---{=R=l }--,....-cR=3J--, 

R2 
+VI <>--C:::::J---,1/'1 

* I mp roves rejection of 
power supply noise 
Ameliore la rejection du 
bruit des alimentations 

c, 
.100pf 

FEEDFORWARD COMPENSATION 
STANDARD FEEDFORWARD 
COMPENSATION AVEC BOUCLE 
D'AVANCE OE PHASE 
(CIRCUIT STANDARD/ 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

FOR DECOUPLING LOAD CAPACITANCE 
COMPENSATION AVEC BOUCLE O'A VANCE 
OE PHASE /DECOUPLAGE DES CHARGES 
CAPACITIVES/ R2 

Input 
Entree 

A1 C2 

10 kn t---{=}5_P_F .. 

.§ 120 

~ 100 

~ 80 

~ 60 
I 

6 Output iii 40 
Sortie ~ 

R3 'io 20 
3 kn o, 

t 0 

'· -
' ' ' 
' 

~ 

1-Standard 

Feedforward _ 1 80 
compensation_ .. 
Campen~ 
Bavancede 1 
I'- hase 

; 
~ 

35 ~ 

' & 

', ' 
' 

Ph'l5"-

I 
I 

'-.Gain 

C: 
90 ~ 

I 
45 ii! 

compensation 
,,. '\.I 

' "' a 
ll-Compensation ,, 

Rs> 10 kn 100 kn 

CJ 

A4 
500 n 

Output 
Sortie 

CL 
75pf CJ 

.10pf' 
0 
>-20 

1 

--,rardarr 
I 0 " 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M r 
Frequency( Hz)-Frequence 

.10pf 
•

to0,01 
a µF 

' 

Input 
En tree 

SAMPLE AND HOLD * 
CIRCUIT O'ECHANTILLONNAGE 

v+ 

C1 •• 

.1µF 
C2 
30 pf 

• Worst case drift less than 2,5 mV/sec. 
Dans le plus mauvais cas derive <2,5 mV/sec. 

* * Teflon, polyetylene or polycarbonate dielectric 
capacitor 
Condensateur au ttiflon, au polytithy/t}ne ou au 
polycarbonate 

FAST SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR RAP/DE OE SOMMA TION 

Power bandwidth : 250 kHz 
Sande passante fort signal 
Small signal bandwidth : 3,5 MHz 
Sande passante petits signaux 
Slew rate: 10 V/µS 
Vitesse de montee 

Rs 

Input A1 
Entree 150 kn 

In addition to increasing speed the SF .C 2201 A 
raises high and low frequency gain and eliminates 
thermal leedback. 
Le SF.C 2201 A augmente la vitesse, le gain aux basses 
et hautes freQuences et l!limine la contre-rl!action thermique. 

3/15 

111 

I 



SF.C 2108 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tsn,/on de dkalsge ii l'entTH 

Input offset current 
Courant de dkalage .t l'entnJe 

Input bias current 
Courant ds polariation moyen 

Input resistance 
lmp«/an<» d'sntTH (differsntislls/ 

Supply current 
Courant fourni par In alimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input offset voltage 
Ten1ion de dkatage S l'entrle 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tem"'rature moyen de la 
ren,/on de dkalsge 

Input offset current 
Courant de dtlcalsge ii /'sntTH 

4/15 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

le 

z, 

Icc1,Icc2 

Av 

VDI 

DVDI 

101 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS CONOIT/ONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX 
UNITES 

tamb = +25oc 0,3 0,5 mV 

tamb = +25oC 0,05 0,2 nA 

tamb =+ 250c 0,8 2 nA 

tamb =+ 250c 30 70 MQ 

tamb =+ 250c 0,3 0,6 mA 

Vs = ± 15 V tamb = +25oc 

Vo =± 10V RL ;;> 10 kQ 
80 300 V/mV 

1 mV 

1 5 µV/°C 

0,4 nA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
COBfficient de templrature moyen du 
courant de dlJcsfflf/6 

Input bias current 
Courant de po/ari$Btion moyen 

Supply current 
Courent fourni par le1 alimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Oynamique de IOrtie 

Input voltage range 
Tension d'ent"6 limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de 1';t1Ction en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r4j«:tion dO aux alimentation, 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONO/TIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

DIDI 

iB 

1cc1•1cc2 tamb = + 125°C 

Vs = ± 15 V Vo =± 10V 
Av 

RL ;;>10kS1 

VOPP Vs =± 15V RL = 10 kQ 

V1max Vs = ± 15V 

CMR 

SVR 

SF.C 2108 A 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

0,5 2,5 pAl°C 

3 nA 

0,15 0,4 mA 

40 V/mV 

±13 ±14 V 

±13,5 V 

96 110 dB 

96 110 dB 

NOTE 1 : These specifications apply for -55°C.;; tamb.;; + 125°C and ± 5 V.;; Vs.;;± 20 V unless otherwise specified. 
Specifications app/icables pour -55°C <tamb < +125°C et ±5 V =e;;;;; Vs <±20 V sauf specification contraire. 
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SF.C 2108A 

6/15 

114 

15 

0 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE -

0 

- Vs-+15V 

' , " 
3 3 
C'"!!.-- "ii- -

" " OJ 
~ (') 

Output current i±mA) 
Courantde sortie 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

,f 
°il-

I 
"' OJ 
(') 

8 

100 t--+---+.,.._.,Ay= 1000, Ct= 0 pF 

Av= 1 oo?, cf ~ 30 pF 

10-1 t--+-,,,....-+---+--1 O = ± 1 mA 

Vs =±15V 

10·2 .__ _ _._ _ _.__ ..... _,_•m~b-=_2_5_oc_~ 

10 100 lk 10k 100k 1M 10M 

Frequency !Hz) 
Frequence 

POWER SUPPLY REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION OES ALIMENTAT/ONS 
120 ~-~--~-~--~-~ 

..... 
Vs =±15V 

~ Av =1 
tamb = 250c 

1k 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
FrtJquence 

10M 

i~ 
>~ 
E .g 
!l,~ 
!! .g 
c51! >l 
-~ 5-
0 ~ 

~ i 
"'0 
5- E 
~ 0 
c:: ,S! 
"'~ ., 0 

:;;~ 

u 
3; 
3 

e 
a; 
~~ 

5~ 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT AL 'ENTREE 

103 

102 

101 

10 

Ill I 
Rs-1 M f-

lillllll 
Rs 100 k C 

Rs 0 

11111111 

11111111 

100 1k 10k 

Frequency !Hz) 
Frequence 

100k 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE D'ENTREE 

101 

100 

10-1 

100k 

103 

102 

101 

10° 
100k 

55°C ¾ tamb "'125°C 

V 

-1M 10M 

Input resistance IQ) 
Resistance d'entree 

DRIFT ERROR 
OERIVE 

/ 

100M 

55°C ¾ tamb ¾ 125°C 

, 

_,. 

1M 10M 
Input resistance (Q) 
Resistance d'entree 

100M 



-· <( -~ -=-~ 
~ C 
C: • 

~! 
::, -· "" >~ 

- C 
C. ~ 
C., 
::, 0 

(/)(.J 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

SUPPLY CURRENT 
COURANT O'ALIMENTATION 

tamb =-55oc 

/~ 
tamb = 2soc 

~ 

-
5 

- tamb I= + 1250c 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

20 

120 ,--,---,--..--..---r-~ 

Ct=O 
f = 100 Hz 

10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 ,-,-rT1mi,rr--rTTT'mm--r"T'T"TTTffl 

0 ,. 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Ffequence 

1M 

SF.C 2108 A 

-~ 
C: 

2,0 

1,5 

1,0 

Ef o,s 
o, C 
t: ,Q) 0 
::i" CJ~ 

;j ~ 0,15 
C., 

.E: 8 0,10 

0,05 

0 

. 

' 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

i--... 
Bias current 
Couran t de polarisation 
,-
~ --

Offset current 

,_ 

~ 

""r-,... - Courant residue! 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 
Temperature (°C) 
Temperature 

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 ,-~--r-..--..---,-~--. 

100 

20 

-201 10 100 

Frequency (Hz) 
Fr«fuence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 

0 

10M 

AMPLIFICA TEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 
10 

8 

6 -> 4 

;-e 2 
'§ 2 

0 ~.g 
i!l, C -2 ~-~ 
0 C -4 >~ 

-6 -· 

-8 --

-10 

ln~ut 
... ,_,, -

\ Entree J 

' /Output 
Sortie -

j I I 
\ I 

l±1~v ' Vs .... 
Ct =30pF ----
tamb = 2soc - ---

o 20•60 0010012m•160 

Time (µs) 
Temps 

7/15 

115 

I 



SF.C 2208 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tsmion de dkalage B l'entrH 

Input offset current 
Courant de decalll(Jfl B l'entnle 

Input bias current 
Courant de polariation moyen 

Input resistance 
lmp«Janco d'entrH (dlfflrentiel/e/ 

Supply current 
Courant fourni par In elimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en temion 

Input offset voltage 
Tension de dkalage A l'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de templr8ture moyen de la 
tension de dkalage 

Input offset current 
Courant de dkalage iJ l'enrree 

8115 

116 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

1DI 

Is 

z, 

1cc1• 1cc2 

Av 

VDI 

DV01 

101 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONOITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX 
UNITES 

lamb= +25oC , 0,3 0,5 mV 

tamb = +25oC 0,05 0,2 nA 

tamb =+ 250c 0,8 2 nA 

tamb =+ 250c 30 70 MU 

tamb =+ 250c 0,3 0,6 mA 

Vs = ± 15 V tamb = +25oC 

Vo = ± 10 V RL ;;, 10 kU 
80 300 V/mV 

1 mV 

1 5 µV/°C 

0,4 nA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de tem,»rsturs moyen du 
courant dB cMcalage 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Supply current 
Courent fourni par le1 alimentation, 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Output voltage swing 
Oynamique de iortie 

Input voltage range 
Tension d'entTN limitB 

Common mode rejection ratio 
r...,x de r,jllCtion en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
T•ux de rljection dO aux elimentations 

SYMBOLS 
SYMBDLES 

DIDI 

le 

Icc1• Icc2 

Av 

VOPP 

V1max 

CMR 

SVR 

SF.C 2208 A 

(Note 11 

TEST CONDITIONS VALUES 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE! 

0,5 2,5 pA/°C 

3 nA 

tamb = +85oc 0,15 0,4 mA 

Vs = ± 15 V Vo = ± 10 V 

RL ;;,10k!1 
40 V/mV 

Vs = ± 15 V RL = 10 kU ±13 ±14 V 

Vs = ± 15 V ±13,5 V 

96 110 dB 

96 110 dB 

NOTE 1 : These specifications apply for -25°C,;;; lamb,;;; +85°C and± 6 V ,;;; Vs,;;;± 20 V unless otherwise specified. 
Specifications applicables pour -25°C '¾tamb '¾ +85°C et ±5 V ~Vs~ ±20 V sauf specification contraire. 

9/15 

117 

I 



SF.C 2208A 
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SF.C 2308 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalllge S l'entrde 

Input offset current 
Courant de dkalage B l'entn#e 

Input bias current 
Courant de polariation moyen 

Input resistance 
lmp«Jance d'entrH (difMrentielle) 

Supply current 
Courant fourni par lea alirmmtation, 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Input offset voltage 
Ten1ion de dkalage B /'entrfle 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de remp4rature moyen de /a 
tension de dke/eg,J 

Input offset current 
Courant de dkalage ii rentrile 

12/15 

120 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

15 

Z1 

Icc1•Icc2 

Av 

VDI 

DVDI 

101 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX 

tamb = +25oc 0,3 0,5 mV 

tamb = +25oc 0,2 1 nA 

tamb =+ 250c 1,5 7 nA 

tamb =+ 250c 10 40 M!1 

tamb =+ 250c Vs = ± 15 V 0,3 0,8 mA 

Vs = ± 15 V tamb = +25oc 
80 300 V/mV 

Vo = ± 10 V RL ;;. 10 k!1 

I 

0,73 mV 

1 5 µV/°C 

1,5 nA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de templratun, moyen du 
courant de cMcalllflll 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Oynamiqu• de mnie 

Input voltage range 
Tension d'entrH limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de "'iection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de ~ection dO aux alimentations 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

DIDI 

le 

Av 

Vopp 

V1max 

CMR 

SVR 

SF.C 2308A 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

2 10 pA/°C 

10 nA 

Vs =± 15V Vo = ± 10 V 
60 V/mV 

RL ;;>10k!1 

Vs =± 15V RL = 10 k!1 ±13 ± 14 V 

Vs = ± 15 V ±14 V 

96 110 dB 

96 110 dB 

NOTE 1 · These specifications apply for 0°C ,;; lamb,;; + 70°C and ± 5 V,;; Vs,;;± 15 V unless otherwise specified. 
Spi!cif1cations applicables pour f?C <,_tamb <,_ + lOOC et ±5 V <,_Vs<,_± 15 V sauf specification contraire. 
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SF.C 2308 A 
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SF.C 2108 M ,SF.C 2208,SF.C 2308 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TEURS OPERATIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See sect.ion II § absolute maximum ratings) 
(Vair la section II § limites absolues) 

Operating free-air Output short-eircuit 
Vs p 110 V1 Type Package temperature range Storage temperature duration 

Battier Gamme de teml)4rsture Temperaturedestockage (V) (mW) (mA) (V) Durell de court-circuit 
ambiante de fonctionnement 

SF.C 2108 M T0-99 -55°C, + 125°c -65°C, 

SF.C 2108 PM T0-91 -55°C, + 125°c -65°C, 

SF.C 2208 T0-99 -25°C, + 85°c -65°C, 

SF.C 2208 PT T0-91 -25°C, + 85°c -65°C, 

SF.C 2308 T0-99 0°C, + 10°c -65°C, 

SF.C 2308 DC CB-98 0°C, + 10°c -55°C, 

General description 

The SF.C 2108 M is a precision operational amplifier 
having specifications a factor ten better than FET 
amplifiers over a -55°C to +125°C temperature range. 
Selected units are available with offset voltages less 
than 1 mV and drifts less than 5 µV/°C. This makes it 
possible to e!i'minate offset adjuStments, in most cases. 

The device operates with supply voltages from ±2 V to 
±20 V (SF.C 2308 : ±2 Vat ±15 V) and have suffi
cient supply rejection to use unregulated supplies. 
Although the circuit is interchangeable with and uses 
the same compensation as the SF.C 2101 A, an alter
nate compensation scheme can be used to make it• 
particularly insensitive to power supply noise and to 
make supply bypass capacitors unnecessary. 

NOTE 1: 

The inputs are shunted with back-to-back diodes for 
overvoltage protection. Therefore, excessive current 
will flow if a differential input voltage in excess of 1 V 
is applied between the inputs unless some limiting 
resistance is used. 

THOMSON • CSF 

DMSION SEMICONDUCTEURS 

~o 

en sortie 

Note 
1 

+150°C ±20 500 ±10 ±15 

+ 150°c ±20 500 ±10 ±15 

+150°C ±20 500 ±10 ±15 Indefinite 
11/imitee 

+150°C ±20 500 ±10 ±15 

+150°C ±18 500 ±10 ±15 

+125°C ±18 500 ±10 ±15 

Description genera/e 

Le SF.C 2108 M est un amplificateur operationnet de preci• 
sion dont /es valeurs spl!cifi/Jes sont 10 fois meilleures que 
eel/es d'un amplificateur B FET dans la gamme de temperatu
re -55°C a + 125°C. On peut obtenir par tri des dispositifs 
dont /es tensions d'offset sont meilleures que- 1 m V et /es 
derives inferieures a 5 µVl>C. Ceci permet, dans la plupart 
des cas, d'etiminer le circuit de Compensation de la tension 
residue/le. 

Le circuit fonctionne avec des tensions d'alimentation de 
± 2 v a ± 20 V ( ± 2 Va± 15 V pour SF.C 2308 )·et un 
taux de rejection suffisant pour que /'on puisse utiliser des 
alimentations non fegu/6es. Bien que le circuit soit interchan
geable avec le SF.C 2101 A et utilise la mime compensation 
une var/ante de ce Circuit de compensation permet de rendre 
le SF.C 2108 M partiCuTlerefflent insensible au bruit des ali• 
mentations et rend /es capacitt§s de decouplage d'atimentation 
inutiles. 

NOTE1: 

Les ei1trees sont munies de diodes de pr(?tection contre Ii!$ 
surtensions, ii ya done un risque de surintensite si une tension 
differentielle d'entree superieure a 1 V est app/iquee aux 
entrees sans resistance de limitation. 

75-7 1/16 
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SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

. T0-91 ( CB-86) Top v;ew 
FLAT PACKAGE Vue de dessus 
Boitier plat 

Guard Frequency compensation bEcran Compensation en frfjqu. ence 
1 10 ====;-::-i 

~~+ 
L Inputs ' 

6 ;l 
En trees - l 

T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Boitier metal 
Frequency 

~~~~~~5;~;~~ ~ 8 
en frequence 1 

V 

Pin 4 connected to case 

Top view 
Vue de dessus 

CB-98 Top view 
DUAL IN LINE Output Vue de dessus 
PACKAGE Sortie 
Boitier -·-l:d 

~ V v 
Frequency lnpu!s 

Output 
Sortie :_a broche 4 est reliee au boitier compensation Entrees 

Compensation 
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Compensation 
Compensation 

A 

TO-99 1 

TO-91 10 

CB-98 1 

Schematic 
Schema e/ectrique 

Compensation 
Compensation 

B C D F 

2 3 4 6 

3 4 6 7 

2 3 4 6 

G H 

7 8 

8 9 

7 8 

en fniquence 

Principal features 
Donnees principales 

- Input offset voltage 
3 mV maximum (military range) 

10 mV maximum (industrial range) 
- Input bias current 

3 nA maximum (military range) 
10 nA maximum (industrial range) 

- Input offset current 
0,4 nA maximum (military range) 
1,5 nA maximum (industrial range) 

- Power supply current 
600 µ.A maximum (military range) 
800 µ.A maximum (industrial range) 

- Guaranteed drift characteristics 
- Slew rate as inverting amplifier 10 V/µ.s 

- Tension de decalage a l'entree 
3 mV maximum (serie militaire) 

10 mV maximum (serie industrielle) 
- Courant de polarisation moyen 

3 nA maximum (serie militaire) 
10 nA maximum (silrie industrielle) 

- Courant de decalage a l'entree 
0,4 nA maximum (s/Jrie militaire) 
1,5 nA maximum (s/Jrie-ind1;strielle) 

- Courant fourni par /es alimentations 
600 µA maximum (s/Jrie militaire) 
800 µA maximum (sf!rie industrielle) 

- Caracteristiques garanties en derive 
- Pente maximale du signal de sortie en ampU-

ficateur inverseur 10 VI.us 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

,STANDARD COMPENSATION CIRCUIT 
CIRCUIT OE COMPENSATION STANOARO 

R1 ~2 
- VI 0--C:::J---C:::J--, 

R3 

C ;;,.~ 
f R1 +R2 

Co= 30pF 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA TIONS'TYPIQUES 

SF.C 2108 M, SF.C 2208, SF.C 2308 

ALTERNATE FREQUENCY COMPENSATION" 
AUTRE COMPENSATION EN FREOUENCE 

~v1~ 

"om,,~~Vo 
power supply noise • 100 P 
AmfJ/iore la n§jection du 
b~uit des alim11ntations \: 

FEEDFORWARD COMPENSATION 
STANDARD PEEDFORWARD 
COMPENSATION AVEC BOUCLE 
O'AVANCE OE PHASE 
(CIRCUIT STANDARD) 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
(!AIN EN BOUCLE OUVERTE 

FOR DECOUPLING LOAD CAPACITANCE 
COMPENSATION AVEC BOUCLE O'AVANCE 
OE PHASE (OECOUPLAGE DES CHARGES 
CAPACITIVES) R2 

Input 
Entrfle 

5 ,20 

-~ 100 

i 80 .s 
(! 60 
I 

6 Output iii 40 
Sortie ~ 

R3 'ii 20 

r-. -•, '\. 

' ' 
' 

- -
Standard 

Feedforward _ 1 80 
compensation_ .., 
Campen~~ 8 avancede 1 
'- hase 

if 
35 ~ 

~ ' 
,_ 

' '\. 

' 

Phase-

'-r..ain 

90 j 
T 

R5>10kn 100 kn 

3kn 01 t () compensation 
.,,. '\. 

45 I 
a. 
It- CL 

75 pF 
Compensation .. 

........ o 'ti C3 , 

.10pF 
0 
>-20 

1 

..stapda"( 
I 

10 100 1k 10k 100k 1M TOM r 
Frequency(Hz)-FreQuence 

•
to0,01 
a µF 

' 
SAMPLE AND HOLD * 
CIRCUIT O'ECHANTILLONNAGE 

v+ 
Input R1 
EntrH 1 Mn 

C2 
30pF 

* Worst case drift less than 2,5 mV/sec. 
Dans le plus mauvais cas derive <2,5 mV/sec. 

•• Teflon, polyetylene or polycarbonate dielectric 
capacitor 
Condensateur au tfJf/on, au pafyfJthyllne ou au 
palycarbonate 

FAST SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR RAP/OE OE SOMMA T/ON 

Power bandwidth : 250 kHz 
Sande passante fort signal 
Small signal bandwidth : 3,5 MHz 
Sande psssante petits signaux 
Slew rate : 10 V/µS 
Vitesse de montt!e 

Rs 
Input fl..J, 
Entrle 150 kn 

6x 10·8 
C5=---

R1 

In addition to increasing speed the SF.C 2201 A 
raises high and low frequency gain and eliminates 
thermal leedback. 
Le SF. C 2201 A augmente la vitesse, le gain aux basses 
et hautes ftequences et "imine la contre-l'NCtion thermique. 
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SF.C 2108 M; SF.C 2208, SF.C 2308 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPJQUES 

T0-99 
METAL CAN 
Boitier metal 

Frequency 
compensation 
Compensation 
de fnjquery:e 

Top v1ew 
Vue de dessus 

I "I v+ 

~\ 8 7/ 
,____ Output 

~ 6-sortie 

Input 
Entree 

V 

Pin 4 connected to case 
:_a broche 4 est reliee au boitier 

FOLLOWER AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR 

Leackage currents are on the verge of causing trouble 
at 125°C. The standard pin configuration of most IC 
op amps has the input pins adjacent to pins wich are 
the supply potentials. Therefor~, it is advisable to 
employ guarding to reduce the voltage difference 
between the inputs and adjacent metal runs. 
A ten-lead pin circle is used, and the leads of the IC 
are formed so that the holes adjacent to the inputs 
are vacant when it is inserted in the board. The guard, 
which is a conductive ring surrounding the inputs, is 
then connected to a low impedance point that is at 
the same potential as the inputs. 
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INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR /NVERSEUR 

Input 
Entr/Je 

NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON-INVERSEUR 

Les courann de fuite sont susceptibles de provoquer des 

perturbations 8 125°C. Le brochage standard de la p/upart 

des amplificateurs place Jes entfees 8 c6te des broches qui 

sont au potentiel des alimentations. C'est pourquoi, ii est 

recommande de realiser un ecran pour reduire la difference 

de tension entre Jes entrees et Jes zones de metal adjacents. 

On trace 10 trous en cercle, et on monte Jes broches du 

circuit integre de telle sorte que Jes trous a cDte des entrees 

soient libres. L 'ecran, qui est un anneau conducteur entou

rant Jes entrees, est relie a un point basse impedance, de 

mime potentiel que Jes entrees. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ton,lon dtl _,_ II l'entrls 

Input offset current 
Courant dtl dlca,-.11 l'ontrls 

Input bias current 
Counmt de polariat/On moyen 

Input resistance 
/mpldtlm:B d'ontrls (dlfflrontlolm) 

Supply current 
Courant fourni par IN alitnt1ntatiom 

Large signal voltage gain 
Amplification en 'tflnsion 

Input offset voltage 
Ton,ion dtl dlca/agtl Ii l'ontnlo 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient dtl temp4ratura maven dtl lo 
- dtl _,_ 

Input offset current 
Courant dtl dlca/agtl 11 /'ontrls 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONO/T/ONS DE 

MESURE 

Vol tamb= +25oc 

101 tamb= +25oc 

le tamb =+ 250c 

z, tamb=+25oc 

Icc1•Icc2 tamb =+ 250c 

Av Vs =± 15V tamb= +25oc 

Vo =± 10V AL ;;.. 10 kn 

Vol 

DV01 

101 

MIN 

30 

50 

Si=.C2108M, 

VALUES 
VALEURS 

• TYP. MAX 

0,7 2 

0,05 0,2 

0,8 2 

70 

0,3 0,6 

300 

3 

3 15 

0,4 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

Mn 

mA 

V/mV 

mV 

µV/°C 

nA 
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SF.C 2108 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient tn ..,,,,,,,.tu,. moyen du 

courant de """'• 

Input bias current 
Courant de polari111tian moyen 

Supply current 
Caurent faurnl par,., allmentatlons 

Large signal voltage gain 
Amplification en t&Mion 

Output voltage swing 
Oy-lqu• tn ,ortitl 

Input voltage range 
Tt1111/on d'entrH I/mite 

Common mode rejection ratio 
TIIUX de rl/t1t:tion en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rijat:tlon dO aux al/mentat/om, 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

DIDI 

lg 

Icc1• Icc2 

Av 

Vopp 

V1max· 

CMR 

SVR: 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS CONDITIONS OE UNITE~ 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

0,5 2,5 pA/°C 

3 nA 

tamb = +125°C 0,15 0,4 mA 

Vs =± 15V Vo =±10V 

RL ;;. 10 kf! 
25 V/mV 

Vs =± 15V RL = 10 kf! ±13 ±14 V 

Vs =± 15V ±13,5 V 

85 100 dB 

80 96 dB 

NOTE 1 : These specifications apply for -55°C..; tamb ..; + 125°C and ± 5 V ..; Vs ..; ± 20 V unless otherwise specified. 
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Spkification, applicablss pour-55°C <tamb < +1250C et ±5 V < Vs <±20 V sauf spkification contrsire. 



15 

-I! 
,s 
i 

>-~ 10 
+I",; 
-.9! 
"'t: .5 2 
~ -!I 
; ~ 5 
Q.•~ ~-:, ~ 
0~ 

<i 

OUTPUT SWING . 
TENSION OE SORTIE OISPONIBLE 

~ -~ Vs-+1sv 

I'-, 1 ' I 

f f ~ "ii- -"ii--
~ ~ ~ 

0 4 6 8 
Output current (±mAI 
Coursnt de sonie 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE OE SORTIE 

fl-!!! 
C: t: 101 f----fl.:~C~-'<--+,,--+·\---1---1 

-ii 
~ i 100 f---+---+.,._,,Ay=1000,Cj=OpF 

S- .,. Av= 1000, Cj = 30 pF 
:, ,I I I 

0 II: 10·1 lo =±1 mA 
Vs =±15V 

10·2 ._ _ _.__..._ _ _,__1_•~m_b_=~25"~C__. 

10 100 1k. !Ok 100k 1M !OM 

Frequency (Hz) 
Fre(/Utlncs 

POWER SUPPLY REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS 

- 120.----,.---,----.--~---, 
!g 1:! Vs =±15V 

; .g 100 1-...,.,rl-·--t---tAV = 1 
.2 fl tamb = 25°C 

~i 001-~-..i---...t----::-;-::--+---t 
c:::::: 
0. 

-~ -i 60 f---'"-I---Y...-..... -1--+----I 
-!!.c:: 
~ .g 40 f----+--11-~ ..... .,_-+----I 
ti g .g 20 

· .?-t 0 

B Cl) II: -20 ._ _ _. __ .._ _ _. __ _._ _ __. 

100 1k !Ok. 100k 
Fr6quency (Hz) 
Frlquence 

1M !OM 

li ,~ 
OI 
H =f 
~.§ 
0.1:! 
-= ~ 

SF:C2108M 

103 

102 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L 'ENTREE 

Rs-1 M 

IIIIIUI I 

R5 100k 

Rs 0 

I IIINII 

101 

10 

11111111 

100 1k !Ok 100k 

102 

10' 

,oo 

Frequency (Hz) 
Fr(Jquence 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE D'ENTREE 

;. 1amb 25°C 

rni aximum· 
Meximale -
Typical ,. 

E TypiqutJ. 

10·1 

100k 1M !OM 100M 

Input resistance (!l) 
Rdsistance d'entrH 

DRIFT ERROR 
DERIVE 

55"C <t~mb < 12s0 c 

Maximum 
Maximale 

Typical 
Typique 

II 
1M !OM 

I 

Input resistance (!l) 
RBsistsnce d'entrff 

100M 
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SF.C 2108 M 

-c i·g 
-S 
~ C 

L~ 
::, -~ 
"" > w 

0. ~ 
C., 
::, 0 

Cl)C., 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

SUPPLY CURRENT 
COURANT O'ALIMENTATION 

tamb = --ssoc 

.,,,,,,..~ 
tamb=25oc 

,,,,,,.--
5 

- 'amb I= + 1250c 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d's/imentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

20 

120 r--..---.---,----,--..... --, 

90 5 

C1=0 
f = 100 Hz 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
ffEPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

JI! 
~ 
6 

s;.§-
+I-., -~ c,I: 
-~ Sl 
! .g 
'5 C 
c.-2 
5~ 
0~. 
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16 

12 

8 

4 

0 
1k 

11 1111 11 1·v~ =±15 v 

1 11 1111 1 11 1~1rb = 250c 

"' ·11 
~f =30 pF C1 =3 pF 

' ' \ 

~ 

10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

1M 

·~ 
C: 

2,0 

1,5 

1,0 

if 0,5 
o, C 
t: ~Q) 0 
::,1' 
"w "5 ~ 0,15 

EBa.,a 
0,05 

0 

. 

..... 

INPUT CURRENT 
COURANT O'ENTREE 

~ 
Bias current 
Courant de polarisation -i--

Offset current 

-
"i--,.. - Courant residue/ 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 
Temperature (°C) 
Temperature 

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

100 

;;; 
80 'C 

-c 
-~ -~ 60 :ll 
i' ii 40 
"5 .s 
><1! 20 

0 

135:,,-,:, 

90 

Gain 45 
Phase 

0 

10 100 \k 10k 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
Fr,jquence 

0 =r 
iilel g. C'D 

>!;-
i~ ,,_ 
ii' C. ;;ce,. 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SU/VEUR REPONSE EN IMPULSION 

io 

8 

6 

> 4 -
i·E 2 
'i 2 

0 w.g 

t-~ -2 

O C -4 >~ 
-6 

-8 

-10 

I - -,--Input 
\ Entfn J 
\ /output 

J sr';i -
\ I I I 
' Vs =±15V - C1 =30pF 

tamb=25oc 

0 20 40 60 80100120140160 

Time (µs) 
Temps 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

' 

Input offset voltage 
Ten1ion de dkalage iJ l'entrH 

Input offset current 
Courant de clllcalsge i4i l'entfff 

Input bias current 
Courant ds polari,ation moyen 

Input resistance 
/mP«Jance d'entrle {difMrentielle) 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage B /'entrfe 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tempdrature mo yen de la 
tension de decalage 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entree 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS OE 

MESURE 

VDI tamb = +25oC 

'01 tamb = +25oC 

1B tamb =+ 250c 

z, tamb =+ 250c 

1cc1•1cc2 tamb =+ 250c 

Av Vs =± 15V tamb = +25oc 

Vo = ± 10 V RL ;;, 10 kU 

Vol 

ov01 

101 

SF.C 2208 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX 

~ 

0,7 2 

0,05 0,2 

0,8 2 

30 70 

0,3 0,6 

50 300 

3 

3 15 

0,4 

UNITS~ 
. UNITES 

' 

mV 

nA 

nA 

MU 

mA 

V/mV 

mV 

µV/°C 

nA 
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SF.C 2208 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de tsmp4rature moyen du 
courant de dkalage 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entrfle limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de rdjection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rfJjection dO aux alimentations 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

DIDI 

le 

Icc1• Icc2 

Av 

VoPP 

V1max 

CMR 

SVR 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS 

CONDITIONS OE 
UNITE~ 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

0,5 2,5 pA/°C 

3 nA 

tamb = +85oc 0,15 0,4 mA 

Vs = ± 15 V Vo = ± 10 V 
25 V/mV 

RL ;;a, 10 kll 

Vs = ± 15 V RL = 10 kS1 ± 13 ± 14 V 

Vs = ± 15 V ±13,5 V 

85 100 dB 

80 96 dB 

NOTE 1 : These specifications apply for -25°C< lamb< +85°C and± 5 V <Vs<± 20 V unless otherwise specified. 
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~ 
~ ,S! 
C: t: 
"' 0 -~i 
~ e 
~ 0 a~ ....,.!::! 
::, -~ 
Oo: 

15 

0 

103 

102 

10' 

100 

10·' 

10·2 

OUTPUT SWING 
TENSION OE SORTIE DISPONIBLE -

0 

-- Vs-+1sv 

1, 
' ' ~ 

f ~ .,._ -°ii-~ 
II ~ 0) 

~ " 

4 

Output current (±mA) 
Courantde sortie 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE OE SORTIE 

f .,. 
II 
I .., 
'll 

" 
8 

I 
1
Av= 1, Ct =30 pF 

1---+--+.-'-'IA'/'= 1000, Ct = 0 pF 

Av= 1000, Ct = 30 pF 

' ' I--+-,,-+--+-- 10 = ± 1 mA 

10 100 

Vs =±15V 
tamb =25oc 

1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency ( Hz) 
Ff"equence 

POWER SUPPLY REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTATIONS 

120 ,--~--~-~--~-~ 
Vs =±15V 

100 1--'~-.-+---+--+Av = 1 
tamb =25oc 

1k 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
Frl!quence 

10M 

SF.C 2208 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L 'ENTREE 

""' ""' 
1111111 

R~'::'.'1 M 

1111111 

Rs 100 k 

Rs 6 

1111111 

1111m 

100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

100k 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE O'ENTREE 

102 

~ tamb 25°C 

Maximum 
Maximale 

Typical 
: Typique. 

., 

10·' 

100k 1M 10M 

103 

102 

Input resistance (Q) 
Resistance d'entree 

DRIFT ERROR 
DERIVE 

25°C < •amb < 85°C 

Maximum 
Maximale 

Typical 
Typique 

..,.I;' 

10° 
100k 

I 
1M 10M 

Input resistance (n) 
Resistance d'entree 

100M 

100M 
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SF.C 2208 

-· <( -~ ,,_~ 
-I! 
~ C 
C: ~ 

~! 
:, -~ u" >~ -· C. ~ 
C., 
:, 0 

(/)(..) 
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600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA TION 

ta~b = -25°C 

,,,,,,..~ 
tamb =25oc 

.---
5 

- I 
tamb= 85°C 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension dialimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

20 

120 ,--,---,---r--"T'"--r--, 

90 5 

C1=0 
f =100Hz 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 

1 

0 
1 k 

11111111 11 v~ =±15v 

111 11 l 11 1'1r = 
250c 

C1 ~30 pF c1 =3 pF 

' ' ~ 
... ... 

10k 100k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

1M 

~ 
C: 

2,0 

1,5 

1,0 

::; -!l 0,5 
c: b 
<I> C 
:: ,Q) 0 
:,"tl 
u~ ; e 0.1s 
C., 

.s a o. 10 

0,05 

0 

' 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

Bias current ..... Courant de polarisation 

r-r----
1, Offset cu~rent - Couran t residue/ 

lo-

~ 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 
Temperature (°C) 
Temperature 

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 ,---,---,--r-~--,--r--, 

100 

iii 80 135:,:,-,, 
'O 0 ::r -. ~-* -~ -~ 60 

~i 90 g ~ 
Cl C 40 i~ "'~ "-"E .!:; ? C. 

>~ Gain 45 . " 20 ~<e.. 
Phase 

0 
0 

-20 ~~-~-~-~~~~-~ 
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 

10 

8 

6 

-6 

-8 

-10 

- ln~ut - -, -
\ Entfee J 

\ /output 

) 
Sortie -

I I 
\ I 

l±1~v ' Vs - C1 =30pF 

tamb = 250c 

ow~ m m10012m~1m 

Time (µs) 
Temps 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten1ion de dkalage II l'entrfJe 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entrfle 

Input bias current 
Courant de polari,ation moyen 

Input resistance 
lmpl,dance d'entrH (difMrentielle} 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input offset voltage 
Tension de dlJcslage /J rentrtle 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temp4rature moyen de la 
tension de elks/age 

Input offset current 
Courant de dkalage lJ l'entree 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES CONDITIONS DE 
MESURE 

VDI tarnb = +25oC 

101 tarnb = +25oc 

Is tarnb = + 250c 

z, tarnb = + 250c 

Icc1• Icc2 tarnb = + 250c Vs =± 15V 

Av Vs = ± 15 V tarnb = + 250c 

Vo =± 10V RL ;;, 10 kil 

I 

Vol 

DV01 

101 

SF.C 2308 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX 
UNITES 

2 7,5 

-0,2 1 

1,5 7 

10 40 

0,3 0,8 

25 300 

10 

6 30 

1,5 

mV 

nA 

nA 

Mil 

rnA 

V!mV 

mV 

µV/°C 

nA 
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SF.C 2308 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de remp4rsture moyen du 
courant dtl d6ca/ag8 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
A_mplification en t6nsion 

Output voltage swing 
Dynamlque de IOnie 

Input voltage range 
Tension d'entrlJe limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de rljection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

DIDI 

IB 

Av 

VOPP 

V1max 

CMR 

SVR 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONO/TIONS OE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE! 

2 10 pA/°C 

10 nA 

Vs = ± 15 V Vo = ± 10V 
,V/mV 15 

RL ;;,,10k!J 

Vs = ± 15 V RL = 10 k!J ±13 ±14 V 

Vs = ± 15V ±14 V 

80 100 dB 

80 96 dB 

NOTE l: These specifications apply for 0°C < tamb ,( + 70°C and ± 5 V <Vs,(± 15 V unless otherw)se specified. 
Specifications applicab/es pour C/JC ,e:;;;;tamb ,s;;;;; +700C et ±5 V =<;Vs~± 1~ V sauf specification contraire. 
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C: 

4 

3 

-

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

I 
Bias1 currlnt 

I 
I 
I 

Courant de polari~tion 

I I 
> I I 

::-t 
~ ~ 0 

' 
·- ~· 

Of1fset curren·t 

:::;,ii, a -:e 0,2s 

g_ ~ 0,20 

.:: 8 ,0,15 

0,10 

0 

r--- -~resiruel 

I I 
I I 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperature l°C) 
Temperature 

DRIFT ERROR 
DERIVE 

103 
~ 

00~ ~'.•,mb <700C 

102 
1111 

i, 

Maximum 
Maximale 

I 11 

101 
Typical ... 
Typique 

100 
100k 

I 11 
1M 10M 100M 

Input resistance IQ) 
Resistance d'entree 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

, 1 Av= 1, Ct = 30 pf 

100 t--+--_..,.'-"A't= 10?0, Ct= 0 pF 

Av= 1000, Ct = 30 pf 

' ' lo =±1 mA 

Vs =±15V 

10·2 ._ _ _..__.....___.....__1_•m_b_=_2•5-oc_-' 
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency IHz) 
Fr(Jquence 

> E ,% 
-:: 
i!l,,i 
e" 
0~ 
> ~ 

ii 
~ ~ 
o a 
'5 ,2 
C. ~ 
-= ~ 

103 

102 

101 

SF.C 2308 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE D'ENTREE 

tamb= 2soc 

~ 

Maximum 
Maximale 

Typical 
Typique 

100 
100k 

11 

1M 10M 100M 

103 

,o2 

101 

Input resistance IQ) 
Resistance d'entree 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L 'ENTREE 

= 
~-

10 

Rs 1M 

Ii 11111 

= Rs 100 k 

Rs 0 

1111111 

1111 
100 1k 10k 

Frequency !Hz) 
Fr/Jquence 

100k 

POWER SUPPLY REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION DES ALIMENTA T/ONS 

120 ~-~----~-----
Vs =±15V 

100 f-_..,,,+--+---+Av = 1 
tamb =25oc 

>t: 
§: ~ 0 
:, . en re -20 ._ _ _,_ __ _.._ _ _,_ __ _.._ _ __, 

100 1k 10k 100k 1M 
Frequency !Hz) 
Frequence 

10M 
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90 

tamb 1-CJOC .;::-',!_ 

- '- ------~ 
~mb=70oc 

tamb = 250c 

I 
C1=0 
f=lOOHz 

li 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 ,--,--r-nm,ir,---,-TTTTTIOT'""--rTTTrTm 

0 

15 

10 

0 

lk 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

OUTPUT SWING 

1M 

TENSION OE SORTIE DISPONIBLE 

Vs 
,"ii;~ 

ta~b='7CJOC+ 

0 

I I I 

ta!b J25dc_ -~ 
I I I 

t!mbl=OJC_ --

4 6 

Output current (±mA) 
Courant de sortie 

+15 V 

8 

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

100 

cii 80 135:,, -c 
-0 Q ::,--. ~· * -~ -~ 60 g ;. 
~~ 90 

"- -· Cl 0 40 ~ ~ "' . "-.!=. ii ~~ 20 
Gain 45 
Phase 
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0 

- 20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 

-· t·g -~ ~. 
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~:§ 
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"" > w -· c. e 
C. ~ 
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"' <.) 
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8 

6 
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-10 

400 

350 

300 

250 
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100 

50 

0 

-

,. 

I .... --Ir -Input 

\ Entree J 

' /Output 
Sortie -

) I I 
\ I 

l±1~v 
' Vs - C1 =30 pF 

tamb = 250c 

ow~ oo 0010012m~100 

Time (µs) 
Temps 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTAT/ON 

I 
tamb =OOC - 1amh 25°C ~--- tamb =700C 

__. -
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 



SF.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free0air 

FOLLOWER AMPLIFIERS 
AMPL/FICATEURS SUIVEURS 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites abso/ues) 

·Vs p V1 
Output short-circuit 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
Bottitu Gamme de tempdrature Tempdrature de 1tockage {V) (mW) {V) Dul'H de court-;;ircuit 

ambiantfl de fonctionnsment 

SF.C 2110 M T0-99 -55°C, +125°C -65°C, 

SF.C 2210 T0-99' -25°C, + 85°c -65°C, 

SF.C 2310 T0-99 0°C, + 10°c -65°C, 

SF.C 2310 DC ce'.00 0°C, + 10°c -55°C, 

General description, 

The SF.C 2110 M is a monolithic operational ampli
fier internally connected as a unity - gain non - inver
ting amplifier. It uses super gain transistors in the 
input stage to get low bias current without sacrificing 
speed. Directly interchangeable with SF.C 2101 A, 
SF.C 2741 M·and SF.C 2709 Min voltage follower 
applications, this device has internal frequency com
pensation and provision for offset balancing. 

The SF .C 2210 display similar characteristics except 
for specified operating temperature range for which 
they are guaranteed. 

SF.C 2110 M 
SF.C 2210 
SF.C 2310 

NOTE 1: 

-55~C. + 125°C 
-25°C, + 85°C 

OOC, + 700C 

Continuous short circuit is allowed for case tempera
ture to + 125°C and ambient temperature to + 700C. 

It is necessary to insert a resistor greater than 2 kO in 
series with the input when the amplifier is driven from 
low impedance sources to prevent damage when the 
output is shorted. 

THOMSON - CSF 

OJll~ION 5~MICONDUCT£UllS ~· 

fin ,artle 

(note 1 page 4/12) 

+150°C ±18 500 ±15 I Indefinite for 
lllimitee pour 

+150°C ±18 500 ±15 tamb = 700c 

+150°C ±18 500 ±15 
lndefin:te for 

+125°C ±18 500 ±15 lllimitee pour 

tamb = 550c 

Description generale 

Le SF. C 21 io M est un amplificateur operationr,ef monolithi
qU6 connec~ interieurement 8 un amplificateur de ,iain unite. 
II utilise, dans son Stage d'entree, des transistors /J tn}s fort 
gain pour obtenir un tlls faible courant de polarisation sans 
sacrifier la vitesse. Directement interchangeable aVIJc SF.C 
2101 A, SF.C 2741 M et SF.C 2709 M dans /es applications 

d'amplificateur suiveur, ce dispositif est muni d'une compen
sation en freQuence interne et permet une compensation ais6ti 
de la tension residue/le d'entree. 

i.e SF.C 2210 prfJsente /es mimes caracteristiques exception 
faite de la gamme de temp/Jrature B /'int6rieur de /aquelle /es 
caracteristiques sont garanties. 

SF.C2110M 
SF.C2210 
SF.C2310 

NOTE 1: 

-55°C, + 125°C 
-25°C, + 85°c 

()OC, + l()OC 

Court-circuit permanent autorile pour des temperatures de 
boitier jusqu'B + 125°c et ambiante jusqu'il + 7{)0C 

II est ntJcessaire d'ins{Jrer une resistance suf)erieure .t 2 kn en 
stJrie avec /'entrde lorsque le circuit est commande par une 
source a basse impedance pour 11/iminer le risque de destruc
tion qua_nd la sortie est court-circuit#Je. 
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SF.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-116(CB-2) Top view IT0-99 (CB-11) 
DUAL IN LINE Vue de dessus METAL CAN 
PACKAGE O tp 1 BoTtier metal 

Top view CB-98 (CB-9B) 
Vue de dessus DUAL IN LINE 

PACKAGE 
Bo1tier enfichab/e 

Top view 
Vue de dessus 

Bo1tier enfichable s:rti~ 

Balance l Booster 
Equi/ibrage7 ).Ballast 

,.J~~-· Equilibrage Entrde 

Balance Equilibragee 
i a 7 v+ 

No connection _ Output 
Non connectB 2 6 Sortie 

3 -' Booster 
Input ' Ballast 
EntrH v-

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est rs/iee au boitier 

Output 
Sortie 

Balance l Booster 
Equi/ibrage Ballast 

u 
, NC , v-

Balance Input 
Equilibrage EntrH 

Schematic 
Schtkna electrique 

Principal features 
Donnees principales 
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Baiance 
A Equilibrage H 

---l---+--1--------+----.--oGV+ 
Rt R4 

500 n soon 

A C D E F G H 

T0-99 1 3 4 5 6 7 8 

T0-116 3 5 6 9 10 11 12 

CB-98 1 3 4 5 6 7 8 

- Input offset voltage 
6 mV maximum (military range) 
, 0. mV maximum (industrial range) 

- Input bias current 
10 nA maximum (military and 

industrial ranges) 

- Power supply voltage range 
±5 V to ±18 V (all types) 

- Slew rate: 30 V/µ,; 
- Small signals bandwidth : 20 MHz 

- Tension de dBCalage a l'entree 
6 m V maximum (Berie militaire) 
10. mV maximum (sdrie industrie/le) 

- Courant de polarisation moYtJn 
10 nA maximum (ffries militaire et 

industrie11e) 

- Gamme <!II tensiCJ!IS cr,umen~tion 
±5 VI± 18 V (tous types) 

• - Pente maxima/8 du signal de sortie 30 V/µs 

- Ba_nde passante petits signaux : 20 MHz 



AUXILIARY CIRCUITS 
CIRCUITS AUX/LIA/RES 

Input 
Entree 

OFFSET BALANCING CIRCUIT 
CIRCUIT D'EQU/LIBRAGE 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYP/OUES 

TUNABLE NOTCH FILTER 
REJECTEUR OE FREQUENCE ACCORDABLE 

R3 
100kn 

Input 
Entrefl 

v-o-_.-C:::H1-..J 
R1>1oon 

SF.C 2110 M, SF.C 2210, SF.C 2310 

* May be added to reduce 
internal dissipation 
Peut ltre ajoutee pour ,,duire 
la dissipation interne 

INCREASING NEGATIVE SWING UNDER LOAD 
AUGMENTATION DE L'EXCURSION NEGATIVE SOUS CHAR.GE 

R1 =R2=R3 
R4= RS= R1/2 

HIGH INPUT IMPEDANCE AC AMPLIFIER 
AMPLIF/CA TEUR AL TERNA TIF A IMPEDANCE 
D'ENTREE ELEVEE 

R1 0,1% f =----
r---C:J----=0-, 2ff R4 IJ'ciC2 

50 Hz 
100 kn 
0,1 % 

R2 
100 kn 
0,1 % 

C1 
500 pF 

A s, >--+-----<oV 0 C1 
0,01 µF 

Input ....__i t--1-----i,Jv 
Entree ~ 

R1 
100 kn 

R2 
100 kn 

C 

C2 
2 µF 

n>--.--oOutput 
Sortie 

C2 
6µF A SF.C 2107 M g~ SF.C 2207 g~ SF.C 2307 

Band C SF.C 2110 M g~ SF.C 2210 gi SF.C 2310 
et 

BUFFER FOR ANALOG SWITCH 
CIRCUIT INTERMEDIAIRE POUR COMMUTATEUR ANALOG/QUE 

r 
Analog inputs 
Entrees ana/ogiques 

Digital drive 
Commandes digita/es 

R1 
47 kn 

C1 
0,01 µF 

S">----<l>---0 Analog output 
Sortie ana/ogique 

~ SF.C 2210 

g~ SF.C 2310 
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SF.C 2110 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmp«Jance d'entree 

Input capacitance 
Capacite d'entr/Je 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
lmp«lance de sortie 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

(note 2) 

Input offset voitage 
Tension de d4calage B l'entrle 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
rension de dies/age 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de njection dO aux alimentations 

NOTE 1: 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

Is 

Z1 

Cl 

Av 

Zo 

1cc1•1cc2 

Is 

Av 

VOPP 

VDI 

DV01 

SVR 

(Note 11 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

tamb = +25°C 1,5 4 

tamb = +25oC 1 3 

tamb = + 250c 1010 1012 

1,5 

Vs = ± 15 V tamb = + 250c 

Vo = ± 10V RL = 8kn 
0,999 0,9997 

tamb = +25°C 0,75 2,5 

tamb = +25oC 3,9 5,5 

tamb = + 125°C 2 4 

10 

vs = ± 15 V Vo = ± 10V 

RL = 101<n 
0,999 

Vs = ± 15 V 

RL =10kn 
± 10 

6 

-55°C,;;; tamb,;;; +85°C 6 

tamb = +125°C 12 

±5v,;;;vs,;;;±18V 70 80 

These specifications apply for -55°C,;;; tamb < + 125°C, ±5 V <Vs< ±18 V unless otherwise specified. 
Specifications applicables pour-5SoC <,tamb ~ + 125°c, ±5 V ¾ v5 ~± 18 V sauf specification contraire. 

NOTE 2: 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

n 

pF 

VIV 

n 

mA 

mA 

nA 

V/V 

V 

mV 

µV/°C 

µV/°C 

dB 

Increased· output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and v
terminals (See curves) 
La tension de sortie disponible sur la charge peut ltre augmentee en connectant une resistance entre /es broches V- et 5 (voir courbes) 
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<{ 
C: 

if 
~J 
::,1' "~ ;~ 
C. ~ .=a 

> -;;·! 
C: --~: 
'5c 
c.-2 ;~ 
0~ 

,02 

,.o' 

,oo 

,o·• 

INPUT CURRENT 
C01JRANT D'ENTREE 

vs +1sv: 

~ 

........... 

-55 -35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (DC)· 
Temperature 

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 
0 

\ 
Vs =±15V 1 
tamb =25oc 

2 3 

Time (µs)· 
Temps 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

\ 

4 

0,99999 I I I 
Rs=10kn 
f =200 Hz-

I 

I 

Vs + 15 V 

vJ-J5J --!"... 

,. 

0,999 
-55-35 -15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature (DC) 
Temperature 

SF.C2110M 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 

103 

v8 +1sv:-
tamb =25oc -

,02 

Rs=1 Mn 
~ .... --+-... 
~ ;.:::::R~ 100kn 

- . 
I 

Rs=10kn 

101 - -
10 10b 1k 10k 100k 1M 10M 

> 0,9999 

> -c -~ -~ 
~ j'0,999 

g, i 
~-5: 
> ~ 0,99 

iii 

10 

5 

0 

"C -5 
-c 
·i ·i -10 :l!! -15 

I~ -20 

~~ -25 

-36 
-35 

-40 

-

Frequency (Hz) 
FrfJquence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSiON 

1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fr,Jquence 

VOLTAGE GAi N 
GAIN EN TENSION 

F 

~ ' Rs-3 kn-1 

Rs=10knJ.,: 

Shase I Ill/ I 
-Rs=3 kn• 1,,,,,.,J>ltffli I 

Vs 'e:,!f'isv \Rs=30kn 

1amb =~7~~ 111111 
100k 1M 10M 

Frequency ( Hz) 
Fr,Jquence 

I 

~ 

1M 

270 

225 ::o "'CJ 
~ ::r 

180 [; 

135 i-~ 
90 :~ 

45 1 1:2. 
0 

100M 
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SF.C 2110 M 
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c:t'. 
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-~~ 
~g 
5.rs 
~ :~ 
Oo: 
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102 

10' 

100 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

= Vs 

--

=tamb 

+15 V 

"" .... 
:mnb ~ +i1125oc~ 

+25°C_ 

,, 

t111111111 
10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fre(fuence 

1M 

POSITIVE OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPDNIBLE 

15 .... -tamy= +125°C Vs=±15V 

---
10 

0 
0 

. ~-
I 

I 3 - f -
C"_ C" ~ 
11_ II ~ 

I + I 
I 

,_,- "'~ 
'11- '11~ 

I (") (") 

I I 
I I 

10 20 30 40 

Load current (mA) 
Courant de charge 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

14 

12 

10 

8 

-"\ 

4 

0 
100k 

, 
\ 

Vs =±15V 
tamb =25oc 
Distortion < 5 % 
Distorsion 

l 

' ..... 
1M 

Frequency (Hz) 
Frl!quence 

10M 

SYMMETRICAL OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE SYMETRIQUE 

101 

Vo = ± 10 V -+--<-+--+-+---< 

6 1-v..;s:...=--.±_15+-V-+-1-+-1-+---1 

4 

,aO 
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Templrature 

SUPPLY R6JECTION 
REJECTION DES ALIMENTA TIONS 

90 

>t: 10 v5 =±1sv--+----+~l<-'I 

°g: ~ o tamb = 25°C 
::, ~ 

v, ct -10 -------------

~a E .,, 
-l!l -· C: ~ 

t! 
::, -~ 
"" >~ -< 
c. e 
C. ~ ~a 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

100 1k 10k 100k 
Frequency (Hz) 
FreQuence 

1M 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTATION 

~ 
....... 
~~ 

10M 

v5 =±5V..._ f:::: ~ Vs=±15V 

'-::: ~ ~ .... 

-55,--35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 



SF.C 2210 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de <Mes/age a l'entrH 

Input bias current 
Counmt de polari•tion mayer, 

Input resistance 
lmpldance d'entne 

Input capacitance 
CapacitB d'entr(Je 

Large signal voltage gain 
Amplification en teMion 

Output resistance 
lmpldance de-,;. 

Supply current 
Cf!unmt foumi par In allmtlnt11tio111 

Input bias current 
Courant de polari•tion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplifkatlon •n trm,/on 

Output voltage swing (note 2) 
Dynamique de ,onie 

Input offset voltage 
T&111lon de dlca,ag. • l'entne 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de t11mi,4n,tute moyen de la 
reno/on de dlca,ag. 

Supply voltage rejection ratio 
Twx de rfi«tion dO IIUJt alimentation, 

NOTE 1: 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

'B 

z, 

c, 

Av 

Zo 

1cc1•1ce2 

'B 

Av 

Vopp 

Vol 

DV01 

SVR 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

tamb= +25°C 1,5 4 

tamb = + 250c 1 3 

tamb = +25oc 1010 ,o12 

1,5 

Vs =± 15V tamb = + 250c 
0,9991 

Vo =± 10V RL = 8 kQ 
0,999 

tamb = +25oc 0,75 2,5 

tamb = +25oc 3,9 5,5 

10 

VS =± 15V Vo =± 10V 

RL =10k!1 
0,999 

Vs =± 15V 

RL = 10 k!1 
±10 

6 

6 

±sv,;;;vs,;;;±10v 70 80 

These specifications apply for -25°C,;;; tamh,;;; + 85°C , ±5 V,;;; Vs,;;; ±18 V unless otherwise specified. 
Spe<:ifications applicables pour -250C·<. tamb <; +85"C, ±5 V ~Vs~± 18 V sauf spkif1cation contraire. 

NOTE 2: 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

n 

pF 

VIV 

n 

mA 

.nA 

VIV 

V 

mV 

µV/°C 

dB 

Increased output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and v
terminals (See curves) 
La tension de sortie disponible sur la charge peut ltre augmentee en connectant une rlsistance entra /es broches Vet 5 (voir courbes) 
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SF.C 2210 

~ 
C 

if 
"' . t ,OJ 
::,1:, 
'-' ~ 
:i ~ 
C. ~ 

-= 8 

102 

101 

100 

10-' 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

Vs + 15 v= 

... 
....... .... 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 

15 

10 

I 

1 

-10 

-15 

\ 

\ 
Vs =±15 V ' 
tamb= 250c 

2 3 

Time (µs) 
Temps 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

~ 

0,99999 I 

> > -. 
C 0 ·~t 0,9999 

"'~ cos "' . == • 
0 ·-
> <3 

Rs=10k!l 
f =200 Hz-

I 

Vs +1sV= ~ ~ 

v!J5J 

0,999 
-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 
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Temperature (°C) 
Temperature 

103 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION OE BRUIT A LA SORTIE 

'----+---+---'--Vs =±15V 
'----+---"-----'-- tamb = 250c 

100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

0,9 
100 1k 10k 100k 1M 

;;; 

10 

5 

0 

-0 -5 -. 
-~ ·~ -10 
"'. a, .... -15 "'. "'. .:!:: c:: -20 

~ ~ -25 

-30 

-35 

-40 

~ 

Vs 

Frequency (Hz) 
Frequence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

I/ 

' 
Rs=3k!l> 

Rs=10 knJ.... 

Phase _ .11 ~Ill/ 1 

-t,s,~/kn-j)j,Hffl 
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102 
Vs 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

+15 V 
tamb 25°C 

.. 

10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

POSITIVE OUTPUT SWING 

1M 

TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPONIBLE 
15 

<----1---1---+-+---+Vs = ± 15 V 

...... 
10 1--+-+---+-+--+l--+---t--i 

5 l--+-+--+-+--+l--+---t-----1 

0 
0 10 20 30 

Load current (mA) 
Courant de charge 

40 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

14 

12 

10 

--h 

6 

0 
100k 

1 

I\ 
' 

Vs =± 15V 
tamb =25oc 
Distortion< 5 % 
Distorsion 

~ 

.......... r--. ... 
1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

10M 

SF.C 2210 

SYMMETRICAL OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE D/SPONIBLE SYMETRIOUE 

101 

8 Vo=±10V 
VS = ± 15 V --"--'---'---+--I-_, 

6 L-~----+-1---1--------1-+----I 

100 
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

90 

Temperature (°C) 
Tempc!Jrature 

SUPPLY REJECTION 
REJECTION DES ALIMENTATIONS 

>t:'. 10 Vs =±15V 
0. 8_ 0 tamb = 250c g- g. 
u, 0: -10 L---'---'---'---'--..J 

i.g 
-s 
~ 0 
C: ~ 

t] 
::, -· u" >~ -~ 
C. ~ 
C., 
::, C 

(/)(.J 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

100 1 k 10k 100k 
Frequency (Hz) 
FreQuence 

1M 

SUPPLY CURRENT 
COURANT O'ALIMENTA TION 

:~ 
"-

10M 

Vs=±5V....._ 1:::::: ~ Vs=±15V 

N: 

~ 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 
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SF.C 2310 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage IJ l'entree 

Input bias current 
Courant de polari1111tion moyen 

Input resistance 
lmp«Jance d'entf'ff 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
lmpl,dance de sortie 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentation, 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie (note 2) 

Input offset voltage 
Tension de dkalsge IJ l'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tem/Mrature moyen de la 
tension de dkalage 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r(Jjection dO aux a/imentations 

NOTE 1: 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

Is 

Z1 

cl 

Av 

Zo 

Icc1• Icc2 

Is 

Av 

Vopp 

Vol 

DV01 

SVR 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

tamb = +25°C 2,5 7,5 

tamb = + 250c 2 7 

tamb = + 250c 1010 1012 

1,5 

Vs = ± 15 V lamb= + 250c 

Vo =± 10V RL = 8 k!J 
0,999 0,9999 

tamb = +25°C 0,75 2,5 

tamb = +25oc 3,9 5,5 

10 

vs =± 15V Vo = ± 10V 

RL = 10 k!J 
0,999 

vs = ± 15 V 

RL = 10 k!J ±10 

10 

10 

±5V<Vs<±18V 70 80 

These specifications apply for 0°C < tamb < + 70°C, ±5 V < v5 < ±18 V unless otherwise specified. 
Specifications applicables pour OOC <_ tamb < + lOOC, ±5 V <VS < ± 18 V sauf spf!cification contraire. 

NOTE 2: 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

n 

pF 

VIV 

n 

mA 

nA 

VIV 

V 

mV 

µV/°C 

dB 

Increased output swing under load can be obtained by connecting an external resistor between the booster and v
terminals (See curves) 
La rlmsion de sortie disponible sur la charge peut erre augmentee en connectant une resistance entre !es broches v- et 5 (voir courbes) 
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102 

~ 
C: 

:: -~ 
C: l: 

10' 

"' < ::,o., 
::,"t> "~ 
5 ~ 
0., 

-= 8 100 

10-1 

INPUT CURRENT 
COURANT O'ENTREE 

Vs=±15V 

- -,.._ -~ 

0 10 20 30 40 50 60 70 80_ 

Temperature l°C) 
Temperature 

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 

15 

10 

> -;-~ 5 
C: ' "i: 0 5< a. .S! 
~ ~ ::, < 
0~ -5 

-10 

-15 

0,99999 

> > -. ·i -~ 0,9999 
"'~ 
1l,~ 
<O ~ 

~-!:: 
>~ 

0,999 

0 

/ 

5 

Vs =±15 V 

tamb = 250c 

2 3 

Time (µs) 
Temps 

I 

\ 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

I 

\ 

4 

Rs = 10kn 
f = 200 Hz 
tamb·=25oc 

---
10 -,5 

Temperature (°C) 
Temperature 

20 

SF.C 2310 

103 

102 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 

_Ys =±15V: 
tamb = 250c ~ 

t' :::-Rs~ 

~ fi.:=Rs 100kn 

,_ 
' 

Rs= 10 kn 

101 
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Fr/Jquence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

Vs =±15V 

Rs = 10 kn 

tamb= 250c 

0,9 
100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fr,Jquence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

1M 

10 ~~---~-------
5 f-+-t+tf!Hl-----1-+f-Hlllll+++f+Hff 

-30 

-35 

1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

100M 
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SF.C 2310 
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102 
~ 

eVs 

tamb 

101 

,oo 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

+15v 
25DC 

~ 

10k 100k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

POSITIVE OUTPUT SWING 

1M 

·TENSION DE SORTIE POSITIVE DISPONIBLE 
15 

10 

5 

0 

- Vs=±15V-

-~- ·, 
t;mb= +2SoC I 

tamb=OOC --- I 
tamb = + 100c --. 

~ 

I 

I 

I, 

0 10 20 30 

Load current (mA) 
Courant 'de charge 

---

40 

LARG&SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPDNSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

14 

12 
-"\ 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
100k 

, Vs =±15V 

tamb =25oc 
Distortion < 5 % 
Distorsion 

" ~ ... 1M 

Frequency (Hz) 
Frtiquence 

10M 

SYMMETRICAL OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE SYMETRIOUE 

101 
8 

Vo=±lOV 
Vs = ± 15 V -!-+---lf-----4-~ 

a 6 

~ill, 
8} 
C: u 
~~ 
-~ i 
"C ~ 
(ti-!:! 
0 .;i 
..JO: 

:i a 
E ·;:. 
-s 
~ < 
C: ~ 

~! 
::J .• u" ,,.~ 
-< 
C. ~ 
C. ~ 
::J 0 c:no 

4 

2 

0 10 30 40 50 60 70 80 

Temperature (DC) 
TempMature 

SUPPLY REJECTION 
REJECTION DES ALIMENT A T/ONS 

90 r--""T"--r--""T"--r--, 

Vs = ± 15 v--+----+--"r-'I 
0 tamb =25oc 

-10 ---~----~-----

6 

5 

4 

3 

2 

0 

100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

1M 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTAT/ON 

::::,.._ 

10M 

Vs=~~ f::::::: ~ Vs=±15V - --

0 10 20 30 40 50 60 70 

Temperature (DC) 
Temperature 



SF.C 2118 ,SF.C 2218 ,SF.C 2318 
T□B0118 TDC0118 TDE0118 , , 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TEURS OPERA TIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See s absolute maximum ratings) 
(Voir S Jimites absolues) 

Operating free-air Output short-circuit 
Vs p 110 V1 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
Battier Gamme de temperature T_emperature de stock age (VI mW mA (VI Duree de court-circuit 

ambiante de fonctionnement 111 (2) en sortie 

Note3 

SF.C2118M TO-99 -55°C, + 125°c -65°C, + 150°c ±20 500 ±10 ±15 

SF.C 2218 TO-99 -25°C, + 85°c -65°C, + 150°c ±20 500 ±10 ±15 

SF.C 2318 TO-99 0°C, + 10°c -65°C, + 150°c ±20 500 ±10 ±15 

SF.C 2318 DC CB-98 0°C, + 10°c -65°C, +150°C ±20 500 ±10 ±15 Indefinite 
11/imi~e 

TDB0118·CM TO-99 -55°C, + 125°c -65°C, + 150°c ±18 500 ±10 ±15 

TDC0118-CM TO-99 0°C, + 10°c -65°C, +150°C ±18 500 ·±10 ±15 

TDE0118-CM TO-99 -25°C, + 85°c -65°C, + 150°c ±18 500 ±10 ±15 

Note 1 : The inputs are shunted with shunt diodes for overvoltage protecti?n. Therefore, exce~siv_e _curre~t will fl_ow if a 
differential input voltage in excess of 1 V is applied between the inputs unless some llm1tmg resistance 1s used. 
Les entrl!es sont shuntf!es par des diodes de protection contre /es surtensions. Par suite un courant exagere peut prendre 
naissance si la tension differentielle entre /es entrees depasse 1 V et si des resistances de limitation niont pas ete prevues. 

Note 2 : For supply voltage less than ±15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour Jes tensions d'alimentation inftirieures a ±15 V, la tension d'entree limite absolue est ega/e 8 fa tension d'alimentation. 

Note 3 : T- max= 150oc for all categories. 
J pour toutes categcmes 

General description 

The SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318 and 
TDx0118 are precision high speed operational ampli• 
fiers designed for applications requiring wide band
width and high slew rate. They feature internal 
frequency compensation and a factor of ten increase 
in speed over general purpose devices. 

Although, no external frequency compensation com
ponents are needed for operation, feedforward com
pensation may be used,to further increase the speed. 
For inverting applications, feedforward compensation 
will boost the slew rate to over 150 V /µs and almost 
double the bandwidth. However, for non-inverting or 
differential application feedforward cannot be used. 

The high speed and fast settling time of these op 
amps make them useful in A/D converters, oscillators, 
active filters, sample and hold circuits, or general 
purpose amplifiers. 

Description ¢nera/e 

LBS circuits SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318et TDx0T-18 
sont des amp/ificateurs of)erationnels de precision rapides. 
/Is sont particu/it}rement destines aux applications necessi· 
tan tune large bande passante et une grande vitesse de montee. 
//s posst}dent une compensation de ffequence interne et pfe
sentent une rapidite dix fois plus grande que /es dispositifs 
d'usage general habitue/s. 

Ouoiqu.'aucune compensation de frequence exterieure ne soit 
necessaire, la rapidite peut encore §tre accrue en utilisant une 
compensation avec avance de phase. Dans Jes montages inver
seurs cel/e-ci portera la vitesse de _montee a plus de 150 V /µs 
et doublera la /argeur de la bande passante. Pour /es montages 
non-inverseurs ou diff/Jrentiels cette compensation de fre
quence avec avance de phase ne peut ltre utili5ee. 

La grande rapidit/J de ces circuits et Jeur .temps diac(fuisition 
tf(}s bref, /es rendements particu/iBrement adaptes aux conver
tisseurs Ana/ogique-Digital, oscillateurs, filtres actifs, circuits 
"sample an hold" et amplificateurs d'usage g{mt}_ral: 
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SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318, TDx0118 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Top view CB-98 TO-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Bo1tier metal 

Vue de dessus DUAL IN LINE PACKAGE 
Boitier enfichable 

Top view 
Vue de dessus 

2123 

154 

Compensation 2 

v-
Pin 4 connected to case 
La broche 4 est re/itJe au boitier 

Schematic 
Schema electrique 

A H 

A B C D E 

T0-99 2 3 4 5 

CB-98 2 3 4 5 

F 

6 

6 

Compensation 1 

G H 

7 8 

7 8 

Output 
Sortie 

Compensation 3 

Principal features 
Donnees principales 

- Input offset voltage 
4 mV max. (military range) 

10 mV max. (industrial range) 

- Input bias current 
250 nA max. (military range) 

. 500 nA max. (industrial range) 

- Input offset current 
50 nA max. (military range) 

200 nA max. (industrial range) 

Guaranteed over the operating 
temperature range. 

- Slew rate as inverting amplifier 
50 V/µs 

- Tension de decalage a /'entree 
4 m V max. (s(Jrie militaire) 

10 mV max. (sfJrie industrielle) 

- Courant de polarisation moyen 
250 nA max. (s/Jrie militaire) 
500 nA 'max. (s/Jrie industrielle) 

- Courant de dtJcalage a rentree 
50 nA max. (sBrie militaire) 

200 nA max. (drie industrie/le) 

Garantis dans la gamme de 
tem"'rature de fonctionne"flent. 

- Pente maximale du signal de sortie 
en amp/ificateur inverseur 50 V/µs. 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

FEEDFORWARD COMPENSATION FOR 
GREATER INVERTING SLEW RATE t 
COMPENSA T/ON A VEC A VANCE DE PHASE 

5kn 

5kn 

SF.C 2118 M,SF.C 2218,SF.C 2318, TDx0118 

OFFSET BALANCING 
EOU/LIBRAGE OE LA TENSION 
DE OECALAGE 

COMPENSATION FOR MINIUM SETTLING 
TIME t 
REDUCTION DU TEMPS O'ACOU/SITION 

5pF 

5 kn 

Slew rate typically 150 V /µs 
!litesse de montee typique 150 V/µs 

tSlew and settling time to 0, 1 % for 
a 10 V step change is 800 ns 
Montee et acquisition a O, 1 % pour un 
echelon de 10 V en 800 ns 

Input 
Entree 

R1 

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS 
COMPENSATION DANS LE CAS DE CHARGES 
TRES CAPACITIVES 

R2 

_____ , ... o~pF ___ _,~_,co=o=n}--+---~i::;~t 

·ovERCOMPENSATION 
SURCOMPENSA TION 

10pF 5k!l 

I 
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SF.C 2118 M, SF.C 2218, SF.C 2318, TDx0118 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TYPIOUES 

FAST SAMPLE AND HOLD 
ECHANT/LLONNEUR/MEMOIRE RAP/DE 

2N 4391 and 1N 914 can be changed 
by SF .T 7004 analogic gate 
Les 2N 4391 et 1N 914 peuvent ltre remp/aces 
par la porte ana/ogique SF. T 7004 

Input 
Entree 

._ ___ 2,cN.:,43,.::9"-1 _____ ._---<+ 

1N 914 

Sample 
Echanti!lonnage 

D/A CONVERTER 
CONVERTISSEUR NIA 

1 nF 

* Optional· reduces settling time 
Facultatif - reduit le temps d'acquisition 
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10 kn 

5 kn 

10 kn 

10pF 

5kn 

5 kn 

10 kn 

Output 
Sortie 

5 kn, 

FAST SUMMING AMPLIFIER WITH LOW INPUT 
CURRENT 
SOMMATEUR RAP/DE AVEC FA/BLE COURANT 
D'ENTREE 

2,2 nF 

150 kn 100 kn 

5 kn 

1 nF 

5 pF 

R 

..,_ __ _. ___ Output 

Sortie 

5kn 

V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CAR_ACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d(Jcalage B rentree 

Input offset current 
Courant de dkalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Tsux de Tejection dO aux a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de Tejection en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entree (dif'Mrentielle) 

Slew rate 
Pente msximale du signal de sortie (Note 2) 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vo1 Tamb=+ 250c 

101 Tamb= +25oC 

Is Tamb= +25oc 

Av Vs = ± 15V RL >2kQ 

Vo = ± 10V Tamb = +25oC 

SVR 

Icc1• Icc2 Tamb=+ 250c 

CMR 

z, Tamb= +25oc 

8vo 
Vs = ± 15V Tamb =+ 250c 

Av = 1 

SF.C2118M 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP.IMAX. 

2 4 

6 50 

120 250 

50 200 

70 80 

5 8 

80 100 

1 3 

50 70 

UNITS 
UNITE! 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

Mn 

V/µs 
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SF.C 2118 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Oynamique de ,artie 

Small signal bandwidth 
Sande passante faible signal 

.1 nput offset voltage 
Ten1ion de dkalag11 B rentrle 

Input offset current 
Courant de cMcalage B l'entnJe 

Input bias current 
cou,.nt de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
A"'Plification en tension 

Supply current 
Courant fourni par lei a/imentatiom 

Input voltage range 
Tension d•,mtrf,e limite 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOPP 

Fo 

Vol 

101 

le 

Av 

1cc1•1ce2 

v,max 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS CONOITIONS OE UNITE~ MESURE MIN. TYP. MAX. 

Vs =:t15V RL = 2 kn ±12 ±13- V 

Vs =± 15V Tamb= +25oc 15 MHz 

6 mV 

100 nA 

500 

Vs =± 15V RL ;;,2 kn 
25 V/mV 

Vo =± 10V 

T arnb= + 125°C 4,5 7 mA 

Vs =± 15V ±11,5 V 

NOTE 1 :These specifications apply for -55°C.;; Tamb.;; 125°C, ±5 V.;; Vs.;; ±20 V unless otherwise specified 
specifications applicables pour-55°C < T amb~ 1250C, ±5 V <·V-s <±20 vsauf indications contra/res 

NOTE 2: May be improved up to 150 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a rentnfe 

Input offset current 
Courant de decalage a rentree 

Input bias current 
Courant de poleriation moyen 

-

Large signal voltage gain 
Amplification en temion 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rlj11Ction dO aux alimentation, 

Supply current 
Courent foumi par lfls alitn11ntatio'l,s 

Common mode rejection ratio 
Tau" de ,.jsction en mode commun 

Input resistance 
lmp/Jdance d'entf'H (difMrentielle} 

Slew rate 
l'w,te m.ximale du signal de sortie (Note 2) 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES CONDITIONS OE 
MESURE 

Vol Tamb = + 250c 

Im T amb= +25oc 

la T amb = +25oc 

Av Vs = ± 15V RL >2kQ 

Vo =± 10V Tamb=+25oc 

SVR 

Icc1• Icc2 Vs=±18V 

CMR Rs "- 50 kQ 

Z1 T amb = +25oC 

Svo 
Vs =± 15V T amb =+ 250c 

Av =1 

TDC0118 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP . MAX. UNITE! 

2 

6 

120 

50 200 

70 80 

5 

80 100 

3 

50 70 

6 

50 

300 

8 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

MQ 

V/µs 
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TDC0118 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de ,ortie 

Small signal bandwidth 
Sande passante faible signal 

Input offset voltage 
Tension de dkalsge B renttee 

Input offset current 
Courant de <Mcalage B l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vpp 

FD 

VDI 

IDI 

15 

Av 

1cc1• 1cc2 

Vlmax 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
CONO/T/ONS DE 

MESURE 

Vs = ± 15 V RL = 2 kS"l 

Vs = ± 15 V Tamb= +25oC 

Vs = ± 15 V RL ;;,, 2 kS"l 

Vo =± 10V 

T amb = + 125°C 

Vs = ± 15 V 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

±12 ±13 V 

15 MHz 

7,5 mV 

100 nA 

600 nA 

25 V/mV 

4,5 7 mA 

±11,5 V 

NOTE 1 :These specifications apply for-55°C "';;Tamb< 125°C, ±5 V <Vs< ±18 V unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -55°C ~ Tamb <,_ 125°C, ±5 V ~ Vs <:.±18 V sauf indications contraires 

NOTE 2: May be improved up to 150 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
Peutltre portee a 150 Vl,µs en amplificateur inverseur (voir schemas d'application) 
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EC 
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E ~ 
0~ 
(.) 0: 

200 

150 

100 

50 

0 

8 

6 

4 

2 

0 

F=;;;:: 

7 

--

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

Biu current -~urant de polarisatf~n 
,__ 

VS =±15V 

•7 

Offset current 
Courant rflsiduet 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

POWER SUPPLY REJECTION 
REJECTION DES ALIMENTATIONS 

100 ~-~----~----~ 

-2()1 ~----~----~--

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

COMMON MODE REJECTION 
REJECTION EN MODE COMMUN 

RS =2 kn 

T = 25°C amb --" 'I\ 
"' ~ ... 

100 1 k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz} 
Frf!quence 

SF.C 2118 M, TDC0118 

115 

m 110 

:E'. 
C 

.S-~ 
~ i 105 ., ~ 
C> C 
<O. 

~-~ 
><!I 100 

95 
5 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

10 15 18 

Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT D'ENTREE 

20 

3000 r-i"'nTfflr-T'Trm,.....-c--.,--,-,..,...,.,, 
H-+ttlffil-t-+Httlff--iT amb = 25°C 

1000 

300 

100 

-~ ,'!:: 30 
o 2 z., 

10 

10 

VS =±15V 

100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'AL/MENTATION 

100k 

10 15 18 20 
Supply voltage IV) 
Tension d'alimentation 
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SF.C 2118 M, TDC0118 

CLOSED LOOP OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE 
FERMEE 

103 ~-~--~-~-----, 

g 
a> 101 ... =--+---t--"-t---t----1 g.E 
t: 100 t---+-~....,,---+---t--L.f 
.5 ~ 
li 10·1 

; "' 
0 .§ 10·2 >---+--+--"+---+----< 

100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Fn!quence 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

600 
-.lamb,l,25Jc_ 

400 

I 

\ 
\ 

"'--

\ 
\ 
\ 

-600 
1 

-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Differential input (V) 
Entree difffJrentie/le 

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE 
VITESSE DE REPDNSE DE L'AMPLIFICATEUR 
SUIVEUR 
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130 

120 

70 

60 

~ositi~e sl~w 
I 

- -Front montant - -..... 
~ 

Neg_ative slew 
Front descendant 

V = -15V 
:-,. r-,... s i--... 

As=Af=10kn 
C1 = 5 pF 

I I I I 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature (°C) 
Temperature 

14 
~ 

.!! 
12 

,!1 
C 10 0 

;;;!!-
+I'> 8 i•E ·!: 6 

[.§ 4 
~ ~ 

c5 ! 2 

0 

0 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION EN COURANT 

vs =±15V 

~ 

f;' 
Ill-
II 
.D-
E ,_m 

I 
5 10 15 20 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

u 
0 

Ill-
II 
~-

I-m 

25 

UNITY GAIN 8ANOWIDTH 
BAN DE PASSANTE (GAIN: 1 I 

N 22 t--+--+-+--+-+--+--+-+---< 
::c 
~ 20 ~,,._a,..d-1--,± 
-5 1 18 .... .±---'!' .... 1.:"i;...1!,i.,:!'-

1? 16 r-+-t=-1.::-+__::""'.p~~d--1 
] ~ 14 r-+-t-+--+~""".:1--t=-i..:"t 
-~ m 
~ Cl. 12 >--+--+-+--+-+--+--+-+---< 
:!::~ 

5 ! 10 l--+---l-+--+-t--+---l-+---1 

~ 
~-!! 
"' -!:: s. 
g~ 
1.§ 
~ ~ 
:, C 

0~ 

8 ,._...__. _ _.__-1._J.......1..-1_ ....... 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature (°C) 

15 

Temperature 

INVERTER SETTLING TIME 
TEMPS D'ACOUISITION 

Tamb =25oc 
1on!v 

10 

J 
5 

0 

-5 

1001 

/ 
~q, 

vs =± 15 '$:/;; ' 
RS =5 kn 

-10 Rf =5 kn 

C1 =10pF 

C5,C7 = 0, 1 µF -15 
0,03 

1?T'f 

0,1 0,3 

Time (µs) 
Temps 

mv-

1mV-

' 
3 



LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

-2: 
Q . _o 

tJ 
C)·! 
·= ~ 
~ {: 

i.~ ~. 
:, . 
0~ 

14 v11 I I I ... =±15V 
12 s -

\ Tamb=25oc 

10 

' 8 

6 
\ 
' 

4 \ 

~ 
2 

0 ~ 

0,5M 1M 2M SM 10M 20M SOM 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BDUCLE 
DUVERTE 
120 

100 225 

ai 80 1801 
:,?. 

• .£ -~ 60 13511 
~~ 
"w 40 C'>. 

"'" ~.s 
> c3 20 

0 

90 

45 

0 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR SUIVEUR; REPONSE EN 
IMPULSION 
20 

16 

12 

8 

C'> 4 
C: 

'i 0 

f.§ -4 

0 ~ -8 
>i-_12 

-16 

-20 

I-

\ 
\ 

-- V 

-0,2 0,2 

r-, ... - Iii,--
Input - j i--Output 
Entree- -sortie 

I 

vs =±1sv-
T =25°C -

,mbl I l 

0,6 1 

Time (µs) 
Temps 

1,4 1,8 

. 0. 
C">., .!!! ,, 
~ 1: 
"'!! 
,:; " Q. 0: 

SF.C 2118 M, TDC0118 

14 

-2: 
12 

Q 

v1 I II 111 --- s =±15V 

Tamb=25°C . 10 _o 

tf 8 
\ 

-~ 
C'>~ 

·= 2 !~ 
~ C e--~ 
0~ 

ai 
:,?. 

C 

·= -~ 
"'C 
~l!l 
g> i 
~-S 
> c3 

?: 
g' 

'i 

6 

4 

2 

0 
I'-.... 

1M 3M 10M 30M 100M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE (1) 
OUVERTE 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

20 

16 

12 

4 

225 

180 

135 

90 

45 

0 

10 100 1K 10k 100k 1M 10M 100M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR INVERSEUR, (11 
REPONSE EN IMPULSION 

" - -1-- --- - \i--I-

Input - -Output 
Entree-- -sortie 

0. 
\ ~ 

~c: -4 
~-~ 

\ I 
\ >~ -8 

-12 -- , i, 

-16 

-20 

-0,1 0,1 

-- ... -
Vs =±15V 

T = 25°C 
amb 1 

0,3 0,5 
Time (µs) 
Temps 

0,7 0,9 

( 1) With feed forward compensation 
Compense avec avance de phase 

., 
~5! 

-0 ~ --c: 
• 0. 

C">., .!!! ,, 
~ 1: 
"'J!l 
,:; " Q. 0: 
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SF.C 2218 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'enrree 

Input offset current 
Courant de dkalage a f'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r(Jjsction dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par les alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input resistance 
/mp«Jance d'entree (diff/JrentieJ/e) 

Slew rate 
Pente maxima/e du signal de sortie {Note 2) 

12/23 
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(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBDLES MESURE 

Vol Tamb=+ 250c 

101 T = +25°C 
amb 

IB T = +25°C amb-

Av Vs = ± 15 V RL ;;a,2 krl 

Vo = ± 10 V Tamb = +25°C 

SVR 

Icc1• Icc2 Tamb=+ 250c 

CMR 

Z1 T = +25°C amb 

Svo 
Vs = ± 15 V Tamb=+ 250c 

Av = 1 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

2 4 mV 

6 50 nA 

120 250 nA 

50 200 V/mV 

70 80 dB 

I 

5 8 mA 

80 100 dB 

1 3 MQ 

50 70 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS SYMBOLS 

(Note 11 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SF.C 2218 

VALUES 
VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITE5 

Output voltage swing 
Yopp Vs = :t 15 V RL = 2 kfl :!:12 ±13 V 

Dynamique de sortie 

Small signal bandwidth FD Vs = ± 15 V Tamb = +25oC 15 MHz 
Sande passante faible signal 

Input offset voltage 
VDI 6 mV Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
IDI 100 nA 

Courant de dkalage a l'entree 

Input bias current IB 500 nA Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av 

Vs = ± 15 V RL ;;> 2 kfl 
Amplification en tension 

Vo = ± 10 V 
25 V/mV 

Supply current 
Icc1• Icc2 T = + 85°C 8 mA Courant fourni par /es alimentations amb 

Input voltage range 
Vlmax Vs = ± 15 V ±11,5 V Tension d'entree limite 

NOTE 1 : These specifications apply for-25°C .;;;Tamb <;;; + 85°C, ±5 V <;;;Vs<;;; ±20 V unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -25°C ~ T amb ~ +85°C, ±5 V ~ Vs ~±20 V sauf indications contraires 

NOTE 2 : May be improved up to 150 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
Peut ~tre portee a 150 Vlµs en amp/ificateur inverseur (voir schemas d'application) 
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SF.C 2218 
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200 

150 

100 

50 

0 

f--

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

Bias current 
~~urant de polarisat{on - f--

Vs=±15V 

.7' .7' 

8 

4 

2 

0 

f-- Offset current 
Courant residue/ 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

POWER SUPPLY REJECTION 
REJECTION DES ALIMENT A TIONS 

100 ~----~----~-~ 

-20 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

~amb = 250c 

100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

COMMON MOOE REJECTION 
REJECTION EN MODE COMMUN 

100 

RS =2kn 

T = 25°C 
amb ---' ~ 

\. 

'\ 
~ ... 

1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

. 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

115 ~-~-~-~---~-~ 

110 

.£ -~ 
§i ~ 105 ...--Tamb ssoc 
"~ "'. "'~ .!: • 

~ j 100 l---i--+---+---+---1----< 

95 .__.._ _ _,_ _ __.._ _ _...__......_ _ _. 

5 10 15 

Supply voltage (V) 
Tension d'a/imentation 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT D'ENTREE 

20 

3000 r-i"TTnrnr--rrrmlll'""T"l"TTTmr....,...,.,.,.nm 
.,_.--++-HH<l-+-+1-tt+1t1-➔T amb = 250c 

1000 

300 

VS =±15V 

Pl"tl-HHll-aRcls-l=-4+1 ol!lofck--ln-ttttfllH-ttttlttt 

10 100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'AL/MENTATION 

10 15 
Supply voltage ( V) 
Tension d'alimentation 

100k 

20 



<( 
C: 

CLOSEO LOOP OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE 
FERMEE 

103 -------------

600 

400 

-600 

T 
\ 

\ 

100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

I I I 
Ta~b = 25°C-

.. 

' \ \ , 
-0,8 -0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 _0,6 0,8 

Differential input (VI 
Entree differentie/le 

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE 
VITESSE DE REPONSE DEL 'AMPLIFICATEUR 
SUIVEUR 

130 
~ositi1ve sl~w 

I 

120 ~ L_ Front montant -~ 
] 110 

1~ 100 

>~ 
-; ~ 90 

~~ 80 

70 

Negative slew _..._ Front descendant 

Vs= -15V -t---.. 
Rs= Rf= 10 kn 

Cl,= ~PF, , 
60 
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

SF.C 2218 

14 
L 

-!! 
12 

,!l 
C 10 0 

s;.i 
+I-,, 8 i'€ -~: 6 

1.§ 4 
~ ~ 
:, C 
0~ 2 

0 

0 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION EN COURANT 

Vs=±15V 

<.> 
0 ~ - "'-00 ,N 

II II 
~- ~i.-.... ~ 

5 10 15 20 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

UNITY GAIN BANDWIDTH 
SANDE PASSANTE (GAIN: 1/ 

25 

N 22 l--+-~--+----1--1--+-~--l-...j 
I 

~ 20 f--+-.c"!-+--+~ 
.c 
:2 181-+~ .... 1;;,,;;;;;~r::=
;: 
-g 16 1-+--i=-...-+-=l>-..~...;;J--1-...j 
~~ 
·" ~ 14 l-+--1-+-+.....::,h.+--1--1-...j 

~ a 12 1---1--1-+-+-1-....... -:i-+...J 
-~~ 
:§ ~ 10 L......J..-<C--..L.-'---1---'--<-..L.....f 

8 L......J..-JC--..L.-'---1---'--'~..L....J 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

INVERTER SETTLING TIME 
TEMPS D'ACOUISITION 

15 

10 

T =25°C I amb 

I I 
~ 1ooy 

)I 
~'b 

vs =±15~~1' 

RS =5 kn 

Rf =5 kn 

Cl = 10 pF 

C5,C7 - 0, 1 µF -15 
0,03 

,? T'f 
0,1 0,3 

Time (µs) 
Temps 

I 
10 mV 

mv~ 

lmV-

:\ 
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SF.C 2218 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANOS SIGNAUX 

14 TITT I 11 

,!! 
12 

,g 
• 10 

I.. vs =±15V 

\ T =25°C amb 

_0 ~: 8 ' ,!I! 
!!'l: 'i: 
'5 • 
.9-·~ 
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\ -, 

l 
4 

2 

0 
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Frequency (Hz) 
Fr«/uence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE 
OUVERTE 

120 

100 225 

iii 80 180] 
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90 !i 40 

~-E 45 20 >~ 
0 0 

-20 
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 

Frequency (Hz) 
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VOLTAGE FOLLOWE.R PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR; REPONSE EN 
IMPULSION 
20 

16 

12 ..... 
.... .... ..... 

~ 8 
-it.,. 

' Input - ~ 
~Output 
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-16 

-20 
-0,2 0,2 
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vs =±15v-

Tamb=25oc -
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LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS 

1~GNAUX (1) 

v1 I I I 111 

12 
~ ... =±15V s 

Tamb= 250c 

10 

' 8 

6 

4 

2 

r-..... 
0 

1M 3M 10M 30M 100M 
Frequency (Hz) 
Ff'Bquence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE 
,OU VE RTE ( 1) 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

-16 

-20 

225 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 
Frequency (Hz) 
Fm(lusnce 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR INVERSEUR 
REPDNSE EN IMPULSION ( 1) 

" I- -i- -i-- -
,_ 

I-

Input - ~ 
......,Output :, Entree- '---Sortie 

\ 1/ 

' -- .. --· -
VS =±15V 

=25°C amb 1 

-0,1 0,1 0,3 0,5 
Time (µs) 
Temps 

0,7 0,9 

( 1) With feed forward compensation 
Compend avsc avsnce de phase 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a l'entfff 

Input offset current 
Courant de dkl!llage a rentree 

Input bias current 
Courant de polariration moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rfjBCtion dO aux alimentation1 

Supply current 
Courant fourni par le1 alimsntatlons 

Common mode rejection ratio 
Taux de rfJt1etion en mode commun 

Input resistance 
lmf)«Jance d 1entrH (diff4rentie/le) 

Slew rate 
Pentfl 1N.1timllltl du signal de sortie (Note 2) 

(Note l) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

SYMBOLES MESURE 

Vol Tamb=+25°C 

101 T = +25°C 
amb 

'e Tamb= +25•C 

Av Vs = ± 15V RL ;;, 2 k!1 

Vo = ± 10 V Tamb= +25°C 

SVR 

Icc1• Icc2 Tamb=+ 25°C 

CMR 

z, Tamb= +25•C 

Svo Vs = ± 15 V T =+ 25°C 
amb 

Av = 1 

TDB0118, TDE0118 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP . MAX. 

4 10 

30 200 

150 600 

25 200 

65 

5 10 

70 100 

3 

50 

UNITS 
UNITE! 

mV 

nA 

nA 

V!mV 

dB 

mA 

dB 

Ml1 

Vlµs 

17/23 

169 

I 



TDB0118, TDE0118 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamiqu11 de ,onie 

Small signal bandwidth 
Sande passante faible signal 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a rentrH 

Input offset current 
Courant de dkal.,,e a rentnJe 

Input bias current 
Courent de pa/arilation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplificlltion en ten1ion 

Supply current 
Courant fourni par hn alimenration, 

Input voltage range 
Tension d'entrH limits 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vpp 

B 

Vol 

101 

le 

Av 

1cc1•1ce2 

Vlmax 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITE~ 

Vs =± 15V RL = 2 kf/. ±11,5 ±13 V 

15 MHz 

15 mV 

300 nA 

1000 nA 

Vs = ± 15V RL ;;. 2 kf/. 
20 V/mV 

Vo = ± 10V 

T = + 70°C amb 10 mA 

Vs =± 15V ±11,5 V 

. . .. NOTE 1 fhese spec1f1cat1ons apply for 0°C ,;;; T amb ,;;; + 70°C, ·±5 V ,;;; Vs,;;; ±1 B V unless otherw1Se spec1f1ed for 
TDB0118 and -25°C,;;; T amb,;;; + 85°C, ±5 V,;;; Vs,;;; ±18 V unless otherwise specified for TDE0118. 
Specifications applicables pour IJOC < Tamb ~ + 700C, ±5 V~ v5=s;;;±18 V sauf indications contrairespour TDB0118et 

-2SoC~ Tamb =s;;;;+85°C_,. ±5 V ~ Vs =s;;;;±1s V sauf indications contraires pour TDE0118. 

NOTE 2: May be improved up to 100 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
Peut ltre portH B 100 V /µsen amplificateur inverseur (voir schemas d'application) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage IJ /'entrl,e 

Input offset current 
Courant de dkalage IJ t'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux a/imentations 

Supply current 
Courent fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rljection en mode commun 

Input resistance 
lmp«Jance d~entrle (diffBrentielle) 

Slew rate 
Pentfl maximale du signal de sortie (Note 2) 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES 
MESURE 

VDI T =+25°C amb 

101 Tamb= +25oc 

Is Tamb= +25oc 

Av Vs = ± 15V RL >2kQ 

Vo =± 10V Tamb = +25oc 

SVR 

Icc1• Icc2 T =+ 25°C amb 

CMR 

Z1 Tamb = +25oC 

Svo 
Vs =± 15V Tamb=+ 250c 

Av =1 

SF.C 2318 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP . MAX. UNITEi 

4 

30 

150 

25 200 

65 

5 

70 100 

0,6 3 

50 70 

10 

200 

500 

10 

mV 

nA 

nA 

VlmV 

dB 

mA 

dB 

Mil 

Vlµs 
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SF.C 2318 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS SYMBOLS 

(Note 11 

TEST CONDITIONS VALUES 

CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Output voltage swing 
VOPP VS = :t 15 V RL = 2 krl ±12 13 Dynamique de sortie 

Small signal bandwidth FD 15 
Sande passante faible signal 

Input offset voltage 
Vol 15 Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
101 300 Courant de decalage a /'entree 

'Input bias current IB 750 Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av Vs = ± 15 V RL ;;, 2 krl 

Amplification en tension 
Vo = ± 10 V 

20 

Input voltage range 
Vlmax Vs = ± 15 V ±11,5 Tension d'entree limite 

NOTE 1 :These specifications apply for 0°C <Tamb< + 70°C, ±5 V ,(Vs,( ±20 V unless otherwise specified 
Specifications applicabtes pour tJOC -~Tamb ~ +l(JOC, ±5 V.::;;;; Vs ~±20 Vsauf indications contraires 

NOTE 2: May be improved up to 150 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
Peut etre portee a 150 V/µs en amplificateur inverseur (voir schemas d'application) 
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UNIT) 
UNITE~ 

V 

MHz 

r'nV 

nA 

nA 

V/mV 

V 
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Bias current 
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Temperature 

POWER SUPPLY REJECTION 
REJECTION OES ALIMENTATIONS 

100 ~-~--~-~--~-~ 

120 

100 

$0 

60 

40 

20 

0 

100 1k 10k 100k 1M 10M 
Freq~ency (Hz) 
Frequence 

COMMON MODE REJECTION 
REJECTION EN MODE COMMUN 

Rs = 2 kn 

T =25°C amb --' " \. 

" ~ 
100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Fr/Jquence 

SF.C 2318, TDB0118, TDE0118 

3000 

1000 

~ 300 

> 100 

-=-
" 30 ,!!?,!: 0" z., 

10 

3 

~. 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

10 15 18 20 

Supply voltage (VI 
Tension d'alimentation 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT O'ENTREE 

T8 m~"=25°C 

VS + 15 V 

...... 

10 

Rs= 100 kn 

""" """ 
~ 100~;,,,,~ =;) ,~n 

100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

SUPPLY CURRENT 
COURANT O'ALIMENTA TION 

100k 

E·I 5 b.,,,..1-=.f-'I'..--~. 
C: • 

~~ ::, ,. 
"" ~c: 8: 5 4,5 1--+---+---+---+---+-,--i 

~a 

10 15 18 20 
Supply voltage IV) 
Tension d'alimentation 
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SF.C 2318, TDB0118, TDE0118 

g 
.. 101 i--=-+--l--~9---1----1 
~-€ 
al i 10° l--+--_,_--+-----1-~ 
Q.~ 

~ i 10·1 l---+---1---+--7"1----l 

&-g_ 
c5 .S 10·2 l---+---1--"'1---l----l 

10·3 1....-....L.-..;..JL--...L.--''--..I 

600 

400 

10 

\ 
\ 
\ 

100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
F,equonce 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

' \ 
\ 

-600 I 

I 
en S 
..:'!, S 
2: ~ 

!I 

22123 
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-0,8-0,6-0,4-0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Differential input (VI 
Entnhl diffdrentielle 1 

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE 
VITESSE DE REPONSE DEL 'AMPLIFICATEUR 
SUIVEUR 
120 

~ ~Positive slew 

110 

100 

90 

80 

70 
0 10 

Front montsnt -
I 

vs'= ±15v _ 
Rs= R1 = 10 k!l 
Cl 1= 5 pF -

Negative I slew I --
Front descendant 

I I ,-. I,,__ 

I 
20 30 40 50 60 70 

Temperature (°C) 
Temperature 

,!! 
,!l 
6 

>-~ 
+I '1:, 
-,!! 
2'1:: ·- a 
al~ 
:i ~ 
c.-~ 
~ ~ 
::, ~ 
oi! 

-;:; 
J: 

~ 
-5 
:2 
;: 

"C 
C 

.! ~ 

.q 
!!.a 
-~i 
Cm 
:::i., 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

-10 

-

0 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION EN COURANT 

vs =±517 

tJ 
& -... 
II 
i-...... 

5 10 15 20 
Output current (mAI 
Courant de ,artie 

'O 
'lb -
,N 

II 
.c-

.J 

25 

UNITY GAIN BANDWIDTH 
SANDE PASSANTE (GAIN: I) 

t-
~ ~ ~ ..._ :t,r;"';;-- -- -...... 

:t io'ii- -- -i-,..._ 
~- ..._ -r-.... 

"s~ 
I -~v --- --

0 10 20 30 40 50 60 70 
Temperature (°C) 
Temperature 

INVERTER SETTLING TIME 
TEMPS O'ACQU/S/T/ON 

10mV 
_ 15 C5,C7 =0,1 µF 

0,03 0,1 0,3 

Time (µs) 
Temps 

3 



LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

-!! 
Q 
C 

s:l 
.!,!."5 . 
"'" £ 2 
!~ 
1.§ ~. 
:, C 

0 ,! 

14 

12 

10 

8 

~ V~' =J:,JJ 
\ T = 25°C 

mb 

\ 
6 \ 

' 4 

~ 

0 
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Frequency (Hz) 
Frdquence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPDNSE EN FREQUENCE EN BDUCLE 
DUVERTE 

120 .---.-...... -"'T"--r--.---,--, 

100 225 

iii 80 180 ~ 
:!'!. ~ ~ C .; -~ 60 135 ~~ 

"'~ 11; ., . 40 ~. 
0 ·->~ 20 

0 

-20 

10 100 lk 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

90 

45 

0 

10M 100M 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR;REPONSE EN 
IMPULSION 
20 

16 

12 

8 

4 

0 

8, t:: -4 
~-~ 
0 ~ -8 
>'--12 

-16 

-20 

-
\ 
\ 

V 

-0,2 0,2 

~ ... _,_,, .... 
Input -

~ 
.... output 

Entree- -Sortie 

I 

vs =±15V-

T =25°C -
amb 

0,6 1 

Time (µs) 
Temps 

1,4 1,8 

. "-
~{l 
~ 1: ., ll 

.s:; • 
0.. 0: 

SF.C 2318, TDB0118, TDE0118 

-!! 
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iii 
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0 ·->~ 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS 

1s:_GNAUX (l) 

v1 !:l: \JV 
12 

_._ 
s 

Tamb= 250c 

10 

8 
\ 

6 

4 

2 

0 '-
1M 3M 10M 30M 100M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE 
,OU VE RTE ( 1) 
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80 
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20 

16 

12 

-16 

-20 
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225 

100 lk 10k 100k 1M 10M 100M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR, 
REPONSE EN IMPULSION ( l) 

" - -~ --- - ,_ -
Input -

~ 
-output 

\ 
Entree- -sortie 

\ I 
\ I 

·- -- ~- -
VS =± 15V 

T = 25°C 
amb 

-0,1 0,1 0,3 0,5 

Time (µs) 
Temps 

0,7 0,9 

( 1 ) With feed forward compensation 
Compense avec avance de phase 
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SF.C 2315 

OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIF/CA TEUR OPERA TIONNEL 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues} 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature Vg lo VI 

BoTritN Gantmede tomplnturo Tempdraturo de1tock11t1B (V) mA (V) 
ambillnts do fonctlonmNmlnt 

SF.C 2315 DC CB-116 CJ<>C, + 70°C - 4CJ<>C, + 125°C ±15 70 ±15 

General description 

SF.C 2316 is an operational amplifier intended for 
use in regulator circuits or car electronic on account 
of its properties of Schmidt Trigger and comparator. 

Output is provides for direct TTL drive. 

Independently of its high gain, low offset voltage, 
low temperature or voltage change dependent its high 
output current gives it a high fan out. 

Description ¢mlrale 

Le SF.C 2315 est un amplificateur optirationnel particuli6re• 
ment adapt:d pour ltre utili8' en regulation at rm dlectronique 
automobile du fait de ses propri6tes de Trigger de Schmidt et 
de comparateur. 

La sortie est p"vue pour l'attaque directe de TTL. 

/ncMpendamment de son grand gain, de sa faiblfl tension 
d'offset et de sa falble sensibilitfJ aux variations de temf»ra-
ture et aux variations de la tension d'alimentation ii est 
caractdrisd par un fort courant de sortie d'oU um, sortanc, 
6/ovdo. 
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SF.C 2315 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

F-124 (CB-116) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boitier 
enfichab/e 

Collector Output 
Collecteur Sortie 

6 

) 

v; + 
Inputs 
Entfees 

Schematic 
Schema electrique 

3 

Inverting 
input 
Entree 
inverseuse 

2 

Non inverting 
input 
Entree 
non-inverseuse 

2/4 
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vs+ 1 

I 
I 
I 
I 

,1, 
680 !1 y 

I 
I 
I 
I 
I 

6 

Output 
Sortie 

5 

4 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principales 

Supply voltage range : 

±2Vto±15V 

Low Vosat 

High input impedance 

TTL compatibility 

- Gamme de tension d'alimentation : 

±2Va±15V 

Faible V Osat 

- Grande impedance d'entree 

- Compatible TTL 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalsge a l'entrh 

Input offset current 
Courant de dkslage B l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de 1'8jection dO aux alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temp6rature moyen de Is 
tension de dkslage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temp4rature moyen du 
courant de dka/agll 

Common mode rejection ratio 
Tsux de rdjection en mode commun 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input resistance 
Impedance d'entrh (diff,rentielle) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entf'H limite 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations, 

Output saturation voltage 
Tension de saturation en sortie 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI Rs 

IDI 

Is 

SVR 

DVDI Rs 

DIDI Rs 

CMR RL 

RL 

Yopp RL 

RL 

Z1 f 

Ay RL 

Av RL 

Av RL 

Vlmax RL 

Icc1• Icc2 

Vosat lo 

SF.C 2315 

Vs=± 15 V tamb = + 250c 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

= son 

= son 

=son 

= 2 kn 

= 2 kn 

= 620n 

= 2 kn f= 100kHz 

= 1 kHz 

= 2 kn f = 1 kHz 

= 10 kn f = 1 kHz 

= 2 kn f = 1 MHz 

= 2 kn 

= 10mA 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

10 20 

10 25 

20 50 

35 

6 

0,3 

85 

±14 

±12 

±10 

3 

84 

90 

35 

±13,5 

1,8 

'350 

UNITS 
UNITE5 

mV 

nA 

nA 

µVIV 

µV/"C 

nA/"C 

dB 

V 

V 

V 

Mn 

dB 

dB 

dB 

V 

mA 

mV 
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SF.C 2315 

BASIC DIAGRAM 
SCHEMA DE BASE 

4/4 

180 

Inverting input 
En tree inverseuse 

non inverting input 
Entree non inverseuse 

___ _.._ ________ ,._ ______ ovt 

6 
SF.C 2315 DC 

4 
,>--------<1~------n~i,ifit 

l 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.C 2458 

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 
DOUBLE AMPL/FICATEUR OPERATIONNEL 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites absolues) 

Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID V1 duration 

Boitier Gammede temperature Temp{Jrature de stock age (V) (mW) (V) (V) Duree de court-circuit 
ambiante de fonctionnement en sortie 

SF.C 2458 M T0-99 -55°C, +125°C -65°C, + 150°C ± 22 680 ±30 ±15 

SF.C 2458 C T0-99 0°c. + 10°c --65°C, +150°C ±18 680 ± 30 ±15 Indefinite 
lllimi'tee 

SF,C 2458 DC CB-98 o0 c,+ 70°c -55°C, + 125°C ±18 500 ± 30 ±15 

General description 

The SF .C 2458 is a high performance monolithic dual 
operational amplifier constructed on a single silicon 
chip. It is intended for a wide range of analog 
applications. 

Improved specifications include : 
- low power consumption 
- large input voltage range 
- no latch-up 
- high gain 
- short-circuit protection 
- no frequency compensation required 

The high gain and wide range of operating voltages 
provide superior performance in integrator, summing 

amplifier, and general feed back applications. The 
internal roll-off (6 dB/octave) insures stabi';ty in 
closed loop applications. 

"o•so, -cs, 
OIVISIONSE!,HCONOUCTEURS ~· 

Description genera/e 

Le SF. C 2458 est un double amplificateur op/Jrationne/ 

monolithique de haute performance, utilisable dans de 

nombreuses applications ana/ogiques. 

Carac'teristiques principales : 

- faib/e consommation 

- gamme de tension d'entree IJleYee 

- absence de phenomdne de verrouillage 

-gainl!lev/J 

- protection contre /es courts-circuits permanents en sortie 

- compensation en ffequenCIJ interne 

Ces caractdristiques permettent /'utilisation en intdgrateur, 

en sommateur, et en general routes Jes applications d'amplifi

cateur contre feactionne. Le circuit de compensation interne 

(6 dB/octave) assure la stabilitd dans-/es utilisations en boucle 

fermee. 
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SF.C 2458 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99(CB-11) 
METAL CAN 
Boitier metal 

Schematic 
Schema e/ectrique 

Non inverting input Inverting input 
Entree non inverseuse Entree inverseuse 

2/11 
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Top view CB-98 (CB-98) 
Vuededessus DUAL IN LINE 

PACKAGE 
Boitier enfichable 

Output 
Sortie 

I 

3 

I \ t vs-
Output Inputs 
Sortie Entrees 

Principal features 
Donnees principales 

- Summing amplifier 

- Follower amplifier 

- Integrator 

- Active filter 

Top view 
Vue de dessus 

- Generator of functions 

- Amplificateur sommateur 

- Amplificateur suiveur 

- lnttigrateur 

- Fi/tre actif 

- GtJnerateur de fonctions 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

LOW-PASS FILTER 
FILTRE PASSE-BAS 

R 

R1 

SF.C 2741 

,--------
1 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
L.-------

R 

R 
=2R2 

TUNABLE NOTCH FILTER 
FIL TRE REJECTEUR ACCORDABLE 

10 k!l 

C 

R1 

I 
I SF.C 2458 
I 

C 

R2 

A 

10 k!l 

L---------------
R2 2 Rf 

I 
Tuning driver (wol 
Commande d'accord 

10 kn 

SF.C 2458 

GYRATOR 
GYRATEUR 

R'Y R 

R 

,--------- --------, 
I SF.C 2458 I 
I I 
I I 

I 

I 
I I 
I I 
I I 

L-------- ________ J 

R 

R'Y = Gyration resistance p, 1,5 k!1) 

0, 1 R'Y,;;; R ,;;; 0,5 R'Y 

/ R1 R2 
CV2R1---

R1 +A2. 

1 

R 

Aw= -- (Bandwidth 'notched) 
CR 1 (Largeur de la bands rejectee) 

--------, 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I ------.J 

3,3 k!l 

0dB 

-3dB 
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SF.C2458 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Tnput offset voltage 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage B l'entrfje 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification 1..1 tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de "iection dO aux alimtmtations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentstions 

Common mode rejection ratio 
Taux de nJjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la crol$$8nce 

Overshoot 
Rebondissement 

*Consumption of both amplifiers 
Courant consomm6 par !es deux amplificateurs 

4/11 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

Is 

Av 

SVR 

1cc1• 1cc2, 

* 

CMR 

tnH 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS 

CONDITIONS DE UN/TE5 MESURE MIN. TYP. MAX. 

Rs ._ 10 kn 
1 5 mV 

tam!)= 25°C 

tamb= 25°C 20 200 nA 

tamb=25oC 30 500 nA 

Vo =±10V 
RL;;,2kn 50 200 V/mV 

tamb= 25cc 

Rs .;;1okn 30 15C µVIV 

tamb= 25cc 3 5 mA 

Rs .;; 10 kn 70 90 dB 

v, = 20mV 

CL .;; 100pF 
Unity gain RL = 2 kn 0,3 µs 
Gainuni'te 

tamb= 25cc 

5 % 



SF.C 2458 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input resistance 
Impedance d'entrH (diffdrentielle) 

Slew rate 
Psnte maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynsmique de ,ortie 

Input offset voltage 
Tension de dtkalage b rentfH 

Input offset current 
Courant de dkalage a r,ntrefl 

Input.bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
'Domaine de tension d'entl'H 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

z, 

Svo 

Vopp 

Vol 

101 

'e 

Av 

v, 
max. 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

tamb= 25•C 0,3 2 

tamb= 25°C Unity gain 0,8 
RL ;;, 2 kQ Gain unite 

RL ;;,10kQ ±12 ±14 

RL ;;, 2 kQ ±10 ±13 

Rs ._; 10 kQ 6 

tamb= -55°C 500 
tamlr 125°C 200 

tamlr -55°C 1,5 

tamlr 125°C 0,5 

RL ;;,2kQ 
v 0 = ± 10V 

25 

Vs=±15V ±12 ± 13 

NOTE 1 - These specifications apply for-55°C,,;;; tamb,,;;; +125°C ,Vs=± 15 V unless otherwise specified. 
Specificatiorfl applicabltJ8 pour -55 °c <;. tamb <+125 °c, Vs =± 15 V sauf specifications contrairn. 

UNITS 
UNITES 

MQ 

V/µs 

V 

V 

mV 

nA 

nA 

µA 
µA 

V/mV 

V 

5111 
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SF.C 2458M 

iii 
"C 
-c 
·=·2 
!i 
g> Ii 
~-5 
>~ 
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115 

110 

105 

100 

95 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

tamt,=25°c 

,.,..---~ -
y V 

/ 

l/ 
V 

90 
0 4 8 12 16 20 

32 

28 

4 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

POWER BANDWIOTH (LARGE SIGNAL 
SWING) 
BANDE PASSANTE (GRANDS S/GNAUX) 

\ 

• ~ oltage follower 
±15 V supplies THO <5 % 

,-

Amplificatsur suiveur - ,-1-± 15 V alimentations 11 
THD<5% 

r-,. 
0 

10 
I 11 11 I II 

100 1k 10k 100k 

4 

0 

Frequency (Hz) 
FfBQuence 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE O/SPONIBLE 

-+,Jv t-

I 
IJ ~ 12V 

~~, V 10k!l • V 

l/f=:1tHz ~ ~9,1k!l ~R~ 
THo<5%111111 I 1if 

100 200 500 1k 2k 5k 10k 
Load resistance (!1) 
RB1i1tance de charge 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

100 

iii 80 
"C 
-c .= ·a so 
!l.]i 
g, i 40 

~-5 
>~ 20 

0 

-20 

100 

50 

1 

-
~ 

I'\. 
'\. 

'\. 
r'\.. 

'\ 
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frt,quence 

POWER DISSIPATION 
DISS/PA TION OE PU/SSANCE 

,..,. -vo ., 
/ 

/v 

o--

2 6 10 14 18 22 
Power supply voltage (V) 
Tension d'a/imentation 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 

0 
100 1k 10k 

Source resistance (!1) 
Rtlsistsnce de ,ource 

100k 



> .s 
~~ 
"'' -"'~ 
0 ~ >" ~ ~ a.e ~. 

c5 ~ 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

... 
go'%-

-

I Vs = ±15 V 

I tamb = 25cc 

RL = 2 kn 

I CL = 100 pF 

.. ~ i.-10 % 

Rise time 
Temps de mon~e 

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES OE FREQUENCE 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 ~-~-~-~-~-~-~ 
5 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

?: 
g,-e 
-"' ~ 
g~ 
g_.§ ~. 
::, ~ 
0~ 

SF.C 2458 M 

VOLTAGE FOLLOWER 
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
AMPLIF/CATEUR SUIVEUR 
REPONSE EN IMPULSION GRANOS S/GNAUX 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Vs =±15V 

tamb = 250c 

.. 
Output I 

......... - Sortie 

' l~put I \ 
I Entree I 

' I - L. ' 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE FREQUENCE 

1,4 ~~~~-~~~~-~~~ 
Vs=±15V 

-20 20 60 100 
Temperature (°C) 
Temperature 

140 
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SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jca/age a l'entree 

Input offset current 
CiJUrant de d/Jcalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de (ejection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

* Consumption of both amplifiers 
Courant consomme par /es deux amplificateurs 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

101 

15 

Av 

SVR 

Icc1• Icc2 

* 

CMR 

tTLH 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS CONDITIONS DE UNITfl 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Rs < 10 kQ 
1 6 mV 

'tamb= 250c 

tamb= 250c 20 200 nA 

tamb= 250c 80 500 nA 

Vo= ±lOV RL > 2 kQ 20 200 V/mV 

Rs < 10 kQ 30 150 µVIV 

tamb= 250c 3 5,6 mA 

Rs < 10 kQ 70 90 dB 

VI = 20mV 

CL < 100 pF 

Unity gain RL = 2 kQ 0,3 µs 
Gain unite 

tamb= 250c 

5 % 



SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS SYMBOLS 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input resistance 
Z1 tamb= 25°C 0,3 2 Impedance d'entree (diff/Jrent!elle) 

Slew rate 
Svo 

RL ;;a, 2 kQ Unity gain 
0,8 Pente maximale du signal de sortie tamb= 25°C Gain unite 

RL ;;a, 10 kQ ± 12 ±14 

Output voltage swing Yopp 
Dynamique de sortie 

RL > 2 kQ ±10 ± 13 

Input offset voltale 
Tension de dkalage l'entree VDI Rs .;; 10 kQ 7,5 

Input offset current 101 300 Courant de dkalage a l'entree 

Input bias current le 800 Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Ay Vs = ±15 V 
RL > 2 kQ 15 Amplification en tension 

Vo = ±10 V 

Input voltage range VI ± 12 ±13 Domaine de tension d'entree max. 

NOTE 1 - These specifications apply for 0°C,;;; tamb,;;; +70°C, Vs=±15 V unless otherwise specified. 
Specifications applicables pour O 0 c ~ tamb ~ +10 °c, Vs=± 15 V sauf indications contraires. 

UNITS 
UNITES 

MQ 

V/µs 

V 

V 

m\i 

nA 

nA 

V/mV 

V 

9/11 

189 

I 



SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC 
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115 

110 

105 

100 

95 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE DUVE RTE 

t =25°c amb 

---~ 
.,v / 

,/' 

90 
0 4 8 12 16 20 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

Supply voltage (±VI 
Tension d'alimentation 

POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL 
SWING) 
BA NOE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX) 

\ 

Voltage follower 
±15 V supplies THD <s % - -
Amplificateur suiveur ~, -± 15 V alimenrations 
THO <5 % 

..... 
0 

10 

111 11 I ii 
100 1k 10k 100k 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

Frequency (Hz) 
Frequence 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION OE SORTIE DISPONIBLE 

I 
± 15V -

I 

~ ~ 12 V 

100 1,nl I 
I f1?t V 1o"'j • vo 

l/t=,1,kHzli9.1k!l 1R~ 
THD d J I I 1111 I I 0 1 

100 200 500 1k 2k 5k 10k 
Load resistance (n I 
Resistance de charge 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

-20 

100 

50 

1 

-... 

" ' " "i\. 
I'\. 

' 1 10 100 1k ,Ok 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

POWER DISSIPATION 
DISS/PA TION DE PUISSANCE 

- VO 
./ 

/ 

/v 

0 
-

2 6 10 14 18 22 
Power supply voltage (VI 
Tension d'alimentation 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION OE BRUIT A LA SORTIE 

0 
100 1k 10k 

Source resistance (11) 
Resistance de source 

100k 



> 
E 
8'·! .. --'=51 
g~ 
~ C 
5,.~ 
; t! 
0~ 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

TRANSi ENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

901%-

I Vs = ±15V 

I 
tamb = 250c 

AL =2 kn 

I CL = 100 pf -~ •-10 % 

Rise time 
Temps de montrie 

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE FREQUENCE 

1,4 

1,2 

0,8 

10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

~ 
8,·! .. -.., a 
0 ~ >,, 
i.~ 
~! 

SF.C 2458 C, SF.C 2458 DC 

VOLTAGE FOLLOWER 
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SU/VEUR 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Vs =±15V 
tamb =250C 

,output ,, 
- - '-sortie 

J l~put I \ 
I Ent,vei 

' I 

- L 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE FREOUENCE 

-20 20 60 100 140 
Temperature (°C) 
Temperature 
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SF.C 2476 

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR OPERATIONNEL PROGRAMMABLE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Operating free-air 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

Output short· 
Type Package temperature range Storage temperature Vee p V10 v1111 circuit duration 

BoTtiBr Gtunm,,dtl,.,,,,,,,,.ture Terr,plraturedo1trH:lc- (V) (mW) (V) (V) Durdtl du court-
.,,,,,,,,nte de fonctionm,ment circuit 

(2)_ 

SF.e 2476C TO-99 O"C, + 10°c -s5°c, +150°e ±18 500 ± 30 ±15 

SF.C 2476 DC CB-98 O"C, + 70"C -55°c, +125°c ±18 310 ±30 ± 15 Indefinite 
/.llimitlle 

SF.C2476 UC CB-176 O"C, + 10°c -65°C, +150°c ± 18 200 ±30 ± 15 

(1) - For supply voltages less than ± 15 V, the absolute maximum input voltage is equal_ to the supply voltage. 
Pour des tensions d'a/imentations infdr[eures 8 ± 15 V, la tension d'entrlJe maximale est eflale a la tension d'alimentation. 

(2) . Short-circuit may be to ground or either supply. Rating applies to +75°C ambient temperature for ISET ,s;;; 30 µA. 
Ls court--clrcuit psut 811 produirt1 soit awe la maaB soit BIIBC /'alimsntation. Cetttl limitfl 9st V!Jlable pour dss temperatures battier dB 

+75°C (serie Ci pour un courantde rig/age ,s.;;30 µA. 

General description 

The SF.C 2476 programmable operational amplifier 
is characterized by high input impedance, low supply 
currents and low input noise over a wide range of 
operating supply voltages. 

Coupled with programmable electrical characteristics 
it is an extremely versatile amplifier for use in high 
accuracy, low power consumption analog applications. 

1nput noise voltage and current, power consumption, 
and input current can be optimized by a single resistor 
or current source that sets the chip quiescent current 
for nano-watt power consumption or for characteris
tics similar to the SF.C 2741. 

Internal frequency compensation, absence of latch up, 
high slew rate and short circuit current protection 
assure ease of use in long •ime integrators, active 
filters, and sample and hold circuits. 

This amplifier is plug-in replacement for the MC 3476 
of Motorola. 

Description generale 

L 'amplifioateur of)M'ationRel programmabie SF.C 2476 est 
caracterisd par une forte impedance d'entrde, un faible 
courant d'alimentation et un faible bruit ii /'entrlle dans une 
plage 6tendue de tension d'alimentation. 

Ces csracteristiques associetJs avec des caracttlristiques /Jlec
triques programmables en font un •amplificateur utilisable 
dans une gamme trBs fltendue d'applications analogiques 
nt!csssitsnt une faible consommation et une grande precision. 

Le courant et la tension de bruit 8 l'entree, la consommation 
et le coursnt d'entr/Je peuvent ltre optimisb par une simple 
rlsistance ou une source de courant qui r'9/e le courant de 
repos. permettant d'obtenir une consommation trt}s faible 
(que/ques nano-watts) ou des caracttlristiques eQuivalentes a 
eel/es du SF.C2741. 

La compensation en freQuence interne, /'absence de "latch 
up", la grande pente du signal de sortie et la protection contre 
/es courts-circuits le rendent particulitJrement facile a utiliser 
pour /88 integrsteurs a /ongue dur/Je, dans /es filtresactifs ou 
/es circuits d'6chantillonnage. 

Cet amp/iflcateur est interchangeable aMJC le MC 3476 de 

Motorola. 
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SF.C2476 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99 (CB-11) , CB-176 
METAL CAN PLASTIC CASE 
Battier metsllique Bo1tisr plastique 

Top view Top view 
Vue de dessus Vuededeuus 

H H 

·e 
8 

1 7 

B 2 ~ 6 F 

3 5 

C • E 

D 1 

A 

CB-98 
DUAL IN LINE PACKAGE 
BoTtier enficlBble • 

Principal features 

Miao power consumption 

Top view 
Vue de dessus 

H G F E 
8 7 6 5 

D 
1 2 3 • 
A B C D 

Donnees principales 

- TrlJs faible conwmmation 

G F 
7 6 

2 3 

B C 

No frequency compensation required 
Wide programming range 

- 'Compensation en frlJquence interne 

High slew rate 

Short circuit protection 
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- Grande p/BIJe de programmation 

- Grande pents du signal de sortie 

- Protdfl' contre /es couns-circuits 

E 

5 

4 

D 

• 



PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Compensation 

Inverting input 
E ntn!e inverseuse 

Non-inverting input 
Entrf!e non inverseuse 

Vee 

Compensation 

Output 
Sortie 

vie 
1SET 
Courant de re{llage 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTR/QUE 

C 

A 

Rl R2 
10 kn 10 kn 

E 

TO-99 

A 1 

8 2 

C 3 

D 4 

E 5 

F 6 

G 7 

H 8 

H 

8 

C1 

Q7 

019 

CB-176 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R3 R4 
2kn son 

RS 
100 n 

R7 
100 n 

RS 
son 

SF.C 2476 

CB-98 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R6 
100 n 

F 

D 
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SF.C 2476 

BIASING CIRCUITS 
CIRCUITS DE REGLAGE 

RESISTOR BIASING 
REGLAGE PAR RESISTANCE 

4/11 
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B 

C 

RsET connected to ground 
Resistance de reg/age con nee tee a la masse 

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE OE COURANT A TRANSISTOR 

C 

R1 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 
CIRCUIT D'EOUILIBRAGE 

C 

Vee 

RSET connocted to Vee 
Resistance de regtage connectee au -V cc 

Recommended for : V CC<± 6 V 
Recommande pour 

FET CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TEC 

C 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS OE REPONSE 



2 

10Mn 

5 

2 

1 Mn 

5 

2 

100 kn 

2 

10 kn 

SET CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET RESISTOR 
COURANT OE REG LAGE EN FONCTION 
OE LA RESISTANCE OE REGLAGE 

"r..... "-

'· "' "-' I, 

' ~ '• i...' "c-~ 
-?' 

~ '\ ' I\ ~.s-t,; 

~ ~ ~ I, I\.. ' "' 
"c,~'\ r-. ~II. 111 

-?<.,/,, - .... ' 
"i ~. ' ', 

I\.. ' ,, 
' ', 

RSET to Vee 

RSET to GND ----• 

I I 111 I I 
10-1 2 4 6 100 2 4 6 101 2 

' 

·, 

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR 
0sETto Vccl 

RESISTANCE OE REGLAGE OU COURANT OE REPOS 
/rlunie au - V eel 

1SET 
Vee 

10 µA 15 µA 

±6V 1 Mn 820 kn 

±9V 1,8 Mn 1,2 Mn 

± 12 V 2,2 Mn 1,5 Mn 

± 15 V 2,7 Mn 2 Mn 

SF.C2476 

lsET EQUATIONS: 
EQUATIONS OONNANT LE COURANT OE 
REGLAGE 

I - Vee - 0,7 - Vee 
SET- RsET 

where RsET is connected to Vee 
/orsque fa nJsistance de r4glage est connectde au - V CC 

Vee - 0,7 
'sET = RsET 

where RsET is connected to ground 
lorsque la rdsistance de r4glage est connect6e a la masse. 

Note : The SF .C 2476 may be operated with 
RSET connected to ground or Vee
Ce circuit SF._C 2476peut fonctionner avec 
la risistance de rl,glage r6unie a la masse ou 
au-Vee-
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SF.C 2476 C, SF.C 2476 DC, SF.C 2476 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Input offset voltage 
Tension de dlcalage B l'enrree 

Input offset current 
Courant de dllcalage B l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
/mp/Jdance d'entr(Je 

Differential input capacitance 
CapacitfJ d'entrH diffkentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de leglage de la tension de dec•lllflll 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de coun-circuit sn sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Pui$Sllnce canwmnMt1 

Rise time 
Temfll de transition a la croiuance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de .,nie 

Output voltage swing 
Dynamiquede sortie 

6/11 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs <;;10kn 

Rs .;; 10 ill 

RL ;;.10 kn 

Vo = ±10 V 

v, =20mV 
RL ;;.1okn 

= 100pF CL 
C =30pF 

v, =20mV 
RL ;;.1okn 
CL = 100pF 
C =30pF 

RL ;;.1okn 

C =30pF 

RL ;;.10 kSl 

Vee=± 1sv 

Min. Typ. Max. 

VDI 2 6 mV 

101 2 25 nA 

'e 15 50 nA 

z, 5 Mn 

Cid 2 pF 

VDlmax 18 mV 

Av 5.104 4.105 

Ro 1 kn 

1os 12 mA 

1cc 160 200 µA 

p 6 mW 

\ 0,35 µs 

10 % 

Svo 0,8 V/µs 

Vopp ±12 ±13 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs .;; 10 kfl 

Tension de decalage a l'entrl!e 

tamb = 700c 

Input offset current 
Courant de dl!ca/age a l'entr/Je 

lamb= ooc 

tamb = 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

lamb= ooc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 kfl Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs .;; 10 kfl 

Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;a, 10 kfl 
Amplification en tension Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;a, 10 kfl 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

SF.C 2476 C, SF.C 2476 DC, SF.C 2476 UC 

Vo1 

101 

's 

Vlmax 

CMR 

SVR 

Av 

VOPP 

1cc 

p 

Vcc=±15V lsET=15µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±10 

70 90 

25 200 

25.103 

±12 

225 

6,75 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2476 

IB 
(nA) 

8 
6 

4 

INPUT BIAS CUR RENT 
Courant de polarisation d'entree 

1--- vcc=±15v 
I-- Tamb = 250c 

I/ 

IB 
lnA 

24 

)' 

" 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entri!e 

vcc=±15v ! • 

i I 

I 
I 

i : --~-~ 

I/ 
I I i I'.. i i 
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10, 
8 
6 

4 

1008 

6 

4 

10"1 

I/ 
/ 

/ 18 
I/ I 

12 

6 ' 

10·22 5 10·12 5 100 2 5 1012 ISET(µA) 

0 
-60 

VOPP 
IV) 

36 

32 

28 

24 

20 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
Dynamique de sortie 

tamb = 25°C 

Vcc=±15v 
lsET=15µA -i---

/1,,' 

~ ' 

: I 1'' 
I"- I I 

lsET= 15µA_ ~ ~ 

"-, I 

·- -~ -

1': ! 

"-r-.. 

-20 20 60 



STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET CURRENT 
Courant d'a/imentation en fonction du courant de 

'cc reg/age 

(µAl t amb =2soc 

4 

102 
8 
6 

4 

101 
8 
6 

4 

±3V~V5 ~+18V 

7 

J 
J 

J 
V 

I/ 

GB 
(Hz) 

4 

106 
8 
6 

4 

10\ 
6 

4 

104 

GAIN-BANDWIDTH 
Produit gain - bande 

'amb = 25°C 

,., 
vcc=±1sv / 

l/ 
~v 

I/ 

/ 

I/ 

SF.C 2476 

/ 
.I 

10-1 2 4 6 100 2 4 6 101 2 4 ISETlµAI 

s 
IV/µs) 

5 

2 

10-3 

t 

17 

SLEW RATE 
Pente maximale du signal de sortie 

1., 

I/ 
17 

V~=±15V , V 
, r7 

, T,7 

I/ 
17 

V 
V 

10-22 5 10-12 5 100 2 5 ,01 2 'sETlµA) 
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SF.C 2476 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD 
ECHANTILLONNAGE OE PRECISION 

Sample50 nA 
+15 V 

Hold 0,75 nA 

Analog input VI 2N 4979 Entree analogue ,...__....______ _ ___ ..._ ___ _. 

-5V:~VI ~+5V 
100 kn 

C1 

1N 4148 

I0,1µF ISET -15V 

Sart~n . 
+~ L 

10/1t 
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R1 
100 kn 

-15V 
Hold 

BCY69 

R1 
300 kn 

NANO-WATT AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMA TION 

R2 
1 Mn 

R3 
91 kn 

R2 
30Mn 

100kn 

PD= 600 nW 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYP/OUES 

MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITION! NG 
WITHOUT FET'S 
MUL TIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP 

R2 1 Mn 

R1 
100 kn 

V1 

2,7 Mn 
+15VO---C::l-----..... 

R3 
270 kn 

R4 
10 kn 

S1 0---C::J----.---[ BCY 69 

R1 
100 kn 

V2 

2,7 Mn 
+15 V 

R4 
10 kn 

S2 

R1 
100 kn 

V3 

2,7 Mn 
+15V 

R4 
10 kn 

S3 

SF.C 2476 

HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D'ENTREE 

50 Mn 

90 kn 

+15 V 

-15 V 

10 kn 
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SF.C 2709 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TE URS OPERA T/ONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites abso/ues) 

Operating free-air Output short-circuit' 
Vs p VID VI 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
Battier Gamme de tsmp4rature Temp,rature de stock age (V) (mW) (V) (V) Dur86 de court-circuit 

ambiante de fonctionr.ement 

SF.C 2709 A ·T0-99 -55°C, +125°C 

SF.C 2709 AP TO-91 -55°C, +125°C 

SF.C 2709 M TO-99 -55°C, +125°C 

SF.C 2709 PM TO-91 -55°C, +125°C 
SF.C 2709.KM* TO-116 -55°C, +125~C 

SF.C 2709 ET TO-116 -25°C, + 85°C 
SF.C 2709 T TO-99 -25°C, + 85°C 
SF.C 2709 PT TO-91 -25°C, + 85°C 

SF.C 2709 C TO-99 0°C, + 10°c 

SF.C 2709 EC TO-116 0°C, + 10°c 

SF.C 2709 AE TO-116 0°C, + 10°c 

SF.C 2709 DC CB-98 0°C, + 10°c 

* On request available in epoxy package 
Sur demande en boitier epoxy 

General description 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-55°C, 

-55°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-55°C, 

-55°C, 

-55°C, 

The SF.C 2709 isa monolithic operational amplifier in
tended for general-purpose applications. The design, 
in addition to providing high gain, minimizes both 
offset voltage and bias currents. 

The SF.C 2709 A is identical to the SF.C 2709 but 
this device displays exceptional temperature stability. 
Furthermore both input offset voltage and input 
offset current are specified over a -55 °C to 

+ 125 ° C temperature range. 

External components are used to frequency com·pen

sate the amplifier. Although the unity-gain compensa
tion network specified will make the amplifier uncon
ditionally stable in all feed-back configurations, 
compensation can be tailored to optimize high
frequency performance for any gain setting. 

THOMSON • C5' 
DIVISION SEMICOl<IDUCTEUIIS ~· 

en sortie 

+ 150°c ± 18 300 ±5 ± 10 5s 

+150°C ±18 250 ±5 ;!: 10 5 s 

+150°C ± 18 300 ±5 ±10 5 s 

+150°C ± 18 250 ±5 ± 10 5s 

+ 125°c ± 18 300 ±5 ±10 5 s 

+ 125°c ±18 300 ±5 ± 10 5 s 

+150°C ±18 300 ±5 ± 10 5s 

+150°C ± 18 250 ±5 ±10 5s 

+150°C ±18 300 ±5 ± 10 5s 

+125°C ± 18 300 ±5 ±10 5s 

+125°C ± 18 300 ±5 ±10 5 s 

+125°C ± 18 300 ±5 ±10 5s 

Description generate 

Le SF.C 2709 est un amplificateur operationnel d'usage gene

ral a structure integree monolithique. II presente un gain en 

tension t§leve ainsi que des derives de tension residue/le et des 

courants d'entrees faibles. 

Le SF.C 2709 A est de conception identique ace/le du SF.C 

2709 mais ii p/'esente par rapport a ce dernier une caracterisa· 

tion plus serr6e ; en particulier Jes d6rives maxima/es en tem• 

perature des tension et courant Tesidue/s sont spt}cifiees. 

Des composants exterieurs sont utilisl!s pour la compensation 

en frequence. Les elements de compensation representes 

sur /es schemas d'app/ication rendent /'amplificateur stable 

pour taus types de contre•reaction mais ils peuvent (}tre 

ajustes pour optimiser Jes performances en frequence pour 

chaque type de contrfrreaction. 
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SF.C 2709 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Bo1tier metal 
Frequency 

~~=~s:a~?o~ ~ 8 
en fr,§quence 1 

Top view 
Vue dedeaus 

6 Output 
--Sortie 

5 ~ Frequency 
compensation 
Compensation 
en freQuence 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est retiee au boWer 

CB-98 (CB-98) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 
So1'tier enfichab/e 

TO-116 (CB'2) Top v;ew 
DUAL IN LINE Vue de ~essus 
PACKAGE Frequency !ZOmpensat1on 
Bo1tier N.c,Compensat,on en freQuence ··-R~:~~::r Output 

Sortie 

1v - + V,-, N.C. 
N.C.) V 5 

Frequency Inputs 
compensation Entrees 
Compensation 
en fr«Juence 

Output Frequency 

TO-91 (CB-86) Topv;ew 
FLAT PACKAGE Vue de deS$US 
Boitier plat 

Frequency compensation l Compensation en fr.,uence / 

~~"'SJ 
r':f ' • ~v

5
+ L ~:puts Frequency compensation 

Entrees Compensation en f,Aquence 

Output 
Sortie 

So~il compensation I, Compensation 
en ffequence 

a vs+ s 

Top view 
Vue de dessus 

Frequency ~o 
compensation 
Compensation 
en frBQuence ~ 

B 
Inputs 
Entrees c+ 

2/20 
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Schematic 
Schema e/ectrique 

Frequency compensation 
Compensation en trequence 

A H 

o, 

,-\rv;-

E 

D 

Inputs 
EntreBs 

Frequency 
compensation 
Compensation 
en frt§quence 

Vlf 

Principal features 
Donnees principales 

- DC servo systems 

- Low-level instrumentation 

- Summing amplifier 
- Generation of special linear and non-linear 

transfer functions 

- Asservissement 

- Instrumentation 

-Sommateur 

- Generateur de fonctions lin/Jairesi et de fonctions 
de transfert non lineaires 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

A B C D E F G H 

T0-99 2 3 4 5 6 7 8 

T0-116 3 4 5 6 9 10 11 12 

T0-91 2 3 4 5 6 7 8 9 

CB-98 2 3 4 5 6 7 8 



SF.C 2709 

MEASUREMENT DIAGRAMS 
SCHEMAS DE MESURES TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 

CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/QUES 

D1 
1N914 

VcM {max) 

VOLTAGE FOLLOWER 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR 

R3 

C2 
200pF 

R3 should be equal to de source resistance on input 
R3 dgale a la res/stance de la source d'entres 

UNITY GAIN INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR INVERSEUR A GAIN UNITE 

R4 
20 kn 

C1 
2700pF 

Pin numbers only apply to TQ.99 and MP-48 packages 
LBS numeros de CBS brochagn sont CfHJX des boTtisrs T0-99 et MP.JIB 

10kO 

OFFSET BALANCING CIRCUIT 
CIRCUIT DE COMPENSATION DE 
LA TENSION RESIDUELLE 

C2 
.zoo pF 

FET OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR OPERATIONNEL 
(TRANSISTORS "EFFET DE CH'AMP") 

R3 
120kO 

'-------0'' v-

• To be used with any capacitive loading output 
Doit ltrfl utililB lor,qus la chargB est capacitilltl 

3/ZO 
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SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dt!calage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dfJcalage B /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tempt!rature moyen de la 
tension de dkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de tem(Hrature moyen du 
courant de dlJcalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de r(Jjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
lmp(J(Jance d'entree (diff,rentielle) 

Output resistance 
lmp«Jance de sortie 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

4/20 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

'B 

Av 

SVR 

Icc1• Icc2 

DV01 

DIDI 

CMR 

tTLH 

z, 

Zo 

Svo 

Vopp 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

Rs .;; 10 krl tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

Vs = ± 15 V RL = 2 krl 

Vo = 10V tamb= +25oc 

Rs .;; 10 krl 

Vs = ± 15 V tamb= +25oc 

tamb= +25 o C, Rs = 5011 
to I a 

tamb= +125°C Rs = 10 krl 

tamb= + 25 o C, Rs = 5011 
to I a 

tamb= - 550c Rs = 10 krl 

tamb= +25°C, +125°C 

tamb= +25oc, - 55°c 

Rs < 10 krl 

v, = 20mV Vs=± 15 V 

CL .;; 100 pF RL=2krl 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

Vs = ± 15 V RL>10krl 

VS = ± 15 V RL>2krl 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,6 2 mV 

10 50 nA 

100 200 nA 

45 V/,,,1/ 

40 100 µVIV 

2,5 3,6 mA 

1,8 10 

2 15 
µV/°C 

1,8 10 

4,8 25 

0,08 0,5 
:nA/°C 

0,45 2,8 

80 110 dB 

1,5 µs 

30 % 

350 700 krl 

150 n 

0,25 V/µs 

± 12 ±14 
V 

± 10 ±13 



SF.C 2709 A, SF.C 2709 AP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 11 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS OE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Input offset voltage 
VDI Rs .;; 10 k.Q 3 mV TeMion de dlcalage II l'entrH 

Input offset current tamb= +125°C 3,5 50 

Courant de dkalage II l'entrde IDI nA 
tamb= - 550c 40 250 

Input bias current le tamb= - 550c 300 600 nA Courant de polarisation moyen 

Vs = ±15V 
Large signal voltage gain 

Av RL ;;. 2 k.Q 25 70 V!mV Amplification en tenlion 
Vo =±10V 

Supply current Vs = ± 15V tamb= +125°C 2,1 3 

Courant fourni par le, allmentation, Icc1• Icc2 mA 

Vs = ± 15 V tamb= - 550c 2,7 4,5 

Input voltage range Vlmax Vs = ± 15V ±8 ±10 V Tension d'entree limite 

Input resistance Z1 tamb= _55oc 85 170 k.Q 
lmp4dence d'entrde (diffrlrentielle/ 

NOTE 1 :Thesespecificationsapplyfor-55°C"-tamb"-+125°C, ±9V"-VS"-±15V,C1 = 5000pF, R1 = 1,5k.Q, 
C2 = 200 pF and R2 = 51 n unless otherwise specified. 

Spkiflcationupplicablespour-55°C"-t8 mb "-+125°C, ±9 V"-Vs"- ±15 v. C1 = 5(J(](JpF, R1 = 1,5 kfl, 
C2 = 200 pF et R2 = 51 n uul s;plcification1 contrairt11. 
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VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL ;;,2 k!l 
-55 °C ~ tamb~ 125 °c' 

I I V 

- lli, I / 
«- ,, 

,«' I 

>- \I'•·\,~ 
\1-~1 V 

IL :,-" i~\l· V - .,.~ 
_. I J 

----~ 
_ n,al 

V 
l/ 

.,, 

~ .... 

10• 
9 

~f"' 
10 11 12 13 14 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DJSPON/BLE 

30 ,-,--,--.---.---r--,---.---.-~-.--,--. 

5 1--t-+-+-+--+--+-+-+-+--!--!-I 

O 9'--'-1-'-o--L--L11-''--1 '-2 --'--1-'-3--'--1""'4--'-1-'5 

Supply voltage (±V) 

30 

28 

Tension d'alimentation 

OUTPUT VOLTAGE 5WING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

Vs= ±15 V 
,-tamb=25oC ___ ... 

~~ -Q 26 
/ g> § 24 

"i! 22 

f·E 20 
~ Sl 
~~ 18 

~_.e 16 ~-0~ 14 
12 
10 

0,1 

/ 
I/ 

I 

I 

0,5 1 5 10 
Load resistance (kD.) 
Resistance de charge 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE EN MODE COMMUN 
12 

10 

8 

6 

4 

0 
9 

110 

-55°C ~tamb-~-125°C 

I 
t/1,\1'\f(\U.f ---rJlini!!!.8"""' 

...... ..... 

10· 11 12 13 14 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CON/iOMMfl; -

tamb= 25°C .,,v 
_,,/ 

1} / 

\«'~v .,, 
->- f--.,~ ... -,<".• 

~ 
t7 

10 
9 

105 

.,,/ 

k'.'. 
V I I ,,,..,,,, 

i~I'· 
.,-~P;,,,-,,.. 

:v 

10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TJON 
O'EN7'REE 

tamb= 25°C 

........... ---...... -

80 
9 10 11 12 13 14 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 



70k 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

; RL =2k!1_ 

60k , 
0 

.s~ 50k ., u C>, 
~.8 
!9 ~ 40k 
o• >.~ 
C. ~ 30k 8! 
~~ 
~-S 20k 
o.3 

.... ,..__ 

-----~~.,_ 
-1Si, r-. ....... 

r---. -"s.,1.,, I -~121, ---
1-- Vs= ±9 V 

I 
10k I 

-60 -20 20 60 100 140 

50 

0 

Temperature (°C) 
Temperature 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

I\ 
\ 

\ 
\ 

\. , ... ,_ 
-60 -20 20 60 100 140 

500 . 
] 400 
• --· <(" C:. 

- 0 300 ..,·;:: 

~.~ ~. 
a&. 200 

-~~ "'~ 
'5 ~ 100 
C., 

..::8 

\. 

0 
-60 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLARISATION 
D'ENTREE 

\. 

' 
-20 

' ~r-,... 

20 60 100 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

140 

3 

V 
II' 

0,1 

SF .C 2709 A, SF .C 2709 AP 

INPUT RESISTANCE 
RESISTANCE D'ENTREE 

I/ 
./ 

,, ,, 

-60 -20 20 60 100 140 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

COMMON MODE REJECTION RATIO 
RAPPORT DE REJECTION EN MOOE COMMUN 

a,. 112 

~~ 
o E 110 -~ 8 ~. 
c:15 

.g ~ 108 u. 
Q). 

"iu'c: 
~ 0 
Q)·.::: 106 

"8l 
E ~ 
§~ 104 
E ~ 
§~ u 0;: 102 

/ 

-60 

go 

-

40 
-60 

Rs ,;;10 kn 

~- ----- .... 

-20 20 60 100 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CONSOMMEE 

-
140 

Vs= ±15V 

----

-20 

' ........... 

20 60 100 
Temperature (°C) 
Temperature 

140 
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_t 
a,~ 
,:, , 
-c 
.!:~ 

OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN 
BOUCLE OUVERTE 

100EE~st1:Tu11~"TTT~..,..,.,,..-.....,,,,.,., 

"'" C,, 
~_g 40 H+++-++t-H---'k. 
.s ~ 
] .§ 20>-++++-++-+-+t-+-H+.....,.,' 
C. ~ l~ 01-++tt-++-+-+t-+-H+t-+-+-ttt--'k-H--l ...... 

g~ -20~-~~-~-~~=~~~ 
100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frf!quence 

FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS 
CLOSED-LOOP GAINS 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE 
FERMEE 
so~=~~~~~~=~~~ 

1k 10k 100k 

Frequency(Hz) 
Frequence 

1M 10M 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

Frequency ( Hz) 
Fr(!quence 

" ..:! ? 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES OYNAMIOUES 

~ ~ 1, i t--t-+--t-+--f'"i---t=-t-----t-f-t---j 
>' 
~~ 
~~ 

10 11 12 13 14 
Supply voltage (±V) 
Tension d'a/imentation 

15 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES OYNAMIQUES 

2 
±9 v:s;;;v5 ~ ±15 v 

~60.":-~_..,2-=0~~2='=0,-~60~~-1,.,0"=0~""1~40-

T emperature (°C) 
Temperature 

100 

0,1 

SLEW RATE 
VITESSE DE REPONSE (ELEMENTS 
DE COMPENSATION RECOMMANDES) . 

Vs 
- ~ta 

/ 
, 

1 

= ±15V 
b= 2s 0 c 

_v 

10 100 

Closed-loop gain 
Gain en boucle fermee 

1000 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a J'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de (ejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par les alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de templrature moyen de la 
tension de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de r(Jjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition 8 la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
lmp(Jdance d'entree (differentielle) 

Output resistance 
Impedance de sortie 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

See note following page 
Vair note page suivante 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

101 

IB 

Av 

SVR 

Icc1, Icc2 

DVDI 

CMR 

tTLH 

Z1 

Zo 

Svo 

VOPP 

SF.C 2709 M, SF.C 2709KM, SF.C 2709 PM 

TEST CONDITIONS 
CONOIT/ONS OE 

MESURE 

Rs .;;; 10 k.11 tamb= +25°C 

tamb= +25•C 

tamb= +25°C 

Vs = ± 15 V RL = 2 k.11 

Vo = ± 10V tamb= +25•C 

Rs .;;; 10 k.11 

Vs = ± 15 V tamb= +25•C 

Rs = 50.Q 

Rs = 10 k.11 

Rs .;;; 10 k.11 

vi = 20mV 

Vs = ± 15V 

CL .;;; 100 pF RL = 2 k.11 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

Vs = ± 15 V RL;;, 10 k.11 

Vs = ± 15 V RL;;, 2 k.11 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX 

1 5 

50 200 

200 500 

45 

25 150 

2,6 5,5 

3 

6 

70 90 

0,3 1 

10 30 

150 400 

150 

0,25 

±12 ±14 

± 10 ± 13 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

µVIV 

mA 

µV/°C 

dB 

µs 

% 

k.11 

n 

V/µs 

V 
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SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM,SF.C 2709 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIQUES ELECTR/OUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBDLES MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

Input offset voltage VDI Rs <;; 10 k!2 6 mV 
Tension de dl!calage iJ l'entrfle 

tamb= +125°C 20 200 
Input offset current 

101 nA 
Courant de <HH:a/age IJ l'entree 

tamb= - 55°c 100 500 

Input bias current 
IB tamb= - 55°C 0,5 1,5 µA Coun,nt de polarisation moyen 

Vs = ± 15 V 
Large signal voltage gain Av RL ;;, 2 k!2 25 70 V/mV Amplification en tsn1ion 

v O = ± 10 V 

Input voltage range 
Vlmax Vs = ± 15 V ±8 ± 10 V Tension d'entr6e limite 

Input resistance 
Z1 tamb= - 55°C 40 100 k!2 /mp«Jance d'entree (diff6rentielle) 

NOTE 1 :These specifications apply for -55 °C <;; tamb <;; + 125 °C, ± 9 V .;; Vs <;; ± 15 V, C1 = 5000 pF, R 1 = 1,5 k!2, 
C2 = 200 pF and R2 = 51 !2 unless otherwise specified. 
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Sp6cffication,applicab/espour-55°C<;;tamb <;;+7z5•c, ±9 V<;; Vs<;; ±15 V, C7 = 5000pF, R7 = 1,5 kn, 
C2 = 200 pF et R2 = 51 n 811Uf s,:,4cifications contraire,. 
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OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION OE SORTIE DISPONIBLE 

.±!. ~ 13 >-+-+--+--+--+--+--+--+---+---+-----,f---< 
c, C 
C: 0 

'H 11 >-+-+--+--+--+--+ 
8,·! .. ~ 
~0 

]i 
~.§ 
45 ~ 
0~ 

100 

95 

90 

85 

10 11 12 13 14 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL;;,, 2 kn I I I I I 

15 

-55°C..; 'amb..; +125°C-

I .I --"""'" 
==~ 

,«-""' ...... \./\,..,.;,,,~ ..... 
-- r,,1•~ ,,.,.,., 

... 
·«-""' 

I,,' ..... 

"''~ t,11•• 

..... --..... 
809 10 11 12 13 14 15 

Supply voltage (± V) 
Tension d'a/imen'tation 

SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM,SF.C 2709 PM 

i.g 
-a 
1: i 
~:§ 
:,.~ ".., >~ 
-C 
C. ~ 
C. ~ ~a 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE 
TENSION O'ENTREE EN MODE COMMUN 

10 --- I b I I I I I .1 
-55 C -:;t mt -:;+125 'C-

9 

8 

6 

5 

4 

6 

5 

4 

3 

2 

9 

,-

0 
9 

....... 
·«-""' ..... 

~,<''-~t-
r,,11•' ,, 

...... 
"" 

10 11 12 13 14 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTATION 

, =25°c 

15 

amb I I I ~ 

"'((\\)'((\ 

'-"'""'.,,,., 
"'* ..... 

1'VP· 
TvE;_ --~ --~ 

10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 
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SF.C 2709 M, SF.C 2709 KM, SF.C 2709 PM 

<( C 
E'g -s 
t: ~ 
~:§ 
::,,~ 

'-'" :,.w 
-C 
C. ~ 
C., 

~d 

> 
+1-!! 
-:9 
Cl C 
C:" 

"il 
~~ .. ~ g: 
[.§ 
'5~ 
0~ 
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200 

160 

120 

80 

40 

0 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL A L'ENTREE 

I I I 
Vs=±15V - -

' ' ........... 
--... -

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 
Temperature ( ° C) 
TempfJrature 

4 

3 

2 

0 

SUPPLY CURRENT 
CDURANT D'ALIMENTA TIDN 

I I 
~ - VS =±15V 

-
-

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 
Temperature ( °C) 
Temperature 

6 

2 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPDNIBLE 

10K 100K 1M 
Frequency (Hz) 
Ffequence 

10M 

1 

INPUT BIAS CURRENT 
CDURANT DE POLAR/SA TIDN A L 'ENTREE 

I I 
VS =±15V - -

r--.. ', 
r-,...._ --0 

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPDNSE EN FREOUENCE EN BDUCLE DUVERTE 

-~ 
"' !I "C , 
-0 
.E..l!! .. u "', 8i_g 
fli oc 
>-~ 
C. ~ g! 
1i 
8.·'= 
o.3 

> 
+1-!! 
-:S! 
Cl C 
C:0 

"il 
~~ 
fl a gi 
l.§ 
~~ 
::, C 
0~ 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

15 

1K 10K 100K 1M 10M 
Frequency (Hz) 
Frequence 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPDN/BLE 

I',. 
V = ± 15 V 

t0~b = 25°C 
12 

9 

6 

3 

0 
0 

" .... 

" '-
I'-

" 
"\ 

' 
\ 

H> 20 30 40 
Output current (± mA) 
Courant de sortie 

50 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTER/STIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dlcalage IJ /'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de /Vjection dO aux a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentstions 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temptlrature moyen de la 
tension de dkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temperature mo yen du 
courant de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
Impedance d'entree (difMrentielle) 

Output resistance 
Impedance de sortie 

' 
Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynsmique de sortie 

See note following page 
Vair note page suivante 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

IB 

Ay 

SVR 

Icc1• Icc2 

DVDI 

DIDI 

CMR 

tTLH 

Z1 

Zo 

Svo 

Yopp 

SF.C 2709 T, SF.C 2709 ET, SF.C 2709 PT 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs < 10 kQ tamb= +25°C 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

Vs = ± 15 V Ri_),2 kQ 

tamb= +25oC 

Rs <10kD 

Vs = ± 15 V tamb= +25°C 

Rs = 50!1 

Rs = 10 kQ 

tamb= +25°C. +85°C 

tamb= -25°C, +25°C 

Rs < 10 kQ 

VI = 20mV Vs=± 15 V 

CL < 100 pF 

tamb= +25oC 

tamb= +25oc 

tamb= +25oC 

tamb= +25oC 

Vs = ± 15 V RL=10kQ 

Vs = ± 15 V RL= 2 kQ 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

1 5 

50 300 

0.3 0,75 

45 

25 200 

2,6 6,6 

3 20 

6 

0,3 2 

0.6 4 

65 90 

0,3 1 

10 30 

70 250 

150 

0,25 

± 12 ±14 

±10 ± 13 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

V/mV 

µVIV 

mA 

,µV/°C 

nA/°C 

dB 

µs 

% 

kQ 

Q 

V/µs 

V 
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SF.C 2709 T, SF.C 2709 ET, SF.C 2709 PT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dl!calage A l'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jca/age a /'entree 

Input bias currert 
Courant de polarisation mayer, 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Input resistance 
lmpklance d'entree (diffl!rentielle) 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

IB 

Av 

Vlmax 

zl 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Rs < 10 kn 

lamb= +85°C 

tamb= -25°C 

tamb= -25°C 

Vs = ± 15 V 

RL ;> 2 kn 
Vo = ± 10 V 

Vs = ± 15 V 

lamb= -25°C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

7,5 mV 

30 300 
nA 

80 500 

0,36 2 µA 

25 V/mV 

±8 ±10 V 

70 250 kn 

NOTE 1 :Thesespecificationsapplyfor-25°C<tamb<+85°C. ±9V<Vs< ±15V,C1 = 5000pF, R1 = 1,5kn, 
C2 = 200 pF and R2 = 51 n unless otherwise specified. 
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Specificationsapplicablespour-25°C ~tamb ~ +B5°C, ±9 V ~ Vs =s;;;; ±15 V, Ct = 5000pF, Rt = 1,5 kn, 
C2 = 200 pF et R2 = 51 n sauf spkifications contraires. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dfJcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dlJcatage B /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentatio11s 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tempfJrature moyen de la 
tension de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de IWjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition /J la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
lmp«isnce d'entrelJ (difflJrentielle) 

Output resistance 
/mpfdance de sortie 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

See note following page 
Vair note page sulvante 

SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC,'SF.C 2709 DC 

tamb = +25oC ± 9 V < VS < ± 15 V unless otherwise specified 
( Note 1) sauf indications contraires 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VALEURS 
SYMBOLES UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI Rs < 10kQ tamb= +25oc 2 7,5 mV 

IDI tamb= +25oc 100 500 nA 
I 

IB tamb= +25oc 0,3 1,5 µA 

Vs = ± 15 V RL ;a, 2 kQ 
15 45 V/mV Av 

Vo = ± 10\t 

SVR Rs < 10kQ 25 200 µVIV 

Icc1, Icc2 Vs = ± 15 V tamb= +25oc 2,6 6,6 mA 

Rs = 50Q 6 

DVDI µV/°C 

Rs = 10kQ 12 

CMR Rs < 10 krl 65 90 dB 

V1 = 20mV Vs=± 15 V 

tTLH CL < 100 pF RL = 2 kQ 0,3 µs 
tamb= +25oc 

10 % 

Z1 tamb= +25oc 50 250 kQ 

Zo tamb= +25oc 150 n 

Svo tamb= +25oc 0,25 V/µs 

Vs = ± 15 V RL;;a, 10 kQ ± 12 I ±14 

VOPP V 

Vs = ± 15 V RL;;a,2 kQ ± 10, ± 13 
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Input offset voltage VDI Rs .;;; 10 kS1 10 mV 
Tension de dkalage 8 /'entree 

Input offset current tamb= +7ooc 75 400 
IDI nA 

Courant de dkalage a l'entree tamb= ooc 125 750 

Input bias current 
IB tamb= ooc 0,36 2 µA 

Courant de polarisation moyen 

Vs = ± 15V 
Large signal voltage gain Av RL > 2 kS1 12 V/mV Amplification en tension 

V0 =±10V 

Input voltage range Vlmax Vs = ± 15 V ±8 ± 10 V 
Tension d'entrfle limite 

Input resistance 
Z1 tamb= ooc 35 kS1 lmp(Jdance d'entrff (differentielle) 

NOTE 1 :These specifications apply for 0°C .;;;tamb.;;; +70°C, ±9V.;;;vs.;;; ±15V,C1 = 5000pF, R1 = 1,5kS1, 
C2 = 200 pF and R2 = 51 n unless otherwise specified. 
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Sp(Jc;f;cationsapplicablespour 0°C ~tamb·~ +70°C, ±9 V:s;;; Vs~ ±15 V, Ct= 5000pF, Rt = 1,5 kn, 
C2 = 200 pF et R2 = 51 n sauf specifications contraires. 



SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

5 9'---'-1,_o__.__., 1__,_12L_L_1.,_a__,_~1,...4--,--'--15 

Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

90 I I I I 
_RL~ 2kn 

ooc < tamb< ..,_70°c 

- I 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE 
TENSION O'ENTREE EN MOOE COMMUN 

10 
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I J L l I I --L--0°C < tamb< +70°C-

"" 
""' ,_v 

~,i,,<; e,\ 
Mw«l~ 
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""' 
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9 10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

.l)"f -----
.... 

70 
9 

'~j¢"~--

),·" 
,,,,. 

10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 
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SF.C 2709 C, SF.C 2709 EC, SF.C 2709 DC 

~ 
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SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA T/ON 

tamb =25oc 

I 
,'/?' i ! 
TY!;;,.....---I 

50 

--_....-
! 

0 
9 

i 
I 

I 
I 

10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (± V) 
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OPEN-LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 
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SF.C 2709 AE 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Input offset voltage 
VDI Tension de d4calage B l'entree 

Input offset current IDI Courant de dkslage IJ l'entree 

Input bias current 'B Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Av Amplification ,m tension 

Supply voltage rejection ratio 
SVR Taux de tWjection dO aux alimentations 

Supply current Icc1, Icc2 Courant fourni par les alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage DVDI 
Coefficient de tem/JBrature moyen de la 
tension de dkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 

DIDI Coefficient de tem,»rature moyen du 
courant de decBlage 

Common mode rejection ratio 
CMR Taux de /Vjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition B la croissance tTLH 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
Z1 /mp«Jance d'entr6e (differentielle) 

Output resistance 
Zo lmp«Jance de sonie 

Slew rate 
Svo Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing Vopp 
Oynamique de sortie 

Input voltage range 
VIM Tension d'entree limite 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs .;; 10 k[). 

Vs = ±15 V V = ±10 V 

RL ;;,2kn. 

Rs .;; 10 k[). 

Vs = ±15V 

Rs = 50 [), 

Rs .;; 10 k[). 

V1 = 20mV Vs= ±15 V 

CL ,;; 100 pf 

tamb= +25°C RL = 2 k[). 

tamb= +25°C 

tamb= +25•C 

tamb= +25°C 

Vs = ±15 V RL = 10k[). 

Vs = ±15 V RL = 2 k[). 

Vs = ±15 V 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 3,5 mV 

50 200 nA 

200 500 nA 

25 V/mV 

25 150 µV/V 

2,6 5,5 mA 

3 10 µV/°C 

0,3 1 nA/°C 

70 90 dB 

0,3 1,5 µs 

10 30 % 

120 400 k[). 

150 500 [), 

0,25 V/µs 

±12 ±14 
V 

±10 ±13 

±8 ±10 V 

NOTE 1 :These specifications apply for 0°C ,;; tarrib,;; +70°C , ±9 v,;; vs,;; ± 15 v, C1 = 5000 pf, R 1 = 1,5 kn, 
C2 = 200 pf and R2 = 51 [), unless otherwise specified. 

Specifications applicables pour O °C :is;;; tamb ' +70 °c, ±9 V ~ Vs ' ± 15 V, C 1 = 5000 pF, R 1 = 1,5 kn, 
C2 = 200 pF et R2 = 51 n sauf spkifications contraires. 
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SF.C 2709 AE 
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1k 10k 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
Frequence 

FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS 
CLOSED-LOOP GAINS 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE FERMEE 

80 ,-,-,-,,----,-~~~~=----rnr....-,,~,...., 
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OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPDNIBLE 
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FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

10 11 12 13 14 15 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 
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V 

10 100 
Closed-loop gain 
Gain en bouc/e ferm/Je 
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SF.C 2741 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICATEURS OPERATIQNNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALE URS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites abso/ues) 

Operating free-air Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID VI duration 

Bo1tiflr Gamme de tem,»rature Temperature de 1tockage (VI (mW) (VI (V) Duree de court-circuit 
ambisnte de fonctionnement en sortie 

SF.C 2741 M T0-99 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 

SF.C 2741 JM T0-116 -55°C, +125°c -65°C, + 150"C ±22 500 ±30 ±15 

SF.C 2741 KM* T0-116 -55°c, +125•c -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 Indefinite 
l/limitee 

SF.C 2741 PM T0-91 -55°C, +125°C -65°C, +15o•c ±22 500 :i:30 ±15 

SF.C 2741 C T0-99 o•c,+ 10°c -65°C, +150°C ±18 500 ±30 ±15 

SF.C 2741 DC CB-98 o•c,+ 10°c -55°C, +125°C ±18 500 ±30 ±15 

SF.C 2741 EC T0-116 o•c,+ 70°C -55°C, +125°C ±18 500 ±30 ±15 

* On request available in epoxy package 
Sur demande en battier fJpoxy 

General description 

.The SF.C 2741 is a high performance monolithic ope

rational amplifier constructed on a single silicon chip. 

It is intended for a wide range of analog applications. 

Improved specifications include : 

- Large input voltage range 

- No latch-up 

- High gain 

- Short-circuit protection 

- No frequency compensation required 

- Same pin configuration as the SF .C 2709. 

The high gain and wide range of operating voltages 

provide superior performance in integrator, summing 

amplifier, and general feedback applications. The 

internal roll-off (6dB/octave) insures stability in closed 

loop applications. 

Description glnerale 

LB SF.C 2741 est un amplificsteur optJrstionnel monolithique 

de haute performance, utiliable dans de nombreuses applica

tions analogiqu111. 

Carscteriltiques principales : 

- Gamme de tension d'entrde 6/evff 

- Absence de phtlnomlne de ve"ouillage 

- GaintllevfJ 

- Protection contre Jes courts-circuits permanents en 

sortie 

- Compenllltion en ff'Bquence interns. 

-.- Mime brochB(/fl que le SF.C 2709. 

Ces caracttlristiques psrmettent /'utilisation en inttlgrateur, en 

sommateur, et en gtlnBral toutes /es applications d'amplifica· 

teurs contre-rdactionntls. Le circuit de compensation interns 

(6d8/octave} assure une stabilittl dans /es utilisations en boucla 

fermH. 

78-27 1/10 

225 

I 



SF.C 2741 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-99 (CB-11) 
METAL CAN N.C. 

Top view 
Vue de dessus 

TO-116 (CB-2) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 

Top view 
Vue de dessus 

Boitier metal 
Offset null 
Equinbrage"' 

1 

I 

s -Offset null 
Equilibrage 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est retiee au boitier 

Boitier 
enfichable 

N Output Offset null ~::::5~;,_ ..... N.C. 

'V -v+vs-'~.c. 
N.C. / Inputs 

Offset null Entrees 
Equilibrage 

TO-91 (CB-86) 
FLAT PACKAGE 

Top view 
Vue de dessus 

CB 98 (CB-98) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 

Output 

Top view 
Vue de dessus 

Boitier plat Offset null 
lE~uilibrage 

c+ 

A 

PIN 

~~~>'' 
~

: . Vs+ 

$ 5 o ~ 
nputs Offset null 

Entrees Equilibrage 
Output 

Non inverting input 
Entree non inverseuse 

Offset null 
Equilibrage 

Sortie 

Schematic 
Schema electrique 

A 

TO-99 

B 

2 

CONFIGURATIONS TO-116 3 4 
BROCHAGES 
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TO-91 

CB-98 

2 3 

2 

Boitier 
enfichable 

G 
v+ s 

R9 
25 

~_.-" _ _,_F Output 

C D 

3 4 

5 6 

4 5 

3 4 

R10 
50!1 

E 

5 

9 

6 

5 

D 

Sortie 

v-s 

F G 

6 7 

10 11 

7 8 

6 7 

Sortie Offset null ~xr-
/ -v+ Vs-

Offset null Inputs 
Equilibrage En trees 

Principal features 
Donnees principa/es 

Typical applications : 

- Summing amplifier 

- Follower amplifier 

- Integrator circuitry 

- Active filter 

- Generator of functions. 

Applications typiques : 

- Amplificateur sommateur 

- Amplificateur suiveur 

- Jnte{lrateur 

- Filtre actif 

- Generateur de fonctions 



MEASUREMENT DIAGRAMS 
SCHEMAS DE MESURES 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 

CIRCUIT DE REGLAGE DE LA TENSION 
RES/DUEL LE 

2 TO99-MP-48 @TO-116 

2 

CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER 
CONVERTISSEUR COURANT /TENSION 

Rl 

-11 

R2 

for mini mum error due to bias current 
R2 = R1 
pour minimiser /'erreur dOe au courant de 
polarisation R 2 = R 1 

POSITIVE VOLTAGE REFERENCE 
TENSION DE REFERENCE POSITIVE 

Rl_ 

R2 

SF.C 2741 

TRANSIENT RESPONSE TEST Cl RCUIT 
CIRCUIT DE TEST POUR LA MESURE DE LA 
REPONSE EN TRANS/TO/RE 

2 

6 

@ 
Vo 

3 

V1 'CL RL 

NEUTRALIZING INPUT CAPACITANCE TO 
OPTIMIZE RESPONSE TIME 
OPTIMISATION DU TEMPS DE REPONSE EN NEU
TRAL/SANT LA CAPAC/TE D'ENTREE 

Rl 

R2 

NEGATIVE VOLTAGE REFERENCE 
TENSION DE REFERENCE NEGATIVE 

BZX55 6,8V 

R2 

R3 

R4 
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SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de df1calage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dka/age iJ J'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r(Jjection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de /'ejection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a fa croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
Impedance d'entrf1e (diff/Jrentielle) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

4110 

228 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

IB 

Av 

SVR 

Icc1• Icc2 

CMR 

tTLH 

Z1 

svo 

Vopp 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs ,;;; 10 kQ 

tarn ti= +25 ° C 

tamb= +25oc 

tamb=s +25oc 

Vo = ± 10V RL ;;, 2 kD. 

tamb= +25oc 

Rs ,;;; 10 kQ 

tamb= +25oc 

Rs ,;;; 10 kQ 

V1 = 20mV 

CL ,;;; 100 pF RL = 2 kQ 
Unity gain 
Gain unite 

tamb= +25oC 

tamb= +25oc 

RL ;;, 2 kQ Unity gain 
tamb= +25oc Gain unite 

RL;;, 10kQ 

RL;;, 2 kQ 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 5 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

50 200 V/mV 

30 150 µVIV 

1,7 2,8 mA 

70 90 dB 

0,3 µs 

5 % 

0,3 2 MQ 

0,5 V/µs 

±12 ±14 

V 

±10 ±13 



SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dtJcalage a l'entrh 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

'01 

'e 

Av 

v,max 

1sc 

1cc 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

Rs .;; 10 kll 

tamb = + 125°C 

tamb = -55oc 

tamb = + 125°C 

tamb = _55oc 

Vs = ± 15 V RL;;, 2 kll 

Vo = ± 10 V 

tamb = +25oc 

tamb = t 125°C 

tamb = _55oc 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

6 mV 

200 nA 

500 nA 

0,5 µA 

1,5 µA 

25 V!mV 

± 12 ±13 V 

25 mA 

2,5 mA 

3,3 mA 

NOTE 1 · These specifications apply for Vs = ± 15 V, -55° C .;; tamb < + 125°C unless otherwise specified 
Sp/Jcifications applicables pour VS = ± 15 V, -55°C ~tamb ~+ 125°C sauf indications contraires 
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SF.C 2741 JM, SF.C 2741 KM, SF.C 2741 M, SF.C 2741 PM 
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OPEN LOOP VOLTAGE GAIN ltyp.) 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

i-.... 
---v .... 

V 
/' 

80 O 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Supply voltage (±V) 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

Tension d'alimentation 

TRANSIENT RESPONSE ltyp,) 
REPONSE TRANS/TO/RE 

.. -
90% 

I 
I 
I Vs = ±15 V 

10% I--
tamb:;;; 250c 

RL =2kD. 
Rise time 

C~ = 100 pF Temps de montee 
0,5 1 1,5 

Time (µs) 
Temps 

2 2,5 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

-55°C ~tamb ~+ 125°C 

RL ~ 2 kn / 
./ 

.)' 
/ 

/ 
/ 

.,/' 
.... 

10 15 20 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE ltyp,) 
REPONSE EN FREOUENCE EN'BOUCLEOUVERTE 

iii 
'O -. -=·~ 
~~ 
ClO "'. i-S: 
><3 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

'\.. 
~ 

'\.. 

" " \ 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
Fr,jquence 

ABSOLUTE MAXIMUM POWER DISSIPATION 
PUISSANCE DISS/PEE MAX/MALE 
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"" 300 
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200 
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100 
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~ Q E m 1m 1~ 

Ambient temperature ( ° C) 
Temperature ambiante 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE 
GAMME DE TENSION EN MODE COMMUN 
A L'ENTREE 
16" 

-55°C ~ tamb ~ + 125°C 
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!/ 
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/v 

V 

10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a /'entree 

Input offset current 
Courant de dkslage a l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rlJjection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par les alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de f'Bjection en mode commun 

FoUower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition ; la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
/mpt!dance d'entrh (diff/Jrentie/le) 

Slew rate 
Ptmte maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

See note following page 
Vair note page suivante 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo1 

101 

'B 

Av 

SVR 

Icc1• Icc2 

CMR 

tTLH 

z, 

Svo 

VOPP 

SF.C 2741 C, SF.C 2741 DC, SF.C 2741 EC 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs < 10 kS1 

tam ti= +25 ° C 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

v 0 =±10V RL;;,2kS1 
t = +25•c amb 

Rs ,;;; 10 kS1 

t = +25•c amb 

tamti= +25°C 

Rs ,;;; 10 kQ 

tamb = +25°C 

v1 = 20mV 

CL ,;;; 100 pF RL = 2 kS1 

Unity gain 
Gain unite 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

RL ;;,2kS1 

Unity gain 
Gain unite 

tamb= +25°C 

"RL ;;, 10 kS1 

RL ;;,2kS1 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 6 

20 200 

80 500 

20 200 

30 150 

1,7 2,8 

70 90 

0,3 

5 

0,3 2 

0,5 

± 12 ±14 

± 10 ±13 

UNITS 
UNITE! 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

µVIV 

mA 

dB 

µs 

% 

MS1 

VlµI 

V 
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SF.C 2741 C, SF.C 2741 .DC, SF.C 2741 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten1ion de dfH:alage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage B l'entrde 

Input bias current 
Courant de. polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Output short-circuit current 
Courant de court.-circuit 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Vol 

101 

Is 

Vs = ± 15 V RL;;, 2 kil 
Av 

Vo = ± 10V 

Vlmax tamb= +25oc 

1sc tamb = +25oc 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

7,5 

300 

800 

15 

±12 ±13 

25 

NOTE 1 - These specifications apply for Vs = ± 15 V, 0° C ,;;; tamb,;;; + 70° C unless otherwise specified 
Specifications applicables pour Vs = ± 15 V, o0 c ,e:;;;;tamb ~ + Jooc sauf indications contraires 

8/10 
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UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mY 

V 

mA 



115 

110 

85 

80 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN (typ.) 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

l l l l 
tamb = 25°c 

L..--

I/ 
v 

i7 
/ 

)7 

0 2 4 6 8' 10 12 14 16 18 20 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alirnentation 

28 I 

24 

> 20 I 

SF.C 2741 C, SF.C 2741 DC, SF.C 2741 EC 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE (typ.) 
REPONSE EN·FREOUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 I I I 
100 

iii 80 
'O -~ .5·! 60 
&5 
1h 40 

°5 ·S 
><3 20 

0 

I',. 
tamb = 25°C-

~ 
I 

~ 
~ 

"-
[\ 

-20 
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Fre(lusnce 

.TRANSIENT RESPONSE (typ.) 
REPONSE TRANS/TO/RE 

I.. 

g 90% 

i·e 16 

.t:: ii 12 g.g ... ~ 8 5.-~ ;~ 
4 0~ 

10% 
0 ,___ 

OUTPUT VOLrAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

0°c<,.mb<;;+1ooc 

RL ~ 2k0 

,,17 

I/ 

7 
}' 

17 
7 ., 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension·d'a/imentation 

. 

20 

I 
I 
I Vs = ±15V 

J... tamb = 250c 

0 

Rise time RL 
Tsmpsde I CL montetl 

0,5 1 1,5 
Time (µs) 
Temps 

: 2k0 

= 100 pf 

2 2,5 

INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE 
GAMME DE TENSION EN MODE COMMUN 
AL'ENTREE 
16 

14 

8 

6 

4 

2 

0 
6 

0°C <;; tamb <;; +70°C 

/ 

I/ 
/ 

/ 
)" 

V 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 
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SF.C 2741 

i 
i 
C • .ge 
c. E 
E ~ 

~ a 
8 ~ ~. 
"~ 3: .~ 
fir. 
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100 

80 

60 

40 

20 

0 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CONSOMMEE 

tamb =25oc J 

/ 
/ 

/ 
/ 

/.,, 
5 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

V 
/ 

20 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

Vs =±15V _ ... .. -
tamb=25oc ,; .... 

V 

j 

I 

J 

I 
0,2 0,5 1 2 5 

Load resistance (kQ) 
Resistance de charge 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L 'ENT REE 

Vs =±15V 

tamb =25oc 

.... 

10 

100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

. 
~~ 
C S -~ 
~ 
C-,, 

". ~J 
"~ t~ 
:i:~ 
0 ~ 

s e 
C., 

~8 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT DE DECALAGE A L 'ENTREE 

40 

30 

20 

10 

0 

tamb =25oc 

~ 

5 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'a/imentation 

20 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

Vs =±15V 

RL = 10 k!1 

tamb =25oc 

\ , 

'\. 

r-.. 
1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FrtJquence 

1M 

INPUT NOISE CURRENT 
COURANT DE BRUIT AL 'ENTREE 

Vs =±15V 

tamb =25oc 

... 

.... 

100 lk 10k 
Frequency (Hz) 
FreQuence 

100k 



SF.C 2747 
DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS 

DOUBLES AMPL/FICA TE URS OPERA TIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES /Vair§ limitesabsolues/ 

TENTATIVE DATA 
CARACTERISTIOUES PROVISO/RES 

Operating free-air Output short-circuit 

Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID VI duration 
Bo1tier Gamme de temJ]erature TempAraturedestockage (VI (mW) (V) (V) Duree de court-circuit 

ambiantede fonctionnement 

SF.C2747 M TO-100 -55°C, + 125°c 

SF.C 2747 KM* TO-116 -55°C, + 125°c 

SF.C 2747 C TO-100 0°C, + 10°c 

SF.C 2747 EC TO-116 0°C, + 10°c 

*On request available in epoxy package 
Sur demande en bo7tier epoxy 

General description 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-55°C, 

The SF.C 2747 is a high performance monolithic dual 

operational amplifier Constructed on a single silicon 

chip. It is intended for a wide range of analog 

applications. 

Improved specifications include: 

- low power consumption 

- large input voltage range 

- no latch-up 

. - high gain 

- short-circuit protection 

- no frequency compensation required 

- offset null voltage capability (TO-116). 

The high gain and wide range of operating voltages 

provide superior performance in integrator, summing 

amplifier, and general feed back applications. The 

internal roll-off (6 dB/octave) insures stability in 

closed loop applications. 

,SQMSO• • C8' 

OMS•ON SEO.!ICONO,UCTEUIIS ~, 

en sortie 

+150°C ± 22 680 ± 30 ±15 

+150°C ± 22 680 ± 30 ± 15 
Indefinite 
lllimitee 

+ 150°c ± 18 680 ± 30 ± 15 

+125°C ± 18 500 ± 30 ± 15 

Description generate 

Le SF.C 2747 est un double amplificateur operationnel 

monolithique de haute performance, uti/isab/e dans de 

nombreuses applications analogiques. 

Caract6ristiques principa/es : 

- faible consommation 

- gamme de tension d'entree etevee 

- absence de phenomt1ne de verrouillage 

-gain eJeve 

- protection contre Jes courts-circuits permanents en sortie 

- compensation en frequence interne 

- possibilite de compenser la tension de d6ca/age (T0-116) 

Ces caracteristiques permettent /'utilisation en integrateur, 

en sommateur, et en general,toutes !es applications d'amplifi

cateur contre r(Jactionne. Le circuit de compensation interne 

(6 dB/octave) assure la stabilite dans /es utilisations en bouc/e 

fermee. 
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SF.C 2747 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-100 (CB-3) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Top v;ew TO-116 (CB-2) Top view 
Vue de dessus 

B' 

D 

G and G' are internally connected 
Get G' sont relitis int6rieurement 

Schematic (Each side) 
Schema electrique (Par operateur) 

Non inverting input Inverting input 
Entree non inverseuse EntrlJe inverseuse 

C 8 

Rl R2 R4 
R3 

E 
A Offset null 

Equilibrage 

2/13 
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DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Bo1tier enfichable 

Vue de dessus 

A G NC F' G' /,:, 

B C E D E' C' B' 

G and G' are internally connected 
Get G' sont relies interieurement 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Summing amplifier 

- Follower amplifier 

- Integrator 

- Active filter 

- Generator of functions 

- Amplificateur sommateur 

- Amplificateur suiveur 

- lnt/Jgrateur 

- F iltre act if 

- Generateur de fonctions 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYP/QUES 

QUADRATURE OSCILLATOR 
OSCILLATEUR A DEPHASAGE 

C2 
820pF 
1% 

+15V 

1/2 SF.C 2747 

Sine output 
Sortie sinus 

R3 
190 kn 
1% 

CJ 
820 pF 
1 % 

D1 D2 

+15V 

SF.C 2747 

1/2SF.C 2747 

.Cosine 
>----+---- output 

Sortie 
cosinus 

R2 
180kn 
1% 

-15V 

f= ---;;:===="'(R1C1=R2C2) 
2mfc2 R2 CJ R3 

ANALOG MULTIPLIER 
MULT/PLICA TEUR ANALOG/QUE 

RI 
20 kn 

El 1 
1 % 

Current source 
SQul'CIJ de coursnt 

R2 
20 kn 
1 % 

+15V 

-15 V RS 

R4 
15kn 
1 % 

5kn 
1 % E12 

• Matched to 0, 1 % 
AppairHs a 0, I % 

R4 
190kn 

a, 

R10 
150 kn 

+15V 

Multiplier 
Mu/tiplicateur 
2N 2642 

Eo=100E11 XE12 _ 15 v 

-15V 

Cl 
820 pF 
1 % 

RI 
190 kn 
1% 

Amplifier 
Amp/ificat9Ur 

R14 
25,8 kn• 
1% 

R12 
12kn* 
1% 

1/2 SF.C 2747 

R17 
100n 

R15 
25,8 
kn• 
1% 

R9 RS 
20n 20n 

+ 15V 

-15V 

R7 
150 kn 

Zero adjust 
R,g/age du ztJro +15V 

Ea 
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SF.C 2747 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

COMPRESSOR/EXPANDER AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS COMPRESSEURS/EXPANSEURS 

R D1 

R2 
10 kn 

+15 V 
Compressor 
output 
Sortie 

R D3 
R5 
1 kn 

+15V Compressor 
input 
Ent,ee 
compresseur 

>----<•c_o_m0presseur O----<..---C=:J---+-~1----F"-J Expander 
>_,.__,,output 

R3 
10 kn 

-15 V 

Compressor 
Compresseur 

Expander 
input · 
Entree 
expanseur 

~ 

Notes: Maximum compression expansion ratio= R1/R (10 k[2 > R >DI 
Rappel maximal de compression-expansion= R1/R (10 kn >R ~O) 

Diodes D1 through D4 are matched 
Les diodes D 1 a D4 sont appairees 

TRACKING POSITIVE AND NEGATIVE VOLTAGE REFERENCES 
REFERENCES OE TENSION POSITIVE ET NEGA T/VE 

R3 
180 kn 

V 

R1 

D1 
6,2 V 

10 kn 

R4 
12 kn 

v+ 

R5 
10 kn. 

Positive 
regulated 

>------<-----noutput 
Sortie 
re(lutee 
positive 

V +12V 

R2 
14 kn 

R7 
5 kn• 

t'ositive output 
Sonie positive 

R1 + R2 
VD1 x R2 

R6 
10 kn 

v+ 

Expander 
Expanseur 

Sortie 
expanseur 

Negative 
regulated 
output 
Sortie 

>-----<-----<> regutee 

V 

ne(Jative 
-12V 
IL ,;;;5mA 
Source or 
sink 
Courant 
entrant ou 
sortant 

Negative output 
Sortie negative 

- positive output x ~ 
sortie positive A 5 

4113 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

NOTCH FILTER USING THE SF.C 2747 AS A GYRATOR 
F!LTRE REJECTEUR UTILISANT LE SF.C 2747 COMME GYRATEUR 

Input 
Entree 

R2 
30 kn 

R1 r----------
30 kn• 

+ 
R3 
15 kn 

C1 

+ 

'----SF.C 2747J 

R4 
7,5 kn 

C2 
1 µF 

R4 
7,5 kn 

NOTCH FREQUENCY AS A FUNCTION OF Cl 
FREQUENCE OE REJECTION EN FONCT/ON 
DE LA CAPAC/TE C1 

104 

r,,.,_ 

r-- .. 
1' 

I"~ 

" 
10·3 10·2 10·1 

Capacitor C 1 (,uF) 
Capacite CT 

" 

SF.C 2747 

Output 
Sortie 

.!!.!.=~ 
R2 2R4 
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier) (Note 1) 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES /Pour chaque op,rateur! 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dtJcalsge a l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection d(J aux alimentations 

Supply current bath amplifiers 
Courant fourni par /es alimentations 
pour Jes deux optJrateurs 

Common mode rejection ratio 
Taux de rfJjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition 8 la croi#Bnce 

Overshoot 
Rebondiaermmt 

6/13 
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TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS OE 
SYMBOLES MESURE 

Vol 
Rs,;;; 10kr! 

tamt,= 25°C 

101 tamb= 250c 

1B tamb=25oC 

Av 
Vo = ± 10 V 

RL ;;,, 2 kr! 
tamb= 250c 

SVR Rs.;; 10kr! 

1cc1• 1cc2 tamb= 250c 

CMR Rs .;; 10 kr! 

VI = 20mV 

CL ,;;; 100 pF 
tTLH Unity gain RL = 2 kr! 

Gain unite 

tamb= 250c 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 5 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

50 200 V/mV 

30 150 µVIV 

3 5,6 mA 

70 90 dB 

0,3 µs 

5 % 



SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier) 
CARACTER/ST/QUES ELECTR/QUES (Pour chaque operateuri (Note l) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

PARAMETRES sYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input resistance 
21 lamb= 250c 0,3 2 Impedance d'entrh (difMrentielle) 

Slew rate 
Syo 

tamb= 250c Unity gain 
0,5 Pente maximate du signal de sortie RL ;;, 2 k!1 Gain unite 

Yopp RL ;;, 10 k!1 ±12 ±14 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Yopp RL ;;, 2 k!1 ± 10 ±13 

Input offset voltage Vol Rs ,.;;; 10 k!1 6 
Tension de de<:alage II l'entrl!e 

Input offset current 
101 

tamb= _55oc 500 
Courant de dkalage B l'entree tamb= 125°C 200 

Input bias current 
IB 

tamb= _55oc 1,5 
Courant de polarisation moyen tamb= 125°C 0,5 

Large signal voltage gain 
Av RL ;;, 2 k!1 

25 AmpUfication en tension 
Vo = ± 10 V 

Input voltage range V1 ±12 ± 13 
Domaine de tension d'entree max. 

Offset voltage adjustment range VDI ±15 
Gamme de rlJg/age de fa tension de d/Jcalage max. 

NOTE 1 - These specifications apply for -55 ° C.;;; tamb.;;; +125 ° C ,Vs = ± 15 V unless otherwise specified. 
SptJcifications applicables pour -55 °C ~ tamb ~+ 125 °c, Vs =± 15 V sauf specifications contraires. 

UNITS 
UNITES 

M!1 

V/µs 

V 

V 

mV 

nA 

nA 

µA 
µA 

V/mV 

V 

mV 
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SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM 

ai 
,:, 
-c 

-~·! 
"'l!l 
:g,ii 
fs 
>~ 

~ 
~·f 
~2 
g~ 
-c a..2 -. ::, C 

0~ 

-c. 
C. 

2:-
g»·f 
!: ~ 
g .g 

~.§ -. ::, C 

0~ 
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115 

110 

105 

100 

95 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

tamb=25oC 

_i.-----
,// 

., 

I/ 
/ 

90 
0 4 8 12 16 20 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL 
SWING) 
BANDE PASSANTE /GRANDS SIGNAUX 
DISPONIBLES) 

~ 

\ 
1 

Voltage follower - -±15 V supplies THO <s % 
AmplificatBUr suiveur - .... ± 15 V alimentations 
TH0<5% 

' 0 
10 

11 Ill 11 
100 1k 10k 100k 

16 

12 

8 

4 

Frequency (Hz) 
Fr«,uance 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

500 1k 2k 5k 10k 
Load resistance (fl) 
Resistance de charge 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

100 

ai 80 
,:, 
-c 
-~ -~ 60 
"'l!l 1h 40 
"E ,5 
>~ . 20 

0 

-20 

100 

50 

1 

-
I'\. 
~ 

'\.. 
r'\. 

r'\. 
~ 

1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency ( Hz) 
Fre(luence 

POWER DISSIPATION 
DISSIPATION OE PUISSANCE 

- VO .,,, 
~ 

/v 

o--

2 6 10 14 18 22 

Power supply voltage (V) 
Tension, d'alimentation 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 

1k 10k 
Source resistance (fl) 
Rt!sistance de source 

100k 



> 
E 
~-! .. ' -"'Q 
g.g 
1.§ 
~ !:! 
0~ 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

o 

-4 

TRANSi ENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

! 

-
90%-

I Vs = ±15V 

I 
tamb = 250c 

RL =2 kn 

I CL = 100 pF 

.,_ !4H0% 

Rise time 
Temps de montde 

-o.~ o o,5 1 1,5 2 2,5 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES DE FREOUENCE 

1,4 

0,6 ~-~-~-~-~-~-~ 
S 10 15 20 

Supply voltage (±VI 
Tension d'alimentation 

~ 
§,·€ 
-"' Q 
g .g 
1.§ 
~ ~ 
::, C 

0~ 

SF.C 2747 M, SF.C 2747 KM 

VOLTAGE FOLLOWER 
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
AMPL/F/CATEUR SUIVEUR 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 
10 

8 

6 

4 

2 

o 
-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Vs =±15V 
tamb=25oc 

. .. 
fOutput I 

- - l.Sortie 1 

\ ' Input I 
I Ent~: 

' I 

- L. ' 

o 10 20 30 40 50 60 10 80 90 
Time (µs) 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES DE FREOUENCE 

1,4 ,---,--,---,.-,---,--,---,.-,---,---, 
Vs=±lSV 

-20 20 60 100 
Temperature (°C) 
Temperature 

140 
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Each amplifier) (Note 11 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES /Pourchaque operateur) 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
c,"burant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rt!Jjection dO aux alimentations 

Supply current bath amplifiers 
Courant fourni par Jes alimentations 
pour Jes deux operateurs 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la croisssnce 

Overshoot 
Rebondissement 

10/13 
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TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

Rs ,s;; 10kQ 
VDI 

tamb= 25°C 

101 tamb= 25°C 

le tamb= 25°C 

Av Vo =±10V RL ;;a, 2 kQ 

SVR Rs .;; 10 kQ 

Icc1• Icc2 tamb= 25°C 

CMR Rs ¾10kQ 

VI = 20mV 

CL .;; 100 pF 

tTLH Unity gain RL = 2 kQ 
Gain unite 

tamb= 25°C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

1 6 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

25 200 V/mV 

30 150 µVIV 

3,4 5,6 mA 

70 90 dB 

0,3 µs 

5 % 



SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS SYMBOLS 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input resistance 
Z1 tamb= 25 oc 0,3 2 Impedance d'entr/Je (diff/Jrentie/fe) 

Slew rate 5vo 
RL ;;,, 2 kQ Unity gain 

0,5 Pente maximale du signal de sortie tamb= 250c Gain unite 

Vopp RL;;,, l0kQ ± 12 ±14 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Vopp RL ;;,, 2 kQ ±10 ± 13 

Input offset voltage 
Vol Rs .;;10kQ 7,5 Tension de dfJcalage a l'entree 

Input offset current 101 300 
Courant de dl!calage a l'entree 

Input bias current 1B 800 Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av Vs = ±15 V 
RL ;;,, 2 kQ 15 Amplification en tension 

Vo = ±10V 

Input voltage range VI ±12 ± 13 Domaine de tension d'entr/Je max. 

Offset voltage adjustment range Vol ±15 Gamme de reQlage de la tension de decalage max. 

NOTE 1 - These specifications apply for 0°C,;;; lamb,;;; +70°C, Vs=±15 V unless otherwise specified. 
Spkifications applicables pour O oc ~ tamb ~ +70 °c, Vs=± 15 V sauf indications contraires. 

UNITS 
UNITES 

MQ 

V/µs 

V 

V 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

V 

mV 
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC 

> 

12/1~ 
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115 

110 

105 

100 

95 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

t =25°c 
amb 

i...- .... L-
L.,., 

,v v 
,I 

90 
0 4 8 12 16 20 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

Supply voltage (±VI 
Tension d'alimentation 

POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL 
SWINGI 
BAN DE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX 
DISPONIBLES) 

\ 
I 

Voltage follower 
::!:15 V supplies THD<5% 

L-- J_ 

Ampld1cateur suiveur L--,1' J_ 
::!: 15 V a/Jmentat1ons 
THO <5 % 
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OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE OUVERTE 
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POWER DISSIPATION 
DISS/PA TION DE PUISSANCE 

., 1 ...... V =Q 
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,,.v I 
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Power supply voltage (VI 
Tension d'a/1mentation 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 
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Source resistance 11!1 
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TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

901%-

I Vs = ±15V 

I 
tamb = 25cc 

AL = 2 k!l 

I CL = 100 pF -~ ~HO% 

Rise time 
Temps de montee 

-0,5 0 0,5 1 1,5 
Time (µs) 
Temps 

2,5 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE FREOUENCE 
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0,6 .____._ _ _,__ _ _,___..,__....L._..J 
5 10 15 

Supply voltage (±VI 
Tension d'a/imentation 
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SF.C 2747 C, SF.C 2747 EC 

VOLTAGE FOLLOWER 
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
AMPL/FICATEUR SU/VEUR 
REPONSE EN IMPULSION GRANDS SIGNAUX 
10 

8 

6 

4 
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-2 

-4 
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-10 

Vs =± 15 V 
tamb = 2soc 

.. 
Output ,, 

-- Sortie 

-

' 
' Input I \ 

I Entreel 

' I 

L.. ' 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Time (µsl 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE FREOUENCE 

-20 20 60 
Temperature (°CI 
Temperature 

100 140 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.C 2748 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS OPERATIONNELS 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/uss) 

Vs p VID V1 
Output short-circuit 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
Battier Gamme de temperature Temperature de stock age (V) (mW) (Vl (V) Duree de court-circuit 

ambiante de fonctionnement en sortie 

SF.C 2748 M TO-99 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±22 500 ±30 ±15 

SF.C 2748 C T0-99 o•c, + 70°C -65°C, +150°C ±18 500 ±30 ±15 
indefinite 
illimitee 

SF.C 2748 DC CB-98 o•c,+ 10°c -55°C, +125°C ±18 500 ±30 ±15 

General description 

The SF.C 2748 is a general-purpose operational am
plifier built on a single silicon chip. The resulting 
close match and tight thermal coupling gives low of
fsets and temperature drift as well as fast recovery 
from thermal transients.' 

In addition, the device features : 

- Frequency compensation with a single 30 pF capa-
citor 

- Operation from ± 5V to ± 20V 
- Low power consumption : 50 mW at± 15V 
- ContinUous short-circuit protection 
- Operation as a comparator with differential inputs 

as high as± 30V 
- No latch-up when common mode range is exceeded 
- Same pin configuration as the SF .C 2709 

The unity-gain compensation specified makes the cir
cuit stable for all feedback configurations, even with 
capacitive loads. However, it is possible to optimize 
compensation for best high frequency performance 
at any gain. As a comparator the output can be 
clamped at any desired level to make it compatible 
with logic circuits. Further, the low power dissipation 
permits high-voltage operation and simplifies packa
ging in full-temperature-range systems. 

Description generate 

Le SF.C 2748 est un amplificateur operationnel d'usage 
general a structure integree monolithique. II pr/Jsente de 
faib/es tensions et courants r/Jsiduels, de faibles derives 
en temperature. 

Principales caracttiristiques : 
- Compensation en freQuence par une seule capacitl§ de 

30pF 
- Tension d'alimentation = ± 5V a ± 20V 
- Faible consommation = 50mWJ1 ± 15V 
- Protection contre /es courts-circuits permanents 
- Utilisation en comparateur avec une tension d'entreB 

diffllrentielle jusqu'B ± 30V 
- Pas de "Latch up" en cas de dllpassement de la tension 

d'entree limite en mode commun 
- Mime brochage que le SF.C 2709 

La capacitti de compensation sp/Jcifiee pour le gain unite 
rend le circuit stable pour tout circuit de contre reaction, 
mime avec des charges capacitives. En comparateur Jes 
niveaux de sortie peuvent Dtre ajustes a volonte pour la 
commande de circuits logiques. De plus, la faible puissance 
dissipee permet de fonctionner sous des tensions l!leveeset 
simpl~fie /'encapsulation dans Jes systemes «toutes tempe
ratures». 
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SF.C 2748 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99 Top view 
Vuededessus 

~;1;f.,L~~-~ Frequency compensation 
C,ompensation en fr«/uence 

Offset null / / 
Equilibragc '--,.. 1 s 7 v; 

6 --~::~t 
s - Offset null 

Equilibrage 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est reliee au bortier 

Schematic 
Schema e/ectrique 

CB-98 Top view 
DUAL IN LINE Output Vue de deuus 
PACKAGE Sortie Offset null 

:iit::,,,,/,wv+ I !EquiUbrage 

Frequency 
compensation . 
Compensation 
en frequence · 

" ' . 
Offsetnu11/ -v+ vs 
Equilibrage ~~~s 

Principal features 
Donnees principales 

Inverting 
input B 

Frequency compensation 
Compensation en fre(Juence 

H 
Entree inversee 

___ .-JL.. ___ ~---'----Grv.+ 
s Non-inverting 

input 

Offset"null 
Equilibrage 

sokn 1 kn A 

Offset null 
Equilibrage 

PIN CONFIGURATIONS T0-99 
BROCHAGES 
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CB-98 

F 

Output 
Sortie 

O vs 

ABCDEF 

2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 

- Short circuit protection 

- Offset voltage null capability 

- Large common-mode and differential 
voltage ranges 

- Low power consumption 

- No latch-up 

- Protection contre /es courts-circuits 

- Possibilite de regter la tension de decatage 

a l'entree 

- Gamme etendue de tension en mode commun 

et differentielle 

- Faible consommation 

- Absence de Latch-up. 



FEED-FORWARD COMPENSATION 
COMPENSA TJON A VANCE DE PHASE 

1N 4148 10k!l 

1N 4148 

10 k!l 

v, 0----r"t----+--+-------=-l 

3kn 

LARGE SIGNAL FEED-FORWARD 
TRANSIENT RESPONSE 
AVANCE DE PHASE GRANDS SIGNAUX 

,!! 
,!l 

is --~ >" 
--; ·E 
.!: s 
i;-ll 
~.§ 
~ ~ 
0~ 

REPDNSE TRANS/TO/RE 
10 Vs =±15V 

RL == 

7,5 CL = 10pF 
tamb =25oc 

5 

2,5 

0 

-2,5 
a 

I 

3 4 

Response time (µs) 
Temps de Teponse 

6 

SF.C 2748 
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SF.C 2748 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

PRACTICAL DIFFERENTIATOR 
DIFFERENTIATEUR SIMPLE 

C2 

R2 

R1 C1 

V; O>------ic::J ... ----11l 1----,,----1 
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6 

30 pF 

OPERATING WITHOUT A NEGATIVE SUPPLY 
FONCTIONNEMENT SANS ALIMENT A TION NEGATIVE 

R2 

+20V 

6 

R3 



1 

fc = 21r R2 C1 

f = __ 1 __ 
n 21r R1 Cl 

fc<fn <tunitygain 
gain unite 

Rl 
100 kn 

PULSE WIDTH MODULATOR 
MODULA TEUR LARGEUR IMPULSION 

R5 
100n 

+15V -15V 

FREQUENCY COMPENSATION 
50 COMPENSATION EN FREQUENCE 

L--JC--1--'---'- VS = ± 15 V 
L--JC-----1--L---'- RL = 2 kn 

20 LL-JC--1--L---'- tamb = 25°C 

10 20 30 40 50 60 70 

Closed loop voltage gain (dB) 
Gain en boucle fermee 

R2 
100 kn 

R3 
10 kn 

R4 
100 kn 

D1 
6,2 V 

D2 
6,2V 

SF.C 2748 
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SF.C2748M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
TBnsion de dlcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jca/age a /'entr#Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

I 

i Large signal voltage gain 
I Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de 1'jection dO aux a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de l'Sjection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition tJ la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
lmp«Jance d'entree (difftJrentie/le) 

Output fesistance 
lmp(Jdance de sortie 

Slew rate 
Pente maxima/e du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

6/13 
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(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

Is 

Av 

SVR 

1cc1•1cc2 

CMR 

tTLH 

zl 

Zo 

Svo 

Vopp 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VAL6URS UNITS 

UNITE! MESURE MIN. T.YP. MAX. 

RS ,;;; 10kS1 

tamb= +25°C 
1 5 mV 

tamb= +25oC 20 200 nA 

tamb= +25°C 80 500 nA 

Vo=±10V R L ;;,, 2 kS1 
50 150 V/mV 

tamb= +25oc 

Rs ,;;; 10 kS1 30 150 µVIV 

taml> +25°C 1,8 2,8 mA 

Rs ,;;; 10 kS1 70 90 dB 

V1 = 20mV 

CL,;;; 100pF RL = 2 kS1 
unity gain 0,3 µs 
gain unit(/ 

tamb +25oc 

5 % 

tamb= +25oC 0,3 2 MU 

tamb"" +25oc 75 n 

RL;;,, 2 kS1 unity gain 

taml> +25°C gain unite 0,5 V/µs 

RL ;;,, 10 kS1 ± 12 ± 14 

V 

R L ;;,, 2 kS1 ±10 ± 13 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dtkalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Coumnt fourni par /es alimentations 

Input voltage range 
Tension d'entrfJe limite 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit 

(Note 1), 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

IB 

Av 

Icc1, Icc2 

Vlmax 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs,;;; 10kQ 

tamb = + 125°C 

lamb= -55oC 

tamb = + 125°C 

tamb = _55oc 

Vs=± 15 V RL ;a, 2 kQ 
Vo= ±10V 

Vs=± 15 V 

tamb= + 125°C 

Vs= ±15 V 

lamb= _55oc 

tamb = +25oc 

SF.C2748M 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

6 mV 

200 
nA 

500 

0,5 
µA 

1,5 

25 V!mV 

1,2 2,5 

mA 

1,9 3,3 

±12 V 

25 mA 

These specifications apply for Vs= ±15 V, -55°C ,;;; tamb,;;; + 125°C, C1 = 30 pF unless otherwise specified 
NOTE 1 - Spt§cificationsapplicables pour Vs=± 15 V, -55°C •:::.;;;,t8 mb is;;;,,+12soc, Ct= 30pF·s&.d indicationscontraires 
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SF.C 2748 M 
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20 

/ 
o 

5 

100 

94 

88 

INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

_J 

./ 

/ 
,;,<fl' 

~\~,<.:{fl$\ ,, 
"'iii'"' / 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

...--

20 

82 ~.,,-""' 
7 "1'''"'\~ al 

_t,ftifl1111 

76 

7Q 
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120 

110 

100 
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80 
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10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

20 

;; a 
E".: 
-l! ~. 
C: ~ 

~:§ 
::,.~ 

"" >~ 
a.~ 
C. ~ 
::, 0 

UH.> 
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2,5 

2 

1,5 

0,5 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPON/BLE-

.10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'AL/MENTAT/ON 

-
...- -

- I ,,._55oc 
ta~ 

~25oc 
tarn I 

tarnb 
:=:12s°C -

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

-

-

20 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TION D'ENTREE 

400 

0 

I I 1 

-tamb- 550~ 

~ 

5 

~ 

tamb=25oc 

I I I 
...___ tamb=125°C_ 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

>----

20 



SF.C 2748M 

CURRENT LIMITING 
LIM/TAT/ON OU COURANT DE SORTIE 

15 - Vs =±15 V ._,.. ---... -
' ' f -3: 

C" C" 
f--- f- II ~ !'. .., .., "' "' 

0 

0 (") 

1 
0 

0 10 15 20 25 30 
Output current {±mAl 
Courant de surtie 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

400, r--r'-r----r--r--.-~---, 
Vs =±15 V 

~ 300 1---t--,f--+----,--+----,-+-~ 

::~ 
C: ~ 

~ ~i 200 1---t---!',,-
::, '1:J 
CJ~ 

; ~ 
C. ~ 
.E c'.) 100 f-"-.tc-t--r---t-'-..i:-+---l--l 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 Ill I 11111 
tamb=2soc 
Vs =±15V 

II 

' C1 ~3 pf 

\ \ 

" ' I C1 =30pF 
.. _ 

~~ 

10 100 1M 10M 
0 
1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency 1Hz) 
FreQuence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SUJVEUR) 

10 . . 

8 I 
6 

> 4 
--!! 

~i 2 

! .g 0 

&c -2 
~-~ --4 
>~ 

-6 

-8 
-1.0 

- r- --\ Input._., I 

' 
E~tnle I , ....... 

~ 
·Output 

\ Sqrtie 

' I -- - . I I - t8mb=25oc 
Vs =±15V 

f I I 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Time (µs) 
Temps 

Frequency (Hz) 
Frequence 

sh:i 
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SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dt!!calage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dBCalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
Impedance d'entree (diffllrentielle) 

9utput resistance 
lml}6dance de sortie 

Slew rate 
Pents maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dvnamique de sortie 
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(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vol 
Rs< 10 kQ 

tamb= +25oc 

1n1 tamb= +25oC 

IB tamb= +25°C 

Ay 
v O = ± 10 V RL;;, 2 kQ 

tamb= +25oc 

SVR Rs .,; 10 kQ 

1cc1•1cc2 tamt> +25° C 

CMR Rs.,; 10k!1 

V1 = 20mV 

CL .,; 100 pF RL = 2 kQ 

tTLH unity gain 

gain unite 

lamb +25oc 

Z1 tamb +25oc 

Zo tamb'"' +25oc 

Svo 
RL;;, 2k!1 unity gain 

tams' +25°C gain unite 

RL;;, 10kQ 

Yopp 

RL ;;, 2 kQ 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE5 

2 6 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

20 150 V/mV 

30 150 µVIV 

1,9 2,8 mA 

70 90 dB 

0,3 /1S 

5 % 

0,3 2 Mil1 

75 n 

0,5 V/µs 

± 12 ±14 

V 

± 10 ±13 



SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

Input offset voltage 
Vol Rs,;; 10kli 7,5 mV Tension de decalage B /'entree 

Input offset current 
101 300 nA Courant de d/Jcalage a l'enttee 

Input bias current 's 800 nA Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av 
Vs=± 15 V RL;;,,2kli 

15 :v1mv Amplification en tension Vo=± 10V 

S..»ply current 
', Icc1• Icc2 

Vs=± 15 V 
2 3,3 mA 

Cou rant fourni par /es alimentiltions I RL;;,, 2 kli 

Input voltage range 
v,max ± 12 \ 13 V Tension d'entree limite 

Output short-circuit current tamb = +25oc 25 mA Coursnt de court-circuit 

NOTE 1- These specifications apply for VS = ± 15 V, 0 ° C .;; lamb .;; + 70 ° C unless otherwise specified 
Spklfications applicables pour Vs::::: :t 15 V, 0°C <tamb ~+70°C sauf indications contraires 
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SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC 
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INPUT VOLTAGE RANGE. 
TtgNSION D'ENTREE LIM/TE 

,.,,,,. 
./ 

~,«-"~ ;,-~:..~~ 
V 

V 
0 

5 10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'allmentation 

100 

94 

88 

82 7 -
76 

70 
5 

120 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

--k::: ..... .,.... 
'1,l<'i~.1 

1,11~• -
10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentstion 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

~ 

20 

20 

--...- - \emb=25°C 

80 
5 10 15 

Supply voltage (±V) 
T1111.Jon d'alimentation 

20 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

·2Q~-~-~-~-~-~--. 

2,5 

I 

5 

10 15 
Supply voltage (±V) 
r,nsion d'alinH11Jtatlon 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA TION 

-- -2s•c tamb-

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

INPUT SIAS CURRENT 

20 

COURANT DE POLAR/SA TION D'ENTRE€ 

400 

-
0 

5 

-tamb=25oC 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'a,/imentatlon 

20 



~ 
,!l C 

s:J 
+1" ;·E 
'i~ 
:,C 
11,S! ;~ 
0~ 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION DU COURANT DE SORTIE 

15 -
10 

5 

0 
0 

r-- Vs =±15V --
' ( 

" -
II .., 
"' 0 -C'l 

I 
I 

.. 
5 10 15 20 25 30 

Output current (±mA) 
Courant de sortie 

400 

300 

200 

100 

0 

SF.C 2748 C, SF.C 2748 DC 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTF!EE 

Vs =±15 V [ 

' 

" Bias current 

" ,.._ouran~t d.e polarisation 

"Offset current -~ 
Courant Tesidue1j '" 11'--l. I'-.. --- -

-75,-50 -25 0 25 50 75 100 125 
Temperature ( °C) 
Temf)Arature 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

1.00 

iii' 80 
"C 
-c 

60 -~-~ 
~! 40 
i>i 
~ -o-::: 
>~ 

20 

0 

~ 
,!l 
C 
0 

>-~ +1.,, 
~-€ 
,!; 2 
~-!l 
i.§ 
;~ 
0~ 

16 1111 l I I Ill 
:,:;,,b=25°C 
~ =±15 V 

12 

I 
8 

\ C1 ,;3pF 

4 \ \ 
C1 =3_0 pF' ~ 

I I ...... --~ 
10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 

0 
1k 10k 100k 1M 10M 

FTequence 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION (MONTAGE SU/VEU/f) 

10 

8 

> 6 

i·e 4 
·- 0 2 ;: ~ 
~-ii ~. 0 

~-~ -2 
>~ -4 

-6 

-8 

-10 

- I I ,-1 ---
\ ~~~.f-1 I 

' 
I ,._._,_ 
!J 'Output 

\ Sortie 

\ I -- - I I - tamb=25°C 
Vs =±15 ii 
i I I 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
iime (µs) 
Temps 

Frequency (Hz) 
RrtJquence 
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SEC 2761 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMP LI FICA TE URS OPERAT/ONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absotues) 

Operating free-air 
Storage temperature Vs pi!- v,o v, 1omax. tjmax. 

Type Package temperature range 
Battier Gamm11de tem~raturtJ Temptlratura de stock age (V) (mW) (V) (V) (mA) (0C) 

ambiante de fonctionnement 

SF.C 2761 C CB-107 0°C, + 7D°C -65°C, + 15D°C ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2761 DC CB-116 0°C, + 10°c -40°C, + 125°c ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2761 M CB-107 -55°C, + 125°c -65°C, + 150°c ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2761 PM TO-91 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2761 T CB-107 -25°C, + 85°C -65°C, +150°C ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2761 DT CB-116 -25°C, + 85°C -40°C, +125°C ±18 500 ±2 ±Vs 70 150 

CB-107 * Rth(j-c) = 45oc/W, Rth(j-a) 

Rth(j-a) 

150°C/W 

190°C/W CB-116 a.~d T0-91 

General description 

The SF.C 2761 is a general purpose operational 
amplifier built on a single silicon chip. It provides a 
high voltage gain and an excellent temperature 
stability. 

Frequency compensation is obtained with a single 
50 pF capacitor. The amplifier is built with an 
input protection ; the principal advantage is the 

possibility to deliver an output current of 70 mA. 

The SF.C 2761 is specified over a large supply voltage 
range:± 2 V to± 18 V. 

The SF.C 2761 C is specified over a 0°C to 70°C 
temperature range. 

Description genera le 

Le SF.C 2761 est un amp/ificateur op(Jrationnel d'usage 

glmtiral a structure inte(/rH monolithique. II pr(Jsente un 

gain en tension tJ/eve ainsi qu'une excellente stabilitl! en 

temp(Jrature. 

La compensation en freQuence est rtJalisee avec une seule 

capacit8 de 50 pF. L 'amplificateur comporte un circuit de 

protection a l'entree ; le principal avantage est de pouvoir 

fournir un courant en sortie de 70 mA. 

Le SF.C 2761 est spkifit! dans une large gamme de tension 

d'alimentation : ± 2 V a ± 18 V. 

Le SF.C 2761 C est spt!cifie dans une gamme de temperature 

de0°CB 70°C. 
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-91 (CB-86) Top view CB-107 Topv1ew CB·116 Top view 
VuetMd•11111 FLAT PACKAGE Vu•dedeuus METAL CAN Vue de dBSIUS DUAL IN LINE 

Bo1tiflr plat Boltier m4UI PACKAGE Output Bo1tier 
enlichllbltJ Sort;. 

I V -
F,equency compensation ~ "=n F,equency -□ Compensation en frlquence -compensation 

":iji· ~' 
Compensation • 1 _ Out~t Compensation ,,,, frdquence Sorr1• 

v+ 2 6 .v-

' 
tnpuu ' 

6 
Out:] 

+ • v-
Inputs 

EntrlJes Sortie EntrtJes 

B 

Schematic 
Schtkna electrique 

G 
,--~~-~~-------<JV+ 

Frequency compensation 
Compsnratlon en fr«/uencB 

_.,--41----uE 

en frBquence 

I 

v+ v~ 
Inputs 
EntrHs 

Principal features 
Donnles principales 

- High input impedance 

- High voltage gain 
Inputs 
EntrHI 

C 
+O-E::J-+-.-t--1l 

Output - Excellent temperature stability 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 
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CB-116 

CB-107 

CB-91 

B 

3 

4 

5 

. ~--+-of"16 - Output current : 70 mA 

- Supply voltage range : ± 2 V to ± 18 V 

- Haute implldance d 1entrH 

- Gain en tension elevB 

- Excslfllnte nabilitB 11n temp4rature 

- Courant de ,ortie : 70 mA 

C D E F G 
- Gamtn11 rh tension d 1alimentstion : ±2 VB ±118 V 

2 4 6 5 1 

3 6 8 7 2 

3 6 10 8 1 



SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC 

MEASUREMENT DIAGRAMS (Pin connection for CB-107 can) 
SCHEMAS DE MESURE /Brochage du boitier CB-107) 

NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR 

Output 
Sortie 

'----ov-

v+ 

INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR 

NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR 

' POWER AMPLIFIER 

v+ 

SCHMITT TRIGGER 
TRIGGER DE SCHMITT AMPLIFICATEUR OE PUISSAN .. c_E ____ -ov+ 
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

PULSE GENERATOR 
GENERATEUR D'IMPULS/ONS 

1 kn 

4/12 
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v+ 

1 kn 

n.Jl 
Vo 

35 kn 

10 kn 

1 kn 

AC-DC CONVERTER 

+V1 

l 

SELECTIVE AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR SELECTIF 

C1 

R1 
15 kn 

C1 

fo=-1 __ 
2,r R1 C1 

CONVERTISSEUR AL TERNA TIF-CONTINU 

v+ 

2 kn 



'SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entrh 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Positive supply current 
Courant fourni par l'alimentation 
positive 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tem/Mratun, moyen de la 
tension de dkalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temf»rature moyen du 
courant de dkllNl(JB 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux dfJ IWjsction en mod6 commun 

Input resistance 
lmp/Jdance d'entl'N (difMrentiel/e) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie (note 2) 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entfff limite 

Internal power dissipation 
F'uisunce dissi/Jft 

NOTE 1 : These specifications apply for 
Spi,,;ifications applicables pour 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS CONDITIONS OE VALEURS 
SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI 
RL= 2 kU Rs= 60 fl 

25°C 
6 

tamb= 

101 RL=2.kU tamb = 25oC 80 300 

'B tamb = 25oC 0,5 1 

RL = 2 kU O f= 1 kHz 
tamb = 25 C 81,5 85 

Av RL= 10kU O f= 1 kHz 
tamb = 25 C 90 

RL = 2 kl1 0 f = 1 MHz 
lamb= 25 C 43 

1cc, tamb = 25oC 1,8 2,5 

DV 01 Rs=60!1 6 

DIDI Rs= 60!1 0,3 

SVR tamb =25°C 25 200 

CMR RL =2 kU tamb = 25oC 65 79 

z, f = 1 kHz lamb= 25°C 200 

Svo tamb = 25oC 9 

VOPP lamb= 25°C 
RL=2k!1 ±14 
RL =.620 !1 ±12 

v,max tamb = 25oC RL = 2 kfl ± 12 ±13,5 

p RL=2k!1, Vo ceO 
tamb = 25oC 170 190 

0 ° C <;; tamb <;; + 70 ° C, Vs = ± 15 V unless otherwise specified 
0°C <.:tamb<.: +70°C, Vs=± 15Vsaufspecificationscontraires 

NOTE 2: May be improved up to 18 V/µs in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams) 
Peut ltre port/Je a 18 V/µs en amplificateur inverseur (voir schemas de mesure) 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

µV/V 

dB 

kU 

V/µs 

V 

V 

mW 
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SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC 

INPUT OFFSET VOLTAGE VARIATION INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE D'ENTREE VARIATION OE LA TENSION RESIDUELLE D'ENTREE 

--!! 0,8 
>w 
.§.~ c 0,4 
.Qi 
1ii ~ -~i 0 
>, 
O> C 

li 
0 ! 0.4 
.::.si 
ill-I:: t C 0,8 
.... ! 
5:! 

6Vo1=Vo1 (RLl-Vo1 (2kfl) 

-, 
I/ 

/ Vs=+ 10V 

J 

I/ 

I 

5 
Vs=± 10V 

> .sf 
4 

RL-= 2 kfl 

a, C g,-~ 3 ~,, -~ 00:: 
>~ 

ii 2 
:=:~ 
Oc 

_L---
!;·i 
0. C -=~ 

0 -=~ 1,2 
10 10 10 105 ,2 ,J " 0 20 4D 60 

6112 

268 

cc .,, 
-c 

·i·~ 
"'s 
h 
~-5 
><3 

90 

80 

70 
102 

Load resistance (fl) 
R'•istance de charge 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

90 

Temperature ( • C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

L,,' Vs=± 10V 

II cc 
' 

.,, 
-c -

I/ 
J 

I 

·i·i 80 "'s 
i'i 
{3 .5: 
><3 

Vs=± 10V 
I 

10• to" 1 as 70 
20 40 

Load resistance (fl) 
Rerlmnce de charge 

Temperature ( • C) 
'rem"'ratun, 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

cc .,, 
-c 
·i·~ 
°'!! 

Ji 
o·s: 
>c!l 

100---~--------

60 

40 

20 

0 

-+--+--4--"-1--4--#-11---1160 ~ 
---:::-.,__-::---=-Hr+---:al~-1----1120 3! ll 
--'------''---'-~C:...J.....;u._....JSQ ff 

l---+-+--"1-----1-....... -1--~---140 

Frequency (Hz) 
Fr«,u,mce 

1fJ80 

ED 



> 
-; ! 
fi 
&f 
l! .li 0.., ,. ~ 
5·2 
Q. ~ .: ~ 

10 

8 

6 

4 

INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

I," 

" ? 
~ 

I/' 

+V1 max ~VI max 

2 

0 
0 

~·/ 

'/ 

5 
Supply voltage (± V) 
T11Mion d 111lltnt1t1tation 

10 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/ST/OUES DE TRANSFERT 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 
-3 

5 

-
0 

0 

vs=+ 10v 

I 
-1 

I 

.. , 
I n 
j l1 ,n 

'-Hi 

3 

Input voltage (mV) 
Ten1ion d'entfff 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

son 

5 

Vs=± 10V 

RL=2kn 

20 40 
Temperature ( ° C) T.,,,,._,,,,. 

60 

7 

~ 
G>,!I! 

Ii 
i-1 
li ;~ 
oi!! 

SF.C 2761 C, SF.C 2761 DC' 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/ST/OUES DE TRANSFERT 

12 
RL=2 kn +10V 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 
-3 

100 

co 

0 
0 

I I I 
I+sv 
I I 

I s,,:,±2V 

J 

-1 1 3 5 
Input voltage (mV) 
Ten,iond'entrH 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

..--

RL=2 kn. 

5 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

7 

10 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL A L 'ENTREE 

100 

~ 

0 
0 

Vs=± 10V 

RL=2 kn 

...... 

20 40 60 
Temperature ( ° C) 
Tt1mp4mu,. 
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SF.C2761 M,SF.C2761 PM 1 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a J'entr/Je 

Input offset current 
Courant de dkalage i, J'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification ctn tension 

Positive supply current 
Courant fourni par l'alimentation 
positive 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
CcNJfficient de templrature moyen de la 
tension de d/Jca/age 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de tsmp4ratun, moyen du 
courant d8 dflcalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de n1jsction en mode cornmun 

Input resistance 
lmf)«lance d'entrH (difflrentielle) 

Siew rate 
Pente maximale du signal de sortie (note 2) 

Output voltage swing 
Dynamiqu11 de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Internal power dissipation 
Puissance disslpee 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

VDI 
RL = 2 kn 

lamb= 25°C 
Rs =son 

101 RL = 2 kn lamb= 25°C 

'B lamb= 25°C 

RL = 2 kn 
tamb = 25°C 

f - 1 kHz 

Av RL = 10 kn 
tamb = 25°C 

f = 1.kHz 
RL = 2 kn tamb = 25°C 
f - 1 MHz 

1cc, lamb= 25°C 

DV01 Rs =son 

DIDI Rs= son 

CMR RL = 2 kn lamb= 25°C 

z, If = 1 kHz ,tamb = 25°C 

Svo lamb= 25°C 

RL = 2kn 
VOPP 

RL = 620 !1 

v,max RL = 2 kn lamb= 25°C 

p RL = 2 kn 

Vo '°"0 
lamb= 25°C 

VALUES 
VALEURS 

MIN. 
TYP. 

25°C 
MAX. 

4 

50 100 

0.3 0,7 

85 87 

92 

43 

1,8 2,5 

6 25 

0,3 1,5 

70 81 

200 

9 

±14 
±12 

±12 ±13,5 

170 180 

NOTE 1 : These specifications apply for -55 ° C.; lamb.; + 125 ° C, Vs = ±15 V unless otherwise specified 
Specifications applicabJes pour -55°C ~tamb ~ + 125 °C, Vs =± 15 v sauf sp/Jcificatlons contraires 

NOTE 2 : May be improved up to 1 B V /µs in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams) 
Peut i§tre portlie a 18 V /µsen amplificateur inverseur (voir schemas de mesure) 
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mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

dB 

kn 
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SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de deca/agfl a l'entl'H 

Input offset current 
Courant de dkalage ii l'entrefl 

Input bias current 
Courant de polari8Btion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dU aux alimentations 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VOi 

101 

le 

Av 

SVR 

-- --
TEST CONDITIONS VALUES 

CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Rs < 60!1 6 

300 

1 

Vs = ±15 V 
RL >2 k!1 

f = 1 kHz 
80 

tamb = 25o_c 25 200 

NOTE 1 These specifications apply for -55°C < tamb < + 125°C, Vs= ± 15 V unless otherwise specified 
Sf)ecifications app/icables pour -55°C <; tamb ~ + 125°C, Vs=± 15 V sauf specifications contraires 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

µVIV 
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Sf:.~ 2761 T, SF.C 2761 DT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage B l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tflnsion 

Positive supply current 
Courant fourni par l'alimentation 
positive 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
COflfficient de temfl8rature moyen de la 
tension de dka/age 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temp4rature moyen du 
courant de dka/agB 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rljection en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entrH (difMrentiella) 

Slew rate 
Pentfl' maxima/e du 1ignal de sortie(note 2) 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entrtle limite 

Internal power dissipation 
Puiu.nce dissipee 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS CONDITIONS OE VALEURS 
SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

VOi 
RL = 2 kn Rs= 60 n 

6 
1amb = 25°C 

101 RL=2 kn lamb= 25oC 80 300 

'B lamb= 25oC 0,5 1 

RL=2Kn 0 I= 1 KHz 81,5 85 
lamb= 25 C 

Av RL=10Kn 0 1=1KHz 
lamb= 25 C 90 

R L = 2 Krl O I = 1 MHz 
lamb= 25 C 43 

1cc1 lamb= 25oC 1,8 2,5 

DV01 Rs= 60 n 6 

0101 Rs=60r1 0,3 

SVR lamb =25oc 25 200 

·CMR RL=2Kn lamb= 25oC 65 79 

21 f = 1 KHz lamb= 25oC 200 

Svo lamb= 25oC 9 

VOPP lamb= 25oC 
RL=2Kn ±14 
RL :620 n ±12 

Vlmax lamb= 25oC RL=2Kn ±12 ±13,5 

p RL = 2 Kn, Vo "'0 
lamb= 25oC 170 190 i 

NOTE 1 These specifications apply for -25°C ,;;; lamb,;;; +85°C, Vs = ± 15 V unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -25°C ~tamb ~ +B5°C , Vs =± 75V sauf specifications contraires 

NOTE 2: May be improved up to 18 V/µs in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams) 
Peut ~tre portl!e a 18 V/µs en amplificateur inverseur (voir schemas de mesure) 
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UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 
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µV/V 

dB 

kn 
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V 

V 
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~ 
"O 
-c 
-~ -~ 
en~ .. ~ 
g, 53 
~c 
0 ·->~ 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT 

RL 2 kn ±-15V 
I -

+1ov_ 
I 

" 
±sv--

Vs=±2V ✓J 

-12 

-15 
-4 -2 0 4 6 8 

80 

60 

40 

20 

0 

Input voltage (mV) 
Tension d'entr/NJ 

320 

240 

160 

80 

10·1 10° 101 102 103 104 106 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Frequency (kHz) 
Frequence 

INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

/ 
,,;r 

~ 
, 

,i' -+V1max 

A 
A • I vllax 

2 4 6 8 10 12 , 14 16 

SupRIY voltage (V) 
Tension d'a/imentation 

SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM. SF.C 2761 T. SF.C 2761 DT 

;: 

~ 
-;·e 
,!: ~ 
~ -ll ! ; ~ C 

fit 5.-S! 
~ ~ 
:, C 

0~ 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 

-16 

Vs +1sV 

820n 
2 kn 

1 kn 

II 
'I 

-4 -2 0 4 6 8 

Input voltage (mV) 
Tension d'entree 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

\ 
~ 
-

"i-
i '\. 

~vsJ, 

~{1 = 18pF 

I', 

~ 

I 

Vs= 100 
c 1 =0 

\ 

\ 
\ 

101 2 5 102 5 103 

84 

82 

80 

78 

76 

74 

I I 

Frequency (kHz) 
Frequence 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL => kn 

tamb~5°C /,r 

/ 
/ 

/ 

Iv 
/ 

// 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Supply voltage (V) 
Tension d'a/imsntation 
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SF.C 2761 M, SF.C 2761 PM, SF.C 2761 T, SF.C 2761 DT 

1 
~ 
C: 

" =~ i3 ~ 
C 

~ -~ 
.!2" 
.0 ~ 

~~ 
l 8 
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100 

90 

80 

70 

60 

50 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

tamb =25oc I 

102 

....-: ± 15 V 
+10v 

/ / 
,, 

I ,, 
..-:; .,,,., /' Vs=±5 V 

/ r/ /,, 
"/ / 
/ 

5 103 2 5 104 2 5 105 

Load resistance (Q) 
Resistance de charge 

INPUT OFFSET VOLTAGE 

5 TENSION RESIDUELLE AL 'ENTREE 

4 

3 

2 

0 _, 
-2 

-3 

-4 

-5 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

Vs=±1ov 
RL = 2 kf! 

l.----

-25 0 25 50 75 100 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

RL=2kf! 

~ -- Vg=±15V_ 

r--- ::::-+--4--
r-- Vs=±5V 

-25 0 25 50 75 100 125 

Temperature (°C) 
Temperature 

~ 
.S,% 
~:: 
C: C 
~ ,Q) ~.., 
:i-
(,) ~ ~, 
~i 
0 ~ 

; ~ 
C., 

-= 8 

iii 
"O 
-c 
.S ·i 
~ai "~ g, a; 
~-!:: 
>J 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE AL 'ENTREE 

4 
Vs=±15V 

'\. 
0 

r--.. 
r--... 

-2 
,..... -

-4 

102 2 s 103 2 s 104 2 s 10s 

Load resistance (Q) 
Resistance de charge 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL AL 'ENTREE 

1-Vs=±l0V 
RL=2kf! 

~ 
r--..... 

----- ~-
-25 0 25 50 75 100 125 

90 

86 

82 

78 

74 

70 

Temperature (°C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL = 2 kf! 
f = 1 kHz --i---

...... ---
I 

+ 15V 

J 10V 

-- Vs=±5 V 

-----
-25 0 25 50 75 100 125 

Temperature (°C) 
Temperature 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.C 2776 

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR OPERA TIONNEL PROGRAMMABLE 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites absolues) 

Output short (2) Package temperature range Storage temperature Vee p V10 Vi (11 
Type circuit 

Bo1tier Gamme de tem"'rature Templrature de stock age' IV) (mW) IV) IV) Duration ambisnte de fonctionnementl 

SF.C 2776 M TO-99 -55°C, +125°C -65°C, + 150°c ±18 500 ±30 ±15 

SF.C 2776 KM TO-116 -55°C, +125°C -65°C, + 150°c ±18 670 ±30 ±15 

SF.C 2776 PM TO-91 -55°C, +125°C -65°C, + 150°c ±18 250 ±30 ±15 Indefinite 
11/imitee 

SF.C 2776 C T0-99 0°C, + 7D°C -65°C, + 150°c ±18 500 ±30 ±15 

SF.C 2776 DC CB-98 0°C, .+ 10°c -55°C, +125°C ±18 310 ±30 ±15 

11) - For supply voltages loss than± 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentations inf/Jrieures a ± 15 V, la tension d'entree maximale est ef}ale a la tension d'alimentation. 

12) - Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to + 125° C case temperature or + 75°C ambient 
temperature for lsET < 30 µA. 
Le court-circuit peut se produire soit avec la masse soit avec /'alimentation. Cette /1inite est valable pour des temperatures 
boFtier de +t25°C (serie M) ou + 75°C (stirie CJ oour un courant de reg/age ¾30 µA. 

General description 

The SF.C 2776 programmable operational amplifier 
is characterized by high input impedance, low supply 
currents and low input noise over a wide range of 
operating supply voltages. 

Coupled with programmable electrical characteristics 
it is an extremely versatile amplifier for use in high 
accuracy, loW power consumption analog applications. 

Input noise voltage and current, power consumption, 
and input current can be optimized by a single resistor 
or current source that sets the chip quiescent current 
for nano-watt power consumption or for characteris
tics similar to the SF.C 2741. 

Internal frequency compensation, absence of latch up, 
high slew rate and short circuit current protection 
assure ease of use in long time integrators, active 
filters. and sample and hold circuits. 

Description generale 

L 'amplificateur operationnel programmable SF. C 2776 est 
caracterise par une forte impedance d'entree, un faible 
courant d'a/imentation et un faible bruit a l'entree dans une 
plage etendue de tension d'alimentation. 

Ces caracteristiques associCes avec des caracteristiques Clec
triques programmables en font un ·amplificateur uti/isab/e 
dans une gamme tres etendue d'applications analogiques 
necessitant une faible consommation et une grande precision. 

Le courant et la tension de bruit a l'entree, la consommation 
et le courant d'entree peuvent ltre optimises par une simple 
resistance ou une source de courant qui r(Jgle le courant de 
repos permettant d'obtenir une consommation tres faible 
(que/ques nano-watts) ou des caracteristiques eQuivalentes a 
eel/es du SF.C 2741. 

La compensation en freQuence interne, /'absence de "latch 
up", la grande pente du signal de sortie et la protection contre 
Jes courts-circuits le rendent particulitirement facile a utiliser 
pour /es inte{lrateurs a longue durBe, dans Jes filtrss actifs ou 
Jes circuits d't!chantil/onnage. 
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SF.C 2776 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Boftier metallique 

Top view 
Vue de dessus 

H 

e. 
1 7 

B 2 ~ 6 

3 5 
C 4 E 

T0-91 (CB-86) 
FLAT PACKAGE 
Boftier plat 

D 

Top view 
Vue de dessus 

F 

, 
N.C. ~; EU N.C. 

A H 

B G 

C F 

D E 

N.C: No connected 
Non connecte 

Principal features 

Micro power consumption 

No frequency compensation required 

Wide programming range 

High slew rate 

Short cir cu it protection 
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T0-116 (CB-2) 
DUAL IN LINE PACKAGE 
Boftier enfichable 

Top view 
Vue de dessus 

N.C. N.C. H G F E N.C. 
14 13 12 11 10 9 8 

D 
I 3 4 5 6 7 

N.C. N.C. A B C D N.C. 

N.C : No connected 
Non connecte 

CB-98 
DUAL IN LI NE PACKAGE 
Boitier enfichable 

Donnees principales 

Top view 
Vue de dessus 

H G F E 
8 7 6 5 

D 
2 4 

A B C D 

- Tres faible consommation 

- Compensation en fre(fuence interne 

- Grande plage de programmation 

- Grande pente du signal de sortie 

- Protege contre Jes courts-circuits 

• 



PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Offset null 
Equi/ibrage 

Inverting input 
Entres in11Sflf/U111 

Non-inverting input 
Entres non inventlUSB 

Vee 
Offset null 
Equi/ibn,ge 

Output 
Sortie 

Vee 
1SET 
Courant de ref/1-

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

C 

A 

1'11 
10kn\ 

R2 
10k 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

H 

'--+---1 07 

E 

T0-99 T0-116 

1 3 

2 4 

3 s 

4 6 

s 9 

6 10 

7 11 

8 12 

T0-91 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

SF.C 2776 

CB-98 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 
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SF.C2776 

RESISTOR BIASING 
REGLAGE PAR RESISTANCE 

Vee 

B Vo 
F 

C 

RSET 

RsET connected to ground 
Resistance de rfJg/age connectee a la masse 

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TRANSISTOR 
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B 

C 

R1 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 
CIRCUIT O'EOUILIBRAGE 

Vee 

B VO 
F 

C 

RSET 

Vee 

RSET connected to Vee 
Rdsistance de re(//age connectde au -V CC 

Recommended for : V CC<± 6 V 
Recommande pour 

FET CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TEC 

B 

C 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE 



2 

10Mn 

2 

1 Mn 

2 

100 kn 

SET CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET RESISTOR 
COURANT DE REG LAGE EN FONCT/ON 
OE LA RESISTANCE DE REG LAGE 

" ' ' ', 
' ,' I,, 

' ' ·,''\~'C's, 

' "- ,, '"'si; 
'- ' ~, - - - /; 

('C's,', r-.. ~ 1,a 
'\;,I,,~~'~ -,,. " 

', ' r--,; •. 
~. " r--.. ' ~ 

' ' ', I' 

RSET to VCC r, 

lsET EQUATIONS: 
EQUATIONS OONNANT LE COURANT DE 
REGLAGE 

I - Vee - 0,7 - Vee 
SET - RsET 

where Rs ET is connected to Vee 

SF.C 2776 

lorsque la resistance de re(J/age est connecttie au -V CC 

Vee - 0,7 
1SET= --'c---

RsET 

where Rs ET is connected to ground 
RSET to GND ----• 2 lorsque la r/Jsistance de re{Jlage est connectee a la masse. 

l0kn I I 111 I I 
10-1 2 4 6 lO0 2 4 6 l01 2 4 ISET(µAI 

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR 
(lsETto Vccl 

RESISTANCE DE REG LAGE DU COURANT OE REPOS 
(reunieau -Vcd 

1SET 
Vee 

1,5µA 15 µA 

± 1,5 V 1,7 Mn 170 kn 

±3 V 3,6Mn 360 kn 

±6 V 7,5 Mn 750 kn 

±15 V 20 Mn 2 Mn 

Note : The SF .C 2776 may be operated with 
RSET connected to ground or Vee. 
Ce circuit SF. C 2776 peut fonctionner avec 
la resistance de r{Jg/age reunie Ai la masse au 
au -Vee, 
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

In put offset voltage 
Tension de d/Jcalaae 8 /'en tree 

Input offset current 
Courant de d/Jca/age B l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entr/Je 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree differentie//e 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de r/Jglage de la tension de dkalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
R/Jsis'tance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente rnaxima/e du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs .;;; 10 kl1 

Rs .;;; 10 kl1 

RL ;;, 75 kl1 

Vo = ± 10 V 

V1 = 20mV 

RL ;;, 5 kl1 

CL = 100 pF 

VI = 20 mV 

RL ;;, 5 kl1 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kl1 

RL ;;, 75 kl1 

Vee=± 1s v lsET = 1,5µA 

Min. Typ. Max. 

Vol 2 5 mV 

101 0,7 3 nA 

1B 2 7,5 nA 

zl 50 Ml1 

Cid 2 pF 

VDlmax 9 mV 

Av 2.105 4.105 

Ro 5 kl1 

1os 3 mA 

1cc 20 25 µA 

p 0,75 mW 

t, 1,6 µs 

0 % 

Svo 0,1 V/µs 

Vopp ±12 ±14 V 



SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTJQUES ELECTRIOUES 

-55°C<Tamb<+125°C Vee=± 15V lsET= 1,5µA 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs <;;; 10 kn 

Tension de d(Jca/age a J'entr(Je 

Tamb= 125°C 

Input offset current 
Courant de dlJcalage a l'entree 

Tamb= _55oc 

T amb = 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Tamb= -55oc 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs <;;; 10 kn Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs .;;; 10 kn Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL >75kn 
Amplification en tension Vo =± 10V 

Output voltage swing 
RL ;. 75 kn 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
PuiSS11nce consommee 

Min. 

Vol 

IDI 

's 

VDlmax ±10 

CMR 70 

SVR 

Av 105 

Vopp ±10 

1cc 

p 

Typ. Max. 

6 

5 

10 

7,5 

20 

90 

25 150 

30 

0,9 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

In put offset voltage 
Tension de ddcalage 8 /'en tree 

Input offset current 
Courant de dka/age IJ 1'1J11tr6e 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmp{Jdance d'entrie 

Differential input capacitance 
Capacite d'entr{Je diff~entielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de rig/age de la tension de dkalage 

Large sig na I voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimrmtation 

Power consumption 
Puissancs consommfHI 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de aJrtie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs E.;10kn 

Rs E.;10 kn 

RL ;;;,.5 kn 

Vo = ± 10V 

VI =20mV 

RL ;;;,5kn 

CL = 100 pF 

VI = 20mV 

RL ;;;,5 kn 

CL = 100 pF 

RL ;;;,5kn 

RL ;;;,5kn 

Vee=± 1sv 

Min. Typ. Max. 

Vol 2 5 mV 

101 2 15 nA 

le 15 50 nA 

Z1 5 Mn 

Cid 2 pF 

VDlmax 18 mV 

Av 105 4. 105 

Ro 1 kn 

Ios 12 mA 

1cc 160 180 µA 

p 5,4 mW 

t, 0,35 µs 

10 % 

Svo 0,8 V/µs 

Vopp ±10 ±13 V 



SF.C 2776 M, SF.C Z776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

-55°C<Tamb <+ 125°C Vee= ± 15 V lsET = 15 µA 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ..; 10 kn 

Tension de decslage B l'entree 

Tamb= 125°C 

Input offset current 
Courant de dlcalage ii l'entree 

Tamb = _55oc 

Tamb = 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb= _55oc 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs ..; 10 kn Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ..; 10 kn 

Taux de rejection dD aux a/imentations 

Large signal voltage gain RL ;;. 75 kn 
Amplification en tension Vo =± 10V 

Output voltage swing 
RL ;;.75 k!1 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Rower consumption 
Puissance consommBIJ 

Min. Typ. Max. I 

VDI 6 

15 

101 

40 

50 

'e 

120 

v,max ±10 

CMR 70 90 

SVR 25 150 

Av 75.103 

Vopp ±10 

1cc 200 

p 6 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRJQUES 

In put offset voltage 
Tension de decalage B l'entr/Je 

Input offset current 
Courant de decB/age I, l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entr(Je 

Differential input capacitance 
Capacit/J d'entr/Je diff/Jrentie/le 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de reg/age de la tension de dka/age 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maxima le du signal de sortie 
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Test conditions 
Conditions de me sure 

Rs ,;; 10 k!1 

Rs ,;; 10 k!1 

RL ;;, 75 k!1 

Vo = ± 1 V 

v, =20 mV 

RL ;;, 5 k!1 

CL = 100 pF 

vi =20 mV 

RL ;;, 5 k!1 

CL = 100 pF 

AL ;;, 5 k!1 

Vcc=±3V lsET = 1,SµA 

Min. Typ. Max. 

Vol 2 5 mV 

101 0,7 3 nA 

's 2 7,5 nA 

z, 50 M!1 

Cid 2 pF 

Volmax 9 mV 

Av 5.104 2.105 

Ro 5 k!1 

1os 3 mA 

1cc 13 20 µA 

p 78 120 µW 

t, 3 µs 

0 % 

Svo 0,03 V/µs 



SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIQUES ELECTR/QUES 

-55°C<Tamb<+125°C Vee=± 3 V lsET = 1,5 µA 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs ..; 10 kf2 

Tension de decatage a l'entrl!e 

Tamb= 1250c 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Tamb= -55oc 

Tamb=125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb= -55oc 

Input voltage range 
Tension d'entree /imite 

Common mode rejection ratio 
Rs ..; 10 kf2 Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ..; 10 kf2 

Taux de rejection dD aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;,, 75 kf2 
Amplification en tension Vo = ± 1 V 

Output voltage swing 
RL ;. 75 kf2 

D ynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consomtnff 

VDI 

IDI 

's 

v,max 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

Min. Typ. Max. 

6 

5 

10 

7.5 

20 

±1 

70 86 

25 150 

25.103 

±2 ±2,4 

25 

150 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

µW 
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SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES Tamb = 250c Vcc=±3V 

Input offset voltage 
Tension de d(Jcalage /J l'entree 

Input offset current 
Courant de dtk:a/aglJ /J 1'11t1trfJe 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmp«Jance d'entr6e 

Differential input capacitance 
Capacite d'entrfJe difffJrentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de mg/I/gs dB la tension df! rNcalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Rt!1istance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de coiirt-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consomm(Je 

Rise time 
Temps de transition B la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pents maximale du signal de SDrtie 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs ,s;;; 10 kn Vol 

Rs ,s;;; 10 kn 101 

1B 

21 

Cid 

VDlmax 

RL ;;. 5 kn 
Av 

Vo = ± 1 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL ;;.5 kn t, 
CL = 100 pF 

v, =20mV 

RL ;;. 5 kn 

CL = lOOpF 

RL ;;. 5 kn Svo 

Min. Typ. Max. 

2 5 mV 

2 15 nA 

15 50 nA 

5 Mn 

2 pF 

18 mV 

5.104 2.105 

1 kn 

5 mA 

130 160 µA 

780 960 µW 

0,6 µs 

5 % 

0,35 V/µs 



SF.C 2776 M, SF.C 2776 KM, SF.C 2776 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIQUES 

-55°C<Tamb<+125°C Vee=± 3V lsET = 15 µ.A 

Test conditions 
Cond~tions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ..;10kn 

Tension de d6calage B rentree 

Tamb= 125°C 

Input offset current 
Courant de d(Jcalage a l'entr(Je 

Tamb= -55oc 

Tamb= 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

T amb = -'55oc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je limits 

Common mode rejection ratio 
Rs ..; 10 kn Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ..; 10 kn 

Taux de rejection dO aux a/imemations 

Large signal voltage gain RL ;;, 5 kn 
AmplificBtion en tension Vo =±1V 

Output voltage swing ;;, 5 kn 
Oynamique de sortie RL 

Supply current 
Courant d'a/imentation 

Power consumption 
Puissance consommH 

Min. Typ. Max.. I 

VDI 6 

15 

IDI 

40 

50 

IB 

120 

vlmax ±1 

CMR 70 86 

SVR 25 150 

Av 25.103 

Vopp 
±1,9 

±2,1 

1cc 180 

p 1,08 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µ.V/V 

V 

µ.A 

mW 
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES Tamb = 250c Vee=± 15 v 

Input offset voltage 
Tension de deca/age a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage 8 l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

D ifferentia I input capacitance 
Capacit/J d'entree differentiefle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de r/Jglage de la tension de d/Jca/age 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximafe du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs <10kQ vo, 

Rs <10 kQ 101 

's 

z, 

Cid 

VD I max 

RL >75 kQ 
Av Vo = ± 10 V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

v, = 20 mV 

RL >5 kH t, 
CL = 100 pF 

v, = 20 mV 

RL >5 kQ 

CL = 100 pF 

RL >5kQ Svo 

RL >75 kQ Vopp 

lsET = 1,5µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

0,7 6 nA 

2 10 nA 

50 MQ 

2 pF 

9 mV 

5. 104 4. 105 

5 kH 

3 mA 

20 30 µA 

0,9 mW 

1,6 µs 

0 % 

0,1 V/µs 

±12 ±14 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ,a;l0kQ 

Tension de dlJcalage a l'entr/Je 

T = 70°C amb 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

T = 0°C amb 

Tamb = 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

T = 0°C amb 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je Ii mite 

Common mode rejection ratio 
Rs ,;; 10 kQ Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ,a; 10k!2 

Taux de rejection dii aux a/imentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 75 k!2 
Amplification en tension Vo =± l0V 

Output voltage swing 
RL ;;,75 kQ 

D ynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'a/imentation 

Power consumption 
Puissance consomm/Je 

VDI 

101 

'e 

Vlmax 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

Vee=± 15V lsET= 1,5µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±10 

70 90 

25 200 

5.104 

±10 

35 

1,05 

mV 

---

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

Input offset voltage 
Tension dedecalage a l'entree 

Input offset current 
Coura')t de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

Differential input capacitance 
Capacite d'entrtJe diff/Jrentielle 

Offset voltage adjustmertt range 
Gamme de rtJg/age de la tension de dkalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consomm6e 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 
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Test conditions 
Conditions de me sure 

Rs .;;;10kU 

Rs .;;;10 kU 

RL ;;, 5 kU 

Vo = ± 10 V 

v, =20mV 

RL ;;a,5kU 

CL = 100 pF 

v, =20 mV 

RL ;;,5 kU 

CL = 100 pF 

RL >5kU 

RL ;;,75 kU 

Vee=± 1s v lsET·= 15µA 

Min. Typ. Max. 

VOi 2 6 mV 

101 2 25 nA 

's 15 50 nA 

z, 5 MU 

Cid 2 pF 

VDlmax 18 mV 

AV 5.104 4.105 

Ro 1 kU 

1os 12 mA 

1cc 160 190 µA 

p 5,7 mW 

t, 0,35 µs 

10 % 

Svo 0,8 V/µs 

VOPP ±10 ±13 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs ,;;;10krl 

Tension de decalage a l'entree 

Tamb = 700c 

Input offset current 
Courant de decalage a /'entree 

T = 0°C amb 

Tamb = 700c 

Input bias current 
Courant de pa/arisation mo yen 

T = 0°C amb 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs ,;;; 10 krl Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ,;;; 10 krl 

Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 75 krl 
Amplification en tension Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;, 75 krl 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Vol 

101 

1B 

Vlmax 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

Vee= ± 15 V lsET = 15 µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±10 

70 90 

25 200 

.5.104 

±10 

200 

6 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dl!calage 8 l'entr{Je 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entr/Je 

Differential input capacitance 
Capacite d'entr/Je differentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de reg/age de la tension de dl!calage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'a/imentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs < 10 kQ 

RL ;;, 75 kQ 

V9 =· ± 1 V 

VI = 20mV 

RL ;;, 5 kQ 

CL = 100 pF 

VI = 20 mV 

RL ;;,5 kQ 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kQ 

Vee=± 3 v lsET = 1,SµA 

Min. Typ. Max. 

Vo, 2 6 mV 

101 0,7 6 nA 

1B 2 10 nA 

Z1 50 MQ 

Cid 2 pF 

VD I max 9 mV 

Av 25.103 2.105 

Ro 5 kQ 

1os 3 mA 

1cc 13 20 µA 

p 78 120 µW 

t, 3 µs 

0 % 

Svo 0,03 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 0°C <Tamb < 70°C 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs ,;;; 10 k.r! Vol Tension de d6calage a l'entree 

Tamb = 700c 

Input offset current 101 Courant de dl!ca/age a l'entfee 

T = ooc 
amb 

Tamb = 700c 

Input bias current 
'e Courant de polarisation moyen 

Tamb = ooc 

Input voltage range 
Vimax Tension d'entr/Je /imite 

Common mode rejection ratio 
Rs ,;;; 10 k.r! CMR Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <l0k.r! SVR Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL > 75 k.r! 
Av Amplification en tension Vo = ± 1 V 

Output voltage swing 
RL >75 k.r! Vopp 

Dynamique de sortie 

Supply current 
1cc Courant d'alimentation 

Power consumption p 
Puissance consommee 

SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

Vee=± 3V lsET = 1,5 µA 

Min. Typ. Max. I 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±1 

70 86 

25 200 

25.103 

±2 ±2,4 

25 

150 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

µW 
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SF.C 2776 C,SF.C 2776 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES Tamb = 250c Vcc=±3V 

In put offset voltage 
Tension de d6calage a /'entrBe 

Input offset current 
Courant de dkalage 8 l'entrH 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entr(Je 

Differential input capacitance 
Capacittl d'entr'1e diffdrentie//e 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de r8glage de la tension de d8ca/age 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de c:ourt--circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puinancs consomnretl 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maxima le du signal de sortie 

20/25 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs .;;10kn Vol 

Rs .;;10 kn 101 

'a 

z, 

Cid 

Vo1max. 

RL ;;,, 5kH 
Av 

Vo = ± 1 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, =20mV 

RL ;;,,5kn t,. 
CL = 100 pF 

v, =20 mV 

RL ;;.5kn 

CL = 100pF 

RL ;;.skn 
Svo 

lsET = 15 µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

2 25 nA 

15 50 nA 

5 Mn 

2 pF 

18 mV 

25.103 2.105 

1 kn 

5 mA 

130 170 µA 

0,78 1,02 mW 

0,6 µs 

5 % 

0,35 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 0°C < T amb < 70°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
tension de rNcalage a /'entrfJe Rs .;; 10 kil Vo1 

Tamb= 700c 

Input offset current 
101 Courant de ddcalage .t l'entrf!e 

Tamb= ooc 

Tamb= 700c 

Input bias current le Courant de Polarisation moyen 

Tamb= ooc 

Input voltage range 
v,max Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 kil CMR Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <;;10k!J SVR Taux de rejection dD aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;;, 5 kil 
Av Amplification en tension Vo = ± 1 V 

Output voltage swing 
RL ;;;, 5 kil Vopp 

D ynamique de sortie 

Supply current 
1cc Courant d'alimentation 

Power consumption p 
Pu/ssance consomrmie 

SF.C 2776 C, SF.C 2776 DC 

Vcc=±3V Iser= 15µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±1 

70 86 

25 200 

25.103 

±2 ±2,1 

180 

1,08 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2776 

18 
(nA) 

8 
6 

4 

10, 
8 
6 

4 

,008 

6 

4 

10·1 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entree 

±3V<Vcc<±18V 
Tamb= 250c 

I/ 
/ 

I 
I 

I/ 

J 

" I/ 
/ 

~ 

,0·22 5 10·12 5 100 2 5 101 2 ISET(µA) 
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VOPP 
(VI 

24 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
Dynamique de sortie 

T = 25°C 
am1b I I --- --l,..-f1 v ..... 

vcc=±1s. / ISET= 15 ~All' 

18 ~ krlc=±1sv 

J lsET= 1,5µA 

I 
12 

6 
_,... ...... 

Vcc=±3V 
1,5µA<lsET<15µA 

0 I 111 I I I 
103 2 4,6fo4 2 4 6lo5 2 4 RL(n) 

'e 
(nAI 

24 

18 

12 

6 

INPUT BIAS CURRENT 
Caurant de polarisation d'entree 

±3V<Vcc~±18V 

" ' "'r--... 
I'--

"~T= 15µA. - ~ 

--, 
~ 

--- ISET= 1,5µA "I' 
0 
-60 -20 

7-rt-
20 60 

i---

STANOBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET CURRENT 'cc ~~~;;;r d'alimentation en fonction du courant de 

(µA) 

5 

102 

2 

10"1 

Tamb= 250c 

±3V<V5 ~+18V 

V 
I/ 

I 
I 

/ 
.I 

/ 

/ 
/ 

10·22 5 10"12 5 ,oO 2 5 101 2 ISET(µA) 



400k ~ 

300k 

200k / 
/ 

100k 

0 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en boucle ouverte 

Vcc=±3V 

I I I 
f---lSET = 15 µA 

V " RL =5kn., 

v.,, \ 
/ 

V 
i, - :....... 1.-~ lsET = 1,5µA r--.... 
V RL =75 kn 

-60 -20 20 60 

GB 
IHzl 

5 

2 

106 

105 

5 

2 

103 

- f----

/v 

I 
'I' 

V 

GAIN- BANDWIDTH 
Produit gain - bande 

Tamb= 250c 

, ... ... , / 
vcc=±15v , 

.,,,/ 
/ / 

vcc=±3v 

/ / 
/~ 

10·1 2 4 6 100 2 4 6 1()1 2 4 ISETlµA} 

1,2M 

1 M 

800k I 
I 

600k I 
I 

/ 
400k / 

SF.C 2776 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en bouc/e ouverte 

I I I Vcc=±15v 

lsET= 15µA 
RL = 5 kn 

1' '\. 
~ 

I ' \. 
I/ \ 

\ 
ISET=1,5µA 

\ RL =75 kn 

... />-" .... , 
\ 

v"' \ 

' -60 -20 20 60 

s 
(V/µs} 

5 

2 

10·1 

2 

10·3 

/ 
II' 

SLEW RATE 
Pente maximale du signal de sortie 

., 
I/' 

V V 
V =±15V / 

// 
s I J, / 

)" /v8 =±3V_ ........ 
/ I 

V V 
V / 

V 
I/ 

10·2 2 5 10·1 2 5 100 2 5 101 2 ISETlµA} 
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SF.C 2776 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICATIONS TYPIQUES 

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD 
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION 

Sample 50 nA 

Hold 0,75 nA 

Analog input VI 2N 4979 
Entree analogue O--+-----~ .---------,-! 
-5 V¾V1 ¾+5 V 

100 kn 

1N 4148 

Sa~J'~n , 
+~ L 

-15V 
Hold 

C1 

I0,1µF 

BCY 69 

R1 
300 kn 

+15 V 

NANO-WATT AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR FA/BLE CONSOMMAT/ON 

i24/25 

'298 

R1 
100 kn 

R2 
1 Mn 

R3 
91 kn 

100kn 

R2 
30 Mn 

P0 = 600 nW 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYPIQUES 

MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING 
WITHOUT FET'S 
MUL TIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP 

R1 
100 kn 

F 

V1 

2,7Mn 
+1~ V 

R3 
270 kn 

R4 
10 kn 

S1. BCY69 
R5 
5,6 kn 

R2 ' 1 Mn 

R1 
100 kn 

V2 

2,7 Mn 
+15 V 

R4 
10 kn 

S2 

R1 
100 kn 

V3 

+15 V 
2,7 Mn 

R4 
10 kn 

S3 

SF.C 2776 

HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D'ENTREE 

500 kn 

500 kn 

50 Mn 

90 kn 

+15V 

-15 V 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.C 2778 

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR OPERATIONNEL PROGRAMMABLE 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limitss absolues) 

Vee VID Vi (1} 
Output short(21 

Type Package temperature range Storage temperature p 
circuit 

Battier Gamme. de tem"'rature TempArature de stock age (V) (mW) (V) (V) Duration ambiante de fonctionnement 

SF.C 2778 M TO-99 -55°C, +125°C -65°C, +150"C ±18 500 ±30 ±15 

SF.C 2778 C TO-99 0°C, + 10°c -65°C, +150"C ±18 500 ±30 ±15 Indefinite 
lllimitee 

SF.C 2778 DC CB-98 O"C, + 70"C -55°C, +125°C ±18 310 ±30 ±15 

' 

(1) - For supply voltages loss than ± 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentations inferieures a ± 15 V, la tension d'entree maximals est ega/e a la tension d'alimentation. 

(2) • Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to+ 125°C case temperature or +75°C ambient 
temperature for lsET.;;; 30 µA. 
Le court-circuit peut se produire soit avec la masse soit avec /'a/imentation. Cette limite est valable pour des temperatures 
boftier de +125°C (sl!rie M) ou + 75°C (sl!rie CJ pour un courant de ref}lage <,30 ,uA. 

General description 

The SF.C 2778 programmable operational amplifier 
is characterized by high input impedance, low supply 
currents and low input noise over a wide range of 
operating supply voltages. 

Coupled with programmable electrical cha,acteristics 
it is an extremely versatile amplifier for use in high 
accuracy, low power consumption analog a ppl icat ions. 

Input noise voltage and current, power consumption, 
and input current can be optimized by a single resistor 
or current source that sets the chip quiescent current 
for nano-watt power consumption or for characteris
tics similar to the SF.C 2748. 

External frequency compensation, absence of latch up, 
high slew rate and short circuit current protection 
assure ease of use in long time integrators, active 
filters, and sample and hold circuits. 

""'"""'·CS, 
DIYl9IOf,I V...CONDUc:lfURS ~· 

Description generate 

L 1amplificateur opt}rationnel programmable SF.C 2778 est 
caracterise par une forte impedance d'entree, un faible 
courant d'alimentation et un faible bruit a l'entrtJe dans une 
p/age titendue de tension d'alimentation. 

Ces caracttiristiques associtts avec des caract/Jristiques tJ/ec
triques programmables en font un ·amplificateur utilisable 
dans une gamme trl!s etendue d'applications ana/Ogiques 
necessitant une faible consommation et une griinde precision. 

Le courant et la tension de bruit a l'entree, la consommation 
et le courant d'entree peuvent ~tre optimises par une simple 
resistance ou une source de courant qui rBfl/e le courant de 
repos permettant d'obtenir une consommation tres faib/e 
(quelques nano-watts) ou des caractl!ristiques eQuivalentes A 
eel/es du SF.C 2748. 

La compensation en freQuence externe, /'absence de 11/atch 
up", la grande pente du signal de sortie et la protection contre 
/es courts-circuits le rendent particulillrement facile a utiliser 
pour /es integrateurs a tongue dunJe, dans /es filtres actifs ou 
/es circuits d'tichanti//On""'"'""· 

78 · 16 1/25 
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SF.C2778 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-99 (CB-11) 
ME,TALCAN 
Battier mltal/ique 

Top view 
Vue de dessus 

H 

e 
1 7 

B 2 - 6 .. 
3 5 

C • E 

D 

Principal features 

Micro power consumption 

No frequency compensation required 

Wide programming range 

High slew rate 

- Short circuit protection 

2/25 
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, 
F 

CB-98 
DUAL IN LINE PACKAGE 
BoTtier enficlable 

Top view 
Vuededenus 

H G F E 
8 7 6 5 

D 
Donnt!es principa/es 

- Trils faible consommation 

2 3 4 

A B C D 

- Compensation en fre{luence interne 

- Grande plage de programmation 

- Grande pente du signal de sonie 

- Proteg, contre les couns-circuits 



PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Frequency compensation 
Compensation en fnJquence 

Inverting input 
Entl'fHI inverseuse 

Non-inverting input 
Entrde non inverseurt1 

Vee 
Frequency compensatior 
Comp(lllsation en frequence 

Output 
Sortie 
. + 
Vee 
1SET 
Courant de rtJg/age 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTR/QUE 

C 

R1 
10kn 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

E 

T0-99 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

H A 

Q7 

R7 
100n 

RS 
son 

SF.C 2778 

CB-98 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

t-Cl-OF 
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SF.C 2778 

BIASING CIRCUITS 
CIRCUITS DE REGLAGE 

4/25 
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RESISTOR BIASING 
REGLAGE PAR RESISTANCE 

3 ~o 30pF 

B 

C 

RsET connected to ground 
Resistance de reg/age connectee a la masse 

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TRANSISTOR 

B 

C 

B 

C 

Vee 
RSET connected to Vee 
Rt!sistance de re(llage connectee au -V cc 
Recommended for : V CC<± 6 V 
Recommande pour 

FET CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE DE COURANT A TEC 

C 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE 



2 

10Mn 

2 

1 Mn 

SET CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET RESISTOR 
COURANT DE REG LAGE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE REG LAGE 

" ' " ', ' "'11.. ,__ 

' ' ·,r.. '\~b~ 
', " '· ',·,.s-,__ 

- - ,__ r-...' ,, 
- 00~', r-... ? ~ 

-1' u> 1,-)....- ;)~ ·, '-11.. 

--~ " ', ,' r-.... 
2 

100 kn 

2 

10kn 

RSET to VCC 

RSET to GND ----• 

I I 111 I I 

' ' ', ' 
·, 

10-1 2 4 6 lO0 2 4 6 l01 2 4 ISETlµA) 

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR 
0sETto Vc;cl 

RESISTANCE DE REGLAGE DU COURANT DE REPOS 
(reunie au -V eel 

1SET 
Vee 

1,5µA 15 µA 

± 1,5 V 1,7 Mn 170 kn 

±3 V 3,6Mn 360 kn 

±6 V 7,5 Mn 750 kn 

±15 V 20 Mn 2 Mn 

SF.C 2778 

lsET EQUATIONS: 
EQUATIONS DONNANT LE COURANT OE 
REGLAGE 

I - Vee -0,7 -Vee 
SET - RSET 

where Rs ET is connected to "vec 
/orsque la resistance de r,iglage est connectee au -V CC 

Vee - 0,7 
1SET= -~-

RsET 

where RsET is connected to ground 
/orsque la resistance de r(Jglage est connectee a la masse. 

Note : The SF .C 2778 may be operated with 
RSET connected to ground or Vee
Ce circuit SF.C 2778 peut fonctk,nner avec 
la resistance de re(llage ,eunie a la masse ou 
au -Vee-
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SF.C2778 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES Tamb = 250c Vee=± 1sv 

Input offset voltage 
Tension de dl!calage 8 /'en tree 

Input offset current 
Courant de dl!calage ct l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
lmpklance d'entrl!e 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree diffel'entielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de reglsge de la tension de d8calage 

Large sig na I vo It age gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d,'a/imentatio~ 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a ta croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maxima le du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

6/25 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs .;;10kn VDI 

Rs .;; 10 kn 101 

IB 

zl 

Cid 

VDlmax 

RL ;;,75 kn 
Av 

Vo = ± 10 V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

VI =20mV 

RL ;;, 5 kn t, 
CL = 100 pF 

V1 = 20 mV 

RL ;;,5 kn 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kn Svo 

RL ;;, 75 kn Vopp 

Min. Typ. Max. 

2 5 mV 

0,7 3 nA 

2 7,5 nA 

50 Mn 

2 pF 

9 mV 

2.105 4.105 

5 kn 

3 mA 

20 25 µA 

0,75 mW 

1,6 µs 

0 % 

0,1 V/µs 

±12 ±14 V 



SF.C2778 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

-55°C<Tamb<+125°C Vee=± 15V ISET= 1,5µA 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs <;;10H2 

Tension de d/Jcatage a l'entr/Je 

Tamb = 125°C 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Tamb = _55oc 

Tamb = 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Tamb = _55oc 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs <;;10kQ Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs .;; 10 kQ 

Taux de rejection dO aux aJimentations 

Large signal voltage gain RL ;;,, 75 kQ 
Amplification en tensHJn Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;,,75 kQ 

D ynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Min. 

Vol 

101 

IB 

vi max ±10 

CMR 70 

SVR 

Av 105 

Vopp ±10 

1cc 

p 

Typ. Max. 

6 

5 

10 

7,5 

20 

90 

25 150 

30 

0,9 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C2778M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES Tamb = 25°C Vee=± 1sv 

In put offset voltage 
Tension de dSCalage iJ /'BntrH 

Input offset current 
Courant de tNcalage ii J'entrH 

Input bias current 
Courant de palarillltion moyen 

Input resistance 
lmp4dance d'entrde 

Differential input capacitance 
Capacite d't,ntrH diff6rentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de rdglsge de la tension de dkalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Output resistance 
R4sistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en ,onie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de ,ortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

8/25 
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Test conditions 
Conditions de rnesure 

Rs .;;10kQ Vol 

Rs .;;1okn 101 

's 

z, 

Cid 

VDlmax 

RL ;;, 5kQ 
Av 

Vo =±10V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

v, =20mV 

RL ;;,5kQ \ 
CL = 100 pF 

v, = 20mV 

RL ;;,5kQ 

CL = 100 pF 

RL ;;,5kn Svo 

RL ;;, 5kQ VOPP 

Min. Typ. Max. 

2 5 mV 

2 15 nA 

15 50 nA 

5 MQ 

2 pF 

18 rnV 

105 4.105 

1 kQ 

12 mA 

160 180 µA 

5,4 mW 

0,35 µs 

10 % 

0,8 V/µs 

±10 ±13 V 



SF.C 2778 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

-55°C<Tamb<+125°C Vee=± 15V lsET= 15µA 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs ,;; 10 k!1 

Tension de d/Jcalage a l'entrl!e 

Tamb= 125°C 

Input offset current 
Courant de deca/age IJ l'entree 

Tamb= _55oc 

. Tamb= 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb = _55oc 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs ,;; 10 k!1 Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <10kH 

Taux de rejection dU aux a/imentat{ons 

Large signal voltage gain RL ;;, 75 k!1 
Amplification en tension Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;,75kH 

Dynamique de sortie 

.. 
Supply cur~ 
Courant d'afimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

VDI 

101 

IB 

VI max 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

Min. Typ. Max. 

6 

15 

40 

50 

120 

±10 

70 90 

25 150 

75. 103 

±10 

200 

6 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C 2778 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES Tamb = 250c Vee=± 3V 

In put offset voltage 
Tension ded{Jca/age a /'entret: 

Input offset current 
Courant de d{Jcalage a /'enrree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entr{Je 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree differentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de feglage de la tension de decalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

10/25 

310 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs ,;;;10kr! VDI 

Rs ,;;; 10 kr! IDI 

's 

Z1 

Cid 

VDlmax 

RL ;;, 75 kr! 
Av 

Vo = ± 1 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL ;;, 5 kr! t, 
CL = 100 pF 

v, = 20 mV 

RL ;;, 5 kr! 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kr! svo 

lsET = 1,SµA 

Min. Typ. Max. 

2 5 mV 

0,7 3 nA 

2 7,_5 nA 

50 Mr! 

2 pF 

9 mV 

5.104 2.105 

5 kr! 

3 mA 

13 20 µA 

78 120 µW 

3 µs 

0 % 

0,03 V/µs 



SF.C 2778 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

-55'C< 1amb <+ 125'C Vee= ± 3 V lsET = 1,5 µA 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs < 10 k!1 

Tension de decalage a l'entree 

T amb = 125°C 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Tamb = -55°C 

Tamb = 125°C 

Input bias curr'ent 
Courant de polarisation mo yen 

~ 

Tamb = -55°C 

Input voltage range 
Tension d'entrl!e limite 

Common mode rejection ratio 
Rs < 10 k!1 Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs < 10k!1 Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 75 k!1 
Amplification en tension Vo =±IV 

Output voltage swing 
RL ;;, 75 k!1 

D ynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

· Power consumptiOJl 
Puissance consommee 

Min. Typ. Max. 

Vol 6 

5 

101 

10 

7,5 

1B 

20 

vi max ±1 

CMR 70 86 

SVR 25 150 

Av 25.103 

Vopp ±2 ±2,4 

1cc 25 

p 150 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

µW 

11/25 

311 

I 



SF.C 2778M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

lamb= 250c Vee=± 3V 

Input offset voltage 
Tension de deca/age /J l'tintrt!e 

Input offset current 
Courant de dl!calage /J l'entree 

Input bias current .+-
Courant de pplarisation mo yen 

Input resistance 
lmpl!<Jance d'entree 

Differential input capacitance 
Capacite d'entrl!e diffefentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de re(Jlage de la tension de dkalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

,, 
Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maxima le du signal de sortie 

12/25 

312 

,,.. 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs ,;; 10 kU Vol 

Rs ,;;10 kQ IDI 

Is 

Z1 

Cid 

VDlmax 

RL ;;, 5kQ 
AV 

Vo = ± 1 V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

V1 = 20mV 

RL ;;,5kQ tr 
CL = 100 pF 

V1 = 20 mV 

RL ;;,5kQ 

CL = 100 pF 

RL ;;,5 kQ Svo 

lsET = 15 µA 

Min. Typ. Max. 

2 5 mV 

2 15 nA 

15 50 nA 

5 MU 

2 pF 

18 mV 

5.104 2.105 

1 kU 

5 mA 

130 160 µA 

780 960 µW 

0,6 µs 

5 % 

0,35 V/µs 



SF.C2778M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

-55°C< lamb<+ 125°C Vee=± 3 V lsET = 15 µA 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Input offset voltage 
Rs ,:;;10kQ 

Tension de d/Jcalage a l'entree 

Tamb = 125°C 

Input offset current 
Courant de decalage a f'entree 

Tamb = -55oc 

Tamb = 125°C 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Tamb ·= _55oc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je Jimite 

Common mode rejection ratio 
Rs <10kQ Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ,:;; 10 k!l 

Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 5kQ 
Amplification en tension Vo =±1V 

Output voltage swing 
RL ;;, 5kQ 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Pu issance consommee 

---------

Min. Typ. 

VDJ 

101 

's 

v, max ±1 

CMR 70 86 

SVR 25 

Av 25.103 

Vopp 
±1,9 

±2,1 

1cc 

p 

Max. 

6 

15 

40 

50 

120 

150 

180 

1,08 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 

13i25 

313 

I 



SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES Tamb = 25cc Vee=± 1sv 

Input offset voltage 
Tension ded(Jcalage a /'entr(Je 

Input offset current 
Courant de df!calage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
lmp(Jdance d'entrf!e 

Differential input capacitance 
Capacite d'entr(Je diffefentie/le 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de re{llage de la tension de d(Jca/age 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consomm(Je 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

----

14/25 
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Test conditions 
Conditions de me sure 

Rs ,;;; 10 k!I VDI 

Rs ,;;; 10 kn 1D1 

1B 

Z1 

Cid 

VD I max 

RL ;;, 75 k!I 
Av 

Vo = ± 10 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

V1 = 20 mV 

RL ;;, 5 k!I t, 
CL = 100 pF 

V1 = 20 mV 

RL ;;, 5 k!1 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 k!1 Svo 

RL ;;, 75 k!1 Vopp 

lsET = 1,5µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

0,7 6 nA 

2 10 nA 

50 Mil 

2 pF 

9 mV 

5.104 4.105 

5 k!1 

3 mA 

20 30 µA 

0,9 mW 

1,6 µs 

0 % 

0,1 V/µs 

±12 ±14 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ,;;;10kQ 

Tension de decalage a rentree 

Tamb = 700c 

Input offset current 
Courant de deca/age a /'entnJe 

Tamb=0oc 

Tamb= 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Tamb = ooc 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;;;10kQ Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs .;;;10k!2 

Taux de rejection dii aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;,75kQ 
Amplification en tension Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;,75kQ 

D ynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

-~·· 

Power consumption 
Puissance consommee 

Vol 

101 

IB 

v, max 

CMR 

SVR 

Ay 

Yopp 

1cc 

p 

SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

Vee=± 15V lsET= 1,5µA 

Min. Typ. Max. I 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±10 

70 90 

25 200 

5.104 

±10 

35 

1,05 

--

mV 

--

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 

15/25 

315 

I 



SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTJOUES ELECTRIOUES 

In put offset voltage 
Tension de dllcalage a l'enrree 

Input offset current 
Courant de df!calage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

Differential input capacitance 
Capaciti! d'entree diff/Jrentiell~ 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de re{Jlage de la tension de dllcalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Pu issance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

16125 

316 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Rs < 10 kQ 

Rs < 10 kQ 

RL ;;, 5 kQ 

Vo = ± 10 V 

V1 = 20mV 

RL ;;, 5 kQ 

CL = 100 pF 

VI = 20mV 

RL ;;, 5 kQ 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kQ 

RL ;;, 5 kQ 

Vee=± 1s v ISET = 15µA 

Min. Typ. Max. 

VDI 2 6 mV 

IDI 2 25 nA 

IB 15 50 nA 

zl 5 MQ 

Cid 2 pF 

VDlmax 18 mV 

Av 5.104 4.105 

Ro 1 kQ 

Ios 12 mA 

1cc 160 190 µA 

p 5,7 mW 

\ 0,35 µs 

10 % 

Svo 0,8 V/µs 

----

Vopp ±10 ±13 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 0°C <Tamb < 70°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs .;; 10 kQ VDI 

Tension de deca/age a l'entree 

Tamb = 700c 

Input offset current 
IDI Courant de d6ca/age a l'entree 

Tamb= D°C 

Tamb= 100c 

Input bias current 
le Courant de polarisation moyen 

T = 0°C 
amb 

Input voltage range 
VI max Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 kQ CMR Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <;;10k!2 SVR Taux de rejection diJ aux a#mentations 

Large signal voltage gain RL ~75kQ 
Av 

Amplification en tension Vo =± 10V 

Output voltage swing 
RL ~75kQ Vopp 

D ynamique de sortie 

Supply current 
1cc Courant d'a/imentation 

Power consumption p 
Puissance consom~ 

SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

Vcc=±15V lsET=15µA 

Min. Typ. Max. I 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±10 

70 90 

25 200 

5.104 

±10 

200 

6 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 

17/25 

317 

I 



SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES Tamb = 25°C vcc=±3V 

In put offset voltage 
Tension de dicala,e II l'etJtree 

Input offset current 
Courant de dka'- ii /'w,trde 

Input bias current 
Courant de polariution moyen 

Input resistance 
lmp/Jdance d'entr/Je 

Differential input capacitance 
Capacite d'entr(Je diffdrentie/le 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de ~lags de la tension de decalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Rllsistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommde 

Rise time 
Temps de transition a la croi$$ilf1C8 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de !iDTtie 

18/25 
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Test conditions 
Condition, de mnure 

Rs ..; 10 k!l VOi 

101 

'e 

z, 

Cid 

Volmax 

RL ;;. 75 k!l 
AV 

Vo = ± 1 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL ;;. 5 k!l 
'r 

CL = 100 pF 

v, = 20mV 

RL ;;. 5 k!l 

CL = 100 pF 

RL ;;. 5 k!l Svo 

lsET = 1,5µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

0,7 6 nA 

2 10 nA 

50 M!l 

2 pF 

9 mV 

25.103 2.105 

5 k!l 

3 mA 

13 20 µA 

78 120 µW 

3 µs 

0 % 

0,03 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ..;; 10 kn 

Tension de decatage a l'entree 

Tamb = 700c 

Input offset current 
Courant de dficalage a l'entrl!e 

Tamb= ooc 

Tamb= 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Tamb= ooc 

Input voltage range 
Tension d'enrree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs < 10kn Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <l0kU Taux de rejection dU aux a/imentations 

Large signal voltage gain RL ;;,,75 kn 
Amplification en tension Vo = ± 1 V 

Output voltage swing 
RL ;;,,75 kU 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

-----

Power consumption 
Puissance consommee 

VDI 

-· 

1D1 

's 

v, max 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

Vee=± 3V lsET= 1,5µA 

Min. Typ. Max. I 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±1 

70 86 

25 200 

25.103 

±2 ±2,4 

25 

150 

mV 

--~-

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

µW 

19/25 

319 

I 



SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES Tamb = 250c 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jcalage a l'entree 

In put bias current 
Couram: de polarisation mo yen 

Input resistance 
lmpedanced'entree 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree differentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de re{Jlage de la tension de decalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resi~tance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

20/25 

320 

j 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs ..;1okn VDI 

Rs ..; 10 kn 101 

IB 

Z1 

Cid 

VD I max 

RL ;;, 5 kn 
Av 

Vo = ± 1 V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

V1 = 20mV 

RL ;;,5 kn tr 
CL = 100 pF 

vi = 20 mV 

RL ;;, 5 kn 

CL = 100 pF 

RL ;;, 5 kn 5vo 

Vcc=±3V lsET = 15µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

2 25 nA 

15 50 nA 

5 Mn 

2 pF 

18 mV 

25.103 2.105 

1 kn 

5 mA 

130 170 µA 

0,78 1,02 mW 

0,6 µs 

5 % 

0,35 V/µs 

-



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs <;;10kQ 

Tension dBtNcalsge a rent~e 

Tamb= 700c 

Input offset current 
Courant de dllcalage a l'entree 

Tamb = ooc 

Tamb= 100c 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb = ooc 

Input voltage range 
Tension d'entrl!e limite 

Common mode rejection ratio 
Rs <;;10kQ Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <;;10kQ 

Taux de rejection d(J aux a/imentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 5kQ 
Amplification en tensk,n Vo =±1V 

Output voltage swing 
RL ;;,5kQ 

Dynamique de sortill 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Vol 

101 

le 

VI max 

CMR 

SVR 

Av 

VOPP 

1cc 

p 

SF.C 2778 C, SF.C 2778 DC 

Vcc=±3V 

Min. Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±1 

70 86 

25 200 

25.103 

±2 ±2,1 

180 

1,08 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 

21/25 

321 

I 



SF.C 2778 

IB 
(nA) 

6 

4 

101 
8 
6 

4 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entrfJe 

±JV~Vcc:s;;;;±18V 
T =25°C amb 

I/ 
/ 

' I 
I 

✓ 

10\ 
/ 

22/25 

322 

6 

4 

10·1 
,/ 

J 

/' 

10•22 s 10•1 2 • 100 2 • 101 2 isET!µAI 

VOPP 
IV) 

24 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
Dynamique de sortie 

T = 25°C 
am1b I I -- ---vt11 /' 

Vcc=±1sv 
~ lsET= 15µAol 

18 - - 4c=±15V-

I lseT=1,5µA 

--
I 

12 

6 

-...... Vcc=±Jv 
1,5 µ.A ~ISET ~ 15 µA 

0 I 111 I I I 
103 , 4 sf o4 2 4 s 1os 2 4 RL1n1 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entr/Je 

IB 
(nA 

I ±3 V <;;Vee.;;± 1B V 

24 ", 
18 

12 

'I'\. 
['.. 

"~T= 15µA_ - ~ 

I'\. 
6 " -~ 'sET= 1,SµA "~ 
0 1"i""1---
-60 -20 20 60 

STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET CURRENT 
Courant d'alimentation en fonction du courant de 

1cc rrlglage 
(µAl Tamb=25°C 

5 

2 

10"1 

±JV .;;vs <;;+1B V 

/ 
I 

/ 
J 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

10·2 2 5 10·1 2 5 100 2 5 101 2 ISET(µA) 



400k 

300k 

200k 

100k 

0 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en boucle ouverte 

vcc=±3V 

I I I 
f-- >---IsET= 15,.A 

V " RL = 5 kO ~ 

// \ 
,,/ 

1/i, .- .,,,,,.. 
"i;T = 1,5""' ' vi,,- RL =75 kO 

-60 -20 20 60 

GB 
IHzl 

5 

2 

106 

5 

2 

103 

- -

/,,,. 

/ ,, 
I 

GAIN- BANDWIDTH 
Produit gain - bande 

Tamb=25oc 
C0 =30pF 

~" ... , 
V 

vcc=±15v ~ J 

.,,, ,~~ 
/ 

// 
J Vcc=±3V 

I,,, / 
,,; 

10·1 2 • 6 1a° 2 • 6 101 2 • lsETlµAI 

1,2M 

1 M 

800k I 
I 

600k J 
I 

400k / 
;' 

SF;C2778 

OPeN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en boucleou11eru, 

I I I vcc=±15v 

IsET= 15 "" 
RL = 5 kO 

/V' "''\. 
V ' ' \. 

I ' \ lsET= 1,5µA 

' RL =75k0 

,J' 

v~ ..... , 
/ r\. 

' 
-60 -20 20 60 

8vo 
IV/µs 

5 
I 

1a° 

5 

5 

2 

10·3 

/ 

SLEW RATE 
Pente maximale du signal de sortie 

C0 =30pF 

, 
./. 

/V 

v 5 =±15v,...1 
// 

,, / 
/.,,. 

/v8 =±3V -/ V 
/ I 

V / 
V 

I/ 
,0·22 5 10·12 5 100 2 5 101 2 ISET(µAI 

23125 

323 

I 



SF.C 2778 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD 
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION 

Sample50 nA 

Hold 0,75 nA 

Analog input VI 2N 4979 
Entree analogue o--------, ----------l 
-sv<v1~+sv 

100 kn 

24125 

324 

-15V 

1N 4148 

~no-------------lBCY69 
82 kn 

R1 
100kn 

-15V 
Hold 

R1 
300 kn 

NANO-WATT AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMA T/ON 

RJ 
91 kn 

100kn 

R2 
JO Mn 

P0 = soonw 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING 
WITHOUT FET'S 
MUL TIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP 

R2 1 Mn 

R1 
100 kn 

V1 

2,7 Mn 
+15 v O---CJ------+ 

R4 
10kn 

S1 

R1 
100 kn 

V2 

2,7 Mn 
+15V 

R4 
10 kn 

S2 

R1 
100 kn 

V3 

2,7 Mn 
+15V 

R4 
10 kn 

S3 

R5 
5 6 kn 

R2 ' 1 Mn 

R5 
5,6 kn 

R2 ' 1 Mn 

R3 
270kn 

BCY69 

f 

R3 
270 kn 

BCY69 

F 

R3 
270 kn 

VO 

SF.C 2778 

HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D'ENTREE 

50 Mn 

30pF 

500 kn 

500 kn 

-15V 

F 

25125 

325 

I 



SF.C 2861 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TEURS OPERA T/ONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § Nmites abso/ues) 

Operating free-air 
Vs p* V10 VI 1omax. tjmax. 

Type Package temperature range Storage temperature 
Boitier Gamme de tempfJrature TempfJrature de stock age (V) (mW) (V) (V) (mAl (OC) 

ambiante de fonctionnement 

SF.C 2861 M CB-107 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2861 PM TO-91 -55°C, +125°C -65°C, +150°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C2861 T CB-107 -25°C, + 85°C -65°C, +150°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2861 DT CB-116 -25°C, + 85°C -40°C, +125°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2861 C CB-107 0°C, ·+ 10°c -65°C, +150°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

SF.C 2861 DC CB-116 0°C, + 10°c -40°C, +125°C ±10 500 ±2 ±Vs 70 150 

CB-107 *Rth (j-c) = 45°C/W, Rth (j-a) = 1500C/W 

Rth (j-a) = 1900C/W CB-116 ~~d T0-91 

General description 

The SF.C 2861 is a general purpose operational 
amplifier built on a single silicon chip. It provides a 
high voltage gain and an excellent temperature 
stability. 

Frequency compensatiOn is obtained with a single 

50 pF capacitor. T~e amplifier is built with an 
input protection ; the principal advantage is the 
possibility to deliver an output current of 70 mA. 

TheSF.C2861 is specified over a large supply voltage 
range :±2Vto± 10V. 

The SF.C 2861 C is specified over a 0°C to 70°C 
temperature range. 

The SF.C 2861 Tis specified over a --25°C to +85.°C 

temperature range. 

The SF.C 2861 Mis a military device specified over a 

-55 ° C to + 125 ° C temperature range. 

Description generate 

Le SF.C 2861 est un amplificateur operationnel d'usage 

general a structure inte{Jree monolithique. II prt!sente un 

gain en tension eteve ainsi qu'une excellente stabilitt§ en 

temperature. 

La compensation en fre(fuence est realisde avec une seule 

capacite de 50 pF. L 'amplificateur comporte un circuit de 

protection a rentree ; le principal avantage est de pouvoir 

fournir un courant en sortie de 70 mA. 

Le SF.C 2861 est specifie dans une large gamme de tension 

d'alimentation : ± 2 Va ± 10 V. 

Le SF.C 2861 C est specifie dans une gamme de temperature 

de0°Ca 70°C. 

Le SF.C 2861 Test sp6cifie dans une gamme de temperature 

de -25°Ca +85°C. 

Le SF.C 2861 M correspond a la gamme mi/itaire et est 

spetifit§ pour fonctionner dans la gamme -55°c a +125°C. 
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SF.C 2861 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-91 (CB-86) Top view CB-107 Top view CB·116 Top view FLAT PACKAGE Vue de dessus METAL CAN Vue de dessus ~DUAL IN LINE Vue de dessus 
Bo1tier plat Bo1tier metal PACKAGE Output Battier 

enlichable Sortie 

I v-
Frequency compensation 
Compensation en fr«/uence :--=] 

·:~- It Compensation 8 _ Output 
en freQuence 7 Sortie =,~.v compensation 

Compensation 
F,equency_-rJ 

v+ 2 6 v-

3 

[npuu 5 6 Out~ 
+ • v-

Inputs 
Entrees Sortie Entr6es 

B 

Schematic 
Schema e/ectrique 

~ ~-__,._ _ __,._ ______ -<>V+ 

Frequency compensation 
Compensation en frP.quence 

~--------<> E 

en freQuence 

I 

v+ + -
V 

Inputs 
Entrees 

Principal features 
Donnees principa/es 

- High input impedance 

- High voltage gain 
Inputs 
Entree1C 

+ 0--'IM,--+~ ... -+--I 
Output - Excellent temperature stability 

~---<..-uiortie - Output current : 70 mA 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 
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T0-91 

CB-116 

CB-107 

B 

5 

3 

4 

C D 

3 6 

2 4 

3 6 

- Supply voltage range : ± 2 V to ± 10 V 

- Haute impedance d'entree 

- Gain en tension 6/eve 

- Excellente stabi/ite en temperature 

- Courant de sortie : 78 mA 

E F G - Gamme dB tension d 1alimentation : ±2 V iJ ± 10 V 

10 8 1 

6 5 1 

8 7 2 



MEASUREMENT DIAGRAMS (Pin connection for CB-107 can) 
SCHEMAS DE MESURE /Brochags du bo1tier CB-107) 

NON-INVERTING AMPLIFIER INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR 

'-----ov-

v+ 

AMPLIFICATEUR INVERSEUR 

NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON INVERSEUR 

POWER AMPLIFIER 

SF.C 2861 

...... --ov-

v+ 

SCHMITT TRIGGER 
TRIGGER DE SCHMITT AMPLIFICATEUR DE PUISSAN,..c_E ____ -0 v+ 

RL 

Vi ivo 7 
vg_f 

0 v-
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SF.C 2861 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

PULSE GENERATOR 
GENERATEUR D'/MPULSIDNS 

-----------------ov+ 
1 kQ 

1 kil 
1kil 

._ ______________ __,..,Q 

AC-DC CONVERTER 

SELECTIVE AMPLIFIER 
AMPLIF/CATEUR SELECTIF 

R1 
15 kil 

C1 
10 nF 

R1 
15 kil 

C1 
10 nF 

fo=_1 __ 
211 R1 C1 

CDNVERTISSEUR AL TERNATIF-CDNTINU v+ 

4/13 
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SF.C 286111(1, SF.C 2861 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

l'ARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
TeMion de d/Jcatage a l'entrff 

Input offset current 
Courant de dkalage ii l'entrde 

Input bias current 
Courant de polari,ation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten,/on 

Positive supply current 
Courant fourni par l'alimentation 
positive 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient dt, teml'fflltur& moyen de la 
ten,ion de rNcalllge 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temp4rature move,, du 
cour1111t de dllcatage 

Common mode rejection ratio 
Taux de rd/tlCtion en modtl commun 

Input resistance 
lmp«/ance d'entrH (diffdrentiel/e) 

Slew rate 
Pente maxima/e du 1ignal d• ,orrie(note 2) 

Output voltage swing 
Dynamique de ,artie 

Input voltage range 
Tension d"entr(Je limite 

Internal power dissipation 
Puissance dissipee 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

VOi 
RL = 2 k!1 tamb = 25°C 
Rs = 60 n 

101 RL = 2 k!1 tamb = 25°C 

'B tamb = 25oC 

RL = 2 k!1 
tamb = 25°C 

f - 1 kHz 

Av RL = 10 k!1 tamb= 250c 
f - 1.kHz 
'KL = ',/.KH tamb = 25°C 
. f = 1 MHz . 

1cc, tamb= 25°C 

DV01 Rs = 60 n 

DIDI Rs= 60!1 

CMR RL = 2 k!1 tamb = 25°C 

z, f = 1 kHz tamb = 25°C 

Svo tamb = 25°C 

Vopp 
RL = 2 k!1 

RL = 400!1 

V1max RL = 2 k!1 'amb = 25•c 

p RL = 2 k!1 
v O "='0 tamb = 25°C 

VALUES 
VALEURS 

TYP: 
MIN. 

. 25•c 
M_AX . 

2 4 

50 100 

0,3 0,7 

85 87 

90 

43 

1 1,5 

6 25 

0,3 1,5 

70 81 

200 

9 

±9 
±8 

±9 

70 80 

NOTE 1 : These specifications apply for -55°C.;; tamb.;; +125°C, Vs=± 10 V unless otherwise specified 
Spkifications applicables pour -55°C <.tamb =s;;;; + 125°C, Vs =± 10 V sauf specifications contraires 

NOTE 2 : May be improved up to 18 V/µs in inverting amplifier configuration (see measurement diagrams) 
Peut ltre portefJ B 18 V /µsen amplificateur inverseur (voir sc;ht§mas de mesure) 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

dB 

k!1 

V/µs 

V 

V 

mW 
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SF.C 2861 M,SF.C 2861 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dl!calage a l'entrtJe 

Input offset current 
Courant de def:alage 8 l'entrl!e 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

101 

IB 

Av 
VS 

f 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Rs ,;;;;50 n 6 

300 

1 

=± 10V RL = 2 k!1 
80 

= 1 kHz 

NOTE 1 : These specifications apply for -55°C,;;;; tamb,;;;; + 125°C, Vs= ± 10 V unless otherwise specified 
Specifications app/icab/es pour-550C ¾tamb ~ + 125°C, Vs=± 10 V sauf S/JBCifications contraires 
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UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 



> 
i,t 
;~ 
if 
OI C 

.:!::,fo 
O'tl 
>c ;-a 
0. C -=~ 

10 

8 

6 

4 

INPUTVOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

I.I ,,, 
17 

9 

1..1 

+V1 max .,-_,!:vi max 

2 

0 
0 

~"/ 
D 

5 
Supply voltage (± \/) 
Tension d'alimentation 

10 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/STIOUES DE TRANSFERT 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

,I -12 
-3 

90 

70 
10 ,2 

IVs-+ 10v 

1 
~ 

'!':, 350n 
I soon 

• I i nn 
2 kU-

I 

-1 3 
Input voltage (mV) 
Tension d'tmtrH 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

L, 
]j 

[) 
J 

fl 

J 

I 

5 

Vs=±10V 

,3 10 10" 
Load resistance (n) 
Rlsistance_ de charge 

1 

7 

SF.C 2861 M, SF.C 2861 PM 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERIST/QUES DE TRANSFERT 

12 
RL=2kfl i 1pv 

8 

-8 

-12 
-3 

100 

80 

0 
0 

, 
+6V 

I I 

's=±2V 

j 

-1 1 3 5 
Input voltage (mV) 
Tension d'entrff 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

.... -

RL = 2 kn, 

5 
Supply voltage (± V) 
Tension d'alimlintatlon 

Fr,equency (Hz) 
Frdq1'snce 

7 

10 
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SF.C 2861 T, SF.C 2861 DT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de d{Jcalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Positive supply current 
Courant fourni par l'a/imentation 
positiv_e 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de tempArature moyen de la 
tension de dfJcalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temperature moyen du 
courant de d(Jca/age 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode cominun 

Input resistance 
/mp/Jdance d'entree (difftirentielle) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie ( note 2) 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Internal power dissipation 
Puissance dissipee 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI 
RL= 2 kfi Rs= 60 n 

2 10 
tamb = 25°C 

101 RL=2kf2 tamb = 25oC 80 300 

18 tamb = 25oC 0,5 1 

RL=2kf2 0 f = 1 kHz 75 80 
tamb = 25 C 

Av 
R L = 1 0kfi . 0 f = 1 kl;lz 

tamb = 25 C 
90 

RL=2kf2 0 
f = 1 MHz 43 

tamb = 25 C 

1cc, tamb = 25oC 1 1,5 

DVDI Rs=60f2 6 

DIDI Rs= 60 n 0,3 

CMR RL=2 kfi tamb = 25oC 60 74 

Z1 f = 1 kHz tamb = 25oC ioo 

Svo tamb = 25oC 9 

Vopp tamb = 25oC 
RL= 2 kfi ±9 
RL =400[2 ±8 

Vlmax tamb = 25oC RL=2 kfi ±9 

p RL=2kf2, Vo ::e0 
tamb = 25oC 

70 80 

NOTE 1 These specifications apply for -25° C < tamb < + 85° C, Vs = ± 10 V unless otherwise specified 
Spticifications applicables pour -25 °c ~ tamb <" +-B5°C, Vs =± 10 V sauf specifications contraires 

NOTE 2: May be improved up to 18 V/µs in inverting amplifier configuratiort (see measurement diagrams) 
Peut Atre portee a 18 V /µsen amplificateur inverseur (voir schemas de mesure) 
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UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

dB 

kfi 

V/µs 

V 

V 

mW 



> 
i·' :;~ 
~! g,~ 
~ .. ~ o-.. 
>~ 

~ .. i -=~ 

8 

6 

4 

INPU'r VOLTAGE RANGE 
TENSION D'ENTREE LIM/TE 

~ , 
~ 

~ 

/ 

+V1 max "l Vi max 

2 

0 
0 

/r/ 
V 

5 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

10 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERIST/OUES DE TRANSFERT 

12 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 
-3 

... 

0 

vs=+ 16v 

-1 

rJ 
I 

J ,._ R1 -3500 
I - 50 )n 

~ J I 1, IT, 
21,0, 

3 

Input voltage (mV) 
Tension d'entree 

5 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

Vs=± 10V 

RL=10k0 

-
. .-· 

7 

-20 0, '.20 140 lilo 180 
Temperature ( ° C), 
Temp4rature 

SF .C 2861 T, Si= .C 2861 DT 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIOUES DE TRANSFERT 

12 
RL=2 kO + 10V 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 
-3 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
0 

I I 

-l:6V 
I I 

's=±2V 

I 

-1 3 
Input voltage (mV) 
Tension d'entrhJ 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

..... -

5 

RL=2 kSJ 

5 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

7 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL A L 'ENTREE 

100 

...... 

0 
-20 

Vs=± 10V 

RL=2 k!l 

......_ 

0 

--

20 40 60 

remperature ( ° C) 
Templrature 

80 
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si=-:c 2861 T, SF.C 2861 DT 
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INPUT OFFSET VOLT AG~ VARIATION INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIDUELLE D'ENTREE VARIATION DE LA TENSION RESIDUELLE D'ENTREE 

0,8 
AV01=Vo1 (RL)-Vo1 (2 k!2J 

5 
Vs=± 10V 

90 

70 
102 

I 

- > 4 RL=2k!2 
I/ 

~ 
I Vs=± 

' 7 

104 

Load resistance (!2) 
Resistance de charge 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

H 
o, C "'-~ 

OV :l" 
0~ 
>~ 
~~ 

~I 
Oc 

1-~ -=~ 
10~ 

3 

2 

0 
-20 

90 

0 

,_ ..... 

20 40 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

60 

-
80 

1 ...... - Vs=± 10V 
I, 

I/ 
7 

I 

' 7 

Vs=+1ov 

I 
105 

70 
-20 

1..-- .... 

0 20 40 104 

Load resistance (!2) 
Resistance de charge 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

iii 
-0 -c 
-~·@ 
"'~ ,,~ 
g>i3 
:=c o·-
><'3 

100,.--,--~-,--~---~ 

60 

00 
40 

,__..___,1-_,__.._.__-,._.,_____,120I~ 
20 , l---'--_:_--1-..,,,,,_,____._,u.-____. 80 °i !l 

"' . 
0 

L--1---J--«--..J...--"-..l--'L---'40 if f 

10 
Frequency (Hz) 
Frtiquence 

1oao 

60 80 



SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten,lon de dkalage a rentrff 

Input offset current 
Courant de dkatage • l'entrle 

Input bias current 
Courant de polariattion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Positive supply current 
Courant fourni par l'alimentation 
positive 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temp4rature moyen de la 
ren,lon de dies/age 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de rem,wrature moyen du 
courant de dkalage 

Common mode rejection ratio 
Taux de rljflt:tlon en mode commun 

Input resistance 
lmpldence d'entrle (difflrontlel/e) 

Slew rate 
Penre maJtimate du signal de sortie (note 2) 

Output voltage swing 
Dynamique de ,onie 

Input voltage range 
Tension d'entTH I/mite 

Internal power dissipation 
Puissance dissip,Je 

NOTE 1 : These specifications apply for 
Spet:ifications app/icebles pour 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

VOi 
RL=2kn Rs= son 

10 
tamb= 25°C 

101 RL=2 kn tamb = 25oC 80 300 

le tamb = 25oC 0,5 1 

FIL=2kn 0 f=.1kHz 
tamb= 25 C 

75 80 

Av 
RL = 10k!]. 0 f = 1 kHz 

tamb= 25 C 
90 

RL=2kn 0 f=1MHz 
tamb= 25 C 

43 

1cc, tamb= 25oC 1 1,5 

DV01 -Rs= son s 

DIDI Rs= son 0,3 

CMR RL = 2 kn tamb = 25°C 60 74 

z, f = 1 kHz tamb = 25oC 200 

Svo tamb = 25oC 9 

Vopp tamb= 25oC 
RL= 2 kn ±9 
RL =40on ±8 

V1max tamb = 25oC RL = 2 kn ±9 

p RL=2kn, Vo ::eO 
tamb = 25oC 

70 80 

0 • C .;; tamb .;; + 70 • C, Vs = ± 10 V unless otherwise specified 
0°C <..tamb<.. +70°C, Vs=± 10 Vsaufspkificationscontraires 

NOTE 2 : May be improved up to 18 V /µsin inverting amplifier configuration (see measurement diagrams) 
Peut ltre portefl a 18 ·v /µsen amplificateur inverseur (voir schemas de mesure) 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

dB 

kn 

V/µs 

V 

V 

mW 
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SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC 
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> -:-.~ 
[~ 
~! 
~.i 
0"0 
> C 

g.-i 
.!:~ 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
0 

INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION O'ENTREE LIM/TE 

, 
I 1¥ 
ff 

+V1 max ~VI max 

/r/ 
r/ 

5 
Supply voltage (± V) 
Tension d 1alimentation 

/ 
/ 

10 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/STIQUES OE TRANSFERT 

12 
IVs=+ 10V 

8 

4 

0 

-4 

-8 

-12 
-3 

0,5 

-
0 

0 

" 'J 

' ~ RL = son 

-1 

I ~ soon 
J I 1 kn 

2 kn 

3 

Input voltage (mV) 
Tension d'entrh 

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

5 

Vs=± 10V 

RL= 2 kn 

20 40 
Temperature (°CJ 
TtNTlpdrsttjrs 

60 

7 

~ 
l~ 
0 ii 
>{: 

1.§ ~-::, C 

ol!! 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERIST/QUES DE TRANSFERT 

12 
RL=2 Kn + 10V 

8 I I I 
I+sv 

4 I 

I s=±2V 
0 I 

-4 I 

-8 

-12 
-3 -1 3 5 7 

100 

80 

0 
0 

100 

50 

0 

Input voltage (mV) 
Tension d'entn§e 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

..... ,.... 

RL = 2 kn 

5 

Supply voltage (± V) 
Tension d'alimentation 

10 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL A L 'ENTREE 

Vs=± 10V 

RL= 2 kn 

~ -
0 20 40 60 

Temperatur~ ( ° C) 
Tem"'raturs 



SF.C 2861 C, SF.C 2861 DC 

INPUT OFFSET VOLTAGE VARIATION 
VAR/A TION OE LA TENSION RESJOUELLE D'ENTREE 

_,% 0,8 
>l:o 
E~ 
C • 0,4 
.Q~ 
~~ 

·~] 0 
>< 
., " g,.~ 
"3 ~ -0,4 
~ ~ 

~~-0,8 
:: .g 

""EVo,=Vor (RLl-Vor (2 krl) 
-..:i 

17' i 
l.1 I 

J Vg:+lOV 

J 
I 

J 5:! 
.::~-1.2 2 

10 103 104 105 

90 

70 
10 "' 

Load resistance ('2) 
Resistance de charge 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

1.,,-

r; 
I 

rJ 
J 

I 

Vg:± 10V 

103 104 

Load resistance ('2) 
RtJsistance de charge 

iii 
"C -. 
-~·~ 
°'• .,~ 

11 

60 

105 

5 

4 

3 

2 

0 

90 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RES/DUELLE D'ENTREE 

0 

i.---

200 

Vg:± 10V 
RL = 2 krl 

~ -
20 40 
Temperature ( ° C) 
T&mperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

! 
; 
i 

60 

Vg:± 10V 

20 40 
Temperature ( ° C) 
'Temperature 

60 

g>~ 40 
"3-!:: 

--+----+-~-"--l---4---l-le-------1160 _ 

><3 
20 

0 

--"---'----+--'r-+---'---------+120 ;' 
-~-~::_--h~J;.._j_:\..j._~ ao h 

l--l------l----'l----+-~--1---l--~40 i:t if 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

168° 
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T□B0118 ,TDC0118, TDE0118 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICATEURS OPERA TIONNELS 

SEE DATA SHEET page 153 I 
VOIR NOTICE page 153 

341 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDx0124 A ,TDx0124,TDF2902 
QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 

QUADRUPLE AMPLIFICATEURS OPERA TIONNELS 

Type Package temper,ture range Storage temperature Vs p Output short-circuit 
(mW) VID V1 duration 

Bo1tier Gamme de temp4rature TflfTlptlrature de 1tockage (V) note (V) (V) DurM de court-circuit 
ambiante de fonctionnflment 1 en sortie 

TDC0124-DG 
TDC0124A-DPI 

T0-116 -55°C. +125°C -65°C, +150°C 500 
Indefinite TDC0124-DP 

TDE0124A-DP1 T0-116 -25°C, + 85°C 
TDE0124-DP I 
TDB0124A-DP 10°c T0-116 0°C, + 
TDB0124-DP 1 

TDB0124-FP CB-178 ooc, + 10°c 

TDF2902-DP T0-116 -400C, + ss0c 

TDF2902-FP CB-78 -400C, +85°C 

Input current at V 1 .;; -0,3 VOL : 50 mA 
Courant d'entree pour 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

for one ampli. 

+ 1500C ±16 500 1/limitee pour 

> orlou 32 ro9} unampli. 

+150°C 
32 

500 
+32 Vcc=+15V 

Tamb= +250c 
+150°C 400 

181 
+1500C f 26 500 -03 

or/au 26 tola Indefinite 
+150°c ±13 400 +26 lllimitee 

181 

Note 1 - Rth(i-al = 175°C/W Ti max=+ 125°C (TDB0124) !Jl,i, Tease= +25°C 

Ti max=+ 150°C (TDC0124, TDE0124, TDF2902) /,'l,i, Tease= +50°C 

The dissipation is the total of all four amplifiers. 
La dissi'pation est la va/eur totale pour Jes quatrB amp/ificateurs. 

Note 2 - Short-circuits from the output to v+ can cause excessive heating and even~':'al destruction. The maximum 
output current is approximately 40 mA independant of the magnitude of V . At values of supply voltage in 
excess of+ 15 V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual des
truction. 
Les court6-circuits entre sortie et V + peuvent provoquer un IJchauffement eJ<cessif et done d/Jtruire eventuellement le c,rcuit. 
Le courant maximum de sortie est approJ(imativement de 40 mA ind/Jpendamment de la v;1/eur de V +. Pour des valeurs de 
tension d'alimentation suf}erieures B + 15 V, des courts-circuits coniinus peuvent d/Jpa:;ser la puissance diss,p(Je permise t1t 

cMtruire 1Jventue/Jement le circuit. 

Note 7 - See page 15 
Voirpage 15 

Note 8 - R =250°C/W Ti max=+ 125°C 
D~~ices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0,15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pitkn sont soudhs sur un support en verre epoxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm :~vec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'lpaisseur 

Unique characteristics 

They circuits consists of four independent, high 
gain, internally frequen<,Y compensated operational 
amplifiers which were designed specifically for auto-
motive and industrial control systems. They operate 
from a single power supply over a wide range of 
voltages. Operation from split power supplies is also 
possible and the low power supply current drain is 
independent of the magnitude of the· power supply 
voltage. 

Caracteristiques particu/ilire• 

Ces circuits sontcompOS8sde quatre amp/ificateurs operation· 
nels ind,Jpendants a gain 6/ev{J et avec compensation en 
fr«1uence intdgrtJe ; ii a tlM etuditl S{Jecialement pour 1es 
systemes de contrdle induittiel et pour l'tJ/ectronique auto-
mobile. Ce$ amplificateurs· fonctionnent B pqrtir d'une 
source d'alimentation unique dans une largs gamme de 
tension. //s peuvent fonctionner aussi a partir d'alimenta• 
tion fractionne6; le courant consommtJ est faible et ind,Jpen-
dant de la valeur ~ la tension d'alimentation. 
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TDx0124 A, TDx0124, TDF2902 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

TO-116 (CB-2) 

DUAL IN LINE PACKAGE 
Boitier enfichable 

1080124-DP 
TDC0124-DG 
TDC0124-0P 
TDE0124-DP 
TDF2904-0P 

or 
DU 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

'V Output 1 
Sortie 1 

Inputs 1 
Entrees 1 

Schematic 
Schema electrique 
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I lnpu~ 
Entr6es2 

v+ 

Output 3 
Sortie 3 

I 

I 
Output 2 
Sortie2 

CB-178 
FLAT PACK (MINIDIP) 
Microboitier plat 

Top view 
Vue de dessus 

1OB0124-FP 
TDF2902 FP 

Principal features 
Donnees principales 

Large voltage gain 100dB 

Very low supply current drain : 800 µA 

Low input biaising current: 45 nA 

Low input offset voltage : 2 mV 

Low input offset current : 5 nA 

- Amplification en tension: 100 dB 

- Tres faib/e courant fourni par /'alimentation : 
800µA 

- Faible courant de polarisation : 45 nA 

- Faible tension de dkslage B l'entree: 2 mV 

Faible courant de d(Jca/age B l'entree : 5 nA 

Wide power supply range 

- single supply 3 V to 30 V 
-dual supplies ±1,5 V to.±15 Vfor TDx0124 
- single supply 3 V to 26 V for TDF2902 

Domaine 6tendue de tension d'alimentation : 

- mono-tens(on 3 V IJ 30 V pour TDxOt24 
- source symtJtrique ±1 ,5 Va ±15 V 
- mono-tension 3 V IJ 26 V pour TDF2902 



TDx0124 A, TDx0124, TDF2902 

TYPICAL SINGLE - SUPPLY APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES (TENSION D'AL/MENTA TION UNIQUE} 

A = ...!!_( as shown A = 10 I 
V R 1 suivsnt /es valeurs V 

R1 
100 k!l 

R1 
100 k!l 

R2 
1 Mil 

v+ 

2Vpp 

C1 

"] ~ 
AC COUPLED INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR · LIAISON ALTERNATIVE 

AC COUPLED NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON-INVERSEUR • LIAISON ALTERNATIVE 

10 kll 

R2 
1MH 

Gain= 1 +R 
R1 

= 101 ( ~;~~~~svateursl 

+5V 

NON-INVERTING DC GAIN 
AMPL/FICATEUR NON·INVERSEUR, 
TENSION CONTINUE 

V1 100kl2 

V2 

V3 

100kH 

V4 100 k!l where 
OU 

Vo=V1 +V2-V3-V4 

(V1 +V2);;. (V3 + V4) 
to keep v0 ;;.ov 

DC SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR SOMMATEUR, TENSION 
CONTINUE 
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TDx0124 A, TDx0124, TDF2902 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

- HIGH INPUT Z ADJUSTABLE· GAIN DC INSTRUMENTATION 
AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR D'INSTRUMENTATION HAUTE IMPEDANCE D'ENTREE · 
GAIN AJUSTABLE 

R3 
100 kn 

R6 
100 kn 

- ACTIVE BANDPASS FILTER 
FIL TRE ACTIF PASSE-BAN DE 

R2 
100 kn 

R3 
100 kn 

t0 = 1 kHz 
Q =50 

R1 
100 kn 

Av = 100 (40 dB) 
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R6 
470 kn 

R4 
100 kn 

R7 

1~ R 1 = R5 :;d R3 = R4 = R6 = R7 

Vo=1+ 2R~ 1 (V2-V1) 

As shown 
Suivant Jes valeurs Vo= 101 (V2-V1) 

LOW DRIFT PEAK DETECTOR 
DETECTEUR CRETE A FAIBLE DERIVE 

R 
1 Mn 

Input current 
compensation 
Compensation 
courant d'entree 

100 kn 
v+ 



TDx0124 A, TDx0124, TDF2902 

TYPICAL SINGLE• SUPPLY APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES (TENSION D'ALIMENTATION UNIQUE) 

+ V1 

R2 
100kn 

R4 
100 kn 

HIGH INPUT Z, DC DIFFERENTIAL AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR DIFFERENT/EL A HAUTE 
IMPEDANCE D'ENTREE 

RI_ R4 
~~' R2 - R3 

Vo= (1 + R4 ) (V2-V1) 
R3 

as shown 
suivant /es va/eurs 

v 0 = 2(V2-V1) 

(CMRR depends on this 
resistor ratio match) 
(CMRR depend de l'apprei/
/ement des resistances) 

USING SYMMETRICAL AMPLIFIERS TO REDUCE 
INPUT CURRENT (GENERAL CONCEPT) 
UTILISATION D'AMPL/F/CATEURS SYMETR/QUES POUR 
REDUIRE LE COURANT D'ENTREE 

5/22 

347 

I 



TDC0124A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRE~ 

Input offset voltage 
(note 4) Tension de dBCa/age lJ /'entr6e 

Input offset current 
Courant de tJ~::alage lJ l'entrtle 

Input bias current (note 3) 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltJge gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fOurni par Jes alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entrt5e en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entre amplificateurs 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Short circuit (to ground) 
Courant de court-circuit (lJ la masse) 

See note page 15 
Vair notes page 15 
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SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES 
MESURE 

Vol Rs =OU 

101 

IB 

Av 
Vcc=+15V 

RL >2kn 

SVR 

RL =..., Vee= 5 v 
Icc1, On all operational 

Icc2 
ampli 
Sur taus /es ampli. Vee= 30 v 
operationnels 

CMR 

v, 
Vee= +3o v 

(Note 5) 

1 kHz < f <;; 20 kHz 

(note 6) 

Ios 
Vcc=+15V 

Vt=+1V,Vj""=OV 

Vcc=+15v 
Vt=OV, Vj""=+1 V 

1osK 
Vq_ =200m~ 
V1=0V,VI =+1V 

VOPP 
Vee= 5 v 

RL >2kU 

lsc 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITE~ 

1 2 mV 

2 10 nA 

20 50 nA 

50 100 V/mV 

65 100 dB 

0,8 1,2 mA 

1,5 3 mA 

70 85 dB 

Vee 0 V 
-1,5 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

12 50 µA 

v+ 
0 V 

-1,5 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de cMcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entrde 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entrtie en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absor"' par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la tension 
de dkalage a rentree 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de dkalage a l'entree 

See note page 15 
Voir notes page 15 

TDC0124A 

Vee= +5 V, -55°C..; Tamb..; + 125°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS OE SYMBOLES MESURE 

Vol Rs =0!1 

101 

le 

Av 
Vee= +1sv 

RL ;;, 2 k!1 

RL - .,, Vcc=5 v 
Icc1, On all operational 

Icc2 
ampli 
Sur tous /es ampli. vcc=;3ov 
of)eratiOnnels 

V1 
Vee= ~3ov 

(note 5) 

Ios 
Vcc=+1sv 
Vt=+1V,Vj""=OV 

IosK 
Vcc=+15V 
Vt=OV, Vj""=+l V 

VoH 
Vcc=+3ov 

RL = 2 kl1 

VoH 
Vcc=+30V 

RL ;;, 10 k!1 

VOL 
Vcc=+5V 

RL ..;10 k!1 

DV01 Rs =0!1 

DIDI 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

4 

30 

40 100 

25 

0,8 1,2 

1,5 3 

Vee 0 
-2 

10 20 

10 15 

26 

27 28 

5 20 

7 20 

10 200 

UNITS 
UNITE5 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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TDE0124 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dka/age B l'entrthi (note 4) 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entn!e 

Input bias current (note 3) Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification (lfJ tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection d0 aux a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entr(Je en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entre amplificateurs 

Output current source 
COurant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorM par la ~ortiB 

Output voltage swing 
Oynamique de tension de sortie 

Short circuit to ground 
Courant de coun-circuit 

See note page 15 
Vair nott1s page 15 
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Vee= +5V, lamb= +25oc 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES 
MESURE 

Vol Rs =On 

101 

'B 

Av 
Vcc=+15v 

RL >2kn 

SVR 

RL = - Vcc=5V 
Icc1, On all operational 

Icc2 
ampli 

Vcc=:!OV Sur taus /es ampli. 
o{Jerationnels 

CMR 

V1 
Vcc=+3ov 

(Note 5) 

1 kHz < f .;;; 20 kHz 

(note 6) 

Ios 
Vcc=+15V 

Vt=+1V,Vj""=OV 

Vcc=+1sv 
v I+= OV, Vj""=+1 V 

IosK 
v~ =200m~ 
VI =OV, V I =+1V 

Vopp 
Vee= 5 v 

RL >2 kn 

'sc 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UN/TE5 

1 3 mV 

2 15 nA 

40 80 nA 

50 100 V/mV 

65 85 dB 

0,8 1,2 mA 

1,5 3 mA 

70 85 dB 

Vee V 0 -1,5 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

12 50 µA 

0 
v+ 

-1,5 
V 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de dfJcalage B /'entri!e 

Input offset current 
Courant de deca/age a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entree en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par ta sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de ,sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la tension 
de dt}calage a l'entree 

Temperature coefficient of inPut 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de d/Jcalage a l'entree 

See note page 15 
Vair notes page 15 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

IB 

Av 

1cc1, 
Icc2 

vi 

Ios 

IosK 

VoH 

VoH 

VOL 

DVDI 

DIDI 

TEST CONDITIONS 
CONOIT/ONS DE 

MESURE 

Rs =0fl 

Vee= +15V 

RL ;;. 2 kfl 

RL - - Vee= 5 v 
On all operational 
ampli 
Sur taus /es amp/i. 
o{Jerationnels 

vcc=30 v 

Vee= +30V 

(note 5) 

Vee= +15v 
Vt=+1V,V1=0V 

Vcc=+15V 
Vt=0V, V1=+1 V 

Vcc=+30V 

RL = 2 kfl 

Vcc=+30V 

RL ;;. 10 krl 

Vcc=+5v 

RL .;;10 kfl 

Rs =on 

TDE0124A 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

4 

30 

40 100 

25 

0,8 1,2 

1,5 3 

Vee 0 
-2 

10 20 

5 8 

26 

27 28 

5 20 

7 20 

10 200 

UNITS 
UNITE! 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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TDB0124A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 41 Tension de df!Ca/age /J /'entr«J 

Input offset current 
Courant de dkalage a l'entrff 

Input bias current (note 3) 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par !es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entrH en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entre amplificateurs 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Short circuit to ground 
Caurant de court-circuit 

See note page 15 
Vair notes page 15 
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Vee= +5 V, lamb=+ 25°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONO/T/ONS OE 

MESURE 

Vol Rs =OU 

101 

le 

Av 
Vcc=+15v 

RL ;;,.2kU 

SVR 

RL = - vcc = 5 v 
1cc1, On all operational 

1cc2 ampli 
Sur taus /es ampli. Vee= 30 v 
OP'ffJtionnels 

CMR 

v, Vcc=+3ov 

(Note 5) 

1 kHz < f < 20 kHz 

(note 6) 

1os 
Vcc=+15V 
Vr=+1V,Vj"=0V 

Vcc=+15V 
Vt=0V, Vj" = +1 V 

1osK 
V9. =200m~ 
v 1 =ov,v1 =+1v 

Vopp 
Vee= 5 v 

RL >2kU 

'sc 

' 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

2 3 mV 

5 30 nA 

45 100 nA 

25 100 V/mV 

65 100 dB 

0,8 1,2 mA 

1,5 3 mA 

65 85 dB 

0 Vee 
-1,5 

V 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

12• 50 µA 

0 'W v+ 
V 

-',5 

40 60 mA 



ELECTRICA,L CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de t:McalB(JB a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalllfJfl a rentf'ff 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es allmentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entree en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la ,onie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la ten,ion 
de dllcalage /J l'entrde 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de dkalage a l'entree 

See note page15 
Vair notes page i5 

TDB0124A 

Vee= +5 V, -0°C..; Tamb..; + 70°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS OE 

MESURE 

VDI Rs =On 

ID1 

le 

Av 
Vee= +15v 

AL ;;, 2 kn 

AL - .,. Vcc=5-v 
Iec1, On all operational 

Icc2 
ampli 
Sur taus /es ampti. Vee= 30 v 
onArationnels 

V1 
Vee= +3oV 

(note 5) 

Ios 
Vee= +15 v 
Vt=+1v,v,=0V 

IosK 
Vce=+15V 
Vt=0v,v,=+1V 

VoH 
Vee=+3ov 

RL = 2 kn 

VoH 
Vce=+3ov 

Rl ;;.1okn 

VOL 
vce=+5V 

Rl ..;10 kn 

DVDI Rs =On 

DIDI 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

5 

75 

40 200 

15 

O,B 1,2 

1,5 3 

Vee 0 
-2 

10 20 

5 8 

26 

27 28 

5 20 

7 30 

10 300 

UNITS 
UNITE~ 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/0 e 

pA/0 e 
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TDC0124, TDE0124 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 4) Tension de dtkalage ii l'entree 

Input offset current 
Courant de dllcalsge a l'entrff 

Input bias current (note 3) Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es sJimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gsmme de tension d'entrl,e en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/lllJII entre amplificsteurs 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Short circuit to ground 
Courant de court-circuit 

See note page 15 
Vair notes page 15 

12/22 

354 

Vee= +SV, Tamb= +25oc 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Vol Rs =On 

101 

le 

Av 
Vcc=+15v 

RL ;;,.2kn 

SVR 

RL = - Vee= 5 v 
Icc1. On all operational 

Icc2 
ampli 
Sur taus /es ilmp/i. 

vcc = 30 v optiratianne/s 

CMR 

v, 
Vcc=+3ov 

(Note 5) 

1 kHz <: f ~ 20 kHz 

(note 6) 

Ios 
Vcc=+15V 

Vr=+1V,Vj"'=OV 

Vee= +15v 
Vt= OV, Vj"'=+1 V 

IosK 
v 9 =200m~ 
VI =OV, v I =+1V 

VOPP 
Vcc=5 v 

RL >2 kn 

'sc 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

2 5 mV 

3 30 nA 

45 150 nA 

50 100 V/mV 

65 100 dB 

0,7 1,2 mA 

1,5 3 mA 

70 85 dB 

Vee 0 
-1,5 

V 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

12 50 µA 

0 
v+ 

V -1,5 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dl!calage a l'entrtie 

Input bias current 
Courant de polarisation n;oyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entrl!e en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la tension 
de dlJcalage a /'entrl!e 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de decalage a l'entrt!Je 

See note page 15 
Voir notes page 15 

TDC0124, TDE0124 

V = +5 V TDC0124 
CC 'TDE0124 

-55°C < Tamb < 125°C 
-25°C < Tamb < 85°C 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS 
SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI Rs =0rl 7 

IDI 100 

Is 40 300 

Av 
Vee= +15v 

25 
RL ;;, 2 krl 

Icc1, 
RL -- Vee= 5 v 0,8 1,2 
On all operational 

Iec2 
ampli 
Sur tous /es ampli. Vee =3ov 1,5 3 of)erationnels 

V1 
Vee= +3ov 

Vee 0 
(note 5) -2 

Ios 
Vee=+15V 

10 20 
vt=+1v,v1 =ov 

IosK 
Vce=+15V 

5 8 
Vt=0V, V1 =+1 V 

VOH 
Vcc=+3ov 

26 
RL = 2 krl 

VoH 
Vcc=+3ov 

27 28 
RL ;;, 10 krl 

VOL 
Vee= +5 v 

5 20 
RL ,;;;10 krl 

DVDI Rs =on 7 

DIDI 10 

UNITS 
UNITE5 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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TDB0124 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECT-11/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 4) Tension de dtk:alage ii l'entrH 

Input offset current 
Courant de dllcalage /J l'entree 

Input bias current (note 3) Courant de polarisation maven 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dD aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entri,e en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entrB amplificateurs 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de ten,ion de sortie 

Short circuit to ground 
Courant de court-circuit 

See note page 15 
Vair notes page 15 
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Vee= +5 V, Tamb = +25oc 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES MESURE 

Vol Rs =On 

101 

15 

Ay 
Vcc=+15v 

RL ~2 kn 

SVR 

Icc1. 
RL = oo Vee= 5 v 
On all operational 

Icc2 ampli 
Sur taus /es ampli. Vee= 30 v 0/JBrationne/s 

CMR 

V1 
Vcc=+3ov 

(Note 5) 

1 kHz < f <;; 20 kHz 

(note 6) 

Ios 
Vcc=+15V 

Vt= +1 V, Vj""=OV 

Vcc=+15v 
Vt= 0 V, Vj""=+1 V 

IosK 
v'-l. =200m~ 
VI =OV, v I =+1V 

Yopp 
Vee= 5 v 

RL >2 kn 

lsc 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

2 7 mV 

5 50 nA 

45 250 nA 

25 100 V/mV 

65 100 dB 

o.s 1,2 mA 

1,5 3 mA 

65 70 dB 

Vee 0 V 
-1,5 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

12 50 µA 

v+ 
0 

-1,5 V 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de det:alage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entree en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par Is sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la tension 
de d/Jcatage a rentrH 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de dkalage a l'entrde 

See note page 15 
Vair notes page 15 

/ 

TDB0124 

Vcc=+5V, -0°C.;;T8mb"-+70°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

Vol Rs =On . 

101 

le 

Av 
Vee= +15v 

RL ;;, 2 kn 

1cc1, 
RL = .- Vcc=5 v 
On all operational 

1cc2 
ampli 
Sur taus Jes ampli. Vcc=Jov 
optirationnels 

V1 
Vcc=+Jov 

(note 5) 

1os 
Vcc=+15V 
Vt=+1V,Vj""=OV 

1osK 
Vcc=+15V 
Vt=OV,Vj""=+1V 

VoH 
Vcc=+Jov 

RL = 2 kn 

VoH 
Vcc=+Jov 

RL ;;, 10 kn 

VOL 
Vcc=+5v 

RL ,,;;10 kn 

DVDI Rs =On 

DIDI 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

9 

150 

40 500 

15 

0,8 1,2 

1,5 3 

Vee 0 
-2 

10 20 

5 8 

26 

27 28 

5 20 

7 

10 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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TDF2902-DP, TDF2902-FP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 4) Tension de dtka/age 8 l'entree 

Input offset current 
Courant de decBJage a l'entree 

Input bias current (note 3) 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection d0 aux afimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entrtie en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entre ampfificateurs 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Short circuit to ground 
Courant de court-circuit 

See notes page 8 
Vair notes page 8 
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Vee= +5 V, Tamb = +25°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

Vol Rs =OU 

101 

1 · 
B 

Av 
Vcc=+15v 

RL ;;, 2 kU 

SVR 

RL =""" 
1cc1, On all operational 

Vee =5 v 

1cc2 
ampli 
Sur tous /es ampli. vcc=26V 
of)erationne/s 

CMR 

VI 
Vee= +26 v 

(Note 5) 

1 kHz c;; f < 20 kHz 

(note 6) 

1os 
Vee= +15 v 

V r = + 1 V, v 1; 0 V 

1osK 
Vcc=+15v 

Vt= 0 V, Vj""= +1 V 

VOPP 
Vee= 5 v 

RL ;> 10kU 

lsc 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

2 7 mV 

5 50 nA 

45 250 nA 

100 V/mV 

50 100 dB 

0,8 1,2 mA 

1,5 3 mA 

50 70 dB 

Vee V 0 
-1,5 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

0 V±15 V 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dl!calage 8 l'entrtJe 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'enrree en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output·current sink 
Courant absorbe par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de sortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temperature de la tension 
de dkalage a l'entr/Je 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de d/Jcalage a l'entree 

See notes page 8 
Vair notes page 8 

TDF2902-DP, TDF2902-FP 

Vee= +sv, -40oC,,;; Tamb.;; 350c 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

SYMBDLES 
MESURE 

VDI Rg =012 

IDI 

IB 

Av 
Vee= +15v 

RL ;;,, 2 kQ 

Icc1, 
RL == 

Icc2 
On all operational ampli. 
Sur tous /es ampli. operationnels 

vi 
Vee= +26 v 

(note 5) 

Ios 
Vcc=+15V 
Vt= +1 V, Vj""=0V 

IosK 
Vcc=+15V 
Vt= 0 V, Vj"" = +1 V 

VoH 
Vee=+ 26 v 

RL = 2 kQ 

VoH 
Vcc=+3ov 

RL ;;,, 10 kQ 

VOL 
vcc=+5v 

RL ,;;;10kQ 

DVDI Rs = 0 Q 

DIDI 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

10 

200 

40 500 

15 

0,8 2 

Vee 0 
-2 

10 20 

5 8 

22 

23 24 

5 100 

7 

10 

UNITS 
UNITE~ 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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TDx0124 A, TDx0124, TDF2902 

NOTE 3 : The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially 
constant, independent of the state of the output so no loading change exists on the input lines. 
La direction du courant d'entree est vers l'ext/Jrieur du circuit B cause des transistors PNP de l'/Jtage d'entree. Ce 
courant est constan't, independant du niveau de la sortie de te/le sorte qu'aucune variation de charge n'est transmise sur 
/es entrees. 

NOTE4: Vo= 1,4V,Rs=0n, +5V<Vcc<+30V, 0<V1<(Vcc-1,5V) 

NOTE 5 : The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by 
more than 0,3 V. The upper end of the common-mode voltage range is Vee -1,5 V, but either or both 
inputs can go to +32 V without damage. 
La tension d'entree en mode commun ou la tension appliqu(Je a l'une ou l'autre entree ne devra pas def)iJsser -0,3 Ven 
n/Jgatif. La limite sup/Jrieure de lap/age de tension en mode commun est (V CC -1,5 V), mais l'une au l'autre ou Jes deux 
entrees peuvent {}tre portees a +32 V sans dommage. 

NOTE 6: Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance 
between these external parts. This typically can be detected as this type of capacitive coupling increases 
at higher frequencies. 
S'assurer que ce coup/age n,.est pas provoque par /es capacites parasites entre /es etements ext(Jrieurs qui seraient trop 
proches /es uns des autres. Ceci peut etre detecte de faqon claire quand ce coup/age capacitif croit avec la fr(jquence. 

NOTE 7: This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. ltis due to 
the collector-base junction of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as 
input diode clamps. In addition to this diode action, there is also lateral NPN parasitic transistor action on 
the IC chip. This transistor action can cause the output voltages of the op amps to go to the v+ voltage 
level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that an input is driven negative. This is not 
destructive and normal output states will re-establish when the input voltage, which was negative, again 
returns to a value greater than -0,3 Voe· 

18/22 
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Ce courant d'entree n'existera que si l'une des entrees est polaris/Je n(Jgativement. Ceci est dU a la jonction col/ecteur-base 
des transistors d'entr/Je PNP qui se polarise en direct et afars agit comme une diode d'krt!tage. En plus de ce fonctionne
ment en diode, ii ya aussi raction des transistors parasites NPN lateral sur la pastille. Le fonctionnement de ce transistor 
peut faire que la tension de sortie des amp/ificateurs opl!rationnels atteigne un niveau de tension e{IBI a V CC (ou la masse 
dans le cas d'une forte surcharge) tout le temps qu'une entr/Je est polaris/Je n(Jgativement. Ceci n'est pas destructif et la 

sortie reviendra a un /!tat normal quand la tension d'entrl!e, qui l!tait ne{Jative, reviendra a un niveau supl!rieur a -0,3 V. 
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TDC0124 A, TDE0124 A, TDB0124 A 
TDC0124, TDE0124, TDB0124 

~ 
~·~ 
~2 
~~ 
i.~ 
~ ½ 
::, 0 

0~ 

20/22 

362 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
REPONSE IMPULSIONNELLE (AMPLIFI· 
CATEUR SUIVEUR) 

) 
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Time (µs) 
Temps 
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TDF2902-DP, TDF2902-FP 
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TDB0146, TDC0146, TDE0146 

PROGRAMMABLE QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 
QUADRUPLE AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS PROGRAMMABLE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Output SIC VID V1cM Package temperature range Storage temperature Vs p duration Type (V) (V) Bo1tier Gamme de temp(Jrature Temperature de stock age (V) (mW) Dul'eede CIC 
ambiante de fonctionnement (1) (1) en sortie 

TDC 0146DP CB-79 -55°C, + 125°C -65°C, + 150°C ±22 900 ±30 ±15 

Indefinite 

TDB0146 DP CB-79 0°C, -1- 10°c -65°C, + 150°C ±18 500 ±30 ±15 11/imitee 

(Note 2) 

TDE0146 DP CB-79 -25°C, + 85°C -65°C, + 150°C ±18 500 ±30 ±15 

Note 1 For supply voltage less than ±15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour /es tensions d'alimentation inferieures a ±15 V, la tension d'entree limite absolue est fJgale B la tension d'alimentation. 

Note 2 : Any of the amplifier outputs can be shorted to ground indefinitly ; however more than one should not be 
simultaneously shorted as the maximum junction temperature will be exceeded. 
La sortie de /'un quelconque des amp/ificateurs peut dtre indfJfiniment en court-circuit avec la masse. Toutefois, p/usieurs 
sorties ne doivent pas 6tre reunies en meme temps a ta masse ceci entrainerait un dfJpassement de la temperature limite de 
jonction. 

General description 

The TDx0146consists of four independent, high gain, 
internally compensated, low power programmable 
amplifiers. Two external resistors (RSETl allow the 
user to program the gain-bandwidth product, slew rate, 
supply current, input bias current, input offset cur
rent and input noise. For exemple the user can trade~ 
off supply current for bandwidth or optimise noise 
figure _for a given source resistance. In a similar way 
other amplifier characteristics can be tailored to the 
application. 

Except for the two programming pins at the end of 
the package the TDx0146 pin out is the same as the 
TDx0124 and TDx0148 

PROGRAMING EQUATIONS 

Total supply current= 1 ,4 mA 0SET = 10 µA) 

Gain bandwidth product= 1 MHz (ISET = 10 µA) 

Slew rate 0,4 V/µs 0SET = 10 µA) 

Input bias current°' 50 nA (lsET = 10 µA) 

ls ET= current in to pin 8, pin 9 (see schematic 
diagramm. 

lsET= v+ -V--0,6V 

RsET 

THOMSON·CSF 
CJMSia,i S!'MKXJN.l(J(:TEU!<S 

~ 

Description generate 

Le TDx0146est compose de quatre amplificateurs operation
nels independants, programmables, a gain eJeve, faible con
sommation et compensation de ffequence integre. Grace a 
deux resistances ext/Jrieures (Rs£T) rutilisateur peut ajuster 
le produit gain-bande, la pente maximale du signal de sortie, 
le courant d'alimentation, le courant de d/Jcalage ou de pola
risation a l'entree ou le bruit a l'entree. II peut ainsi sacrifier 
le courant d'alimentation au profit de la bande passante ou 
optimiser le facteur de bruit pour une resistance de source 
donnee. De meme d'autres cpracteristiques de /'smplificateur 
peuvent ltre adaptees a /'utilisation. 

Le brochage du TDx0146 est identique, exception faite des 
deux broches de programmation situees a une extfemite du 
boitier a celui du TDx0124 ou du TDX0148. 

£QUA TIONS OE PROGRAMMATION 

Courant total d'alimentation = 1,4 mA flsET = 10 µA) 

Produit gain bande = 1 MHz flsET = 10 µA} 

Pente maximale du signal de sortie 0,4 Vlµs flsET = 10 µA) 

Courant de polarisation a l'entree-:::::: 50 nA flsET = 10 µA) 

ISET =courant entrant broches 8 et 9 (voir schema) 

77-29 1/6 
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TDB0146, TDC0146, TDE0146 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-79 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Bo1tier enfichable 

~ 
+ 
> 

Schematic 
Schema e/ectrique 

To other OP amps ~ 
Vers /es autres amplificateurs ( 

V 

0 
\--c=i--=.-o-----J 

\---c=J-,-<>--...----
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0 

0 

I 
> 

SET 
Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Programmable electrecal characteristics 

Battery powered operation 

Low supply current (350 µA/amplifier) 

Gain bandwitdth product 1 MHz 

Large de voltage gain 120 dB 

Low noise voltage 25 nV /v'Hz 
Wide power supply range ±1,5 to ±22 V 

Class A B _output stage ne cross-over 
distorsion 

Overload protection for inputs and 
outputs 

Caracteristiques electriques programmables 

Fonctionnement possible sur pile 

Faible courantd'alimentation (350 µA/amp/i) 

Produit gain bande 1 MHz 

- Grand gain statique en tension 120 dB 

Faible tension de bruit 25 nV/~ 

Large plage de tension d'alimentation ±1 ,5 a 
±22 V 

Etages de sortie en classe A B. Pas de distor· 
sion de raccordement 

Entrees et sorties prote{Jees contre /es sur
charges. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
T,,,,.lon de dlca/agfl a l'entrN 

Input offset current 
Cou,ant de dlca/agfl a l'entrN 

Input bias current 
Courant de po/ariaation mayer, 

Large signal voltage gain 
Amp/Hication en rrm.ion 

Supply voltage rejection ratio 
T1111x dB r,jectlon dO aux alimentations 

Supply current (4 op amps) 
Courant fourni par Jes alimentations 
(4 smplificateurs) 

Common mode rejection ratio 
T1111x dtl rljectlon en mode commun 

Input resistance 
JmpldaflCIJ d'entm /dlfMrsntielle/ 

Slew rate 
P.nte maxima/fl du •iflnal de sortie 

TDC0146 

Vs= ±15 v, Tamb = 25°C, lsET = 10 µA 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONOITIONS OE 

MESURE 

Vo1 VcM = 0 
Rs ..; son 

101 VcM =O 

le VcM = 0 

RL = 10 kn 
Av 

/J.Vo = ±10V 

SVR Rs ..; son 

1cc 

CMR Rs ..; son 

21 

s 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 5 

2 10 

50 100 

50 1000 

76 100 

1,4 2 

70 100 

1 

0,4 

UNITS 
UNITE~ 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

M!1 

µs 
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TDC0146 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER!STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Common mode input voltage range 
Tension d'entree en mode commun 

Short-circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Gain bandwidth product 
Produit gain-bande 

Phase margin 
Marge de phase 

Input noise voltage 
Tension de bruit a f'entree 

Channel separation 
Separation des cannaux 

4/6 
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Vs= ±15 V, Tamb = 25°C, ISET = 10 µA 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS VALEURS UNITS CONDITIONS OE 

UNITE5 SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

Vpp RL ;;, 10 kU ±12 ±14 V 

VICM ±13,5 ±14 V 

1sc 10 20 30 mA 

GB 1 MHz 

CL = 100 pF 60 

nV 
VN f = 1 kHz 25 --

y'Hz 

RL = 10 kU 
120 dB 

ov<,wO <±14V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jca/age a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Supply current (4 op amps) 
Courant fourni par /es amplificateurs 
f4 amp/ificateurs) 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entr6e (differentielle) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

TDB0146, TDE0146 

Vs= ±15 V, Tamb = 25°C, lsET = 10 µA 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES 
MESURE 

VDI VCM = 0 

Rs ,;;; 5on 

101 VCM = 0 

IB VCM = 0 

RL = 10 kn 
Ay 

tN0 = ±10 V 

SVR Rs ,;;; 50n 

1cc 

CMR Rs ,;;; 50n 

Z1 

s 

VALUES 
VALEURS 

MIN. T);;P. MAX. 

2 6 

2 100 

50 500 

25 1000 

74 100 

1,4 2 

70 100 

1 

0,4 

UNITS 
UNITE5 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

Mn 

V/µs 
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TDB0146, TDE0146 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Common mode input voltage range 
Tension d'entree en mode commun 

Short·circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Gain bandwidth product 
Produit gain-bande 

Phase margin 
Marge de phase 

Input noise voltage 
Tension de bruit a l'entree 

Channel separation 
Separation des cannaux 

6/6 
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Vs= ±15 V, Tamb = 25°C, lsET = 10 µA 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS VALEURS UNITS CONDITIONS DE 

UNITE5 SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

Vpp RL ~ 10 kn ±12 ±14 V 

VICM ±13,5 ±14 V 

1sc 10 20 30 mA 

GB 1 MHz 

CL = 100 pF 60 
0 

nV 
VN f = 1 kHz 25 

-/Hz 

RL 10 kn 
120 dB 

ov,:;t,,vO ,;;. 14v 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

T□B0148, TDC0148, TDE0148 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PREL/MINAIRE 

Output S/C 
VID V1 Package temperature range Storage temperature Vs p duration Type (VI (VI Bo1tier Gamme de temperature Temperaturedestockage (VI (mW) Duf'eede CIC 

ambiante de fonctionnement (1) (1) en sortie 

TDC0148 DG TO-116 -55°C a +125°C -65°C, +150°C ±22 500 ±44 ±22 

TDC0148DP TO-116 -55°C, + 125°C -65°C, + 150°C ±22 500 ±44 ±22 Indefinite 
11/imrtee 

TDB0148 DP TO-116 0°c, + 10°c -65°C, +150°C ±18 500 ±36 ±18 
(Note 2) 

TDE0148 DP T0-116 -25°C, + 85°C -65°C, + 150°C ±18 500 ±36 ±18 

Note 1 : For supply voltage less than maximum value, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour /es tensions d'alimentation inferieures a la valeur maximale, la tension d'entrtJe limite absolue est egale a la tension d'ali· 
mentation. 

Note 2 : Any of the amplifier outputs can be shorted to ground indefinitely; however, more than one should not be si· 
multaneously shorted as the maximum junction temperature will be exceeded. 
La sortie de /'un quelconque des amplificateurs peut dtre indefiniment en court-circuit avec la masse. Toutefois, plusieurs 
sorties ne doivent pas ltre reunies en mime temps a la masse, cela entrainerait un df!passement de la temperature limite de 
jonction. 

General description 

The TDx0148 consists of four independent, high gain 
internally compensated, low power operational ampli· 
tiers which have been designed to provide functional 
characteristics identical to those of the familiar SF .C 
2741 operational amplifier. In addition the total sup
ply current for all four amplifiers is comparable to 
the supply current of a single SF .C 2741 type op amp. 
Other features include input offset currents and input 
bias current which are much less than those of a stan
dard SF .C 2741. Also, excellent isolation between 
amplifiers has been achieved by independently biasing 
each amplifier and using layout techniques which mi
nimize thermal coupling. 

The TDx0148 can be used any where multiple SF.C 
2741 type amplifiers are being used and in applica
tions where amplifier matching or high packing densi
ty is required. 

Description generate 

Le TDx 0148. comprend quatre amplificateurs o~rationnels 
inclependants. Ces amplificateurs ont des caracteristiques 
fonctionnelles identiques a celles du SF.C 2741 : gain eteve, 
compensation de fr/Jquence interne, faible puissance consom
mee. Le courant d'alimentation total pour /es quatre amplifi
cateurs est comparable au courant d'alimentation d'un seul 
SF.C 2741. De plus, /es courants de d/Jcalage et de polarisa
tion de f'entree sont beaucoup plus faibles que pour un SF.C 
2741. Une excellente separation des amplificateurs a ete 
obtenue en po/arisant st§pa/'ement chaque amplificateur et en 
utilisant une implantation du circuit qui minimise /es coup/a
ges thermiques. 

Le TDx 0148; peut ltre utilise toutes /es fois que p/usieurs 
SF.C 2741 sont necessaires et dans /es applications dans les
quelles l'appariement des amplificateurs oii une densite im
portante sont necessaires. 
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TDB0148, TDC0148, TDE0148 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-116 (CB-2) 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
B01tier enfichable 

2/6 
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Schematic 
Schema electrique 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principales 

Low supply current 0,6 mA/Amplifier 

Class A B output stage-no crossover 
distorsion 

Pin compatible with the TDx 124 

Low input offset voltage 1 m V 

Low input offset current 4 nA 

Low input bias current 30 nA 

Gain bandwidth product 1 MHz 

High degree of isolation between am
plifiers 

Overload protection for inputs and 
outputs. 

- Fsible courantd'alimentation 0,6mA/Ampli 

- Etag11 ds sortie en classe A B, pas de dlstor-
sion de raccordtNTJent 

- Brochsge compatible avsc le TDx 124 

- Falble tension de dkalagt1 A l'entrde 1 m V 

- Fsible courant de r:Mcsfage ii l'entnle 4 nA 

- Faible courant de polarisation B /'entnle 
30nA 

- Produit gain-bande 1 MHz 

Grande SSparatlon entre les smplificsttlUrf 
120dB 

- Entrees et sort/BS protfJ!JBes contre /ss sur
chsrtJtlS. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de rNcalage IJ rentrde 

Input offset current 
Courant de dka,_ I> l'Bntrde 

Input bias current 
Courant de polari111tion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r,jtlCtian dO BUX alimentations 

Supply current (four amplifiers) 
Courant founri par /es afimentations 

pour /es quatre amplificareurs 

Common mode rejection ratio 
Taux de ,wjection en mode commun 

Input resistance 
lmpldancs d'Bntrde (difflrontiBlle/ 

Slew rate 
Pente max/male du signal de sortie 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

le 

Av 

SVR 

1cc 

CMR 

Z1 

s 

Note 1 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Tamb = +25°C 

Rs ..; 10 k!1 

Tamb = +25°C 

Tamb = +25°C 

Vs= ±15V RL ..; 2 k!1 

Vo=±10V Tamb = +25oc 

Rs ..; 10 k!1 

Vs = ±15 V 

Tamb = +25°C 

Rs ..; 10 k!1 

Tamb = +25°C 

Vs = ±15 V Tamb = +25°C 

Av= 1 

TDC0148 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

1 

4 

30 

50 160 

77 96 

2.4 

70 90 

0,8 2,5 

0,5 

5 

25 

100 

3,6 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

M!1 

V/µ.s 
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"(DC0148 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Following) 
CARACTER/ST/OUES ELECTR/QUES (Suite) 

Note 1 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

CONDITIONS DE 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Output voltage swing Vpp Vs = ±15 V RL = 2 k!1 ±10 ±12 
Dynamique de sortie 

RL = 10 k!1 ±12 ±13 

Small signal bandwidth 
B Vs = ±15 V Tamb= +25°C 1 

Bande passante faible signal 

Input offset voltage VDI Tension de dka/age IJ l'entr~ Rs < 10 k!1 6 

Input offset current 101 75 Courant de d#Jcalage 8 l'entree 

Input bias current Is 325 Courant de polarisation moyen 

Short-circuit current limit 1sc Tamb = +25°C 25 Courant de court-circuit 

Large signal voltage gain 
Av Vs = ±15 V 

RL ;;;, 2 k!1 
Amplification en tension 

Vo = ±10 V 
25 

Channel separation Tamb = +125°C 
Separation des canaux 1 Hz< f < 20 kHz 120 

Input voltage range 
Vlmax Vs = ±15 V ±12 Tension d;entree limite 

Phase margin 
Tamb = +25°C Av = 1 60 Marge de phase 

NOTE 1 : These specifications apply for -55°C < T amb < + 125°C, VS= ±15 V unless otherwise specified 
Specifications applicables pour -55°C ¾ Tamb:::;;;;; +125°C, V 5 =±15 V sauf indications contraires 
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UNITS 
UNITE~ 

V 

V 

MHz 

mV 

nA 

nA 

mA 

V/mV 

dB 

V 

0 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dl!calage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entrh 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r4jection dO aux alimentations 

Supply current (four amplifiers) 
Courant fourni par Jes alimentations pour 
/es quatre amplificateurs 

Common mode rejection ratio 
Taux de Tejection en mode commun 

Input resistance 
Impedance d'entree (difffJrentielle) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

'B 

Av 

SVR 

1cc 

CMR 

z, 

s 

Note 2 

TEST CONDITIONS 
CONOIT/ONS DE 

MESURE 

Tamb = +25°C 

Rs .;; 10 kn 

Tamb = +25°C 

Tamb = +25°C 

Vs= ±15 V RL ;,, 2 kn 

Vo= ±10 V Tamb= +25°C 

Rs < 10 kn 

Vs = ±15 V 

Tamb = +25°C 

Rs < 10 kn 

Tamb = +25°C 

Vs=±15V Tamb= +25oc 
Av= 1 

TDB0148, TDE0148 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

1 6 

4 50 

30 200 

25 160 

77 96 

2,4 4,5 

70 90 

0,8 2,5 

0,5 

UNITS 
UNITE! 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

Mn 

V/µs 
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TDB0148, TDE0148 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Following) Note2 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES (Suite/ 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VAL EU Ff! UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

Output voltage swing 
Vpp Vs = ±15 V RL = 2kn ±10 ±12 V 

Oynamique de sortie 
RL = 10 kn ±12 ±13 V 

Srnal I signal bandwidth 
B Vs = ±15V Tarnb = +25°C 1 MHz Sande passante faib/e signal 

Input offset voltage 
Vol Rs~ = 10 kn 7,5 rnV Tension de d/Jcalsge IJ l'entrfle 

Input offset current TOE 148 125 nA 
Courant de dkalage a rentree 101 TDB 148 100 nA 

Input bias current 
'B 

TOE 148 500 nA 
Coursnt de polarisation moyen TDB 148 400 nA 

Short-circuit current limit Isc Tarnb = ·r25° C 25 rnA Courant de courN:ircuit 

Large signal voltage gain 
Av 

Vs = ±15 V 
RL = > 2 kn 15 V/rnV Amp1ification en tension Vo= ±10 V 

Channel separation Tarnb = +125°C 
120 dB Separation des canaux 1 Hz< f < 20 kHz 

Input voltage range 
v,rnax Vs = ±15 V ±12 V Tension d'entrt§e limite 

Phase margin 
Tarnb = +25°C 

Marge de phase Av = 1 60 0 

NOTE 2 : These specification apply for 0°C < T arnb < 70°C for TDB0148 and -25°C < T arnb < +85°C for TOE 0148 
Sp/Jcifications applicables pour 0°C ~ Tamb ,:;;;;; 70°C pour le TDBO 148 et -25°C:;;;;; Tamb ~ + 85°C pour le TDEO 148, VS = 
±15 V sauf indications contraires. 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Bo1tier Gammede tem/Mrature 

ambiante de fonctionnement 

TDB0155-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDB0155-DP CB-98 0° C, +70° C 
TDB0155A-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDB0156-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDB0156-DP CB-98 0° C, +70° C 
TDB0156A-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDB0157-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDB0157-DP CBs98 0° C, +70° C 
TDB0157 A-CM T0-99 0° C, +70° C 
TDC0155-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDC0155A-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDC0156-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDC0156A-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDC0157-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDC0157 A-CM T0-99 -55° C, +125° C 
TDE0155-CM T0-99 -25° C, +85° C 
TDE0156-CM T0-99 -25° C, +85° C 
TDE0157-CM T0-99 -25° C, +85° C 

General description 

Storage temperature 
Temp/Jraturedestockage 

-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 
-65° C, +150° C 

T□B0155, 0156 ,0157 
TDC0155, 0156,0157 
TOE 0155, 0156,0157 
OPERATIONAL AMPLIFIERS 

AMPLIFICATEURS OPERA T/ONNELS 

p 

Vs {mW) V10 
(VI note (VI 

1 

±18 500 ± 30 
±18 500 ±30 
±18 500 ±30 
±18 500 ±30 
±18 500 ± 30 
±18 500 ±30 
±18 500 ± 30 
±18 500 ± 30 
±18 500 ±30 
± 22 670 ±40 
± 22 670 ± 40 
± 22 670 ±40 
±22 670 ± 40 
± 22 670 ± 40 
± 22 670 ± 40 
± 22 570 ±40 
± 22 570 ±40 
± 22 570 ±40 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISO/RE 

vi Output short-circuit 

(V) duration 
note Duree de court-circuit 

2 en sortie 

±16 
±16 
±16 
±16 
±16 
±16 
±16 
±16 
±16 Continuous 
± 20 lllimitee 

± 20 
± 20 
± 20 
± 20 
± 20 
± 20 
± 20 
± 20 

Description generale 

These circuits are monolithic J.FET input operational Ces amplificateurs optirationnels a /Jtage d'entree a transistors 

amplifiers incorporating well matched high voltage a effet de champ a jonction sont realises en int/Jgrant sur la 

J.FETs on the same chip with standard bipolar tran- mbme pastille des transistors a effet de champ haute tension 

sisters. et des transistors bipolaires. 

These amplifiers feature low input bias and offset /Is sont caracterises par de faibles courants de polarisation et 
currents, low offset voltage and offset voltage drift, de decalage sur /es entrees une faible tension de dtacalage iJ 

coupled with offset adjust which does not degrade /'entree et une faib/e derive de cette tension ainsi qu'un re-
drift or common-mode rejection. glage de cette tension qui ne degrade ni sa derive, ni le taux 

de rejection en mode commun. 

The devices are also designed for high slew rate, wide 1/s pr(Jsentent, en outre, une forte pente du signal-de sortie, 
bandwidth, extremely fast settling time, low voltage une large bande passante, un temps d'etablissement extreme· 
and current noise and a low 1 /F noise corner. ment rapide, de faibles tensions et courants de bruit, et un 

coude du bruit en 1 IF tres bas. 

Typical applications Applications typiques 

- Precision high speed integrators - lntegrateurs rapides de precision 
- Fast DI A and A/0 converters - Convertisseurs anafogique-digital ou digita/-analogique 

rapides 

- High impedance buffers - Amplificateurs de puissance a haute impedance 
- Wideband, low noise, low drift amplifiers - Amplificateurs iJ large bande, faible bruit et faible derive 
- Logarithmic amplifiers - Amplificateur /ogarithmique 
- Photocell amplifiers - Amplificateurs de courant photo-il/ectrique 
- Sample and Hold circuits - Circuits "Sample and Hold" 

77-46 1/22 
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TDB - TDC· TDE0155, 0156, 0157 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-99 (CB-86) 
METAL CAN 
Boitier metal 

NC 

Pin 4 connected to case 

Top view 
Vue de dessus 

La broche 4 est relil!e au boitier 

Schematic 
Schema electrique 

~------.-------1r--------.----,----1 +vcc 

2/22 

378 

'" wn 

MP-48 (CB-98) Top view 
Output Vue de dessus 
Sortie Balance 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boitier 
enfichable ~·tT'~• 

/ v• V 
Balance Inputs 
Equi/ibrage Entrees 

Principal features 
Donnees principales 

Replace hybrid and module FET op amps 
Rugged JFETs allow blow-out free handling 
compared with MOS FET input devices. 
Excellent for low noise applications using 
either high or low source impedance - very 
low 1/F corner. 
Offset adjust does not degrade drift or com
mon-mode rejection as in most monolithic 
amplifiers. 
New output stage allows use of large capaci
tive loads (10 000 pF) without stability pro
blems. 
Internal compensation and large differential 
input voltage capability. 

Remplace /es amp/ificateurs o(Jerationnels a tran
sistors a effet de champ en modules ou en hybrides. 
Des transistors a effet de champ a jonction robus
tes permettent une manipulation sans destruction 
contrairement aux transistors a effet de champ 
MOS. 
Particutierement bien adaptes pour !es applications 
necessitant un faible bruit que /'impedance de la 
source soit basse ou haute avec un coude de la 
courbe de bruit en 1 IF tres bas. 
Le r/Jglage de la tension de decalage ne d/Jgrade ni 
la derive, ni le taux de rejection en mode commun 
comme dans la majorite des amplificateurs mono
lithiques. 
La configuration de !'etage de sortie permet /'utili
sation de charge fortement capacitive (10 000 pF) 
sans probleme de stabilite. 
Ces circuits possedent une compensation interne et 
peuvent supporter une tension differentielle (]levee 
a l'entree. 



APPLICATIONS HINTS 
CONSE/LS D'UTILISATION 

The TDC0155, 0156, 0157 series are op amps with 
JFET input devices. These JFETs have large reverse 
breakdown voltages from gate to source and drain elimi
nating the need for clamps across the inputs. Therefore 
large differential input voltages can easily be accomo
dated without a large increase in input current. The 
maximum differential input voltage is independent of 
the supply voltages. However, neither of the input volta
ges should be allowed to exceed the negative supply as 
this will cause large currents to flow which can result 
in a destroyed unit. 

Exceeding the negative common-mode limit on either 
input will cause a reversal of the phase to the output 
and force the amplifier output to the corresponding high 
or low state. Exceeding the negative common-mode limit 
on both inputs will force the amplifier output to a high 
state. In neither case does a latch occur since raising the 
input back within the common-mode range again puts 
the input stage and thus the amplifier in a normal opera
ting mode. 

Exceeding the positive common-mode limit on a single 
input will not change the phase of the output however, 
if both inputs exceed the limit, the output of the ampli
fier will be forced to a high state. 

These amplifiers will operate with the common-mode 
input voltage equal to the positive supply. In fact, the 
common-mode voltage can exceed the positive supply 
by approximately 100 mV independent of supply volta
ge and over the full operating temperature range. The 
positive supply can therefore be used as a reference on 
an input as, for example, in a supply current monitor 
and/or limiter. 

TDB - TDC - TDE0155, 0156, 0157 

Ces circuhs integrl!s sont des amp/ificateurs operationnels dont 
/es etages d'entree sont constituf!s par des transistors a effet 
de champ a jonction posstidant une tension de claquage elevee 
entre grille et source ou drain ce qui /Jlimine la necessite de dio
des de protection sur /es entrees. Par suite, des tensions diffiJren· 
tielles d'entree elevees peuvent itre appliquiJes B ces circuits sans 
augmentation importante des courants d'entree. La tension dif
ferentielle d'entree maximale est indiJpendante des tensions 
d'alimentation toutefois la tension negative sur l'une ou l'autre 
entriJe ne doit pas depasser la tension d'alimentation negative car 
ce/a entrainerait une augmentation trop iJlevi!e du courant d'en· 
tree pouvant provoquer la destruction du circuit. 

0/Jpasser la limite negative de tension d'entriJe en mode commun 
sur l'une ou l'autre entree provoque une inversion de phase sur la 
sortie et force cette sortie B /'/Jtat haut ou bas correspondant. 
Depasser cette limite ne(Jative sur /es 2 entriJes force la sortie 8 
l'/Jtat haut, mais en aucun cas ii n'y a verrouillage puisque le re• 
tour de ta tension d'entree a l'interieur de la plage de tension 
d'entree en mode commun remet l'/Jtage d'entree et par consft· 
quent le circuit en mode op(Jratoire normal. 

0epasser la limite positive de tension d'entree en mode commun 
sur une entree ne change pas la phase mais si /es deux entfees 
depassent cette limite la sortie est forcee a l'etat haut. 

Ces amplificateurs fonctionnent normalement avec une tension 
d'entree en mode commun iJgale a la tension d'alimentation 
positive mais en fait, cette tension peut dans toute la gamme de 
temperature de fonctionnement ltre diJpassee d'environ 100 mV, 
valeur independante de la tension d'alimentation. La tension 
d'alimentation positive peut, par suite, ltre uti/isee comme refe
rence sur une entree comme par exemple pour un g(Jnf!rateur ou 
un limiteur de courant. 
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TDB - TDC - TDE0155, 0156, 0157 

APPLICATION'> HINTS (Following) 
CONSEILS D'UT/L/SA TION (Suite) 

Precautions should be taken to ensure that the power 
supply for the integrated circuit never becomes reversed 
in polarity or that the unit is not inadvertently metalled 
backwards in a socket as an unlimited current surge 
through the resulting forward diode within the IC could 
cause fusing of the internal conductors and result in a 
destroyed unit. 

Because these amplifiers are JFET rather than MOSFET 
inpui op amps they do not require special handling. 

All of the bias currents in these amplifiers are set by 
FET current sources. The drain currents for the ampli
fiers are therefore essentially independent of supply 
voltage. 

As with most amplifiers, care should be taken with lead 
dress, component placement and supply decoupling in 
order to ensure stability. For example, resistors from the 
output to an input should be placed with the body close 
to the input to minimize "pickup" and maximize the 
frequency of the feedback pole by minimizing the capa
citance from the input to ground. 

A feedback pole is created when the feedback around 
any amplifier is resistive. The parallel resistance and ca
pacitance from the input of the device (usually the in
verting input) to ac ground set the frequency of the pole. 
In many instances the frequency of this pole is much 
greated than the expected 3 dB frequency of the closed 
loop gain and consequently there is negligible effect on 
stability margin. However, if the feedback pole is less 
than approximately six times the expected 3 dB frequen
cy a lead capacitor should be placed from the output to 
the input of the op amp. The value of the added capaci
tor should be such that the RC time constant of this 
capacitor and the resistance it parallels is greated than or 
equal to the original feedback pole time constant. 
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Des precautions doivent litre prises pour que la polarite des ali
mentations ne soit jamais inversee, et que le circuit ne soit pas 
mis a l'envers dans son support sinon, un courant illimite traver• 
se la diode directe ainsi formee et peut fondre des metallisations 
internes et detruire le circuit. 

Les transistors B effet de champ des etages d'entree etant de type 
B jonction (et non des MOS) aucune precaution particuliere n'est 
8 prendre pour la manipulation de ces circuits. 

Les courants de polarisation de ces amplificateurs sont fixes par 
Jes courants de source des transistors 8 effet de champ. Par suite 
/es courants de drain sont pratiquement independants des ten· 
sions d'alimentation. 

Comme pour la majorim des amplificateurs ii faut prendre 
grand soin 8 /'emplacement des conducteurs, des composants 
exmrieurs ou des decouplages des alimentations pour assurer la 
stabilite. Par exemple, le corps d'une resistance reliant la sortie 8 
une entree doit etre place le plus pri!s possible de l'entr/Je pour 
minimiser l'effet de "capteur",. augmenter la frequence du pole 
de contre-reaction en reduisant au minimum la capacite entre 
l'entree et la masse. 

Un p0le de contre reaction est cree /orsque la co;,tre reaction 
est resistive. La resistance et la capacite para/llJles entre l'entree 
du circuit (en general l'entree inverseuse) et la masse, fixent la 
frl!quence du p6/e. En {Jenera/, cette freQuence est beaucoup plus 
elevee que la frtiquence ,e) 3 dB prl!vue pour le gain en boucle 
ferm/Je et par consequent n'a que peu d'influence sur la marge de 
stabilite. Toutefois, si cette freQuence est infl!rieure a six fois la 
frequence ,e) 3 dB une capacite doit etre placee entre la sortie et 
l'entr/Je de l'amp/ificateur. La valeur de cette capacite addition· 
nelle doit ltre telle que la constante de temps RC de cette capa· 
cite et de la resistance en para/lele soit plus grande ou au moins 
egale ,e) la constante de temps du pfJle de contre reaction initial. 



TYPICAL CJRCUIT CONNECTIONS 
CIRCUITS TYPES 

VDI ADJUSTMENT 
REGLAGE DE VDI 

VDI is adjusted with a 25 kQ potentiometer. 
The potentiometer wiper is connected to v+ 
Vot est rfJgJe avec un potentiometre de 25 kn dont le 
curseur est relie ii v+. 

A LARGE POWER BW AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR GRAND SIGNAL A LARGE 
BANDE PASSANTE 

-1V 
=v"

+1 V 

1 kn 

1 kn 

--+10V 

~-10V 

For distorsion < 1% and a 20 V p-p Vo swing, 
power band-width is : 500 kHz. 
Pour une distorsion de 1% max et une tension en sor· 
tie de 20 V crt§te a crlte la bande passante est de 
500kHz. 

TDB - TDC - TDE0155, 0156, 0157 

DRIVING CAPACITVE LOADS 
FONCT/ONNEMENT SUR CHARGE CAPACITIVE 

5 kn 

R • = 5 kn (TDC015510156) 
R • = 1,25 kn ITDC0157) 

----7 
I I 
I I 
I I 

CLI 
To.a, 

I ffl! µFl 
L ____ I 

Due to a unique output stage design these am
plifiers have the ability to drive large capacitive 
loads and still maintien stability. 
Grace au schema particulier de l'l!tage de sortie , ces 
circuits peuvent fonctionner surcharge capacitive tout 
en conservant /eur stabilite. 

Clmax ::::.0,01 µF 

~;~~:~i!ement ~ 20% 

}!~~~9/~';.,~lissement (ts) ::::. 5 µs 

SETTLING TIME TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS D'ETABL/SSEMENT 

1ov-, 
o y _J 5 kn 

•1 kn 

2 kn 

Settling time is tested with the TDC0155/0156 
connected as unity gain converter and TDC0157 
connected for Av = -5. Output= 10 V step. 
*Av= -5 for TDC0157. 
Le temps d'etablissement est mesure comme suit : 
TDC0155/0156 amplificateur cable en inverseur a 
gain unite, RJ =2 kn. TDC0157 cab//J pour avoir un 
gain de -5, RJ =0,4 kn. 
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TDC0155, TDC0156, TDC0157 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offse1 voltage 
Tension de dl!ca/age a /'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de f<-1 

tension de diJcalage 

Change in average temperature 
coefficient with v 0 I adjust 
Variation de DV DI en fonction de 

VDI 

Input offset current 
Courant de di!Jcalage a f'entrtie 

Input bias current 
Courant de polarisation maven 

Input resistance 
Impedance d'entree (diffi!Jrentiel/e) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common-mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 
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± 15 V.;; Vs.;;± 20 V 

-55°C.;; lamb.;; +125°C 
(note 3) 

SYMBOLS TEST CONDfTlbNS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

VOi Rs =5011 
Tamb= 250c 

DVDI Rs = 5011 (·note 4) 

DY01IV01 Rs =5011 

Tj = 25°c (note 5) 

101 
Tj .;; 125°c (note 5) 

Tj = 2s0c (note 5) 

IB 

Ti <;; 125°C (note 5) 

Z1 Tj = 25°c 

Vs = ±15 V Tamb= 250c 
Ay 

Yopp = ±10 V 

RL = 2 kl1 

Yopp 
VS = ± 15 V RL =10 k11 

Vs =± 15V RL = 2 k11 

Y1 max Vs =± 15V 

CMR 

SyR (note 6) 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES UNITS 
VALEURS UNITES MIN. TYP. MAX. 

3 5 mV 

7 mV 

5 µVl°C 

µV/°C 
0,5 permv 

pour 

3 20 pA 

20 11A 

30 100 pA 

50 nA 

1012 11 

50 200 V!mv 

25 V/mV 

±12 ±13 V 

±10 ±12 V 

± 11 
+15,1 

-12 
V 

85 100 dB 

85 100 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Gain-bandwidth product 
Produit gain bande 

Settling time 
Temps d'etablissement 

Equivalent input noise voltage 
Tension equivafente de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant equivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacit/J d'entr/Je 

TDC0155, TDC0156, TDC0157 

Vee=± 15 v 

Tamb = 250c 
TEST CONDITIONS 

SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

TDC0155 

1cc TDC0156 

TDC0157 

TDC0155 

Svo 
Av =1 

TDC0156 

Av = 5 TDC0157 

TDC0155 

TDC0156 

TDC0157 

TDC0155 

(note 7) TDC0156 

TDC0157 

TDC0155 

Rs = 100Q TDC0156 
f = 1000 Hz 

TDC0157 
vn 

TDC0155 

Rs = 100Q 
TDC0156 f = 100 Hz 

TDC0157 

f = 100 Hz 
in 

f =1000 Hz 

Cl 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 4 

5 7 

5 7 

5 

7,5 12 

30 50 

2,5 

5 

20 

4 

1,5 

1,5 

25 

15 

15 

20 

12 

12 

0,01 

0,01 

3 

UNITS 
UNITES 

mA 

mA 

mA 

V/µs 

V/µs 

V/µs 

MHz 

MHz 

MHz 

µs 

µs 

µs 

nViv'Hz° 

nV/yHz 

nV/yHz 

nV/yHz 

nV/yHz 

nV/yHz 

pA/yHz 

pA/yHz 

pF 
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TDC0155 A, TDC0156 A, TDC0157 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offse, voltage 
Tension de d6calage a l'entres 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
CoefficiBnt de temperature moyen de /,.: 
tension de decalage 

Change in average temperature 
coefficient with v 0 I adjust 
Variation de DV DI en fonction de 

VDI 

Input offset current 
Courant de d/Jcalage a l'entrtie 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resista nee 
Impedance d'entree (differentielle) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common•mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 
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± 15 V,;;; Vs,;;; ± 20 V 

-55°C,;;; Tamb,;;; +125°C (note 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS OE 

MESURE 

VDI Rs =50U 
Tamb= 250c 

DVDI Rs =50U (note 3) 

DVDI/VDI Rs =50U 

Ti = 25°c 
IDI 

Ti ,;;; 125°c 

Ti = 25°c 
IB 

Tj ,;;; 125°C 

zl Tj = 25°c 

Vs = ±15V Tamb= 250c 
Av Vopp = ±10 V 

RL = 2kU 

vopp 
Vs =± 15V RL =10kU 

Vs =±15V RL =2kU 

v, max Vs =±15V 

CMR 

SVR (note 6) 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contrsires 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES MIN. TYP. MAX. 

1 2 mV 

2,5 mV 

3 5 µV/°C 

µV/°C 
0,5 permV 

pour 

3 10 pA 

10 11A 

30 50 pA 

25 nA 

1012 n 

50 200 V/mV 

25 V/mV 

±12 ± 13 V 

±10 ±12 V 

± 11 
+15,1 

-12 
V 

B5 100 dB 

85 100 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Gain-bandwidth product 
Produit gain bande 

Settling time 
Temps d'6tablissement 

Equivalent input noise voltage 
Tension f!quivalente de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant equivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacitf! d'entree 

TDC0155 A, TDC0156 A, TDC0157 A 

Vee=± 15 v 

Tamb = 250c 
TEST CONDITIONS 

SYMBOLS CONDITIONS OE 
SYMBOLES MESURE 

TDC0155 A 

1cc TDC0156A 

TDC0157 A 

TDC0155A 
Av = 1 

5vo TDC0T56 A 

Av =5 TDC0157 A 

TDC0155 A 

TDC0156A 

TDC0157 A 

TDC0155 A 

(note 7) TDC0156A 

TDC0157 A 

TDC0155 A 

Rs = 100n 
TDC0156A 

f = 100 Hz 

TDC0157 A 
vn 

TDC0155 A 

Rs = 100n 
f = 1000 Hz TDC0156A 

TDC0157 A 

f =100 Hz 
in 

f =1000 Hz 

c, 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 4 

5 7 

5 7 

3 5 

10 12 

40 50 

2,5 

4 4,5 

15 20 

4 

1,5 

1,5 

25 

15 

15 

20 

12 

12 

0,01 

0,01 

3 

UNITS 
UNITES 

mA 

mA 

mA 

V/µs 

V/µs 

V/µs 

MHz 

MHz 

MHz 

µs 

µs 

µs 

nv/F, 

nv/F, 

nv;Fz 

nv/F, 

nV/F, 

nV/F, 

pA/F, 

pA/F, 

pF 
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TDE0155, TDE0156, TDE0157 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES STA T/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offse, voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de /,; 
tension de decalage 

Change in average temperature 
coefficient with v 0I adjust 
Variation de DV DI en fonction de 

VOi 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
Impedance d'entree (diffl!rentielle) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common-mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voftage rejection ratio 
Taux de rl!jection dO aux alimentations 
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± 15 V,;; Vs,;;± 20 V 
-25°C < T amb < 85°C (note 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

VOi Rs =50Q 
Tamb= 250c 

DVDI Rs = 50U (note 4) 

DV01IV01 Rs =50Q 

Ti = 25°c (note 5) 
101 

Ti ,;; 85°C (note 5) 

Ti = 2G°C (note 5) 
IB 

Ti ,;; 85°C (note 5) 

z, Tj = 25°c 

Vs = ±15 V Tamb= 250c 
Av Vopp = ±10 V 

RL = 2kQ 

Vs =± 15V RL =10kQ 

Vopp 
Vs = ± 15 V RL =2kU 

V1 max Vs =± 15V 

CMR 

SvR (note 6) 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUt:S 
UNITS VALEURS 
UNITES MIN. TYP. MAX. 

3 5 mV 

6,5 mV 

5 µV/°C 

µV/°C 
0,5 permv 

pour 

3 20 pA 

1 11A 

30 100 pA 

5 nA 

1012 Q 

50 200 V/mV 

25 V/mV 

±12 ±13 V 

±10 ±12 V 

± 11 
+15,1 

-12 
V 

85 100 dB 

85 100 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Gain-bandwidth product 
Produit gain bande 

Settling time 
Temps d't!tablissement 

Equivalent input noise voltage 
Tension equivalents de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant equivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacite d'entnie 

TDE0155, TDE0156, TDE0157 

Vee=± 15 v 

Tamb = 250c 
TEST CONDITIONS 

SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

TDE0155 

1cc TDE0156 

TDE0157 

TDE0155 
Av =1 

Svo TDE0156 

Av =5 TDE0157 

TDE0155 

TDE0156 

TDE0157 

TDE0155 

(note 7) TDE0156 

TDE0157 

TDE0155 

Rs = 100!1 
TDE0156 

f = 100 Hz 

TDE0157 
vn 

TDE0155 

Rs = 100 !1 

f = 1000 Hz TDE0156 

TDE0157 

f =100 Hz 
in 

f =1000 Hz 

Cl 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

2 4 mA 

5 7 mA 

5 7 mA 

5 V/µs 

7,5 12 V/µs 

30 50 V/µs 

2,5 MHz 

5 IIIHz 

20 MHz 

4 µs 

1,5 µs 

1,5 µs 

25 nV/yfh 

15 nV/yfh 

15 nV/yfh 

20 nV/yfh 

12 nV/yfh 

12 nV/yfu 

0,01 pA/VHz 

0,01 pA/VHz 

3 pF 

I 



TDB0155, TDB0156, TDB0157 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offse, voltage 
Tension de dlicalage a l'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de /.,· 
tension de dfJcalage 

Change in average temperature 
coefficient with v O1 adjust 
Variation de DV DI en fonction de 

VDI 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmf)edance d'entfee (diff/Jrentielle) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entr{Je limite 

Common-mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux alimentations 

12/22, 
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Vs=± 15 V 

0°C < T amb < 70°C 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

=50Q 

Rs = 50Q 

Vs = ±15V 

Vopp = ±10 V 

RL = 2 kQ 

(note 4) 

(note 5) 

(note 5) 

(note 5) 

(note 5) 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

~:LL~u~l UNITS 
MIN. TYP. MAX. UNITES 

25 

15 

3 10 mV 

13 

5 

0,5 

3 50 

2 

30 200 

8 

200 

mV 

µV/"C 

µV/°C 
permv 
pour 

pA 

11A 

pA 

nA 

V/mV 

V/mV 

= ± 15 V RL =10kQ ± 12 ±13 V 

= ± 15 V 

=± 15 V 

(note 6) 

RL =2kQ ±10 

±10 

80 

±12 

+15,1 
-12 

100 

80 100 

V 

V 

dB 

dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAM/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Coursnt fourni par /es slimentstions 

Slew rate 
Pente maxims/e du signal de sortie 

Gain-bandwidth product 
Produit gain bande 

Settling time 
Temps d'ltablissem61ft 

Equivalent input noise voltage 
Tension (Jqui11alente de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant (Jquivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacitt! d'•ntrf!e 

TDB0155, TDB0156, TDB0157_ 

Vee=± 15 v 
Tamb = 25°C 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS OE 
SYMBOLES MESURE 

TDB0155 

1cc TDB0156 

TDB0157 

TDB0155 
Av =1 

Svo TDB0156 

Av = 5 TDB0157 

TDB0155 

TDB0156 

TDB0157 

TDB0155 

(note 7) TDB0156 

1'0B0157 

TDB0155 

Rs = 100!1 TDB0156 
f = 100 Hz 

TDB0157 
vn 

TDB0155 

Rs = 100 n 
f = 100_0 Hz TDB0156 

TDB0157 

f =100 Hz 
in 

f =1000 Hz 

c, 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 4 

5 10 

5 10 

5 

12 

50 

2,5 

5 

20 

4 

1,5 

1,5 

25 

15 

15 

20 

12 

12 

0,01 

0,01 

3 

UNITS 
UNITES 

mA 

mA 

mA 

V/µs 

V/µs 

V/µs 

MHz 

MHz 

MHz 

µs 

µs 

µs 

nV/yHz 

nV/~ 

nv,Fz 

nV/..,/Hz 

nvt../Hz 

nv,Fz 

pAt,,.Fz 

pAt,,.Fz 

pF 
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TDB0155 A, TDB0156 A, TDB0157 A 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES STA T/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a f'entree 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de /.; 
tension de decalage 

Change in average temperature 
coefficient with V DI adjust 
Variation de DV DI en fonction de 

VDI 

Input offset current 
Courant de decalage a f'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
Impedance d'entree (difftJrentielle) 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common•mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO aux a/imentations 
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± 15 V <Vs<± 18 V 

0°C< Tamb< 70°C (note 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS DE· 

MESURE 

VDI Rs =5011 
Tamb= 25cc 

DVDI Rs = 5011 (note4) 

DVDI/VDI Rs = 5011 

Tj = 25°C (note 5) 
IDI 

Ti ,;; 70°C (note 5) 

Tj = 25°C (note 5) 
1B 

Ti < 70°C (note 5) 

Z1 Ti = 25°C 

Vs = ±15 V Tamb= 25cc 
Ay 

Yopp = ±10 V 

RL = 2 kl1 

Yopp 
Vs = ± 15 V RL =10 kl1 

Vs = ± 15 V RL = 2 kl1 

VI max Vs =± 15V 

CMR 

SVR (note 6) 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES MIN. TYP. MAX. 

1 2 mV 

2,3 mV 

3 5 µV/"C 

µV/°C 
0,5 permV 

pour 

3 10 pA 

1 11A 

30 50 pA 

5 nA 

1012 11 

50 200 V/mV 

25 V/mV 

±12 ±13 V 

±10 ±12 V 

± 11 
+15,1 

V 
-12 

. 
85 100 dB 

85 100 dB 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant fourni par /es afimentations 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Gain-bandwidth product 
Produit gain bande 

Settling time 
Temps d'etablissement 

Equivalent input noise voltage 
Tension equivalente de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant equivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacitl! d'entree 

TDB0155 A, TDB0156 A, TDB0157 A 

Vee=± 15 v 

Tamb = 250c 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONOITIONS OE 
SYMBOLES MESURE 

TDB0155 A 

1cc TDB0156 A 

TDB0157 A 
- -· --· 

TDB0155 A 
Av =1 

Svo TDB0156 A 

Av = 5 TDB0157 A 
·-

TDB0155 A 

TDB0156 A 

TDB0157 A 
"------

TDB0155 A 

(note 7) TDB0156 A 

TDB0157 A 

TDB0155 A 

Rs = 100!1 
TDB0156 A 

f = 100 Hz 

TDB0157 A 
vn 

TDB0155 A 

Rs = 100 n 
f = 1000 Hz TDB0156 A 

TDB0157 A 

f =100 Hz 
in 

f =1000 Hz 

cl 

Unless otherwise specified 
Sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 4 

5 10 

5 10 
~- ---~ 

3 5 

10 12 

40 50 

2,5 

4,0 4,5 

15 20 
- -~ 

4 

1,5 

1,5 

25 

15 

15 

20 

12 

12 

0,01 

0,01 

3 

UNITS 
UNITES 

mA 

mA 

mA 

V/µs 

V/µs 

V/µs 

MHz 

MHz 

MHz 

µs 

µs 

µs 

nV/yHz 

nV/yHz 

nVl,/Hz° 

nV/yHz 

nV/yHz 

nV/y'Hz 

pA/,/Hz° 

pAl,/Hz° 

pF 
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TDB- TDC - TDE0155, 0156, 0157 

Note 1 The T0-99 package must be derated based on a thermal resistance of 150°C/W junction to ambient or 
45°C/W junction to case ; for the DIP package, the device must be derated based on thermal resistance of 
175°C/W junction to ambient. 
Pour le bo1tier T0-99 la resistance thermique jonction-ambiante est 1500CIW et la resistance thermique jonction·boitier est 
4f50C/W; pour le boitier CB-98 la resistance thermique jonction-afflbiante est 175°C/W. 

Note 2 : Unless otherwide specified the absolute maximum negative input voltage is equal to the negative input vol
tage is equal to the negative power supply voltage. 
Sauf indication contraire la tension d'ent~ neflative maximale n• doit pas depasser la tension negative 
d'alimentation. 

Note 3 : These specifications apply for ±15 V <Vs< ±20 V, -55°C < Tamb < + 125°C and THIGH = + 125 ° C 
unless otherwise stated for the TDC0155 A, 0156 A, 0157 A and the TDC0155, 0.156, 0157. 
For the TDE0155, 0156, 0157, these specifications apply for ±15 V <Vs< ±20 V, -25°C < Tamb 
< +85°C and THIGH= -1-85°C unless otherwise stated. 
For the TDB0155 A, 0156 A, 0157 A, these applications apply for ±15 V <Vs< ±20 V, 0°C < Tamb 
< + 70°C and THIGH= + 70°C, and for the TDB0155, 0156, 0157 these applications apply for Vs= 
±15 V and ~C <Tamb < +70°C. 
VD[, 1B and IQS are mesured at VCM = 0. 
Ces specifications : ±15 V < Vs ~20 V, -55°C ~ Tamb ~ +t25°C et haute temperature +t25°C sontapplicables pour 
/es TDC0155 A, 0156 A, 0157 A et TDC0155, 0156, 0157. 
±15 V ~ Vs ~±.20 V, -25°C ~ Tamb ~ + 85°Cethaute temperature +85°C sontapplicables pour/es TDE0155, 0156, 
0157. 
±15 V ~Vs~ ±20 V, 0°C :;;;;;,,ramb =s.;;;+10°Cet haute temperature +10°c sontapplicables pour /es TDB0155 A, 0156 A, 
0157 A et Vs=: ±75 V, 0°C ~ Tamb ~ +1ooc sont applicables pour /es TDB0155, 0156, 0157. 
Vo/, !get lossont mesures a VcM =O. 

Note 4 : The temperature coefficient of the adjusted input offset voltage changes only a small amount (0,5 µV /°C 
typically) for each mV of adjustment from its original unadjusted value. Common-mode rejection and open 
loop voltage gain are also unaffected by offset adjustment. 
Le r(Jglage de la tension de decalage B l'entree ne fait varier que tres peu le coefficient de temperature de cette tension 
0,5 µ V 1°C typlque pour chaque m V de refllage B partir de la valeur originate non reg1ee. Le taux de rejection en mode 
commun et le gain en tension en boucle ouverte ne sont pas affectes par ce r(Jg/age. 

Note 5 : The input bias currents are junction leakage currents which approximately double for every 10°C increase 
in the junction temperature, Tj. Due to limited production test time, the input bias currents measured are 
correlated to junction temperature. In normal operation the junction temperature rises above the ambient 
temperature as a result of internal power dissipation, Po. Tj = Tamb + 0jA x Po, where EJjA is the thermal 
resistance from junction to ambient. Use of a heat sink is recommended if input bias current is to be kept 
to a minimum. 
Les courants d'entree sont des courants de fuite de jonction qui, approximativement, doublent pour tout accroissement 
de 10°C de la temp(jrautre de jonction. En raison du temps de test tres court, le courant d'entree est mesure pour une 
temperature de jonction determinee. En fonctionnement normal, la temperature de jonction s'e/eve au dessus de la tem· 
perature ambiante B cause de la puissance dissipee, Po, par le circuit. On a Tj =Tamb + 0Aj x Po, oil ®Aj est la resistance 
thermique jonction ambiante du boitier. L 'emp/oi d'un radiateur est recommande pour conserver aux courants d'entree 
une valeur minimale. 

Note 6 : Supply voltage rejection is measured for both supply magnitudes increasing or decreasing simultaneously, in 
accordance with common practice. 
Le taux de rejection du aux alimentations est mesure.pour une variation simultanee de 2 alimentations. 

Note 7 : Settling time is defined here, for a unity gain inverter connection using 2 kr! resistors for the TDC0155, 
TDC0156 series. It is the time required for the error voltage (the voltage at the inverting input pin on the 
amplifier) to settle to within 0,01 % of its final value from the time a 10 V step input is applied to the in
verter. For the TDC0157 series Ay = -5, the feedback resistor from output to input is 2 kr! and the 
output step is 10 V. 
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Le temps d'fJtablissement est defini ici par un montage en inverssur de gain unite avec des resistances de 2 kn pour /es 
series TDC0155 et TDC0156. C'est le temps nkesssire pour que la tension d'erreur (tension sur l'entfBe inverseu1111 de 
l'amplificateur) se trouve a mains de 0,01 % de sa valeur finale, spnk qu'un echelon de 10 V ait ete applique a l'entree. 
Pour la &erie TDC0157 le gain de l'inverssur est de 5 BV8C une resistance de contre reaction de 2 kn, /'/Jche/on de sortie 
lJtant de 10 V. 
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NEGATIVE CURRENT LIMIT 
COURANT MAXIMUM NEGA TIF 
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Output sink current (mA) 
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SMALL SIGNAL PULSE RESPONSE 
REPONSE A UNE IMPULSION OE FAIBLE 
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TDB - TDC - TDE0155, 0156, 0157 

LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
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GAIN BANDWIDTH 
PROOUIT GA/N-BANOE 
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POWER SUPPLY-REJECTION RATIO 
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EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE 
(EXPANDED SCALE) 
TENSION DE BRUIT EOUIV~.LENTE A 
L 'ENTREE (ECHELLE ETENOUE) 
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Frequency (Hz) 
Ffequence 

Frequency (Hz) 
Frtiquence 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE OE SORTIE 

104 105 106 

Frequency (Hz) 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDB0158, TDC0158, TDE0158 
TOF2904DP 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TE URS OPERA T/ONNELS 

PRELIMINAR.Y DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Output S/C 

Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID V1 11 duration 
BoltiBr Gamme de tem~rsture TempArature de stock age (V) (mW) (V) (V) i(mA) Duree de CIC 

ambisnte de fonctionnBment 

TDC0158CM TO-99 
-55°C, +125°C -65°C, 

TDC0158 DP CB-98 
TDB0158CM TO-99 

0°C, + 10°c -65°C, 
TDB0158 DP CB-98 
TDE0158 CM TO-99 

-25°C, + a5°c -65°C, 
TDE0158 DP CB-98 

TDF2904 DP CB-98 --40°C, +85°C -65°C, 

General description 

They circuits consists of two independent, high gain, 
internally frequency compensated operational ampli
fiers which were designed specifically to operate from 
a single power supply over a wide range of voltages. 
Operation from split power supplies is also possible 
and the low power supply drain is independent of the 
magnitude of the power supply voltage. 

Application areas include transducer amplifiers, de 
gain blocks and all the conventional op amp circui,: 
which now can be more easily implemented iri single 
power supply systems. For example, they circuits 
can be directly operated off of the standard + 5 V 
power supply voltage which are used in digital 
systems and will easily provide the required interface 
electronics without requiring the additional ±15 V 
power supplies. 

UNIQUE CHARACTERISTICS 

- In the linear mode the input common-mode volta
ge range includes ground and the output voltage can 
also swing to ground, even though operated from on
ly a single power supply voltage. 

- The unity gain cross frequency is temperature 
compensated. 

- The input bias current is also temperature com
pensated. 

See note page 7 
Voii' notes page 7 

(1) en sortie . 

+150°C + 32 500 32 ~? 50 
Indefinite 

+150°C +32 500 32 -0,3 
+32 50 lllimitee 

+3? 
Note 2 

+150°C +32 500 32 50 

+150°C +26 500 26 
..:.o,3 

50 +26 

Description generate 

Ces circuits sont constitues de deux amp/ificateurs II grand 
gain, compen5's en frflquence independante. Ifs sont r,,s bien 
adaptes pour fonctionneravecuneseute source d'alimentation 
dans une large gamme dB tension. Le faibfe courant d'alimen· 
ration est independant de la tension d'alimentation. 

Son domains d'application comprend Jes amplificatsurs trans• 
ductsurs1 /es amplificatsurs 8 courant continu. Tous /es cir· 
cuits conventionnsls des amplificateurs o(Jerationnels peuvsnt 
6trs aisfJmsnt rfJalislJs avsc uns ssule alimsntation. Par exem
ple ces circults peuvent ltre utilises avec l'alimentation +5 V 
habitue//B dans /es sys'temes logiques et peut done fournir /es 
interfaces necessaires sans alimsntation supp/emsntaire. 

CARACTERIST/QUES SPEC/ALES 

- En mods fintlaire la p/age de tension d 1entrfJe en mode 
commun s'Btend jusqu'au O et la tension de sortie psut aussi 
descendre a zero mime si le circuit est alimente par une seule 
alimentation. 

- Le produit gain bande est compensfJ en temperature. 

- Le courant de polarisation a l'entree est compense en 
tem{Jerawre. 
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TDB0158, TDC0158, TDE0158, TDF2904 DP 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-99 (CB-11) 
METAL CAN 
BoTtier metal 

Inputs A 
Entfees A 

Masse 

Inputs B 
Entrees B 

Schematic 
Schema electrique 

011 

100 
µA 

CB-98 Output B 
Sortie B 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boitier enfichable 

Top views 
Vues de dessus 

I npllts A Masse 
Entrees A 

Principal features 
Donnees principales 

Internally frequency compensated for 
unity gain 
Large de voltage gain 100 dB 
Wide bandwidth (unity gain) MHz 
(temperature compensated) 

Very low supply current drain (500 
µA) - essentially independent of sup
ply voltage (1 mW/op amp at +5 V) 
Low input biasing current 45 nA 
(temperature compensated) 
Low input offset voltage 2 mV 
Offset current 5 nA 
Input common-mode voltage range 
includes ground 
Differential input voltage range equal 
to the power supply voltage 

.__..,__, 013 Large output voltage swing O V to 
v+ -1,5 V 

2/9 
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Wide power suppfy range : 

- Single supply 3 V to 30:V 
- Dual supplies ±1,5 V to ±15 V 

for TDx0158 

- Single supply 3 V to 26 V 
- Dual supplies ±1,5 V to ±13 V for TDF2904 DP 

Large gamme de tension d'alimentation 

- 1 alimentation 3 VB 30 V 
- 2alimentations ±t,5 Va ±15 V } pour TDx0158 

· 1 alimentBtion 3 Va 26 V 
- 2alimentations ±1,5 Va ±13 V } pour TDF2904 DP 

- Compensation en ff'equence interne 
- Gain statique en tension 100 dB 
- Produit gain bands tJ/eve 1 MHz (com-

pense en temperature) 

- Tres faible courant d'alimentation (500 
µA) indlJpendant de la tension (1 mW/am
p/i85 i,') 

- Faible courant dfJ polarisation d'Bntree 
45 nA (compenslJ en temperature) 

- Faible tension de decalage Ai l'entree 2 mV 
- Faible courant de decalage Ai l'entrtle 5 nA 
- Tension d'fJntrtle en mode commun pouvant 

ltre nu/le 
Plage de la tension d'entree dif-Mrentielle 
tJgale 8 la tension d'alimentation 

- Grande dynamique de sortie O V 8 v+ -
1,5V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
TtlMion dB_,.,,.• l'sntlN 

Input offset current 
Cou11111t dB_,.,,.• l'sntlN 

Input bias current 
Courant dB polariation moysn 

Large signal voltage gain 
AmplHkatlon en -ion 

Supply voltage rejection ratio 
Twx dB ~tlon tlO IIWC alimsntatiOM 

Supply current 
Courant fouml par 1ft a/imantlltioM 

Common mode rejection ratio 
TIIWC dB~ an modtt commun 

Channel separation 
Separation c/fl8 cannaux 

Output current source 
Courant d11 sortie 

See note page 7 
Vair notBB PllflB 7 

(Note3) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE SYMBOLES MESURE 

Tamb = 25°c 
Vol 

Note4 

101 Tamb = 25°C 

's+ Tamb = 25°C 

Is- Note 5 

Av 
v+ = 15V RL ~ 2 k!'l 

O~Vo~ 13,5VTamb = 25°C 

SVR Tamb = ·25 "C 

1cc1•1cc2 
v+ = 5V RL == 

ITamb = 25•c 

CMR Tamb = 25°C 

Tamb = 25°c 
1 kHz ~ f ~ 20 kHz 
Note6 

v+ = 15V Tamb = 25°C 
'o v+ =1V v- = 0V -1 I 

TDC0158, TDE0158 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

±2 ±5 

±3 ±30 

45 150 

50 100 

65 100 

0,7 1,2 

70 85 

120 

20 40 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

dB 

mA 
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TDC0158, TDE0158 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Output current sink 
Courant fourni par la sortie 

Input offset voltage 
Tension de dfJcalage a l'entrl§e 

Input offset voltage drift 
Derive de la tension de dl!calage 
8 l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage 8 l'entf'H 

Input offset current droft 
Derive du courant de dl!calage a l'entree 

Input bias current 
Coun,nt de polarisation moyen 

Short circuit to ground current 
Courant de court-circuit B la masse 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input common mode voltage range 
Tension d'ent/'ee limite eh mode commun 

See note page 7 
Voir notes page 7 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vpp 

IosK 

VDI 

DVDI 

IDI 

DIDI 

Is+ 

Is-

Isc 

Icc1• Icc2 

VICM 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Tamb = 25°c RL = 2kQ 

v+ = 15V Tamb = 25°c 

v,- = 1 V v,+ = av 

Vo = 0,2 V Tamb = 25°c 

v,- = 1 V v,+ = av 

Note 4 

Tamb = 25°c 

Note 2 

v+ = 30 V RL = = 
v+ = 30 V Tamb = 250c 

Note 7 

v+ = 30V 
Note 7 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE! 

0 
v+ 

V -1,5 

10 20 mA 

12 50 µA 

±7 mV 

7 µV/°C 

±100 nA 

10 pA/°C 

40 300 nA 

40 60 mA 

1,5 3 mA 

0 
v+ 

V -1,5 

0 
v+ 

V -2 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dkalage 8 l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r6jection dO aux alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de ffljection en mode commun 

Channel separation 
Separation des cannaux 

Output current source 
Courant de. sortie 

See note page 7 
Vair notes page 7 

(Note 8) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES MESURE 

VOi Tamb = 25°c 

Note 4 

101 Tamb = 25°c 

Is+ Tamb = 25°c 
Is- Note 5 

v+ = 15 V RL :;;,. 2kn 
Av 

O ~Vo~ 13,5 VTamb = 25°c 

SVR Tamb = 25°c 

v+ = 5V RL = = Icc1• Icc2 
Tamb = 25°c 

CMR Tamb = 25°c 

Tamb = 25°c 
1 kHz f 20 kHz 
Note6 

lo 
v+ = 15 V Tamb = 125°C 

V1+ = 1 V V1- = ov 

TDB0158 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

:!:2 

:!:5 

45 

25 100 

65 100 

0,7 

65 70 

120 

20 40 

:!:7 

:!:50 

250 

1,2 

mV 

nA 

nA 

V!mV 

dB 

mA 

dB 

dB 

mA 
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TDB0158 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de ,ortie 

Output current sink 
C~urant fourni par la sortie 

Input offset voltage 
Tension de dkalage B /'entree 

Input offset voltage drift 
OIJrive de la tension de decatage 
a renffetJ 

Input offset current 
Courant de dlcalage ii l'MtTH 

Input offset current drift 
°'r_ive du courant de <McalagB /J l'entrde 

Input bias current 
Courant de polarisation moy!ln 

Short circuit to ground current 
Courant de court-circuit 8 la masse 

Supply current 
Courant fourni par /es allmentations 

Input common mode voltage range 
Tension d'entree limittl en mode commun 

See note page 7 
Vair notes pags 7 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vpp 

1osK 

VDI 

DVDI 

1D1 

DIDI 

IB+ 
1B-

1sc 

1cc1•1cc2 

VICM 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Tamb = 25°C RL = 2 k!l 

v+ = 15V Tamb = 25°c 

V1- = 1 V V1+ = ov 

Vo = 0,2V Tamb = 2s'0 c 

V1- =1V V1+ = ov 

Note4 

Tamb = 25°C 
Note2 

v+ = 30V RL =00 

v+ = 30V Tamb = 25°C 

v+ = 30V 
Note7 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITEi 

+ 
0 

V 
-1,5 V 

10 20 mA 

12 50 µA 

±9 mV 

7 µvt•c 

±150 nA 

10 pA/°C 

40 500 nA 

40 60 mA 

1,5 3 mA 

+ 
0 

V 
V -1,5 

+ 
V 

0 -2 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten1ion da dlcalage a l'enrnle 

Input offset current 
Courant de d«:alage iJ l'entfff 

Input liias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r#jecrion dO aux aUmentations 

Supply current 
Couranr fourni par /es alimenrations 

Common mode rejection ratio 
Taux de r#jecrion en mode commun 

Channel separation 
5'paration des cannaux 

Output current source 
Courant de sortie 

Saa note page 5 
Voit notes page 5 

(Note 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES 
CONOIT/ONS DE 

MESURE 

VDI Tamb 
Note4 

= 25°C 

'01 Tamb = 25°C 

19+ Tamb = 25°C 
19- Note 5 

v+ = 15V RL ~ 2kn 
Av 

10 ~Vo~ 13,5 VTamb = 25°C 

SVR Tamb = 25°C 

Icc1• Icc2 
v+ =,5V RL = = 
Tamb = 25°C 

CMR Tamb = 25"C 

Tamb = 2s•c 
1 kHz..; f ..; 20 kHz 
Note6 

lo 
v+ = 15V Tamb = 25°C 

V1+ = 1 V Vi- = ov 

TDF2904DP 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX 

±2 ±7 

±5 ±50 

45 250 

100 

50 100 

0,7 1,2 

50 70 

-120 

20 40 

UNITS 
UNITE~ 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

dB 

mA 
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TDF2904 DP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

i 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Output current sink 
Courant fourni par la sortie 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a /'entree 

Input offset voltage drift 
Derive de la tension de decalage 
a l'entree 

Input offset current 
Courant de d,calage a l'entree 

Input offset current drift 
Derive du courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Couranr de polarisation moyen 

Short circuit to ground current 
Courant de court-circuit ii la masse 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Input common mode voltage range 
Tension d'entn!Je limite en mode commun 

See note page 5 
Voir no"tes page 5 
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SYMBOLS 
TEST CONDITIONS 

CONDITIONS DE 
SYMBDLES MESURE 

Vpp Tamb "" 25°c RL ;;,,10 k[). 

IosK 
v+ = 15V Tamb = 25°c 
:VI- 1 V V1+ = ov = 

VDI Note 4 

DVDI Rs=O[). 

101 

DIDI 

-------+ ·-· 

IB+ 
IB- ! 

I 

iTamb = 250c 
! Note 2 

== 

v+ = 26 V Tamb = 25°C 

v+ = 26 V 
Note 7 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITE, 

0 
v+ 

-1,5 V 

10 20 mA 

±10 mV 

7 µV/°C 

, ±45 1 ±200 nA 

! I 

-+ 
I 

: pA/°C i 10 

I , 
I 

40 500 nA 

40 60 mA 

1,5 3 mA 

0 
v+ 

V -1,5 

0 
v+ 

-2 V 



TDB0158, TDC0158, TDE0158, TDF2904 DP 

NOTE 1: 

This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to the col
lector-base junction of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as input diode clamps. In 
addition to this diode action, there is also NPN parasitic action on the IC chip. This transistor action can cause the 
output voltages of the op amps to go the v+ voltage level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that I 
an input is driven negative. This is not destructive and normal output. 
Ce courant d'entree n'existe que si la tension sur une des entrfJe devient negative, la jonction collBCteur-base du transistor PNP de l'entree 
etant polarisee en direct et agissant comme diode d'tkrdtage. De plus un transistor lateral NPN parasite exists sur le circuit ce qui bloque 
la sortie a v+ (ou a la masse pour une val6Ur de VI trap negative) pendant le temps oil /'en tree est maintenue negative. Ce phfmomene 
n'est pas destructif et l'etat normal de la sortie sera /'etabli quand la tension d'entree sera suP'rieure 8 -0,3 V. 

NOTE 2: 

Short circuits from the output to v+ can cause excessive heating and eventual destruction. The maximum output cur
rent is approximately 40 mA independent of the magnitude of v+ . At values of supply voltage in excess of + 15 V, 
continuous short circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual destruction. Destructive dissipa
tion can result from simultaneous shorts on all amplifiers. 
Des courts circuits entre la sortie et v+ peuvent provoquer un /!chauffement excessif si v+ > 15 V. Le courant maximal de sortie est 
d'environ 40 mA et independant de la va/eur de v+ . Une dissipation destructive peut t1tre provoqul!e nar le court circuit simultane des 
deux amp/is. 

NOTE 3: 

These specifications apply for -55°C .;; T amb .;; + 125°C for TDC0158 and -25°C.;; Tamb.;; +85°C for TDE0158, 

-40"C.;; Tamb.;; +85°C for TDF2904 DP, v+ = 5 V unless otherwise specified. 

Specmcations applicables pour -55°C <;; Tamb <;; +125°C pour le TDC0158 et -25f'C" Tamb <;; +85°C pour le TDE0158, 

-400C '- Tamb '- +850C pour TDF2904 DP, v+ =5 V sauf indications contraires. 

NOTE 5: 

} For TDx0158 
Pour TDx0 158 

} For TDF2904 DP 
Pour TDF2904 DP 

The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentialy constant, inde
pendent of the state of the output so no loading change exists on the input lines. 
Le courant d'entnie sort du circuit int6gfe. II est constant et independant de I /!tat de la sortie, done /es variations de charge n'influent 
pas sur /es entrees. 

NOTE6: 

Due to proximity of external components insure that coupling is not originating via stray capacitance between t.hese 
external parts. This tipically can be detected as this type of capacitance increases at higher frequencies. 
Un coup/age eventuel entre /es deux amplificateurs peut t1tre d0 aux capacitf1s parasites existant entre des composants extf1rieurs pro
ches les uns des atJtres. Ce/a peut ltre facilement detectf1, ce type de capacitf1 augmentant aux ffequences eleviJes. 

NOTE 7: 

The input common mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by more than 
0,3 V. The upper end of the common mode voltage range is v+ - 1,5 V. But either or both inputs can go to +32 V 
without damage. 
La tension d'entres en mode commun oU tout signal d'sntree ne doit pas ltre plus negatif que -0,3 V. La limite suf}erieure de la p/ag9 
de tension d'entree en mode commun est v+ - 1,5 V. Toutefois, une ou Jes deux entrees peuvent ltre portees a +32 V sans de'Mrio
ration du circuit. 

NOTE 8: 

These specifications apply for 0°C.;; Tamb.;; + 70°C, v+= 5 V unless otherwise specified. 
Specifications app/icables pour OOC <;; Tamb <;; +700c, v+ =5 V sauf indications contraires. 
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T□B0791, TDC0791 

POWER OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR OPERA TIONNEL DE PUISSANCE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites absoJues) 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Operating case le 
Vs p VID V1 

Type Package temperature rangP Storage temperature (Al 
Bottier Gamme de temDerature Tomperature de stock age (VI (WI (VI (V) peak" 

boitier de fonctitmn,:,ment -:rite 

TDB0791 DP TO-116 0°C, + 7D°C -55°C, +125°C ±18 15 ±30 ±15 1,25 

TDB0791 EP12 CB-206 D°C, + 10°c -55°C, +125°C ±18 15 ±30 ±15 1,25 

TDB0791 EP14 CB-174 D°C, + 7D°C -55°C, +125°C ±18 15 ±30 ±15 1,25 

TDB0791 KM CB-158 D°C, + 10°c -65°C, +15D°C ±18 15 ±30 ±15 1,25 

TDB0791 SP CB-173 D°C, + 7D°C -55°C, +125°C ±18 15 ±30 ±15 1,25 

TDC0791 KM CB-158 -55°C, +125°C -65°C, +1500C ±22 15 ±30 ±15 1,25 

* Under short-circuit conditions, the safe operating area and de power dissipation limitations must be ooserved. 
Dans les conditions de court-circuit, ii faut respecter Jes limitations de /'sire de securite et de dissipation de puissance continue. 

General description 

The TDB0791 is a high performance monolithic 
operational amplifier with input characteristics similar 
to the SF.C 2741 operational amplifier and 1 A 
available output current. 

It is intended for use in a wide variety of applications 
including audio amplifiers, servo amplifiers, and power 
supplies. 

The high gain and high output power capability 
provide superior performance wherever an operatio
nal amplifier/power booster combination is required. 

The TDB0791 is thermal and short-circuit protected. 

Description genera/e 

Le TDB0791 est un amplificateur operationnel monolithique 

de hautes performances ayant des caracWristiques d'entrfJe 

identiques a eel/es de /'amplificateur SF.C 2741 et pouvant 

debiter un courant de sortie de 1 A. 

II est destine a une grande variete d'applications comme /es 

amp/ificateurs BF, Jes amplificateurs de servo-mecanisme, 

/es alimentations de puissance. 

Son grand gain et sa puissance de sortie /Jlevee procurent des• 

performances meilleures que eel/es resultant de /'association 

d'un amplificateur op/Jrationnel d'usage general et d'un /Jtage 

de puissance. 

Le TDB0791 est proteg{J contre Jes courts-circuits et contre 

/es wrcharges thermiques. 

78-22 1/14 
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TDB0791, TDC0791 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-158 
METAL CAN 
Boitier metal 

inverseuse 

Inverting input _ _. 
Entree inverseuse 

Current sense 
Limitation de 

Offset adjust Compensation 
Equilibrage Compensation 

Pin 10 connected to case 
La broche 10 est reliee au boitier 

2/14 

410 

Rth(j-c) 

Rth(j-c) = 
10°C/W = CB-174 (typ) 

3°C/W = CB-158 (typ) 

Schematic 
Schema electrique 

Top view 
Vue de dessus 

CB-H4 and T0-116 (Without heatsink) 
et (Sans radiateur) 

PLASTIC CASE 
Boitier plastique 

lnvertir.g input 
En tree inverseuse 

Top view 
Vue de dessus 

Non inverting 

input \ 
Entree non 

/ 
Offset adjust Compensation 
Equilibrage Compensation 

13 1200 9~---v-invers.Puse 14 

I 

,--, ,--, r--i ,-, ,...., ,----. ,--. 
t-1-L'-J...L..1...L.Li.....1.J....l-',..J...l 

I 
I 

~10 i) : 
C I 

ot:· 
I 
I I ~,-J"[J"LI[J"[J:::::.I 'C..f"J 

123456 

Compensation / / V \ 
Compensa,;on v+ 

Current sense Output 
Limitation de Sortie 
courant 

7"--
v-

Rth(j-a) = 85°C/W = T0-116 (typ) 

Principal features 
Donnees principales 

Current output to 1 A 

Short-circuit protection 
Offset null voltage capability 
No latch-up 
Large common-mode and 
differential mode ranges 
Thermal overload protection 

- Courant de sortie jusqu'B 1 A 

- Protection contre Jes courts-circuits 

- Possibilit/J decompresser fa tension 

dedecalage 

- Verroui/lage impossible 

- Domaine /Jtendu de tension d'entree 

en mode commun et en mode 

differentiel 

- Protection thermique contre /es 

surcharges thermiques. 

AB C D E F GHI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 3 2 1 14 13 12 10 9 4 

J 

10 

7 
8 

CB-158 

CB-174 

T0-116 5 3 2 4 1 14 13 12 10 9 7 
8 

CB-173 

CB-206 

2 

4 

3 4 

5 6 

5 6 7 8 910111 

7 8 9 10 1112 ~ 



PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

·case :CB-173 Power in line package 
Boftier Bo1tit1r '),ower in Jim,"' 

• 
Top view 
Vue dB d8SSUS 

0 0 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 

Rth(j-c) = 3°C/W typ, 

Case :CB-206 
Boftier 

tllf/J 
Top view 
Vue de dessus 

12 11 10~ 9 8 7 
nrin nr,n 

p I 
WL.JWMWL.JLJ 
1 2 3 4 5 6 

0 

Rth(j-c) = 8°C/W 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1-2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

J 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I I 
I 

J 

J 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

TDB0791 SP TDB0791 EP12 

v-

Output 
Sortie 

v+ 

Current sense 
limitation dB coursnt 

Compensation 
Compensation 

Non inverting input 
EntnJe non in11t1rseuse 

Inverting input 
EntreB inversBUse 

Offset adjust 
Equilibrage 

offset adjust 
Equilibrage 

Compensation 
Compensation 

v-

v-

Output 
Sortie 

v+ 

Current sense 
Limitation de courant 

Compensation 
Compensation 

Non inverting input 
Entfee non invflrseuse 

Inverting input 
Entrl!e inverseu,re 

Offset adjust 
Equi/ibrage 

offset adjust 
Equilibrage 

Compensation 
Compensation 
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TDB0791, TDC0791 

BASIC DIAGRAM 
SCHEMA DE BASE 

Non inverting 
input 
Entrde·non
inverseuse 

n---....... 5 

Inverting input n------1 
Entr6e inverseuse 

Offset adjust (optional) 
Compensation de la tension 
r6siduelle 

+15V 

-15V 

10µF 

4 n 

Solid tantalum 
I Taiso/ido 

Output compensation 
Compensation de sortie 

0,033µF 

10µF 

• Solid tantalum 
Tsntale so/ide 

G cc 

1 100 pF 

10 5 pF 

100 Not req. 

Rsc 1sc 

0,6!1 1 A 

1,s n 500mA 

3,0!1 250mA 

Note : Power supply decoupling capacitors and compensation networks must have short leads and must be located 
at the amplifier pins. 
Les condensateurs de dlcoup/l!JIB des alim11t1tations et lss reseaux de compensation doiv11t1t ltre clb"s au plus priJs de 
l'amplificateur. 

BOARD LAYOUT FOR POWER SUPPLY. 
CABLA GE CIRCUIT IMPRIME POUR L 'ALIMENT A TION. 
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CB-173 CB-206 

11 12 7 

O 000--000 

1,_:-=·.: .... ,_ 1··??- 0 -- 0 0 i 
It 
~-~~ 

14 

0 

0 
1 

CB-174 ••~d TO-116 

0 0 0 0 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

5 kn 

POSITIVE VOLTAGE REGULATOR 
REC-IJLATEUR DE TENSION POSITIVE 

3,3 nF 

TDB0791, TDC0791 

>A.:......,__---i:1,=s=n>-...., ...... .._-oOutput 

DC SERVO-AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR D'ASSERVISSEMENT CONT/NU 

50 k!l 

3.3 nF 

0,1 n 

Sortie 

Vo=0+27 V 
10 = 500mA 

Size 8 or 9/12 V 
servomotor 
Servomoteur 
tail/e 8 OU 9/12 V 

AC SERVO-AMPLIFIER BRIDGE TYPE 
AMPLIFICATEUR D'ASSERV/SSEMENT AL TERNAT/F 

C (MONTAGE UN PONT.I 50 k!l 

V1o----l~--c:::::}--..-------c=:1---------, 
5k!1 ~ 

+28V 10k!l 

0 
Servomotor 
Servomoteur 
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TDC0791-KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dBCalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Coursnt de polarisation mo yen 

Input resistance 
lmp«Jance d'entrt!e (differentie/le) 

Offset voltage adjustment range 
Plage de rilg/age de la tension de dl!ca/age 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rdjBCtion d() aux alimen'tations 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
Dynamique de sonie 

Short-circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

6/14 
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Tease= +25•c VS = ± 15 V unless otherwise specified 
sauf indications contraires 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

VDI Rs <;;10kQ 1 5 mV 

101 20 200 nA 

IB 80 500 nA 

Z1 0,3 2 MQ 

±15 mV 

Vlmax ±12 ±13 V 

CMR 70 dB 

SVR 150 µV/V 

RL = 1 kQ 50 V/mV 
Av 

RL = 11 Q 50 V/mV 

Rsc = o RL = 1 kQ ±12 ±14 V 
Vpp 

Rsc = o RL=11Q ±12 ±12,2 V 

Isc 
Rsc = o,7 n 1 A 

Rsc = 1,5n 0,5 A 

Icc1• Icc2 
Zero signal 

25 mA Signal nu/ 



TDC0791-l<M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS l'emperature performance 
eARACTERISTIOUES ELECTRIOUES -'SS•C.;; Tease.;; + t25°C Vs= ±15 V Comportement en temperawre 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

Input offset voltage VOi Rs ,;;; 10kl1 
Ten,ion de dkalage a l'entrfJe 

Input offset current 
101 Courant de dkalage a l'entree 

Input bias current 's Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av 
RL = 1 kQ 

Amplification en tension RL =1111 

Output voltage swing Vpp Rsc = o RL = 1 kQ 
Dynamique de sortie Ase= o RL=1111 

Supply current Icc1• Icc2 
Zero signal 

Courant fourni par /es alimentations Signal nu/ 

Common mode rejection ratio CMR Taux de n1jection ~n mode commun 

-----

Supply voltage rejection ratio 
SVR Taux de ~jection dO aux a/imentations 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

6 

500 

1,5 

25 

25 

±11,5 

±11,5 

30 

70 

150 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

µA 

V/mV 

V/mV 

V 

V 

mA 

dB 

µVIV 
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TDB0791 DP, TDB0791 EP12, TDB0791 EP14, TDB0791 KM, TDB0791 SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten1ion de dkalage a l'sntrlle 

Input offset current 
Courant de tMcala,,e 8 l'entrlJe 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmp(Jdanu d'entrfHI (diff,renrielle) 

Offset voltage adjustment range 
PIBl}B de r(JglllQB de la tension de <Mcalage 

Input voltage range 
Tension d'entrH limite 

Common mode rejection ratio 
Taux de ,,}-.Ction en modll commun 

Supply voltage rejection ratio 
T.ux dtJ rlj11Ction d0 aux alirmmtatiom 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output voltage swing 
DynMnique de ,ortie 

Short-circuit current limit 
Courant dtJ court~ircuit 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

8/14 
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Tease= +25oC VS = ± 15 V unless otheiwise specified 
sauf indications contraires 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

VDI Rs <.; 10 k!l 2 6 mV 

101 20 200 nA 

's 80 500 nA 

Z1 0,3 1 M!l 

±15 mV 

Vlmax ±12 ±13 V 

CMR 70 dB 

SVR 150 µV/V 

RL = 1 k!l 20 V/mV 
Av 

RL = 11 !l 20 V/mV 

Rsc = o RL = 1 k!l ±11.5 ±14 V 
Vpp 

Rsc = o RL=ll!l ±11,5 ±12,2 V 

1sc 
Rsc = 0,1 n 1 A 

Rsc = 1,5n 0,5 A 

1cc1•1cc2 
Zero signal 

25 mA Signal nul 



TDB0791 DP, TDB0791 EP12, TDB0791 EP14, TDB0791 KM, TDB0791 SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 0°C.::T .::+70°C V +15V 
CARACTER/STIOUES ELECTR/QUES - case - S = -

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

Input offset voltage VDI Rs ,;;; 10kQ 
Tension de d8calage a l'entrel! 

Input offset current 
101 Courant de dkalage a l'entr8e 

Input bias current IB 
Courant de polarisation mayer, 

Large signal voltage gain 
Av 

RL = 1 kQ 
Amplification en tension RL = 11 Q 

Output voltage swing Vpp Rsc =O RL = 1 kQ 
Dynamique de sortie Rsc =O RL = 11 Q 

Supply current Icc1• Icc2 Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio CMR 
Taux de fejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
SVR Taux de rejection da aux alimentations 

Temperature performance 
Componement en temperature 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

7,5 

300 

800 

15 

15 

±11 

±11 

30 

70 

150 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

V/mV 

V 

V 

mA 

dB 

µV/V 

9/14 
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TDB0791, TDC0791 

10/14 
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350 

300 

250 

·200 

150 

100 

50 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR /SA TION 

Vs~±15V 

\ 
' i\. 

\ 
"'- ... 

....... -
-60 -,o 20 60 100 140 180 

12,5 

10,0 

7,5 

-
5,0 

2,5 -
0 
100 

20 

Case temperature (°C) 
Temperature boitier 

OUTPUT RESISTANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

-- lo<O I, 
I I ';' ,/ 

__ 1111 I ~ 

lo>O 

I I 

,. 

1 k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frt!Jquence 

NOISE (20 Hz· 20 kHz) 
BRUIT 

I 100 kn 
RMS 

METER 

16 
Vs=±15V~ 

I . 
_l I . .,.:rox0791 'flLTER 

12 Gain 10 20 '' ]OkHz 

1 1 .1 .I I I I - -.--Gain= 1000 Rx= 100 n 

- - Gain= 100 Rx= 1 kn 
-Gain=10 Rx= 10 kn 

_Gciin loo I 

0 
-60 

I Gain-1000 

I I 
-20 20 60 100 

Case temperature (°C) 
Temperature boitier 

140 

M 
0 

X 0 

-=·~ 
~53 ., ~ "". "'~ "' . 0 ·->~ 

> 
+I 

150 

INPUT OFFSET CUR RENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

I I 
Vs=±15V 

I\ 
\ 
~ 

\ 
"-.. :----~ 

0 
-60 -20 20 60 100 140 180 

75 

50 

2b 

0 

17,5 

15,0 

12,5 

10,0 

7,5 

Case temperature (°C) 
Temperature boTtier 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

T case= -ssoc 

5 10 15 20 25 30 

Power supply voltage ( ±V) 
Tension d'alimentation 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
OYNAMIOUE DE SORTIE 

I 
Vs=±15V 

----~ -
' ' Rsc = 1,5 n Rsc = 0,62 

' I 
n 

5,0 ___, Rsc i3 n 

2,5 
0 250 500 750 1000 1250 1500 

Output current (± mA) 
Courant de sortie 



TDB0791, TDC0791 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

111111m 
Vs =±15V 

RL = 11 n 
T case= 250'; 

t::::i-.. Cc=O 

I,._ ::::,._ Cc= 5pF 

.... ~ .. 
Cc= 100 pF I,._ l::::i-.. 

IT l IT i-..._ ~ 

OPEN LOOP PHASE RESPONSE 
PONSE DE PHASE EN BOUCLE Oj}VE RE 

80 

40 

0 

-40 

-80 

-120 

-160 

-200 

I 1, 
1' 

l 
I Cc.,; 5 pF 

~ ... Cc=O 

LJI' Cc= 100 pF ++-
', I 

11! i 
:11 
i1, I 

Vs =±15V 

RL = 11 n 
T = 25°C case 

" 

RTE 

O 10 100 1k 10k 100k 1M -24010 100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frl!quence 

Frequency (Hz) 
Frequence 

FREQUENCY RESPONSE FOR CLOSEO LOOP 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE FERMEE 

TYPICAL OFFSET VOLTAGE UNNULLED 
TENSION RESIDUELLE NON COMPENSEE (typ.) 

60 

"' -0 -. C: , 
·;;.2' 40 
C> §:: 
a>~ 

I.~ 
g ~ 20 

'"• u. 

l:TI, l Cc=O 

llTI 1---,._I i: 
!TTI 
Cc~ 0 

1111 
n 

Cc= 5 pF 

m l 
, Ill 

Vs =±15V 

RL =11 n 
6 I I 

Vs=±15V 

T case =25°C 

11 11 
l!I 

[\ !I i\ 

' \ 
' ' .......... 

t------~-~ 
f-"' 0 

Cc=100pF i 
nn l 

100 1k 

I 0 

10k 100k 1M 10M -60 -20 20 60 100 140 

Frequency (Hz) 
Frequence 

TYPICAL OFFSET VOLTAGE NULLED 
TENSION RES/DUELL£ COMPENSEE (typ.) 

I 
Vs=±15V 

+o.s 

I/ 
I"'- I/ 

-0,5 

-60 -20 20 60 100 140 

Case temperature (°C) 
Temperature boitier 

Case temperature (°C) 
Temperature boitier 

11/14 
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TDB0791-DP, TDB0791-EPi4, TDB0791 KM 

~ 
C: 

.Q o.i 
~ ... 
:it 
"C ~ 
~ C n 
0 ·:; 

<>.a. 

MAXIMUM POWER DISSIPATION PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
PU/SSANCE DISS/PEE MAX/MALE DU TRANSIS
TOR DE SORTIE 

25 

20 

15 

6°C/W 
10 

5 " -~~ ~:r-z--f~ 
r-.... 

~50 -25 0 25 50 75 100 125 

Case temperature (°C) 
Temperature bo1tier 

1500 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

<( 1250 

.s 
...,,'!:;: 
C :::i 1QQQ 
~ -~ 
:; 2 
" ' .t:: 5 750 
:, ~ 

"~ ·5 ~ 500 
,!, C 

jj 250 

0 
0 

\ 

"' I"----t---..... 

0,5 1,5 2 2,5 3 

Current sense resistor (Q) 
Resistance de limitation 

POWER BANDWIDTH 

12/14 

420 

SANDE PASSANTE A PUISSANCE MAX 
1M 

100k 

., 

10k 
/ 

1k 
1 

7 111 
Vs =± 15 v_ 
RL =11 n: 
T case= 250c -

,,,, 
/ 

10 100 

Closed loop gain 
Gain en boucle fermee 

OUTPUT SAFE OPERATING AREA PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
AIRE DE SECURITE DU TRANSISTOR DE 
SORTIE 

15,0 

~ 7,5 

-15,0 

I I I J 
d<2~s / 

I 

' / de r-... 
T I 
J ' h de I I 

' /V•d<20s 

-1 -0,5 0 0,5 

Output current (A) 
Courant de sortie 

-50 -25 0 25 50 75 100 125 

Case temperature (°C) 
Temperature boitier 

100 

10 

I/ 
I/ 

0,1 

SLEW RATE 
VITESSE DE MONTEE 

I I 11 
Vs =±15V 

case= 2soc 

V 

,o 
Closed loop gain 
Gain en boucle fermee 

100 



~ 
C: 
,Q QJ 

il 
:~ :s 
" !l ~ C 

"~ 3: •!:! 
cf if 

~ 
..s 
.... t: 
C: , 

~ -~ 
:, M "~ 
·5 8 
"~ -~ '"Q 
tJ M 

' C te 
0, 

GS B 

; 
E 
~ 

.i 
-s a 
:2-(Q 
l:!! 

"<J C 

~l 
J-1 
~,i 

MAXIMUM POWER DISSIPATION PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
PU/SSANCE DISS/PEE MAX/MALE DU TRANSIS
TOR DE SORTIE 

25 

20 

15 

10 

5 

6\,_-f--
~~Ii, 

~:;i 

~ 
~00-~ 0 ~ 00~1001~ 

Case temperature (°C) 
Temperature battier 

1500 

1250 

1000 

700 

500 

200 

0 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
CDURANT DE COURT-CIRCUIT 

\ 
I'-.._ 

I"'--. .............. 

0 0,5 1,5 2 2,5 3 

Current sense resistor (n) 
Rtlsistance de limitation 

POWER BANDWIDTH 
BANDE PASSANTE A PU/SSANCE MAX 

1M 

100k 

/ 

10k 
/ 

1k 
1 

I I 11 
Vs =±15V_ 
RL =11 n: 
T case= 250C _ 

., 
/ 

10 100 

Closed loop gain 
Gain en baucle fsrmH 

TDB0791 EP12 

OUTPUT SAFE OPERATING AREA PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
AIRE DE SECURITE DU TRANSISTOR DE 
SORTIE 

15,0 
I I I J I 
td<20:/ 

-15,0 

1200 

1000 

750 

000 

200 

0 

J I de . .., 
, , I 
j ' ,.... 

de fl 

' I /td<20s 

-1 -0,5 0 0,5 

Output current (Al 
Courant de ,ortie 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
CDURANT DE COURT-CIRCUIT 

........... I 
....... I 

.......... '1 I 

sc~o ~ 
~<',i 
I ...;;: - i----- "'s/,,,J -

~[I 

Rs~ 
I 

3[1-
I 

I 
-00 -25 0 25 50 75 100 125 

Case temperature (°C) 
Temp,Jrature bo1tier 

100 

/ 

0,1 

1 

SLEW RATE 
VITESSE DE MONTEE 

I I I_I 
Vs =±15V-

/ 

T =25°C -••• 

/ 

-

10 

Closed loop gain 
Gain en boucle fermh 

100 
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TDB0791 SP 

~ 
E 
~ 

g 
-~ 

-s a 
:s?-t1:1 
,: 2 
"0 ~ :;a 
~:t 
Ii 
f! 

MAXIMUM POWER OISSIPATION PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
PUISSANCE DISS/PEE MAX/MALE DU TRANSIS
TOR DE SORTIE ---

25 

6°C/W ~--'~ ~ 
0 
-50 -25 0 25 50 75 100 125 

1500 

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 
0 

Case temperature (°C) 
Temperature bo1tier 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
CDURANT DE COURT-CIRCUIT 

\ 
~ 

"-~ 

0,5 1,5 2 2,5 3 

Current sense resistor (U) 
Rtlsistance de limitation 

POWER BANDWIDTH 
BANDE PASSANTE A PUISSANCE MAX 

1M 

100k 

, 

/ 
10k 

lk 
I 

7 ,-n 
Vs =±15Vw 
RL =11n: 
T case= 250c -

, ... 
r7 

10 100 

Closed loop gain 
G•in .,, boucle fermtle 

14/14 
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OUTPUT SAFE OPERATING AREA PER OUTPUT 
TRANSISTOR 
AIRE DE SECUR/TE DU TRANSISTOR DE 
SORTIE 

15,0 

~ 7,5 

I l I JI/ 
d<20sf 

-15,0 

-1 

. 
' / de ... 

I 

J 
,___ 

I 
J 

de JI 
J 

I l/td<20s 

-0,5 0 0,5 

Output current (A) 
Courant de sortie 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

0 L---'---'---'--'--'---'----' 
-50 -25 0 25 50 75 100 125 

100 

V 

0,1 

Case temperature (°C) 
Temperature bo1tier 

SLEW RATE 
VITESSE DE MONTEE 

I I 11 
Vg =±15V-

I/ 

T cas1 = 250c : 

V , ·~ 

lO 
Closed loop gain 
Gain en boucle fermee 

100 



TDF2902 

QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 
QUADRUPLE AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS 

SEE DATA SHEET page 343 
VOIR NOTICE page343 
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TDF2904DP 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TEURS OPERA TIONNELS 

SEE DATA SHEET page 399 
VOIR NOTICE page 399 
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Voltage regulators I 
Regulateurs de tension 
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'ro~ (CB-7) i T0-202 
(CB-203) 

l,,n,G 
!/J(/ (CB-117) ~ T0-3 

(CB-19) '"•• 'ro•• (CB-11) 

Type Packages 
Type Bo1tiers 

FIXED POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION POSIT/ VE FIXE 

SF.C 2109 M, 2209, 2309 T0-39 +5V 

Vo 
(V) 

Serie SF .c 2800 LEC T0-220 +5;+6;+8;+12;+15;+20;+24V 

Serie SF .C 2800 EC T0-220 +5 ;+6 ;+8; +12 ;+15 ;+18 ;+24 V 

Serie SF .c 2800 RC. T0-3 +5;+6;+8;+12;+15;+18;+24V 

Serie SF.C 2800 RM T0-3 +5 ;+6; +8 ;+12 ;+15; +18 ;+24V 

TD80123 T0-3 +5V 

FIXED NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION NEGATIVE FIXE 

Serie TDB, TDC2900-CM 

Serie TDB, TDC2900-KM 

Serie TDB, TDC2900-SP 

CB-106 

T0-3 

T0-220 

-5 ;-5,2 ;-12 ;-15 V 

-5;-5,2 ;-12 ;-151/ 

-5 ;-5,2 ;-12 ;-15 V 

ADJUSTABLE POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION POSITIVE REGLABLE 

SF.C 2100 M T0-99 +2 . +30V 

SF .C 2200, 2300 T0-99 +2 . +20V 

SF.C 2105 M, 2205 T0-99 +4,5 . +40V 

SF.C 2305 T0-99 +4,5 . +30V 

TDB, TDC, TDE2117-CM T0-39 +1,2 . +37V 

TDB, TDC, TDE2117-KM T0-3 +1,2 . +37V 

TDB, TDC, TDE2117-SP 3/7 T0-202 +1,2 . +37V 

TDB, TDC, TDE2117-SP 3/2 T0-220 +1,2 . +37V 

428 

'o Page 

(A) 
Page 

0,2A 469 

0,75A 509 

1A 497 

1A 497 

1A 521 

3A 533 

-0,5 A 541-549 

-1,5A 541-549 

-1,5A 541-549 

25mA 431 

25mA 431 

25mA 457 

25mA 457 

1,5A 1001 

1,5A 1001 

1,5A 1001 

1,5A 1001 



CB-178 

,,,,. 
ICB-71 

, - '"? 0 ~ 
/;; ~· 

T0-3 T0-202 Ii T0-220 . T0-116 
ICB-19) CB-203) ✓ (CB-117) ICB-2) 

Type Packages 
Type Boftiers 

ADJUSTAaLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION NEGATIVE REGLABLE 

SF.C 2104 M, 2204 TO-100 0 

SF.C 2304 TO-100 0 

TDB, TDC, TDE2137-CM TO-39 -1,2 

TDB, TDC, TDE2137-KM TO-3 -1,2 

TDB, TDC, TDE2137.SP 3/7 TO-202 -1,2 

TDB, TDC, TDE2137.SP 3/2 TO-220 -1,2 

Vo 

(V) 

➔ -40V 

➔ -30V 

➔ -37 V 

➔ -37 V 

➔ -37 V 

➔ -37 V 

ADJUSTABLE POSITIVE OR NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION POSITIVE OU NEGATIVE REGLABLES 

SF .C 2723 C, 2723 M 

SF.C 2723 EC, 2723 KM 

SF.C 2723 UC 

TO-100 

TO-116 

CB-178 

±2 

±2 

±2 

±37 V 

±37 V 

±37 V 

lo 

(A) 

-25mA 

-25mA 

-1,5A 

-1,5A 

-1,5A 

-1,5A 

±150 mA 

±150 mA 

±150 mA 

Page 
Page 

443 

443 

1003 

1003 

1003 

1003 

485 

485 

923 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating junction 

SF.C 2100 M,SF.C2200,SF.C2300 

VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § /imites absolues) 

Type Package temperature range Storage temperature V1 VI -Vo P* 1omax 
Boitier Gamme de tempt!rature Tem~rature de stock age (V) (V) (mW) (mA) , jonction de fonctionnement 

SF.C 2100 M TO-99 -55°C, + 150°c -65°C, 

SF.C 2200 TO-99 -25°C, + 100°c -65°C, 

SF.C 2300 TO-99 0°C, + B5°C -65°C, 

* Rth(j-c) = 45°C/W, Rth(j-a) = 150°C/W 

General description 

The SF.C 2100 M is an integrated positive voltage 
regulator designed for a wide range of applications 
from digital power supplies to precision regulators 
for analog circuitry. It features single·chip construc
tion and is packaged in a hermetically sealed metal 
can. 

The SF.C 2200 is identical to the SF.C 2100 M, ex
cept that it is specified for operation from - -25° C to 
85°C. 

The SF .C 2300 is specified for operation from O ° C 
to 70° C and for output voltages to 20V. 

Outstanding charucteristics 
- Output voltage adjustable from 2V to 30V (SF .C 
2100 M and SF.C 2200) from 2V to 20V (SF.C 
2300) 
- One percent load and line regulation 
- One percent stability over full temperature range 
(SF .C 2100 M and SF .C 2200) 
-- Adjustable short circuit current limiting 
- Output currents in excess of 5A possible by adding 
external transistors 
- Can be used as either a linear or high-efficiency 
switching regulator. 

Additional features are : fast response to both load 
and line transients, small standby power dissipation, 
freedom from oscillations with w:rying resistive and 
reactive loads and the ability to start reliably on any 
load within rating. 

+ 150°c 40 40 500 25 

+ 1500C 40 40 500 25 

+ 150°c 35 30 500 25 

Description generale 

Le SF.C 2100 M est un regulateur de tension positive destine 
a une large gamme d'utilisation aussi bien dans le domaine 

des circuits logiques que des circuits lineilires. II est a struc
ture integree monolithique en boitier metallique a 8 passages. 

Le si=.C 2200 est un regulateur de tension identique au SF.C 
2100 M, prevu pour la gamme de temperature de fonctionne• 
ment comprise entre -25°Cet +B5°C. 

Le SF.C 2300 est un regulateur de tension pre.vu pour la 
gamme de temperature de fonctionnement comprise entre 
ooc et 70°C et des tensions de sortie jusqu'8 20V. 

Principales caracteristiques 

- Tension de sortie reg/able de 2 a 30 V (SF.C 2100 Met 
SF.C 2200), de2 a 20 V (SF.C 2300) 
- Re{lulation de un pour cent en fonction de la charge et de 
la tension d'entree. 
- Stabilite de un pour cent pour toute la gamme de tempe
rature (SF.C 2100 Met SF.C 2200) 
- Limitation re(llable du courant de court·circuit. 
- Possibilitli de debit de 5A et au de/8 par adjonction de 
transistors exterieurs 
- Possibi/ite de fonctionnement en r{Jgulateur de tension 
a decoupage (rendement e!eve). 

Autres caracteristiques : reponse rapide aux variations de 
charie et de tension d'entree, faible consommation interne. 
Absence d'oscil/ations que la charge soit resistive au reactive. 
Fonctionnement assure a la mise sous tension quelle que soit 
la charge. 

75- 5 1/12 
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SF.C 2100 M, SF.C 2200, SF.C 2300 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Regulated output 
Sortie regul/Je 

Compensation 
Compensation 

Top view 
Vue de dessus 

Booster output 2 
Ballast exterieur 

6 Feedback 
Retroaction 

2/12 

432 

Schematic 
Schema electrique 

4 

Ground 
Masse 

Pin 4 connected to case. 
La broche 4 est reliee au boitier. 

3 
Unregulated input 
Entree non regu/ee 

2 
Booster output 
Ballast extfJrieur 

Current limit 
Limitation de courant 

8 Regulated output 
Sortie regu!ee 

7 
Compensation 
Compensation 

Feedback 
R/Jtroaction 

5 Reference bypass 
D!Jcouplage 

Ground 
Masse 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Voltage regulator for both positive and 
negative supplies 

- Can be used as linear or switching regu
lator 

- Can drive one or several power transis
tors controlling high current supplies. 

- Regulateur de tension pour alimentation 

positive et negative 

- Possibilite d'utilisation en re(/ime lineilire, 

ou de fonctionnement a decoupage 

- Possibilite de commander un ou plusieurs 
transistors de puissance permettant de reali
ser des sources a debit Cleve 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TYP/QUES 

BASIC REGULATOR CIRCUIT 
CIRCUIT REGULATEUR DE BASE 

Regulated output 
Sortie T'egull§e 

R1 

47 Voltage adjust 

SF.C 2100 M, SF.C 2200, SF.C 2300 

200 mA REGULATOR 
REGULA TEUR 200 mA 

R3 

Regulated output 
Sortie r*lfJe 

Unregulated input 
Entr/Je non r(Jgu/ee -----,, (6)---4-•-F-R :eglage de tension + c2• 1 µF 

Figure 1 

Ground 
Masse 

2 A REGULATOR WITH FOLDBACK CURRENT LIMITING 
REGULATEUR 2 A AVEC REDUCTION AUTOMATIOUE 
DU COURANT DE COURT-CIRCUIT. 

C4 SF.C 2100 M - SF.C 2200 
0,05µF 

R3 
0,1n 

Figure 2 

Ground 
Masse 

• Solid tantalum 
Condensateur au tantale 

2 A REGULATOR WITH FOLOBACK CURRENT LIMITING. 
REGULATEUR 2 A AVEC REDUCTION AUTOMATIOUE 
DU COURANT DE COURT-CIRCUIT. 

C4 
0,05µ.F 

SF.C 2300 

Figure 3 xx Ferroxcube KS - 001 - 00/3B Figure 4 

v, 

• Solid tantalum 
Condensateur au tantale 

4 A SWITCHING REGULATOR 
REGULATEUR DE TENSION A DECOUPAGE 4 A 

SF.C 2100 M · 2200 
L1 =0,36mH V 0 =5 V 

2 A SWITCHING REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION A DECOUPAGE 2 A 

SF.C 2300 
L1 =0,36mH v O =5 V 

0,1µ.F 35V 

8.5V -35 V 

c, I~t~µF 

1MH 

Figure 5 

RS 

3MU 

Figure 6 
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SF.C 2100 M 

~LECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTER/STIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

COND/T/ONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
Input voltage range 

vi 8,5 40 V Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Vo 2 30 V Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential Vi-Vo 
Difference de tension entree-sortie 

3 30 V 

Line regulation 
Kv1 

v I -v0 ,;;;5V 0,1 0,2 
Coefficient de regulation %/V 
en fonction de la tension d'entree v I -vO>5V 0,05 0,1 

Load regulation 
Coefficient de regulation (Note 2) Kvo Rsc = 
en fonction de la charge 

0 lo < 12mA 0,1 0,5 % 

Ripple rejection 
Rvf CREF = 10µF, f = 100 Hz O,Q2 % Taux de filtrage 

Standby current drain 
I IB vi = 40V 1 3 mA 

Courant a vide 

Reference voltage 
vref 1,63 1,7 1,81 V Tension de reference 

Output noise voltage [cREF -- 0 0,005 

Tension de bruit en sortie VNO 10Hz<f<10KHz[ % 
CREF = 0,1µF 0,002 

Average temperature coefficient 
of output voltage KvT -55°C,;;; tj ,;;; +150°C 0,3 1 % 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
KvH 0,1 1 % 

Stabi/ite dans le temps 

Minimum load current lo v I -Vo= 30V 1,5 3 mA Courant de charge minimal 

NOTE 1 - These specifications apply for a junction temperature between -55° C and + 150° C, for input and output 
voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by the feedback terminal of 2kQ, unless 
otherwise specified. The load and line regulation specifications are for constant junction temperature. Tem
perature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under conditions of 
high dissipation. (unless otherwise stated ti = 25°C) 

Specifications applicables pour des temperatures dejonctioncomprisesentre-·550C et +150°C, pour des tensions entree 
et sortie a l'inttJrieur des limites autorisees, et une impedance du pant diviseur de sortie vue de la borne 6 (]gale a 2k~ 
sauf specification contraire. Le taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'entree sont valables pour une 
temperature de jonction constante. Les V,!riationsde la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jnnctil"Jn, 
doivent Otre dtJterminees St!parement si la puissance dissipee est (}levee. (sauf indications contraires tj = 25°CJ 

NOTE 2 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external tran
sistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added transis
tors. 
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Le courant de sortie et le taux de regulation vis a vis de la charge peuvent Otre amlJ/iores par adjonction de transistors bal
last exterieurs. Le facteur d'am/Jlioration est approximativement e{Jal au gain composite des transistors ajoutes. 
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REGULATION CHARACTERISTICS 
WITHOUT CURRENT LIMITING 
CARACTERIST/QUES DE REGU• 
LAT/ON SANS LIMITATION DE 
COURANT 

5 10 15 20 
Load current (mA) 
Coursnt de charge 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES DE LIMITATION 
ENCOURANT 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

Rsc - 10n ,, 
1t= I 

:.-;--
II - o-

~ " 0 

" ,-- -· 
-" II - II .; - -~ "' "' 0 

0 

" - -o 

" 
5 10 15 20 25 30 35 40· 45 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT CIRCUIT 

-20 20 60 100 140 
Junction temperature ( ° C) 
Temf)Bratulll de jonction 

o,!i 

0,4 

1l,3 

0,2 

SF.C 21001\/1 

REGULATION CHARACTERISTICS 
WITH CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULA
TION AVEC LIMITATION DE 
COURANT 

~SC~ 
I 

1011-
I I 

'i 55°c 

'- T --1 ' I -" \ 
I 11 \ 

-" d~- g4 - ,... II - -- f---

- e-, l!l -~.., 
0 

-\i - f---" I I \ 
5 10 15 20 25 30 35 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE 
LA LIMITATION DE COURANT 

" " ' ' .. .. ..._ .. 
... .. 

~0-4Q-20 0 20140,60 80100120140 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALU~S 
VALEUR OPTIMUM DU PONT DIVISEUR 

IR1 )40 6·(R2) 
I 

30 

20 

10 

I 
I 
I j 

R2 • 
~ 

IJ 

• 
II 

I 'R1 #•R2 =2.2 kfl 
I 11 

I - I - I 
I 

2 3 4 5678910, 20304050 
Output voltage (V) 
Tension de sortie 

5 

4 

3 

2 
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MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

Vo = 2V i.. 

....... 
I, .... 

... i--
1.-

6 ~o -20 20 so 100 140 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

0,4 

~-~ 0,3 

c: 2 .Q,2 ·E.g ·i.§ 0,1 
"C ~ 0 
i!l,ll 
:9~-0.1 
0~ 
> c::·-0,2 
;.o 
;-~-0,3 
o:ll!-0,4 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STABILISATION VIS 
A VIS DE LA TENSION D'ENTREE 

l 
\ 
1 I 

l 
1 

~ 

Iii,,., 

I"' ....... 

2 5 10 20 50 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

~ 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE CHARGE 

.. 
I 

0 

Cl= 0 

' CL= 1 µF 

-~ 
.,. :. 

.. . I I 
Rsc = 10n, - ,-

lfL = 20mA_ -INL = 3•nA 
Vo = 10V -

I I I -
5 10 15 20 

Time (µs) 
Temps 

> -., 
"~ en~ 
"'s 
~ .. !JJ 
O't> 
> s 
5-~ 
C. s 
E~ 

13 

12 

11 

0 

REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I I 
lo = 10mA 1---

Rsc= 10n 
1---...... Vo = 10V 

"""" ........ 
"""l"o,, 

-60 · 20 20 60 100 140 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

MINIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MINIMAL 

~ 

i/ 

' , 
' , 

J , 
-'J 

10 20 30 40 
Input-output voltage differential (V) 
DifffJrence de tension entree sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE LA TENSION D'ENTREE 

~--

.. 

0 

CL=0 

r,,. . . 
Cl= 1 µF 

Rsc = 
t.V1 = 
Vo 

I 
5 10 15 

Time (µs) 
Temps 

-
i 

1o•n 
5V-

10V_ 

I 
20 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension en tree-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

(Note 2) 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de reference 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de r(jgulation 

Long term stability 
Stabmte dans le temps 

Minimum load current 
Courant de large minimal 

(Note 11 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V1 

Vo 

v I -VO 

Kvl 

Kvo 

Rvf 

l1s 

v,ef 

VNO 

KvT 

KVH 

lo 

SF.C 2200 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONO/TIONS DE VALEURS 
UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

8,5 40 V 

2 30 V 

3 30 V 

vi - Vo,;;; 5V 0,1 0,2 
%/V 

v I -Vo> 5V 0,05 0,1 

Rsc = 0 lo < 12mA 0,1 0,5 % 

CREF = 10 µF, f = 100 Hz 0,02 % 

vi = 40V 1 3 mA 

1,63 1,7 1,81 V 

_lcREF = 0 0,005 
10Hz,;;;t,;;;10KHzj % 

CREF - 0,1µF 0,002 

-25°C,;;; ti ,;;;100°C 0,3 1 % 

0,1 1 % 

V I - v O = 30V 1,5 3 mA 

NOTE 1 - These specifications apply for a junction temperature between -25°C and +100°C, for input and output 
voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by the feedback terminal of 2kfl, unless 
otherwise specified. The load and line regulation specifications are for constant junction temperature. Tem
perature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under conditions of 
high dissipation. (unless otherwise stated ti = 25°C) 

Spet:ifications app/icables pour des temperatures dejonction comprisesentre-25°C et +100 °c~ pour des tensions en tree 
et sortie a l'interieur des Ii mites autodsees, et une impedance du pant diviseur de sortie vue de la borne 6 t'lgale a 2k r2, 
sauf specification contraire. Le taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'entree sont valables pour une 
temperature de jonction constante. Les variations de la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jonction, 
doivent etre determinees &eparement si la puissance dissipi!e est /!levee. (sauf indications csntraires ti = 25°C) 

NOTE 2 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external tran
sistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added transis
tors. 

Le courant de sortie et le taux de regulation vis a vis de la charge peuvent ~tre a . .-.-,P.fiores par adjonction de transistors bal
last exterieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement egal au gain composite des transistors ajoutes. 
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REGULATION CHARACTERISTICS WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERIST/QUES DE REGULATION SANS 
LIM/TA TION OE COURANT 

Rsc = o t--+-+----+-+----1 

- 0•3 0 ~-~~5-~~1-o_f---_1'"'5,-------~-----=20 

Load current (mA) 
Courant de charge 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE LIMITATION 
ENCOURANT 
1 

0,8 

0,2 

0 
0 

~ 

: I I 
I I 

i I 

~~ rt~- II --rr- ,.,-
0 "' "' 0 0- 0-

i I" " Rs7 = !°':' 
'I 

· I 
10 20 30 
Output current ( mA) 
Courant de sortie 

-· -
II 
1-

" 0,-
0 

"-

40 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT OE COURT CIRCUIT 

-30 -10 10 30 50 70 90 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

REGULATION CHARACTERISTICS WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTERIST/QUES DE REGULATION 
AVEC LIM/TA TION DE COURANT 

10 20 30 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

40 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIM/TA TION OE COURANT 

0,5 

~ 

......... 
......... 

..... 
..... 

r-.. 

I 

0,2 
-30 -10 10 30 50 70 90 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALUES 
VAL EUR OPTIMUM DU PONT DIVISEUR 

IR1)40 6(R21 11 I I 

f.----

30 

20 

10 

11 I 

f--- R2 
I l 
I I 

R1 I 
I 
l ~ 

II 
I 

II 

II R1//R2 =2,2k<1 

I ... 
~..- ~ 

6 10 20 30 50 
Output voltage (VI 
Tension de sortie 

II 
II 
II 

4 
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MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION O'ENTREE MIN/MALE 

VQ = 2V _ .... ----~-----
-30 -10 10 30 50 70 90 

0,1 

0 

_ 0,4 

2:·i 0,3 
c:: ~ .g ~ 0,2 

-~ C: 
~.S;! 0,1 

"O ~ 
~~ 0 

~!-0,1 

~~ -0,2 
:::,-~ 

S·!-o.3 
o:s -0,4 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STAB/LISA TIDN VIS A VIS 
DE LA TENSION D'ENTREE 

\ 
\ , 

~ 
~ 

' "'i--,._ 

1 10 100 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entrel!•sortie 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE CHARGE 

0 

I I 
I I 

CL= 0' I I 
\ CL = 1_.,~ 

~ ./. I I . - - I I .,.. 
I 

Rsc = ,on 
IFL = 20mA 
INL = 3mA 
Vo = 10V 

I I I 
5 10 15 20 

Time (µs) 
Temps 

SF.C 2200 

13 

12 

11 

REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

Jo = 10mA_ 

Rsc = ,on 

Vo = 10V -

-i--
---

-30 -10 10 30 50 70 90 
Junction temperature(° C) 
Temperature de jonction 

MINIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MINIMAL 

' I/ 
) 

/ 
J 

V 
J 

I/ 
0 -~ 

0 10 20 30 40 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entr/Je-sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPDNSE TRANS/TO/REA UNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

.---1--CL 

0 

/ 
=o 

' .. 
' CL = 1uF 

Rsc = 
6VI = 
Vo = 
I I 

5 10 15 
Time (µs) 
Temps 

,on 
5V 
10V 
I 

20 
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SF.C 2300 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential 
Diff!Jrence de tension entrtJe-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrlJe 

Load regulation 
Coefficient de r{Jgulation (Note 21 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux-de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de reference 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

Minimum load current 
Courant de large minimal 

(N1>te 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

v1 

VO 

vi -Vo 

KVI 

Kvo 

Rvf 

I IB 

vref 

VNO 

KvT 

KVH 

lo 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. 

UNITES 
MAX. 
-

8,5 30 V 

2 20 V 

3 20 V 

v I -vO ,;; 5V 0,1 0,2 
%IV 

v I -Vo> 5V 0,05 0,1 

Rsc = 0 lo < 12mA 0,1 0,5 % 

CREF = 10 µF, f = 100 Hz 0,02 % 

vi = 30V 1 3 mA 

1,63 1,7 1,81 V 

_jCREF = 0 0,005 
1 0Hz< f,;; 1 0KHzj % 

CREF = 0,1µF 0,002 

0 ,;; tj ,;; +85°C 0,3 2 % 

0,1 1 % 

V1 -Vo= 20V 1,5 3 mA 

NOTE 1 - These specifications apply for a junction temperature between 0 ° C and +85 ° C, for input and output 
voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by the feedback terminal of 2kQ, unless 
otherwise specified. The load and line regulation- specifications are for constant junction temperature. Tem
perature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under conditions of 
'iigh dissipation. (unless otherwise stated ti= 25°C) 

Specifications applicables pour des temperatures de jonction comprises entre oo C et F +85 °c, pour des tensions en tree 
et so ·tie a l'interieur des limites autoris8es, et une impedance du pant diviseur de sortie vue de la borne 6 8gale a 2kQ, 
sauf specification contraire. Le taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'entree sont valables pour une 
temperature de jonction constante. Les variations de la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jonction, 
doivent etre d/Jtermin/Jes 5eparement si la puissance dissiptie est et~vee. (sauf indications contraires~ tj = 25°CJ 

NOTE 2 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external tran
sistors. The improvement factor will be roughly eqwil to the ca.mposite current gain of the added transis
tors. 
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Le courant de sortie et le taux de regulation vis a vis de la charge peuvent etre amiJliores par adjonction de transistors bal
last exterieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement e{Jal au gain composite des transistors ajoutes. 



REGULATION CHARACTERISTICS WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIOUES DE REGULATION SANS 
LIMITATION DE COURANT 

f.oo 
1 

-ll 
a1,00U -~ 

g>i 
~!Q99 >,. 9 

;; ~ 
;"i 
O ~0,99 
., s 
-~-g 
~-~ 

I I 10lc lj - -

'i 0°c--
/ r-

'i = 25°C,, 

a: ~0,99 7 
0 5 10 15 20 

Load current (mA} 
Courant de charge 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE LIMITATION 
ENCOURANT 

·i 
-ll 
.§o,so 

g,j 
~..!!!0,60 

>-ll 
g_.~0,40 
5..!!! 
0~ 
., s 
.~.go,20 

~-~ 
a:~ 0 

I I 
10~ 

-ti= 1006 .... " 
Rs~= 

I 

I I I 
I I 

!j = QOC-
t; = 25°c 

~ 

5 10 

" 

15 20 25 30 35 40 45 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT CIRCUIT 

1 0 '--lo,-~-=2'=0~--=4'=0~--,6~0,...._--,8t:Oc-' 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

SF.C 2300 

REGULATION CHARACTE.f!ISTICS WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
AVEC LIM/TA TION DE CDURANT 

I I I 
Rsc~ 10r!-

I I 

--.... ....... 
!j = 10°c, '\." 

- I I \ 1 I I 
\ \ lj = 0DC 

_ti = 25°C........i \ .... \ 
1 

I I 
I I 

5 10 15 20 25 30 35 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIM/TA TJON DE CDURANT 

0,4 

0,35 

0,3 

• ..... 

' ... , 
'i.... 

'""" 
0 20406080 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALUES 
VALEUR OPTIMUM DU PONT DIVISEUR 

(R1)40 6'R2) I I 
I --- R2 

30 a = ., 
'-' ~ 20 C: Q 
"'s t:fl 
·~:~ 
a: 0: 

10 

... 

I 
I j 

I I 

R1 • 
I 
II 
I 

II 

1RWR2 = 2 2kr1 

I II .. II 
I~ II 
I II 
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0,1 

>-~ 0,4 

~~ 0,3 
0" 

:~~ 0,2 
~-£! 0,1 
-0 ~ 
~~ 0 
!3~ 
0 ~-o., 
;.§-0,2 
;"·!-o,3 
o::. -0,4 

MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

Vo= 2V 

- --....... 
-

0 20406080 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STABILISATION VIS A VIS 
DE LA TENSION O'ENTREE 

\ 
\ 
1 

' 
~ 
~ 

" ....... 
2 5 10 20 30 50 

Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION OE CHARGE 

CL= 0 
,,-

... .. 
I 

0 

CL= 1µF 

.lil .c.J_ 
- -.. 

Ase= ,on 
IFL = 20mA 
INL = 3mA 
Vo = ,ov 

I I I 

5 10 15 20 
Time (µs) 
Temps 
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if 
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.=:'.,Q) 0.., 
> s 

1·@ 
~~ 

13 
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,, 
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REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

'o' 
I l 

= 28mA 
Ase= ion 
Vo = ,ov 

..... -~ -- -

0 2040 60 80 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

MINIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MINIMAL 

J 

I/ 
J 

1 
I 

I/ 
I , 

.J 
0 10 20 30 40 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension en tree sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE AUNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

Ase= ,on 

CL= 0 
c.N1 = 5V -
Vo = 1QV_ 

1· I 

' . ' CL = 1µF 

5 10 15 20 
Time (µs) 
Temps 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating junction 

SF.C 2104 M,SF.C 2204,SF.C 2304 

NEGATIVE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION NEGATIVE 

!See § absolute maximum ratings) 
(Voir § Jimites abso/ues) 

Type Package temperature range Storage temperature V1 V1-VO p* lomax 
Bo1tier Gamme de temperature Temperature de stock age IV) IV) lmV) lmA) 

dejonction 

SF.C 2104 M TO-100 -55°ca+150°c -65°C, +150°C 50 50 500 25 

SF.C 2204 TO-100 -25°C a +100°C -65°C, +150°C 50 50 500 25 

SF.C 2304 TO-100 0°C a+ 85°C --65°C, +150°C 40 40 500 25 

* Rth J - case =45°C/W, Rth J - amb = 150°C/W 

General description 

The SF.C 2104 M is a negative voltage regulator 
which can be programmed by a single external resis
tor to supply any voltage from 40V down to zero 
while operating from a single unregulated supply. It 
can also provide better regulation in circuits using a 
separate, floating bias supply, where the output vol
tage is limited only by the breakdown of external 
pass transistors. Although designed primarily as a 
linear, series regulator, the circuit can be used as a 
switching regulator; a current regulator or in a num
ber of other control applications. 

Typical performance characteristics are : 

- 1 mV regulation no load to full load 
- 0,01 %/V line regulation 
- 0,2mV /V ripple rejection 

The SF .C 2104 M is a complement of the SF .C 2100 M 
and SF .C 2105 M positive regulators, intended for 
systems requiring regulated negative voltages which 
have a common ground with the unregulated supply. 
By itself, it can deliver output currents to 25mA, but 
external transistors, can be added to get any desired 
current. The output voltage is set by external resis
tors, and either constant or foldback current limi
ting is made available. 

:llL '"°"''"·"'" ... __ 

Description generate 

Le SF.C 2104 M est un regulateur de tension negative dont 
la tension de sortie peut Otre reglee de O a 40V par l'ajuste
ment d'une seule resistance exterieure. 
Normalement, ii ne necessite pas la presence d'une source 
autre que la source a reguler, mais un taux de regulation 
superieur peut Otre obtenu a !'aide d'une source de polarisa
tion l'xtfirieure, la tension de sortie litant uniquement limitee 
dans ce cas par la tenue en tension des transistors exterieurs. 
Le SF.C 2104 M peut fonctionner en re{/ulateur lineaire ou a 
decoupage, Otre utilise en source de courant ou dans de nom
breuses autres applications. 

Caracteristiques typiques : 

- Variation de la tension de sortie . 1mV (courant de sortie 
de oa 20mAJ 

- Regulation en tension . 0,01%/V 
- Taux. de filtrage ; 0,2m VIV 

Le SF.C 2104 M est complementaire des re{Julateurs de ten
sion positive SF.C 2100 Met SF.C 2105 M; ii est principale
ment destine aux applications necessitant que /es tensions 
rtigulees et non regulees aient une masse commune. Seu/, ii 
peut delivrer des courants jusqu'/J 25mA, mais l'adjonction 
de transistors exterieurs permet d'atteindre n'importe que/ 
debit. La tension de sortie est fixee par des resistances exte
rieures et le courant delivre peut titre limite iJ une valeur 
constante ou automatiquement rCduit en cas de court circuit. 
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SF.C 2104 M, SF.C 2204, SF.C 2304 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0·100 
METAL CAN 
Boltier Metal Adjustment 

Top view 
Vue de dessus 

Regtage de tension 1 

Reference 
Reference 2 

RegulatFld output 
8 Sortie regul/Je 

Reference supply Booster 
·Polarisation Ballast 

Compensation Current limit 
Compensation Limitation de courant 

Schematic 
Schema e/ectrique 

Unregulated input 
Entree non rligul/Je 

Pin 5 connected to case 
La broche 5 est reliee au boitier 

Adjustment 
Rlig/age de tension 

r-~=~---~--.~-----.----.--09 Ground 

2 

Limitation de courant 

~--:ccc--~--t-'':c L----.--o Unregulated input. 
5 Entree non regutee 

Reference Reference supply Compensation 
Reference Polarisation Compensation 
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Principal features 
Donnees principales 

- Negative voltage regulator operating 
from 0 to-30 volts 

- Complement of the SF.C 2100 Mand 
SF .C 2105 M voltage regulators 

-0.01% load regulation 

- Output current to 1 0A with external 
pass transistors 

- Rt:gulateur de tension negative reg/age de 0 
a-30 volts 

- Complementaire des regu/ateurs de tension 

SF.C 2100 Met SF.C 2105 M 

- 0,01 % pour la regulation en charge 

- Courant sortie jusqu'B TOA avec transistors 
ballast exterieurs. 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS n'APPL/CA TIONS TYP/OUES 

BASIC REGULATOR CIRCUIT 
CIRCUIT REGULATEUR DE BASE 

~------<>--.--------oz:~~nd 
+ c, * 

4,7µF 

HIGH CURRENT SWITCHING REGULATOR 
REGULATEUR A DECOUPAGE A CDURANT DE 
SORTIE ELEV£ 

R1 
2,4krl 
1% 

+ C1 * 
BOl'F 

ra►H-c~...,,_ __ -oVo = ·SV 

1!1 ~~OµH lo < 3A 
t---+'--~01 

1N3880 

SF.C 2104 M, SF.C 2204, SF.C 2304 

HIGH CURRENT REGULATOR -10 V, 2 A 
REGULA TEUR DE TENSION 

02 

62n 

Ground 
Masse 

Vo= -10V 
IQ< 2A 

VI <-12V 

OPERATING WITH SEPARATE BIAS SUPPLY 
UTILISATION AVEC SOURCE OE POLAR/SA TION 
EXTERIEURE 

Vo (V) = R2 (!1) 
1000 

01 
BDX14 

Vt 

• Solid tantalum 
Condensateur au tantale 
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SF.C 2104 M, SF.C 2204, SF.C 2304 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYP/QUES 

200 mA REGULATOR 
REGULATEUR 200 mA 

SWITCHING REGULATOR WITH CURRENT 
LIMITING 
REGULATEUR A DECOUPAGE AVEC LIMITATION 
DECOURANT 

1% 

IMPROVING LINE REGULATIOr-. 
AMELIORATION DE LA REGULATION 
EN FONCT/ON OE LA TENSION D'ENTREE 

SWITCHING REGULATOR WITH OVERLOAD 
SHUTOFF 
REGULATEUR A DECOUPAGE A VEC COUPURE EN 
CAS OE SURCHARGE 

04 

C1 * 
-·aoµF 
35V 

Vo= -5V 
,....+----..----o IO ,c 3A 

L1 
54QµH 

D1 
1N 
3880 

V1 ,c -8,5V 

* Solid tantalum 
Condensateur au tanta/e 
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+ : Ceramic or paper condenser 
Condensateur papier ou ceramique 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Input voltage range 
v, Domaine de tension dientree 

Output voltage range 
Vo Domaine de tension de sortie 

b~~~!~~t~~!e~~!!~geen~~~-::~~!ial{Note 2) v,-vo 

Line regulation 
KVI Coefficient de regulation (Note 3) 

en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de r/Jgulation (Note 4) Kvo 
en fonction de la charge 

Ripple rejection Rvf 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
11s Courant a vide 

Output noise voltage 
VNO Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage KvT 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
KVH Stabilite dans le temps 

Output voltage scale factor 
Reg/age de la tension de sortie 

TEST CONDITIONS 
CONO/T/ONS DE 

MESURE 

IQ = 20mA 

IQ = 5mA 

Vo ,a;; -5V, "Vi = o.1v 1 

0 ,( lo.;; 20mA 

Rsc = 15.11 

c1.9 = 10µF v, <-15V 
f = 100Hz -7V;,,V1>-15V 

lo = 5mA 
Vo =0 

Vo =-40V 

1 0Hz,(f,(1 0KH 
Vo.;;-5V,C1.9=0 

C1.9=10µF 

Vo .;; -1V 

Vo .;; -1V 

R2.3 = 2,4kl1 

SF.C 2104 M 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UN/TE5 

-50 -8 V 

-40 -0,015 V 

2 50 
V 

0,5 50 

0,056 0,1 % 

1 5 mV 

0,2 0,5 
mVN 

0,5 1 

1,7 2,5 
mA 

3,6 5 

0,007 % 

15 µV 

0,3 1 % 

0,1 1 % 

1,8 2 2,2 V/k.11 

NOTE 1 · These specifications apply for junction temperatures between -55°C and 150°C and for input and output 
voltages within the ranges given, unless otherwise specified. The load and line regulation specifications are 
for constant junction temperature. Temperature drift effects must be taken into account separately when 
the unit is operating under conditions of high dissipation. (unless otherwise specified ti= 25°C) 
Specifications app/icables pour des temperatures de jonction comprises entre -55°C et 150°C et pour des tensions entree 
et sortie a l'interieur des Umites autorisef!s, sauf specification contraire. 
Les taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'wtree sont valables pour une temperature de jonction cons
tante; /es variations de la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jonction doivent etre determinees stipa
rement si ta puissance dissipee est i!levee. (sauf indications contraires tj =25°CJ 

NOTE 2 · When external booster transistors are used, the minimum output-input voltage differential is increased, in 
the worst case, by approximately 1 V. 
Ouand des transistors ballast sont utilises, la valeur minimale de la difference de tension entree sortie est augmentee de 1 V 
environ dans le cas le plus dtJfavorable. 

NOTE 3 - With zero output, the de line regulation is determined from the ripple rejection. Hence, with output 
voltages between 0V and -5V, a de output variation, determined from the ripple rejection, must be 
added to find the worst-case line regulation. 
Ouand la tension de sortie est voisine de zero, sa variation est fixee par le taux de filtrage. Pour une tension de sortie entre 
O et -5V ii faut tenir compte du taux de filtrage pour obtenir le taux de regulation en tension dans le pire cas. 

NOTE 4 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors. 
Le courant de sortie et le taux de re{Julation vis a vis de la charge peuvent etre ameliores par adjonction de transistors 
ballast extfirieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement egal au gain composite des transistors ajoutes. 
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SF.C 2104 M 
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LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCTION DE LA CHARGE 

10 

~ 8 

0 

5 10 15 20 
Load current (mA) 
Courant de sortie 

25 

CURRENT LIMITING 
LIM/TA TION DE COURANT 

~I I 1• I ·~ - --=--1~-
- ii- ~; -

I - "' ll .\,-I ~ ~-- +~-0 - "-I n 

Ase = ,snl I 

0 

! 
I 

i 
20 30 40 

Load current (mA) 
Courant de charge 

I 
I 
I 

I 
50 60 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION WITH 
PREREGULATED REFERENCE SUPPLY 
TAUX DE STABILISATION AVEC SOURCE 
DE POLARISATION PREREGULEE 

0,03 

0 
0 

I I I 

' 
V3.9 =-9V 

\ 
\ 

I'-, 

' -
10 20 30 40 

Input voltage IV) 
Tension d'entree 

~ 

50 

LOAD REGULATION 
REGULATION EN FDNCTION DE LA CHARGE 

0 
' ..... -r-,;;:: .... 

-2 
"".:'.I. 

• 11, 
-4 

II -· 
-6 Ase = 25,n 11-" 

II II - .:. II 

-8 

-10 
0 

I 

I -
II "' I"' "' - "' 0 

11 ~ "' C) 

C) - 0 

I C) 

1~oad cu~~ent (ml~ 
Courant de charge 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 

>-

>-

>-

>-

-
40 

TAUX DE STABILISATION EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

0,1 

0 
0 

--~ >t E ~ o,8 ,-
-s 
.c • 
o,..!! el o.6 

:; :~ 
~-g 0,4 

"'. o..~ 
.9-] 0,2 
o:c 

I 
\ 

' ,. 
' " ........ 

--
10 20 30 40 

r--

Input voltage IV) 
Tension d'entree 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FILTRAGE 

I I I I I I 
V ripple 

50 

I 

V ondulation en tree= 1Vpp 
f = 100Hz 
C1.9= 10µF 

I 
\ 

I\. ,_ 

10 20 30 40 
Input voltage IV) 
Tension d'entree 

----

50 



CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION OE COURANT 
1 

' 
' ' 

' ' ' " " I ........ 0,4' 
-=7&.50 -25 0 26 60 75 100 126 150 

Junction temperature ( ° C) 

8 

6 

_ Temperature de jonction 

MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

.,,,,,.. .... 
~ ---

-75. -50 -25 0 25 50 76 100 125150 

40 

20 

0 

-20 

-40 

Junction temperature ( ° C) 
Tempef'ature de jonction 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION OE CHARGE 

r\ 
\ 
-

0 

Vo = 10V 
Co = 1µF 
INL = 5mA 
lfL = 16mA 
t, "- 5ns 

I 
I/ 

10 20 
Time (µs) 
Temps 

30 

SF.C2104M 

1 

2 

1· 

n 

REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I 
>--Vo =10V 

Rsc= o 

J 

V 

"'io"'.? L .._ 
\0 ~ ........., 

~ 
,_. I I 

- ,-lo = 5mA -- I- -+-r-, ~ -
-75 .50 -25 0 25 50 75 1001125150 

Junction temperature ( ° C) 
T9mp4rature de jonction 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

4 

20 

Vo = 1ov+--+--+--+----I 
6V1 = 1V 
,, .;;5ns 
Co = 1µF 

+--+-Hr--+---1 

-4o ..... ~.•o-..... _,_o_....__20,___.._3_.o 
Time (µs) 

6 

5 

4 

3 

,,,.. 

Temps 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

I. I I 
V1 =. -50V 

_,----
i,...-~-

i..--

10 20 30 
Output voltage (V) 
Tension de sortie 

40 
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SF.C 2204 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 
Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation ( Note 3) 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 
Output voltage scale factor 
Rl!g/age de la tension de sortie 

(Note 4) 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

= 20mA 

5mA 

Vo ,;; -5V, .sVI = 0,1VI 

0 ,;; IQ,;; 20mA 

Rsc = 15!1 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE5 

-50 -8 V 

-40 -0,015 V 

2 50 
V 

0,5 50 

0,056 0,1 % 

5 mV 

c,_g = 
f = 

10µ F >--V_1_<_-_15_V __ -+----+-0,_2-+_0_,_5....., mV /V 
100Hz-7V;;,V1;:,-15V 0,5 1 

IQ 
= 5mA >--V_o_=_0 ___ -+----+-1,_7-+_2_,_5....., mA 

Vo =-40V 

10Hz,;;f,;;1 OK Hz Vo,;;- 5V.C1-9 = 0 

C1.9=10µF 

Vo ,;; -1V 

VQ ,;; -1V 

R2.3 = 2,4kl1 

3,6 5 

0,007 

15 

% 

µV 

0,3 1 % 

0,1 1 % 

1,8 2 2,2 V/kl1 

NOTE 1 - These specifications apply for junction temperatures between -25°C_and 100° C and for input and output 
voltages within the ranges given, unless otherwise specified. The load and line regulJtion specifications are 
for constant junction temperature. Temperature drift effects must be taken into account separately when 
the unit is operating under conditions of high dissipation. (unless otherwise specified tj = 25°) 
Specifications applicables pour des temperatures de jonction comprises entre -25°C et 100°C et pour des tensions encree 
et sortie a l'interieur des limites autorisees, sauf specification contraire. 
Les taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'entree sont valables pour une temperature de jonction cons
tante; Jes variations de la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jonction doivent ~tre dtJtermintJes stJpa
rement si la puissance dissiptJe est lllevee. (sauf indications contraires tj =25°C) 

NOTE 2 - When external booster transistors are used, the minimum output-input voltage differential is increased, in 
the worst case, by approximately 1 V. 
Ouand des transistors ballast sont utilises, la valeur minima/e de la difference de tension entree sortie est augmentee de 1 V 
environ dans le cas le plus defavorable. 

NOTE 3 - With zero output, the de line regulation is determined from the ripple rejection. Hence, with output 
voltages between OV and -5V, a de output variation, determined from the ripple rejection, must be 
added to find the worst-case line regulation. 
Ouand la tension de sortie est voisine de zero, sa variation est fixee par le taux de filtrage. Pour une tension de sortie entre 
0 et -SV ii faut tenir compte du taux de filtrage pour obtenir le taux de regulation en tension dans le pire cas. 

NOTE 4 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors. 
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Le courant de sortie et le taux de regulation vis a vis de la charge peuvent FJtre am/3/iores par adjonction de transistors 
ballast exterieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement egal au gain composite des transistors ajoutes. 
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~-! 
"'' ~o 

~i 
g_.§ 
5~ 
0~ 

LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCTION DE 
LA CHARGE 

'i = 85°c - -0 ~r-,,, - /I I 

-1 

-_2 

-3 I 

-4 

I -5 
0 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
10 

'i 

~ liU,,.. 

I Ti~ f:'11: I 
= 25ocl - tj = -25°c f--

Ase= 15n 

5 10 15 20 
Load current (mA) 
Courant de charge 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION OE COURANT 

I 

I 
I 

I --'7 -
-" I -" f---11 -11 --

11 I 
0, -!ll f-- !ll -
U1 -~ 0 
0 f-- (") -(") 

I ' 

25 

-
-
-
-

Ase= 15n 

20 30 40 50 
Load current (mA) 
Courant de charge 

60 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION WITH 
PREREGULATED REFERENCE SUPPLY 
TAUX DE STAB/LISA T/ON A VEC SOURCE 
DE POLARISATION PREREGULEE 

0,03 

0 

I I I 

' V3-9 = -9V 

\ 
\ 

" ' ~ 

10 20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entree 

~ 

50 

SF.C 2204 

LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCT/ON DE 
LA CHARGE 

-. --

-10 
0 

r,1111 .... 
\ ~ 

~~-"',~\ 
-· I II II I 

II ,_, I 

~ ~ ~I 
0 (") 0 

Ase = 25n 
(") (")I 

I I I I 
I I 

10 20 30 
Load current (mA) 
Courant de charge 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 

40 

TAUX DE STAB/LISA T/ON EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

0,1 

0,08 

0,06 

0,04 

0,02 

0 
0 

-
-
-

0 

I 
\ 
\ 

" " " , .... 
--

10 20 30 40 

-
-

T 
\ 

Input voltage (V) 
Tension d'entree 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

I I I I I 
Vripple = 1 Ypp --
Vondulation entree - -
f = 100Hz 
C1.9= 10µF 

\.. ....._ 

10 20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entree 

50 

-
-

50 
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SF.C 2204 
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CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION DE COURANT 

i-.... 
r-, -.... ..... 

r-,...._ 

,0,4 
---30 ---10 10 30 50 70 90 

7,5 

6,5 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION MIN/MALE D'ENTREE 

.......... 
~ ..... 

......... 

---30 ---10 10 30 50 70 90 

40 

20 

0 

---20 

---40 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE AUNE 
VARIATION OE CHARGE 

Vo = 10V 
Co = 1µF -

f\ 
\ 

----

INL = 5mA 
IFL = 15mA-
t, ~ 5ns 

-
I 

V 

10 20 
Time (µs) 
Temps 

30 

~ .s 
C ·e 

"O 

E 
" t:·~ ::, ,_ 
u,l; 
>" .0 ~ 

-g ~ "', 
ci.i8 

11 

10 

REGULATOR DROPot!T VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I I 
_vo =1ov 

Rsc= o 

i.,' ..... 

lo= 20mA ~' __ .,.,. 
c-i..-----
f---+- f----IO 5mA -

---30 ---10 10 30 50 70 90 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE LA TENSION D'ENTREE 

40 

---40 

6 

5 

4 

3 

2 

0 

I I 
_ vo = 10V 

6VI = 1V _,, :::;;;;: 5ns 
Co ·= 1µF r'\ c 1.9 = o 

... 

0 

... \ .,, 
!.c1.9=0,0_1µF 

I 
" 

0 10 20 
Time (µs) 
Temps 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

I I 
VI = ---50V 

---
_.. 

~ 
_.. .... -

10 20 30 
Output voltage (V) 
Tension de sortie 

30 

-

40 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 
Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation ( Note 3) 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation (Note 4) 
en fonction de la charqe 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficie11t 
of output voltage 
Coefficient de temperature mo yen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

Output voltage scale factor 
R#Jglage de la tension de sortie 

SF.C 2304 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

= 20mA 

5mA 

Vo ,a;; -5V, AV/ = 0, 1v, 

O ,a;; lo ,a;; 20mA 

Rsc = 1511 

C1.9 = 10µF V1 <-15V 

VALUES 
VAL EU RS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

-40 -8 V 

-30 -0,035 V 

2 40 
V 

0,5 40 

0,056 0,1 % 

1 5 mV 

0,2 0,5 

f = 100Hz-7V;,,v,;;,-15V 0,5 1 
mV/V 

lo 
= 5mA .... v_o_=_0 ___ --1--_-1-_1,_7_,.__2_,_5_, mA 

Vo =-30V 

10Hz<;;f<;;10KHz Vo,c;;- 5\/,Cl.g =O 
C1.9=10µF 

Vo ,a;; -1V 

Vo ,a;; -1V 

R2.3 = 2,4k!1 1,8 

3,6 5 

0,007 

15 

0,3 

0,1 

% 

µV 

% 

% 

2 2,2 I V/k!1 

NOTE 1 . These specifications apply for junction temperatures between 0° C and 85° C and for input and output 
voltages within the ranges given, unless otherwise specified. The load and line regulJtion specifications are 
for constant junction temperature. Temperature drift effects must be taken into account separately when 
the unit is operating under conditions of high dissipation. (unless otherwise specified tj = 25°C) 
Specifications applicables pour des temperatures de jonction comprises entre ooc et 850C et pour des tensions entree 
et sortie a l'interieur des limites autorisees, sauf specification contraire. 
Les taux de regulation vis a vis de la charge et de la tension d'wtree sont valables pour une temperature de jonction cons• 
tante; /es variations de la tension de sortie dues aux variations de la temperature de jonction doivent l}tre d/Jtermin/Jes sepa
r/Jment si la puissance dissip/Je est eJevee. (sauf indications contraires tj = 25°C) 

NOTE 2 . When external booster transistors are used, the minimum output·-input voltage differential is increased, in 
the worst case, by approximately 1V. 
Ouand des transistors ballast sont utilises, la valeur minimale de la difference de tension entree sortie est augmentee de 1 V 
environ dans le cas le plus defavorable. 

NOTE 3 . With zero output, the de line regulation is determined from the ripple rejection. Hence, with output 
voltages between OV and -5V, a de output variation, determined from the ripple rejection, must be 
added to find the worst-case line regulation. 
Ouand la tension de sortie est voisine de zero, sa variation est fixee par le taux de filtrage. Pour une tension de sortie entre 
0 et -5V ii faut tenir compte du taux de filtrage pour obtenir le taux de regulation en tension dans le pire cas. 

NOTE 4 • The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors. 
Le courant de sortie et le taux de rt}gulation vis a vis de la charge peuvent t§tre ameliores par adjonction de transistors 
ballast exttirieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement /Jgal au gain composite des transistors ajoutt!!s. 
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LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCT/ON DE LA 
CHARGE 

.... ...__ I I I -.... ~-tj ~ ~QO✓ -

~ ~ L-:j = 25°c !' r"""-,-.c--

' 
I T 7 
!j = o°C 

1 ' L--- Ase = 15:n 
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CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION DE COURANT 
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REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION O'ENTREE MIN/MALE 
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SF.C 2105 M,SF.C 2205,SF.C 2305 

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION POSITIVE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See !i absolute maximum ratings) 
(Voir §" limitn abso/ues) 

Operating junction I 

V1 V1-Vo P* 1Omax Type Package temperature range Storage temperature 
Bo1tier Gamme de temperature Temperature de stock age (V) (V) (mW) (mA) 

jonction de fonctionnemsn·t 

SF.C 2105 M TO-99 -55°C, +150°C -65°C, +150°C 50 40 500 25 

SF.C 2205 TO-99 -25°C, +100°C -65°C, +150°C 50 40 500 25 

SF.C 2305 TO-99 0°C, + 85°C -65°C, +150°C 40 40 500 25 

*Rth J - case =45°C/W, Rth J - amb = 150°C/W 

General description 

The SF.C 2105 M is a positive voltage regulator simi
lar to the SF .C 2100 M except that an extra gain 
stage has been added for improved regulation. A rede
sign of the biasing circuitry removes any minimum 
load current requirement and at the same time redu
ces standby current drain, permitting higher voltage 
operation. It is a direct plug-in replacement for the 
SF.C 2100 M in both linear and switching regulator 
circuits with output voltages greater than 4,SV. 

Important characteristics of these circuits are : 
- Output voltage adjustable from 4,5V to 40V 
(SF.C 2105 Mand SF.C 2205), from 4,5V to 30V 
(SF.C 2305). 
- Output currents in excess of TOA possible by ad
ding external transistors. 
- Load regulation better than 0, 1%, full load with 
current limiting. 
- DC line regulation guaranteed at 0,03%/V. 
- Ripple rejection of 0,01%/V. 

Additional features are : fast response to both load 
and line transients, freedom from oscillations with 
varying resistive and reactive loads and the ability 
to start reliably on any load within rating. 

Description generale 

Le SF.C 2105 M est un r(Jgulateur de tension positive ana
logue au SF.C 2100 M, a !'exception d'un etage d'ampli
fication suppltimentaire ajoute pour ameliorer la caracteris
tique de regulation. Une modification du circuit de polari
sation evite une specification en courant de charge minimal, 
reduit la consommation interne et permet l'accroissement 
des tensions de fonctionnement. Le brochage identique per
met l'interchangeabilite avec le SF.C 2100 M pour une 
tension de sortie superieure a 4,5V en regulation lineBire 
ou "8 decoupage" 

Principales caracttiristiques . 
- Tension de sortie reg/able de 4,5 a 40V (SF.C 2105 M 
et SF.C 2205), de 4,5 a 30V /SF.C 2305). 
- Possibilite de debit jusqu'a plus de 10A par adjonction 
de transistors exttirieurs. 
- Regulation meilleure que 0, 1 % pour /es variations ex
tremes de charge avec limitation de courant. 
- Regulation en fonction de la tension d'entree garantie 
a 0.03%/V. 
- Taux de filtrage en sortie: 0,01%/V. 

Autres caracteristiques : Rtiponse rapide aux variations 
de charge et tension d'entr/Je, absence d'oscillations que la 
charge soit resistive ou reactive, fonctionnement assure a la 
mise sous tension quelle que soit la charge. 
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SF.C 2105 M, SF.C 2205, SF.C 2305 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Bo1tier mtltal 

Ragu lated output 
Sortie rBf/UIN 

Current limit 
Limitation de courant 1 

Booster output 
Ballast extlJrieur 2 

Unregulated input 3 
Entrefl non r(Jgu/(Je 

Ground 
Masse 

Pin 4 connected to case 

Top view 
Vue dec/Bssus 

La brochs 4 est rB/iff au battier 
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Schematic 
Schema e/ectrique 

3 

2 

B 

7 

6 

5 

4 

Unregulated input 
Entnfe non r(Jgulee 

Booster output 
Ballast extlJrieur 

Current limit 
Limitation de courant 

Regulated output 
Sortie r(Jgu/H 

Compensation 
Compensation 

Feedback 
Ri!troaction 

Reference bypass 
Df!couplage 

Ground 
Masse 

Principal features 
Donnees principales 

- Positive or negative supply operation. 

- Series, shunt, switching, or linear operation. 

- 0.02% typical load regulation 
0.06%/V max. line regulation 

- Fast response to both load and line 
transients. 

- Rlgulateur de tension pour alimentation 
positive et n4gative. 

- Fonctionnement en rsgtllateur lineBire ou 
ii dkoupage, en rdgulatsur shunt ou s/Jrie. 

- 0,02 % typique pour la r,Jgu/ation en charge 

0,06 %/V max pour la r'9ulation en fonction 

de la tension d'entrH. 

- Rl!ponse rapids aux variations de charge et 
tension d'entree. 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYPIOUES 

SF.C 2105 M, SF.C 2205, SF.C 2305 

LINEAR REGULATOR WITH FOLDBACK CURRENT LIMITING 
REGULA TEUR DE TENSION A VEC REDUCTION AUTDMA TIQUE 

CURRENT REGULATOR 
REGULATEUR DE COURANT 

01 

VI > 18V 

25!1 

R2 
2,27kn 

,.1% 

SHUNT REGULATOR Vo < 0 
REGULATEUR SHUNT SF.C 2205 -SF.C 2305 

D1 
1 N382,_1 A-...--3-~3V 

01 
~--+---+-----➔ BDX14 

R1 
11,1kil D1 

1% 1N3880 

R2 
2,44k n 
1% 

Vo = -10V 
200m~ 

10A REGULATOR WITH FOLDBACK CURRENT LIMITING. 
REGULATEUR DE TENSION TOA AVEC REDUCTION AUTOMA T/QUE 
DU COURANT DE COURT-CIRCUIT. 

03 
"' 2N3772 :::] 

+ 
C4* 14,7/<F 
3,5V 

R3 

R6 
1son 

R·1 
5,55k&1 
1% 

SF.C 2105 M 

Vo =5V 

+ C1 

10V 
r5QQµF 

R2 
3,15kil VI 1% 

SF.C 2205-SF.C 2305 

,-----------+----+-0VI 

SWITCHING REGULATOR 
REGULA TEUR A DECOUPAGE 

R4 
2M!1 

lo 1A 

SF.C 2305 

1A REGULATOR WITH PROTECTIVE DIODES 
REGULATEUR DE TENSION TA A VEC DIODES DE 
PROTECTION SF.C 2105 M 

02□ 1N3880 

R3 + C1 Vo= 28V 
02 

0,2n 
4WF .. 

R1 35V D1 
1 N 3880 

31 
k!l 
1% 

R2 
2,13kn 
1% 

0 Protects against shorted input or inductive loads on unregulated supply 
Protection contre /es courts-circuits et /es inductions a /'entree 

*Solid tantalum 
Condensateur au tantale 

• Protects against input voltage reversal 
Protection contre /'inversion de tension a f'entree 

_... Protects against output voltage reversal 
Protection contre !'inversion de tension a la sortie 
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SF.C 2105 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entr/Je 

Output voltage range 
Domaine de tension de mrtie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entree-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrtJe 

. 
Load regulation 
Coefficient de rel}ulation (Note 2) 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Coursnt Ai vide 

Reference voltage 
Tension de r/Jfl!rence 

Ou¢put noise voltage 
Ten,ion de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temp,raturB moyen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilitt1 dans le temps 

Current limit- sense.voltage 
Tension de d/Jc/Bnch""ement de la 
limitation de courant 

(Note 1) 
Temperature performance 
Comportement en temperature 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

V1 8,5 50 V 

Vo 4,5 40 V 

V1-Vo 3 30 V 

Kv1 
~o< 5V 0,025 0,06 

%/V 
v 1 -Vo> 5V 0,015 0,03 

ti= 25°c 0,02 0,05 

Kvo 0<lo<12mA ti= 150°c 0,03 0,1 % 

Rsc= 10n 
ti= -55°C 0,03 0,1 

Rvf CREF=l0µF, f = 100 Hz 0,003 0,01 %/V 

11B VI = 50V 0,8 2 mA 

vref 1,63 1,7 1,81 V 

jCREF = a 0,005 
VNO fOHz<f<10KHzf % 

CREF > 0,lµF 0,002 

KVT 0,3 1 % 

KVH 0,1 1 % 

VSL 
Rsc=1on, ti= 25°c 

225 300 315 mV 
Vo = a 

NOTE 1 - These specifications apply for a junctio.n temperature between -·55°C and+ 15Q°C, for input and out
put voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by·the feedback terminal of 2kn, 
unless otherwise specified. The load and line regulation specifications are fore-constant junction tempera
ture. Temperature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under 
condi!ions of high dissibation. (unless otherwise specified ti= 25°C) 

S~ificai:ioni appHcables pourdes temf]ellltures de janction camprisesentre -55 ° C et + 150 o C, pour des tensions 
11ntree et sortie 8 l'in~rieµr-.des limites autoristJes et une impeda,ice ·du pont diviseur de sortie vue de la borne 6 ligale 
B 2kfl. :, sauf specification contraire. Le tau-x de re(Julation vis a vis de la charge Bt de la tension d'entreB. sont valables 

pour UFle templrature de j~nction constante. Les v11riations de la ten1ion de sortie dues aux variations de la tempf!raturt1 
de fonction doivent 6tre t:Mter.m;,,ees &eoarement si la puiS1ance dissipee est e/evee. (sauf indications contraires tj = 25ocJ 

N'OTE ·2 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors . 
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. Le couNJnt de sortie et le taux de rei,ulation vis B Vi$ de la ~harge peuvent dtre am/Jliofes par adjonction de transistors 

ballast exteri~urs. Lt• facteur d'amtllioration est approximat1vement (!gal au gain composite des transistors ajoutes. 
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LOAO REGULATION WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIOUES DE REGULATION 
SANS LIMITATION DE COURANT 

..... ~ ~-... tj = 1500c .. ..... I"""'-, ~· ~--- --' -,..... ..... -. "''i = 25°C 

Ase= o tj = -55°C '"• .. 

5 10 15 
Load current (mA) 
Coursnt de charge 

,., 

20 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE LIMITATION 
DE COURANT 
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SF.C 2105 M 

LOAD REGULATION WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
AVEC LIMITATION OE COURANT 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TEN'S/ON DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION DE COURANT .. 

0,6 I()._;; 5mA 

0,5 

"'""'--
..... 

"""--0,4 ..... ""'--
I"" ...... 

0,3 ..... 

0,2 
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125150 

Junction temperature ( ° C) 
Templraturs de jonctlon 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALUES 
VALEUR OPTIMUM DU PONT DIVISEUR 
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. , 
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2,2 I 

R1I/R2 = 21<S1 

R1 lkll'l = 1,11Vo(V)_ 
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'- .__ --
10, 20 

Output voltage (V) 
Tension de rortie 
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50 
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SF.C 2105 M 
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MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I 
-vo=4,5V 

~ II"" 

~ 
,,,,,... 

...,,,,,,... 
~,,-

-75 -50-25 0 ,25 50 75100125150 
Junction temperature ( ° C) 
Tempdrature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STABILISATION VIS A VIS 
DE LA TENSION D'ENTREE 

0,1 

0,00 

Vo 10V -~ 
tamb - 25°c:t: 

~ 
_ I II 11_ 

~REF= 0 ... 
\. ~ ...._.._ 

CREF - 10µF 
~ 

f ~ 120Hz -I I 

1 I 
1 2 5 10 20 50 
Input-output voltage differential (V) 
DifMrence de tension entrtJe-sortie 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entree 
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!9..!!! 
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>~ 
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12 
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REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I 
Vo = 10V 
Ase= 10n 

• ~-- lo- 20m, -~ .... ·r-i· ,_, lo 1OmA 

lo-5mA ..... -

-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125150 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

MINIMUM OUTPUT VOLTAGE 
TE,'ISION OE SORTIE MIN/MALE 

/ 
/ 

/ 
~' ,,,r-

_,,, ... 
-75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 

Junction temperature (°Cl 
Temperature de jonction 

40 

0 

-40 

400 

0 

---400 

Line 

TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

I I I 
Tension d'entree l ---... 
- Ase= 10n 

- b.V1 = 5V 
Vo = 10V 

Ase= 10n -cL=O 
IFL = 20mA 

•••• CL = 1µF INL =1mA 

•... 
3 

Vo = 10V ...... -...... _ ... __ 

Load 
Char"" 

10, 20 
Time (µs) 
Temps 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entfee 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entrl!e-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrlJe 

Load regulation 
Coefficient de Tegu/ation (Note 2) 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de r/Jf/Jrence 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilit/J dans le temps 

Current limit sense voltage 
Tension de dectenchemenr de la 
limitation de courant 

SF.C 2205 

(Note 1) 
Temperature performance 
Comportement en temperature 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS VALEURS UNITS 
SYMBOLES 

CONDITIONS OE UNITE! 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

vi 8,5 50 V 

Vo 4,5 40 V 

Vi-Vo 3 30 V 

Kv1 
V I -v0 ,s;5V 0,025 0,06 

%/V 
V 1-Vo> 5V 0,015 0,03 

tj = 25°c 0,02 0,05 

Kvo o,;;; 10 ,;;; 12 mA 
% tj = 100°c 0,03 0,1 

Rsc = ,on 

tj =-25°C 0,03 0,1 

Rvf CREF=10µF, f=100Hz 0,003 0,0, %/V 

IIB V1 = 50V 0,8 2 mA 

vref 1,63 1,7 1,81 V 

ICREF = 0 0,005 
VNO 10Hz<f<10KHzl % 

CREF > 0,1µF 0,002 

KvT 0,3 1 % 

KvH 0,1 1 % 

VSL 
Rsc = 10n. ti= 25°c 

225 300 315 mV 
Vo = 0 

NOTE 1 - These specifications apply for a junction temperature between -25° C and+ 100° C, for input and out
put voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by the feedback terminal of 2kf2, 
unless otherwise specified. The load and line regulation specifications are for constant junction tempera
ture. Temperature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under 
conditions of high dissipation. (unless otherwise specified tj = 25°C) 

Specifications applicables pour des temperatures de jonction comprises entre -25° C et + 100° C, pour des tensions 
en tree et sortie ii l'int/Jrieur des limites autorisAes et une impedance du pant diviseur de sortie vue de la borne 6 (Jgale 
ii 2kn , sauf specification contraire. Le taux de r(Jgufation vis ii vis de fa charge et de la tension d'entr/Je sont valables 
pour une temperature de jonction constante. Les variations de fa tension de sortie dues aux variations de la temperature 
de jonction doivent 0tre determinees separement si la puissance dissipee est P,Jevee. (sauf indications contraires rj =25oc) 

NOTE 2 - The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors. 

Le courant de sortie et le taux de regulation vis ii vis de la charge peuvent t!tre ameliores par adjonction de transistors 
ballast exterieurs. Le facteur d'amtilioration est approximativement e(Jal au gain composite des transistors ajoutes. 
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SF.C 2205 
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LOAO REGULATION WITHOUT CURRENT 
LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
.SANS LIMITATION DE CQURANT 

"""""' 

-0,04 O 

.... ·- 'i = 100°c 
~ ... ~----

'i= 25oc~.,: ...... ~ ...... 
'i= -25DC~~ 

Rsc = o 

5 10 15 
Load current (mA) 
Courant de charge 

20 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE LIMITATION OE 
COURANT 

I I I 

11 I 

•• tj = -25°C 

!! 
tj _ 25°C .. 

11 
'i = 85°C--, ~ 

I I 
Rsc= 10n I II 

"4ti ~ ,oboe ' 
I 
II 

I I I 
10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant dtJ sortie 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT OE COURT-CIRCUIT 

-30 -10 10 30 50 70 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

50 

LOAD REGULATION WITH CURRENT 
LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
A VEC LIM/TAT/ON OE COURANT 

10 20 30 
Load current (mA) 
Courant de charge 

40 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION OE OECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION OE COURANT 

0,6 

~~ ,-....._ 
-r-,.. t--, ...... ,... 

0•2-3o -10 10 30 50 70 90 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALUES 
VALEUR OPTIMUM DU PONT DIVISEUR 

3,2 

3 

2,8 

2,6 

2,4 

2,2 

2 

\ 
.\ 

~ 

5 

R1//R2 = 2k!l 

I 
1,11Jo(V)-R1(k!l) = 

I' 
.._R2 

' ...... --
10 20 

Output voltage (V) 
Tension de sortie 

50 
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MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

Vo= 2 V 

_i..,, i..----

1....,L..-

i..---

-

-30 -10 10 30 50 70 90 

0,1 

0,001 

1,2 

1,1 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STABILISATION VIS A VIS 
DE LA TENSION D'ENTREE 

Vo = 10V 

l J tamb = 2s 0 c 
........ Cr~f- 0 

'11.. 
~~ r-... 

~ 

L.__ Cref == 1 OµF -
f ;;,. 120Hz 

1 2 5 10 20 50 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree-sortie 

STANOBY CURRENT ORAIN 
COURANT DERIVE 

20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entrt§e 

50 

SF.C 2205 
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11 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

REGULATOR OROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I I 
Vo = 10V 
Ase= 10n 

... lo - 20mA ... .._ r-1-~ --- lo 10mA -
lo= 5mA 

,_,,,_ 
, ...... 

-30 -10 10 30 50 70 90 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

MINIMUM OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE MIN/MALE 

~ 
,) ... • 

,~i.,... 

_i.,.. ..... 

-30 -10 10 30 50 70 90 

40 

0 

-40 

400 

0 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

Line 

TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

Tension d'entrtie l .. .. 
L-- Ase = 10n ,.v, = 5V 
L--

Vo = 10 Ase = 10n 
1FL = 20mA -- CL= 0 INL = lmA .... CL= lµF Vo = 10V 

.. .... . ... ~-· Load 

-400 
0 

~harge 

10 20 30 
Time (µs) 
Temps 
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SF.C 2305 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entree-sortie 

1...1ne regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation (Note 2) 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de reference 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de /'egulation 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

Curren, limit sense voltage 
Tension de dec/enchement de la 
limitation de courant 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONDITIONS DE 
MESURE 

V1 

VO 

V1 -Vo 

Kv1 
V I -V0 ,;;;5V 

V I -Vo>5V 

tj = 25°c 

Kvo O<lo<12mA 
tj 85°C Rsc= 15n = 

tj = 0°C 

Rvf CREF = 10 µF, f=100Hz 

118 vi = 40 V 

vref 

_iCREF = 0 
VNO 

Temperature performance 
Comportement en temperature 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

8,5 50 V 

4,5 40 V 

3 30 V 

0,025 0,06 
%/V 

0,015 0,03 

0,02 0,05 

0,03 0,1 % 

0,03 0,1 

0,003 0,01 %/V 

0,8 2 mA 

1,63 1,7 1,81 V 

0,005 
% 10Hz,;;;t,;;10KHzl 

CREF > 0,1µF 0,002 

KVT 0,3 1 % 

KVH 0,1 1 % 

VSL 
Rsc = 10 n, t- = 25°c 

J 225 300 315 mV 
Vo = 0 

l'\OTE 1 - These specifications apply for a junction temperature between O ° C and + 85° C, for input and out
put voltages within the ranges given, and for a divider impedance seen by the feedback terminal of 2k!1, 
unless otherwise specified. The load and line regulation specifications are for constant junction tempera
ture. Temperature drift effects must be taken into account separately when the unit is operating under 
conditions of high dissipation. (unless otherwise specified tj = 25°C) 

Specifications applicables pour des temperatures de jonction comprisesentre O ° C et+ 850 C, pour des tensions 

entree et sortie a l'intf!rieur des limites autorisf!es et une impedance du pont diviseur de sortie vue de la borne 6 (!gale 

a 2kn , sauf specification contraire. Le taux de r/Jgulation vis a vis de la charge et de la tension d'entrf!e sont valables 

pour une temperature de jonction constante. Les variations de la tension de sortie dues aux variations de la temp6rature 
de jonction doivent Otre dliterminlies sliparflment si la puissance dissipee est (!levee. (sauf indications contraires ti= 250c) 

NOTE 2 · The output currents given, as well as the load regulation, can be increased by the addition of external 
transistors. The improvement factor will be roughly equal to the composite current gain of the added 
transistors. 

10112 
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Le courant de sortie et le taux de re!}ulation vis a vis de la :harge peuvent tltre aml!/iores par adjonction de transistors 

ballast extflrieurs. Le facteur d'amelioration est approximativement (}gal au gain composite des transistors ajoutes. 



LOAD REGULATION WITHOUT CURRENT 
LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
SANS LIM/TA TION OE COURANT 

-0,04 
0 

.... ~ -- I I -· .... ...... ~ = 950c 

tj = aoc-· ,..._.~ ... ' ...... 
,. ... 

Rsc = o 

5 10 15 
Load current (mA) 
Courant de charge 

20 

CURRENT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES OE LIMITATION 
DECOURANT 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
0 

. . 
'i = 85°C . I, 'i = ooc . 

I': I 
'i = 700c 

. 'i = 2s 0c . 
'II ,. . I . . . . . . . 

Rsp ~ 10n . 
I . 

10 20 30 40 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

50 

40 1---+-----a--+--+-+---+Ht--t--i 

0o 20 40 60 80 
Junction t~mperature ( ° C) 
Temp,Jratun, de jonction 

SF.C 2305 

~-e. 

LOAD REGULATION WITH CURRENT 
LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
AVEC LIMITATION DE COURANT 

0 1111;;;:;1:--i--;-+-t--+--t--i 

c:: 2 :i~-0,02 
.g -~-0,041---+-+---+__...+-ll-.l'---1----1-----l 
!i,l!! 
:3-!! 
0 ~-0,06 t--~-~-+-.+-;,---,f+-<o+-+-_, 
>c 
;.g 
5·~-0,08 l---+-+---l-~Hf-+-11---1-----l 

o:s Rsc =1on+----1....-++-11--+--l 

- 0 •10 10 20 30 
Load current (mA) 
Courant de charge 

40 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIM/TA TION OE COURANT 

0,6 

0,5 

0,4 
i-,.. 

0,3 

0,2 
0 

lo.;; 5mA 

-- --i,..., 

r-o 

20 40 60 80 
Junction temperature ( •c) 
Temperature de jonction 

OPTIMUM DIVIDER RESISTANCE VALUES 
VALEUR OPTIMUM DU PONT 0/V/SEUR 

3 
\ 

' a 2,8 
~ ' fl!l 2,6 C:: C 

.i.t 
2,4 .. .;: 

a:o: 

' 
2,2 

I 
R1//R2 = 2kU-

R1 (kn) =1,1 
I\ 

~ A2 
17 

~ 
........ ,_ 

10 20 
Output voltsge {V) 
Tension de sortie 

I 

VolVI_ 

-

50 

11/12 

467 

I 



SF.C 2305 

6 

0,1 

0,001 

1,1 

:? 
E 
C: 
"§ 
,:, 

E 
~~ 
a:~ 
>-"' 0,9 
.0 ~ 

-g e "', cna 

MINIMUM INPUT VOLTAGE 
TENSION MIN/MALE D'ENTREE 

Vo= 5V 

---..... 
~i--

_ ..... 

0 20 40 60 80 
Junction temperature (°Cl 
Temperature de jonction 

SUPPLY VOLTAGE REJECTION 
TAUX DE STABILISATION VISA VIS 
DE LA TENSION D'ENTREE 

Vo 10V 
tamb 25°C . 

II,. ....... 
I \. ~R,:_F = O 

~ 

_ CREF = 10µF 

f ~ 120 Hz 

I I I I I Ill 
1 10 20 50 
Input output voltage differential (VI 
Difference de tension entree-sortie 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

I,..--
.___ 

i-

~ 

_,,,,,,. 
V 

o,a10 20 30 40 

12112 
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Input voltage (VI 
Tension d'entree 

> 
E.·€ 

13 

11 

4,5 

4 

3,5 

3 

2,5 

0 

:H 
ii;.£? -40 

,:, ~ 

~~ 
f!.!! 400 
0~ 
> 0 g_.g 
+.a·~ 

cS~ 

REGULATOR DROPOUT VOLTAGE 
TENSION D'ENTREE MIN/MALE 

I I I 
Vo= 10V 

Rsc= 10n 

I 

-- !.<?.:.;~. 
I ' I --

--. 0:::: 10mA-- I ---• 
0 "' Sn,A ~- -·-

I 

0 20 40 60 80 
Junction temperature (°Cl 
Temperature de jonction 

MINIMUM OUTPUT VOLTAGE 
TENSION MIN/MALE DE SORTIE 

i.,.. 

~ 

_, 
~.,,. .,. 

i-- I""'"" 

0 20 40 60 80 
Junction temperature (°Cl 
Temperature de fonction 

TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

= 10!1 
= 5V 

= 10V 

= 10.f! 
= 20mA 

1 mA 
= 10V 

-400.~-~-~-~-----~ 
0 10 20 30 

Time (µs) 
Temps 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

Operating junction 

SF.C 2109 M ,SF.C 2209 ,SF.C 2309 

FIVE-VOLT REGULATORS 
REGULATEUR,SDE TENSIONS V 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

V1 p 1Omax. Type Package temperature range Storage temperature 
Battier Gsmme de remp,rature Templrature de •tock- (V) (W) (A) jonction de fonctionnement 

SF.C 2109 M TO-39 -55°C, +150°C -65°C, +150°C 35 

SF.C 2109 RM TO-3 -55°C, +150°C -65°C,+1S0•C 35 t; 
"C ~ 

t; 
"C ~ 

.~ ~ 
SF.C 2209 TO-39 -25°C, +150°C -65°C, +150°C 35 

-~ I ,h :§ ·! 
> 'S >'S 
=·S =-!:: 

SF.C 2209 R TO-3 -25°C, +150°C -65°C, +150°C 35 E-il .. 
E-s 

"·- a,·-

o•c, +12s•c -65°C, +150°C 35 
t: ,§ ~-S 

SF.C 2309 TO-39 - _, - _, 

SF.C 2309 R TO-3 o•c, +125°c -65°C, +150°C 35 

General description 

The S~.C 2109 M is a 6\' regulator fabricated on a 
single silicon chip. It is designed for local regulation 
ou digital logic cards. 

In TO-39package it can deliver output currents in 
excess of 200mA if adequate heat sinking is provided. 
With TO-3 power package the available output current 
is greater than 1 A. 

This regulator is essentially blow-out proof. Current 
limiting is included and thermal shut down is provi
ded to keep the f'C from overheating. If internal 
dissipation becomes too great, the _regulator will shut 
down to prevent excessive heating. 

Definition of terms 
· LINE REGULATION : 
The change in output voltage for a. change in the 
input voltage. l'lte me811Jre,inent is made und.er 
conditions of low dissipation or by using pulse 
techniques such that the average chip tempera
ture is not significantly affected. 

• LOAD REGULATION : 
The change in output voltage for a change in load 
current at constant chip temperature. 

· MAXIMUM POWEFI DISSIPATION : 
The maximum total device dissipation for which the 
regulator will operate within specifications, 

:llL --Cl< ~-

Description generate 

Le SF.C 2109 M est un rdgulattlUr 5V a structure monolithi

qut1. II 11st conseillfl pour la ref/Ulation locale dans Jes sous

en#mbles logiques. 

En boitierT0·39,il peut dllivrer un courant sup4rieur iJ 

200mA avec un radiateur ad«fuat. 

En boftier T0-3,/e courant de sortie disponible est wpflrieur 

ii 1A. 

O: r'9ulateur est particulilrsment bien prottlfJ' des destruc--

- tion,. II est doff d'une limitation de courant et d'une protet:

tion thsrmique rlJ11H1nant la rension B O si la dissipation 

devlent fJXCtJSSil/6. 

Dtlfinitions termin()/ogiques 

·REGULATION EN FONCTION DE LA TENSION D'ENTREE: 
Varlstion de la tension de sortltJ pour ufHI variation dtJ la 

tension d'entl'N L• m111e1~ Bit efflctuell dan1 des condi
tions de '-lble dissipation au en utll/Slll!tt une technique 

impu/JionMll..e telle que la tem(l4rature moyenne d11 la 

put/lie-de 1il/cHlm nt1 salt pas afftNJ'tfhl de f~on 1igniflcatlve. 

• REGULATION EN FONCT/ON DE LA CHARGE 
Varhltion de la tension de IOl'tie pour une IIBrllltion du cou

rantde eba,,e. la ~ratun, de la pastille d•1llicium re1tant 

constant& 

• PU/SSANCE 0/SSIPEE MAX/MALE: 
Puiuance totsle dlnil'ff dans le cirr:uit au-<hMJs de Jaquelle 

le r4gulateur Clll$tl de fonctior,fHlf S- l'in'tflrieur des spkifi

cations. 
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SF.C 2109 M, SF.C 2209, SF.C 2309 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-39 (CB-7) 
METAL CAN 
Boitier metal 

Ground connected to case 
La masse est re/i(Je au boitier 

Bottom view 
Vue de dessous 

1-Unregulated input 
Entree non re{Jultle 

2 _ Regulated output 
Sortie rt,gutee 

3-Ground 
Masse 

Schematic 
Schema electrique 

T0-3 (CB-19) 
METAL CAN 
Boitier ml!tal 

Ground connected to case 
La masse est reliee au boftier 

Bottom view 
Vue de dessous 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Fixed voltage regulator requires no 
external components for adjusting. 

- Can provided other values of regulated 
voltage·above 5V using separate, bias 
resistors. 

- Specified to be compatible, worst case, 
with TTL and DTL 

- Rd{lulateur serie a tension fixe, sans elements 

d'ajustage ext/Jrieur. 

04 
6,3V 

- Possibilite d'obtenir des tensions re{Jule&s 

superieures a 5V a /'aide de resistances de 
polarisation extfJrieures. 

2/15 
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Ground 
Masse 

- Spkifie pour ltre compatible, dans /es pires 

cas, avec Jes alimentations des circuits TTL et 
DTL. 



SF.C 2109 M, SF.C 2209, SF.C 2309 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYP/OUES 

HIGH STABILITY REGULATOR• 
REGULATEUR GRANDE STAB/LITE 

Input 
Entree 

C1 ** 
2,211F 

,_ ________________ ,..._,___, Output 
...__,____. Sortie 

R2t 
6k!1 
0,005% 

2 

R4' 
510k!1 
0,5% 

R3t BZX 4B 
10k!1 6,2V 
0,005% 

' 

V0 =10V 

C3 ** 
1"0.uF 

* Regulation better than 0,01 % load line and temperature can be 
obtained. 
Ce circuit permet d'obtenir une regulation meilleure que 0,01 % en fonction 
de la charge de la tension d'entrl!e et de la temperature. 

* Determines zener current. May be adjusted to minimize thermal drift. 
Determine le courant de zener. Peut Dtre ajustee pour rendre la derive thermique 
minimale. 

•• Solid tantalum 
Condensateur au tan tale 

t High stability resistors 
Resis_tances haute stabilite 

Input 
Entree 

FIXED 5 V REGULATOR 
REGULATEUR F!XE 5 V 

Output 
Sortie 

* Required if regulator is located an 
appreciable distance from power 
supply filter 

Nl!cessaire forsque le r{Jgulateur se trouve 
a une distance appreciable du filtre de 
l'alimentation. 

** Although no output capacitor is 
needed for stability it does improve 
transient response 
Bien que cette capacite ne soit pas neces
saire pour la stabilit/J, elle ameliore la 
r/Jponse transitoire. 

CURRENT REGULATOR 
REGULATEUR DE COURANT 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE AJUSTABLE 

Input 
Entree 

c, 
0,22µFI 

lo ._ ___ ._--n Output 

* Determines output current 
Determine le courant de sortie 

Sortie 

Input L>-----4>---1 
Entree 

Vo 

Output 
Sortie 

3115 
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SF.C 2109 M, SF.C 2209 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Notes 1, 21 
CARACTERIST!OUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

~.:LLE~~~ UNITS 
MIN. TYP. MAX. UNITES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Vadation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans. le temps 

= +25°C 

7 V ,;;; VI ,;;; 25 V 

5mA ,;;; IQ ,;;;200 mA, P<2 W 

7 V ,;;; VI < 25 V 

\ = +25°C 

= +25°C 

5mA ,;;; IQ ,;;; 0,5A 

7 V ,;;; VI ,;;; 25 V 

7 V ,;;; VI .;; 25 V 

5mA,;;; lo< 200•mA 

10Hz,;;; f ,;;; 100KHz 

lamb= +25°C 

4,7 5,05 5,3 

4,6 5,4 

4 50 

20 50 

5,2 10 

0,5 

0,8 

40 

10 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for -55° C,;;; W, ,;;; + 150° C (SF .C 2109 Ml, 
-25°C,;;; lj ,;;;+150°C(SF.C2209LV1=10V, IQ=0,1A. 

Sauf indication contraire, ces spl!cifications sont applicables pour --55°C,.,;;;; tj ¾ +150 °C (SF.C 210.q M), 
-250C<;; t; <;;T150°C/SF.C2209/, V1 = 10V, lo= 0,1A. 

NOTE 2 - Rth J - case = 15 ° C/W (typ.) 
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V 

mV 

mV 

mA 

mA 

µV 

mV 



MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PU/SSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

10 

- Infinite heat sink - -
Radiateur infini ----..... .... ", 

/ 
--✓- -

Wakefield heat sink - ....,. 
Radiateur usuel """- ' ~

0n~~!d:~~e:r / '\ \ 
50 75 100 125 150 

Ambient temperature ( ° C) 
Temperature ambiante 

DROPOUT VOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION ENTREE
SORTIE MIN/MALE 

2,5 r--r--.-..-...... -.--r--,-..--, 

6VQ ~ 100mV o~~~-~--~~~-~---
-75-50-25_ 0 25 50 75100125150 

101 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

V1 10V 

tamb 25°c 

"' 

-J / 

lo 20mA /.'I' 
~ lo 500mA 

10-2 
10 100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

SF.C 2109 M, SF.C 2209 

ii, 
:!?-
c 

PEAK OUTPUT CURRENT 
CDURANTCRETE DE SORTIE 

4 ,---,--,--~-..---r-~ 

3 

10 15 20 25 30 
Input voltage (V) 
Tension d'entree 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FILTRAGE 

35 

·fit 60 -~~ t---+--t-----,------;-~rl 

.!!~ 
§: ~ 
ti:~ 40 IQ = 200mA-->----+---.. 

5,1 

4.8 

VI = 10V 

= 3Vpp 

100 1K 10K 100K 
Frequency (Hz) 
FreQuence 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

~r"'-
'-

I\ 

V1 = 10V 

lo = 20mA 

1M 

\ 

-75 -50 -25 0 25 50 75 100125150 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 
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SF.C 2109 M, SF.C 2209 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

6 6 ,---.--,---,--,---,--,,--,---, 

-~ <( ~ 
EE 
-.!!! 
Et! 
~~ 
~-~ 

B '8 
E~ ., ~ 
~ C ., ~ aa 
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V1 = 10V 

5,5 lo= 0 
..,i.---:: -~ ~ .... 

5 

10 = 2~m:;-- ~ 
~~ 

~ 

4,5 
-75-50 -25 0 25 50 75 100 125150 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT DE SORTIE 

'i 2sec 

0,01 
10 

CL 

' ~ 

100 1k 
Frequency (Hz) 
Fr/Jquence 

0 

10k 

lo= 200mA 

10 15 20 
Input voltage (V) 
Tension d'entrde 

25 



SF.C 2109 RM, SF.C 2209 R 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrlJe 

-

Load regulation 
Coefficient de r6gulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

(Notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

ti - +25°C 

Vo 

7V ,;;; V1,,;;; 25V 

5mA,;;; lo,;;; 1 A , P<20W 

7V ,;;; VI..; 25V 
Kv1 

ti = +25°C 

Kvo ti = +25°C 

5mA,;;; lo,;;; 1,5A 

II B 7V ,;;; VI ,;;; 25V 

7V ,;;; VI,;;; 25V 

"01sl 

5mA,;;; 10,;;; 1A 

VNO 
10Hz,;;; f ,;;; 100KHz 

tamb= +25oc 

KvH 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

4,7 5,05 5,3 

V 

4,6 5,4 

4 50 mV 

50 100 mV 

5,2 10 mA 

0,5 

mA 

0,8 

40 µV 

10 mV 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C·,;;; ti ,;;; +150° C (SF.C 2109 RM). 
-25°C,;;; tj ,;;; +150°C(SF.C 2209R)V1 =10V, IQ= 0,5A. 

Sauf indication contraire, ces specifications sont applicables pour -550C ~ tj =s,;;;-+150 °c (SF.C 2109RMJ, 
-25°c,;;; tj ,;;;+150"C(SF.C2209Rl,Vt = 10V, lo= 0,5A. 

NOTE 2 - Rth J - case =3°C/W (typ.) 
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l.,AXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE O/SSJPEE MAX/MALE 

50 ------------~ 

'----+--_JC-_ Infinite heat sink 
Radiateur infini 

20 i---+--4--,t-✓ 

50 75 100 125 150 
Ambient temperature ( 0 c I 
Temperature ambiante 

DROPOUT VOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION 
ENTREE-SORTIE MIN/MALE 

tNo < 100mV 

OTh~0~5 0 H ~ Th1001H1~ 
Junction temperature (° C) 
Temperature de jonction 

RIPPLE REJECTION 
TAUX OE FIL TRAGE 

= 3Vpp 
20 '-----'---'----'---'---' 

10 JOO 1K 10K 100K 1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRETE DE SORTIE 

Vo = 4.5V 
0 L---'----'---'---+-----'---' 

5 10 15 20 25 30 35 
Input voltage (V) 
Tension d'entrf1e 

DROPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTJQUE DE DECROCHEMENT 

5,5 ----~-------~ 

1-----1-----l---+----+ Jo = 1 A 

4,0 '----'-----'U....~c..!..-....L_----1_...J 
5 

10 1 

6 7 8 
Input voltage (VI 
Tension d'entree 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

v, 10V:. 
1amb - 25°C-

. 
. 

I 

' ~ 

1~'0 20mA /V 

~Jo= 500mA 

2 10· 
10 100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 



QUIESCENT CURRENT 
COURANT OE REPOS 

6,0 ,--,----,--,-.....,.-,--,----,,--,--, 

,av 

4,~75 -50-25 0 25 50 75 100125 150 
· Junction temperature ( ° C) 

TempfJrature de jonction 

1,0 

0,0110 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT OE SORTIE 

'i 25°C 
CL 0 

I".. 
~ 

r 

100 1k 10k 
Frequency (Hz) 
Frdquence 

~ 
8,·! ., ' ~o g.g 
1.§ 
8! 

SF.C 2109 RM, SF.C 2209 R 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT OE REPOS 

6,0 ,---,--,---.--,-....,..-,,-....,..--, 
lo = 200mA 

4•5 5~~-,~o:-~~,s=-~-:-20,-~~25 
Input voltage (V) 

5,1 

5,0 

4,9 

Tension d'entree 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SOP.TIE 

~i" 
r--... 

\ 

v1 "' ,av 
lo= 20mA 

I\ 

4•8 75 .50 -25 0 25 50 75 100 125 150 
Junction temperature ( ° C) 
TempfJrature de jonction 

9115 
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SF.C 2309 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Notes 1, 2) 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Oomaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrfJe 

Load regulation 
Coefficient de njgulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS OE 

MESURE 

7 V ,.; V1 ,.; 25V 
5mA,.; lo ,.;200mA,P<2W 

7 V ,.; V1 < 25V 
= +25°C 

ti = +25°C 

5mA ,.; lo ,.; 0,5A 

7 V ,.; V1 ,.; 25 V 

7 V ,.; V1 ,,;; 25V 

5mA,.; IQ,.; 200mA 

10Hz,.; f ,.; 100KHz 

tamb= +25oc 

~:-LLE~~~ UNITS 
MIN. TYP. MAX. UNITES 

4,8 5,05 5,2 

V 

4,75 5,25 

4 50 mV 

20 50 mV 

5,2 10 mA 

0,5 

mA 

0,8 

40 µV 

20 mV 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for o° C ,.; tj ,.; +125° C V1 = 10V, IQ= 0, 1A. 

Sauf indication contraire, ces sp/Jcifications sont applicables pour o0 c ~ tj , +t25°C,V I -:; 10V, lo = 0, 1A. 

NOTE 2 Rth J ·case= 15°C/W (typ.) 
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MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

10 

Infinite heat sink 
Rf1iateur infini 

r---....._ ·*%Al ~- ~8oJr 6tft9 !.,,fey - ~~_, ... --- ~ " 
No heat sink "}',,.,. '\. 
Sans ~adiateu~ r\..' 

50 75 100 125 150 
Ambient temperature ( ° C) 
Temph-sture smbiantfl 

DROPOUT VOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION ENTREE-SORTIE MIN/MALE 

2,5 

0 ._ _ _,_ __ .,__ _ _._ __ ..._ _ _. 

101 

o ~ 50 n 100 1~ 
Junction temperature (° C) 
Temp/Jrsture de jonction 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

VI 10V 

tamb 25°c 

~ 

-J ,, 

- lo 20mA /V 

oe::::::=: lo 500mA --- I 

10-2 
10 100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

.~ 
~-! ., ' ~Q gi 
'5 ~ 
;·i 
0~ 

SF.C2309 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRETE DE SORTIE 3--~-~-~----~ 

0 L--.1....-..L.._..J..._--L._...J.._...J 
5 10 15 20 25 30 35 

Input voltage (V) 
Tension (J'entrfle 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

lo = 200mA-+--+---4< 
V1 = 10V 
,tN1 = 3Vpp 

20 '----'----'---'----'---' 

5,1 

5 

4,9 

10 100 1k 10k 100k IM 
Frequency (Hz) 
Fr/JquenC6 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

--I'----
i-... 

....... 
1'-.. 

VI = 10V 
lo= 20mA 

I 
25 50 75 100 125 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 
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SF.C 2309 

6 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT OE REPOS 

4•5o 25 50 75 100 125 

12115 

480 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

0,01 
10 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION OE BRUIT DE SORTIE 

'i 250c 

CL= 0 

r--.. ,..~ 

100 1k 
Frequency (Hz) 
Frequence 

10k 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

lo= 200mA 

10 15 20 
Input voltage (Vl 
Tension d'entree 

25 



SF.C 2309 R 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS !Notes 1, 2) 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

ti - +25°C 4,B 5;05 5,2 

Output voltage range 
Vo V Domaine de tension de sortie 

7V <;; VI <;; 25 V 
4,75 5,25 

5mA.;; lo.;; TA P< 20W 

Line regulation 
7V VI < 25V Coefficient de regulation Kv1 < 4 50 mV en fonction de la tension d'entr~e 
ti = +25°C 

Load regulation 
ti = +25°C 

Coefficient de r/Jgulation Kvo 50 100 mV 
en fonction de la charge 5mA.;; IQ<;; 1,5A 

Quiescent current 11 B 7V <;; VI <;; 25 V 5,2 10 mA 
Courant de repos 

7V <;; VI .;; 25 V 0,5 

Quiescent current change dl I8 ) mA 
Variation du courant de repos 

5mA.;; 10.;; TA 0,8 

Output noise voltage 
VNO 

10Hz.;; f <;; TOOKHz 
Tension de bruit en sortie tamb= +25oc 

40 µV 

' 

Long term stability 
KVH Stabilite dans le temps 20 mV 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0° C.;; ti .;; +125°C V1 = 10V, IQ= 0,5A. 

Saui indication contraire, ces splcifications sontapplicables pour ooc E;;; tj ~+125oc Vi::: tOV, Jo= 0,5A. 

NOTE 2 - Rth J - case =3°C/W ityp.) 
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SF.C 2309 R 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

501 . . . 

50 75 100 .126 150 
Ambient temperature ( ° C) 
Tsmp4ratuftl ambiantfl 

DROPOUTVOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION 
ENTREE-SORTIE M.fNIMALE 

2,51~-~-~------
1:No.,,;: 1ciomv 

>·~ I I 

- 2 2 r--r--;;:;:r=::_~10!_,:=~1A~=j ]~ 
C: C 

Ji ~-;;· 

~! a~ 
;ii 
2@ 
a~ 
-=i5 

iii 
:s 
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0·o 25 50 75 100 125 
Junction temperature ( ° C) 
TempAraturtJ de jonction 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

IQ = 200m,._.._ _ _, __ ,... 
V1 = 10V 
t:N1 = 3Vpp 

20 !,---'--...._ _ _.__ ....... _ ___. 
10 fOO 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frdqu•nce 

PEAK OUTPUT CURRENT 
CDURANT CRETE DE SORTIE 4.---~-~-~-~-~--

5,5 I 

5 

4,5 
,, 
I 

4 
6 

10 1:-

= ' 

10 15 20 25 30 "35 
Input voltage (V) 
Tension d'entTH 

DROPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIOUE DE 
DECROCHEMENT 

tj = 

.IQ= 1A 

rJ 
1250c 'J tj = 250c 

j 

!J 
If 

6 7 
Input voltage (V) 
Tsnsion d'entrH 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE.SORTIE 

V1 _ 10V 

tamb= 26°C 

8 

~ 

-I 

___..lo = .20mA / 
, 

H'o _ ~OOmA 

' 
100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frdquence 



QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

6 ,---,---..---,---,---, 

4,5 ~-~--~-~--~--,!_ 
o a oo n 100 1a 

Junction temperature ( ° C) 
Temp6rature de jonction 

0,01 
10 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT DE SORTIE 

'i 
CL 

' ~ 

100 1k 
Frequency (Hz) 
FrlJquencs 

25°C 
0 

10k 

ii 
-.!! 
~ ~ 
~§! ~.., 
::,.c, 
"e ... .., c:-., 
Q> M 

"0 
~ e 
·5 5 
O<.> 

SF.C 2309 R 

6. 

5 

4,5.5 

5,1 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

lo= 200mA 

10 15 20 
Input voltage (V) 
Tension d'entr/Je 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

25 

-

5 

4,9 

4,8 

~ ............. 
...... 

....... 

" 
VI = 10V 
lo= 20mA 

I 
0 25 50 75 100 125 

Junction temperature ( ° C) 
Temf)erature de jonction 
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SF.C 2723 
PRECISION VOLTAGE REGULATORS 

REGULA TE URS DE TENSION DE PRECISION 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEU RS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

Operating free-air p 

Type Package temperature range Storage temperature V1 V1-Vo (mW) IOmax. tjmax 
Bo1tier Gamme de tem"'rature Temperaturedestockage (V) (V) (mA) (•C) smbiante de fonctionnement (Note 1) 

SF.C 2723 C TO-100 0°Ca + 10°c -65°C, +150°C 40 40 800 150 

SF.C 2723 EC T0-116 0°Ca + 10°c -65°C, +150°C 40 40 900 150 

SF.C 2723JM TO-116 -55°c, +125°c -65°c, + 150°c 40 40 900 150 

SF .C 2723 KM* f0-116 -65°C, +150°C -55°C a +125°C 40 40 900 150 

SF.C 2723 M T0-100 -65°C, +150°C -55°C a +125°C 40 40 800 150 

NOTE 1 - Derate TO-100 package at 6,8 mW/°C and TO-116 package at 9 mW/°C for operation at ambient 
temperatures above 25 ° C • 
Lorsque la temf}erature ambiante est suf]erieure a 25°C, reduire la puissance dissi(Jee au taux de 6,8 mW/0 c pour 
le battier T0-100 et 9 mW/°C pour le boitier T0-116. 

* On request available in epoxy package 
Sur demands en boTtier epoxy 

General description 

The SF.C 2723 is a monolithic voltage regulator 
constructed on a single silicon chip. The device 
consists of a temperature compensated reference 
amplifier, error amplifier, power series pass transistor 
and .current limit circuitry. Additional NPN or PNP 
pass elements may be used when output currents 
exceeding 150 mA are required. Provisions are made 
for adjustable current limiting and remote shut down. 
In addition to the above the device features low standby 
current drain, low temperature drift and high ripple 
rejection. The SF.C 2723 is intended for use with posi
tive or negative supplies as a series, shunt, switching or 
floating regulator. Applications include laboratory 
power supplies, airborne systems and other power 
supplies for digital and linear circuits. 

lit THOMSON· CSF -----~ 

Description generate 

Le SF.C 2723 est un regulateur de tension a structure 
integree monolithique. Le SF.C 2723 comporte un,amplifi
cateur de reference compense en temptlrature1 un amplificateur 
d 1erreur1 un transistor ballast sfirie de puis9!1nce1 et un circuit 
de limitation decourant. Lorsqu'un courantdesortiesuperieur 
a 150 mA est desire ii faut ajouter desetements ballast PNP 
ou NPN exttirieurs. Le circuit de limitation de courant est 
ajustable et ii existe une possibilite de coupure ii distance. Le 
SF.C 2723estcaractAriBepar une consommation a vide et une 
derive en temperature faib/es, et par un taux de rejection du 
secteur eteve. Le SF.C 2723 fonctionne comme regulateur de 
tension serie, shunt, flottant ou _ en decoupage1 avec une 
tension d'alimentation positive ou n(Jgative. Parmi Jes 
applications· possibles, citons : des afimentations regulees de 
laboratoire, des f'egulateurs d'isolement pour amplificateurs 
a bas niveau, des alimentations de haute precision pour 
!'instrumentation, des a/imentations pour /es petits appareils 
des alimentations pour /es sous-ensembles numtiriques et 
analogiques /es sytemes embarques et autres. 

78 -27 1/11 
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SF.C 2723 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-100 (CB-3) Top view 
Vue de dessus 

frequency 
compensation 

TO-116 (CB-2) 
DUAL IN LINE 
PACKAGf Frequency compensation 

Compenution en fre(luence 

Top view 
Vue dB deSIUS 

Inverting input 
Entree inversef.!StJ 

Non inverting input- 3 
Entree non~inverseuse· 

/ Compenation 
'9 en frdquence 

a vt 

Bo1tier 
enfichable 

Pin 5 connected to case 

V+ Ve 

2/11 

4B6 

D1,6,2V 

La broche 5 est retiee au boitier 

Schematic 
Schema electrique 

Output 
Sortie 

Vz 
----~ Frequency compensation 

Compensation en frequence 

b Current limit > Limitation de courant 
e 

:_>Inputs 
Entrees 

+ 

Reference 
Reference 

NC

~ D!·~':,::t 
. . Output 

Sortie 

N.C. ' (bl(el -v f 7 Vs 
\J Inputs Reference 

Current limit Entrlies Reference 
Limitation drr cOuranr 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Positive or negative supply operation 
- Series, shunt, switching or floating ope-

ration 
-0,01 % line regulation 
- Output voltage ajustable from 2 to 37 

volts 
- Output current up to 150mA without 

external pass transistor. 

- Fonctionnement avec tension d'alimentation 
positive ou ne{Jatlve 

- Fonctionnement SIJrie, shunt, flottant ou en 
decoupage 

- Regulation d'entree 0,01 % typique 
- Ten,sion de sortie re{Jlable de 2 a 37V 
- Debit maximal de 150mA sans transistor de 

puissance extt§rieur. 



EQUIVALENT CIRCUIT 
CIRCUIT EQUIVALENT 

SF.C 2723 

VOLTAGE REFERENCE AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR DE REFERENCE 

v+ 

ERROR AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR D'ERREUR 

Frequency compensation 
CompensatiDn en freQuence 

Temperature com
pensated zener 
Zener compenstie en 
tempdrature 

BASIC CIRCUITS 
CIRCUITS DE BASE 

VI 

v+ Ve 

VREF Vo 

CL, 

Cs 

Inv 

C1 

.1nF 

v+· 
D1 
1N 1426 
12V VREF 

R4 
3 kn1 

R1 

N.I. 

Inverting input 
E ntree inverseuse 

Non-inverting input 
Ehtree non inverseuse 

v-
Current limiter 
Limitation de courant 

FOLDBACK CURRENT LIMITING 
LIMITATION DE COURANT PAR RABA TTEMENT 

Ve 

Vo 

Vz 

Rsc=30n 
Regulated output 
Sortie fegu/ee 

Typical performance 
Performances typiques 

Ve 

Vo 

Vz 

CL 

Cs 

Inv 

R3 Regulated output voltage +5 V 
2,7 kn Tension de sortie l'BflUlee 

Line regulation (AV 1 = 3 V) 0,5 mV 
Regulation dientrlJe 

Load regulation (AIL= 10 mA) 1 mV 
RIJgu/ation de charge 

Short-circuit current 
Courant de court-circuit 

POSITIVE FLOATING REGULATOR 
REGULATEUR PDSITIF FLOTTANT 

C1 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 
Tension de sortie tfJgu/ee 

Line regulation (AVI = 20 V) 
Regulation d',mtree 

20 mV 

+50V 

V C0~1nF 

R3 

Load regulation (AIL= 50 mA) 
R'9u/ation de charge 

15mV 

20mV 

3 kn 

Regulated output 
Sortie r/Jgu/Ae 
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SF.C 2723 

BASIC CIRCUITS 
CIRCUITS DE BASE 

BASIC LOW VOLTAGE REGULATOR 
MONTAGE DE BASE BASSE TENSION 

(Vo=2 ~0 7 V) 
a 

BASIC HIGH VOLTAGE REGULATOR 
MONTAGE OE BASE HAUTE TENSION 

(Vo=7 !0 37 V) 

NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR (note 1) 
REGULA TEUR OE TENSION NEGATIVE 

NOTE•R3 
R1 R2 
RHR2 

R1 R2 
NOTE. R3 = RHR2 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 5 V 
Tension de sortie rfgu/ee 

Line regulation (Li VI =3 V) 0,5 mV 
Regulation d'entr/Je 

Load regulation(lilo=50mA) 1,5 mV 
Regulation de charge 

for minimum temperature drift 
pour uf?e derive en temperature minima/e. 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 15 V 
Tension de sortie re{Ju/ee 

Line regulation (li.V1=3 V) 1,5 mV 
Regulation d'entree 

Load regulation (lilo=50mA) 4,5 mV 
R/Jgulation de charge 

for minimum temperature drift 
pour une dfl.rive en temperature minimale. 

R3 may be eliminated for minimum component count 
R3 peut (Jtre supprim(Je pour diminuer le nombre·de composants 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage -15 V 
Tension de sortie fegulee 

Line regulation (Li.V I=3 V) 1 mV 
Regulation d'entree 

Load regulation (Li.lo= 100 mA) 2 mV 
Regulation de charge 

NOTE 1 For metal can applications where Vz is required, an external 6,2 volt zener diode should be connected in se
rie with V out• 

4/11 
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Dans Jes montages realls8s avec un l"egulateur en battier mlJtallique TO-100 necessitant !'utilisation de Vz, une diode 
zener exterieure de 6,2 V doit 8tre connectee en serie avec la sortie. 



BASIC CIRCUITS 
CIRCUITSDE BASE 

POSITIVE VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR OE TENSION POSITIVE 
(External NPN Pass Transistor) 
(Transistor ds puissance ex~rillur NPNJ 

POSITIVE VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR OE TENSION POSITIVE 
(External PNP Pass transistor) 
(Transistor de pui888nce extdrieur PNP) 

SHUNT REGULATOR (Note 1) 
REGULATEUR PARALLELE 

-Ase 

Regulated output 
Sortie rdgulle 

Regulated output 
Sortie rt!gulle 

Regulated output 
Sortie rdguli!e 

SF.C 2723 

Typical performance 
Performances typiquei 

Regulated output voltage 
Tension de sortf/J rlgulle 

Line regulation (II.V1=3 V) 
Rt!gulat/on d'entree 

Load regulation (<ilo= 1 A) 
Rt!gu/stion de charge 

Typical performance 
PiJrformancss typiques 

Regulated output voltage 
Tension de sonie regtllee 

Line regulation (<iV1=3 V) 
Rdgulation d'entrfle 

Load regulation (<ilo= 1 A) 
Rt!gulatlon de charge 

Typical performance 
Performances typiques 

+15V 

1,5mV 

15mV 

+5V 

0,SmV 

SmV 

Regulated output voltage +5 V 
Tension de sortie rdgulee 

Line regulation (<iV1=10V) 0,SmV 
R&gulatfan d'entnhl 

Load regulation (<ilo= 100mA) 1,5 mV 
Regtllatlon de charge 

NOTE 1 • For metal can applications where- Vz is required, an external 6,2 V zener diode should be connected in 
serie with Vout · 
Dan, let montage, rdaliff1 svec un rdgulateur en bo'ltier metallique T0-100 nBCBSBitant l'utili111tion de Vz, une diode 
zener extf tieure de 6,2 V dolt ltre connectee en sdrie svec la sortie. 
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SF.C 2723 JM, SF.C 2723 KM, SF.C 2723 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Domaine de teniion de sortie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entree-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Coursnt a vide 

Reference voltage 
Tension de rfderence 

Short-circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de 'tf}mp/Jrature moyen 
de regulation 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

v, 

Vo 

v,-vo 

Kv1 

Kvo 

Rvf 

I Is 

vref 

Isc 

VNO 

KvT 

KVH 

TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE 

MESURE 

12V .;; VI.;; 15V 
12V .;; VI.;; 40V 

-55°C ,;;; tamb .;; +125°C 
12V .;; VI .;; 15V 

1mA .;; lo .;; 50mA 

-55°e .;; tamb .;; +125°e 
1mA .;; lo .;; 50mA 

eREF = 0 

50Hz ,;;f..;"J0KH 

eREF = 5µF 

IO = 0 VI = 30V 

Rse = 10 Vo= 0 

eREF = 0 

00Hz,;;;f,;;;'!0KH 

eREF = 5µF 

-55°e .;; tamb,;;; +125°e 

'VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UN/TE5 

9,5 40 V 

2 37 V 

3 38 V 

0,0, Q,1 

0,02 0,2 
%No 

0,3 

0,03 0,15 

%/Vo 

0,6 

74 

dB 

86 

2,3 3,5 mA 

6,95 7,15 7,35 V 

65 mA 

20 

µVeff 

2,5 

0,002 0,015 % 1oe 

0,1 
%/ 

1000H 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, t mb = 25°e, V1 = v+ =Ve=+ 12 V, v- = 0, Vo= +5 V, le= 1 mA, 
Rse = 0, e1 (compensationf = 100 pF and divider impedance as seen by error amplifier.;; 10 k!1. 
Sauf indicationcontraire, t8 b·=25°C, v1 = v+ = Vc=+12 V, v- =O, Vo =+5 V, le= 1 mA, Rsc =O, Ct 
(compensation) = 100 pF e'P1es resistances vues des bomes entraes inverseuse et non inverseuse ,i;;;;; 10 kn. 

6/11 

490 

Line and load regulation specifications are given for the condition of constant chip temperature. Tempera
ture drifts must be taken into account separately for high dissipation conditions. 

Les specifications des coefficients de regulation d'entree et de charge sont donnees pour une temperature constante de la 
pastille. II taut tenir compte des dtJrives en temp8rature !Jeparement si /'on est dans des conditions de dissipation etevee. 
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200 

160 

120 

80 

40 

0 

MAXIMUM LOAD CURRENT 
COURANT OE CHARGE MAXIMUM 

tjmax = 150°C 
RTH = 15QDC/W 
Pstandbv = 60 mW - (No heat sink) 

(Sans radiateur) - -

\ 
\ 

\ 
~ 

~"'6"7 
_j ~ '• r<:\:'"' 125 oc 

0 10 20 30 40 50 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

LOAD REGULATION WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIOUES DEREGULATION 
AVEC LIMITATION OE COURANT 

0,1 ,--,---,--,-.--,---,-~-.--,-~ 

0 

-0,4 ~~~~-~~,:,~~~~~~ 
0 204Q 6080 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

100 

CURRENT LIMITING CARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES OE LIMITATION 
OECOURANT 

1,2 

-

0,8 

Op 

0,4 

0,2 

0 

>--_Vo = 5V, V1 =+1~ 
Rsc = 10,n 

' ' 
f -m" ,--1-,;+ -

3 3 
" -c- - C"-

II _II - II -
~' "' I' ,.,.,1--U'I'- "'-"' 0 "' 0 1--0 - o-
o I C') 

I 
20 40 60 80 

Output current (mA) 
Courar.t de sortie 

-

-
-
-
-

100 

SF.C 2723 JM, SF.C 2723 KM, SF.C 2723 M 

LOAD REGULATION WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERIST/QUES OE REGULATION 
SANS LIM/TA TION OE COURANT 

0,05 

Vo = 5V, V1 = +12v+---t--+----, 
Rsc = on 

-0,2 '----''-"-~---'--'--'---'--L--'--'--' 

0 20 40 60 80 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

100 

LOAD REGULATION WITH CURRENT 
LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
A VEC LIMITATION OE COURANT 

0,05 

~ ·E o i-t=-t-t-t-+-+-+--t--t--t---i---1 

J~ ~ 
-~ ~-0,05 f-t-t-t-f"--E'"f--±-
~ .~ 
ii -0, 1 t--t--t--+--+--+-+-+-' 
l9~ 
~ ~ -0, 15 f-1--1--+-+-+-+-+-+-+-+---+--, ;.e 
;-~ -0,2 
Q::,; v 0 = +5v, 

Rsc= 10n 

> -~ 

-o,25 0L....L....5L....---'1 o--'--'1 sc-'--2'"0-'--2-'-5-'--'30 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION OE_ OECLENCHEMENT OE LA 
LIMITATION OE COURANT 

0,8 200 

.. -
f~ 0,7 160 <( 

]i 
~ ~ ~ 
C: 15, ii 
~ a; 5 
-~~8 
J~ !.g ::-a i::: e.r~ 
'-c::·--
a~:§ 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 '----'50-'---'--'-0-L....5-'-0-1--1-'-00-1--1..L50--' 

Junction tempeK1ture (° C) 
Temperature de jonction 

E~ -~ 
120 

~~ 
C: ~ 

E8 

80 
a~ 
-~-B 
.4= :!, 

4a~] 

0 
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SF.C 2723 JM, SF.C 2723 KM, SF.C 2723 M 

0,3 

~·~ 
0 • 0,2 

:~~ 
6'.i .e 0.1 

"C ~ 
i!J,l!l 
s~ 
0~ 0 
>o 
5.e 
5.~-o., 
o:!:! 

-0,2 

LINE REGULATION 
REGULATION EN FONCT/ON 
OE LA TENSION D'ENTREE 

Vu = +5V 

Rsc =0 
camb = +25oC 
11V = +3V 
lo = 1 mA 

- _./ 

I 

-5 5 15 25 35 45 

:? .s 
E 
"' i::~ a:~ 
>" .c ~ 
-g ~-
"', 
ci5<l 

> 
..S·€ 
-Ii 
·-" ~-£! 
"C ~ 
i!l,l!l 
!9~ 

Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension ent/"ee sortie 

5 

4 

3 

2 

I 

'O 
0 

12 

8 

4 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

Vo = VREF 

:o =0 
I I 

I I I I 
I I I I 

/ t~mb - -55°C 

V :,.,--~amb-·=·250c 

I/ ~-'-tamb = 125°c vv I l I I 
I I I 
I I I 

10 20 30 40 
Input voltage (V) 
Tpnsion dientree 

I 
I 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE CHARGE 

,Load current 

50 

I 
Cou_rant de charge 

\ 

Output voltage (' 
-r(lnsion de sortie I 

0 

'"""" 
= +12V 

10 

0 

10 

0 ~ 
>" ~- V1 

I Vo = +5v -20 

[~ 
+,,•!! 

0~ 
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-4 

-8 
-5_ 

I 
\ 

5 

lo =40mA 
tamb·= 25°c 
Rsc = o 

15 25 

Time (µs) 
Temps 

35 

-30 

45 

e, 
~ 

~~ 
Ei gg 
·,;:;c.., 
-~.g 
"'" "'0,£! 

~-~ 
~~ 

§: 
"' g-! 
"'' al 2 
c.~ 
.E ~ ~· 

+o,2 

-0,3 

LOAD REGULATION 
REGULA T/ON EN FONCTION 
DELA CHARGE 

- --- r---
VI = +12V ,.._ 
Vo = +5 V 
Ase =o 
tamb = 2sec 
lo = 1 mA to lo =50 mA - -

• 
-5 5 15 25 35 45 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
RE'PONSE TRANS/TO/RE A UNE 
!(ARIA TION OE LA TENSION D'ENTREE 
6 4 

I 
- f ! nput voltage , 

T,n$ion r•nrrt•• 2 

I 
0 .... Output voltage 

I/ ~ion de sortie-r--
V1 = +12V '-

2 

Vo = +5V 
lo =1 mA -4 

tamb = 25°C 
Ase =0 

-4 
-5 15 25 

Time (µs) 
Temps 

35 
-6 

45 

10 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

Vo· +5V 
V1 = +12V 11 0 

Rsc =0 
-~ tamb = 250c 

lo 50 rnA 
. "'\ ~'f 

\, 

/ 

it 0,1 

"e 0-

0,01 
100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

1M 

--j! 
2:.t: 
.Q~ ~. 
-~-~ 
"'" -c ll 
~~ 
~~ 
Oo 
;: .g 
5.·~ 
.E~ 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entree 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entrOe•sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de r(Jgulation 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de reference 

Short·circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
Coefficient de temperature moyen 
de regulation 

Long term stability 
StabilittJ dans le temps 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

vi 

Vo 

Vi-Vo 

Kv1 

Kvo 

Rvf 

I IB 

vref 

Ise 

VNO 

KvT 

KVH 

SF.C 2723 C, SF.C 2723 EC 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITE! 

9,5 40 V 

2 37 V 

3 38 V 

12 V < VI ,s;; 15V 0,01 0,1 

12 V < VI ,s;; 40V 0,1 0,5 

0°e ,s;; tamb ,s;; +70°e 
%No 

11 = 12V 1° VI = 15V 
0,3 

lmA .;; lo.;; 50mA 0,03 0,2 

%No 
0°e ,s;; tamb ,s;; +70°e 

0,6 
lmA .;; 10.;; 50mA 

eREF = 0 74 

50Hz ,s;;f,s;;l0KHz dB 

eREF = 5µF 86 

IQ = 0 VI = 30V 2,3 4 mA 

6,8 7,15 7,5 V 

Rse = 10 Vo= 0 65 mA 

eREF = 0 20 

100Hz,,;t,s;;10KHz µVeff 

CREF = 5µF 2,5 

0°C .;; tamb .;; 70°e 0,0(),3 0,015 %Joe 

0, 1 %/ 
1000H 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, t mb = 25°e, v I = v+ =Ve=+ 12 V, v- = O, Vo= +5 V, le= 1 mA, 
Rsc = 0, e1 (compensationf = 100 pf and divider impedance as seen by error amplifier< 10 kll. 
Sauf indication contraire, t b =25°C, v 1 = y+ = Vc7 +12 V, V- =0, Vo:;:: +5 V, le= I mA, Rsc =0, C1 
(compan,atlon) = 100 pF :f111s r8si1tanc11s vu• d11s bora11s 11ntfBes invllTIIIUlll et non inv11r11JU1t1 E;; 10 kn. 

Line and load regulation specifications are give~ for the condition of constant chip temperature. Tempera
ture drifts must be taken into account separately for high dissipation conditions. 
Les spAcifications des c011fficients de rlJgulation d'entree et de charge sont dontrees pour une temperature constante de la 
pastille. II faut tenir compte des derives en tempdrawre sef)ar{Jment si /'on est dans des conditions de dissipation /J/evee. 
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·i 

200 

MAXIMUM LUAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MAXIMUM 

tjmax= 150 °C 
Rth = 150°C/W 
P5tandby= 60 mW 

h" I I f I 

" \ Metal can package 

' 
Blit'i metallique-

\ :\ 'amb = 250c 

,K 
-~ tamb = 70 C 

~r--
-

0 I I I 
0 10203040 50 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

LOAD REGULATION WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERIST/QUES DEREGULATION 
SANS LIMITATION DE COURANT 

- tamb - doc 
,.____ --~ ;, 

OoC_ 

Vo .= +15V 

-0,2 
0 

V1 = +12 V 
Rsc =.O 

20 40 60 80 
Output current (mA) 

.Courant de sortie 

100 

CURRENT LIMITING 
.CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DE LIMITATION 
DECOURANT 

1,2 

0 

' '\ 

3 f 3 -
C' ,C' C'_ 

II II II 
-.J "' o-
0 "' 0 

0 0 Cl-
(') (') 

Vo = +5V 
v, =+12V 
Rsc = 10n 

20 40 60 80 

Output current (mA) 
Courant dll sortie 

-
-
-

100 

~ ..s 
i§ 
~.§ 

"' ;E 
e--! 
::h 
0 ij 
E {: 
E~ ·x ~ 
~8 

> -~ .,~ 
~! 
05; 
> E 
ill~~ 

il ~ 
.4=] 8 
]!~ ~,, ~ 
~-iJ 
8~! 

200 

160 

120 

80 

40 

0 

MAXIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MAXIMUM 

tjmax= 125 °c 
Rth = 111°C/W 
Pstandby=60 mW 

h I I i I 

\ Case T0-116 -roTer -T0-116 -
\ 

I\ tamb = 25 oc 

\ ~ 
I/~ ..._ -

'tam1b = 170 7c 
l~put-~~tput ~gltag/8ifferi~tial &~ 
Difference de tension entree sortie 

LOAD REGULATION WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTER/STIQUES DEREGULATION 
A VEC LIM/TAT/ON DE COURANT 

+0,1 
Vo = +5V 
V1 = +12V 

Rsc = 10n 
' I 

"""-
tamb = 250c 
, •,• I • 'tamb = ooc ......._-r--...a._, 

'-I... --..:::,,-_ 
T l ....... r--. 

--- tamb = 70°C 
I I 'I ....... 

' 

10 40 30 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION OE COURANT 

0,8 200 

0,7 

0,6' 

0,5 

0,4 

0,3 
-50 0 +50 +100 +150 

Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

160~ 
E~ -~ 
~~ 

120 ~ 5 ~" a~ 
so_[.g 

;!::l9 
E'e 

40~~ 

0 



:? 
.§. 
~ 
C: 

" ~] 
<.>-l; ,,. ... 
.c ~ 
-g ~ "', end 

+0,3 

LINE REGULATION 
REGULATION EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

Vo = +5v 
Ase = (i 

1amb = + 25°c 
£',,V = +3V 
lo = 1mA 

- ~ 

-0,2 
-5 5 15 25 35 45 

5 

4 

3 

2 

0 

12 

8 

4 

0 

--4 

-8 

Input-output voltage differential (V) 
DifftJrence de tension entree sortie 

0 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

Vo= VREF 
1oi = o 

I 
tamb= ooc 

tamb- +25oc 1 J 
~ ~ I 

½ VI I\'· I 
tamb= +7ooc - -
i 7 I I 

I 
I 

10 20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entree 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE CHARGE 

50 

Lo~d cLrreh, 1 

Corranlt de charge 
+10 

r I 

I 
Output voltage 
Tension de sortie --r--

Vi = +12v I 
Vo = +5v V 
lo = 40mA 
tamb= 250c 
Ase= o 

~ ~ 

t 
o<(~ 

El: -· -10 § g 
•.;:;<.> 

·i~ 
-20·"0 .~ 

~-~ 
...J~ 

30 

-5 5 15 25 
Time (µs) 
Temps 

35 45 

SF.C 2723 C, SF.C 2723 EC 

LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCTION 
DE LA CHARGE 

·r--...__ 
~ ....... 

.... 
Vo = +5v 
Ase= o 
tamb= 250c 

-0,3 
lo = 1mA to lo = 50mA 

> 
E 

§·E 
. ., 2 
·S-§ 
a, C ;-~ 
!9 ! 
"g-§ 
~-~ 
C. ~ ...,,!! 

8~ 

§ 

h 
"'Q 

8-i 
.§ !l 

ii 
~! 

-5 5 15 25 35 45 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entree sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE AUNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

6 4 I I .I I 

4 

2 

0 

-2 

--4 
-5 

10 

I 

0,1 

Input voltaae 
/ Tension ~'en~ref! 

I I 
I 
Output-voltage ,,, 

I ~~ de sortie--

I '-
V1 = +12v 
v 0 = +5v 
lo = 1mA 
tamb= 250c 
Ase= o 

15 25 
Time (µs) 
Temps 

35 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

Vo = ·+5v 
v 1 = +12v 

-6 
45 

"' 11·~ 

Ase= 0 

~ tamb= +25oc c; 
lo 50mA 

C\."' 
w" 

✓ 

V 

o,o\oo 1k 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
FreQuence 
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SF.C 2800 EC,SF.C 2800RC Series 

THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION POSITIVE, TROIS BROCH ES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites abso/ues) 

Operating free-air p 
Package t(vj) V1 'o Type temperature range Storage temperature 

(V) (W) (A) Bottillr Gemme de ttlmpdrature Templrature ds 1tockags 
max max max * ambiants dtJ fonctionnemsnt 

SF.C 2805 EC T0-220 
SF.C 2805 RC T0-3 
SF.C 2806 EC T0-220 
SF.C 2806 RC'. T0-3 
SF.C 2808 EC T0-220 
SF.C 2808 RC I T0-3 
SF,C 2812 EC' T0-220' 
SF.C 2812 RC i T0-3 
SF.C 2815 EC T0-220 
SF.C 2815 RC I T0-3 
SF.C 2818 EC T0-220 
SF.C 2818 RC T0-3 
SF.C 2824 EC T0-220 
SF.C 2824 RC T0-3 

* T0-220 AB (CB-117) 

O"C, + 10°c 
0°c, + 70"C 
O"C, +70"C 
O"C, + 10°c 
0°c. + 10°c 
0°c. + 10°c 
0°c. + 10°c 
O"C, +70"C 
o•c. + 10°c 
0°c. + 10°c 
0°c. + 10°c 
o•c. + 10°c 
0°c. +.10°c 
0°c. + 10°c 

Soon coming devices 
Produits en developpement 

General description 

-65°C, 
-65°C, 
-65°C, 
-65°c, 
-65°C, 
-65°c, 
-65°C, 
-65°c, 
-65°C, 
-65°C, 
-65°C, 
-65°c, 
-65°c, 
-65°C, 

This series of three terminal regulators is available 
with several fixed output voltages making them useful 
in a wide range of applications. One of these is local 
on card regulation, eliminating the distribution pro-
blems associated with single point regulation. The 
voltages available allow these regulators to be used in 
logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid 
state electronic equipment. Although designed prima-
rily as fixed voltage regulators these devices can be 
used with external components to obtain adjustable 
voltages and currents. 

This s,ries is available in two power packages. Both 
the plastic T0-220 and metal T0-3 packages allow 
these regulators to deliver over 1.0A if adequate heat 
sinking is provided. Even with over 1.0A of output 
current available the regulators are essentially blow-
out proof. Current limiting is included to limit the 
peak output current to a safe value. Safe area protec-
tion for the output transistor is provided to limit 
internal power dissipation. If internal power dissipa-
tion becomes too high for the heat sinking provided, 
the thermal shutdown circuit takes over preventing 
the IC from overheating. 

Considerable effort was expended to make this series 
of regulators easy to use and minimize the number of 
external components. It is not necessary to bypass the 
output, although this does improve transient response. 
Input bypassing is needed only if the regulator is loca-
ted far from the filter capacitor of the power supply. 

THOMSON•CSF 

DIV1SION SEl,!ICONDUCTEU~S ~· 

max 

+ 150"C 125•c 35 
+ 1so0 c 125•c 35 
+ 1so0 c 125°c 35 
+ 150°c 125°c 35 1: C 

+ 150°c 125°c 35 aie ai e 
+ 1so0 c 125•c 35 -~ e -~ I! 
+ 150°c 125°c 35 ,§-~ ,§-~ 
+ 150°c 125°c 35 >'l!l >'l!l 

=-S =-S 
+ 150°c 125°c 35 .. ~ El E 'l!l 
+ 150°c 1256t 35 ., ·- ., ·-t:~S t: .§ 
+ 150°c 125°c 35 

_ __, _ __, 

+150°c 125°c 35 
+ 1so0 c 125°c 40 
+ 15o•c 125°c 40 

Description generate 

Les rdguletsurs de ct1ttf1 Berie permettent d'obtenir difflrentfls 
tensions rfJgul/Jes fixes. /Is peuvent done 8tre utilises pour de 
nombreuses applications : rfJgulation locale sur 16s circuits 
imprimtJs lliminant /es prob"mes de distribution, alimenta-
tion dt1s system11s logiques, des equipements d'instrumenta-
tion, de chaines haute fid6/ite ........ Quoique pf'evus pour 
fournir des tensions f'egulhs fixes ces circuits peuvent B /'aide 
de quelques composants ext8rnes ltre utilises pour obtenir 
des courants f'egultls ou des tensions Teglables. 

Ces f'egulat8urs sont livf'es soit en TO-220 AB (plastique) soit 
en TO-3 (mtltallique) et peuvent fournir un courant superieur 
8 1A s'ils sont fix8s sur un dissipateur appropriB. Une limita-
tion interne de courant crlte, et la protection de l'aire de 
securltl du transistor de sortie limit8nt la dissipation de puis-
sance: Si celle-ci devenait trop forte le circuit de limitation 
thermique entrant en Bction em"'cherait la destruction du 
circuit par tJchauffement. 

Tout a ,He mis en oeuvre pour minimiser /es composants 
externes. II n'sst pas nkessaire de dtJcoupler la sortie quoique 
ceci amtJliore la /Vponse en rdgime transitoire. Le <Mcouplage 
de /'en tree n'est ntJcessaire que si le rtJgulateur se trouve B une 
distance appfeCiable du filtre de l'alimentation. 
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SF.C 2800 EC series, SF.C 2800 RC series 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-220 AB (CB-117) 

PLASTIC CASE 
Boitier p/astique 

~I I 

Top view 
Vue de dessus 

Unregulated input 
Entree non rfJgu/ee 

2 Regulated output 
'Jonie reg,J/(Je 

3 Ground 
Masse 

Schematic 
Schtlma electrique 

2/12 
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TO,3 (CB-19) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Bottom view 
Vue de deuous 

1 Unregulated input 
Entree non regu/H 

2 Regulated output 
Sortie reguJH 

Ground connected to case 
La masss est rt1/i1Je au boitier 

Principal features 
Donnles principa/es 

- Output current in excess of 1 A 
- Internal thermal overload protection 
- No external components for adjusting 
- Output transistor safe area protection 
- Internal short-circuit current limit 

- Courant de sortie superiflur IJ 1 A 

- Protsction thermiqU6 ititeme contn, /es 

surcharges 

- Pm d'dl{Jment d'ajustage extrlrieur 

- Protection par reirs de slcuritl du transirtor 

els sortie 

- Limitation interne du courant de court-circuit 



SF .c 2800 EC series, SF .c 2800 RC series 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE M4XIMALE 

Ptot 
(W) 

4 

2 

101 
8 
6 

4 

(1) 

(2) 
r- --I 

t--e>· 

(11 With infinite heat sink 
AMJC radiateur infini 

(21 Y,(ith a 1 OOC/W heat sink 
Avec radlatBurdB 100C/W 

100 
8 
6 

4 

10'1 

25 50 

~ 

' ' r--....,..,. \ 

r--... r-.... "'\. \ -
" I\ 

r-.. \ 
[\ \ 

\ 

75 100 

(31 Without heat sink 
Sans radlateur 

TO-220 AB-EC 

4 

2 

101 
8 
6 

4 

10° 
8 
6 

4 

i-. 

10-1 

25 

111)1 

-· ~ --~ 
r-,.. 

~ t--,......._ 

50 75 

.... 
' 

r--..... \ 
[\ \ 

... ' " \ 
" , 

\ 
\ 

100 
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SF.C 2800 EC series, SF.C 2800 RC series 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA T/ONS TYP/OUES 

FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE FIXE 

Input 
Entree 

C1* 
0,22 µF 

SF.C 28 xx 
,_2 ______ ---<_, Output 

Sortie 

3 

* Required if regulator is located an apprecible distance from power supply filter. 
Necessaire lorsque le Tegulateur se trouve a une distance apprticiable du f;/tre de /'alimentation. 

* *Although no output capacitor is needed for stability it does improve transient response. 
Bien que cette capacit:e ne soit pas neeessaire pour la stabilite, elfe ametiore la r(Jponse transitoire. 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE AJUSTABLE 

Input 
Entr/Je 

Vo= V2-3 (1 +...!33..) + 11B R2 
R1 

CURRENT REGULATOR 
REGULATEUR O.E COURANT 

Input 
EntnJe 

C1 
I0,22µF 

HIGH CURRENT VOLTAGE REGULATOR 
qEGULATEUR A COURANT £LEVE 

4/12 
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SF.C 28 xx 

3 

SF.C 28 xx 

1 SF.C 28 xx 

._.2 ______ ~ Output 

R1 

R1 

', ·c2 
j0,1 µF 

· Sortie 

Output 
Sortie 



SF.C 2805 EC, SF.C 2805 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

(notes 1, 2) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS CONDITIONS OE VALEURS 

PARAMETRES SYMBOLES UNITES MESURE MIN. TYP. MAX. 

tvj = +25°C 4,8 5.0 5,2 V 

Output voltage range 
1v,;;;v1..;;2ov Domains de tension de sortie Vo 

5 mA..;;1 O ,;;;1 A 4,75 5,25 V 
P..;;15w 

Line regulation tvj = +25°C 
Coefficient de FB(Nlation Kv1 s v..;;v1 ,;;; 12 v 50 mV 
en fonction de la 'tension d'entree 

7 v,;;; V 1 ..;; 25 V 100 mV 

Load regulation tvj = +25°C 
Coefficient de fVI/Ulation Kvo 5 mA..;;1 O ,;;;1,5A 100 mV 
en fonction de la charge 

250 mA,;;; 10 ,;;; 750 mA 50 mV 

Quiescent current 
11s tvj ="+25°C 6 10 mA Courant de repos 

1v,;;;v1,;;; 25v 1,3 mA 
Quiescent current change 

Li 11s Variation du courant de repos 
5 mA..;;1O ,;;; 1 A 0,5 mA 

Output noise voltage 
VNO 

10 Hz ..;; f ,;;; 100 kHz 
40 µVrms 

Tension de bruit en sortie tamb = + 250c µ.Veff 

Long term stability 
KVH 20 mV Stabili'td dans le temps 

Ripple rejection 
Rvf lo =20mA, f = 100 Hz 60 dB Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
v,-vo tvj = + 25°C, lo=1A 2 V 

OifMrenc9 de tension entretHortiB 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for OOC..;; tamb..;; 700C, lo = 0,5 A , V 1 = 10 V 
Sauf indications contraires, ces sp8Cifications sont applicables pour OOC ~tamb ~700C, lo= 0,5 A , v 1 = 10 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (TO-3) - RC Rth(j-c) = 20C/W (TO-220 AB) - EC 
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SF.C 2806 EC, SF.C 2806 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de soniB 

Line regulation 
COllfficient dtl "'flU/ation 
en fonction de la tflmion d'entTH 

Load regulation 
COllfficlent dtl rdgulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Temion d11 bruit en 1oniB 

Long term stability 
Stabili~ dtlno la -

. Ripple rejection 
Taux de fi/trage 

Input-output voltage differential 
OifMrenct1 dll tt1n1lon antnltHortia 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

\j = +25°C 

sv.;;vI .::·21v Vo 
5 mA<;;lo<;;1 A 

P<;;15W 

\j = +25°C 
Kv1 g_v.;;v I .;;13v 

8 V <;; VI <;; 25 V 

Kvo 
\j = +25°C 
5 mA.;;IO .;; 1,5A 

250 mA <;;lo<;; 750 mA 

l1e \j = +25°C 

lll1e 
av.;;vI .;; 25V 

5 mA.;;IO .;;1 A 

VNO 
10 Hz ,.; t <;; 100 kHz 

tamb = + 250c 

KvH 

Rvf io =20mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo \j = + 25°C, lo= 1 A 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

5,75 6 6,25 V 

5,7 6,3 V 

60 mV 

120 mV 

120 mV 

60 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

45 µVrms 
/J.V eff 

24 mV 

65 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for OOC.;; tamb.;; 700C, IQ= 0,5 A , v I = 11 V 
Sauf indications contrain,1, ce, ,pkifications sont applicllbltJS pour OOC 4'tamb <..700C, to =0,5 A , v1 = 11 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (TO-3) - RC 
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SF.C 2808 EC, SF.C 2808 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

(notes 1, 2) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

l,,j = +25°C 7,7 8 8,3 V 

Output voltage range 10,sv.;;vI .;;23v Domaine de temion de sortie Vo 
5 mA.;;IO .;;1 A 7,6 8,4 V 

P.;;15w 

Line regulation l,,j = +25°C 
CotJff/cient de rogu/ation Kvl 11 v..;v I ..;11v 80 mV 
flff fonction * '• trlnlion d'entrH 

10,5 V<. VI ..; 25 V 160 mV 

Load regulation l,,j = +25°C 
CotJfflcltlnt de rlgulatlon Kvo 5 mA..;IO ..; 1,5A 160 mV 
en fonction de la dlMp, 

250 mA..; 10 .;; 750 mA 80 mV 

Quiescent current 
l1B tvj = +25°C 6 10 mA Courant d6 n,pos 

10,5v..;vI .;; 25V 1 mA 
Quiescent current cliange LI IIB Variation du coursnt dB repos 

5 mA..;IO ..; 1 A 0,5 mA 

Output noise voltage 
VNO 

10Hz..:t .; 100 kHz 52 µV,ms 
Temion M bruit en .anie tamb = + 250c µVeff 

Long term stability 
KvH 32 mV 

Sm/JI/id dam la -

Ripple rejection 
Rvf lo =20mA,f = 100 Hz 62 dB T,wx ds fi/tnge 

Input-output voltage differential 
Vi-Vo tvj = + 25°c, 10 = 1 A 2 V 0- ds -ion llflttN-IOrtie 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for OOC.; tamb .;; 700C, lo = 0,5 A , V 1 = 14 V 
Saufindicationscontr11irn,t:t11fll(lcificationssontapplicabl•paur(JOC<;t8mb<.:11JOC, lo=0,5A , v1 = 14 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (TO-3) - RC Rth(j-c) = 2°C/W (TO-220 AB) -EC 
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SF.C 2812-E~SF.C 2812 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Doma/nt1 de t:en,/on de lortffl 

Line regulation 
Coltfflcmtt de f911Ulatlon 
en fonctlon de la ..,,,Ion d'entrH 

Load regulation 
ColtfflciMlt de ri(/u/at/on 
en fonction de la CMfP8 

Quiescent current 
Courant de n,pos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Te,qion ds bruit 1111 ,ortiB 

Long term stability 
Srabi/1 .. den,,,, -

Ripple rejection 
Tsux ds fi/trllfJ8 

Input-output voltage differential 
DifMrenctl dB tflnlion entlN-lortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

\j = +25•c 

14,5 V ..;vI .;;: 27 V 
Vo 

5 mA ..; lo ..; 1 A 
P..;15w 

\j• = +25°c 
Kv1 16V..;VI ,;;; 22V 

14,5 V <;;; VI ,;; 30 V 

Kvo 
\i = +25•c 
5 mA..;IO ..; 1,5A 

250 mA ..; 10 <;;; 750 mA 

IIB tvj = +25°c 

LI I IB 

14,5V,;;;vI ,;;; 30V 

5 mA..;IO ,;;; 1 A 

VNO 
10 Hz .;; f <;;; 100 kHz 

tamb = + 25°C 

KvH 

Rvf lo = 20 mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo \j = + 25•c, 10 = 1 A 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

11,5 12 12,5 V 

11,4 12,6 V 

120 mV 
240 mV 

240 mV 
120 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

75 
µVrms 
µVeff 

48 mV 

61 dB 

2 V 

NOTE 1- Unlessotherwisespecified,thesespecificationsapplyfor ooc..;tamb..;7ooc, lo=0,5A, v I = 19\/ 
Sauf indications contrairn, cas ,p4cification, wnt applicab/ss pour OOC < tamb < 700C, to = 0,5 A , v1 = 19 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (TO-3) - RC 
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SF.C 2815 EC, SF.C 2815 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

(notes 1, 2) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEIJRS 
UNITES 

MESIJRE MIN. TYP. MAX. 

\j = +25°C · 14,4 15 15,6 V 

Output voltage range 17,5 V .;;vI .;;30 V 
Domaine de temion de IOl'tie Vo 

5 mA.;;IO .;;1A 14,25 15,75 V 
p.;;15w 

Line regulation \j = +25°c 
Cattff1cJBnt de f8/1Ulation Kv1 20V .;;v I ..;; 26 V 150 mV 
.,. fonction de la lfHWDn d'ontrle 

11,5v.;;vI ..: 30v 300 mV 

Load regulation \i = +25°C 
Cosfficltmt de regulation Kvo 5 mA..:I0 ..: 1,5A 300 mV 
"" fonction de la CMl1JII 

250 mA..;; 10 ..;; 750 mA 150 mV 

Quiescent current 
l1e \j = +25°c 6 10 mA Courant de repos 

11,5v.;;vI ..;;3ov 1 mA 
Quiescent current change t, l1e 
Variation du courant de repos 

5 mA..:I0 ..;; 1 A 0,5 mA 

Output noise voltage VNO 
10 Hz .;; f ..: 100 kHz 90 µVrms 

TeMiOn tis bruit 1M IOl'titl tamb = + 25°C µVeff 

Long term stability 
KvH 60 mV Stabilite den, ltl tempi 

Ripple rejection 
Rvf lo =20mA, f = 100 Hz 60 dB Taux de fi/traglJ 

Input-output voltage differential 
V1-Vo tvj = +25°c. 10 = 1 A 2 V 

DlfMrenct1 dll tension entfff-lortie 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for OOC <; tamb <; 700C, IQ= 0,5 A , v I = 23 V 
Sauf indications contrairss, ces spkifications .sont applicsbln pour {JOC <tamb <700C. lo = 0,5 A , v1 = 23 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (T0-3) - RC Rth(i-cl = 2°c1w (T0-220 AB) -ec 
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Sf;C 281.8 EC, SF.C 2818 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
DomallHI de ten,ion de •onHI 

Line regulation 
CaBfficient de regulation 
t111 fonction de la temion d'entrH 

Load regulation 
Coeffic/ent de f911U/ation 
en fonction dB la charge 

Quiescent current 
Courant de n,pos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Temion de bruit en ,ortie 

Long term stability 
Stabilid daM t,, -

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Diff"'1nce dB tension entfN-IOrtHI 

(notes 1. 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESVRE 

\j = +25°C 

21 v..;vI ,;;:33 v 
Vo 

5 mA.;;IO ..;1 A 

P.;;15w 

\j = +25°C 
Kv1 24 v..;v I ..; 30 V 

21 V..; v I ..; 33 V 

Kvo 
tvj = +25°C 
5 mA..:IO ..; 1,5A 

250 mA..: 10 ..; 750 mA 

I IB tvj = +25°C 

C. I IB 

21 V ..;vI ..; 33 V 

5 mA..:IO ..; 1 A 

VNO 
10 Hz .;; f ..; 100 kHz 

tamb = + 250c 

KvH 

Rvf lo =20mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo tvj = +25°C, lo= 1 A 

VALUES 
UNITS VALEVRS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

17,3 18 18,7 V 

17, 1 18,9 V 

180 mV 

360 mV 

360 mV 
180 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

110 
µVrms 
µVeff 

72 mV 

59 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for O"C.;; tamb..; 7D°C, IQ= 0,5 A , V 1 = 27 V 
Sauf indications contra/res, CBS spkifications sont applicabl• pour (JOC <.tamb <.1ooc, lo = 0,5 A , v1 = .27 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (TO-3) - RC 

10/12 

506 

Rth(j-c) = 2°C/W (TO-220 AB) - EC 



SF.C 2824 EC, SF.C 2824 RC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTR/QUES 

(notes 1, 2) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE VALEURS 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITES 

\j = +25°C 23 24 25 V 

Output voltage range 21v..;v1..:30v Domaine de tenlion de ,ort/11 Vo 
5 mA..:10 ..;1A 22,8 25,2 V 

p..;15w 

Line regulation \j = +25°C 
Cosfficient"" n,gulation Kv1 30V ..:v1 <.: 36V 240 mV 
en fonction dtl la ten6ion d'ent:rH 

27 V <.: V1 <.: 38 V 480 mV 

Load regulation \j = +25°C 
Cosfficient de N(IUlation Kvo 5 mA..;10 ..: 1,5A 480 mV 
.,, fonction de la char,e 

250 mA <.: 10 ..;; 750 mA 240 mV 

Ou iescent current 
11B \j = +25°C 6 10 mA Courant dlJ repos 

27 V <.: v 1.;; 38 V 1 mA 
Quiescent current change t. l1e 
Variation du courant dlJ rspos 

5 mA<.:lo<.:1A 0,5 mA 

Output noise voltage VNO 
10 Hz ..; f <.: 100 kHz 170 µVrm• 

Tt1Mion de bruit 11n IOf'till tamb = + 2sec µVeff 

Long term stability 
KvH 96 mV 

Stab/lid de111 le -

Ripple rejection 
Rvf lo =20mA, f = 100 Hz 56 dB Tauxdefilrrage 

Input-output voltage differential 
Vi-Vo tvj = +25°C, lo= 1 A 2 V DlfNrencede telllion ,,,,_ 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for D°C..; tamb..; 700C, lo = 0,5 A , V 1 = 33 V 
Sauflndlcotion1contralrn.ce1,pkificatlonuontappllcablapourOOC..;t0mb..;700c, lo=O.SA , V1 = 33 V 

NOTE 2 • Rth(j•c) = 4°C/W (T0-3) - RC Rth(j-c) = 2°C/W ·(T0-220 AB) -Ec 
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SF.C 2800 EC series, SF.C 2800 RC series 

E·! 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRETE DE SORTIE 

4 ~-,--,---.---.----,---. 

"~ ~o Bi 2 i--,t-::;;1;;;;;:::--
~~ 
::, C 
Q. ~ 

8a 

0 o 5· 10 15 20 25 30 

+0,5 

12112 
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-1 

Input-output differential {V) 
Difflnmce de tension entr,e.,o,rie 

OROPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIOUE DE 
DECROCHEMENT 

IQ= 1A 

fl 

'i = 125°c ~ 'i = 250c 

l 
I/ 

0 1 2 3 
Input-output differential (V) 
DifMrenCtJ de tension entrde-mrtie 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

0 6 10 15 20 
lnput-output differential (V) 
DifMrsnce de tsnlion entrse-sortHI 
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DROPOUT VOLT AGE 
DIFFERENCE DE TENSION 
ENTREE-SORTIE MIN/MALE 

av0 <2% 
I I 
IQ= 1A 

25 50 75 100 125 
Junction temperature ( ° C) 
TemplJrature ff jonction 

RIPPLE REJECTION 
TAUX OE FIL TRAGE 

SF.C 2805 RC 

IQ = 200mA 
V1 = 10V 
aV1 = 3Vpp 

100 lk 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
Freq"""ce 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

.... , 
........ 

...... 

' 
IQ= 20mA 

I 
25 50 75 100 125 

Junction temperature (°Cl 
TemplJrature de jonction 



SF.C 2800 Lseries 

POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION POSITIVE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES (Vair§ limitesabsolues/ 

Operating free-air p Ti VI lo Package temperature range Storage temperature Type (V) (W) :A) Bo1tier Gammede temP'rature Tempt1rature de stock age 
ambiante de fonctionnement max max max max 

SF .C 2805 LEC TO-220 0°C, +7D°C -65°C, +150 C 125°C 35 s ~ 
-g E -g E SF .C 2806 LEC TO-220 0°C,, +70°C ·-65°C, +150 C 125°c 35 -~ e :!::'. e 

SF .C 2808 LEC TO-220 D°C, +70°C -65°C, +150 C 125°c 35 ]-~ ~-~ 
SF.C 2812 LEC TO-220 0°C, +7D°C -65°C, +150 C 125°c 35 ,-l!i 

=-S: 
,-l!i 
=·S: SF.C 2815 LEC TO-220 0°C, +7D°C -65°C, +150 C 125°c 35 E~ E~ SF .C 2820 LEC TO-220 0°C, +7D°C -65°C, +150 C 125°c 40 ., ·-E .§ 
., ·-
~.§ 

SF .C 2824 LEC TO-220 0°C, +7D°C -65°C, +150 C 125°c 40 -..J -..J 

General description 

The SF .C 2800 LEC series voltage regulators are 
"three-terminal regulator" families. They can supply, 
with few external components, several fixed regulated 
voltages. With some added external components, 
these devices can be used as adjustable current or 
voltage regulators. 

These regulators have both-on internal peak current 
I imitation and a thermal shut down circuit which 
allows the protection of the output transistor safe 
area and prevents the device from overheating. 

This SF .C 2800 LEC series is available in TO-220 
package and allow these regulators to supply over 
0,5 A output current, if an adequate heat sink is 
provided. 

THOMSON·CSF 
OMSION SEMICOMlUCTEURS 

~ 

Description generate 

Les r8gulateurs de tension SF.C 2800 LEC sont du type 
"rtigu/areur trois broches". /Is permettent d'obtenir, avec le 
minimum de composants exterieurs, differentes tensions 
f'egu/6es fixes. A /'aide de quelques composants exterieurs 

supplementaires, on peut /es utiliser en regu/ateur de courant 
ou en regulatBur de tension ajustable. 

Ces re{Julateurs possedent une limitation de courant cnfte et 
un dispositif de protection thermique qui assurent la protec
tion de l'aire de securite du transistor de sortie et empBChe la 
destruction du circuit par echauffement. 

Cette~ SBrie SF.C 2800 LEC est Jivree en boitier T0-220 et 
peut fournir un courant de 0,5 A si Jes circuits sont fixex sur 
un dissipateur approprie. 
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SF.C 2800 L series 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

'TO-220 AB (CB-117) 

PLASTIC CASE 
Boitier plastique 
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Schematic 
Schema electrique 

Top view 
Vue de dessus 

Unregulated input 
Entree non regutee 

2 Regulated output 
Sortie l"egultie 

3 Ground 
Masse 

Principal features 
Oonnees principales 

- Output current in excess of 0,5 A 
- Internal thermal overload protection 
- No external components for adjusting 
- Output transistor safe area protection 
- Internal short-circuit current limit 

- Courant de sortie superieur ii 0,5 A 

- Protection thermiqus interns contn, l11s 

surcharges 

- Pas d''"ment d'ajustage sxttlriBur 

- Protection d'aire de securiM du transistor 

dB sortie 

- Limitation interns du courant de court-circuit 



MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

Ptot 
IW) 8 

6 

4 

100 

8 

6 

4 

2 

25 

SF.C 2800 L series 

I 
r--.... "11) 

.... , I \ . 
.....,(21 

\ ~, 
i-. '\ ........ r,.... 

-....,!.3i I\ 
'-

" '\ 
\ 

50 75 100 

( 1) With ·infinite heat sink 
A vec radiateur infini 

(2) With a 1fY'C/W heat sink 
Avec radiateur de 100CIW 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

\ 
' 

\ 

\ 

\ 

SF.C 2800 L series 
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SF .C 2800 L series 

rYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TY PIQUES 
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FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULA TEUR A TENSION DE SORTIE FIX£ 

Input o------->---, 
En tree 

Cl* 
0,22 µF 

SF .C 28xx LEC 

3 

2 Output 
Sortie 

*Required if regulator is located an apprecible distance from power supply filter. 
Necessaire lorsque le regulateur se rrouve a une distance appreciable du filtre de l'alimentacion. 

* *Although no output capacitor is needed for stability it does improve transient response. 
Bien que cette capacitti ne soit pas necessaire pour la stabilite, elle ameliore la reponse transitoire. 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULA TEUR A TENSION OE SORTIE AJUSTABLE 

Input 
Entree 

vO = V2-3 (1 +~I+ 118 R2 
Rl 

CURRENTReGULATOR 
REGULA TEUR DE COURANT 

Input 
En tree 

HIGH CURRENT VOLTAGE REGULATOR 
REGULATEUR A COURANT EL EVE 

Cl 
0,22 µF 

Cl 
I0,22µF 

SF .C 28xx LEC 

3 

SF .C 28xx LEC 

3 

/ SF .C 28xx LEC 

3 

R1 
1% 

R2 

Rl 

Output 
Sortie 

Output 
Sortie 

1-2 ___ ..... __ ---0 Output 
Sortie 

C2 
0,1 µF 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
COllfficient de rtlfNIBtion 
en fonction dtl la ten1ion d'entfH 

Load regulation 
Coefficient de r4flulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de rspos 

Quiescent current change 
Variation du courant dB 111pos 

Output noise voltage 
Ten1ion de bruit en wrtie 

Long term stability 
Stabilid dans IIJ temps 

Ripple rejection 
Taux de filtragtJ 

Input-output voltage differential 
Oiff"6nce de ttln,ion entrff-lortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Ti = +25°C 

1v..;v1,;;;2ov 
Vo 

5 mA..;1 0 ,;;; 350mA 

Ti = +25°C 
Kv1 av..; v 1 ..;25v 

7 V..; V1 ..; 25 V 

Ti = +25°C 
Kvo 5 mA..;10 ..; 500mA 

5 mA,;;; 10 ..;200mA 

l1B Ti = +25°C 

6 I IB 
av..;v1,;;;25v 

5 mA..;1 0 ..; 350mA 

VNO 
10 Hz ..; f ..; 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KvH 

Rvf lo =10mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Ti = + 25°C 10 =350mA 

SF.C 2805 L 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

4,8 5,0 5,2 V 

4,75 5,25 V 

50 mV 

100 mV 

100 mV 

50 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

40 µVrms 
µVeff 

20 mV 

•70 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C ..;Tami>..; 70°C, lo= ·200 mA, v 1 = 10 V 
Sauf indications contrairt1s, ces spkifications sont applicables pour tJOC :E;;Tamb ~lOOC, to = 12()() mA., v1 = 10 V 

NOTE 2 - Rth(i-cl = 4°C/W (typ.) T0-220 
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SF.C 2806 L 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine dB tension de 1ortie 

Line regulation 
Coefficient dll regulation 
en fonction dtl la tension d'entTH 

Load regulation 
Coefficient dll nlgu/ation 
en fonction dB la Chal'fJB 

Ou iescent current 
Courant dB repos 

Quiescent current change 
Variation du couranr de repos 

Output noise voltage 
Te111ion de bruit en sortill 

Long term stability 
Stabilitl dam le remp, 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Difflrence <HI tension entfff-lorti11 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

Ti = +25°C 

8 V.;;; VI ..; 21 V 
Vo 

5 mA..;I O .;;; 350mA 

Tj = +25°C 
Kv1 g_v..; v I ..;25v 

sv.;;vI .;;25v 

Ti = + 25°C 
Kvo 5 mA..;IO ..; 500mA 

5 mA.;; 10 ..; 200 mA 

I IB Ti = +25°C 

Li IIB 

9 V ..;vI .;;; 25V 

5 mA.;;; 10 .;;; 350 mA 

VNO 
10 Hz .;; f .;; 100 kHz 

Tamb = + 25cc 

KVH 

Rvf lo = l0mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Ti = + 25°C, lo =350 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX~ 
UNITES 

5,75 6 6,25 V 

5,7 6,3 V 

60 mV 

120 mV, 

120 mV 

60 mV 

6 10 mA 

1,3 mA 

0,5 mA 

45 µVrms 
µVeff 

24 mV 

65 dB. 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C .;;T amt>< 700C, lo= 200 mA, V 1 = 11 V 
Sauf indications contraires, us JP'cifications sont applicables pour {JOC ~Tamb ~J(JOC, Jo= 200 mA, v 1 = 11 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
DomaiM de tension de sortie 

Line regulation 
Cosfficient de n,gulation 
tm fonction de la ten,ion d'entrH 

Load regulation 
Coefficisnt de IWfJU/ation 
,m fonction de la charge 

Quiescent current 
Couran t de repos 

Quiescent current change 
Variation du couranr de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit sn 1orti11 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
DiffSrencs de tension entr,je..sortie 

(notes 1. 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

Kv1 

Kvo 

IIB 

LIIIB 

VNO 

KvH 

Rvf lo 

v,-vo Tj 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Ti = +25°c 

10,5 V.;; vI .;; 23 V 

5 mA ,;;;10 < 350 mA 

Ti = +25°C 

11 V ,;;; VI , 25 V 
10,5 V,;;;, v I ,;;; 25 V 

Ti = + 25°c 
5 mA,IO ,;;; 500mA 

,5 mA,IO ,;;;2oomA 

Ti = +25°C 

10,5 V ..;vI ,;;; 25V 

5 mA..; 10 ..; 350 mA 

10 Hz .;; f ,;;; 100 kHz 

Tamb = + 250c 

=10 mA, f = 100 Hz 

= + 25°c, 10 =350 mA 

SF.C 2808 L 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

7,7 8 8,3 V 

7,6 8,4 V 

80 mV 
160 mV 

160 mV 

80 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

52 µVrms 
µVeff 

32 mV 

62 

2 V 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C .;;Tamb< 70°C, IQ= 200 mA, v I = 14 V 
Saul indications contraires, ces specifications sont applicablss pour {JOC ~ Tamb ~7(JOC, lo= 200 mA, v1 = 14 V 

NOTE 2. Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2812 L1 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTJQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Do,,,.in11 clf1 r.mion de 1ortie 

Line regulation 
Ct»fficient de rflflU/ation 
en fonction de la temion d'entrH 

Load regulation 
Coefficient de rdgulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de rBpos 

Quiescent current change 
Variation du courant dB repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilim dam le temp, 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Oiff,nnce de ten1ion entrH-SOrtiB 

(notes 1. 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

Kv1 

Kvo 

110 

t. 110 

VNO 

KvH 

Rvf lo 

Vi-Vo Ti 

TEST CONOITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Ti = +25°C 

14,5 V..; v I <: 27 V 

5 mA ..:10 .;; 350 mA 

Ti = +25°C 

rnv..:v I ..:3ov 
14,5v..:vI ,;; 3ov 

Ti = +25°C 
5 mA..;IO ,;; 500mA 

5 mA,;; 10 ,;; 200 mA 

Ti = +25°C 

14,5V,vI .;; 30V 

5 mA..;IO ..; 350mA 

10 Hz .;; f ,;; 100 kHz 

Tamb= + 250c 

= 10mA, f = 100 Hz 

= + 25°c, 10 =350 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

11,5 12 12,5 V 

11,4 12,6 V 

120 mV 

240 mV 

240 mV 

120 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

75 
µVrms 
µVeff 

48 mV 

61 dB 

2 V 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for G°C .;;T amb,o;;; 7G°C, IQ = 200 mA, v I = 19 V 
Sauf indications contraires, css sp8cifications sont applicables pour CJOC ~Tamb <;,,1ooc, lo= 200 mA, v1 =19 v 

NOTE 2 . Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de 1ortie 

Lire regulation 
Coefficient de n,gu/ation 
en fonction de la ren,ion d'entrf>e 

Load regulation 
CO#lfficient de rlgulation 
,m fonction de la chaflJfl 

Ou iescent current 
Courant de rspos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Ten,ion de bruit en wrtie 

Long term stability 
Stabilittl dam hi temp, 

Ripple rejection 
Taux de filtrBl}6 

Input-output voltage differential 
Oifflrenct1 de r.n1ion 11ntrH-IOrtie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

Ti = +25°C 

17,5 v ..:vI ..;3ov 
Vo 

5 mA.;;I O ..; 350mA 

Tj = +25°C 
Kv1 2ov.;;v I ..;3ov 

17,5 V '- VI .;; 30 V 

Ti = + 25°c 
Kvo 5 mA.;;I O ..: 500mA 

5 mA..; 10 ..:2oomA 

I Ie Ti = +25°C 

t,. I Ie 

17,5 v..;vI ..; 3ov 

5 mA..;IO ,;;; 350mA 

VNO 
10 Hz .;;; f ,e;; 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KVH 

Rvf lo = 10mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Ti = + 2s0c, 10 =350 mA 

SF.C 2815 L 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

14,4 15 15,6 V 

14,25 15,75 V 

150 mV 

300 mV 

300 mV 

150 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

90 µVrms 
µVeff 

60 mV 

60 dB 

2 V 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for O"C ,;;;Tamb,;;; 70"C, lo = 200 mA, V 1 = 23 V 
Saul indications contraire,. ces sp4cifications sont applicable, pour OOC ~ Tamb <1ooc, Jo = 200 mA, v1 =23 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2820 L: 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
DomaifHI de remion de ,onie 

Line regulation 
Coeffic;.nr f» regulation 
en fpnction dtl la tension d'entrH 

Load regulation 
Coefficiflnt <hi rdt/Ulation 
.,. fonction tis Ill c,_,,. 

Quiescent current 
Courant dB repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
T11mion de bruit en ,onie 

Long term stability 
Stllb/lili dam le temp, 

Ripple rejection 
Taux de filtrB(JIJ 

Input-output voltage differehtial 
Diff,rence de tsn1ion .,,,,...,ortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

Kv1 

Kvo 

l1e 

t. l1e 

VNO 

KvH 

Rvf io 

Vi-Vo Tj 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

Ti = +25°c 19,2 20 20,8 V 

23V .;;vI .;;: 35 V 

5 mA..;I0 ..: 350 mA 19 '21- V 

Tj = +25°C 

23 V.;;; v I ..; 35V 400 mV 
24V.;;; v I ..; 35V 200 mV 

Tj = +25°C 
5 mA..; 10 ..; 500 mA 400 mV 

5 mA.;;; 10 .;;; 200 mA 200 mV 

Tj = +25°C 6 10 mA 

23v..;vI ..;35v 1 mA 

5 mA ,.; 10 .;;; 350 mA 0,5 mA 

10 Hz <; f ..; 100 kHz 130 µVrms 

Tamb = + 250c µVeff 

80 mV 

' 

=10mA, f = 100 Hz 58 dB 

= + 25°C; lo=350 mA 2 V 

NOTE 1 • Unless otherwise specified, these specifications apply for O"C ,.;T amb..; 70"C, lo = 200 mA, V 1 = 20 V 
Sauf indications contrair""· ces spkifications sont applicablt1s pour OOC <.ramb <..1ooc, IQ= 200 mA, v 1 =20 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (typ.)' T0-220 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Dornain11 de ten1ion de sortie 

Line regulation 
Cosfficient de regulation 
t111 fonction dB la temion d'entnHI 

Load regulation 
Coefficient de fVllulation 
sn fonction de la charge 

Quiescent current 
Couran t de repos 

Quiescent current change 
Variatioq du courant dB repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sonie 

Long term stability 
Stabili~ dam le temps 

Ripple rejection 
Taux de fi/trBIJII 

Input-output voltage differential 
Diff,rt1ncs de tension entrH-sorti• 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vo 

Kv1 

Kvo 

I Ie 

t. I Ie 

VNO 

KvH 

Rvf lo 

v 1 -V0 Tj 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Ti = +25°C 

27 V.;; v I ,;: 38 V 

5 mA.;; 10 .;; 350 mA 

Tj = +25°C 

28V.;; v I < 38 V 
27 V.;; VI .;; 38 V 

Ti = + 25°c 

5 mA,I0 .;; 500mA 

5 mA, 10 , 200 mA 

Tj = +25°C 

27V,VI , 38V 

5 mA..;; 10 .;; 350 mA 

10 Hz .;; t .;; 100 kHz 

T amb= + 250c 

=10mA, f = 100 Hz 

= + 25°c, 10 =350 mA 

SF.C 2824 L 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

23 24 25 V 

22,8 25,2 V 

240 mV 

480 mV 

480 mV 
240 mV 

6 10 mA 

1 mA 

0,5 mA 

170 µVrms 
µVetf 

96 mV 

56 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for 0°C .;;T amb"- 70°C, IQ= 200 mA, V I = 33 V 
Sauf indications conrraires, ces specifications sont applicablas pour OOC ~ Tamb ~l{JOC, IQ= 200 mA, v 1 =33 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) TO-220 
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SF.C 2800 L series 

+0,5 
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-1 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRETE OE SORTIE 

5 10 15 20 25 30 
Input-output differential (V) 
Difference de tension en tree-sortie 

DROPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTERISTIQUE DE 
DECROCHEMENT 

lo =0,5A 

ti 
T. = 125°C 

J '/Ti= 25°c 

/, 
II 

0 1 2 3 
Input-output differential (V) 
Difference de tension enrree-sortie 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

IQ 100mA 

O 5 10 15 20 
Input-output differential (V) 
D i/ft!Jrence de tension en tree-sortie 

2,5 

-~ s;;t 
-2 2 

~f 
C < ., ~ 

1,5 t < 
;•2 
~~ 
::, ~ 

"-" '5 ~ 
9< -~ ::,-., 

"-"' c ·--0 

0 
0 

100 

m: 80 
~ 
C 

-~ I 
<>l: 
"§'i;: 

60 

~,t 
c_. 
c_ ~ 

ii:~ 40 

20 
10 

1,02 

w 1,01 

I~ 
0:.::: 
> ~ 
- E ::, 0 
c_ < 
:J -9:! 0,99 
ot: 
al 2 
-~ ~ 0,98 
<O< 
E -~ o C o,96 
z~ 

0,94 

DROPOUT VOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION 
ENTREE-SORTIE MIN/MALE 

25 50 75 100 125 
Junction temperature ( ° C) 
TsmpBrature de jonction 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

SF.C 2805 L 

IQ == 100mA 
V1 10V 
.cN1 = 3Vpp 

100 1k 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
FreQuencs 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

---I'-.... r-,.._ 

-..r-----... 

lo= 10mA 
I 

0 25 50 75 100 125 
Junction temperature (° C) 
Temperature de jonction 



SF.C 2800 RM Series 
THREE-TERMINAL POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 

REGULATEURS DE TENSION POSITIVE, TROIS BROCHES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS !See§ absolute maximum ratings) 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES /Voir § limitesabsolues) 

Operating free-air 
Ti V1 p lo 

Type Package temperature range Storage temperature 
IV) (WI IA) Saltier Gammede temp6rature Tempdrature de stock age 

ambiante de fonctionnement 

SF.C 2805 RM TO-3 -55°C +125°C -65°C 
SF.C 2806 RM TO-3 -55°C +125°C -65°C 

SF.C 2808 RM TO-3 -55°C +125°C -65°C 

SF.C 2812 RM TO-3 -55°C +125°C ~65°C 

SF.C 2815 Rl\(1 TO-3 -55°C + 125°c -65°C 

SF.C 2818 RM TO-3 -55°C +125°C -65°C 

SF.C 2824 RM TO-3 -55°C +125°C -65°C 

General description 

This series of three terminal regulators is available 
with several fixed output voltages making them useful 
in a wide range of applications. One of these is local 
on card regulation, eliminating the distribution pro• 
blems associated with single point regulation. The 
voltages available allow these regulators to be used in 
logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid 
state electronic equipment. Although designed prima
rily as fixed voltage regulators these devices can be 
used with external components to obtain adjustable 
voltages and currents. 

This series is available in two power packages. Both 
the plastic TO-220 and metal TO-3 packages allow 
these regulators to deliver over 1.0A if adequate heat 
sinking is provided. Even with over 1.0A of output 
current available the regulators are essentially blow
out proof. Current limiting is included to limit the 
peak output current to a safe value. Safe area protec
tion for the output transistor is provided to limit 
internal power dissipation. If internal power dissipa
tion becomes too high for the heat sinking provided, 
the thermal shutdown circuit takes over preventing 
the IC from overheating. 

Considerable effort was expended to make this series 
of regulators easy to use and minimize the number of 
external components. It is not necessary to bypass the 
output, although this does improve transient response. 
Input bypassing is needed only if the regulator is loca
ted far from the filter capacitor of the power supply. 

max max max max 

+150°C 150°c 35 
< < 

+150°C 150°C 35 ~~ -g ~ 
+150°C 150°c 35 -~ ~ -~ ~ 

] -~ ~ -~ 
+150°C 150°c 35 ·e ·e 

~-S :f"' .s 
+150°C 150°c 35 <O • ~ ,% E-e "·- :u -~ 
+150°C 150°c 35 E .§ E .§ _..., _..., 
+150°C 1so 0 c 40 

Description generate 

Les regulateurs de cette serie permettent d'obtenir differentes 
tensions regulees fixes. /Is peuvent done etre utilises pour de 
nombreuses applications : regulation locale sur !es circuits 
imprimes eliminant /es problemes de distribution, alimenta
tion des systemes logiques, des equipements d'instrumenta-
tion, de chaines haute fid(Jlite ........ Quoique prevus pour 
fournir des tensions regulees fixes ces circuits peuvent a /'aide 
de quelques composants externes ~tre utilises pour obtenir 
des courants fegu/es ou des tensions f'eglables. 

Ces regulateurs sont livres soit en TO-220 AB (plastique) soit 
en TO-3 (mf!talliqueJ et peuvent fournir un courant supfirieur 
a 1A s'ils sont fixi!s sur un dissipateur approprie. Une limita
tion interne de courant crdte, et la protection de J'aire de 
securite du transistor de sortii.1 limitent la dissipation de puis
sance. Si cefle-ci devenait trop forte le circuit de limitation 
thermique entrant en action empkherait la destruction du 
circuit par echauffement. 

Tout a ere mis en oeuvre pour minimiser Jes composants 
externes. II n'est pas necessaire de decoupler la sortie quoique 
ceci ameliore la r(Jponse en regime transitoire. Le decouplage 
de l'entree n'est necessaire que si le r(Jgulateur se trouve a une 
distance appreciable du filtre de l'alimentation. 
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F .C 2800 RM series 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-3 ICB-19I 
METAL CAN 
Bo'itiermetal 

Schematic 
Schema e/ectrique 

0 

Bottom' view 
Vue de dessous 

R16 
0,3 !1 

0 

.------+--------0 ou·tpu 

2/12 
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R4 
1,2kn 

Sortie 

R17 

R18 
2,6k!1 

Ground 
Masse 

1 Unregulated input 
Entree non rl!gul(Je 

2 Regulated output 
Sortie reguJee • 

Ground connected to case 
La masse est reliee au boitier 

Principal features 
Donnees principales 

- Output current in excess of 1 A 

- Internal thermal overload protection 
- No external components for adjusting 

- Output transistor safe area protection 

- Internal short•circuit current limit 

- Courant de sortie superieur a 1 A 

- Protection thermique interne contre /es 

surcharges 

- Pas d'f!lement d'ajustage extlJrieur 

- Protection par l'aire de securite du transistor 

de sortie 

- Limitation interne du courant de court-circuit 



MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PU/SSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

SF.C 2800 RM s~ries 

4 

101 
.8 
6 

4 

100 
8 
6 

---
.::::,,,. 

l""-a. 

-r--

11) 

12) 

13) r--

~ 

' -...,.__ 

--r---., -- -r--,..._ " ' 

I\. 
\ 

r\. \ 
' ' 

4 ' \ 

10·1 

25 50 75 100 125 

( 11 With infinite heat sink 
Avec radiatsur infini 

(2) With a 10°C/W heat sink 
Avec radiateur de 10°CIW 

(3) Without heat sink 
Sans radiateur 

\' 
I 

SF.C 2800 RM s~ries 
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SF.C 2800 RM series 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA T/ONS TY PIQUES 

FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULA TEUR A TENSION DE SORTIE FIXE 

Input 0---..... ----1 
Entr(Je 

c1* 
0,22 µF 

SF.C 28 xx 
,_2 ____ --0 Output 

Sortie 

3 

* Required if regulator is located an apprecible distance from power supply filter. 
Necessaire lorsque le f"egulateur se trouve a une distance appreciable du filtre de l'alimentation. 

* •Although no output capacitor is needed for stability it does improve transient response. 
Bien que cette capacite ne soit pas necessaire pour la stabilite, elle ameliore la Teponse transitoire. 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULA TEUR A TENSION DE SORTIE AJUSTABLE 

Input 
Entrh 

v0 ~ V2-3 (1 +~) + 118 R2 
R1 

CURRENT REGULATOR 
REGULATEUR DE COURANT 

Input 
En tree 

HIGH CURRENT VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR A COURANT EL EVE 

4/12 
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C1 
0,22 µF 

Cl 
I0,22µF 

SF.C 28 xx 

3 

SF.C 28 xx 

3 

SF.C 28 xx 

3 

2 

R1 
1% 

R2 

R1 

Output 
Sortie 

Output 
Sortie 

t-2---+----0 Output 
Sortie 

C2 
0,lµF 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Difference de tension entree•sortie 

(notes 1, 21 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Tvj = +25°C 

8 V < vI < 20 V 
VO 

5 mA<lo< 1 A 
P<15W 

Tvi = +25°C 
Kv1 8 V < v I ,( 12 V 

7 V < vI < 25 V 

Tvj = + 25°c 
Kvo 5 mA<lo<1,5A 

250 mA,;; 10 < 750 mA 

I IB Tvj - +25°C 

8V<VI < 25V 

6I1B 

5 mA .;;1 0 ,;;; 1 A 

VNO 
10 Hz < f < 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KVH 

Rvf lo = 20 mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Tvj = + 25°c, 10 = 1 A 

SF.C 2805 RM 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 
~ 

4,8 5,0 5,2 V 

· 4,65 5,35 V 

25 mV 

50 mV 

50 mV 

25 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

40 
µVrms 
µVeff 

20 mV 

78 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C <;;T amb< + 125°C, lo= 0,5 A, V1 = 10 V 
Sauf indications contraires, ces specifications sont applicables pour -55°C <, Tamb¾+t25°C, lo= 0,5 A, v, = 10 V 

NOTE 2 · Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) 
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SF.C 2806 RM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrh 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du caurant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
StabiU~ dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Diff/Jrence de tension entrth!-sortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Tvj = +25°C 

9V .,;;vI ,,: 21 V 
Vo 

5 mA<lo< 1 A 
P<15W 

Tvj = +25°C 
KVI 9 V < v I < 13 V 

8 V.;; vI < 25 V 

Tvj = + 25°c 
Kvo 5 mA<lo< 1,5A 

250 mA < 10 < 750 mA 

IIB Tvj = +25°C 

L'i I IB 

9 V < V I < 25 V 

5 mA<lo< 1 A 

VNO 
10 Hz < t < 100 kHz 

T = + 25°c 
amb 

KVH 

Rvf io = 20 mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Tvj = + 25°c. 10 = 1 A 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

5,75 6 6,25 V 

5,65 6,35 V 

30 mV 
60 mV 

60 mV 

30 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

45 
µVrms 

µVeff 

24 mV 

75 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C < T amb'- + 125°C, lo= 0,5 A, VI = 11 V 
Sauf indications contraires, ces spiJcifications sont applicablespour -55°C ¾ Tamb¾+125°C, lo= 0,5 A, V1 = 11 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domsine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'ent.rfJe 

Load regulation 
Coefficient de r(Jgu/ation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabili~ dens le temps 

R 1p)l1e rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Difflrence de tension ent,ve.sortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONOIT/ONS OE 

MESURE 

Tvj = +25°C 

11,5V .;;v1,;;23V 
Vo 

5 mA<lo<l A 
P<15W 

Tvj = +25°C 
Kv1 11v.;;v1 ,;;11v 

10.5 v,;;v1 < 25 v 

Tvj = + 25°C 
Kvo 5 mA<lo< 1,5A 

250 mA < IO < 750 mA 

11B Tvj = +25°C 

611B 
11,5V <V1 < 25V 

5 mA<lo< 1 A 

VNO 
10 Hz < t < 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KvH 

Rvf lo = 20mA. f = 100 Hz 

Vi-Vo Tvj = +25°C, lo= 1 A 

SF.C 2808 RM 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX 
UNI-TES 

7,7 8 8,3 V 

7,6 8,4 V 

40 mV 

80' mV 

80 mV 

40 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

52 µVrms 
µVeff 

32 mV 

72 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C < T amb< + 125°C, lo= 0,5 A, V 1 = 14 V 
Sauf indications contraires, ces specifications. so!?t applicab/espour -55°C ~ Tamb ~ +t25°C, lo= 0,5 A, v 1 = 14 V 

NOTE 2. Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) 
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SF.C 2812 RM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrH 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Ou iescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabili~ dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Diff/Jrence de tension entrtt-sortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Tvj = +25°C 

15,5V .;;vI <=: 27 V 
Vo 

5 mA<lo<l A 
P<15W 

Tvj = +25°C 
Kv1 16 V < v 1 < 22 V 

14,5 V,;; vI < 30 V 

Tvj = +25°C 
Kvo 5 mA < 10 < 1,5A 

250 mA < IO < 750 mA 

I IB Tvj = +25°C 

15 V <V1.;; 30V 
llI 18 

5 mA <lo< 1 A 

VNO 
10 Hz < f < 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KvH 

Rvf lo = 20 mA, f = 100 Hz 

V1 -Vo Tvj = + 25°c, 10 = 1 A 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

11,5 12 12,5 V 

11,4 12,6 V 

60 mV 

120 mV 

120 mV 

60 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

75 
µVrms 
µVeff 

48 mV 

71 dB 

2 V 

NOTE 1 . Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C,;; T amb < + 125°C, lo = 0,5 A, V 1 = 10 V 
Sauf indications contraires, ces sp(Jcifications sont app/icablespour -55°C <:.Tamb <+t25°C, 10 = 0,5 ~- v1 = 19 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension dB sortie 

Line regulation 
COBfficient de regulation 
en fonction de la temion d'entrH 

toad regulation 
Coefficient de ~Jation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Teniion de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilitl dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
DifUnmce de tension entnle..,ortis 

(notes 1, 21 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

Tvj = +25°c 

18,5V ,;;;vI ,;;;3ov 
Vo 

5 mA,;;; 10 ,;;; 1 A 

P..;15w 

Tvj = +25°C 
Kv1 20V ,;;;vI ,,;; 26V 

17,5 V <;; VI ,;;; 30 V 

Tvj = + 25°C 
Kvo 5 mA,;;; 10 ,;;; 1,5A 

250 mA ,;;; 10 ,;;; 750 mA 

l1e Tvj = +25°C 

LIIIB 
18,5V ,;;;vI ,;;; 30V 

5 mA,;;; lo,;;; 1 A 

VNO 
10 Hz ,;; t ,;;; 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KvH 

Rvf lo =20mA,f = 100 Hz 

V1-Vo Tvj =+25°C, lo=1A 

SF.C.2815 RM 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

14,4 15 15,6 V 

14,25 15,75 V 

75 mV 
150 mV 

150 mV 

75 mV 

5,5 8 mA 

0,8 ' mA 

0,5 mA 

90 
µVrms 
µVeff 

60 mV 

70 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C ,;;;Tamb,;;; + 125°C, lo = 0,5 A, VI = 23 V 
Saul indications contraires, ces spkifications ,ant app/icables pour -55°C E;;; Tamb <; +t25°C, lo = 0,6 A, VI =23 V 

NOTE 2. Rth(j-cl = 4°C/W (typ.l 
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SF.C 2818 RM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de· tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabi/ittJ dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
Diff/Jrence de tension entnle-sortie 

(notes 1, 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

Tvj = +25°C 

22 V <VI ,,:: 33 V 
Vo 

5 mA<lo<1 A 
P<15W 

Tvj = +25°C 
Kv1 24 V < vI .;;' 30 V 

21 V,;; vI < 33 V 

Tvj = + 25°c 
Kvo 5 mA < 10 < 1,5A 

250 mA < 10 ,;; 750 mA 

I IB Tvj = +25°C 

22 V 

6I1B 
,;;v I ,;; 33 V 

5 mA<lo,;; 1 A 

VNO 
10 Hz < t ,;; 100 kHz 

Tamb = + 25oc 

KvH 

Rvf lo = 20 mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Tvj = +25°C, 10 = 1 A 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

17,3 18 18,7 V 

17, 1 18,9 V 

90 mV 
180 mV 

180 mV 
90 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

110 
µVrms 
µVeff 

- 72 mV 

69 dB 

2 V 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C <T amb< + 125°C, lo= 0,5 A, Vi= 27 V 
Sauf indications contraires, ces sp/Jcifications sont applicables pour -55°C <, "':_amb <, + 125°C, lo = 0,5 A, VI = 27 V 

NOTE 2 - Rth(j-c) = 4°C/W (typ.) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrff 

Load regulation 
Coefficient de rilgulation 
en fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabili" dans le temps 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Input-output voltage differential 
DifftJrence de tt1n1ion entn§e..,ortie 

(notes 1, 21 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
SYMBOLES CONDITIONS OE 

MESURE 

Tvj = +25°C 

20v .;;vI ..::30v 
Vo 

5 mA.;;I 0 .;;1 A 

P.;;15W 

Tvj = +25°C 
Kv1 30 V.;; V I .;; 36 V 

27 V ,s, VI .;; 38 V 

Tvj = +25°C 
Kvo 5 mA.;;I0 .;;1,SA 

250 mA.;; 10 .;; 750 mA 

110 Tvj = +25°C 

LI 119 

28 V .;; VI .;; 38 V 

5 mA.;;I0 .;;1A 

VNO 
10 Hz .;; f .;; 100 kHz 

Tamb = + 250c 

KVH 

Rvf io = 20 mA, f = 100 Hz 

Vi-Vo Tvj = +25°C, lo= 1 A 

SF.C 2824 RM 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX 
UNITES 

23 24 25 V 

22,8 25,2 V 

120 mV 

240 mV 

240 mV 
120 mV 

5,5 8 mA 

0,8 mA 

0,5 mA 

170 
µVrms 
µVeff 

96 mV 

66 dB 

2 V 

NOTE 1 · Unless otherwise specified, these specifications apply for -55°C.;; T amb.;; + 125°C, lo= 0,5 A, V 1 = 33 V 
Sauf indications contraires1 ces specifications sont applicables pour -55°C < Tamb ~ + 125°C, lo = 0,5 A, V 1 = 33 V 

NOTE 2. Rth(j·c) = 4°C/W (typ.) 
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SF.C 2800 RM s6ries 

3£ 
~·! ., ' ta 
~! 
:, ~ 
c.~ ~. 
:, 0 

0<.J 

3 

2 

0 0 

PEAK OUTPUT CURRENT 
COURANT CRETE OE SORTIE 

5 10 15 20 25 

Input-output differential (V) 
Diff(lrence de tension entrH-sortkl 

30 

DROPOUT CHARACTERISTIC 
CARACTER/STIQUE DE DECROCHEMENT 

+0,5 
SF.C 2805 RM 

IQ= 1A 

-1,0 L........J'--....LL.L.1-'--....J'---L....--:! 
0 1 2 3 

12712 

532 

Input-output differential (V) 
Di'ffdrence de ten_sion entrh-sortie 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

IQ= 200mA 

0 5_ 10 15 20 
Input-output differential (V) 
Diffdrence de tension entree-sortie 

ii, 

OROPOUT VOLTAGE 
DIFFERENCE DE TENSION 

.ENTREE-SORTIE MIN/MALE 

~75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

2 80 

40 IQ = 200mA--l--+-"--1 

V1 = 10V 
-'V1 = 3Vpp 

201'=0---,-10~0:--:11.K,--11.oK--1-oJ..o_K _ _J1 M 

Frequency (Hz) 
Fri!quence 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION OE SORTIE 

2 1,0 

(0 1 ~r--.., 
r-.. 1 

9 
[\ 

\ 

lo = 20mA 

75-50 -25 0 25 50 75 100 125 150 
Junction temperature ( ° C) 
Temperature de jonction 



TDB0123, TDC0123, TDE0123 

3 A· 5 V POSITIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULATEURS DE TENSION POSITIVE 3 A · 5 V 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites sblo/Ut1s) 

Operating junction 

Type Package temperature range Storage temperature V1 
p 1omax 

Battier Gamme de tem~rature Tomp4rt,tu111dtlnoc/caf18 (VI (WI (Al 
/onction de fonctionnement 

l: ~ 

~ 

TDB0123-KM TO-3 O"C, +125°C -65°C, +150"C 20 ""C. al ~ -~ I ·'= i ,H 
TDC0123-KM TO-3 -55°C, +150°C .-65°C, +150°C 20 ~i > l! 

=-S: ~-5: ... 
E 1!! Ei 

TDE0123-KM T0-3 -25°C, + 150°C -65°C, +150°C 20 
... , 
~.§ 

... , 
~-S 

General description 

The "TDB0123 is a three-terminal positive regulator 
with a preset 5 V output and a load driving capability 
of 3 A. New circuit design and processing technic are 
used to provide the high output current without 
sacrificing the regulation characteristics of lower 
current devices. 

The 3 A regulator is virtually blowout proof. Current 
limiting, power limiting and thermal shut down 
provide the same high level of reliability obtained 
with these technic in the SF.C 2109, 1 A regulator. 

On overall worst case specification for the combined 
effects of input voltage, load current, ambient 
temperature, and power dissipation ensure that the 
TDB0123 will perform satisfactorily as a system 
element. 

>HOMSON,CS, 

DIVIS~$EUICOOIDUCtfl.lllS ~· 

_.., _ _, 

Description genlra/e 

LB TDB0123 e~ un riJgulateur positif 3 .brochss ayant, une 

tension de sortie pl'BrdglH ds 5 Vet un ddbit de 3 A. Grice 8 

une nouvelle conception du circuit et 8 de nouve//es tt1ehni

ques de fabrication, ce courant de sortie (J/flvd a (Jtd obtenu 

sans sacrifier /es csractdristiques de rdgulation rencontrdes 

dans Jes Te(/U/ateurs II plus faible dfbit. 

Le rlgulateur 3 A elt Bn fair, virtuellement II l'abrl de la 

destruction. Limitation ,m coursnt, /Imitation en pulssance. 

protection therm/que assurent le mlJme nlveau '1evl1 de 

fiab/1/td que celui obtenu avec ces techniques pour le rlgu/a

"''" 7 A SF.C2109. 

Une spkiflcation g/oba/e de plre cas comb/nant /es effets de 

la tension d'entf'H, du courant de charge, de la temperature 

ambiante et de la puissancs d/ssipee B81Ure que le TDB0123 

fonct/onnera de fat;on satisfaisante comme tlldment d'un 

systems. 
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TDB0123, TDC0123. TOE0123 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 
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T0-3 (CB-19) 

METAL CAN 
BoTtier metal 

Schematic 
Schema electrique 

0 

·~ o.3n 

0 Bottom view 
Vue de dessous 

Principal features 
Donnees principales 

Output current : 3 A 

Internal current and thermal limiting 

Typical output impedance: 0,01 n 
Minimum input voltage : 7 ,5 V 

- Power dissipation : 30 W 

- Courant de sortie : 3 A 

- Limitation du courant et protection 

thermique incorporees 

- Impedance de sortie : 0,01 n typ. 

- Tension d'entree minimum : 7,5 V 

- Puissance dissipee : 30 W 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de .Mrtie 

Line regulation 
Coefficient de regulation en 
fonction de la tension d'ent/'H 

Load regulation 
Coefficient de ~/ation en 
fonction de la charge 

Ql.Jiescent current 
Courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Short-circuit current limit 
Courant limite de court-circuit 

Long term 'stability 
Stabilite .I long trNme 

(notes 1, 2) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS OE 

SYMBOLES 
MESURE 

V1=7,5V I =O 

ti = +25°c o 

Vo 

1,5v.;;v1.;;15v 

0 <;; 10 <;;3A 

PE;;30W 

Kv1 7,5v.;;v1.;;15v 

(note 3) ti = +25°c 

Kvo 
ti= +25°c 

(note 3) 
V1=7,5V 

0 .;;10 <;;3A 

11e 
7,5v.;;v1.;;15v 

0 <;; 10 <;;3A 

VNO 
10HzE;;fE;;100kHz 

ti = +25°c 

V1= 15V 

-'sc ti= +25°c 

V1 =7,5V 

KvH 

TDC0123, TDE0123 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

4,7 5 5,3 V 

4,6 5,4 V 

5 25 mV 

25 100 mV 

12 20 mA 

µVrms 

40 
µVeff 

3 4,5 A 

4 5 A 

35 mV 

NOTE 1 : Unless otherwise specified, spefification~ apply for -55°C .;; ti .;; + 150°C for the· TDC012_~·K!l,1, 
-25°C .;; ti .;; + 15D°C for theTDE_Ol 23-KM.Although power dissipation is internally limited, specifications 
apply only for P.;; 30 W. 
Sauf indications contraires, ces sp{Jcifications s'appliquent pour -55°C =e;;;; ~ :is;; + 150°C pour le TDC0123-KM et 
-25"C :is;; 9 :is;;+ 1500C pour lt1·TpE0123-KM.Bien que la puissance dissipH soit limi~e intlrieurement, el/es s'appliquent 
l(HJ/ement pour P <,_30 W. 

NOTE 2 : Rth(j-c) = 2 °C/W (typ.) 

NOTE 3 ·: Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Pulse testing is required with a 
pulse width.;; 1 ms and a duty cycle.;; 5 %. 
Les coefficient, de r4gulation entrlJe et sortie sont spkifiss IJ temP'rature de jonction constante. II nt nkflasire de faire la 
mesure en impulsions: largeur < 1 ms, rapport cyclique <s 96. 
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TDB0123 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTFRIST/OUES ELECTRIOUES 

(notes 1, 2) 

PARAMETERS SYMBOLS TE;0:~7r~g;J~~NS VALEURS UNITS 

•. ------- -----~ ----~--~---------~1-~V~AccL·~u-ccEccS---,----,~ 

PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. i MAX.I UNITE 
----------------l-----l-----------1+---+----/1--,....I _ __, 

V1= 7,5 V lo= 0 4,8 5 ! 5,2 1 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation en 
fonction de la tension d'entrf!e 

I Load regulation 
I Coefficient de regulation en 
I fonction de la charge 

Quiescent current 
Courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Short-circuit current limit 
Courant limite de court-circuit 

Lorig term stability 
Stabilite a tong terme 

KVI 

(note 3) 

Kvo 
(note 3) 

1sc 

ti = +25°c I I 
V 

7,5V<V1<15V 

0 < 10 ,;;3 A 

P<30W 

7,5V<V1<15V 

ti = +25°C 

ti= +25°C 

V1 = 7,5 V 

0 < 10 <3 A 

7,5V<V1<15V 

0 < 10 <3A 

10 Hz< f < 100 kHz 

ti = +25°C 

i 

l 
I 

5 

25 

12 

40 

I 
I 

I 

I 5,25
1 

V 

! 

. 
I 

I 

25 mV 

100 I mV ! 

i 

20 

i 

µVrms 

I µVeffi 
I 

4.5 I 

i 

5 

35 

A 

A 

mV 

NOTE 1 : Unless otherwise specified, specifications apply for 0°C < ti < + 125°C. Although power dissipation is 
internally limited, specifications apply only for P < 30 W. 

Sauf indications contraires, ces specifications s_'app/iquent pour 0°C ¾ti¾+ 125°C. Bien que la puissance dissipee soit 
limitee interieurement, el/es s'app/iquent seu/ement pour P ¾ 30 W. 

NOTE 2 : Rth(j-c) = 2 °C/W (typ.) 

NOTE 3 : Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Pulse testing is required with a 
pulse width < 1 ms and a duty cycle< 5 %. 
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Les coefficients de regulation entree et sortie sont specifies a temperature de jonction constante. II est necessaire de faire la 
mesure en impulsions : largeur < 1 ms, rapport cyclique <s %. 



TDB0123, TDC0123, TDE0123 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/QUES 

BASIC 3 A REGULATOR 
REGULATEUR 3A 

TDx0123 
I 

i.:2'--------a v O ~ +5 V 

I 

C1 ..L 
1µFT 

I 
I 

I 
I 

..I..CL 
T>0,1µF 

I 
I 

c1 ~·Required if regulator is distant from filter capacitor 
N(Jcessaire si le regu/atsur est {J/oignd des capscites de filtrage 

CL= Regulator is stable with no load capacitor into resistive load 
Le regll/ateur est stable surcharge purement Tesistill8 

* •Solid tantalum 
Condensateur au tanta/e 

+ 

ADJUSTABLE REGULATOR 0 · 10 V@ 3 A 
REGULATEUR AJUSTABLE ·0 - 10 V / 3 A 

TDx0123 

Rs* 
v

*R6=--
12mA 

R1 
10kn 

30 pF 

6 

v-1-10 V to 20 V) 
Unregulated 
Non r(Jgu/,Je 

I 
I 

. !J.. 
Cl~ 

I 
I 

R2 R3 
2 kn 10 kn 

R4 
1 kn 

Al= SF.C 2101 A, SF.C 2201 A, SF.C 2301 A 

R5 
3,3 kn 

Cl = 2 µF optional • improves ripple rejection, noise and transient response, 
2 µF am8/iore le taux de filtrage~ le btuit ~t le temps de f'eponse (optionelle) 

CL 
>0,1 µF 
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TDB0123, TDC0123, TDE0123 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

10 A REGULATOR WITH COMPLETE OVERLOAD PROTECTION 
REGULATEUR 10 A A VEC PROTECT/ON ABSOLVE CONTRE LES SURCHARGES 

R1 
1!1 
2W 

R2 
1 n 
2W 

TDx0123 

R4* 
20mA 

R3 
1 n 
2W +v1 

<'>---------r-.--<1-----------l--------'-I 
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* Select for 20 mA current from unregulated negative supply 
Choisie pour un courant de 20 mA fourni par une source negative non rlJgutee 

* * Solid tantalum 
Condensateur au tantale 

A= SF.C 2107 M, SF.C 2207, SF.C 2307 

TRIMMING OUTPUT TO 5 V 
SORTIE REGLEE A 5 V 

+v1 ~-------'- TDx0123 l=--------.---c+5V 
I 
I 
I 
I 

C1 !.I.. 
1µF 1 

I 
I 
I 
I 

I 
R2 
120 n 

I 
R3 I 
1 k!1 I 

--cl 
R1 
12 n 

v-1-5 to -15 V) 
Regulated 
Regu/ee 

"j";a, 0, 1 µF 
I 
I 
I 
I 

+5V 



MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
(TDC0123-KM, TDE0123-KM) 
PU/SSANCE DISS/PEE MAXIMUM 
40 . 

100 
lo 
'i 

Ambient temperature (°C) 
Temperature ambiante 

I 

I 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

1 A 
2s0 c 

CL= 1 µF-

l"r-
=v1 15V 
- (Thermal effect) I 

I (Effet thermique) 
llCL = 10 µF 

..L..L / Solid tantalu 
Condensateu 
tantale 

-VI =7,!'iV I 

m 
rau 

I 
l0-3 1 10 100 1k: 10k 100k 1M 

.Frequency (Hz) 
Frequence 

SHORT CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

o.__~_..__....,.__...,._~ _ _, 
5 10 15 20 

Input voltage (VI 
Tension d'entree 

TDB0123, TDC0123, TDE0123' 

MAXIM.UM AVERAGE POWER.DISSIPATION 
(TD80123-KM) 
Pft!SSANCE DISS/PEE MAXIMUM 

1---+----++Maximum ambient 
temperature 
Temperature ambiante 

i..---+--..++maximum 
I 

Infinite 
heat sink 
Radiateur 
infini 

0 25 50 75 100 125 

Amo,ent temperature (°CI 
Temperature ambiante 

PEAK AVAILABLE OUTPUT CURRENT 
COURANT OE SORTIE CRETE DISPON/BLE 
6 

I - tj =-55°t 
~j-25°c· 

tj = 150°C ........ 

10 15 

Input voltage (V) 
Tension d'entree 

VI =10V 

~ 

20 

IL= 3 A 
(Thermal effect) 

40 (Effet thermique)+---+---+-+t 

20 1 10 100 1k 10k 100k 1M 

Frequency (Hz) 
Frequence 
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TDB0123, TDC0123, TDE0123 

-·! >' -Q 

~~ 
C: C 
~ ~ 
a, C ~-a 
~i-
5.~ 
;~ 
£~ 
5.~ 
C: ·--Cl 
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. DROPOUT VOLTAGE 
CARACTERIST/QUE DE DECROCHEMENT 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 

3A - '--

. :::: ::::: ~ t-- '--. 1A-

IL=206mA...._ :::::~ 
0,5 

0 
-75-50-25 0 25 50 75 100 125 150 

5,15 

5,10 

5,05 

5,00 

4,95 

4,90 

4,85 

Junction temperature (°C) 
Tempt}rature de jonction 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

V1=10V 
IL=20mA 

-...... ...... ""--

-75-50-25 O 25 50 75• 100 125150 

Temperature (°C) 
Tem~rature 

LOAO'TRANSilaNT R~SPONSE'. 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE VARIATION 
DE CHARGE 

V1=10V 

'i =25°C 

~; 

"-

0 

\ 
~ 

CL= 10µF 
Solid tantalum - -
COnden!JIJteur au tantsle 

CL =0,1 µF . 

2 3. 4 

Time (µs) 
Temps 

~ .s 
~ 
C: 
~ ~ 
~ 0 

Bl 
~~ 
~~ 
·5 i 
Oo 

LINE TRANSIENT RESPONSE . 
REPONSE TRANS/TO/REA UNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 
7,5 

5,0 

2,5 

0 

-2,5 

-5,0 

1,0 

0,5 

0 

14 

12 

·10 

8 

6 

4 

2 

0 

IL =150mA 

(\ '-L=0,1µF-

'i =25°C 

0 

J 

I 

\ -- J 
V 

2 3 4 5 

Time(µs) 
Temps 

QUIESCENT CURRENT 
COURANT DE REPOS 

·t;,= -55°c----.. 

J 

I t;=25°c/ 

/ tj= 112s0 c 

I 

/ 

I 
0 4 8 12 16. 20 

Input voltage (VI 
Tension d'entrH 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 

100 TENSION DE BRUIT EN SORTIE 

1 
' 

11111 
100 1k 

Frequency (Hz) 
Frdquence 

10 k 



TDB 2900 Sen es 

THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION NEGATIVE, TROIS BROCH ES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/ues) 

Operating free-air 
vi V1-Vo 

p lo 
Type Package temperature range Storage temperature 

(WI iAI Bo1tier Gamme de tem~rature Temp(Jrature de stock age (VI IV) 

* ambiante de fonctionnement max 

TDB2905-CM CB-106 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 

TDB2905-KM TO-3 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 

TDB2905-SP TO-220 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 

TDB2905A-CM CB-106 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 l: l: 

TDB2905A-KM TO-3 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 -gE -g ~ 
:!:: ~ ·§ .~ TDB2905A-SP TO-220 0°C, +70°C -65°C, +150°C -25 25 ]-~ :: .:: 

30 >~ :ii 
TDB2912-CM CB-106 0°C, +70°C -65°C, +150°C -35 = .s ~-!: 

TDB2912-KM TO-3 0°C, +70°C -65°C, +150°C -35 30 E; ~ -t 
"·- ai -~ 

TDB2912-SP TO-220 0°C, +70°C -65°C, +150°C -35 30 E .§ E .§ _ _, _ _, 
TDB2915-CM CB-106 0°C, +70°C -65°C, + 150°C -40 30 

TDB2915-KM T0-3 0°C, +70°C -65°C, +150°C -40 30 
, TDB2915-SP TO-220 0°C, +70°C -65°C, +150°C -40 30 
i 

CB-106 (TO-5/TO-39) 

General description 

This series of three terminal regulators is available 
with sever~! fixed output voltages making them useful 
in a wide range of applications. One of these is local 
on card regulation, eliminating the distribution pro
blems associated with single point regulation. The 
voltages available allow these regulators to be used in 
logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid 
state electronic equipment. Although designed prima
rily as fixed voltage regulators, these devices can be 
used with external components to obtain adjustable 
voltages and currents. 

This series is available in two power packages. Both 
the plastic TO-220 and metal TO-3 packages allow 
these regulators to deliver over 1.0A if adequate heat 
sinking is provided. Even with over 1.0A of output 
current available, the regulators are essentially blow
out proof. Current limiting is included to limit the 
peak output current to a safe value. Safe area protec
tion for the output transistor is provided to limit 
internal power dissipation. If internal power dissipa
tion becomes too high for the heat sinking provided, 
the thermal shutdown circuit takes over preventing 
the IC from overheating. 

Considerable effort was expended to make this series 
of regulators easy to use and minimize the number of 
external components : only one external component 
a compensation capacitor at the output making the 
regulators easy to apply. 

"'0MSOff·CS' 
DIVISION SEMICONOUCTEUR& ~· 

* Soon coming devices 
Produits en d/Jveloppement TO-220 AB (CB-117) 

Description generate 

Les regulateurs de cette serie permettent d'obtenir diff/Jrentes 
tensions regul/Jes fixes. Ifs peuvent done Dtre utilisAs pour de 
nombreuses applications : regulation locale sur Jes circuits 
imprimes e!iminant /es problemes de distribution, alimenta
tion des systemes logiques, des l!quipements d'instrumenta
tion, de chaines haute fidt}Jite . Ouoique prevus pour 
fournir des tensions regul(Jes fixes,ces circuits peuvent a /'aide 
de quelques composants externes Dtre utilises pour obtenir 
des courants regules ou des tensions reg/ables. 

Ces regulateurs sont /ivres soit en TO-220 AB (p/astique) soit 
en To-3 (metallique) et peuvent fournir un courant superieur 
a 1A s'ils sont fixes sur un dissipateur approprie. Une limita
tion interne de courant crbte, et la protection de l'aire de 
securite du transistor de sortie limitent la dissipation de puis
sance. Si celle-ci devenait trap forte,le circuit de limitation 
thermique,entrant en action,empdcherait la destruction du 
circuit par /:chauffement. 

Tout a ete mis eJ? muvre pour minimiser /es composants 
externes : un seu/ composant externe : une capacite de 
compensation en sortie facilite /'utilisation du rl!gu/ateur. 
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TDB2905, TDB2905A, TDB2912, TDB1915 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-220 (CB-117I 
PLASTIC CASE 
Boitier plastique 

Top view 
Vue de dessus 

§I I 

Schematic 
Schema e/ectrique 

TO-3 (CB-19I 
METAL CAN 
Boitier metal 

-5 V & -5,2 V 

2/8 
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-12V& -15V 

Bottom view CB-106 
Vue de dessous METAL CAN 

Bo/tier metal 

Ground 
Masse 

Output 
Sortie 

Principal features 
Donnees principales 

Output voltage tolerance ± 4 % 
without external trimming 

Preset current I im it 

· Bottom view 
Vue de dessous 

Input (case) 
Entree (boitier) 

Output current in exess of 1 A 

Internal thermal shut down 

Operates with input-output voltage 
differential down to 1 V 

80 mV load regulation 

- Tolerance de la tension de sortie ± 4 % 
sans ,eglage exterieur 

- Limitation de courant pr(]feg/(Je 

- Courant de sortie supfJrieur 8 1 A 

- Protection thermique interne 

- Fonctionnement avec une tension 
diffdrentielle entree-sortie minimum 
de 1 V 

Coefficient de ref}ulation en charge : 
BOmV. 



TDB2905, TDB2905A, TDB2912, TDB2915 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA T/ONS TYPIQUES 

FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE FIXE 

C1* C2** 

:;,,~,~~0----._2_,_2_µ_F ______ 3 TDB29 xx 
i,,... ______ 1_µ_F_..._ ___ 0 Output 

* Required if regulator is located an apprecible distance from power supply filter. 
Ni!eessaire /orsque le re(Julateur se trouve a une distance appreciable du filtre de ralimentation. 

* *Required for stability for value given. 
Necessaire pour la stabilite pour Jes valeurs donnees. 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE AJ(ISTABLE 

TDB 2905, 2905 A 
TDB2912 
TDB2915 

R1 + R2 
R2 

R2= 30011 
R2 = 75011 
R2 = 1 kl1 

CURR.ENT REGULATOR 
REGULATEUR OE COURANT. 

C1 
2,2 µF _ 

C3 
25 µF 

TDB29xx 

R1. 

--11B R2 

~ Ground 
Masse 

' 1,,,,, 
~-----_1_1B _____ __. ___ -0 ~o~~f.ut 

1 µF;:l. 
Input 
Em,ee ...._ __ __...,__-' TDB29xx 

DUAL TRIMMED SUPPLY 
AL/MENTATION DOUBLE AJUSTABLE 

3L._ ___ __, 

R1 

Sortie 

Input n..-------'-' 
Entree SF.C 28xx '-'2=---~--~-----.ri Output 

Sortie 

0,22 µF 

3311 

3311 
2,2 µF 

~~~,~; n,. __ ...._ ___ 3-l 
L._ _____ _, 
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TDB2905-CM, TDB2905-KM, TDB2905-SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIOUES 

(Notes1, 3) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

·ti = 25°c 

Output voltage range __ Vo -25 V.;;; V1.,; -7 V 
Domaine de tension de sortie 

5mA .;;; 1o.;;; 1omax 
p .;;;pmax 

Line regulation 
KVI 

ti = 25 °C 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tensiq_n d'entree 

(note 2) 
-25v.;;;v1.;;;-1v 

ti = 25°c 
Load regulation 

Kvo CB-106 5 mA .;;; 10 .;;; 0,5 A 
Coefficient de re(/Ulation. 
en fonction de la charge :::g:~20 } 5 mA.;;; 10 .;;; 1,5 A 

(note 2) 

Quiescient current 
11B -2sv.;;;v1.;;;-1v Courant de repos 

Quiescent current change 
ti = 25°c 

6. 11B -25v.;;;v1.;;;-1v 
Variation du courant de repos 

5mA .;;;io.;;; 1max 

Output noise voltage VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 

Tension de bruit en sortie 10Hz.;;; f .;;;,ookHz 

Long term stability 
KvH StabilitlJ dsns le temps 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-5,2' -5 -4,8 V 

-5,25 -4,75 V 

10 50 mV 

20 50 mV 

50 100 mV 

1 2 mA 

0,1 0,4 mA. 

150 µVrms 

50 mV 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply : 0°C.;;; t-.;;; + 125°C. 
Although power dissipation is internally limited, electrical spe~ifications apply only for power level up to 
Pmax· 
Sauf indicationscontraires, ces ~cifications s'app/iquent : OOC ~ ti =s;;;;. +t25°C. 
Bien que la puissance dissipell soit limitee intdrieurement, /es spfJcifications dlBCtriques ne s'appliquent seulement que pour 
des puissances inMrieures a Pmax· 

CB-106 
TO-220 
T0-3 

v 1 = -10V 
V1= -10V 
v 1= -10V 

lo=0,1 A, 
lo= 0,5A, 
lo= 0,5A, 

lmax= 0,2A 
1max= 1 A 
1max = 1 A 

pmax= 2 W 
pmax= 20W 
Pmax=20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account 511parately. To ensure constant junction temperature. pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Lescoefficientsde regulation entrfle et sortie sont spBCifffls 8 temperature constants. Des variations dans la tension de sortie 
dues 8 des khauffements devront 6tre comptdes 8'par6ment. Pour assurer une tempf§rature de jonction constants. on 
uti/isera une mdthode de mesure par impulsions avec un faible rapport cyclique. 

Note 3- Rth(j-c) 3°C/W (typ) (TO-3)---►KM 
Rth(j-c) 2°C/W (typ) (TO-220 AB)-SP 
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TDB2905A-CM, TDB2905A-KM, TDB2905A-SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrfJe 

Load regulation 
Coefficient de reflulation 
en fonction de la charge 

Ouiescient current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

(Notes 1, 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

ti = 25°c 

Va -25v.;;v1 .,;_7 v 

5mA .;; 1o.;; 1omax 
p ~pmax 

Kv1 
ti = 25 °C 
-25v.;;v1.;;-1v 

(note 2) 

Kvo 

ti = 25°c 
CB-106 5 mA.;; 10 .;; 0,5 A 

(note 2) 
T0-3 I 5 mA <;; 'o <;; 1,5 A 
T0-220 

11B -25v.;;v1.;;-1v 

ti = 25°c 

/J. 11B -25v.;;v1.;;-1v 

5mA .;;io.;; 1max 

VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 
10 Hz<;; f <;; 100 kHz 

KvH 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-5,4 -5,2 -5 V 

-5,45 -4,95 V 

10 50 mV 

20 50 mV 

50 100 mV 

1 2 mA 

0,1 0,4 mA 

150 µVrms 

50 mV 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply : 0°C.;; t-.;; + 125°C. 
Although power dissipation is internally limited, electrical speJifications apply only for power level up to 
Pmax· 

Note 2 -

Note 3 -

Sauf indications contraires, ces spkifications s'app/iquent : OOC =s;;;; ti ~ + t 25°C. 
Bien que la pu'iuance dissiph soit limitee interieurement, /es spdcifications e/ectriques ne s'app/iquent seulement que pour 
des puissances inf/Jrieures a Pmax· 

CB-106 
TO-220 
T0-3 

v 1 = -10V 
V = -10V I , 
V1 = -10V 

10 =0,1 A, 
lo= 0,5A, 
lo= 0,5A, 

'max= 0,2A 
1max= 1 A 
1max = 1 A 

pmax = 2 W 
pmax = 20W 
Pmax=20W 

Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Lescoefficientsde m{Julation entl"H et sortie sont spkifi8s /J temperature constante. Des variations dans la tension de sortie 
dues /J des /Jchauffements devront ltre comptees sfJparement. Pour assurer une temp#Jrature de joncti~n constante, on 
utilisera une TMthode de mesure par impulsions avec un faible rapport cyclique. 

Rth(j-c) = 3°C/W (typ) (TO-3)---►KM 

Rth(j-c) = 2°C/W (typ) (TO-220 AB)-SP 
Rth(j-c~ = 15°C/W (typ) (CB-106)--►CM 
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TDB2912-CM, TDB2912-KM, TDB2912-SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

(Notes 1, 3) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE 

ti = 25°C 

Output voltage range 
Vo -32v.;;;v1.;;; -14V 

Domaine de tension de sortie 
5mA .;;; 1o.;;; 1omax 

p .;;;pmax 

Line regulation 
KVI 

t- = 25 °C 
COIJfficient de regulation 

..!32v.;;;v1.;;;-14v en fonction de la temion d'entrde 
(note 2) 

Load regulation 
ti = 25°C 

Coefficient de regtllatian Kvo CB-106 ·5 mA..;;; 10 .;;;0,2 A 

en fonctian de la charge T0-3 15mA.;;;1 .;;;·1A, 
(note 2) T0-220 0 

Quiescient current 
11e -32v.;;;v1.;;;-14v 

Courant de repos 

Quiescent current change 
1 = 25°C 

11 11e -32v.;;;v1.;;;-14v 
Variation du courant de repos 

5mA .;;;io.;;; 1max 

Output noise voltage VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 

Tension de bruit en ,ortie 10 Hz.;;; f .;;; 100 kHz 

Long term stability 
KVH Stabilitd dsns le tem,n 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-12,4 -12 -11,6 V 

-12,6 -11,4 V 

4 20 mV 

10 40 mV 

30 80 mV 

2 4 mA 

0,1 mA 

400 ·µV rms 

120 mV 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply : 0°C.;;; t- .;;; + 125°C. 
Although power dissipation is internally limited, electrical speclifications apply only for power level up to 
Pmax· 
Sauf indications contraires, ce, ,pkifications s'appliquent : OOC =e;;; fj < +t25°c. 
Bien que la puis111nce diniptje salt limitee intdriBUrement, /es specifications 1/ectriques ne s'app/iquent seulement que pour 
des puissances inMrisures IJ Pmax· 

CB-106 
TO-220 
TO-3 

v 1= -17V 
V1 = -17V 
v1 = -:17 V 

, lo=0,1 A, 
,_ lo= 0,5A, 
, 1O =0,5A, 

'max= 0,2A 
1max= 1 A 
1max = 1 A 

pmax= 2 W 
pmax = 20W 
pmax = 20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account 511Parately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Le1coefficientsde r{Jgu/ation entl'H st sortie ,ant spkifids ii tempdrature constante. Des variations dans la tension de sortie 
dues .t des (Jchauffsmenr, devront ltre comptles ltlpsn!ment. Pour a11JUrer une temperature de jonction constante, on 
utilisera une rmlthode de me!JUre par impulsions avec un faible rapport cyc/ique. 

Note 3 - Rth(j-c) 

Rth(j-c) 

~h(j-c) 
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TDB2915-CM, TDB2915-KM, TDB2915-SP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de r4gulation 
en fonction de la charge 

Ouiescient current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilite dans le temps 

(Notes 1, 31 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

ti = 25°C 

Vo -35v.;;v1.;;-11v 

5mA .;; 1o"- 1omax 
p ~pmax 

Kv1 

(note 21 

tj = 25 °C 
-35v..;;v1.;;-11v 

ti = 25°c 

Kvo CB-106 5 mA .;;10 .;; 0,2A 

(note 21 
~g:~20 I 5 mA .;; 10 .;; 1 A 

IIB -35v.;;v1.;;-11v 

1_j = 25°C 

/', 11B -35 V "- v 1 "--17 V 
5mA ~ 1o~ 1max 

VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 
10 Hz .;; f .;; 100 kHz 

KvH 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-15,4 -15 -14,6 V 

-15,6 -14,4 V 

5 20 mV 

10 40 mV 

30 80 mV 

2 4 mA 

0,1 mA 

µVrms 

150 mV 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply : 0°C.;; t-.;; + 125°C. 
Although power dissipation is internally limited, electrical spe~ifications apply only for power level up to 
Pmax· 

Note 2 -

Note 3 -

Sauf indications contraires, ces spkifications s'app/iquent : OOC ~ fj ~ + 125°c. 
Bien que la puiuance dissipee soit limitee interieurement, /es specifications dlectriques ne s'appliquent seu/ement que pour 
des puissances in"rieures IJ Pmax· 

CB-106 v 1 = -20 V 
TO-220 VI = -20 V 
TO-3 VI= -20V 

lo= 0,1 A, 
10 = 0,5A, 
10 = 0,5A, 

'max= 0,2A 
1max= 1 A 
1max = 1 A 

pmax = 2 W 
pmax=20W 
pmax = 20W 

Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Lescoefficientsde regulation entrH et sortie sont ,p/JcifMs a temperature constante. Des variations dans la tension de sortie 
dues a des l!chauffements devront ltre comptees sdpar,ment. Pour assurer une temperature de jonction constante, on 
utilisera une m4thode de me$Ure par impulsions avec un faible rapport cyclique. 

Rth(j-c) 3°C/W (typl (TO-31---►KM 
Rth(j·cl 2°C/W (typ) (TO-220 ABl-►SP 

Rth(j·cl 15°C/W (typ) (CB-1061--►CM 
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TDB2905, TDB2905A, TDB2912, TDB2915 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PU/SSANCE MOYENNf DISS/PEE MAX/MALE 

8i8 

548 

MAXIMUM AVERAGE POWER OISSIPATION 
· PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

101 
CB-106 = 

- Infinite heat sink 
Radiatsur infini -- .... 1~,,.I'\. 

~.;:I'~$/, ' - ~~+"'. 
,:-t-19,,...~ .__ 

......... " Without heat sink 
Sans radiat!H,Jr 10·• 

25 50 75 
1' '\ 
100 125 150 

Ambient temperature (°C) 
Tem(Jerature ambiante 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PU/SSANCE MDYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

102 
TO-:i::: 

=infinite heat sink 
Radiateur infini 

__j/1'ok . =_ hear e~1e1c1 
19,atqlB:»:~ 

~Sile1 - I - " I~ I'\.\ 
§ Without heat sink 
- Sans radiateur '. .. 

I I . 
50 75 100 125 150 

Ambient temperature (°C) 
Tetrl(Jerature ambiante 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 
1~ .. 

T0-220AB 
Infinite heat sin 
Radiateur infini 

ll-o,1s 
~ ="ear e,,-,,,cJ 

-~ct,r.-Bir,/r 
~r.,,.t, . 
--, 4&.,- '\ --...... .... '" 

Without heat sink -Sans radiateur ..... 

' 50 75 100 125 150 

Ambient temperature (°C) 
Tsmp6rature ambiants 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYP./QU£S 

~ 
f·f 
~Q 
g-t 
!,c 
o.-~ 
~ ~ 
:, C 

0 t! 

10' 

15,1 

15,0 

14,9 

12,1 

12,0 

11,9 

5,1 

5,0 

·OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE' 

I . 
. o 100.niA 

VI Vo 5V 

·t~ -25°C 

I -
1 µF::=; - ~Co 

'> 

I 

/ 

1k 10k 100k 1M 

-

Frequency (Hz) 
Fr(Jquence 

OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE 

' 

1ollii 

! -
---

4•9 -75-50-25 O 25 50 75_ 100 125 150 

Temperature (°Ci 
Temperature 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRA<;;E 

100 ~-~--~------~ 
V1-Vo=5V 

t---+---t-- c0 = 1 µF 
ti = 2s0 c 

BO 1---1--.,--t-·--,-

20~-~--~_ ..... __ ..__ .... 
100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
FreQuence 



TDC 2900 Series 

THREE-TERMINAL NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION NEGATIVE, TROIS BROCH ES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § Jimites absoluss} 

Operating free-air 
v1 V1-Vo p 10max Type Package temperature range Storage temperature 

Bo1tier Gamme de temp{Jrature Temp{Jraturedestockage (V) (V) (W) (A) 

* ambiante de fonctionnement 

TOC2905-CM CB-106 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC2905-KM T0-3 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC2905A-CM CB-106 -55°C, +125°C -65°C, 

TDC2905A-KM T0-3 -55°C, +125°C -65°C, 

TDC2912-CM CB-106 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC2912-KM T0-3 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC2915-CM CB-106 -55°C, +1-25°C -65°C, 

TDC2915-KM T0-3 -55°C, + 125°c -65°C, 

* CB-106 (T0-5, T0-39) 

General description 

The TDC2900 series are three-terminal negative regu
lators with a fixed output voltage of -5 V, -5,2 V, 
-12 V and -15 V and up to 1,5 A load current capa
bility. These devices need only one external compo
ment : a compensation capacitor at the output, making 
them easy to apply. Worst case guarentees on output 
voltage deviation due to any combination of line, load 
or temperature variation assure satisfactory system 
operation. 

The TDC2900 series have current limiting which is 
independent of temperature, combined with thermal 
overload protection. Internal current limiting protect 
against momentary faults while thermal shut down 
prevents junction temperatures exceeding safe limits 
during prolonged overloads. 

Although primarily intended for fixed output voltage 
applications, the TDC2900 series may be program
med for higher output voltages with a simple resistor 
divider. 

+ 150°c -25 25 

+ 150°c -25 25 t: C 

+ 150°c -25 25 11 E ~E 
.-t:= e :t: e 

+ 150°c -25 25 :§ -~ :§ -~ 
+ 150°c -35 30 

>1!l >~ 
=-S. =-S: "~ Ei +150°C -35 30 E '! "·- "·-

+150°C -40 30 
E .§ 1= .s 
-..J -..J 

+ 150°c -40 . 30 

Description genera/e 

La famille TDC2900 comprend des re{Ju/ateurs de tension 
negative a 3 broches dont la tension de sortie est fixe : -5 V, 
-5,2 V, -12 V, -15 V, et le courant de sortie est de 1,5 A. 
Ces dispositifs necessitent l'emploi d'un seu/ composant 
exterieur : un condensateur de compensation a la sortie, ce 
qui /es rend facile d'emp/oi. Les garanties pire cas sur /es varia• 
tions de la tension de sortie combinant /es effets des varia
tions de tension d'entree, de charge ou de temperature 
assurent de fa~on satisfaisante le fonctionnement d'un syste· 
me. 

La fami/le TDC2900 possede une limitation en courant 
independante de la temperature, combinee avec la protection 
thermique contre /es surcharges. La limitation en courant 
interne protfJ{/e contre des fautes momentanees tandis que la 
protection thermique empeche la temperature jonction de 
dtipasser /es /imites raisonnab/es penda;,t des surcharges 
pro/ongees. 

Bien qu'etudies au depart pour fonctionner a une tension de 
sortie fixe, ces regu/ateurs TDC2900 peuvent etre adaptes a 
des tensions de sortie plus {J/evees avec un simple pant 
diviseur exterieur aux resistances. 
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TDC2905, TDC2905A, TDC2912, TDC2915 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-106 
METAL CAN 
Boitier metal 

Ground 
Masse 

Output 
Sortie 

Bottom view 
Vue de dessous 

Input (easel 
Entree (boitier) 

Schematics 
Schemas e/ectriques 
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-5 V &-5,2 V 

-12V& -15V 

'T0-3 (CB-19) 
METAL CAN 
Boitier metal 

Principal features 
Donnees principa/es 

Output voltage tolerance± 3 % 
without external trimming 

Preset current I im it 

Bottom view 
Vue de dessous 

Output current in excess of 1 A 

Internal thermal shut down 

Operates with input-output voltage 
differential down to 1 V 

50 mV load regulation 

- Tolerance de la tension de sortie ± 3 % 

sans rtig/age exterieur 

- Limitation de courant prl!re(J/(Je 

- Courant de sortie suptirieur a 1 A 

- Protection thermique interne 

- Fonctionnement avec une tension 

differentielle entree-sortie minimum 

de 1 V 

- Coefficient de regulation en charge: 

50mV 



TDC2905,TDC2905A,TDC2912,TDC2915 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYPIOUES 

FIXED OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION DE SORTIE F/XE 

+ Cl* 
2,2 µF 

Input 
Entree n---------3--< TDC29 xx 

C2** 
1 µF 

Output 
1-----41-----u Sortie 

*Required if regulator is located an apprecible distance from power supply filter. 
Necessaire Jorsque le regu/ateur se trouve a une distance appreciable du filtre de l'alimentation. 

* *Required for stability for value given. 
Necessaire pour la stabilite pour Jes valeurs donnees. 

For output capacitance in excess of 100 µF, a high current diode from input to 
output (1N 4001) will protect the regulator from momentary input shorts. 
Surcharge capacitive CL ~ 100 µ,F, prot(Jger le regulateur avec une diode fort courant 
(1N4001). 

ADJUSTABLE OUTPUT REGULATOR 
REGULATEUR A TENSION OE SORTIE AJUSTABLE 

CURRENT REGULATOR 
REGULATEUR OE COURANT 

Cl 
2,2 µF 

Input 
Entree 

+ 

C3 
25µF 

+ 
R1 

+ 

R2 

C2 
1 µF 

Output 
Sortie 

3 
TDC29 xx 

2 

Vo= VsET R1 + R2 
R2 

TDC2905 R2 = 300 Q 
TDC2905A R2 = 300 Q 
TDC2912 R2= 750Q 
TDC2915 R2 = 1 kQ 

Input 
Entree 

lo 

-11B 

r L 

<>---<---3~TDC29xx~2--e--
Output 

'---......J Sortie 

--, 
I 
I 

RLI 
I 
I 

_.J 

Rl 

0,1 µF 
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TDC2905, TDC2905A, TDC2912, TDC2915 

TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TYP/OUES 

HIGH STABILITY 1 A REGULATOR 
REGULATEUR 1 A HAUTE STAB/LITE 

O--<t-...... --+-------------+------<t---...... ---ov6 
C3 

Dl 
2uu pt- BZX 46-

+ 1 µF C6V2 

Cl* 01 R2 
2,2 µI + 

2N409c + C2* 

6 - 10µF 

* Solid tantalum 
Condensateur au tanta/e 

TDC2905 
TDC2912 
TDC2915 
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V1= -8V R5 R4 
V 1 = -15 V 10 kl1 5 kl1 R3 

VI = -18 V 

A = SF.C 2108 M, B = TDC2905A 

Load & line regulation < 0,01 % temperature, < 0, 1 % stability :~~':e~~Z,t~r:::;:e~ et temperature <0,01 %, rtabilite <o, 1 % 

DUAL TRIMMED SUPPLY 
ALIMENT AT/ON DOUBLE AJUSTABLE 

lnputo+>------<l>----;,iF,C 28 XXj----------------0 ·+5 V 
Entree 

0,22 µF 

240 l1 
1 kl1 

33 !1 

.------.-------+---+---..---oCommon 
Commun 

33 !1 

470 l1 
5 kl1 + 

1 µF 

A= SF.C 2805, B = TDC2905 

To power supply ± 5 V: SF.C 2805, TDC2905 
Pour alimentation ±5 V: SF.C 2805, TDC2905 



TDC2905-CM, TDC2905-KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entrH 

Load regulation 
Coefficient de rdgulatlon 
en fonction de la charge 

Ouiescient current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Temion ds bruit en sortie 

Long term stability 
StabilitfJ dans le temps 

(Notes 1, 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

tj = 25°C 

Vo -25 V.;; V1.;; -7 V 
5mA .;; 10.;; 1omax 

P .;; P max 

Kv1 

(note 2) 

ti = 25 °C 
-25v.;;v1.;;-1v 

t- = 25°c 
J I 

Kvo 
CB-106 5 mA .;; lo .;; 0,5 A 

T0-3 5 mA .;; lo .;; 1,5 A 
(note 2) 

·-

110 -25v.;;v1.;;-1v 

ti = 25°c 

t. 11B -25 V.;; v 1.;; -7 V 

5mA .;;io.;; 1max 

VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 
10 Hz.;; f.;; 100 kHz 

KvH 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply : -55°C "- tj "- + 150°C 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-5,1 -5 -4,9 V 

-5,2 -4,8 V 

10 25 mV 

20 50 mV 

50 75 mV 

1 2 mA 

0,1 0,4 mA 

150 µVrms 

50 mV 

Although power dissipation is internally limited, electrical specifications apply only for power level up to 
Pmax· 
Sauf indicationscontraires, ces -"cifications s'appliquent :-5fr'C <ti < + 1500C 
Bien que la puissance dissipde soft limitee intfJrieuremsnt, /es spkifications dlectriques ne s'appliquent seulement que pour 
des puissances infdriBUres II Pmax· 

CB-106 

T0-3 

v 1= -10V 

V1= -10V 

lo=0,1 A, 

lo= 0,5A, 

lmax =0,2A 

1max = 1 A 

Pmax=2W 

pmax = 20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 

Note3-

Le1coefficit111tsd11 rdgulation entl'U et sonis sont spkifids a ttlmp/Jrature constante. Des variations dsns la tension de sortie 
dues IJ des l!chauffements devront ltre camptees sspartlment. Pour assurer une temptlrature de jonction constante, on 
utilisera um, mtlthode de mesure par impulsions avec un faible rapport cyc/ique. 

Rth(j-c) = 3°C/W (typ.)(T0-3) - KM 

Rth(j-c) = 15°C/W (typ.) (CB-106) - CM 
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TDC2905A-CM, TDC2905A-KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Ouiescient current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stabilitl! dans le temps 

(Notes 1, 3) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

ti = 25°C 

--

Vo -25 V<V1 <-7 V 

5mA ~ 1o < 1omax 
p <Pmax 

Kv1 

(note 2) 

ti = 25 °C 
-25V<V 1<-7V 

'i = 25°c 

Kvo 
CB-106 5 mA < lo < 0,5 A 

T0-3 5 mA < 10 < 1,5 A 
(note 2) 

11B -25 V<V 1 <-7 V 

ti = 25°c 

/', 11B -25V<V1<-7V 

5mA <lo< 1max 

VNO 
'amb = 250c CL= 1 µF 

10 Hz< f < 100 kHz 

KVH 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply :-55°C <ti<+ 150°C 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

-5,3 -5,2 -5,1 V 

---t------- -i---------,_ 

-5,4 -5 V 

10 25 mV 

20 50 mV 

50 75 mV 

1 2 mA 

0,1 0,4 mA 

150 µVrms 

50 mV 

Although power dissipation is internally limited, electrical specifications apply only for power level up to 
Pmax· 
Sauf indications contraires, ces specifications s'appliQuent : -55°C < ti < + 1500C 
Bien que la puissance dissipee soit limitee interieurement, /es specifii:ations eJectriques ne s'app/iquent seu/ement que pour 
des puissances inf/Jrieures a Pmax· 

CB-106 

T0-3 

V1= -10V 

V1= -10V 

lo=0,1 A, 

lo=0,5A, 

lmax = 0,2 A 

lmax = 1 A 

pmax = 2 W 

pmax = 20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 

Note 3 -
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Lescoefficientsde regulation entree et sortie sont specifies a temperature constante. Des variations dans la tension de sortie 
dues a des tJchauffements devront ltre comptees 5eparement. Pour assurer une temperature de jonction constante, on 
uti/isera une mtJthode de mesure par impulsions avec un faible rapport cyclique. 

Rth(j-c) 

Rth(j-c) 

3°C/W (typ.) (TO-3) - KM 

15°C/W (typ.)(CB-106) - CM 



TOC2912-CM, TDC2912-KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage range 
Domaine de tension de sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'entree 

Load regulation 
Coefficient de 1'gulation 
en fonction de la charge 

Ouiescient current 
Courant de repos 

Quiescent current change 
Variation du courant de repos 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Long term stability 
Stab#ite dans le temps 

(Notes 1, 3) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

ti = 25°c 

VO -32V<V1 <-14V 
5mA '- 1o'- 1omax 

p ¾Pmax 

Kv1 
(note 2) 

) = 25 °C 
-32 V <V1 <-14V 

Kvo 

ti = 25°c 
CB-106 ·5 mA, <lo< 0,2 A 

T0-3 5mA< 10 ..; 1A 
(note 2) 

11s -32 V < V1 < -14 V 

tj = 25°c 

t,. I 18 -32 V< V1 <-14 V 
5mA ~ 1o¾ 1max 

VNO 
tamb = 250c CL= 1 µF 
10 Hz< f < 100 kHz 

KvH 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

-12,3 -12 -11,7 V 

-12,5 -11,5 V 

4 10 mV 

10 25 mV 

30 BO mV 

2 4 mA 

0,1 mA 

400 µVrms 

120 mV 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply -55°C <ti<+ 150°C 
Although power dissipation is internally limited, electrical speC1t1cations apply only for power level up to 
Pmax-
Sauf indications contraires, ces specifications s'appliquent : -55°C ~ ti ¾ + 1500C 
Bien que la puissance dissipee roit Umitee inMrieurement, /es sp/Jcifii:ations tilectriques ne s'appliquent seulement que pour 
des puissances inf/Jrieures /J Pmax· 

CB-106 

TO-3 

v 1=-17V 

V1=-17V 

10 =0,1 A, 

lo=0,5A, 

lmax = 0,2 A 

lmax = 1 A 

Pmax = 2 W 

pmax = 20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Lescoefficientsde regulation entree et sortie sont spkifiAs a temperature constante. Des variations dans la tension de sortie 
dues a des /Jchauffements devront ltre comptees fepar6ment. Pour assurer une temperature de jonction constante. on 
utilisera une methode de mesure par impulsions avec un faible rapport cyc/ique. 

Note 3 - Rth(j-c) = 3°C/W (typ.) (TO-3) - KM 

Rth(j-c) = 15°C/W (typ.) (CB-106) - CM 
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TDC2915-CM, TDC2915-KM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

(Notes 1, 3) 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

ti = 25°C -15,3 -15 -14,7 V 

Output voltage range 
Vo -35V.;;v1..;-11v 

Oomaine de ten•ion de sortie 
5mA .;; 1o.;; 1omax '-15,5 -14,5 V 

P .;; pmax 

Line regulation 
KVI 

t• = 25 °c 
mV Coefficient de regulation .!.35v.;;v1.;;-11v 5 10 

en fonction de la ten,ion d'entrff 
(note 2) 

Load regulation 
ti = 25°c 

.;;10 .,; 0,2A 10 25 mV 
Kvo CB-106 5 mA 

Coefficient de ,-,,,Ulatian 
en fonction de Iii charge T0-3 5mA.;;10 .;; 1 A 30 80 mV 

(note 2) 

Quiescient current 
11B -35v..;v1..;-11v 2 4 mA Courant de repos 

Quiescent current change 
1 = 25°c 

t. '1e -35v.;;v1..;-11v 0,1 mA Variation du courant de repos 
5mA "- 1o.;; 1max 

Output noise voltage VNO 
tamb = 25°C CL= 1 µF 400 µVrms Ten,ion de bruit en .ortitl 10 Hz"- f "- 100 kHz 

Long term stability 
KvH 150 mV Stabilitd dam ltl temps 

Note 1 - Unless otherwise specified, these specifications apply :-55°C.,; tj.,; + 150°C 
Although power dissipation is internally limited, electrical spetifications apply only for power level up to 
Pmax· 
Sauf indications contraires, ces ,pkifications s'appliquent : -55°C. ~ti :is;;;+ 1500C 
Bien que la puiuance dissi/Jff mit limitee intdrisurement, /es specifications etectriques ne s'app/iquent seu/ement que pour 
de1 puissances inftlrieures iJ Pmax· 

CB-106 

T0-3 

v 1= -20V 

v 1= -20V 

t0 =0,1 A, 

lo= 0,5A, 

'max= 0,2 A 

1max = 1 A 

Pmax = 2 W 

Pmax = 20W 

Note 2 - Load and line regulation an specified at constant junction temperature. Changes in output voltage due to 
heating effects must be taken into account separately. To ensure constant junction temperature, pulse 
testing with a low duty cycle is used. 
Le1coefficientsd11 r,Jgulation entree et sortie ,ant spkifitls 8 ternp(Jrature con.stante. Des variations dans la tension de sortie 
dues IJ des khauffements devront ltf'II comptees aJparlment. Pour assurer une temP'rature de jonction constante, on 
utili1t1ra une mlthode de mesurt1 par impulsions avec un faible rapport cyclique. 

Note 3 - Rth(j-c) = 3°C/W (typ.) (T0-3) - KM 
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Rth(j-c) = 15°C/W (typ.)(CB-106) - CM 
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MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

101 

25 50 75 100 125 

Ambient temperature (°CJ 
Temperature ambianre 

150 

MAXIMUM AVERAGE POWER DISSIPATION 
PUISSANCE MOYENNE DISS/PEE MAX/MALE 

25 

TO-3 ~-

50 75 100 125 

Ambient temperature (°C) 
Temperature ambiante 

150 

TDC2905, TDC2905A, TDC2912, TDC2915 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

s 
"' u. 
C ·,.: 

"' --0 g 
~~ 
J; ~ 
~ 0 

a:g 
81 

> 

100 

10·1 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

1k 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
Frequence 

OUTPUT VOLT AGE 

10M 

15, 1 ___ r_E_N~S_IO_N~D_ErS_O_RrT_I_E~~~ 

15,0 

14,9 

--., 
gi-~ 12, 1 

~ 0 0.,, 12,0 
> {: 

!-~ 11,9 '-----l--+--+
:;i 0 
0~ 5,1 

5,0 

4,9 L-~-l.--'--'--'--'---'-..._~ 

-75-50-25 0 25 50 75 100125 150 

Temperature (°C) 
Temperature 

RIPPLE REJECTION 
TAUX DE FIL TRAGE 

100 --~--~-~--~--

20 

100 1k 10k 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
Frequence 
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Comparators 
Comparateurs 
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I .. ~ 
(CB-11) • • ' ' CB-98 .,/ CB-176 

Type Packag1.s 
Type Boftiers 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARATEURS DE TENSION 

SF.C 2111 M,2211,2311 TO-99 

SF.C 2311 DC CB-98 

SF.C 2311 UC CB-176 

SF.C 2710 C, 2710 M TO-99 

SF.C 2710 EC, 2710 KM TO-116 

SF.C 2710 PM TO-91 

FET INPUT VOLTAGE COMPATORS 
COMPARA TEURS DE TENSION A ENTREE FET 

TDB, TDC, TDE0111-CM TO-99 

TDB0111-DP CB-98 

DUALVOLTAGECOMPARATORS 
DOUBLES COMPARA TE URS DE TENSION 

SF.C2711 C,2711 M TO-100 

SF.C 2711 EC, 2711 KM TO-116 

SF.C2711PM TO-91 

TDB, TDC, TDE0119-CM TO-100 

TDB, TDE0119-DP TO-116 

TDC0119-DC TO-116 

TDB0119-FP CB-178 

QUADRUPLE VOLTAGE COMPARATORS 
QUADRUPLE COMPARA TEURS DE TENSION 

TDB, TDC, TDE0139-DP TO-116 

560 

,f/fi T0-116 
(CB-2) 

Vee 
(V) 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

{ - 7 
+14 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

{ - 7 
+14 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

+5 ➔ ±15 

±1 ➔ ±18 

+2 ➔ +36 

,.0-91 
(CB-86) 

t, 

(ns) 

200 

200 

200 

40 

40 

40 

200 

200 

40 

40 

40 

80 

80 

80 

80 

300 

-CB-178 

VID 
(V) Page 

Page 
max 

±30 561 

±30 561 

±30 887 

±5 573 

±5 573 

±5 573 

±30 991 

±30 991 

±5 585 

±5 585 

±5 585 

±5 597 

±5 597 

±5 597 

:!'5 957 

±36 993 



SF.C 2111 M, SF.C 2211, SF. C 2311 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARA TEURS DE TENSION 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEU RS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/ues} 

Operating free-air p• Vs V1.4 'v7 .4 VID V1 
Type Package temperature range Storage temperature (V) (V) (V) (mW) 

Boitier Gamme de temP'rature Tem/Mrature de stock age 
ambiante de fonctionnement 

SF.C 2111 M T0-99 -55°C, +125°C 

SF.F 2211 TO-99 -25°C, + 85°C 

SF.C 2311 T0-99 0°C, + 10°c 

SF.C 2311 DC CB-98 0°C, + 7D°C 

Output short-circuit duration 
Dul'H de court-circuit en sortie 10 s 
*Maximum jonction temperature: SF.C 2111 M 

Tem"'rature de jonction maximale SF .C 2211 
SF.C 2311 

See note 1 
Vair note 1 

General description 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-55°C, 

Circuits SF.C 2111 M, SF.C 2211 and SF.C 2311 are 

voltage comparators that have input currents more 

than a hundred times lower than devices like SF .C 

2710 M, SF.C 2710 C. 

They are also designed to operate over a wide range 

of supply voltages from standard ± 15 V operational 

amplifiers supplies down to the single 5 V supply 

used for IC logic. 

Their output are compatible with RTL . DTL and TTL 

as well as MOS circuits. 

Further their output can switch voltages up to 50 V 

at currents as high as 50 mA. 

(Note 1) 

+150°C 36 30 50 ± 30 ±15 500 

+ 150°C 36 30 50 ±30 ± 15 500 

+ 150°c 36 30 40 ±30 ±15 500 

+125°C 36 30 40 ± 30 ±15 500 

Description generale 

Les circuits SF.C 2111 M, SF.C 2211, SF.C 2311 sont des 

comparateurs de tension dont /es courants d'entree sont 100 · 

fois plus faibles que ceux des circuits SF.C 2710 M, SF.C 

2710C. 

/Is sont cont;us pour fonctionner dans une large gsmme de 

tension d'alimentation: de la tension d'alimentation standard 

des ampliflcateurs oP'rationne/s (± 15 V) /J la tension d'ali

mentation des circuits integfes /ogiques (5 V). 

Leur sortie est compatible aussi blen avec /es circuits MOS 

qu'avec /es circuits RTL, DTL et TTL. 

De plus leur sortie peut commuter des tensions jusqu'/J 50 V 

pour un courant de sortie de 50 mA. 

NOTE 1 : This rating applies for± 15 V supplies. The positive input voltage limit is 30 V above the negative supply. The 
negative input voltage limit is equal to the negative supply voltage or 30 V below the positive supply, which 
ever is less. 
Cette valeur est donnee pourdesalimentations de± 15 V. La limite de la tension d'entree positive est a 30 V au-dessus de l'a
limentation ne{liJtive. La limits de la tension d'entr/Je negBtive est egale IJ la tension d'alimentation negative ou 30 V au-dessous 
de la tension d'alimentation positive, la plus faible des deux fixant la limite. 

TI-IOMSON·CSF 
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SF.C 2111 M, SF.C 2211, SF.C 2311 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Boitier metal 

Top view 
Vue de dessus 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est retiee au bottler 

Schematic 
Schema electrique 

F Strobe/balance 
~--------<>---<>Echantillonnage/e(luilibr~ 

2112 

562 

RJ 
Joon 

"' 1,3kn 

T0-99 

CB-98 

A B 

2 

2 

E Equilibrll(IB 

C D E 

3 4 5 

3 4 5 

CB-98 Top view 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boitier 
enfichable 

Vue de dessus 

Sortie eQuilibrage 

Strobe/balance 
Output !Echantillonnagel 

Collector output 
Sortiecollecteur 

v+ 

H 

R11 
130n 

R12 
600 n 

G 

Q15 

Balance 
V + Equifibrage 

5 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Maximum input current : 150 nA 

- Maximum offset current : 20 nA 

- Differential input voltage range : ± 30 V 

- Power consumption : 135 mW at ± 15 V 

- Supply voltage : +5 V to ± 15 V 

- Output current : 50 mA 

- Courant maximal d'entree: 150 nA 

- Courant residue/ maximal: 20 nA 

- Tension differentielle d'entrff: ± 30 V 

- Puissance consommU 135 mW B ± 15 V 
a ,sn---+---+-

0 R13 
4n 

- Tension d'slimentation +5 VB ± 15 V 

F 

6 

6 

A 
Em,tteroutputorground 
Sartie,imerteuroumasse 

G H 

7 8 

7 8 

- Courant de sortie : 50 mA 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

CRYSTAL OSCILLATOR 
OSCILLATEUR A CRISTAL 

R1 v+ =5 V R4 
100 kn 2 kn 

R2 
100 kn 

100 kHz FREE RUNNING MULTIVIBRATOR 
MUL TIVIBRATEUR 100 kHz 

R1 
20 kn 

rl 
~~~OOpF 

v+=5V 

7, 

R4 
39 k!l. 

SF.C 2111 M,SF.C 2211,SF.C 2311 

LOW VOLTAGE ADJUSTABLE REFERENCE SUPPLY 
ALIMENTA TION OE REFERENCE BASSE TENSION AJUSTABLE 

v+=5V 
R1 R4 
3,9 kn 500 n 

+ C1* 
1,5µF 

* Solid tantalum 
Condensateur au tantale 

TTL INTERFACE WITH HIGH LEVEL LOGIC 
CIRCUIT O'INTERFACE POUR CIRCUIT TTL A HAUT NIVEAU 

Input 
Entree 

C1 

R3 
82 kn 

R2 
47 kn 

1 

v+:5V 

R5 
1 kn 

To TTL logic 
Vers circuits TTL 

~ JVti~st'bi1~ 
,.._ __ .,_ __ .,_ ___ +-'Excursion de O a 30 V 

* TTL or DTL fan-out of two 
Sortance des TTL ou DTL =2 

seuilde 15 V 

AUXILIARY CIRCUITS 
MONTAGES AUX/LIA/RES 

STROBE 
ECHANT/LLONNAGE 

INCREASING INPUT STAGE CURRENT* 
AUGMENTATION OU COURANT DEL 'ETAGE D'ENTREE 

TTL strobe 
Echantillonnage TTL 

* Increases common mode slew by a factor of three 
Multlplie par 3 ls vltesse de monttJe en mode commun 

OFFSET BALANCING 
CIRCUIT D'EQUILIBRAGE 

3/12 
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SF.C 2111 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de dtlcalage a l'entree 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dtlcalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Response time (Note 4) 
Temps de rtlponse 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de dkalage a l'entrle 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dt§calage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input voltage range 
Tension d'entr(Je limite 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Strobe current 
Courant d'tlchanti/lonnage 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI Tamb=25oc Rs ,;;; 50 kl1 0,7 3 

101 Tamb =25oc 4 10 

IB Tamb=25o.c 60 100 

Av Tamb =25oc 200 

tr Tamb=25oc 200 

VOL 
VI ,;;;-5 mV 

Tamb= 25°C 0,75 1,5 
lo = 50mA 

IOH 
V1 ;;;, 5 mV 

Tamb= 250c 0,2 10 
Vo = 35 V 

Vol Rs "- 50 kl1 4 

101 20 

IB 150 

Vlmax ±14 

VI ¾-6mV Isink =BmA 

VOL entrant 0,23 0,4 
v+ ;;;,4,5V v- =0 

Icc1 Tamb= 250c 5,1 6 

Icc2 Tamb= 250c 4,1 5 

IOH 
V1 ;;;, 5mV 

0,5 Vo = 35V 0,1 

1st Tamb = 250c 3 

NOTE 2: These specifications apply for -55°C ,;;;T amb"- 125°C, Vs =± 15 V, un·less otherwise specified. 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

ns 

V 

nA 

mV 

nA 

nA 

V 

V 

mA 

mA 

µA 

mA 

S/J6Cificationsapplicables pour-55°C ~ Tamb< 125 °c, Vs =~ 15 V, sauf indications contraires. 
The offset voltage, offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single +5 V 
supply up to± 15 V supplies. 
Les specifications concernant la tension et le courant de dt!Jcalage ainsi que le courant de polarisation s'appliquent pour une ten
sion d'alimentation comprise entre + 5 Vet± 15 V. 

NOTE 3: The offset voltage and offset currents given are the maximum values required to drive the output down to 1 V 
or up to 14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst
case effects of voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions residuels donnt!Js cor_respondent aux valeurs maxima/es, pour une tension de sortie comprise entre 1 Vet 
14 Vet une charge de .1 mA . Une zone d'incertitude est ainsi definie tenant compte de l'erreur apportee par le gain et l'impt!J -
dance d'entrt!Je du circuit. 

NOTE 4 : The response time specified (see definitions) is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
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60 

50 

~ 40 

8,t 
~ 2 30 
g ,§ 

1.§ 20 
5 ~ 
0~ 

10 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/ST/QUES DE TRANSFERT 

Normal output 

I I I Sortie norma/e 
Emitter follower I I 
output RL =1 kU 
Sortie en 6metteur 
suiveur V ++=50 V 

RL =600 n 

' l'I.. 

' ' Tamb=25oC 

' l ~S =30V 

O -1 -5 0 0,5 1 
Differential input voltage (mV) 
Tension d'entr(Je diffflrentie/le 

OUTPUT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE LIMITATION EN SORTIE 

~ .s 
~ :i 
Bf 
·5 8 
J~ .g 
Uw 
• C 

t'. I! 
0 ~ 

D5 ~ 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

180 

160 

140 

120 

100 

20 

(t 

0 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
5 10 15 

Output voltage (V) 
Tension de sortie 

INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES D'ENTREE 

v~ I l±l1JJ_ 

·- ,..., 
Tamb=25oc r 

.. _ 

-16-12 .-8; -4 0 4 8 12 16, 

Differential input voltage (V) 
Tension d'entl'H differentie/le 

~ 
C: 

-~i 
-~I 
=a~ 
~ C n 
0 ~ 
"-0.. 

~ 
-"' ;q 
t·l 
g·E 
C: 2 
.S!~ 
1, C a-~ 
"1~ 

I 
C --~ <{'l:, 

C: C 
:; .g 
i .1 
:: ~ 
::>cj 
u .. 

-~~ .cw 
~I 
C. ~ = 8 

SF.C 2111 M 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE N/VEAU BAS 

I 
~ - _;!amb =125oc· I 

..... -~-~·-
T =-55°C --
~~-~ ~ 

,.,,.. 
,~ 

io-. ,,, 
~ ~ 

~ 
'£:. C'-T b =25°C 
-

1- r I I 

0 
0 10 20 30 40 50 

30 

0 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RESIOUEL D'ENTREE 

I 

Vs=±15V_ 

" ' ' .... Raised 

' Augmente 
...... 

_Normal ""'" I'-..: Normal ~ 

~ --
I 
I 

-55-35-15 5 25 46 65 85 105 125 
Temperature ( °C) 
Temperature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SAT/ON D'ENTREE 

400 ... I I 

300 

I VS =±15V ..... 
~lic11s, .... ....... ~.P<?):: 

.....,'I, 
.... 

200 -
100 Normal 

Nnrma/ 

I I 

0 I I 

-55'-35-15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature ( °C) 
Temperature 
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SF.C 2111 M 

100 

10 

0,1 

EQUIVALENT INPUT OFFSET ERROR 
ERREUR EDU/VALENTE A L'ENTREE 

Tamb -25oc 
1111111 I V ~ ~=:: ~:;};;;~,m 

Typical ~-- Typique 

VDl=VDI + RS 1DI 

11111111 I 1111 
10 k 100 k 1 M 10 M 

Input resistance (fl) 
Resistance d'entree 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENTREE 
~ ~~~-~~--~-~~~ 

5 t---i----t-----t-1-,-+--~--..,..~ 
VS =±15V 

4 l--cc!---~-H'---#'------t.Tamb=25oc 
3 1-~-t--¥-f--#+-+--1---t---1'--i 

2 f---'--l· lldf+-l'-+-+---+-1---+---I 

0 I-+--~+-+ 
100 1--t--+---j-+ 
50 t--+-f--+--+ 

0 t-..... --.... -+--+--+-+--+--
0,2 0,4 

Time (µs) 
Temps 

0,6 0,8 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENTREE 
~ ~~--~~--~-~~~ 

15 &-......... +--t---1 

10 

5 

0 

-5 
-10 

-15 

100 

50 

0 

0 2 
Time (µs) 
Temps 

NOTE 1 : Referred to supply voltages 
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4 

~ 

~ 

-0,5 

-1 

-1,5 

0,4 

0,2 

V 

.. 

COMMON MODE LIMITS 
LIM/TES EN MOOE COMMUN 

I 

(Note 11 

i---
.. 

..... 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES AL 'ENTREE 

0 0,2 0,4 

Time (µs) 
Temps 

0,6 0,8 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENTREE 

15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 

0 

-50 

-100 

20mV 

I"' I 
5mV 
I' 

2mV J 

✓ 

J 

0 

I I I 
VI Iv+' I 

/ 

~ - VO 

2 k!1 

IV I I 

I I I 
VS =±15 V 

TJ:lmb =25°C -

2 
Time (µs) 
Temps 

4 



SF.C 2211 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dticalage a l'entrh 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Response time (Note 4) 
Temps de rdponse 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage -~ (Note 3) 
Tension de dkalage a l'entrH 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dkalage B l'entrh 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input voltage range 
Tension d'entrh Jimite 

Saturation voltage 
Tension de sortie nivesu bas 

s : nly current 
( , .mt fourni par /es a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Strobe current 
Courant d'fJchanti/lonnage 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Vol Tamb=25oc Rs <50kQ 0,7 3 

101 Tamb=25oc 4 10 

IB T =25°C amb 60 100 

Av Tamb =25oc 200 

tr T =25°C 
amb 200 

VOL 
v, .;;-5 mV 

Tamb= 250c 0,75 1,5 
lo = 50mA 

I0H 
v, ;;,,5mV 

Tamb= 250c 0,2 10 
Vo = 35 V 

Vol Rs < 50 kQ 4 

101 20 

's 150 

v,max ±14 

v, <-6mV lsink=8 mA 
VOL entrant 0,23 0,4 

v+ >4,5 V v- =(' 

1cc, T amb= 250c 5,1 6 

Icc2 Tamb= 250c 4,1 5 

I0H 
V1 ;;,, 5mV 

0,1 0,5 
Vo = 35 V 

Tamb = 250c 3 

NOTE 2: These specifications apply for -25°c.;;T amb"- 85°C , Vs =± 15 V, unless otherwise specified. 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V!mV 

ns 

V 

nA 

mV 

nA 

nA 

V 

V 

mA 

mA 

µA 

mA 

SpBCifications applicables pour -25 °c, ~t1mb,a5 °c , Vs =± 15 V, sauf indications contraires. 
The offset voltage, offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single +5 V 
supply up to ± 15 V supplies. 
Les specifications concernant la tension et le courant de dfJcalage ainsi que le courant de polarisation s'app/iquent pour une ten
sion d'alimentation comprise entre + 5 Vet± 15 V. 

NOTE 3 : The offset voltage and offset currents given are the maximum values required to drive the output down to 1 V 
or up to 14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst
case effects of voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions residuels donnes correspondent aux valeurs max imales, pour une tension de sortie comprise entre 1 Vet 
14 Vet une charge de 1 mA . Une zone d'incertitude est ainsi definie tenant compte de l'erreur apportee par le gain et J'impe • 
dance d'entree du circuit. 

NOTE 4: The response time specified (see definitions) is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
Temps de reponse spfJcifie pour une impulsion de 100 mV et une surcharge de 5 mV (voir definitions). 
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SF.C 2211 
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TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/ST/OUES DE TRANSFERT 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 
-1 

I I I Normal output 
Sortie normale 

Emitter follower / I I 
output I RL =1 kll 
Soffie 11n dmetteur-

v++=50V ,.,,.,.,,, 
RL =600 ll 

~ 

\. 
~ 

'\. Tamb=25°C 

" S =30V 
I ~ 

-5 0 0,5 

Differential input voltage (V) 
Tt1nsion d'enttW dlfMrentielle 

OUTPUT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DE LIMITATION EN SORTIE 

< 
.§. 
...,,'!: 
C: ~ 

e.t St u ~ 
-~ 0 :, .. 
_g .g 
u~ 
1;'. C 

.d 
(/)t.) 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
0 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

0,7 
1Tamb =25•~7 

11 I -.p~~ >--\~~~~ , ,~.v 
'\ qo.J 
'\ f~ 

0,6 

0,5 

0,4 

~ 

/ ........ 0,3 

Short-circuit current v--~--- Cou,.,nt de f"'rt--cfrcuit 
0,2 

0,1 

I 
5 10 

I 0 
15 

Output voltage (V) 
Tension de sortie 

INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES D'ENTREE 

~ ~ 

❖SI ~Ut 
Tamb =25oc -

.. __ 

-16-12-8 -4 0 4 8 12 16 

Differential input voltage (mV) 
Tension d'entr(Js difMrentielle 

~ 
C: 
0 

"[i 
·u; .; 
.!e 'b 

~~ 
~ ., 
ll. cf 

< 
C: .. 

::1 
C: C 

~~ a~ ~:e 
:E f o~ 
~ ~ 
~8 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE N/VEAU BAS 

Tamb=25°C, 

~ 

./ 
1./ -./ 

./ 
~ 

,, , 
,, 

0 
0 10 20 30 40 50 

30 

20 

10 

0 

Output current (mA) 
Courant de mrtkl 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

VS =±15V-

Raised .... Aull""'ntll 
1, 

-:~::~ r-... -
-,...... 

I 
I 

-55-35-15 5 25 45 65 85 105125 

Temperature ( °C) 
Temperature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TION D'ENTREE 

400 
I I 

300 

Vs=±15V .... .... ..,,z.•1~ 
~ .. 

...._>¥ 

200 
~ 

100 Normal 
Norma/ 

0 
-55-35-15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature ( °C) 
Templratur11 



100 

10 

0,1 

EQUIVALENT INPUT OFFSET ERROR 
ERREUR EOU/VAI.ENTE A 1.'ENTREE 

t-T amb 25 oc I ., 
~ 1111111 I / ; 
g--Maxlmum 
.--E= Maximal 

Typical 
i..--"" Typique 

VD1-11~1 +Rs 1oi 

10 k 

11111111 I 1111 
100 k 1 M 

Input resistance (!1) 
Rtlsistance d'entrtle 

10M 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPDNSE POUR O/FFERENTES 
SURCHARGES A I. 'ENTREE 

~ 
a,,!!!: 

J·i 
0., 
>"cj 
~ 0 a..~ 
~ l1 
c5 ~ 
> 
E 

if 
~ Ji 
0" > 0 

g_-~ 
-=~ 

5 

4 

3 

2 

0 

100 

50 

0 

-~--...,,_,'------+VS =±15V 

f---~...,..j.::,Y....._-#+----1Tamb=25oc 

0 0,2 0,4 0,6 

Time (µs) 
Temps 

0,8 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SUR£HARGES A L 'ENTREE 
~ ,--,--,c--.---r-,---,--,--,--, 

8,·! 15 

~fl 10 
g .g 5 
~ 0 

9-~ 0 

6i'.! -5 

> -10 

E -15 

;~ 
C>w 
.. 0 

100 
.!:'.,Q) 50 0" > 0 0 i ·i 
.: ~ 0 2 

Time (µs) 
Temps 

NOTE 1 : Referred to supply voltages 

3 

Par rapport aux tensions d'alimentation 

4 

SF.C 2211 

v+ 

1 

.. 

v

COMMON MODE LIMITS 
!./MITES EN MODE COMMUN 

I I 
(Note 11 

-
.. 

-55-35-15 5 25 45 65 85105126 

Temperature ( ° C) 
TempArature 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 

~ 
Q),9! 

Jij 
g .g 
~ 0 a-~ 
~ ~ 
Qf.C 

~ 
if 

5 

4 

3 20 ~v 
I 'o 

2 5"-:V--. 
1 2mV 

~~ 

0 

~~ -50 
> c-10 

l·~ 
-= ~ 

0 

0 

I I I I 
5V -

\ 
~50on-

VO -

1 
-

" ~ -
~~ 

vs =±15V -
.Tamb =25oc -I I I 

0,2 0,4 0,6 0,8 

Time (µs) 
Temps 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERNETES 
SURCHARGES AL 'ENTREE 

~ 
~~ 

15 

~2 10 

g~ 5 
~ 0 

0 5.-~ 
~ i:! 

-5 5~ > -10 
E -15 -., 
8, i 0 
.. 0 

.!:'. ,fl> -50 
0" 
; .§1-100 
C. i:! 
-= ~ 

20mV 
1~ 

5 "1v 
I 

2mV J 

V 
J 

0 

I I I 
V' I I I 

/ 
v+ 

~ . Vo 

, _ 2 kn 

v-
I I I 

I I I 
v8 =±1sv-

T amb ··=25 oc -

2 3 

Time (µs) 
Temps 

4 
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SF.C 2311 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de d/Jcalage a /'entr/Je 

Input offset current (Note 3) 
Courant de decalage 8 /'entf'ff 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Response time (Note 4) 
Temps de 1'ponse 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current (Note 3) 
Coursnt de d/Jcalage 8 /'entrH 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input voltage range 
Tension d'ent,We limite 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Strobe current 
Courant d'tichantil/onnage 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS 

SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI Tamb =25oc Rs <50kQ 2 7,5 

IDI Tamb=25oc 6 50 

IB T =25°C amb 100 250 

Av T =25°C amb 200 

tr Tamb=25oc 200 

VOL 
V1 ,;;;-10mV 

Tamb= 250c 0,75 1,5 
lo = 50mA 

I0H 
VI ;;,10mV T = 25°C 0,2 50 
Vo = 25V 

amb 

VDI Rs <50kQ 10 

IDI 70 

IB 300 

Vlmax ±14 

V1 <-10mV lsink=B mA 
VOL entrant 0,23 0,4 v+ ;;,4,5 V v- = 0 

1cc, T = 25°C amb 5,1 7,5 

Icc2 Tamb= 250c 4,1 5 

T = 25°C amb 3 

NOTE 2: These specifications apply for 0°C ,;;;:T amb< +70°C , Vs=± 15 V, unless otherwise specified. 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

ns 

V 

nA 

mV 

nA 

nA 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

Specifications applicables pour 0°C ,s;;;; T b¾. + 70 °c , Vs =± 15 V, sauf indications contraires. 
The offset voltage, offset current an~moias current specifications apply for any supply voltage from a single +5 V 
supply up to ± 15 V supplies. 
Les specifications concernant la tension et le courant de dtJcalage ainsi que le courant de polarisation s'appliquent pour une ten
sion d'alimentation comprise entre + 5 Vet± 15 V. 

NOTE 3: The offset voltage and offset currents given are the maximum val11es required to drive the output down to 1 V 
or up to 14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst
case effects of voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions rfJsiduefs donnes correspondent aux valeurs maxima/es, pour une tension de sortie comprise entre 1 Ve1 
14 Vet une charge de. 1 mA . Une zone d'incertitude est ainsi definie tenant compte de f'erreur apportee par le gain et f'impe · 
dance d'entree du circuit. 

NOTE 4 : The response time specified (see definitions) is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
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Temps de reponse specifie pour une impulsion de 100 mV et une surcharge d11 5 mV (voir d/Jfinitions). 
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TRANSFER FUNCTION 
CARACTERIST/OUES DE TRANSFERT 

Normal output 
Sortie normals 

Emitter follower AL =1 kn 
output V++ =40 V 
Sortie en emetteur 

I suiveur 

AL =600 n I 

- I 
I\. 

~ 

'\.. T =25°C 

" amb 
~s ;.3ov 

0 
-1 -0,5 0 0,5 

Djfferential input voltage (mV) 
Tension d'entrfJe differentielle 

OUTPUT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE LIM/TA TION EN SORTIE 
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Short-circuit current I Courant de court-circuit 
I I I I 

I I 

0,2 

0,1 

I 
5 10 

I 0 
15 

Output voltage (V) 
Tension de sortie 

INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES D'ENTREE 

I I I J I I 
1-1-1-i-, 

v5 =-15V-

Tamb =25oc -

..... 

-16-12-8 -4 0 4 8 12 16 

Differential input voltage (V) 
Tension d'entree differentielle 
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SF.C 2311 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SORTIE NIVEAU BAS 

T ·=25°C 
amb ., ., 
I/ -.-., 

./ ..., 
,,, 

~ 
II 

0 10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant de sortif!I 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

50 

..... Vs 1=±1 15 V 
......... Raised 

~menM 

............. 

Normal -- Normal 

o ~o 20 30 40 50 60 10 80 

Temperature ( 0 c) 
TempArature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLARISATION D'ENTREE 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

t1,.J vs 1=±/5v -- Augmente ---- r-

Normal - -
Normal 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperature ( ° C) 
Temperature 
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SF.C 2311 

100 

EQUIVALENT INPUT OFFSET ERROR 
ERREUR EQU/VALENTE A L'ENTREE 

Tamb-25o·c 
1111111 

Ill 

~ f---Maximum 
Maximal II 

V I 
,I 

Typical 
Typique 

I 11 
I 11 

VDI =Vol+ Rs 101 

11111111 1111111 
10 k 100 k 1 M 10M 

Input resistance (Q) 
Resistance d'entree 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR D/FFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 
~ .--r--,--,---.-..---.--,--,---, 

&{ 5 

~ 2 4 
0 ~ 
>-,, 3 ~ C 5..~ 2 ~ ~ 
::, ~ 
oi-: 

> 0 E 
-;;~ 100 .,,~ 
~,i 50 
0.,, 
> C 0 
i·i 
.!:~ 0 0,2 0,4 0,6 0,8 

Time (µs) 
Temps 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENtREE 

~ 
15 

10 

5 

0 

-5 

-10 

-15 

100 

50 

0 

~:-\. 
20~V \ 

r-..... \ \. ~= - V 

. 2k~-
5mlt \ 

2mvJ 
\ 

0 

\. v-

\ - .... I I I 

vs 1 =~151v-

Tamb=25oC -

1 2 
Time (µs) 
Temps 

I I I 

I I I 
4 

NOTE 1 : Referred to supply voltages 
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Par rapport aux tensions d'alimentation 

v+ 

> -0, 5 
-c 
-~ ~ 
=§ 
a>~ 

1 

5 

COMMON MODE LIMITS 
LIM/TES EN MODE COMMUN 

I 

(Note 1) 

-g~ 
Ee 

-1. 
◄> ► 

3 5; o. E ~ 
E ·" 8:5 o. 

4 

2 

v-
0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperature ( °C) 
Temperature 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR D/FFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENTREE 
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g,~ 
~ 0 gi 
i.~ ;~ 
o/! 

5 

4 

3 

2 

1 

I 
20mV 

I ) 
5~V, 
2mV 

> 
E .... 
i~ 0 

~ Ji -50 0.,, 
> c:: -10 0 

[ -~ =~ 0 

I I I I 
5V -

\ 
p500n-

~ VO -

-.. , 
r-t--.. 

--~ 
VS =±15V -
T =25°C 

01b I I 
-

0,2 0,4 0,6 0,8 

Time(µs) 
Temps 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 

~i 15 

~2 10 
0 ~ 5 >'ti 

~ 20mV 

5 n:v- I 
I / I 

~ C 5..12 0 
~ ~ 

-5 ::, ~ 
oi-: 

2mV 
V' 

'J 

0 

I I I 
Ir' I I 

v+ 

~ - VO 

2kn 

v-
I I I 
I ~ _I 

Vs =-15V-

Tamb=25oc _ 

2 3 
Time (µs) 
T11mps 

1 
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SF.C 2710 

HIGH SPEED DIFFERENTIAL COMPARATORS 
COMPARATEURS DIFFERENT/ELS RAPIDES 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites absolues) 

Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature Vs"" vs- IOmax Vt,o Vt p 

Battier Gamme de tmnplrature TBmplrature de rtockage :(V) (V) (mA) (V) (V) (mW) 
ambiame de fonctionnement 

SF.C 2710C T0-99 0°C, + 10°c 

SF.C 2710 EC TO-116 0°C, + 10°c 

SF.C 2710 M TO-99 -55°c, +125°c 

SF.C 2710 KM* TO-116 -55°C, +125°c 

SF.C 2710 PM TO-91 -55°c, +125°c 

* On request available in epoxy package 
Sur demands en battier dpoxy 

General description 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

The SF .C 2710 is a high speed voltage comparator 
built on a single silicon chip. 

It is intended for use as an accurate, low-level digital 
level sensor or as a replacement for operational ampli-
fiers in comparator applications where speed is of 
prime importance. The circuit ha~ a differential input 
and a single-ended output, with saturated output le-
vels compatible with practically all types of integra-
ted logic. 

The use of a minimum number of stages along with 
minority carrier lifetime control (gold doping) makes 
the circuit much faster than operational amplifiers in 
saturating comparator applications. 

The SF.C 2710 is useful as a pulse height discrimina-
tor, a voltage comparator in high-speed A/D conver-
ters or a go, no-go detector in automatic test equip-
ment. It also has applications in digital systems as an 
adjustable-threshold line receiver or an interface bet-
ween logic types. 

+150°c 14 7 10 ±5 ±7 300 

+150°c 14 7 10 ±5 ±7 300 

+150°c 14 7 10 ±5 ±7 300 

+150°c 14 7 10 ±5 ±7 300 

+150°c 14 7 10 ±5 ±7 250 

Description generale 

Le SF.C 2710 est un comparat:eur de tension rapids a struc-
tun, integrell monolithique. 

II est destinB ii rsmplacer /es smplificateurs apdrationnels uti-
lise8 en comparstsur quand Is viteSSB de f'B/Jonss est un fac-; 

teur esssntiel. Cs circuit a une entlV6 diffdrentielle, une sor-
tie par rapport a la rnasse et ptesente des nivesux de tension 
de sortie compatibles avec pratiquem611t mutes /es familles 
de circuits intdgre1 logiques. Le nombre minimal d'iJtages et 
le contrfJ/e els Is du/'8e de vie des porteurs minoritaires par un 
dopage or, _rendent ce circuit plus rapide que /es amp/ifica• 
teurs optkationnels utilistJs en comparateurs SBturds. 

Le SF.C 2710 peut ltrs utilise comme discriminateur de ni-
veau d'imi,ulsions, comme comparsteur de tensions dans /es 
convertisseurs AID /J grands vitesse, ou tomme dBtecteur "go 
no go". dans /es equipements automatiques de test. II psut 
tJgalement ltre emp/oy6 dans /es sysMmes digitaux comme 
comparateur /J seuil "'9/able de terminal de ligne ou comme 
interlace entre families de logiques differentes. 

76-11 1/11 
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SF.C 2710 

HIGH SPEED DIFFERENTIAL COMPARATORS 
COMPARATEURS DIFFERENT/ELS RAPIDES 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Top view T0-91 (CB-86) Top view Top view T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 
Boftier metal 

Vue de dessus FLAT PACKAGE Vue de dessus 
T0-116 (CB-2) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 

Vue de dessus 

V 

6 No connection 
Non connecte 

Pin 4 connected to case 
La broche 4 est reliee au boHier 

Bo1tier plat 

Ground 
~asse 

~;~~~! 5 ' 7 
nputs Output 

En trees Sortie 

Schematic 
Schema electrique 

Inputs + 
Entrees 

Ground 
Masse 

2/11 
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RB 
1000 

v+ 
8 

Output 
Sortie 

80?'f bl N.C. N.C. +N.C. N.C. .... w~k· 
Grou:~•/ +\I N.C. v- N.C. 

Masse Inputs 
Entrees 

Principal features 
Donnees principales 

- 2 to 5 mV maximum offset voltage 

- 10 to 20 µV / ° C maximum offset 
voltage drift 

- Variable threshold Schmidt trigger 

- High - noise immunity line receiver 

- Sense amplifier 

- 2 a 5 m V maximum de tension residue/le 
d'entree 

-1oa 2oµv1°cmaximumded6rivedela 
tension residuelle d'entree 

- Utilisation en trigger de Schmidt a seuil 
reg/able 

- Rkepteur de ligne a haute immunitfJ 

- Amplificateur de lecture 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TYPIOUES 

SCHMIDT TRIGGER 
TRIGGER DE SCHMIDT 

Input 
Entree 

R2 

Output 
Sortie 

PULSE WIDTH MODULATOR 
MODULA TEUR DE LARGEUR D'IMPULSION 

DC input 
Tension continue 

>---O-ut-p0ut J1JUl 
Sortie 

LINE RECEIVER 
TERMINAL DE LIGNE 

12V 

SF.C 2710 

Output 
Sortie 

LEVEL DETECTOR WITH LAMP DRIVER 
DETECTEUR DE NIVEAI./ AVEC COMMANDE DE LAMPE 

12V 

Input o--+--~ 
Entree' 

v+ 

L1 
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SF.C 2710 KM,,SF.C 2710 M, SF.C 2710 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 
-•-

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de deca/Bf}e a /'entrlJe 

Input offset current 
Courant de dkalage 8 /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension dfJ dfJca/age 

Average tempetature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temperature moyen du 
courant de decalage 

Response time 
Temps de reponse 

Output resistance 
Impedance de sortie 

Output sink current 
Courant absorb,} par la sortie 

Input offset voltage 
Tension de dkalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decatage a l'entree 

4111 

576 

(Note 2) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

1B 

Av 

DV01 

DIDI 

tr 

Zo 

lo 

Vol 

101 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Rs <200!1 tamb= +25°C 

Vo = 1,4 V lamb= +25oC 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

+25 °C,;;; lamb,;;; +125 °C 

Rs = 50 !1 

-55°C,;;; tamb< +25°C 

Rs ,;;; 50 !1 

+25°C,;;; tamb,;;; +125°C 

-55°C,;;; tamb,;;; +25° C 

tamb= +25oc 

tamb= +25oc 

V1<-5mV ,Vo=O 

lamb= +25oC 

Rs ,;;; 200 !1 

tamb= +125°C 

\,mb= _55oc 

VALUES-
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX 
UNITES 

0,6 2 mV 

0,75 3 µA 

13 20 µA 

1,25 1,7 V/mV 

3,5 10 

µV/°C 

2,7 10 

5 25 

:nA/°C 

15 75 

40 ns 

200 !1 

2 2,5 mA 

3 mV 

0,25 3 

µA 

1,8 7 



SF.C 2710 KM, SF.C 2710 M, SF.C 2710 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note-1) 
CARACTER/STIQUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS CONDITIONS OE VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

Input bias current 
Is tamb= _55oc 27 45 µA Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain Av 1 V/mV Amplification en tension 

1cc, Vo ,;; 0 5,2 9 

Supply current mA Courant fourni par Jes alimen'tations 

Icc2 

v 0 = Ground lmasse) 

Input(-)= +6 mV 4,6 7 
Entree 

vl,;;-5mV,Vo=0 
0,5 1,7 

tamb= +125°C 
Output sink current lo mA 
Coumnt absorb(! par la sortie 

vl,;;-5mV,Vo=0 
1 2,3 

lamb= _55oc 

Different,ial input voltage range 
VID ±5 V Tensic., a 'sntree diff/Jrentielle limite 

Input voltage range 
Vlmax v- = -7 V ±5 V Tension d'entree limite 

Positive output level 
VH 

v I ;;,5mv 
2,5 3,2 4 V Niveau de sortie positif o,;; 10 ,;;-5 mA 

Negative output level 
VL VI ,;;-5mV -1 -0,5 0 V Niveau de sortie negBtif 

Common mode rejection ratio 
CMR Rs ,;; 200 fl 80 100 dB Taux de rejection en mode commun 

NOTE 1 -, These specifications apply for V+ = 12 V, v- = -6 V, -55° C,;; lamb,;; 125° C and for logic threshold vol
tage of 1,8 V at-55°C, 1,4 Vat 25°C and 1 Vat 125°C, unless otherwise specified. 
Sp/Jcificationsapp/icablespour v+ =12 V, v- =-6 V, -55°C'l!!{,_tamb ~ 125°C et pour un seuii logique en sortie de 1,8 V 
a -55°C, 1,4 VB 25°C et 1 VS 125°c sauf spt1cifications contraires. 

NOTE 2 - The response time specified (see definitions) is for a 100mV input step with 5mV overdrive. 
Temps de r(Jponse sptJcifie pour une impulsion de 100mV et une surcharge de 5m V (voir d/Jfinitions). 
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SF.C 2710 KM, SF.C 2710 M, SF.C 2710 PM 

6/11 

578 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/STIQUES DE TRANSFERT 

v+= 12V 
v---6v-i-+--+--+--+--,f-,.d 

31-4..::+.::..:i..._j_...i...,~l::::i=t:::::j 
lamb= -55"C / 

2 I--+-+--+--+-~~ '~~--1---1----1---1 
I 1/ tar b= 125°C 

l I 
!{' 
'I 

0 l--+--+--+_-__ -l: l-,-+--+-l--+--+---1 

• ' lant=l25~C- -
-1 .._ ....... _.__._.,__.__.__._ ....... _,__, 
-5 -3 -1 1 3 5 

700 

600 

500 

400 

Input voltage (mV) 
Tension d"entrfle 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

v+= 12V 
,-.... v-=-6V~ 

' '\ 
I'\ 

' ' \ 
~ 

300 
-60 -20 20 60 100 140 

Temperature(° C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

Positive supply voltage (V) 
Tension d'alimentation positive 

INPUT BIAS CURRENT 
CDURANT DE POLARISATION D'ENTREE 

50 
v+= 12V 

I 40 __ i 
<{"I> 

V-=-6V 

'1.c :;.g 30 
~-!! ... ~ 
i:lg_ 20 
J!i 

' 
'-

i'--,...._ 
.0 ~ 

4:i~ 10 
Q. ~ -=~ 

............. --
~ -20 20 60 100 140 

Temperature ( ° C) 
Templrature 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

2 

I\ 

0 
-60 

" 

v+= 12V 
V-=-6V 

\ 

'\ 
I'\.. 

r-.... 
..... ,__ -

-20 20 60 100 140 
Temperature(° C) 
Templrature 

COMMON MODE REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION EN MODE COMMUN 

iii 104 
3< C 
0~ 

'fil ~ 102 

~8 
,Q .g 
ij ~ 100 

·~-s 
~.g 98 

El c:-e 
~.g 96 
q 
8.e 94 

-60 

V+= 12V 

1-1 I v-=-7V 
-5V .;; VcM .;; 5V -

---- ..... 
..... , 

....... 

' 
-20 20 60 100 140 

Temperature (° C) 
Temperature 



> 
E 

if 
OJ C 
.!:,~ 0" >c 

g_·~ 
E~ 

> 
~~ 
C,M 
OJ C 

.!:,llJ 
o" >c 
;-~ 
c.c -=~ 
~ 
~-! .. -g: 
',; C 
c.-~ 
'5 I:! 
0~ 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT 
OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 

4 

3 

2 

o 
-1 

100 

50 

o 

I 

20mV u ,,-Sm~,... 

10mV Vl 
J I., j>- 2mV 

I 
I 

v+= 12V 
v-=-6V 

,___,__ 

1'•1r~s~c I - --
I 

o 20 40 60 80 100 120 
Time (ns) 
Temps 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT 
OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 

4 

3 

2 

100 

50 

o 

I 

'"' I 2mV 

10mV >,. " '-( 
20mV .. \ I\, Smv'~ 

v+= 12V---
V-=-6V 

ta0b~25°c -
o 20 40 60 80 100 120 

Time (ns) 
Temps 

COMMON MODE PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION EN MODE COMMUN 

3 
v+= 12V 
v-= -6V 

2 tamb=25°C 

o 

2 

...., m ,__ Vo 

--
o 

o 40 80 120 160 
Time (ns) 
Temps 

SF.C 2710 KM, SF.C 2710 M, $F.C 2710 PM 

~ 
.s 
~-~ 
t,§ 
::i-
<>\: 
0, ~ 
C:M ·=~ ::, C 

5~ 
08 

i 
.s 
-Ei 
c. E 
E o ::, . ~a 
8~ 
~ C 

"'a ~-~ 
if ct 

OUTPUT VOLTAGE LEVEL 
NIVEAU DE TENSION DE SORTIE 

3 

2 

-1 ~...L..~~~.._~__,__.._...L..__,___. 
-60 -20 20 60 100 140 

3,5 

3 

2,5 
I/ 

2 

1,5 

1 
-60 

100 

95 

90 
I/ 

85 

80 

75 

Temperature (°C) 
Tem{Jerature 

OUTPUT SINK CURRENT 
COURANT ENTRANT LIM/TE 

~+~ 1kv 
V- = -6V 

' ', 
~ 

-20 20 60 100 140 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

POWER CONSUMPTION 
PU/SSANCE CONSOMMEE 

Ii+~ dv_ 
V-= -6V 

-- -, 

-60 -20 20 60 100 140 
Temperature(° C) 
Temperature 
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SF.C 2710 C, SF.C 2710 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 11 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jca/age a /'ent/'ee 

Input offset current 
Courant de d(Jcalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temp/Jrature moyen de la 
tension de dtJcalage 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Coefficient de temptlrature moyen du 
courant de d/Jcalage 

Response time (Note 2) 
Temps de f'eponse 

Output resistance 
Impedance de sortie 

Output sink current 
Courant absorb/J par la sortie 

Input offset voltage 
Tension de deca/age a /'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jcalage a /'entree 

8/11 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

101 

Is 

Av 

DVDI 

DIDI 

tr 

Zo 

lo 

VDI 

IOI 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS DE VALEURS 
UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX 

Rs ¾ 200n 

tamb = +25°C 
1,6 5 mV 

tamb= +25°C 1,8 5 µA 

tamb = +25°C 16 25 µA 

tamb = +25°C 1 1,5 V/mV 

Rs ,;;; 50Q 5 20 µV/°C 

+25°C ,;;; tamb ,;;; +70°C 15 50 

nA/°C 

0°C ,;;; tamb ,;;; +25°C 24 100 

tamb = +25°C 40 ns 

tamb = +25°C 200 n 

v1;;;, 10mV, v0 =o 
tamb = +25°C 

1,6 2,5 mA 

Rs ,;;; 200n 6,5 mV 

7,5 µA 



SF.C 2710 C, SF.C 2710 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten6ion 

Supply current 
Courant fourni par lei alimentations 

Output sink current 
Courant amort» par la sortie 

Differential input voltage range 
Tension d'entrtJe differentielle limite 

lnp\lt voltage range 
T11nsion d'sntlfi limite 

Positive output level 
NiVBBU de 1ortie pmitif 

Negative output level 
NilltNIU de sortie ndgatif 

Common mode rejection ratio 
Taux de nJjectlon en mode commun 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

le 

Av 

1cc, 

1cc2 

lo 

VID 

Vlmax 

VH 

VL 

CMR 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

tamb = 0°C 

Vo ..; 0 

Vo= Ground /massei 

Input(-)= + 10 mV 
Entree 

v 1..;-1omv, Vo = 0 

v- = -7V 

v 1;;,1omv 
o..; 1O ..;-5mA 

v 1 ..;-10mV 

Rs ..; 200n 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

25 40 µA 

0,8 V/mV 

5,2 g 

mA 

4,6 7 

0,5 mA 

±5 V 

±5 V 

2,5 3,2 4 V 

-1 -0,5 0 V 

70 98 dB 

NOTE 1 • These specifications apply for v+ = 12 V, v- =-6 V, o•c..; tamb..; 70°C and for logic threshold voltage 
of 1,5 Vat o•c, 1,4 Vat 25°C and 1,2 Vat 70°C, unless otherwise specified 
Spscificationsapplicablespour v+ =12 V, v- =-6 V, o0 c<,_t11mb <,,70°Cetpourun seuil logique en wrtiede 1,5 Va 
o•c, 1,4 va2s•cet 1,2 Va 1o•c .. uf,pecificationscontraire, · 

NOTE 2 • The response time specified (see definitions) is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive 
Temps dB rep(Jnae spkifitl pour~"!" impulsion de 100 m Vet une surcharge de 5 m V (voir dtlfinitions) 
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SF.C 2710 C, SF.C 2710 EC 

10111 

582 

C 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIQUES DE TRANSFERT 

4 

2 L-..J....'_•m.._b =...1-2"_• .... ,c;::_,.-._l'",'_.._..J....-..L.__J 
11,,._ 

~---l--..L.-J--l--'l--'--1.::, tamb = 70 o C 

' ' 
/! 

l 
0 

-1 L......L--'--L-..J.......L.-JL--l-....L-J__J 
-5 

1700 

1600 

-3 -1 1 3 
Input voltage (mV) 
Tension dientree 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

V+= 12V 
v-=-6V 

-~·~ 1500 ~: 
1--.._ 

t--.._ 

-........_ "'~ 
~-~ 1400 
>'3 

1300 

1200 

--......... 

0 10 20 30 40 50 60 70 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

28001--------~~-~~ 

tamb=25°C 

PositivE! supply voltage(V) 
Tension d'alimentation positive 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TION D'ENTREE 

50 

0 

3 

1 

v+= 12V 
v-=-6V 

..._ 

r---. 
I'-- 1--._ 

0 10 20 30 40 50 60 70 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL A L 'ENTREE 

V+= 12V_ 
v-=-6V 

I'-. 
r-.._ 

~ 

---~ 
'i--.... 

I'---._ 

-----
0 10 20 30 40 50 60 70 

Temperature (° C) 
Temperature 

COMMON MODE REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION OU MODE COMMUN 

I--

10 

I 
V+= 12V_ 
V-=-7V 

-5V ,is;;;; VcM ~ 5V 

r---- ---

20 30 40 50 60 70 

Temperature (° C) 
Temperature 



RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT 
OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 

.SURCHARGES A L'ENTREE 
~ 4 

3 

0 

-1 

100 

0 

--· 
I I 

20mV -II ) 5mV...,~ 

10;,'.;v IA I'] 
) I I/ .,, ... 2 niv 

0 

I 
I 

V+,= 12V ->--
v-=-6V 

~m~=~5~C 
_.__ 

I 
20 40 60 80 100 120 

Time (ns) 
Temps 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT 
OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES AL 'ENTREE 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

00 

--
0 

I 

'\ ,, 2mV 

10mV .. ' 
-:: 

20mV -.l ' \l 5 mv'i--.. 

0 

i,,+= 12V>-
v-= =-5v 

tim~=~5~c--
20 40 60 80 100 120 

Time (ns) 
Temps 

COMMON MODE PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION EN MODE 
COMMUN 

3 
v-!>= 12V 
v-=-.6V 

2 

1 

'imbl25°C ,~a = C SOP Vo 

2-1 ~-

0 

0 .40 80 
Time (ns) 
Temps 

120 160 

~-~ 
"' ~: ... ,, 
::, , 
C. ~ 

8J 

4 

3 

2 

0 

1 
0 

3,5 

0 

9 

1 
0 

~-
85 

80 

75 
0 

SF.C 2710 C, SF.C 2710 EC 

OUTPUT VOLTAGE LEVELS 
NIVEAUX DE TENSION DE SORTIE 

Positive output level v+ = 12V 
Niveau de sortie positr V-:-= _ SV 

ke0 9t th~esh0fd voltage 
u, log1que en sortie 

10 

OUTPUT SINK CURRENT 
COURANT ENTRANT LIM/TE 

I I 
v+= 12V-
'v- --'-6V 

----

10 20 30 40 50 60 70' 
Temperature(° C) 
Temperature 

POWER CONSUMPTION. 
PU/SSANCE CONSOMMEE 

I I 
vt= 12V :-

10 

v~=~6v 

20 JO 40 !O 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

60 

-

70 
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SF.C 2711 

DUAL COMPARATORS 
DOUBLES COMPARA TEURS DE TENSION 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALE URS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

Operating free-air v+' 
Type Package temperature range Storage temperature s 

v-
s bma> V1O V1 VsT p 

Bo1tiflr Gamme de temperllture Tempkaturedestockage (V) (V) (mA) (V) (V} (V) (mW) 
ambianttl de fonctionnflment 

SF.C2711 C TO-100 O"C, + 70"C 

SF.C 2711 EC TO-116 o•c, + 10°c 

SF.C 2711 M TO-100 -55°c, +125°c 

SF.C 2711 KM* T0-116 -55°c, +125°c 

SF.C 2711 PM T0-91 -55°c, +125°c 

* On request available in epoxy package 
Sur dsmande en battier Bpoxy 

General description 

-65°C, 

-a5°c, 

-a5°c, 

-a5°c, 

-65°C, 

The SF .C 2711 contains two voltage comparators 
with separate differential inputs, a common output 
and provision for strobing each side independently. 
Similar to the SF.C 2710, the device features low 
offset and thermal drift, a large input voltage range, 
low power consumption, fast recovery from large 
overloads and compatibility with most integrated 
logic circuits. 

With the addition of an external resistor network, 
the SF .C 2711 can be used as a sense amplifier for 
core memories. Further, it has the speed and accu
racy needed for reliably detecting the outputs of 
cores as small as 20 mils. 

The SF.C 2711 is also useful in other applications 
where a dual comparator with OR'ed outputs is 
required, such as a double-ended limit detector. By 
using common circuitry for both halves, the device 
can provide high speed with lower dissipation than 
two single comparators. 

+ 150"C 14 7 50 ±5 ±7 0+6 300 

+150°c 14 7 50 ±5 ±7 0+6 300 

+150°c 14 7 50 ±5 ±7 0+6 .:300 

+150°c 14 7 50 ±5 ±7 0+6 300 

+150"C 14 7 50 ±5 ±7 0+6 250 

Description generale 

Le SF.C 2711 comprend deux comparateurs de tension avec 

sortie commune, chscun d'eux ayant une entf'H difff!rentielle 

et une entrel! d'tJchantillonnage. De conception identique B 
ce/le du SF.C 2710, ce circuit prestJnte de faibles tension et 

courant fesiduels, de faibles d/Jrives en tempdrature, une gam

me 6tendue de tension d'entrefJ. une faible puissance consom

mee, un temps de recouvrement rapids vis a vis des surchar
ges et une compatibilite avec pratiquement routes Jes fami/les 

de circuits inte{Jrls Jogiques. 

En ajoutant des resist:ances exterie1Jres, le SF.C 2711 peut 
ltre utilise comme amplificateur de lecture de memoirs. La 
vitesse ef la sensibilite du circuit permettent de d(Jtecter Jes 
signaux de sortie de tores de diam#Jtre aussi faible que 0,5 

mm. 

Le SF.C 2711 peut aussi Atre utilise comme detecteur de ni
vsau a deux limites avec une puissance dissipeB plus faible 
que dans /'utilisation de deux comparateurs simples et ce 
pour une vitesse de r(Jponse identique. 
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SF.C 2711 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-100 (CB-3) 
METAL CAN 
Bottiermltal 

TO-91 (CB-86) 
Top view FLAT PACKAGE Top vHJW 
Vue de dessus Bo1tier plat Vue de dBS$UI 

TO-116(CB-2) 
DUAL IN LINE lop view 
PACKAGE Strobe Vue de dessus 

Inputs Strobe 
enfichable ,N.C: / ,N.C. 

Strobe 
Echantillon_ 2 
-nage 

SoOut,l!"t entries Echantillonnage ,,. / 
Strobe -~Ground 

8 Echantlllon- ;~Masse 
-nag• v-~v+ 

Bo1tier Echantillon;;pnage 

I ,. nv+ ~ 
Ground ~. . Output 
Masse ~ So,,;e 

2/11 

586 

~-~ tpuu ' Str~be l7 
v- Entries EchantillonnaJe I 1-+ -t;r 

N.C. V V V ,N.C. 
Inputs Inputs 
Entrees Entl'Hs 

Pin 3 connected to case ~~t 
La broche 3 est re/iee au boitier 

Pin 5 connected to c:ase 
La broche 5 est reli/Je au boitier 

Schematic 
Schema electrique 

Strobes 
Echantillonnages 

10 
v+o-~=+--,--+-+=-~=-Jr+=,--.=> 

2 8 

Inputs 
Entrees 

+o--;--,[C 

.Inputs 
Entrees 

-~-+---<>,+ 
4 6 

A9 R10 
5 120n 120n v-o-___ ,._ ___ .,_ __ _, 

Principal features 
Donnees principales 

- Sense amplifier 

- Double - ended limit detector for 
automatic GO/NO-go test equipement 

- High speed : 40 ns 

- Large input voltage range 

- Independent strobing of each comparator 
channel 

- Output pulse stretching with capacitive 
loading 

- Amplificateur de lecture 

- Oetecteur ugo-no-go" a double canal pour 
equipements de test automatique 

- Temps de reponse faible : 40 ns 

- Grande gamme de tension d'entree 

- Echantillonnage indtJpendant sur chaque canal 

- Accroissement de la duree d'impulsion de sortie 
avec charge capacitive 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA TIONS TYP/QUES 

SENSE AMPLIFIER WITH SUPPLY STROBING FOR 
REDUCED POWER CONSUMPTION (40mW) 
AMPLIFICATE/JR DE LECTURE DE MEMO/RE AVEC 
DISS/PA TIDN REDUITE (40mW) HORS DES PER/ODES 
D'ECHANTILLONNAGE. 

SF.C 2711 

,--------------9~---o + 12V 

D1 
7,5V 

R7 
e20 n 

SF .C 2711 M positive supply bus 
Borne 10du SF.C 2711 M◄-----~1-------<,._ ___ _. 

.,-
:§ ~ 
"~ ~u 

5:~ 
E~ ' 0~ 
i....~ 
u. .... 

R1 
12kn 

R3 
RS 14 n 
100n 

R6 
100n 

R4 
14!1 

R2 
12kn 

RS 
220n 

DOUBLE-ENDED LIMIT DETECTOR WITH LAMP DRIVER 
OETECTEUR DE NIVEAU A DEUX LIM/TES AVEC COMMANDE 
OE LAMPE. 

Strobe 
Echantillonnage 

Output 
Sortie 
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SF.C 2711 KM, SF.C 2711 M, SF.C 2711 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage B l'entree 

Input offset current 
Courant de dfJcalage a /'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension de <Mcalage 

Response time (note 2) 
Temps de reponse 

9utput resistance 
lmP!<Jance de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entr6e limite 

Positive output level 
Niveau de sortie positif 

Loaded positive output level 
Niveau de sortie positif en charge 

Strobed output level 
Niveau de sortie a Vst niveau ba! 

Negative output level 
Niveau de sortie negBtif 

Output sink current 
Courant absorbe par la sortie 

Strobe release time 
Temps de n!Jponse entree khantillonnage 

Strobe current 
Courant d'khantillonnage 

4/11 
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(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

1B 

Av 

Icc1 

Icc2 

DV01 

tr 

Zo 

Vlmax 

VH 

VH 

VH 

VL 

lo 

test 

1st 

lamb= +25oc 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vo= 1,4VRs,s;;; 200!1,VcM=0 

Vo= 1,4V'Rs,s;;; 200!1, 

Vo = 1,4V 

VO - Ground fmasseJ 

Input(-)=+ 10 mV 
Entree 
Vo - Ground /masse) 

Input(-)=+ 10 mV 
Entree 

-55°C < tamb < +125°C 

v- = -7V 

VI ;;. 10mV 

VI ;;. 10mV, IQ= -5mA 

Vst < 0,3V 

V I <-10mV 

v I <-1omv,vO ;;.o 

Vst = 1oomv 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1 3,5 
mV 

1 5 

0,5 10 µA 

25 75 µA 

0,75 1,5 V/mV 

8,6 

mA 

3,9 

5 µV/°C 

40 ns 

200 Q 

±5 V 

4,5 5 V 

2,5 3,5 V 

-1 0 V 

-1 -0,5 0 V 

0,5 0,8 mA 

12 ns 

1,2 2,5 mA 



SF.C 2711 KM, SF.C 2711 M,SF.C 2711 PM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de dlJcalage B /'en tree 

Input bias current 
Coutant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Rs 

VOi 

Rs 

101 

's 

Av 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

,;;; 20012, VcM = 0 4,5 

mV 

,;;; 20012 6 

20 µA 

150 µA 

0,5 V/mV 

NOTE • These specifications apply for v+ = 12 V, v- =--6 V, and for a logic threshold voltage of 1,8 V at-55°C, 
1,4 V at 25 0 C and 1 V at 125 ° C unless otherwise specified. 

specifications applicables pour v+ = 12 V, v- =-6 V, et pour un seuil logique en sortie de 1,8 Va -55°C, 1,4 Va 25°C 
et 1 VB 12s 0 csaufsp{Jcificationscontraires. 

NOTE 2 • The response time specified is for a 100mV input step with 5mV overdrive (see definitions) 
Temps de r/Jponse sfJBcifiiJ pour une impulsion de 100mV et une surcharge de 5m V fvoir d/Jfinitions) 
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SF.C 2711 KM;SF.C 2711 M.SF.C 2711 PM 
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17 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIQUE DE TRANSFERT' 

5 I 
v+= 12V ,TJr 

4 .... 
V---6V II~ C 

A I ,L 12s·0 c: 

I I 
-55°c • ... 

2 ,, 
1 ' II 
f-25°C , 

0 I~ [ 

,- I -
-1 

-3 -1 1 3 

001'-

Input voltage (mV) 
Tension d'en.t_,:M 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

v+ = 12 V 

5 

v- =-6V 
16 00 ' I" 

00 

0 

1300 

•= 12 
-60 

I" 

" I°' I". 
I" 

' -20 20 60 100 
Temperature ( ° C) 
Tem{J'!rature 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

~ 

140 

2B001r--r---r--r--r-"""T--,-"""T--, 
tamb=25°C 

Positive supply voltage(Vi 
Tension d'alimentation positive 

RESPONSE TIME FOR-VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS OE REPONSE POUR OIFFERENTES . 

§._URCHARGESA L'ENTREE 

-~ 
!!!,,I 

1! i 
g~ 
1.§ 
~~ 
0~ 

> 
E 

ii 
<O C 

.:!:!,.fl> 
0-., 
>c 

~--i -=~ 

5 20mV-
4 

3 
10mV j 

2 

1 IJ , 
0 

-1 

00 -~ -
0 

·o 20 

I 

~r~ -~mV I I -~,' ....,...-i I 
,i- ,f2mv , ., I I 

v+= 12V 

v-=-6V 

t~mb=25°C 

I I 
I I I 

I I 
40 , 60 .IIO· 100 :120 

Time (ns) 
Tf!mps 

STROBE RELEASE TIME FOR VARIOUS 
INPUT OVERDRIVES 
TEMPS OE REPONSE (COMMANOE PAR 

I!. ENTREESO'ECHANTILLONNAGE} POUR 
[ ,O/FFfff/ENTES SURCHARGES AL 'ENTREE 

-c 
>.!l -~ 
a, C 

g>~ 
g~· 
~-~ 
~c en~ 
~ 
~-~ 

ii 
~-~ 
~~ 

6! 

3 

2 
~,. 

'( 

I I 
I II 

v+= 12V 

v-=-6V 

0 
I/ mb=25°C. 

I I I 
I I 

5mV-• ~l'ie- 2mV 
I I 

0 
2 

0 

-! 

I ,,. ,,. I 
\ !11~-

-M"'i 
0 ·10 

I I 
30 

Time (ns) 
Temps 

I I 
40 

OUTPUT PULSE STRETCHING WITH 
CAPACITIVE LOADING 

50 

ACCROISSEMENT OU TEMPS OE REPONSE 
A VEC CHARGE CAPACITIVE 

6 

4 

300 400 

Time (ns) 
Temps 



> 
ii 
~ .. i 0.., 
> C: ;-a 
0.C: 
.5~ 

~ 
t·~ 
-ii 
!i!.g 
i:1 
':jc: 
0~ 

SF.C 2711.K~. SF.C 2711 M,SF.C 2711 PM 

COMMON MODE PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULSION EN MOOE COMMUN 

v+= 12V 
3. 

2 
y_-- =_-6V i tamb=25°C _g 

0 H 0.1 
E§ 
~ .. 

2 
011 
"c: u 
~if 

0. 40 80 120 160 
Time (ns) 
Temps 

INPUT BIAS CURRENT 

140 ' 

130 

~ 

120 
-75 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CONSOMMEE 

v+= ·i2v 

v-= -ev-

-- ~r-,... 

.. 
-25 25 75 

Temperature ( ° C) 
Tempkawre 

... , 
125 

COURANT DE POLAR/SA TION A L 'ENTREE 
60 . 

V+= 12V _ 
v-=-6V 

' 
\. 

j 

' 1, 

' ...... 
r""-, ..... 

10 - . 
-75 -25 25 75 125 

Temperature (° C) 
Temptlrature 
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SF.C 2711 C, SF.C 2711 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de d/Jcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de d/Jcalage a /'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension de de<:alagt> 

Response time 
Temps de ri!ponse (note 2) 

9utput resistance 
lmp/Jdance de sortie 

Input voltage range 
Tension d'entr(Je !imite 

Positive output level 
Niveau de sortie positif 

Loaded positive output level 
Niveau de sortie positif en charge 

Strobed 0utput level 
Niveau de so, tie a Vst niveau bas 

Negative output level 
Niveau de sortie negJJtif 

Output sink current 
Courant absorbe par la sortie 

Strobe release time 
Temps de rf?ponse entree echantillonnage 

Strobe current 
Courant d'f.>chanti/lonnage 

8111 

592 

(Note 1) tamb = +25oc 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Vol 
Vo= 1,4VRs.;; 200rl,VcM=0 

Vo= 1,4VR5.;; 200n, 

'01 VQ = 1,4V 

's 
Av 

1cc1 

VO - Ground /masse/ 

Input(-) =.+10 mV 
Entree 
VO - Ground /masse/ 

1cc2 Input(-)=+ 10 mV 
Entree 

ov01 0°C < tamb < 70°C 

tr 

Zo 

v,max v- = -7V 

VH v, ;, 10mV 

VH v, ;, 10mV, lo= -5mA 

VH Vst < 0,3V 

VL V1 <-10mV 

'o v 1 <-10mv, v 0 ;,o 

1oSt 

1st Vst = 100mV 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

1 5 
mV 

1 7,5 

0,5 15 µA 

25 100 µA 

0,7 1,5 V/mV 

8,6 

mA 

3,9 

5 µV/°C 

40 ns 

200 Q 

±5 V 

4,5 5 V 

2,5 3,5 V 

-1 0 V 

-1 -0,5 0 V 

0,5 0,8 mA 

12 ns 

1,2 2,5 mA 



SF.C2711C,SF.C2711 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entr~e 

Input offset current 
Courant de decalage a rentree 

Input bias current 
Coun,nt de polarisation moyen 

Large signal volt•~• gain 
Amplification en tension 

(Note 1 I 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Rs 

VOi 

Rs 

101 

IB 

Av 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITE~ 

,;; 200!1, VcM = 0 6 

mV 

,;; 200!1 10 

25 µA 

150 µA 

0,5 V/mV 

NOTE 1 - These specifications apply for V+ = 12 V, v- =-6 V, and for a logic threshold voltage of 1,5 Vat0°C, 1,4 V 
at 25°C and 1,2 Vat 70°C unless otherwise specified 

Spkificationsapplicablespour v+ =12 V, v-- =-6 V, et pour un seuil /ogique en sortie de 1,5 Va o0 c, 1,4 Va 25°c et 
1,2 \la 70°c sauf spe(:ifications contraires 

NOTE 2 • The response time specified is for a 100mV input step with 5mV overdrive (see definitions) 
Temps de ,eponse spkifi(J pour une impulsion de 100m Vet une surcharge de 5m V (voir definitions} 
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SF.C 2711 C, SF.C 2711 EC 

0 
C: ,£2 

TRANSFER FUNCTION 
CARACTERISTIQUE OE TRANSFERT 

>-V+= 12V- I ~,r, .. 
2s0 c 

, 
4 

1 

1 

1700 

1600 

,.... 
-V-=-{;V 

ff_l 

--
-5 -3 

" " 

o0 c~ rt ~ 10°c 

• 
j 

I 

--
-1 1 

Input voltage (mV) 
Tension d'entree 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

3 

~ 

5 

v+ = 12 V 

v- = -6 V 

•"-
" ·~~ 1500 ~: " "'~ 

~-~. 1400 
>~ 

1300 

1200 
-60 

I 

" " " i\. 
-20 20 60 100 

Temperature (° C) 
Temperature 

VOLTAGE GAIN 

' 
140 

GAIN EN TENSION 
2soa.-~--,--~--,--,-~--,---, 
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tamb=25°C 

Positive supply voltage(Vi 
Tension d'alimentation positive 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L"ENTREE 

~ 5 20mV- I I I 

> 

4 

3 

2 

a 
-1 

100 

50 

0 

, ~ .5mV I I 
10mV J ·I' ~.,, I I 

, ,,, 14-- 2mV 

fl I ~ I I 

v+= 12V 

v-=-6V 

tamb=25oc 

I I 
I I 
l I 

a 20 40 60 so 100 120 
Time (ns) 
Temps 

STROBE RELEASE TIME FOR VARIOUS 
INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPDNSE (COMMANDE PAR 
ENTREES D"ECHANTILLDNNAGE) POUR 
DIFFERENTES SURCHARGES A L 'ENTREE 

3 

2 

0 

0 

, ,,. , 
I 

5mV-" ~--ll, 

I I 
I I I 

v+= 12V 

v-=-6V 

tamb=25oc 

I I I 
I I I 

2mV 0 

I I 
-1 mV,__ 

-1 
..,...,..- I I I 

0 10 20 30 

Time (ns) 
Temps 

40 50 

OUTPUT PULSE STRETCHING WITH 
CAPACITIVE LOADING 
ACCROISSEMENT DU TEMPS DE REPONSE 
A VEC CHARGE CAPACITIVE 

4 

0 100 200 300 400 500 

Time (ns) 
Temps 



COMMON MODE PULSE RESPONSE 
REPONSE EN IMPULS;ON EN MOOE COMMUN 

3 

2 

0 

0 

l l I I v+= 12V 

I I I f v-= -6V 
tamb=25oc 

.... son 
~. Vo ~11 

~ 

'----
0 

I I I I 
I I I I 

40 80 120 
Time (ns) 
Temps 

160 

INPUT BIAS CURRENT 

140 

,,,,,,,. 

120 
-75 

SF.C 2711 C, SF.C 2711 EC 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CONSOMMEE 

v+= 12V 

v- = -6v-

- ---~ 

-25 25 75 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

.... , 
125 

COURANT DE POLAR/SA TION A L 'ENTREE 
60 

~ 

! 
s 50 -~ 

~:; 
i 

.,:;a ... ·.::. 40 
C: ~ 

~] 
CJ g_ 30 _;~ 
.0 ~ 

;~ 20 c., ~a 
10 
-75 

v+= 12V _ 

v---6V 

'\ 

' ' "- r,.;;; 
i""'-,_._ 

-25 25 75 
Temperature ( ° C) 
Temperature 

125 

·11111, 
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T□B0119, TDC0119, TDE0119 

DUAL COMPARATORS 
DOUBLES COMPARA TEURS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limices abso/ues) 

Operating free-air vi p 
VS VID 

Package temperature range Storage temperature v0 -v - VG-V - VG-V+ Type Boitier Gamme de tem/rerature Temp6rature de stock age 
(VI (VI (VI (VI (VI (mW) 

ambiante de fonctionnement 

TDB0119-CM TO-100 0°C, 

TDB0119-DP TO-116 0°C, 

TDC0119-CM TO-100 -55°C, 

TDC0119-DC TO-116 -55°C, 

TDE0119-CM TO-100 -25°C, 

TDE0119-DP TO-116 -25°C, 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

+ 10°c 

+ 10°c 

+ 125°c 

+125°C 

+ 85°C 

+ 85°C 

VG - v-: Ground to negative supply voltage 
Difference Masse/tension d'alimentation 
nB{Jative 

General description 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

-65°C, 

The TDB0119, TDC0119, TDE0119 are precision 
high speed dual comparators fabricated on a single 
monolithic chip. They are designed to operate over a 
wide range of supply voltages down to a single 5 V 
logic supply and ground. Further, they have higher 
gain and lover input currents than devices like SF.C 
2710. The open collector of the output stage makes 
the TDB0119, TDC0119, TDE0119 compatible with 
RTL, DTL and TTL as well as capable of driving lamps 
and relays at currents up to 25 mA. 

Although designed primarily for applications requi
ring operation from digital logic supplies, the 
TDB0119, TDC0119, TDE0119 are fully specified for 
power supplies up to :t 15 V. 

It features faster response than the SF .C 2111 M at 
the expense of higher power dissipation. However, the 
high speed wide operating voltage range and low 
package count make the TDB0119, TDC0119, TDE 
0119 much ·more versatile than older devices such as 
the SF.C 2711. 

The TDE0119 is identical to the TDC0119, except 
that its performance is specified over a -25°C to 85°C 
temperature range instead of -55°C to + 125°C. 

note 1 m,2 

+ 150°c 36 25 18 ±5 ±15 500 

+150°C 36 25 18 ±5 ±15 500 

+15D°C 36 25 18 ±5 ±15 500 

+150°C 36 25 18 ±5 ±15 500 

+ 150°c 36 25 18 ±5 ±15 500 

+ 150°c 36 25 18 ±5 ±15 500 I 

VO - v-: Output to negative supply voltage 
Difference tension de sortie I tension 
d'alimentation negative 

VG - v+: Ground to positive supply voltage 
Difference Masse/tension d'alimentation 
positive 

Description generate 

Les TDB0119, TDCOT 19, TDEOl 19 sontdesdoubles compa
rateurs rapides de precision, diffuses sur une seule pastille. 
Ces circuits peuvent fonctionner dans une p/age etendue de 
tension d'alimentation, et meme avec une seu/e tension de 
+5 V. De plus, its ant des gains plus eJeves et des courants 
d'entree plus faibJes que d'autres comparateurs tel que le 
SF.C 2710. L 'erage de sortie a caJ/ecteur ouvert rend Jes 
TDB0119, TDC0119, TDE0119 compatibles avec Jes Jogiques 
du type RTL, DTL et TTL permettant ta commande de /am
pes et de re/ais avec des courants pouvant alterner. 

Bien que spkialement destines pour des applications neces
sitant /'utilisation des tensions d'a/imentations pour des 
circuits /ogiques, Jes TDB0119, TDC0119 et TDE0119 sont 
compliJtementsp6cifi6sjusqu'8 ± 15 V. 

/Is sont caracteris/Js par un temps de reponse plus rapids que 
celui du SF.C 2111 M, au detriment d'une consommation 
superieure. Cependant la grande rapidite, Ja tension d'alimen
tation et Ja plus forte densite d'inteyration rendent Jes TDB 
0119, TDC0t 19, TDE0119 plus faciles d'empJoi que Jes 
circuits du type SF.C 2711. 

Les caracteristiques du TDE0119 sont identiques /J eel/es du 
TDC0119 exceptee Ja p/age de temperature de fonctionne
ment: -25°C, + 85°C au lieu de -55°C, + 125°C. 
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TDB0119, TDC0119, TDE0119 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-116(CB-2) 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Bo1tier enfichable 

Output 1 
Sortie 1 

GNO 1 Inputs 1 
Entrees 1 

Top view 
Vue de dessus 

TDC0119-DG. TDB0119-DP, TDE0119-DP 

" 

Schematic 
Schema electrique 

TO-100 (CB-3) 
METAL CAN 
BoTtier metal 

Inputs 1 
Entrties 1 V 

Top view 
Vue de dessus 

Inputs 2 
Entrees 2 

TDC0119-CM, TDB0119-CM, TDE0119-CM 

Principal features 
Donnees princioales 

~-...'i::'·':::'",:....,---<---<---..--.---<---+--OGV, 
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To other half 
Vers /'autre comparateur 

Two independent comparators 

Operator from a single 5 V supply 

Typically 80 ns response time at 
± 15 V 

Minimum fan-out of 2 each side 

Maximum input current of 1 µA 
over temperature 

Inputs and outputs can be isolated 
from system ground 

High common mode slew rate 

- Deux comparateurs indtipendants 

- Possibilite d'une seule tension 
d'alimentation de 5 V 

- T,emps de r(Jponse de 80 ns typique ~ 

±15 V 

- Sortance de 2 pour chaque comparateur 

- Courant d'entr(Je de 1 µA dans toute la 
gamme de temptjrature 

Entr/Jes et sorties isol/Jes de la masse. 

- Grande vitesse de mont6e en mode 
commun 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPLICA T/ONS TYP/QUES 

TDB0119, TDC0119, TDE0119 

RELAY DRIVER 
COMMANDE DE RELA/S 

5V 

WINDOW DETECTOR 
DETECTEUR A 2 LIM/TES 

28V 

II 

30V 

~--------05 V 

soon 

VuT= 5Vfor/pouri VLT<V 1<VuT 

VuT= 0 for !pour/ v 1<VLTi;v1>VuT 
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TDB0119 

Note 1 

For supply voltages less than ±15 V the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentation inf8rieures a ±15 V la tension d'entree maximale en valeur absolue est e(Ja/e a la tension 
d'alimentation. 

Note 2 

Note 3 : 

TO-100 

TO-116 

Rth(j-a) = 160°e/W 

Rth(j-a) = 150°e/W 

Rth(j-c) = 45oe 

These specifications apply for Vee= ±15 V and 0°e <tamb< 70°e, unless otherwise stated. The offset voltage, 
offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single 5 V supply up to ±15 V 
supplies. 
Spkifications applicables pour V CC = ± 15 V et OOC < tamb < 70°C sauf indications contra/res. Les specifications concernant la 
tension et le courant de d(Jca/age ainsi que le courant de polarisation s'app/iquent pour une tension d'alimentation comprise entre 
+5 Vet± 15 V. 

Note 4 : 
The offset voltages and offset current given are the maximum values required to drive the output down to 1 V or up 
14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst case effects of 
voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions de dtica/age donnes correspondent aux va/eurs maxima/es pour une tension de sortie comprise entre 1 Vet 
14 V avec un couran{ de charge de 1 lnA. Une zone d'incertitude est ainsi definie tenant compte de l'erreur apportt!Je par le gain et 
l"imfJedance d'entree du circuit. 

Note 5 : 
The response time specified is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
Temps de Teponse Sf}ecifie par une impulsion de 100 mV et une surcharge de 5 mV. 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten,ion dtl dka1- a l'entnltl (note 4) 

Input offset current (note 4) Coun,nt d• dka1- a l'•ntnle 

Input bias current 
Counmt de po/ariution moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten,ion 

Response time (note 5) Temps de Teponss 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage (note 4) Ten1ion de dllcalage B l'entrH 

Input offset current (note 4) 
Courant dtl dkalllfltl a rentnhl 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input voltage range 
Tension d'entrH limhe 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Differential input voltage 
Tension d'entree differentielle 

Positive supply current 
Courant d'alimentation positif 

Negative supply current 
Courant d'a/imentation n81Jatif 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

IDI 

'e 

Av 

tr 

VOL 

I0H 

Vo1 

101 

'e 

Vlmax 

VOL 

v,o 

1cc1 

Icc2 

(note 3) 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

Rs <5 kl1 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

Vcc=±15V 
tamb= 250c 

v, <-10 mV, 'o =25mA 

tamb= 250c 

v, >+10mV, Vo= 35 V 

tamb= 250c 

Rs < 5 k!1 

Vcc=±15V 

v+ =5V, v- =O 

v+ >4,5V, v- =O 
VI <-10mV, I sink < 3,2 mA 

v+ = 5 V, v- =O 

tamb= 250c 

Vcc=±15V 
tamb= 250c 

Vcc=±15V 

lamb= 250c 

TDB0119 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 8 

80 200 

250 1000 

8 40 

80 

0,75 1,5 

0,2 10 

10 

300 

1200 

± 13 

1 3 

0,3 0,4 

±5 

4,3 

8 12,5 

3 5 

UNITS 
UNITE5 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

ns 

V 

µA 

mV 

nA 

nA 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 
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TDC0119, TDE0119 

Note 1 
For supply voltages less than ±15 V the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des ten1ions d'alimentation inflrieurtJs B ±15 V Is tension d'entree maximale en valeur absolue est Bflllle B la ten1ion 
d'alimentation. 

Note 2 

Note 3 : 

T0-100 

T0-116 

Rth(j-a) = 1 sooe/W 

Rth(j-a) = 150°e/W 

Rth(j-c) = 45oe 

These specifications apply for Vee= ±15 V and -55°e <t;imb< 125°e unless otherwise stated. With the TDE0119, 
however, all temperature specifications are limited to -25°c <tamb< 85°e. 
The offset voltage, offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single 5 V 
supply up to ±15 V supplies. 
Specifications applicab/ss pour V CC = ± 15 V Bt -55"C < t8JTJb < 125°C ,auf indications contrsires. Pour le TDE0119 toutes Jes 
spkifications en tem•rature sont /imitffs 8 -25°C < t nb <85°C. 
Les spkifications concernant la tension et le courant J:':idcalage ainli que le courant de polarisation s'appliquent pour une tension 
d'alimentation comprise entre +5 Vet± 15 V. 

Note 4 : 
The offset voltages and offset current given are the maximum values required to drive the output down to 1 V or up 
14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst case effects of 
voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions de dkalage donnds correl(Jond1J11t aux valeurs maxima/es pour une tension de sortie comprise entre 1 Vet 
14 V avec un courant de charge de 1 mA. Une zone d'iflCIJftitude est ainsi rNfinie tenant compttl de /'srreur apportH par Is gain st 
l'impsdanct1 d'sntru du circuit. 

Note 5 : 
The response time specified is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
Temps de reponBB spkifid l)llr um, impulsion de 100 m V et une surcharge de 5 m V. 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) 
Tension de decalage a l'tmtrie 

Input offset current (note 4) 
Courant de decalage a l'ent,w 

Input bias current 
Courant de pa/ariution moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tsnaion 

Response time (note 5) Temps ds reponse 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage (note 4) 
TBnSion de decalage a l'tmtl"H 

Input offset current (note 4) 
Couront dtl dlcalage a l'entrie 

Input bias current 
Counmt de polariation moyen 

Input voltage range 
Tension d'entf'H I/mite 

Saturation voltage 
Tension ds sortie niveau bas 

Output leakage current 
COurant de fuite en sortie 

Differential input voltage 
Tension d'tmtr'H difflrentlel/e 

Positive supply current 
Courant d'alimentation positif 

Negative supply current 
COurant d'a/im(lfltation Mgatif 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vol 

101 

Is 

Av 

tr 

VOL 

1oH 

Vol 

101 

's 

v,max 

VOL 

10H 

v,o 

1cc1 

1cc2 

(note 3) 

TEST CONDITIONS 
CONO/TJONS OE 

MESURE 

Rs <5 kil 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

tamb= 250c 

Vcc=±15V 
tamb = 250c 

v, <-5 mV, 'o =25mA 
tamb =25oc 

v, >+5mV, Vo = 35V 

tamb= 250c 

Rs <5 k.Q 

Vcc=±15V 

v+ =5V, v- =O 

v+ >4,5V, v- =O 
v 1 < -6 mV, lsink <3,2 mA 

tamb> OOC 

tamb>Ooc 

v, >5mv,v0 =35V 

v+ = 5V, v- =O 
tamb= 250c 

vcc=±15V 
tamb= 250c 

Vee=± 15v 
tamb= 250c 

TDC0119, TDE0119 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

0,7 4 

30 75 

150 500 

10 40 

80 

0,75 1,5 

0,2 2 

7 

100 

1000 

± 13 

1 3 

0,23 0.4 

0,6 

1 10 

±5 

4,3 

8 11,5 

3 4,5 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

ns 

V 

µA 

mV 

nA 

nA 

V 

V 

V 

V 

µA 

V 

mA 

mA 

mA 
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RF Amplifiers and 
Transistors Arrays 
Amplif1cateurs HF et 
Reseaux de Transistors 
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, ... 
ICB-11) 

Type Packages 
Type Boftiers 

IR - RF - HF AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS IF - RF -HF 

SF.C 2006 TO-99 

SF.C 2008 T0-99 

SF.C2011 T0-99 

SF.C 2590 TO-99 

TDB2022 TO-99 

TRANSISTORS ARRAYS 
RESEAUX DE TRANSISTORS 

SF.C 2018 TO-101 

SF.C 2036 TO-101 

SF.C 2046 TO-116 

SF.C 2054 TO-116 

606 

I,. .... 
ICB-12B) 

Description 
Description 

IF amplifier 
Amplificateur FI 

fT= 15 MHz typ. 

RF amplifier fT= 80 MHz typ. 
Amplificareur HF 

RF amplifier fT= 70 MHz typ. 
Amp/ificateur HF 

Wideband amplifier fT = 100 MHz typ. 
Amp/ificateur II large bande 

Wideband amplifier fT = 150 MHz 
AmplificateUr 8 large bande 

2 NPN transistors+ 1 Darlington 
2 transistors NPN + 1 Darlington 

2 Darlingtons 
2 Darlingtons 

1 differential amplifier+ 3 NPN transistors 
1 amplificateur differentiel + 3 transistors NPN 

Dual differential amplifier 
Double amplificateur differentiel 

T0-116 
ICB-2) 

Page 
Pag• 

607 

611 

611 

625 

635 

617 

617 

617 

617 



SF.C 2006 

1-F AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR 1-F 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § /imite1 absolues) 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRE LIM/NA/RE 

Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature Supply voltage 

Bo1tillr Gamms dB tsmplraturr, Tsmpdraturedestockage Tension d'alimentation 
ambiante de fonctiannement 

SF.C 2006 TO-99 -1s•c , +a5•c -55°c , 

General description 

The SF.C 2006 is a low noise, low distortion, I.F. 

voltage amplifier having a voltage of 50, a band

width of 15 MHz and only 20 mW power con

sumption. It has a 70 dB A.G.C. range with ma

ximum signal handling of 125 mVrms. 

+150°C 12V 

Description ¢nerale 

Le SF. C 2006 est un amplificateur de tension B laf'{J(I 

bande /J C.A.G., pnJsentant un gain en tension de 50 

et une bsnde passante de 15 MHz : sa puissance con

somm,e n'est que de 20 mW. La dynamique de C.A.G. 

est de 70 dB, avec un signal maximal /J l'entnNI atteignant 

125 mVeff. 
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SF.C 2006 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Battier meral 

Top view 
Vue de dessus 

Ground 2 
Ma,se 2 A.G.C. 

N.C.n'-,./C.A.G. 
' 1 

Supply Bias 
Alimentation - 2 6 - Polarisation 

Output/ 3 " 5 -- Input 
Sortie Ground 1 Entlee 

Masse t 

Pin 8 connected to case 
La broche 8 est re/Me au battier 

Schematic 
Scht#ma electrique 

450 ll 
------------.....,>---.....,>---e---.... -111'-.... --<D2 Supply 

Input 
Entree 

5 

5,7 kll 

4,6 kll 

180 ll 

4011 

8 kll 

Alimentatinn 

11,4kll 

,..._~sowo--+-----11--03 Output 
Sortie 

280 ll 7 A.G.C. 
C.A.G. 

2 kll 
Bias ao-~w---11--... ----1---➔---... ---+--M#'-----1---~ 
Polarisation 

200pF 100 ll 

100 ll 

1,7 kll 

Ground 1 Ground 2 
Masse 1 40---~ ~--------------------<,._----u8 Masse2 

2/4 
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Figure 1 Circuit diagram of SF.C 2006 
ScMma du SF.C 2006 



SF.C 2006 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

tamb= +25°C Vs=+ 6V 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage gain 
Gain an tension 

,Cut-off f~equency (-3 dB) 
Frdquence de coupure 
(See figure 2) 
(Vair figure 2'1 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Maximum input signal 
(1% cross modulation) 
Tension d'entrfle maximale· 
(1% transmodulation) 

No A.G.C. applied 
C.A.G. non app/iqu6 

jMaximum input signal 
(1% cross modulation) 
Tension d'entree msximale 
(1% transmodulation) 
Full A.G.C. applied 
Tension de C.A.G. maximals 

A.G.C. range 
Gamme C.A.G, 
(See figure 3l 
("'.olr figure 3! 

A.G.C. current 
Courant de C.A.G. 

Quiescent current consumption 
Courant de repol 

Input admittance 
Admittance d'entretl 

Output impedance 
lmp«Jance de sonie 

Reverse current transfer 
Gain inverse en courant 

The SF .C 2006 is normally used with pins 5 and 6 
strapped. A slight improvement in noise figure, and 
an increase in the L-F input impedance may be 
obtained by making the necessary A.C connection 
via the earthy e_nd of an input tuned circuit in the 
conventional manner. 
The characteristics of these units have been expressed 
in G parameters which are defined as below . 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS OE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

1,75 MHz .. 
Source =25!2 
Source 32 34 36 dB 
Lqad =5 kll 8pF 
Charge 

Source =25!2 
Source 

10 _15 .MHz. 
Infinite load 
Charge infinie 

Source =800 n, f = 1,75 MHz 3 dB 
Source 

Load ;;. 1,2 kll, f = 1,75 MHz 7 mVrms Charge 

f =1,75 MHz .125 rriVrms 

60 75 dB 

A.G.C. voltage = 5, 1 V 0,15 0,3, mA 
Tension de C.A.G. 

Output open circuit 3,3 4,3 mA Sortie en circuit ouwut 

See figures ·4, 5, 6 and notes 
Vair figures 4, 5, 6 st notes 

'Le SF.C 2006 est normalement utili8' en court-circuitant 
/es broches 5 et 6. Une MgsrB am4lioration du f,cteur de 
brilit et un accroiusment de rimp«Jance d'entl'ff en basse 
frdquence peutleflt ltre obttlnus en branchant un circuit 
accorrlB entre /es broches 6 et 6, cNcoupM II la masse par 
une capscitd situH entre 6 et 4. 

Le circuit nt spkifie en faiunt appel aux parametres G. 

11 =V1 G11+l2 G12 v,.t~L.-----'~!v, 
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SF.C 2008,SF.C 2011 

R-F AMPLIFIERS 
AMPL/FICA TEURS R-F 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE VALEURS LIM/TES ABSOLUES /Voir § limites absolues/ 

Operating free-air . 
Type Package temperature range Storage temperature Supply voltage 

Bo1tier Gammeds rem,,4rature Temphatureds1toclcage Tension d'a/imentation 
ambiante de fonctlonnement 

SF.C 2008 TO-99 -15°C +85°C -ss•c 

SF.C2011 TO-99 -15°C +ss•c -ss•c 

General description 

The SF.C 2008 and SF.C 2011 are low noise, low 

distortion, R-F voltage amplifiers with integral supply 

line decoupling and A.G.C. facilities. The SF.C 2008 

has a voltage gain of 10 and a bandwidth of 80 MHz, 

while the SF.C 2011 has a voltage gain of 20 and a 

bandwidth of 70 MHz. Both circuits have a 50 dB 

A.G.C. range with maximum signal handling of 

140 mVrms. As they are voltage amplifiers they have 

high input impedance and low output impedance. 

+1so•c 12V 

+1so•c 12V 

Description ge"'rale 

Les SF.C 2008 Bt SF.C 2011 sont des amplificateur, dtJ 

tension B large bande, B C.A.G., pf'essntant un facteur de 

bruit et un taux de distonlon falbllls, et comportant un 

dkouplage int.,.ne de la source d'alimentation. Le SF.C 2008 

a un gain en ten1ion de 10 et um, bande paaante de BO MHz, 

et Is SF.C 2011 a un gain en tBfl8ion de 20 et uns 

bande pauante d11 70 MHz. Les dtJUx circuits pnJ•ntent 

unt1 dynamique de C.A.G. de 60 dB, et acceptent un 

signal maximal /J l'entree de 140 mVBff. L 'i~ance 

d'entrde fl8t grande, et /'impedance dt1 ,ortie faible. 
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SF .C 2008, SF .C 2011 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Input 5 
Entree 

Bias 6 
Polarisation, 

Ground 1 
Masse 1 

2/5 

612 

4 

5 kn 

T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Top view 
Vue de dessus 

Ground 2 
Masse2 

N.C."-. 

Supply 
Alimentation -- 2 

6 __ Bias 
Polarisation 

1,25 kn 

50 n 50 pF 

' Output/ '" Input 
Sortie Ground 1 Entree 

Masse 1 

Pin 8 connected to case 
La broche 8 est relil!e au boitier 

Schematic 
Schema electrique 

750 n 

1,2 pF 
(ZERO) 

15 n 

1000 pF 

110n 

525 n 11,2 knl 

100 n 
162 nl 

50n 

500 n 10 n 

Figure 1 Circuit diagram of SF.C 2008 (SF.C 2011) 
Component values in brackets refer to SF .C 2011 
Schema du SF, C 2008 (SF. C 2011) 
Les va/eurs entre parenthf!ses se rapportent au SF.C 2011 

100 n 
2 Supply 

Alimentation 

3 kn 

3 Output 
Sortie 

7 A.G.C. 
C.A.G. 

Ground 2 
8 Masse 2 



SF.C 2008 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

tamb = +25°C Vs=+ 6 V 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Voltage gain 
Gain en tension 

Cut-off frequency (-3 dB) 
FreQuence de coupure 
(See figure 2) 
(Vair figure 2} 

Noise figure 
Fact9Ur de bruit 

Maximum input signal 
(1 % cross modulation) 
Tension d"entf'H maxima/e 
(1 % transmodulation) 

No A.G.C. applied 
C.A.G. non appliqulJ 

Maximum input signal 
(1 % cross modulation) 
Tension d'entrlJe maxima/6 
(1 % transmodulation) 

Full A.G.C. applied 
Tension de C.A.G. maximale 

A.G.C. range 
Gamme C.A.G. 
(See figure 3) 
(Vair figure 3) 

A.G.C. current 
Courant de C.A.G. 

Quiescent current consumption 
Courant de repos 

Input admittance 
Admittance d'entrh 

Output impedance 
lmf)edance de sortie 

Reverse current transfer 
Gain inverse en coursnt 

The SF.C 2008, SF.C 2011 are normally used with 
pins 5 and 6 strapped. A slight improvement in noise 
figure, and an increase in the L-F input impedance 
may be obtained by making the necessary A.C. 
connection via the earthy end of an input tuned 
circuit in the conventional manner. 
The characteristics of these units have been expressed 
in G parameters which are defined as below . 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITES 

30 MHz 
Source =25 n 
Source 18 20 22 dB 
Load =5 kil 8 pF 
Charge 

Source =25 n 
Source 

Infinite load 
80 MHz 

Charge infinie 

Source =300 n, f =30 MHz 4 dB Source 

Load 
Charge 

;;,, 150 n, f = 10 MHz 
25 mVrms 

mVeff 

f = 10 MHz 130 mVrms 
mVeff 

40 50 dB 

A.G.C. voltage = 5, 1 V 0,15 0,6 mA Ten1ion de C.A.G. 

Output open circuit 15 20 mA Sortie en Circuit ouven 

See figures 4, 5, 6 and notes 
Voir figures 4, 5, 6 et notes 

Les SF.C 2008 et SF.C 2011 sont normalement utlli_, 
en court-circuitant /es broches 5 et 6. Une /IJglrB a""liora• 
tion du facteur de bruit et un accroia&m11nt de rimp«Jancs 
d'entrell en bane ff'equence peuvent ltre abtenus tin 

branchant un circuit accor<M entr,, · /es broches 5 et 6, 
dkoupte a la masse par une capacitd situH entre 6 et 4. 

Les circuits ,ant spkifies en faisant appel aux paratnitftls G. 

11 =V1 G11+l2 G12 V1t~'-----'~fv, 
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SF.C 2011 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIQUES 

tamb = +25oc Vs=+ 6 V 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Voltage gain 
Gain en tension 

Cut-off frequency (-3 dB) 
FrfJquence de coupure 

(See figure 2) 
(Voir figure 2) 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Maximum input signal 
(1 % cross modulation) 
Tension d'entree maximale 
(1 % transmodulation) 

No A.G.C. applied 
C.A. G. non applique 

Maximum input signal 
(1 % cross modulation) 
Tension d'entree maximale 
(1 % transrr,odulation) 

Full A.G.C. applied 
Tension de C.A.G. maximale 

A.G.C. range 
Gamme C.A.G. 
(See figure 3) 
(Vair figure 3) 

A.G.C. current 
Courant de C.A.G. 

Quiescent current consumption 
Courant de repos 

Input admittance 
Admittance d'entree 

Output impedance 
Impedance de sortie 

Reverse current transfer 
Gain inverse en courant 

The SF.C 2008, SF.C 2011 are normally used with 
pins 5 and 6 strapped. A slight improvement in noise 
figure, and an increase in the L-F input impedance 
may be obtained by making the necessary A.C. 
connection via the earthy end of an input tuned 
circuit in the conventional manner. 
The characteristics of these units have been expressed 
in G parameters which are defined as below. 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

30 MHz 
Source = 25 n 
Source 24 26 28 dB 
Load =5 kr! 8 pF 
Charge 

Source =25 r! 
Source 

70 MHz 
Infinite load 
Charge infinie 

Source =300 n, f =30 MHz 
Source 

4 dB 

Load ;:;, 150 n, f =10 MHz 15 mVrms 
Charge 

mVeff 

f = 10 MHz 130 mVrms 
mVeff 

40 50 dB 

A.G.C. voltage = 5, 1 V 0,15 0,6 mA 
Tension de C.A. G. 

Output open circuit 15 20 mA 
Sortie en circuit ouvert 

See figures 4, 5, 6 and notes 
Vair figures 4, 5, 6 et notes 

Les SF.C 2008 et SF.C 2011 sont norma/ement utiUsOs 
en court-circuitant /es broches 5 et 6. Une legere ame
lioration du facteur de bruit et un accroissement de !'im
pedance d'entree en basse fr/Jquence peuvent Otre obtenus 
en branchant un circuit accord/J entre /es broches 5 et 6, 
decouple a la masse par une capacite situee entre 6 et 4. 

Les circuits sont specifies en faisant appel aux paramfltres G. 

G12 v1t~~----~r:fv, vrv, G" • ,, 

4/5 

614 



VOLTAGE GAIN (G21l 
GAIN EN TENSION 

40 Figure 2 
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INPUT ADMITTANCE WITH 0/C OUTPUT (G11 l 
ADMITTANCE D'ENTREE SORTIE EN 
CIRCUIT OUVERT 
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OUTPUT IMPEDANCE WITH S/C INPUT (G22l 
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SF.C 2018 M, SF.C 2036 M 
SF.C 2046 EC ,SF.C 2054 EC 

TRANSISTOR ARRAYS 
RESEAUX DE TRANSISTORS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See § absolute maximum ratings) 
{Voir § limires absoluss) 

Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature VCEO VCBO VEBO lc 

V (11 
cso 

p 
Boitier Gamme de temperature Temf)erature de stockage (V) (V) (V) (mA) (V) (mW) 

ambiante de fonctionnement 

SF.C 2018 M TO-101 -55°C, +125°C -65°C, 

SF.C 2036 M TO-101 -55°C, +125°C -65°C, 

SF.C 2046 EC TO-116 0°C, + 85°C -55°C, 

SF .C 2054 EC, TO-116 0°C, + 85°c -55°C, 

Can be delivered in military series and in ceramic package. 
Peuvtmt ltre fournls en stirle mi/itsire et en battier ceramique. 

+150°C 15 20 5 50 20 300 

+ 150°c 15 20 5 50 20 300 

+125°C 15 20 5 50 20 750 

+ 125°c 15 20 5 50 20 750 

NOTE 1 : The collector of each transistor is isolated from the substrate by an integrated diode. The substrate must be 
connected to the most negative point in the external circuit to provide for normal transistor action. 
Le collecteur de chaque transistor est /sole du suhstrat par une diode in~rfJe. Le substrat dolt ltre connBCtlf au point le 
plus n/Jgatif du circuit extlfriBUr afin d'assurer un fonctionnement normal des transistors. 

General description 

The SF.C 2046 consists of 5 NPN transistors carried 
out according to the monolithic integration technique. 
In this way it benefits from the advantages inherent 
to.the integration : 

- Excellent matching of the electrical characteristics 
- Good thermal coupling minimizing temperature 

drifts 
Two of the transistors are connected through the 
emitter, thus forming a differential pair. 
Other interconnections are available and termed as 
follows : 

- SF.C 2018 : Darlington stage+ 2 insulated transis -
tors 

- SF.C 2036: Double Darlington 
-SF.C 2054 : Double differential with current 
source (see the wiring at the end of the notice ). 

The SF .C 2046 is used in high and low frequency 
linear applications, whether they concern applica -
tions in discrete components or study models of cir
cuits intended for monolithic integration. 
The SF.C 2046 is particularly useful in making up 
low drift direct coupled amplifiers. 

Description gemirale 

Le SF.C 2046 est un reseau compose de 5 transistors NPN 

realises suivant la technique d'integration monolithique. 

A ce titre, ii bentJficie des avantages inherents a /'inte

gration : 

Excellent appairage des caracteristiques IJ/ectriques 

Bon coup/age thermique minimisant /es d#Jrives en 

temperature 

Deux des transistors sont relies par remetteur formant 

ainsi une ·paire diffBrentielle. 

D'eutres interconnexions sont disponibles sous /es appel

lations : 

- SF.C 2018 : Etage Darlington +2 transistors isolis 

· SF. C 2036 : Double Darlington 

- SF.C 2054: Double difftJrentiel avec source de courant 

(voir le brochage en fin de notice). 

Le SF.C 2046 trouve son utilisation dans /es applications 

/ineaires haute et basse fr(Jquence, qu'il s'agisse de realisation 

en composants discrets ou de maquettes d'titude de circuits 

destines a l'intfJgration monolithique. 

Le SF.C 2046 se revete particulilJrement utile- danslartJalisa

tion d'amp/ificateurs a liaisons continues faible derive. 
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SF.C 2018 M, SF.C 2036 M, SF.C 2046 EC, SF.C 2054 EC 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-101 (CB-128) Top view TO-116 (CB-2) Top view 
Vuededenus Vue de deuu• 

SF.C 2046 EC 
Package T0-116 iCB-2) 
Bo/tier 

5 

Schematic 
Schema e/ectrique 

11 

-H-1-H- -H-7 -H-1 
I I I 
I I I 

L--- ---•-- ---•-
04 

2 3 46 9 10 

See schematic of SF.C 2018 M, SF.C 2036 Mand 
SF .C 2054 EC on last page. 
Vair Jes schemas t1/t1etriqut1s des SF.C 2018 M, SF.C 2036 M 
et SF.C 2054 EC en demiere page. 
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I 
I ___ .J 

Substrate 
13 Subrtrat 

t::J 
I 7 

Principal features 
Donnees principales 

Matched pairs of transistors : 

av8 E ± 5 mV max. 

General use in the frequency 
range from D.C. to 120 MHz. 

Ensemble de transiltOrs spparitJs: 

Ll. V8 E± 5 mVmax. 

Utilisation gdnkale dsns la bande 

de fr(Jquence al/ant du continu B 

120MHz. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Collector-substrate breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-substrat 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage col/ecteur-emetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aquage emetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Magnitude of static-beta ratio 
Va/eur du rapport du gain statique 

(03-04) 

Static forward current transfert ratio 
Va/eur statique du rapport de transfert 
direct du courant 
(Darlington 06, 02) 

Base-emitter voltage 
Tension base-'metteur 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

V(BR)CSO 

V(BR)CBO 

V(BR)CEO 

V(BR)EBO 

h21E 

h21ED 

VBE 

tamb = 250c 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

le =10µA 

1cs =0 

IC = 10µA 

IE =0 

IC = 1 mA 

le =0 

IE =10µA 

le =0 

Vee= 3 v 

le =10mA 

Vee= 3 v 

le =1 mA 

Vee= 3 v 

le = 10µA 

Vee= 3 v 
1co3 = 1co4 = 1 mA 

vcE = 3 v 

le = 1 mA 

Vee= 3 v 

le =100µA 

Vee= 3 v 

IE = 1 mA 

Vee= 3 v 

IE = 10mA 

SF.C 2018 M 

(Note 1) 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP . MAX. UNITE~ 

20 

20 

15 

5 

40 

0,9 

1500 

60 

60 

24 

7 

100 

100 

54 

0,97 

5400 

2800 

0,715 

0,800 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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SF.C 2018 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de decalage a /'en tree 

(VBE3 - VBE4) 

Base (06)- Emitter (02) voltage 
Tension base (06) - emetteur (02) 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension de dilca/age 

Average temperature coefficient of 
base (06) - emitter (02) voltage 
Coefficient de temperature moyen de la 
tension base (06) - emetteur (02) 

Collector-base cut-off current 
Courant residue/ collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue/ col/ecteur-emetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Transition frequency 
FreQuence de transition 

Collector-base capacitance 
Capacit/J col/ecteur-base 

Collector-substrate capacitance 
Capacite collecteur substrat 

tamb= 25°C 
(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

VCE = 3 V 
VIO 

IE =1 mA 

VCE = 3 V 

IE = 10mA 

VBED 

VCE =3V 

IE = 1 mA 

laV1ol 
Vee= 6 v 
VEE ~0 -6 V 

6VBE VCE =3V 
~ IE = 1 mA 

Icso 
Vea= 10 v 
IE =O 

ICEO 
VCE = 10V 

Is =0 

IB = 1 mA 
VcEsat le =10mA 

fT 
VCE = 3 V 

le = 3mA 

Cea 
Vea= 3 v 
le =0 

Ccs 
Vcs = 3 v 
le =O 

unless otherwise specified 
sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

0,48 5 mV 

1,46 V 

1,32 V 

10 µV/°C 

-4,4 mV/°C 

100 nA 

5 µA 

0,23 V 

300 500 MHz 

0,58 pF 

2,8 pF 

Note 1 : Substrate must be connected to the most negative voltage to maintain normal operation. 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Collector-substrate breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-substrat 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage co/lecteur-.emetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de ctaquage emetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Va/eur ststique du rapport de transfert 
direct du courant 

(03-06) 

Static forward current transfert ratio 
Va/eur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

(03/04; 06/02) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tem;1on de ctaquage emetteur-base 
( For either darlington pair) 
(Pour l'un ou l'autre Darlington) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Noise voltage 
Tension de bruit 

tamb= +25oc 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

V(BR)CSO 
le =10µA 

1cs =0 

V(BR)CBO 
le = TOµA 

IE =0 

V(BR)CEO 
le = 1 mA 

18 =0 

V(BR)EBO 
IE =10µA 

le =0 

h21E 103 = 106 = 1 mA 

103+ 1o4 
h21E or ou = 1 mA 

106 + 102 

104 = 10µA 
V(BR)EBO 

102 =10µA 

103+ 1o4 
fT or ou = 2mA 

106+ 102 

f = 100 Hz 
V 
(eN.) f = 1 kHz 

f = 10 kHz 

SF.C 2036 M 

unless otherwise specified 
sauf indications contraires 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

20 60 

20 60 

15 24 

5 7 

40 100 

1000 4540 

10 12,6 

150 200 

3 
0,3 
0,1 

UNITS 
UNITES 

V 

V 

V 

V 

V 

MHz 

~ z 
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SF.C 2046 EC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Collector-substrate breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-substrat 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de c/aquage co/Jecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-/Jmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage /Jmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coflecteur-emetteur 

Transition frequency 
FreQuence de transition 

Collector-substrate capacitance 
Capacit(J collecteur-substrat 

Collector-base capacitance 
Capacite collecteur-base 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Base-emitter differential voltage 
Tension difft!Jrentielle baSB-emetteur 

(VBE1-VBEN) 

Base differential current 
Courant diff/Jrentiel base 

(IB1 - IBnl 

6/8 
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tamb = +25oc 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

V(BR)CSO le = 10µA 

lcs = o 

V(BR)CBO 
le = 10µA 

IE = 0 

V(BR)CEO 
le = 1 mA 

IB =0 

V(BR)EBO 
IE = 10µA 

le =0 

h21E 
VcE= 3 V 

le = 1 mA 

VcEsat 
le = 10mA 

\B = 1 mA 

fT VcE= 3 V 

le = 3mA 

Ccs Vcs= 3 v 
le =0 

CCB 
VcB= 3 V 

le =0 

f = 1 kHz 

F 
VcE= 3 V 

le = 100µA 

Rs = 1 kQ 

VIO 
VcE= 3V 

le = 1 mA 

VcE= 3V 110 
le = 1 mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

20 60 V 

20 60 V 

15 24 V 

5 7 V 

40 100 

0,23 V 

300 550 MHz 

2,8 pF 

0,58 pF 

3,25 dB 

0,45 5 mV 

0,3 2 µA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Collector-substrate breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-substrat 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage col/Beteur-/Jmetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aquage emetteur-base 

Collector-base cut-off current 
Courant residue/ collecteur-base 

Base-emitter voltage 
Tension base-{Jmetteur 

For each differential amplifier 
Pour chaque amplificateur diff/Jrentiel 

Input offset voltage 
Tension de decalage a /'entn!Je 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
Coefficient de temperature moyen de /a 
tension de decalage d'entree 

Input offset current 
Courant de di!calage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Collector current ratio 
Rapport des courants collecteur 

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Transition frequency 
Fre(/uence de transition 

Noise figure 
Facteur de bruit 

tamb = +25°C 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE SYMBOLES 

MESURE 

V(BR)CSO 
le = 10µA 

Ics =0 

V(BR)CBO 
le = 10µA 

IE =0 

le =1 mA 
V(BR)CEO 

18 =0 

V(BR)EBO 
IE = 10µA 

le =0 

Icso 
vc8 =10v 

IE =0 

- Vee= 3 v 

le = 50µA 

Vee= 3 v 

VBE le = 1 mA 

Vee= 3 v 

le =3mA 

Vee= 3 v 

le = 10mA 

Vee= 3 v 
!viol 'Ea1 = IEQ4 = 2 mA 

jaV1ol 
Vee= 3 v 

IEQl = IEa4 = 2 mA 

jI1oj 
Vee= 3 v 

IEa1 = IEa4 = 2 mA 

Is 
Vee= 3 v 

le = 1 mA 

Ias or 103 

102 
OU Ia6 

IEa1 = IEa4 = 2 mA 

CMR Vee= 12 v 

fT 
VcE = 3 V 

le =3mA 

F f = 100 MHz 

SF.C 2054 EC 

unless otherwise specified 
sauf indications contraires 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

20 60 V 

20 60 V 

15 24 V 

5 7 V 

100 nA 

0,7 

0,8 

V 
0,85 

0,9 

0,45 5 mV 

1,1 µV/°C 

2 µA 

10 25 µA 

0,98 
a 

1,02 

100 dB 

550 MHz 

8 dB 
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SF.C 2018 M, SF.C 2036 M, SF.C 2054 EC 

SCHEMATIC 
SCHEMAS ELECTR/OUES 

SF.C 2018 M 
Package TO 101 (CB-128) 
BoTtier 11 12 

6 10 

02 

l 
6 

Substrate 
2 Subrtrat 7 4 

SF.C 2036 M 
5 7 

Package TO 101(CB-128I 
Bo1tier 

11 

4 

l 
8 

3 2 
Substrate 

6 10 9 Substrat 

SF.C 2054 EC 14 8 7 
Package TO 116 (CB-2I 
Boftier 

2 13 9 6 

5 
3 

l 
11 

Substrate 
12 Substrat 
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SF.C 2590 

RF/IF AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR HF/Fl 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/ues) 

Operating free-air 

Type Package temperature range Storage temperature Vs Vee VAGe V5,V6 p 
Battier Gamme de temptlrature Temperature de stock age (V) (V) (V) (mW) 

ambiante de fonctionnement 

SF.e 2590 M TO-99 -55°e, + 125°e -65°e, 

SF.e 2590 e TO-99 0°e, + 10°e -65°e, 

General description 

The SF.e 2590 is a direct coupled, high gain mono· 

lithic amplifier intended primarity for use in RF/IF 

amplifiers with operating frequencies up to 150 MHz. 

It incorporates a highly efficient AGe feature. Besides 
RF/IF amplifiers applications, the SF.e 2590 also 

serves will as an oscillator and as a mixer over the 
same IF frequency range. The high gain, wide band

width, and AGe capability also make this circuit 

attractive for use in video amplifier applications. 

THOMSON-CSF 
DMSION SEMICONDUCTElJRS 

~ 

+150°e +18 5 Vee +18 680 

+1500e +18 5 Vee +18 680 

Description generate 

Le SF.C 2590 est un amplificateur 8 liaison continue, a gain 

en tension e/eve destine principalement a t1tre utilise dans /es 

amp/ificateurs HF/Fl fonctionnant dans un domaine de 

frtiquence al/ant jusqu'8 150 MHz. II possede une caracteristi

que de CAG tres efficace. A COte des applications pour ampli

ficateurs HF/Ft le SF. C 2590 peut Atre emp/oytJ aussi comme 

osci/lateur, me/angeurdans le mDme domaine de freQuence Fl. 

Son gain tJ/eve, sa bande passante large, et sa commande de 

CAG font de ce circuit un dispositif tres attfactif pour /es 

applications d'amp/ificateur video. 

78 · 26 1/9 
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SF.C 2590 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

2/9 
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T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boitier metal 

1,1 kn 

Schematic 
Schema electrique 

5,6 kn 

1,1 kn 8,4 kn 

12,1 
kn 

Case 
Boitier 

Ground v
Masse v-

200n 

4 
Substrate 
Substrat 

5 
+ Outputs 
_ Sorties 

6 

8 

Top view 
Vue de dessus 

Pin 4 and 8 should both be connected to 
circuit ground 
Les broches 4 et 8 doivent ltre reunies B 
la masse du circuit 

Principal features 
Donnees principales 

High power gain (typical value) 
50 dB at 10 MHz 

· 45 dB at 60 MHz 
- 35 dB at 100 MHz 

Wide-range AGC 
- 60 dB min, de to 60 MHz 

Single-polarity power supply 
6 to 15 V 

- Gain en puissance /Jleve (valeur typ.) 

50d8 a 10MHz 

45d8 a 60MHz 

35 dB a 100 MHz 

- Grande dynamique de CAG 

- 60 dB min, de a 60 MHz 

- Alimentation mono-tension 

6 a 15 V 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

C2 

Input 
Entree 
son 

C3 

SF.C 2590 

Figure 1 - 60 MHz POWER GAIN TEST CIRCUIT 

!Output 
r--➔-+11---<D Sortie 

son 

+12 V de 

C1,C2,C3= 1-30pF 
C4= 1-l0pF 

SCHEMA DE MESURE DU GAIN EN PUISSANCE 60 MHz 

L1 7 turns 20 AWG wire 5/16" Dia. 
5/8" Long 

L2 ,: 6 turns 14 AWG wire 9/16" Dia. 
3/4" Long 

LI 

L2 

7 spires de fil <p = 0,6 mm sur mandrin 
L=16mm q.>=Bmm 

6 spires de fil <P = 1,6 mm sur mandrin 
L=18mm <P =14mm 

Figure 2 - VIDEO AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR VIDEO 1 kf! 

Figure 3 - 30 MHz AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR 30 MHz 
(Gp= 50 dB, B"" 1 MHz) 

L1 12 turns 22 AWG wire on a toroid core 
(H30 Cofelec or Equivalent) 

+12 
V de 

T1 Primary : 17 turns 20 AWG wire on a toroid core 
(H30 Cofelec or Equivalent) 

Secondary: 2 turns 20 A_WG wire 

L 1 12 spi(BS de fit <I> = 0,6 mm sur noyau tore H30 Cofelec 

T1 Primaire : 17 spires de fit <I> = 0,8 mm 

Second8ire : 2 spires de fil <P ;;;;;: 0,8 mm sur noyau tore H30 
Coft1lec 

3/9 
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SF.C 2590 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYPJQUES 

Figure 4 - 100 MHz MIXER 

L1 

L2 

L1 

L2 

ME LANG EUR 100 MHz 

5 turns 16 AWG wire 1/4" ID. 
5/8" Long 

16 turns 20 AWG wire on a 
toroid core (H30 Coef or Equi
valent) 

5 spires de fit rp = 1,2 mm sur mandrin 
L=16mm ¢=6mm 

16 spires de fil q, = 0,8 mm sur noyau 
tore H30 Cofetec 

Input from local 
oscillator 
Oscil/ateur local 
de rentree 

70 MHz 

1-10 pF 

Signal input 
E ntree de signal 

100 MHz 

100 n 

1-30 pF 

1 
kil 

'.0,002 µF 

+12 V de 

0,002µFl 

0,001 

lµF 

IF output 
Sortie Fl 

30 MHz 

+ 12 V de 

Output 
Sortie 
son 

Figure 5 - TWO-STAGE 60 MHz IF AMPLIFIER (Gp"" 80 dB, B"" 1,5 MHz) 
AMPLIF/CATEUR Fl, 2ETAGES A 60MHz (Gp""80d8, B"' 1,5 MHz) 

T1 

T2 

4/9 
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Primary winding : 15 turns 22 AWG wire 1/4" ID Air core 

Secondary winding 4 turns 22 AWG wire 

Coefficient of coupling : 1,0 

Primary winding : 10 turns 22 AWG wire 1/4" ID Air core 

Secondary winding 2 turns 22 AWG wire 

Coefficient of coupling : 1,0 

T1 Primaire 15 spires de fit q> = 0,6 mm 

Secondaire 4 spires de fil <P =0,6 mm 

Coefficient de coup/age : 1 

Mandrin air <p =6 mm 

T2 : Primaire 10 spires de fil q, = 0,6 mm 

Secondaire 2 spires de fil rp = 0,6 mm 

Coefficient de coup/age : 1 

Mandrin air rp = 6 mm 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

Audio AGC 
input 
EntrfieAGC 
audio 

10 kn 
o----..---,...-c=i-~-------ov+ 

10 kn 

5,6 kn 

200n 

1 µF 
.--+---+--I~ Audio output 

1 µF 
Microphone~ 
Microphone ------------i 1--1---'-1 

r-v Sortie audio 

1µFI 

' ' 

Figure 6 - SPEECH COMPRESSOR 
COMPRESSEUR OE PAROLE 

SF.C 25!10 
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SF.C 2590 M 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

AGC range 
Dynamique de CAG 

Single ended power gain 
Gain en puissance sortie unique 

Gp 

Noise figure F ·Facteur de bruit 

Output voltage swing (pin 5) 
Dynamique de sortie (broche 5) 

Vpp 

Output stage current 
Courant de retage de sortie lo 

Total supply power current 
Courant global par /es 1cc 
alimentations 

Power dissipation 
Dissipation de puissance Ptot 

Note 1 See figure 1 for test circuit 

6/9 
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Voir figure 1 pour schema de mesure 

Vee:= +12V,f= 60MHz,BW= 1 MHz 

TEST CONDITIONS VALUES 
UNITS 

CONDITIONS OE VALEURS 

MESURE MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

Tamb = 250c 60 68 dB 

V2= 5 V • 7 V DC 

-55°C. + 125°C 58 dB 

Tamb = 250c 40 45 dB 

Note 1 

-55°C' + 125°C 37 dB 

Rs= 50 n Tamb = 250c 6 7 dB 

Tamb = 250c 13 14 V 

AGC/CAG 0dB 

-55°C, +125°C 10 V 
Output differential 
Sortie difftirentielle 

Tamb = 250c 6,6 6 V 

AGC/CAG -30dB 

-55°C, + 125°C 4 V 

Tamb = 250c 6,5 7 V 

AGC/CAG 0 dB 

-55°C, +125°C 5 V 
Single ended output 
Sortie unique 

Tamb = 250c 2,5 3 V 

AGC/CAG -30dB 

-55°C' + 125°C 2 V 

Tamb = 250c 4 5,6 7,5 mA 

15+ 16 

-55°C' + 125°C 3,5 8 mA 

Tamb = 250c 14 17 mA 

vO =0 

-55°C, +125°C 20 mA 

Tamb = 250c 168 200 mW 

v, = 0 

-55°C, + 125°C 240 mW 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBDLES 

AGC range 
Dynamique de CAG 

Single ended power gain Gp 
Gain en puissance sortie unique 

Noise figure F Facteur de bruit 

Output voltage swing (pin 5) Vpp 
Dynamique de sortie (broche 5) 

Output stage current lo Courant de t·etage de sortie 

Total supply power current 
Courant global fourni par /es 1cc 
alimentations 

Power dissipation plot Dissipation de puissance 

Note 1 - See figure 1 for test circuit 
Voir figure 1 pour schema de mesure 

SF.C 2590 C 

Vee= +12V,f= 60MHz,BW= 1 MHz 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Tamb= 250c 
v2 = 5V• 7 V DC 

0°C, +700C 

T = 25°C amb 
Note 1 

0°C, +70°C 

Rs= 5o n Tamb = 250c 

Tamb = 25°C 
AGC/CAG 0dB 

0°C, +700C 
Output differential 
Sortie differentielte 

Tamb =25oc 
AGC/CAG -30 dB 

0°C, +700C 

Tamb = 250c 
AGC/CAG 0 dB 

0°C, +70°C 
Single ended output 
Sortie unique 

Tamb = 250c 
AGC/CAG -30 dB 

0°C, +700C 

15 + 16 
Tamb = 250c 

0°C, +70°C 

Tamb = 250c 
Vo=0 

0°C, +700C 

Tamb = 250c 
V1 =0 

0°C, +700C 

VALUES 
VAI.EURS 

MIN. TYP. MAX. 

60 68 

58 

40 45 

37 

6 7 

13 14 

10 

6,6 6 

4 

6,5 7 

5 

2,5 3 

2 

4 5,6 7,5 

3,5 8 

14 17 

20 

168 200 

240 

UNITS 
UNITES 

dB 

dB 

dB 

dB 

dB 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

mA 

mW 

mW 
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SF.C 2590 

iii!l 
~i 
C ,!:? ·~a 
; ii 
! ·i 
11."' 

~ 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

FIXED TUNED POWER GAIN 
GAIN EN PUISSANCE AJUSTE ET FIXE 

I I I 
Vs=12V 
f =60MHz -~ -t,..., -i-... 

-5o o 50 100 150 
Ambient temperature (°C) 
Tt1mperature ambiante 

REVERSE TRANSFER ADMITTANCE 
ADMITT_ANCE DE TRANSFERT INVERSE 

-40 
Vs =12V 
tamb= 25oc-t! 

l; t-30 
-~ .5: I/ Et:: 
-g i 
~ ~-20 
C: {l 
~ ~ 
~ ~-10 

ii 
cc st 

N 

► 
o 

10 

-

J 
b12 I/ 
1,1, 

L,c; 

~ --- 912=0 

20 40 60 80100 
Frequency (MHz) 
Frlquence 

-

200 

SINGLE ENDED OUTPUT ADMITTANCE 
AD_MITTANCE DE SORTIE (SORTIE UN/DUE) 

en 
..s 
8 -~ 
C:::: 

,; ~' 

·E" ,, a 
·! i 
5..t: 
~i 
Ost 

N 

"' >-
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POWER GAIN (see figure 1) 
GAIN EN PU/SSANCE (voir figure 1) 

f =60MHz 
tamb= 250c 

/ 
-~ -... 

A~ 

~ -[/ 
i/ 

/ ID 

~ 

24 

18 

12 

6 

o 

o 4 8 12 16 
Power supply voltage (V de) 
Tension d'alimentation 

Vs 

NOISE FIGURE 
FACTEUR DE BRUIT 

=12V 
tamb= 250c 

I, 

I..; 
,_..... .... 

I/ 

10 20 40 60 80 100 
Frequency (MHz) 
FreQuence 

SINGLE ENDED INPUT ADMITTANCE 
ADMITTANCE D'ENTREE (SORTIE UNIQUE) 
10 

8 

6 

4 

2 
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UNNEUTRALIZED PDWER GAIN 
GAIN E/1/ PUISSANCE SANS NEUTRO-DYNAGE 

60 

0 

10 

t" 1~V-

' ~ 

'\ 
\. 

I\ 

' 

20 40 60 100 200 
Frequency (MHz) 
FreQuence 

50 

iii 
~Q) 40 
C: ~ -~-r 
§.,.~ 30 "'~ "3! 
> C 

~-~ 
~ ~ 

20 

~~ 10 
~-== en~ 

0 

0,1 

TYPICAL GAIN REDUCTION 
REDUCTION OU GAIN TYPIOUE 

0 
'""'I 

iii• 20 
cl 

~-== 
0~ 

·.;:; :::i 40 u" ::, C 

a1 .$2 ~t 
-~i 60 
t? 0: 

RAGC 
~=On 

80 

0 

... 
-....... '"160 kri 

5,6 kn "r,.... 
\. 

' '\ 
\ f~-ti~ 

AGC SF.C 
I 2590 

6 12 18 

AGC voltage (V de) 
Tension CAG, 

24 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

SF.C 2590 

RL = 1 kn 1J~1,k1J 
... 

AL=100n 

\ 

~ 
AL= ,on 

I I 
10 100 

Frequency (MHz) 
FreQuence 

1000 

919 

633 

I 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDB2022 CM 

WIDE BAND OPEhATIONAL AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR OPERA TIONNEL A LARGE BANDE 

Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vee Ptot V10 V1 duration 

Boitier Gamme de temperature Temperaturedestockage (V) (mW) (V) (V) Duree de court-circuit 
ambiante de fonctionnement Note1 en sortie 

TDB2022CM TO-99 0°C, +70°C -65°C, +150°C ±18 500 5 8 
Indefinite 
11/imitee 

Note 1 Common mode input voltage 
Tension d'entr/Je en mode commun 

{ 
-8 V, +8 V ~0~;f.ut 5 ~ 0 V 

-8V, +1,3V ~0~;f.ut5 ~OV 

General description 

The integrated circuit TDB2022 CM is a monolithic 
operational amplifier. 

A 150 MHz gain-bandwidth product and a 50 V/µs 
slew rate allow to use the circuit as video frequency 
amplifier, particularly for T.V signals processing. 

Video frequency integrated amplifiers performances 
were improved. 

Supply voltage 

Noise figure 

±15V 

3 dB 

Low closed loop gain or phase irregularity with large 
input signal. 

This circuit was developped swing to "Telediffusion 
de F ranee" assistance. 

THOMSON·CSF 
DMS10N SEl,ICONOUCTEURS 

~ 

Description generale 

Le circuit integre TDB2022 CM est un amplificateur o{J8ra
tionnel monolithique. 

Le produit gain bande de 150 MHz et la pente du signal de 
sortie de 50 V /µ.s permettent /'utilisation de ce circuit en am
plification vid/Jo-frequence en particulier pour le traitement 
des signaux television. 

Les performances des amp/ificateurs video-f/'equence integ/'es 
ont ere am6/iorees. 

Tension d'alimentation 

Facteur de bruit 

±15 V 

3d8 

Faibles irfegu/arites du gain et de la phase en bouc/e f6rmee 
pour une grande amplitude du signal d'entfee. 

Ce circuit a ete developpe gr.ice a /'aide de la Societe "Tete 
diffusion de France'~ 

78-27 1/9 
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TDB2022CM 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

. T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boitier metal 

Inverting input 
Entree inverseuse 

Frequency compensation Y~----' 

Non inverting 
input 
Entree non 
inverseuse 

2 
Inverting input 
Entrtie inver
seuse 

2/9 
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Compensation en trequence 

Schematic 
Schema electrique 

_______ _,,__ _ _. ___ .._ _ _.,---08 v+ 

R2 R4 
2 kn 

D1 
2 kn 

R5 
10 kn 

06 

RS 
100 n 

(VCC1) 

3 

Frequency 
compensation 
Compensation 

09 en trequence 

6 

Outputs 
Sorties 

5 

4 L,_ _____ .,__ _ __. _____ ____.,___---<:l V 

IVcc2l 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principa/es 

Input offset voltage 5 mV 

Input bias current 3 µA 

Input offset current 1 µA 

Gain bandwidth product 95 
minimum 

~ Slew rate 40 V /µs min 

max 

max 

max 

MHz 

Output short circuit current limited 
for indefinite duration 

- Tension de dtJca/age a f'entree 5 m V max 

- Courant de polarisation moyen 3 µA max 

- Courant de d/Jca/age a /'entree 1 µA max 

- Produit gain-bande 95 MHz min 

- Pente du signal de sortie 40 V/µs min 

- Courant de court circuit en sortie limite 
pendant une duree indi!finie. 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tension de dilcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a /'entree 

Input bias current 
· Courant de polarisation moyen 

Input offset voltage temperature 
coefficient 
Coefficient de temperature de la tension 
de dBcalags 8 l'entree 

Voltage gain (open loop) 
Gain en tension en boucle ouverte 

Supply voltage Vee+ rejection ratio+ 
Taux de rejection dO B l'alimentation Vee 

Supply voltage Vee - rejection ratio 
Taux de rejection dO a l'alimentation V CC -

Common mode rejection ratio 
Taux de rejection en mode commun 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

Input impedance 
Impedance d'entfee 

Output impedance 
lm{Jedance de sortie 

TDB2022CM 

Tamb = 250c Vcc,=+12v 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

V10 
Rs = 2 kn 

RL = 100 kn 

Rs = 2 kn 
110 RL = 100 kn 

Rs= 1 kn 
Is 

RL = 100 kn 

o:VIO 
Rs = 2 kn 

RL = 100 kn 

Rs = 100n 
Avo RL = 1 kn Figure 7 

f = 10 kHz 

Rs = 2 kn 
SVR 

RL = 100 kn 

Rs = 2 kn 
SVR 

RL = 100 kn 

Rs = 2 kn 
CMR 

RL = 100 kn 

Icc1 Rs = 1 kn 

Icc2 RL = 100 kn 

Rs = 1 kn 
VOPP5 

RL = 100 kn Output 5 
Sortie 5 

Rs = 1 kn 
VOPP6 

RL = 100 kn Output 6 
Sortie6 

zi1 

Rs = 1 kn 

RL = 100 kn 
zi2 

zo5 Rs = 100 n 

f = 50 kHz 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2,8 5 

0,18 1 

1,5 3 

3 20 

900 1500 

50 65 

80 92 

80 87 

8 10 

+3,2 
-8,6 

+10 
-1,7 

50 

10 

40 

UNITS 
UNITE! 

mV 

µA 

µA 

µV/°C 

dB 

dB 

dB 

mA 

V 
V 

V 

V 

kn 

kn 

n 
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TDB2022CM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Maximum output current 
Courant maximal en sortie 

Open loop gain bandwidth product 
Ffequence au gain unite 

Large signal output voltage swing 
Dynamique de sortie grand signal 

Slew rate 
Pente maximafe du signal de sortie 

Noise figure 
Facteur de bruit 

Equivalent input noise voltage 
Tension equivalente de bruit 

Equivalent input noise current 
Courant equivalent de bruit 

Input capacitance 
Capacitt!J d'entree 

(continued) 
(suite) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS OE 
SYMBOLES 

MESURE 

Outgoing 
Sortant 

IOM(5) V5H, V5B 

Ingoing 
Entrant 

Rs = 10011 

RL = 1 kl1 
fT f = 10 MHz Figure 7, 8 

Inverting amplifier Av= _ 10 
Amp/ificateur inversf/Ur 

Av = +6 Figure 5 
Vopp RL = 1 kl1 

f = 4.43 MHz Note 2 

Av = +2 

RL = 1 k11 Figure 1, 2, 3 

5vo 

Av = +6 

RL = 1 kl1 
Figure 5, 6 

F 
Central frequency = 10kHz 
F requence centrale 

vn Bandwidth = 200 Hz 
Largeur de bande 

Figure 9, 10 

in 

c, 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

10 mA 

3,5 mA 

95 150 MHz 

4 V 

50 V/µ.s 

60 V/µ.s 

1,5 3 dB 

3,3 nV/~ 

1,1 pA/~ 

5 pF 

Note 2 : Output voltage swing Vopp is maximum allowable output amplitude peak to peak, with 2 or 3 harmonic ratio 
less than -40 dB 
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La dynamique de sortie V OPP est ramplitude maxima/e de sortie crete a crlte admissible avec un taux d'harmonique 2 ou 3 
inferieur a -40 dB 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

FIGURE 1 : *NON INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIF/CA TEUR NON /NVERSEUR AV= +2 

With bandwidth irregularities compensation 
Avec compensation des irregularites de la bande passante 

Input 
Entree 

6,8r! 

1 kr! 

Input signal -0,7 V to +0,7 V rope 
Signal d'entree rampe de -0,7 Va +o,7 V 

Differential gain 
lrrfJgularite du gain 
("Gain differentiel") 

0,25 % (0,02 dB) 

FIGURE 2 

Av 

A)50 kHz) 

(dBi 0,4 

2,7 pF 

1 kr! 

2,5!t5pF 

I I 

TDB2022CM 

*Diagram conveyed by : Telediffusion de France 
Schema commumque par 

5 Output 
Sortie 

220n RL 
1 kr! 

33pFI 

Adjustable capacitor 
Condensateur ajustable 

Differential phase shift 0,1 degre lrreguladte de la phase 
("Phase differentiel/e") 

Slew rate 50 V/µs 
Pente du signal de sortie 

0,3 

0,2 

0,1 

(see Figure 1) _+---+--+----+---+---1---+----1 
1---+--+----+--+----t-(voir Figure 1) 

0 

-0,1 

-0,2 

-0,3 

-0,4 

--r-- .... 

* Input level _ 20 dbm 
Nlveau d'entree 

Input level O dbm* 
1---+--+---+--+----+---+---1----+--+----+--+--Niveau d'entree 

I I I -

0 5 10 f (MHz) 
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TDB2022CM 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/QUES 

FIGURE 3 : SLEW RATE 
PENTE DU SIGNAL DE SORTIE 

/ r--....... 

0,8 

....... 
'90% ~ 

(1) / 
-~ / 

I (2) I/ 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

I J 
I / (see Figure 1) 

I { 
(voir Figure 1 J 

I 

I / \ I 
I / Slew rate 58 V/µs 

Signal de pente 

110% I I I 

./1 

0 10 20 30 

FIGURE 4 : *INVERTING AMPLIFIER A = -1 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR V 

With bandwidth irregularities compensation 
A""" compensation des irregularites de la bande passante 

1 kn 

1 nput 10000 pF 
Entree 

40 

(1) Input signal x 2 -
Signal d'Bntfee amplifitJ 2 fois -

(2) Output signal -
Signal de sortie -

50 60 70 t (nsl 

*Diagram conveyed by . TelMiffusion de France 
Schema communiqu6 par · 

>5~--<11>---.,_ __ .,... __ 0 ~~~ieut 

T33pF 

Adjustable capacitor 2,5 ~t 5 pF 
Condensateur ajustable 

., 
Input signal -0,7 V to +0,7 V rope 
Signal d'entree rampe de -0,7 Va +o,7 V 

Differential gain 
Gain differentiel 
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0,25 % (0,02 dB) 

D·ifferential phase shift o, 1 degre 
Phase difffJrentielle 

Slew rate 
Pente du signal de sortie 

40 V/,.s 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

FIGURE 5 : ~~~)~~!~1J~~O~~:~r~:E~RAV = +6 

Without bandwidth compensation 
Sans compensation de la bande passante 

Vo 
(VI 

1,2 

/ 
I 

/(1) 
I 
I 
I 
I 

-
I 

/ 

+12V 

-12V 

5 kQ 

FIGURE 6: MEASUREMENT OF SLEW RATE 
MESURE DU TEMPS DE MONTEE 

I I 
(see Figure 5) 
(voir Figure 5) 

V ~-
/ -'90% /-,' 

(2lp 
,,. 

(1) Input signal x 6 (3) 
Signal d'entme amplifie 6 fois ,-~ (2) Output signal • pin 3 non connected 

\ Signal de sortie - broche 3 non connec'tee 

Slew rate 65 V/µs - (3) Output signal - pin 3 connected to PCB 

TDB2022CM 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 
:/ 

Pents 

I - Signal de sortie - broche 3 connectle au circuit impriml! 
I I 

0 

/jo% 
/ 1.../' I 

0 10 20 30 40 50 60 70 t (nsl 
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TDB2022 CM 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

R2 x R3 
Rs = R1 = R2 + R3 

RL = R3 

V5 
Avo = v2 

R4 
50n 

I 

R3 
1000n 

I 

FIGURE 8 : GAIN VERSUS FREQUENCY -OPEN LOOP 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE OU VE RTE 

Avo 
(dB) 
V5 
V2 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

-10 
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........... 

' 'r--,...._ 
........... 

' ............ 
I"- r-...... 

Vee = ±12 V 

Tamb= 25°c 

RL = 1 kn 

"'=f\... 

\ 

f (MHz) 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYP/OUES 

FIGURE 9 : NOISE FIGURE TEST CIRCUIT 
MESURE DU FACTEUR DE BRUIT 

R2 
R1 = 100 

R1R2 
R3 = R1 + R2 = Rs 

R1 

Bruit '] 

\ 
20 ~ 

k 

R2 

R3 

Gain 
Gain 

EG 

FIGURE 10 NOISE FIGURE 
FACTEUR DE BRUIT 

5 

\ ( see Figure 9) 10 = 10kHz 

(voir Figure 9) 

TDB2022CM 

MicrovoltmE!tre 

RL 
150n 

L__ - _J 

f-- t-1--

15 
I'\ I ~qu_ivalent noise. = 200 Hz B f-- t-1--equ,valente de bru,t 

'"' " 10 
................. 

5 

I'!', 

r--..... 
-........... i---.._ 

~~ 

,o3 104 

-~--

~ 
V --

V 
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Industrial application circuits 
Circuits pour applications industrielles 
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-/'.-
' T0-116 

Type 
Type 

ICB-2) 

Packages 
Bo1tiers 

I.,~ 
Description 
Description 

INDUSTRIAL LOGIC - HIGH NOISE IMMUNltY 
LOG/QUE INDUSTRIELLE - HAUTE IMMUNITE AU BRUIT 

ESM 381 TO-116 

ESM 382 TO-116 

ESM 383 TO-116 

Phase cell 
Ce/lute de phase 

Control gate 
Operateur de commande 

Dual 3 inputs NAND GATE 
Double of)erateur ET-NON a 
trois entrees 

Vee= 60V max 10 =35mA 

Vcc=60Vmax 10 =35mA 

Vee= 60V max lo=35mA 

INTERFACE CIRCUITS - HIGH IMMUNITY 
CIRCUITS D'INTERFACE - HAUTE IMMUNITE 

ESM 1600 B 

ESM 1602 B 

ESM 1607 G 

TDE1607 CM 

TDE1617CM 

TDE1637CM 

TDE1647CM 

SF.F 25306 

SF.F 25307 

SF.F 25308 

646 

TO-116 

TO-116 

CB-107 

CB-107 

CB-107 

CB-107 

CB-107 

CB-132 

CB-68 

CB-68 

Quad comparator - PNP output stages 
Quadruple comparateur • Etages de sortie PNP 

Quad comparator - Complementary transistors output stages 
Quadruple comparatsur - Etages de sorties 8 transistors compldmentaires 

Vcc=30Vmax 
Relay and 

Vee= 30V max lamp 
drivers 
Commande Vee =36V max 
de relais 
etde Vee= 30 V max 
lampes 

Vee= 45 V max 

MOS decoders/LED drivers 
Decodeurs MOS commande de 
diodes 818Ctroluminescentes 

10 = 500 mA max 

10 = 1000 mA max 

10 = 500 mA max 

(50 Vltp<10 ms) 10 = 600 mA max 

10 = 1000 mA max 

7 segments / 7 bits 

7 segments / 6 bits 

7 segments I 6 bits 

CB-68 

Page 
Page 

649 

649 

683 

695 

709 

717 

819 

827 

831 

839 

761 

761 

761 



CB-79 

Type 
Type 

T0-116 
ICB-21 

Packages 
so;tiers 

, .... 
(CB-11) -CB-98 

,_ 
!1/ T0-72 • . . CB-115 

ICB-41 

Description 
Description 

MOS ALARM DETECTION CIRCUITS 
CIRCUITS MOS POUR DETECTION D'ALARME 

SF.F 25301 eB-79 Dual detection single output 
Double centrale a sorties simples 

SF.F 25302 eB-79 Double driving detector 
Centrale iJ double commande 

SF.F 25303 eB-79 Pulse detection circuit 
Circuit pour d6tection d'impulsion 

SF.F 25309 TO-116 Ionisation smoke detector circuit 
Circuit pour dtitecteur de fumee a ionisation 

TIMERS 
TEMPORISA TE URS 

SF.F 25305 eB-79 MOS programmable relay timer 
Temporisateur programmable MOS pour re/ais 

TDB0555eM TO-99 

TDB0555 DP eB-98 Bipolar analogic timing circuit 
Temporisateur analogique bipolaire 

TDe0555 TO-99 

TDB2608 TO-116 Bipolar high voltage analogic timer 
TDE2608 Temporisateur analogique bipolaire 

PROXIMITY DETECTORS 
DETECTEURS DE PROXIMITE 

ESM 1601 TO-72 Vee internaly limited by "zener" diode 
limite par une diode "zener" interne 

TDE1064 eB-115 Same device in micro case 
Mdme circuit en micro boitier 

MISCELANEOUS 
DIVERS 

TDA1067 eB-79 Power regulation and triacs control 

TDA1067 N eB-135 
Regulation de puissance et commande de triacs 

--.....,~; . . 

.l CB-135 

Page 
Page 

723 

733 

741 

767 

751 I 
789 
789 

789 

797 
797 

703 

813 

773 

773 
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HIGH VOLTAGE HIGH IMMUNITY LOGIC 
LOG/QUE HAUTE TENSION A HAUTE IMMUNITE 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PR/NC/PALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Battier Gamme de temperature 

ambiante de fonctionnement 

Vee Input voltage 
(V) Tension d'entree 

ESM 381 

PHASE CELL 
CELLULE DE PHASE 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISO/RE 

Low level Input loading 
output current factor 
Courant de sortie Facteur_ de charge 

bas niveau rrentrse 

Min. Max. VILmax. VIHmin. 

All 

ESM 381 T0-116 -20°C, + 70°C 32 60 12V 17V ·3SmA ,nputs 1 
Toutes 
entretls 

General description Description genera/e 

The logic integrated circuit ESM 381 is a storage Le circuit inttJgre logique ESM 381 est une cellule memoir9 
cell especially designed to embody the events pro- spklaf(lfflent conr;ue pour la description du programme des 
gram in the asynchronous sequential systems. Each 6V8nBments dans /es systeffles Gequentie/s asynchrones. Cha-
step of the program is physically performed by a que phase du programme est materialisH par uM cellule 
storage cell. f'rremoire. 

The storage cell is activated when the sequential La csllule mtJmoire est enclenchH quand le systeme 
system is in the corresponding state, it is cleared 5equentiel est dans l'Btat qui lui correspond, elle est dklen-
when the system is in the next state. chff quand le systtHne est dans retat suivant. 

The phase cell ESM 381 includes a bistable flip La cellultJ de phase ESM 381 comprend une bsscule bistable 
flop with a three inputs AND GATE for the avBC un operateur ET /J 3 entr6n pour renclenchement et 
activation and with a three inputs OR GATE for avec un of)eiateur OU a 3 entrhs pour le ddclenchement qui 
the clear which has priority. The phase cells can be est prioritaire. On peut facilement enchatfler /es mtJmoires 
easily chained for the description of the events pour decrire le programme des dvfnements. 
program. 

LOGIC FUNCTION 
FONCTION LOG/DUE 

Q = (El . E2 .. E3 + Q + A) . E4. ES. E6 Negative logic 
Logique Mf/iJtive 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package T0-116 
Bortier 

Top view 
Vue dedeaus 

El E2 E3 A C 

E6 ES E4 O* 0 GND 

77-19 1118 
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ESM 381 

LIMITING VALUES 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Input voltage except A input 
Tension d'entrh sauf /'entl'H A 

A input voltage 
Tension d'entf'SB A 

High level output voltage 
Tension de sortie dtat haut 

Low level output current 
Courant de sortie Btat bas 

Power dissipation Tamb = 7ooe Dissipation de puissance 

Operating free-air temperature junction 
Gamme de tem,»rature jonction de fonctionnement 

Storage temperature 
Tsmp,jrature de stockage 

FUNCTIONAL TESTINGTABLE 
TABLE DE SEQUENCE FONCTIONNELLE 

INPUTS - ENTREES 

E1 I E2 I E3 I E4 I E5 

Initial condition A (note 1) 
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H 

L 

L 

H 

L 

H 

H 

H 

L 

L 

H H 

L H 

H L 

L L 

L L 

H H 

H H 

H H 

L L 

L L 

Condition initiate A 

H L 

H _L 

H L 

H L 

H L 

H L 

H H 

H L 

H L 

L L 

Vee 90 V 

V1 80 V 

VI 50 V 

VOH 50 V 

lo 150 mA 

ptot 0,9 w 

Toper - 20 oe 

+150 oe 

Tstg 
- 40 oe 

+150 oe 

OUTPUTS - SORTIES 

I E6 I A Q Q* 

H L 

L H H L 

L H H L 

L H H L 

L H H L 

L H L H 

L H L H 

"L H H L 

L L L H 

H L H L 

L H H L 
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ESM 381 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

BASIC UTILISATION DIAGRAM 
SCHEMA DE PRINCIPE D'UTILISATION 

Conditions C1 
Conditions 

' 
Automatic 

q,1 Automatique 

.__ E1 
~ E2 

E3 Q 

C2 C3 

q,2 q,3 

'-- E1 - E1 

E2 E2 

E3 Q E3 Q 

ESM 381 ESM 381 ESM381 

- E4 

~ E5 

.-- E6 

ffll 

q,2 can occur only if : 

- E4 

~ E5 

a•1 IE6 

' 
Act,ons of q, 1 
Actions de <J> 1 

-q,1 is completed, that is to say circuit q,1 is activated. 

- Carrying on condition C2 is signalled. 

a· 
- E4 

~ E5 
,__ 

Actions of ,t, 2 
Actions de <I> 2 

- E6 

When </>2 works out, that is to say q,2 is activated, in addition of proper effects of this phase 

- q,2 circuit clears q,1 to ensure that d,1 cannot start again even if C1 is wrongly signalled. 

- q,2 circuits enables q,3. 

On ne peut passer /J la phass q, 2 que si : 

- la pha,e <J> 1 a I~ "alisetl c'est-B·dire que le circuit <p 1 est enclench,. 

- la condition dB paursuittl C2 est pn§sente. 

Larsque la phase <I> 2 se nJalise c'est-/J-dire que le circuit <J> 2 r'enclenche, en plus des actions proprss 8 cette phase : 

a•1 

' 
Actions of d> 3 
Actions de rp 3 

- le circuit <I> 2 fait dklencher le circuit r/> 1 ce qui assure que la phase (/) 1 ne pourra III reproduire mime si par inadvenance la condition 
Ct est prl1t1nte 

- le circuit <I> 2 prlJpare le circuit <I> 3. 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Minimum high level input voltage 
Tension minimale d'entree permise a l'/Jtat haut 

Maximum low level input voltage 
Tension maximale d'entree permise 8 /'(Jtat bas 

Maximum low level output voltage 
Tension maximale garsntie en sortie a retat bas 

Minimum low level input current 
Courant minimal d'entree 8 /'(Jtat bas 

Minimum low level A input current 
Courant minimal d'entree A B retat bas 

Maximum low level input current 
Courant maximal d'entr(Je 8 l'/Jtat bas 

Maximum low level A input current 
Courant maximal de /'entriJe A /J retat bas 

Minimum input voltage, open circuit 
Tension d'entrl!e minimale en circuit ouvert 

Maximum input voltage, open circuit 
Tension d'entree maximale en circuit ouvert 

Minimum high level output voltage, 
open circuit 
Tension minimals de sortie a retat haut 
en circuit ouvert 

Q 

-
Q* 

ESM 381 

Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
Dans toute la gammede temperature ambiantede fonctionnement(sauf indications 
contraires). 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

17 V 

VIHmin 

10V 

12V 

VILmax 

5V 

VOLmax 1,6 V 

I ILmin 
1l(Lmir,/__ 

-0,5 mA 

I ILmin -50µA 
11/Lmin) 

:;,~:::1 -1,5mA 

I ILmax -1,2 mA 
1l(Lmax) 

VIOmin 22 V 

VIOmax 26 V 

22 V 

VOHmin 

22 V 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 
VERIFICATION 

Input except A 
Toute entree sauf A 

A input (note 2) 
Entr(Je A 

Vccmin 

Note 1 
Input except A 
Toute entree sauf A 

A input(note 2) 
EntreBA 

VCCmin 
IOL = 35mA 

Vccmin 
V1 = 0,5 V 

Vccmin 
VILmax= 5V 

Vccmax 
VI = 0,5V 

VCCmax 
V1 = 0,5V 

Vccmin 
11 = -20µA 

VCCmax 
11 = -20µA 

Vccmin 
V1 = 17 V 

lo = lOµA 

Vccmin 
V1 = 5V 

lo = l0µA 

FIG. 

1 
3b 
4a 

6a 

2 
3a 
4b 

5a 

2 
7 

-
3 
6a 

8a 

5a 

8a 

5b 

6b 
Bb 

Bb 

1 

4a 
5a 
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ESM 381 

NOTE 1 : Initial conditions definition. 
Initial conditions must be checked before test on each input. 

Initial condition A : Phase cell cleared. 
E1, E2, E3, E4, A : High level - E5, E6 : Low level. 
If Q is at low level put E5 or E6 at high level and then at low level after Q went at high level. 

Initial condition B : Phase cell activated. 
E1, E2, E3, E5, E6 : Low level - E4, A : High level. 
Q must be at low level. 

Ddfinition des conditions initiates. 
La vtJrification des conditions initiates doit 6tre faite avant l'essai sur chaque entnJe. 

Condition initiate A : Ce/lute de phase dklenchff. 
El, E2, E3, E4, A : Etat haut - E5, E6: Etat bas. 
verifier que la sortie Q est 8 /'dtat haut sinon appliquer /'dtat haut /J E5 ou E6 pour mettre Q a l'dtat haut, puis remettre 
E5 OU E6 B retat bas. 

Condition initiate B : Cellule de phase tmclenchle. 
Et, E2, E3, E5, E6: Etat bas - E4, A : Etat haut. 
Vf1rifier que la sortie Q est A l't!tat bas. 

NOTE 2 : "A" input does not work in the same way as other inputs, termed E. In Data sheet an unnamed input is 
always an E input. "A" input is not protected against over voltages. Its connection to mechanical control 
auxiliaries is dangerous. 
However it may be useful in close assembly of several circuits. 

L 'entr6e A n's pas le mime role que /es autres entmes appelffs E. Dans Jes caracteristiques t!lectriques, lorsque l'rmtree 
n'est p/ls prki5ee, ii s'agit des entrhs E. L 'en tree A n'est pas protd9'e contre /es surtensions et on ne peut la connecter sans 
risques aux auxiliaires de commandB I contacts. 
Elle peut tou'tefois ltre utile dans /'assemblage compact des differents circuits de cette logique. 

NOTE 3: By definition a circuit is protected against powerful eddy-signals when nodurablecharacteristicschangeand 
overall no destruction occurs after applying these signals. 

6/18 
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Usualy in industrial surroundings eddy-signals are made up with high voltage (over 200 volts) alternative 
wav.es on variable impedance (500 n to 10 k!1). 
Eddy-signal energy is divided amongst clamping diodes, circuit and power. 
Maximum energy determination is obtained by simulation. 

Un circuit est, par definition, immunise contre des signaux d'energie donnee quand, apres !'application de ces signaux, le 
circuit ne pfesente pas de changement de caracteristiques durable et a fortiori n'est pas detruit. 
Le signal parasite est habituellement compose dans l'environnement industriel d'une serie d'ondes alternatives de tension 
crlte elevile, supilrieure a 200 V, et d'impedance variable de 500 n a 10 kn. 
L ·energie du signal parasite se fepartit entre /es diodes d'ecrltage a la masse et au Vee le circuit lui-m6me et la source 
d'alimentation. 
La determination de renergie maximale est faite par simulation. 



· ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Maximum high level output current 
Courant de sortie maximal 8 /'/Jtat haut 

Q 

Output transistors breackdown voltage _ 
Tension de c/aquage des transistors de sortie 

Q* 

Maximum high level A input voltage 
Tension de l'entree A maximale a l'f!tat haut 

Supply current maximum per package 
Courant d'alimentation maximal par boJtier 

Maximum supply current 
Courant d'alimentation maximal 8 partir de V RG 

Maximum clamping diodes forward voltage 
to Vee 
Tension directe maximale des diodes de protection 
au Vee 

Maximum reverse input current 
Courant inverse maximal d'entr8e 

Maximum clamping diodes continuous 
reverse current to ground 
Courant inverse continu maximal des diodes 
de protection 8 la masse 

Maximum signal energy against which 
circuit is protected on E inputs 
Energie maximale des signaux contre lesque/s 
le circuit est immunise sur /es entrees E 

Maximum pulsed current to be applied 
on clamping diodes 
Courant impu/sionnel maximal applicable aux 
diodes de protection 

ESM 381 

Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
Dans ft?ute la gamme de temf)ersture ambiante de fonctionnement(sauf i"ndications 
contrs,res). 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

;oHmax 
O(Hmax) 

10µA 

Vo vO ;;.35 v 

VIHmax 40V 

15mA 

Iccmax 

20mA 

I' CCmax 15mA 

VFmax 1,2 V 

I Imax 3 mA 

IRmax 5µA 

50 mJ 

2A 

TEST CONDITIONS 
CONO/TIONS DE 
VERIFICATION 

Vccmin 
VoH = 20V 

V I = 12 V 

Vccmin 
IoH= 1 mA 

V1= 0,5 V 

Vccmin 
11 = 1 mA 

Vee = 60 V 

Vee = 90 V 

Vee= 24 v 

IF = 10mA 

Tamb= 25°c 

V1 = -0,4 V 

Tamb= 250c 

Vee= 90 v 
V1 = 75 V 

Tamb= 250c 

Tamb= 250c Note 3 

Tamb= 250c Note 4 

FIG. 

1 
4a 
5b 

1 

4b 
5b 

6c 

9 

9 

10 

11 

Be 

12 
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NOTE 4 : Two current pulses generators simulate eddy-signal. Applied on each input, one after another, one generator 
supply current to the circuit, the other sinks'it up. 

8/18 
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Le signal parasite est simule par deux g,JnBrateurr d'impulsions de courant que ran applique successivement II cheque en
tree, le premier fournit du courant au circuit, lt1 second absorbe le courant . 

7: .I .I T 

1=1 A t = 0,5 ms T=l00ms 

Timing and current absolute value are the same for each generator. For current sinking generator, current 
through clamping diodes is the generator current. 
Owing to integration a grounded collector PNP transistor is seen by current supplying generator in parallel 
with clamping diode to Vee-
A part of the current : 12 flows through this transistor, correspondent power dissipation occuring in the 
circuit. Other part of the current : 11 flows through power supply. 
Total energy dissipation for one pulse is : 

W= [1 vd+ 12( Vee+ vdD t 

Le diagrsmme de temps et la valeur absolue du courant sont identiquBS paur /es dsux gdnBrateurs. Dans le cas du gene
rateur qui absorbe du courant, la diode de protection est traversee par le mime courant que celui du gBnlrateur. 
Dans le cas du glnlrateur qui fournit lecourBnt, ii existe en psrallt1/esur la diode d'BCrltageau Vee,. du fsiide l'lntdgration, 
un transistor PNP dont le collecteur est B la ma,se. 
Ce transistor absorbe une partie du courant 12 et Is dissipation provoqulJe par le passage du coursnt 12 se fait entiBrement 
dans le circuit tandis que la majorid de renergie dissipee par le passage de l'autre partie du courant 11 s'effectue dam la 
source d'alimentation. 
L 'expressiornle J-tmergie totsle dissipH dans le circuit paur une impulsion s'lcrit dans ce css : 

W=~I Vd+l2/Vcc+ vd~' 

Vd 

For a certain injected current the lower the current 12, that is to say the lower the PNP current gain, the 
smaller the energy is dissipated in the circuit. Topology and Technologic process have been chosen to shor
ten this current gain. 

Pour un courant injectl donniJ, J'{Jnergis dissipee dans le circuit est d'autant plus faible que 12 est fsible, c'est-11-dire que le 
gain en courant du PNP est faible. La topologie et le processus technologique ant ete Btudies pour diminuer ce gain en 
courant. 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMJQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, low to high level 
output from E 
Temps de propagation iJ la croissance du signal 
de sortie de chaque E vers Q et Q * 

Propagation delay time, high to low level 
output from E 
Temps de propagation 8 la decroissance du 
signal de sortie de chaque E vers Q et O * 

Propagation delay time, low to high level 
output from E 
Temps de propagation a la d/Jcroissance du 
signal de sortie de chaque E vers Q et Q * 

Propagation delay time, high to low level 
output from E 
Temps de propagation 8 la d/Jcroissance du 
signal de sortie de chaque E vers Q et Q * 

lamb= 250c 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tPLH 

t*PLH 

tPHL 

t*PHL 

tPLH 

t*PLH 

tPHL 

t*PHL 

Vcc=4BV 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

CL = 5 nF 

RL = 1400!1 

CL = 5 nF 

RL = 1400!1 

C = 100 nF 

MIN. TYP. 

2,5 
ms 

2,5 
ms 

2,5 
ms 

2,5 
ms 

ESM 381 

MAX 

300 
µs 

300 
µs 

300 
µs 

300 
µs 

5,5 
ms 

5,5 
ms 

5,5 
ms 

5,5 
ms 

. FIG. 

13 a 

14 a 

15a 

13 b 

14 b 

15 b 
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TEST CIRCUITS 
MONTAGES DE TESTS 

E6 

E5 

IOH 
V OHo-...;::=='----IQ 

10/18 
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Initial_ condit_ion A (Note 1) 
Condition m1t1ale A 

Each input E1, E2, E3 is tested separately 
Chaque entree Et, E2, E3 est essayee 5eparement 

Figure 1 : V1Hmin' VoHmin· IoHmax· Vo 

2 
0 

3 

,._ ___ ____, E6 

~+--------lE5 
------<E4 

Initial condition B 
Condition initiale B 

(Note 1) 

a - Switch on 1 
Commutateur position 1 

b -Switch on 2, 3 
Commutateur position 2, 3 

Figure 3 : VI Lmax· VO Lmax 

VIHmin 

E6 

E5 

~-------lQ 

GND 

Initial condition A 
Condition initiate A 

(Note 1) 

Each input E1, E2, E3 is tested separately 
Chaque entree Et, E2, £3 est essayee separement 

Figure 2 : Vllmax' VOLmax 

--------, E6 

~+------<ES 

------<E4 

1oH - o• 

Initial condition B 
Condition initita/e B 

(Note 1) 

a - Switch on 1 
Commutateur position 1 

b -Switch on 2, 3 
Commutateur position 2, 3 

Figure 4 : VIHmin' VOHmin' IOHmax 

V1Lmax' Vo 



TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGES DE TESTS (suite/ 

IOH -a• 

Initial condition A (Note l) 
Condition initiate A 

a -Tested input at VILmax 
Entree essavee a V/Lmax 

b - Input at +0,5 V 
Entr8e a +o,5 V 

Figure 5 : Vllmax' I ILmin· V-OHmin 
I ILmax' IOHmax' Vo 

~----1E6 

.-----tE5 

,------ta 

Initial condition B 
Condition initiale 8 

VI issetto26 V 

(Note 1) 

Vt ert porte au potent/el 26 V 

Figure 7 : V Olmax 

ESM 381 

,--------tQ* 
11 

A-- VI 

Initial condition A 
• Condition initiate A 

(Note 1) 

a -Tested input at VIHmin 
Entreeessayee B VtHmin 

b - -20 µA is applied on input 
On applique -20 µA a l'entree 

c - + 1 mA is applied on input 
On app/ique + 1 mA a !'en tree 

Figure 6: VIHmin' VOLmax 

VIOmin' VIHmax 

<>--------1E6 

o--------tE5 
u--------1E4 

Ell------, 

E2 

a - Each input at +0,5 V 
Chaque entrtie a +o,5 V 

b - -20 µA is applied on input 
On app/ique -20 µA a l'entree 

c - -0,4 V is applied on input 
On app/ique -0,4 VB l'entnie 

E3 

Figures: I ILmin' IILmax' I Imax 

V1omin' V1omax 
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TEST CIRCUITS (Continued) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

l'F 

VF 

12/18 
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Vee 

~--_;-E-6---,... __ ~l'ee 
-----1E5 

-----1E4 

E1t----, 

E2t----• 

E31----.. 

Figure 9 : leernax 

El 

E2 

E3 

Figure 11 : VFrnax 

t,, 
v, 

E6 

E5 El 

E4 E2 

E3 

VRG - Vee 

1'ee 

Figure 10: l'eernax 

Vee 

E6 

E5 El 

E4 E2 

E3 

Figure 12: IRrnax 



TEST CIRCUITS (Continued) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

Outputs o-----,f---➔--------IQ* 
Sorties Q 

Initial condition A 
Condition initiale A 

E1,_ ____ __, 

E21-------l 

E31-------1 

C 

(Note 1) 

Before testing each of the three inputs E1, E2, E3 
Avant d'essayer chacune des trois entrees E1, E2, E3 

Input 
Entree 

24 V 

14V 

ov 

Q 14V 

Q* 14 V 

' 

Note 5: 

\ 

tPHL 

' 
\ 

t*PLH 

I 

I 

Generator characteristics (N t 5) 
Caracteristiques du {Jenerateur o e 

I 
- -

I 

Tr< 1 µs Tt < 1 µs tw = 25 ms t = 20 Hz 

Figure 13 : a· Switch on 1 
Commutateur position 1 

b · Switch on 2 
Commutateur position 2 

ESM 381 
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TEST CIRCUITS (Contiiwed) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

Rl 
Rl 

Outputs 
orties 

ell ell 
' " 

E5 E1 

E4 E2 

E3 
Q* 

Q 

e e 

~ 

~:~':~; (Note 5) Note 5 : Generator characteristics 

14/18 
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Input 
EntnJs 

Q 

a· 

24 V 

14V 

ov J 

I 

Caracttlristiques du 9'flerateur 

Tr<1µsTt<1µs ~=25ms f=20Hz 

~-

tPHl 

\ 

\ 
t*PlH 

I 

I 

Figure 14 : a• Switch on 1 
Commutsteur position 1 

b · Switch on 2 
Commutateur position 2 

\ 
-
\ 

tPlH 

I 
--
J 

t*PHl 

\ 
--

\ 



TEST CIRCUITS (Continued) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

Note 5 : Generator characteristics 
Caractdristiques du g(JMrateur 

Tr<1µs T1<1µs tw=25ms f=20Hz 

"o•SI~ Generator 
Gl/lerateur 

24V 

14V 

ov 

Q 14V 

a• 14V 

Outputs 
Sorties 

I 

J 

E6 

E5 

AL 
AL 

a• 
a 

ell ell 

tPLH 

I 

i 

.t* PHL 

l 

\ 

Figure 15 : a • Switch on 1 
Commutateur position 1 

b -Switch on 2 
Commutatear position 2 

l 

E1 

E2 

E3 

e 

~ 

\ 

tPHL 

' -~ 
\ 

t*PLH 

e 
rl 

I/ 
~ 

J 

ESM 381 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYPIQUES 

FOUR PHASES SINGLE CYCLE SEOUENSOR WITH LINEAR STRUCTURE 
SEQUENCE UR A QUATRE PHASES A CYCLE UNIQUE DE STRUCTURE LINEA/RE 

Conditions C1 C2 
Conditions • J 

Automatic 
Automatique q,1 q,2 q,3 

DC O 0------- ...- E1 -E1 -E1 

E2 ~ E2 ~ E2 

Cl E3 0 - E3 Q E3 

C3 C4 

q,4 

-E1 
~ E2 

Q E3 a--~ -00 
ESM 381 ESM 381 ESM 381 ESM 381 

- E4 

- E5 

~ E6 

~~ 

- E4 

- E5 

a· I E6 

Actions of q, 1 
Actions de <P 1 

- E4 

- E5 

a·- E6 

Actions of <P2 
Actions de ¢ 2 

- E4 

- E5 

0·1 -E6 

Actions of <P3 
Actions de <P 3 

a•,... 

Actions of q>4 
Actions de¢ 4 

Initial conditions "Cl" are so chosen that the whole process is in a defined state out of which starting cannot occur. 
"DC" push-button (cyclic starting) is consequently invalid during a cycle. 

C4 condition clears cJ:,4 otherwise process cannot be reset to initial conditions. 

During process, a quick stop preserving phases memory is achieved by acting directly on power devices control 
"RAZ" push-button erases phases memory. 

Les conditions initia/es CJ sont choisies de telle far;on que /'ensemble du processus soit dans une position definie hors de /aquelle le 
dtJmarrage est impossible. II s'ensuit que le bouton poussoir DC (depart cycle) est inof}erant pendant la duree du cycle. 

La condition C4 fait dt}c/encher le circuit rJ> 4 sinon le retour aux conditions initiates est impossible. 

Pour obtenir un arrtit immediat en cours de processus, sans perdre la mfimoire des phases, on agit directement sur la commande des 
dispositifs de puissance. Le bouton poussoir RAZ fait perdre la memoire des phases. 
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'-' 
e 

_.£! 
<( ~ 
Ee 
-:: 8 
~~ 
~~ "~ 
u ~ C:, 
C: 8 

0,75 

0,5 

0,25 

0 
0 

EACH E INPUT CURRENT 
COURANT DE CHAQUE ENTREE E 

Vee = 
Tamb = 

-

2 22 

Input voltage (V) 
Tension d'entree 

48V 
2s0 c 

-r\ 

23 

PINC CURRENT 
COURANT OE LA CONNEXION C 

0,4 
All inputs grounded 

24 

Toutes /es entf'ees a la masse 

0,3 

0,2 

0,1 

0 
0 

/J 7 
,71 lo.--

Tamp = ~0°C 

/J 'I I I 
Tam,b = ~5oc 

Ill. I I 

m T amb = -2ooc 

fl 
?J 

5 10 15 

Pin C voltage (V) 
Tension di la connexion C 

16 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

'-' 
.§ 0 

<( ~ 

E ~ -0,1 
~ u 

~~ ::, ~ -0,2 
"e u~ 
ci: a -0,3 

-0,4 

0,4 

~ 0,3 
s 
., e 
.2 ~ 
<O , 
> 0 ., u ~, 

0,2 
::, " 0~ 
~-l! 
.0 0 
<O ~ 

~-g ., ' 
~ ~ 

8~ 0,1 

0 

ESM 381 

PINC CURRENT 
CDURANT DE LA CONNEXION C 

/ 

VC = 8V -
Tamb = 250c 

' ' ' 
I I I 

All inputs grounded except 
E4 unconnected 
Toutes /es entrees iJ la masse 

13 

saut (4 en (•ir I 
,J 

14 15 16 
E5 Input voltage (V) 
Tension d'entree E5 

PINC CURRENT 
COURANT DE LA CONNEXION C 

I 

All inputs grounded except 
E4 unconnected 

17 

Toutes les entrees a la masse 
sauf E4 en /'air 

~ 

T - 70°C-~ 
1----- amb - , 

T +25°C-.I--
amb -

~ 

T amb -
-20oc./v 

0 5 10 

Pin C voltage (V) 
Tension de la connexion C 

\\ 
~ 
\~ 

' ' " ~\ 

15 20 
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1,5 

1,25 

0,25 

0 
0 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SATURA T/ON DE SORTIE 

,,, 

., _,, 

7 
/ 

V 
,/ 

10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

PROPAGATION OELAY TIME LOW TO HIGH 
LEVEL (FROM E5 TO Q) 
TEMPS DE PROPAGA T/ON A LA CROISSANCE 
DEE5 VERSO 

15 --------------All inputs grounded except 
E4 unconnected 
Toutes les entrties a la masse 
sauf E4 en /'air 

10 RL = 1400 n---"---'--'---1--

CL = 5 nF 

C = 100 nF 

-o 

18118 

666 

-20 0 20 40 

Temperature (°C) 
Temperature 

60 80 

> -~ 
Q) ·~ 
C> ~ 
"' 0 ~. 
0~ 
> 0 l·g 
~ ~ 
::, il 
0. 
C:. 

.2~ 

~ .~ ~· ~~ 

1,5 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SA TURATIDN DE SORTIE 

1,3 ---- 1oL =35mA 

1,1 

........... 
0,9 

0,7 

0,5 
-25 0 

-

I --~10,,,,.,. 
r-,..;.., 

25 50 
Temperature (°C) 
Temperature 

75 

PROPAGATION DELAY TIME HIGH TO LOW 
LEVEL (FROM ES TO Q) 
TEMPS DE PROPAGATION A LA DECROISSANCE 
DE E5 VERSO 

10 

L_~ 

/\_! 

~ 
i 
I 

I 

j 

i 

-10 
i I 

i i 
-20 0 

All inputs grounded except 
E4 unconnected 
routes Jes entrees a la masse-
sauf E4 en /'air 

RL= 14oon_+-

CL= 5 nF 

101nF-
~ 

C = 

V [",..II. 
i 

I ~ 
I 

I I 

I 

: ! 
20 40 

Temperature (°C) 
Temperature 

i 
i 

I 

~ 
i 

I i 
60 80 



HIGH VOLTAGE HIGH IMMUNITY LOGIC 
LOG/QUE HAUTE TENSION A HAUTE IMMUNITE 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PRINCIPALE5 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Boitier Gamme de temperature 

ambiante de fonctionnement 

Vee 
IV) 

Input voltage 
Tension d'entree 

ESM 382 

CONTROL GATE 
OPERATEUR DE COMMAND£ 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISO/RE 

Low level Input loading 
output current • factor 
Courant de sortie Facteur de charge 

bas niveau d'entree 

Min. Max. VILmax. VIHmin. 

All 

ESM 382 TO-116 -20°C, + 70°C 32 60 12 V 17 V 35mA 
inputs 

1 Toutes 
entrl!es 

General description Description genera/e 

The control gate ESM 382 is a logic function designed L 'operateur de commande ESM 382 comprend une fonction 

!or differents modes of operation in the asynchronc;,us logique con~ue pour /es differents modes de marche dans /es 
sequential systems : automatic, step by step, hand syst6mes se(luentiels asynchrones marche automatique, 
mode and adjustme~t. phase par phase, marche manuelle et re{J/age. 

Three inputs of the control gate ESM 382 can receive L 'operateur de comrnande ESM 382 a trois en trees prl!par/Jes 
signals from the phase cells ESM 381 in the automa- a recevoir des signaux de la ce/lule de phase ESM 381, U 
tic mode, one input can receive a signal from the presente une entr{Je pour /es signaux provenant de /'unite 
hand mode unit, two inputs from the locking system. -de marche manuelle et deux entrees pour /es signaux 
Another input performs the inhibition of the automa- provenant des systemes de verrou;ttage. Une autre entree sert 
tic mode. Then the integrated circuit handle all the pour /'inh;bftion_ de la marche automatique. Pu;s le circuit 
informations to control, if it is allowed, the devices ;ntfJgre traite toutes /es informations pour commander, si 
for operating like contactors, electric gate•valves, c'est permis, !es actionneurs tels que !es contacteurs, /es 
distributors. /Jlectrovannes et Jes distributeurs .... 

The control gate ESM 382 used in connection with L 'operateur de comrnande ESM 382 combine avec la cellule 
the phase cell ESM 381 allows to make complete de phase ESM 381 permet le traitement systfJmatique et 
and systematic the handling of safety locks in the comp/et des sfJcuritl!s dans /es syst8mes 5equent;e/s asynchro-
sequential systems. nes. 

LOGIC FUNCTION 
FONCTION LOGIOUE 

O= [(E1 + E2 + E3 + A). i:4+ E10J. E5. E6 Negative logic 
Logique negative 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package T0-116 (CB-2) 
Bo/tier 

Vee E1 E2 E3 A 

Top view 
Vue de dessus 

C 

E6 E5 E4 E10 Q* Q GND 

THOMSON-CSF 
ll!\IISONSEMCONOUCTBJRS 

~ 

77-20 1/16 
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LIMITING VALUES 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Input voltage except A input 
Tension d'entree sauf l'entrh A 

A input voltage 
Tension d'entretl A 

High level output voltage 
Tension de sortie etat haut 

Low level output current 
Courant de sortie Stat bas 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Operating free-air temperature junction 
Gamme de temperature jonction de fonctionnement 

Storage temperature 
Temf)erature de stockage 

FUNCTIONAL TABLE 
TABLE DE FONCTION 

Tamb = 7ooe 

INPUTS -ENTREES 

2/16 
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1:1 

H 

L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

E2 E3 

H H 

H H 

L H 

H L 

H H 

H H 

H H 

H H 

H H 

E4 E5 E6 

H L L 

H L L 

H L L 

H L L 

H L L 

L L L 

L L L 

L L H 

L H L 

Vee 90 V 

V1 80 V 

V1 50 V 

VOH 50 V 

lo 150 mA 

Ptot 0,9 w 

Toper 
- 20 oe 

+150 oe 

Tstg 
- 40 oe 

+150 oe 

OUTPUTS - SORTIES 

E10 A Q Q* 

H H H L 

H H L H 

H H L H 

H H L H 

H L L H 

H L H L 

L L L H 

L L H L 

L L H L 



Vee<>------<>------.--------------------------------------------,,--,r---, 
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n 
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kn 
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R22 
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kn 

R23 
60 
kn 

R25 
36 
kn 

028 029 

.--+--+---i ...._ > 

R26 
60 
kn 

111frr 03~ 

Ground 
Masse 

R24 
56 
kn 

R11 
25 
kn 

R27 R28 
56 56 
kn kn 

R17 

.~ 214 

ti 215 

:~216 

A13 
25 
kn 
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R16 
25 
kn 
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tr 
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kn 
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kn 

03 
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-
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Minimum high level input voltage 
Tension minimale d'entree permi,e ii retst haut 

Maximum low level input voltage 
Tension maximale d'entnJe permistJ /J l'tltat bas 

Maximum low level output voltage 
Tension maximale garantie en sonie B l'itat bal 

Minimum low level input current 
Courant minimal d'entree a /'Stat bas 

Minimum low level A input current 
Courant n:1inimal d'entrh A IJ l'Btat bas 

Maximum low level input current 
Courant maximal d'entree 8 l'Btat bas 

Maximum low level A input current 
Courant maximal de l'entree A IJ l'Btat bas 

Minimum input voltage, open circuit 
Tension d'entree rninimale en circuit ouvert 

Maximum input voltage, open circuit 
Tension d'entrde maximals en circuit ouvert 

Minimum ~igh level output voltage, 
open c1rcu1t 
Tension minimale de sortie IJ /'drat haut 
en circuit ouvert 

4/16 
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Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
Dans toute la gsmmede temp4reture ambiante ile fonctionnement(,auf indication, 
contraires}. 

SYMBOLS VALUES TEST CONDITIONS 
SYMBOLES VALEURS CONDITIONS DE FIG. 

VERIFICATION 

Input except A 1 
17 V Taute entf'ff sauf A 3b 

4a 
VIHmin 

10V A input (note 1) 
Sa EntrhA 

Vccmin 

Input except A 2 
12V Toute entl'H sauf A 3a 

4b 
VILmax 

5V A input (note 1) 6a 
Entr66A 

lv,=12\i 2 

Vccmin 
6a-

VoLmax 1,6V lv,=17\ IOL = 35m~ 4a 

vI =12, 4b 

I ILmin -0,5mA VcCmin 7 11/Lmin) v, = o,sv 

I ILmin -50µA 
VcCmin 

6a 
1HLmin) VILmax= 5V 

:;1~:::1 -1,5mA 
Vccmax 
v, = 0,5V 7 

I ILmax -1,2mA 
Vccmax 

11/Lmax) v, = 0,5V 6b 

V10min Vccmin 5b 
22 V 

11 = -20µA Sa 

V1omax 26V 
Vccmax 

Sa 
11 = -20µA 

Vccmin 
22 V v, = 17 V l 

lo = 10µA Sa 

VoHmin 

22 V 
VCCmin 

3 
lo = 10µA 



EUiCTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Maximum high level output current 
Q 

-Courant de sortie maximal a /'titat haut a· 

Q 

Output transistors breackdown voltage _ 
Tension de c/aquage des transistors de sortie 

Q* 

Maximum high level A input voltage 
Tension de l'entr/Je A maximale IJ retat haut 

Supply current maximum per package 
Courant d'alimentation maximal par bo1tier 

Maximum supply current 
Courant d'alimentation maximal a partir de V RG 

Maximum clamping diodes forward voltage 
to Vee 
Tension directe maximale des diodes de protection 
au Vee 

Maximum reverse input current 
Courant inverse maximal d'entree 

Maximum clamping diodes continuous 
reverse current to ground 
Courant inverse continu maximal des diodes 
de protection a la masse 

Maximum signal energy against which 
circuit is protected on E inputs 
Energie maximale des signaux contre /esquels 
le circuit est immunise sur /es entrees E 

Maximum pulsed current to be applied 
on clamping diodes 
Courant impulsionnel maximal applicable aux 
diodes de protection 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

:OHmax 
O(Hmax) 

10µA 

Vo vO ;;,35 v 

VIHmax 40 V 

15mA 

Iecmax 

20mA 

I' eemax 15mA . 
VFmax 1,2 V 

IImax 3 mA 

IRmax 5µA 

50 mJ 

2A 

ESM 382 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 
VERIFICATION 

VCCmin 
VoH = 20V 

V1= 12 V 

VcCmin 
loH= 1 mA 

V1= 0,5 V 

VCCmin 
11 = 1 mA 

Vee = 60 V 

Vee = 90 V 

Vee= 24 v 

IF = 10mA 

Tamb= 25°e 

VI = -0,4 V 

Tamb= 25oe 

Vee= gov 
V1 = 75 V 

Tamb= 25oe 

Tamb= 25oe (note 2) 

Tamb= 25oe (note 3) 

FIG. 

1 
~ 

3 

3 

1 

5c 

9 

9 

10 

11 

Bb 

12 
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DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, low to high level 
output from E 
Temps de propagation a la croissance du signal 
de sortie de chaque E vers Q et Q • 

Propagation delay time, high to low level 
output from E 
Temps de propagation ii la decroissance du 
signal de sortie de chsque E vers O et Q * 

Propagation delay time, low to high level 
output from E 
Temps de propagation A Is decroissance du 
signal de sortie de chaque E vers Q 11t Q * 

Propagation delay time, high to low level 
output from E 
Temps de propagation Ii la decroissance du 
signal de sortie de chaque E vers O et O * 

Tamb= 25°C 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tPLH 

t*PLH 

tPHL 

t*PHL 

tPLH 

t*PLH 

tPHL 

t*PHL . 

Vcc=48V 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE MIN. TYP. MAX. FIG. 

MESURE 

300 
µs 

13 a 

300 

CL= 5 nF µs 

RL = 1400 n 14 a 

300 
µs 

15 a 

300 
µs 

2,5 5,5 
ms ms 

13 b 

2,5 5,5 
CL = 5 nF ms ms 

RL=1400Sl 14b 

C = 100 nF 2,5 5,5 
ms ms 

15b 

2,5 5,5 
ms ms 

NOTE 1 : "A" input does not work in the same way as other inputs, termed E. In Data sheet an unnamed input is 
always an E input. "A" input is not protected against over voltages. Its connection to mechanical control 
auxiliaries is dangerous. 
However it may be useful in close assembly of several circuits. 

L 'entn!e A n'a pas le mime riJle que /es autres entlffs appellNn E. Dans les csracttJristiqulJI electriqus,, lorsque l'entfff 
n'est pas prkisle, ii s'agit des entrffs E. L 'entrH A n'est pas pro~ contre /es surtensions et on ne peut la connscter sans 
rlsques aux auxiliaires de cammande ii contacts. 
Elle peut tourefois ltre utile dans l'IISlflmblsge compact des difflJrents circuits de cette logique. 

NOT_E 2: By definition a circuit is protected against powerful eddy-signals when nodurablecharacteristicschangeand 
overall no destruction occurs after applying these signals. 
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Usualy in industrial surroundings eddy-signals are made up with high voltage (over 200 volts) alternative 
waves on variable impedance (500 n to 10 kn). 
Eddy-signal energy is divided amongst clamping diodes, circuit and power. 
Maximum energy determination is obtained by simulation. 

Un circuit est, par tMfinition, immunisl contn, des signaux d'8nergis donn4e quand, apTBS /'application de ces signaux, le 
circuit ne p!Wiente pas de changemsnt de caracteristiques durable et II fortiori n'est pas dstruit. 
Le signal parasite est habituellem11nt compod dans /'environnemsnt indu1triel d'uns #rie d'ondes alternatiw,s de tension 
crlte "••• wperieure II 200 V, et d'impedancs variable dB 500 n 8 10 kn. 
L •energie du signal parasite • rdpartit entrtl /es diodes d'krltage ii la maue et au V cc le circuit lui-mlme et la source 
d'alimentation. 
La determination de renergie maximale est faite par simulation. 



ESM382 

NOTE 3 : Two current pulses generators simulate eddy-signal. Applied on each input, one after another, one generator 
supply current to the circuit, the other sinks it up. 

Le signal parasite est simu/lJ par deux f/#1n8rateurs d'impulsions de courant que /'on applique successivement B chaque en· 
tree, le premier fournit du courant au circuit, le second absorbe le courant. 

7: .I .I 
L 

T 

1=1A t = 0,5 ms T=100ms 

Timing and current absolute value are the same for each generator. For current sinking generator, current 
through clamping diodes is the generator current. 
Owing to integration a grounded collector PNP transistor is seen by current supplying generator in parallel 
with clamping diode to Vee. 
A part of the current : 12 flows through this transistor, correspondent power dissipation occuring in the 
circuit. Other part of the current: 11 flows through power supply. 
Total energy dissipation for one pulse is: 

w = [1 vd+ 12( Vee+ vdD t 

Le diagramme de temps et la valeur absc-tue du courant sont identiques pour /es deux generateurs. Dans le cas du gene
rateur qui absorbe du courant, la diode de protection est travefSH par le mime courant que celui du gt§n#Jrateur. 
Dans le cas du g,JnlJrateur qui fournit lecourant, ii existB en paral/etesur la diode d'ecrltageau Vee, du faitde l'intd{Jration, 
un transistor PNP dont le co/lecteur est B la masse. 
Ce transistor absorbe une partie du courant 12 et la dissipation provoqul!e par le passage du courant 12 se fait enti6rement 
dans le circuit tandis que la majoritfJ de /'{mergie dissip/Je par le passage de l'autre partie du courant 11 s'effectue dans la 
source d'alimentation. 
L 'expression de ('6nergie totale dissip/Je dans /6 circuit pour une impulsio_n s'f!crit dans ce cas : 

W=~1 vd+t21Vcc+ vd~r 

Vd 

lnput~E .J!.. V Entree CC 

12! 

' 
For a certain injected current the lower the current 12, that is to say the lower the PNP current gain, the 
smaller the energy is dissipated in the circuit. Topology and Technologic process have been chosen to shor
ten this current gain. 

Pour un courant injecte donn(J, renergie dissi/Jf}e dans le circuit est d'autant plus faible que 12 est faib/e, c'est-il-dire que le 
gain en courant du PNP est faible. La topologie et le processus technologique ont f!tfJ 6tudif!s pour diminuer ce gain en 
courant. 

7/16 

673 



ESM 382 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES DE TESTS 

E6 
E5 E1---0 

E2 ~ E10 E3 v, 
VoH Q 

GND 

Figure 1 : VIHmin• VoHmin• IoHmax• Vo 
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•o.. _ __._ ____ -lE6 

------<ES 

E4 

1oH 0 • -

a - Switch on 1 and 2 
Commutateur position 1 et 2 

b -Switch on 3 
Commutateur position 3 

FigureJ: Vllmax• VOHmin• 

VIHmin• IoHmax' Vo 

E1=1 

Q* 

~--4----IQ 

GND 

Figure 2 : Vllmax• VoLmax 

'o---+-------IE6 
~------IE5 

-----1E4 

I E10 
_.Qb..Q* 

a - Switch on 1 and 2 
Commutateur position 1 et 2 

b - Switch on 3 
Commutateur position 3 

Figure 4 'V1Hmin• VoLmax 
Vllmax• . 

El 



TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGES DE TESTS (suite) 

I0H 
--► 

a - Tested input at VIHmin 
Entree essayee a VJHmin 

b - -20 µA is applied on input 
On applique -20 µA 8 rentree 

c - + 1 mA is applied on input 
On app!ique +1 mA 8 /'entree 

Figure 5 : VIHmin' VoHmin 

VIOmin 
VIHmax 

.o-------1E6 
o--------.E5 
o---------<E4 
,..._ ____ ___,E10 

E1'---
E2 

E3 

+0,5 V is applied on each input 
On applique +o,.5 VB chaque entree 

Figure 7 : I I Lmin' I I Lmax 

ESM 382 

-------'O* 

a -Tested input at VILmax 
Entree essayee a VJLmax 

b - +0,5 V is applied on input 
On applique +0,5 V 8 l'entree 

FigureB: Vllmax' I ILmin' 
I ILmaX' Volmax 

n---------<E6 

0--------4E5 
o---------lE4 
0---------lE10 

E11---~ 
E2 

E3 

a - -20 µA is applied on each input 
On app/ique -20 µA a chaque entree 

b - -0,4 V is applied on each input 
On app/ique -0,4 Va chaque entr/Je 

Figure 8 : VI Orn in' V IOmax 

I Imax 
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TEST CIRCUITS (Continued) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

VF 

10/16 
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r-----iE6 

-----tE5 

-----tE4 

----1E10 

E1t----~ 
E2t----,. 

E3t----• 

Figure 9 : lccmax 

IF - E6 

E5 
E4 
E10 1 

Each diode is tested separately 
Chaque diodtJ est essa)'ff Beparement 

Figure 11 : VFmax 

1cc 

v, 

~-----tE6 

-----iE5 
-----iE4 

1-------tE10 

E1t----~ 

E2t----• 

Figure 10 : I' CCmax 

E6 
E5 

E4 

E10 E3 

Figure 12: IRmax 

Vee 



TEST CIRCUITS (Continued) 
MON'TAGES DE TESTS (Suite) 

Outputs 
Sorties 

24 V 

14V 

OV 

0 14V 

I 

I 

tPLH 

I 

I 

E11--------~ 

E21---------1 
E3t--------~ 

C 

' -
\ 

tPHL 

ESM382 

t Pulse generator 
Generateur d'impulsions 
(Note 4) 

' --
\ 

t*PHL t*PLH 

Q* 14V ' 
\ 

(Note 4) Generator characteristics 
Caracteristiques du genersteur 
Tr<1µs T1<1µs tw=25ms f=20Hz 

Figure 13 : a - Switch on 1 
Commutateur position 1 

b -Switch on 2 
Commutateur position 2 

I 
-

J 
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TEST CIRCUITS (Contirued) 
MONTAGES DE TESTS (Suite) 

Outputsu-,---------+----+---
orties 

~:i':.t'!~; (Note 4) 

E6 

a• 

E1 

E2 

E3 

C C 

~ 

!Note 4 : Generator characteristics 
Csractdristiques du 9'Mrateur 

Tr<1µsTt<1µs \,=25ms f=20Hz 
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Input 
Entree 

24V 

14V 

ov 

Q 14V 

Q* 14V 

I 

J 

1 

tPHL 

' 
\ 

t*PLH 

I 

' Figure 14: a - Switch on 1 
Commutateur pasition 1 

b - Switch on 2 
Commutate1Jr pasitian 2 

-
\ 

tPLH 

I 
--
J 

t*PHL 

' --
\ 



TEST CIRCUITS (Continued) 
MONTAGES OE TESTS (Suite) 

Note 4 : Generator characteristics 
· Csr~ristiques du ~n4rateur 

Tr<1µs Tf<1µs lw=25ms f=20Hz 

Generator (Note 41, ,._J 
GdndrateUr 7 

Outputs 

Rl 
Rl 

E6 

E5 

E4 

E10 
a• 

Sorties n..--1---------1----1-- Q 

24V 

14V 

OV 

Q 14V 

Q* 14V 

I 

J 

ell ell 

w 

tPlH 

I/ 

J 

t*PHl 

l 

\ 

Figure 15: a -Switch on 1 
Commutateur position 1 

b -Switch on 2 
Commutatear position 2 

' 

E1 

E2 

E3 

e 

-
\ 

tPHl 

' - ~ 

\ 

t*PlH 

e 

rl 

l 
-~ 
J 

ESM 382 
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ESM382 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS "(YP/QUES 

OPERATION MODE 
MODES DE MARCHE 

A 

R 
0----.. 

M 

0 
X 

y 

Checking phases 
Phases de rig/age 

M: Manual 
Manuel 

R: Checking 
R~lage 

V: Locking 
Verrouillage 

Going on system 
with ESM 381 
and ESM 383 

Poursuite reB/isable 
avecESM381 

otESM383 

lnh A 

A : Automatic 
Automatique 

lnh A : Automatic inhibited 
Inhibition automatique 

Sequensor 
S,quenceur 

E2 cl>. x E2 cl> y E2 

Q Q 

ESM 381 ESM 381 

E1 

~-----1 E4 I a· 
,__ __ ___,,..__...,El0ESM 382 

E5 
1/2 ESM 383 

E6 
V 

lnhA 

E1 

-----,E4 II 
1---------El0 ESM 382 

V 
E5 

E6 

Q 

Devices for operating 
Actionneurs 

During automatic work ESM 382 circuits are controled by the sequensor, which is monitored by going on system. 

During adjustment automatic work is inhibited, for a given phase</>x, by acting on going on system and on control 
operator I. 

Input E10, drived by the push-button R, control CONTROL GATE I 

During manual work, going on system is completly inhibited by push-button M through CONTROL GATE II. 

These three working modes can occur only if looking system is activated. 

En automatique, /es onlres rer;us par /es circuits ESM 382 proviennent du dquenceur, pilo'te par,,, systt}me de poursuite. 

En marche rdglage., /'inhibition de la marchs automatique se realise pour une phase donnee cj,x par action sur le systeme de poursuite 
et sur l'of)erstflur de commande I. 

Ce dernier ~it l'ordre par une autre entrH E10 ii /'aide du bouton-poussoir R. 

En marche manuelle, le systtJme de po11rsuite est totalement inhitJ, et l'ordre est donnB pour 1'0P4rateur II par le bouton-poussoir M. 

Ces trois modes de marche ne psuvent ltre nlaliS8s que si le sysUime de verroui/lage est enc/ench6. 
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0 

0,4 

0,3 

CJ 0,2 
0 
0 

~~ n -o 
~u 
&;.!!! 
t:~ 0,1 
g~ 
u~ 
C: ~ 

c:8 

0 

0 

EACH E INPUT CURRENT 
COURANT OE CHAOUE ENTREE E 

vcc = 48V 
T = amb 25°C 

-

2 22 
Input voltage ( V) 
Tension d'entr/Je 

-f\ 

23 24 

PINC CURRENT 
COURANT OE LA CONNEXION C 

All inputs grounded except 
E5 unconnected 
Toutes /es entrees 8 la masse 
sauf E5 en /'air 

fl I r/J II--- Tamb = 700c 
I I 

l 'j I I 
T = 25°C am1b 1 

Ill I I 

w Tamb = -2ooc 

/21/ ., 

0 5 10 15 16 

Pin C voltage (Vlonnection voltage) (V) 
Tension de la connexion C 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

-0,4 

0,4 

:? 0,3 
.§. 

0 

ESM 382 

PINC CURRENT 
COURANT DE LA CONNEXION C 

r 
I 

Ve = 8V -
T = amb 25°C 

I I I 
I I I 

All inputs grounded 
Toutes /es entrees a la masse 

13 

I I 
j 

14 15 16 

E5 Input voltage (V) 
Tension d'entfee E5 

PINC CURRENT 
COURANT DE LA CONNEXION C 

I 

All inputs grounded 
t-----if------i- Toutes les entrees a ta masse 

17 

0 5 10 15 20 

Pin C voltage (Vl:onnection voltage) (V) 
Tension de la connexion C 
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1,5 

1,25 

0,25 

0 

15 

~ 10 
a, C 

2'·.!! 

~f 5 
.5 .. 
~ .. 
>"' ~t 
~I! 0 
.!2i 
l;;c 
H 
8-·~ 
~~ -5 

-o 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

., 

0 

,,, 

/ 
/ 

/ 
V 

10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

PROPAGATION DELAY TIME LOW TO HIGH 
LEVEL (FROM E5 TO 01 
TEMPS DE PROPAGA T/ON A LA CROISSANCE 
DEE5 VERSO 

All inputs grounded 
TouttJs /es entrees /J la masse 

- -RL= 1400n -
_CL= 5 nF J -

C = 100nF / 
/ 

/ 
/" 

_,,,,.. .,,.... 

-20 0 20 40 60 80 
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Temperature (°C) 
Temperature 

> - .. a,·~ 

!2 
o-!l 
> C 

l·g 
~~ 
"i! 0 .. 
C -.S!~ 
1a a a·t 
c}l~ 

1,5 

1,3 

1,1 

0,9 

0,7 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

----- 1OL =35mA 

-

....._ 
I .._ 

~10,,,A --:... 

0,5 
-25 0 25 50 75 

Temperature (°C) 
Tem"'ratun, 

PROPAGATION DELAY TIME HIGH TO LOW 
LEVEL (FROM E5 TO 01 
TEMPS DE PROPAGATION A LA DECROISSANCE 
OEE5 VERSO 

10 

'-.... --

-10 

-20 0 

All inputs grounded 
Toutes les entrees iJ la masse 

RL= 1400n_ 

CL= 5 nF 
-

C = 100nF 

.- ' ... ", 

20 40 

Temperature (°C) 
Templrature 

' 
60 

-

-

80 



HIGH VOLTAGE AND HIGH IMMUNITY LOGIC 
LOG/QUE A HAUTE TENSION ET HAUTE IMMUNITE 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PR/NC/PALES 

Operating free-air 

Type Package temperature range 
Battier Gamme de temperature 

ambiante de fonctionnement 

Vee 
(V) 

ESM 383 

DUAL 3 INPUT AND-NAND GATE 
DOUBLE OPERATEUR ET-NON-ET A 3 ENTREES 

Input voltage 
Tension d'entree 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISO/RE 

Low level Input loading 
output current factor 
Courant de sortie Facteur de charge 

/JPS niveeu d'entree 

Min. Max. VILmax. VIHmin. 

All 

ESM 383 T0-116 -20°C ' + 70°C 32 60 12 V 17 V 35mA inputs 
1 toutes 

General description 

ESM 383 is a dual AND,J;i,.ND gate often joined to 
ESM 381 and 382 integrated circuits. General charac
teristics are common. 

These circuits are intended for automatims in which 
man\! inputs are needed by few logic gate. They are 
fitted to sets in which data processing needs an opera
ting frequency below 200 Hz. 

Inputs can be connected to switching control auxilia· 
ries (position switches, push-buttons, selectors) or to 
relays. For they are very well protected against power
ful over voltages and inputs are of current sink logic. 
From that proceeds the chaise of logic pattern : 
NEGATIVE LOGIC. 

"Cut wire" safety, of prime importance in industrial 
sets is ensured by these two characteristics. 

Each circuit complementary outputs, with a far out 
of 10 allow to make a "wired or". 

LOGIC FUNCTION 
FONCTION LOGIOUE 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Bof'tier 

T0-116 (CB-2) 

0= Ell. E12. E13 

0*1=01 

Vee Ell E12 E13 

E21 E22 E23 

entrees 

Description generate 

Le circuit integre ESM 383 est un double operateur trequem
ment associe aux circuits integres ESM 381 et 382 dont Jes 
proprietes genera/es sont communes. 

Ces circuits sont destines aux systemes d'automatismes qui 
necessitent un nombre d'operateurs logiques faibles vis iJ vis 
du nombre d'entrees. /Is sont adaptes aux ensembles dont la 
frequence de fonctionnement 200 Hz suffit pour le traitement 
des donnees numeriques. 

Les entrees peuvent 6tre directement connectees aux auxili
aires de commandes 8 contacts (interrupteurs de position, 
boutons poussoirs, stilecteurs) ainsi qu'aux relais. Car el/es 
sont particulif!rement bien protegees contre Jes surtensions 
qui possf!de une energie importante et la logique Ai l'entnie 
est a extraction de courant. Cette dernil!re proprilJte a fixe le 
choix du type de la logique: LOGIOUE NEGATIVE. 

L 'association des deux propri/Jtes assure en effet la securite 
du fil couplJ ce qui est essentiel dans /es 6quipements in
dustrie/s. 

Les sorties comptementaires de chaque circuit prlJsentent une 
sortance de 10 et permettent la nialisation du "OU CABLE". 

0·1 

Negative logic 
Logique ne(Jative 

Top view 
Vue de dessus 

0*2 02 GND 

77-19 1/11 

683 

I 



ESM 383 

LIMITING VALUES 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Supply voltage 
Tension d'afimentation 

Input voltage 
Tension d'entree 

High level output voltage 
Tension de sortie etat haut 

Low level output current 
Courant de sortie etat bas 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Operating free·air temperature junction 
Ganrne de temperature jonction de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance thermique (jonction-ambiante) 

2/11 
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T = 70cc amb 

Rth(j-a) 

Vee 90 V 

V1 80 V 

VOH 50 V 

lo 150 mA 

ptot 0,9 w 

Toper - 20 cc 

+150 cc 

Tstg 
- 40 cc 

+150 cc 

75 Typ. cc/W 



vee 

Vreg 

R6 R7 R8 
600 600 600 
n n n 

T10 T11 T12 

D9 

R11 
10 kn 

25 

D5 D4 D3 D6 D7 DB 

26 

R12 
E11 16 

R9 kn 
25 kn 

E12 

T14 
E13 

D12 D13 D14 R10 R13 

56 kn 4,1 kn 

01 -

R14 R17 
43 kn 43 kn 

T9 

R15 
11 
kn 

T16 

T19 

T17 

R16 
4 kn 

0*1 

vee 

R1 
15 kn 

R2 
15 kn 

21 

vreg 

R3 
16 kn 

22 

23 

24 

R5 
15 kn 

"'(J) 

2~ 
~m 
l> s: 
n, )> 
,-. -I 
n, -() n 
:il 
0 
~ 

m 
(J) 

s: 
w 
el 



ESM 383 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Minimum high level input voltage 
Tension minimale d'entl'H permise B 1'6tat haut 

Maximum low level input voltage 
Tension maximals d'entrefl permise B retat bas 

Maximum low level output voltage 
Tension maximale garsntie en sortie 8 /'Stat bas 

Minimum low level input current 
Courant minimal d'entrh B 1'6tat bas 

Maximum low level input current 
Courant maximal d',mtree B retat bas 

Minimum input voltage, open circuit 
Tension d'entnie rninimale en circuit ouvert 

Maximum input voltage, open circuit 
Tension d'entree maximals en circuit ouvt1rt 

Minimum high level output voltage, 
open circuit 
Tension minimale de sortie a l'dtat haut 
en circuit ouvert 

Maximum high level output current 
Courant de sortie maximal a retat haut 
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Over operating free-air temperature range (unless otherwise specified). 
Dans toute la gammede temperature ambiante ile fonctionnermmt(sauf indications 
contrsires}. 

SYMBOLS VALUES TEST CONDITIONS 
SYMBOLES VALEURS CONDITIONS DE FIG. 

VERIFICATION 

VIHmin 17V Vccmin 1 

V1Lmax 12V Vccmin 2a 

Vccmin 
IOL = 35mA 2a 

VI = 12V 

VoLmax 1;6V 

Vccmin 
loL = 35mA 1 
V1 = 17V 

:ILmin ---0,5mA VCCmin 
l(Lmin/ V1Lmax= 12V 

2a 

::~:=/ -1,5mA Vccmax 
V I = 0,5V 3 

' Vccmin 
V1omin 22 V 

11 = -20µA 4 

V1omax 26 V 
Vccmax 
11 = -20µA 4 

VcCmin 
V1 = 0,5V 3 

lo = 10µA 

VoHmin 22 V 

Vccmin 
11 = -20µA 4 

lo = 10µA 

3 

:~,~::1 10µA Vccmin 
VoH= 20V 

.__ 

4 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Q 

Output transistors breackdown voltage _ 
Tension de c/aquage des transistors de sortie 

o* 

Supply current maximum per package 
Courant d'alimentation maximal par bo1tier 

Maximum supply current 
Courant d'alimentation maximal Ai partir de V RG 

Maximum clamping diodes forward voltage 
to Vee 
Tension directe maximale des diodes de protection 
au Vee 

Maximum reverse input current 
Courant inverse maximal d'entree 

Maximum clamping diodes continuous 
reverse current to ground 
Courant inverse continu maximal des diodes 
de protection 8 la masse 

Maximum signal energy against which 
circuit is protected on E inputs 
£nergie maxima/e des signaux contre tesquels 
le circuit est immunise sur /es entrees E 

Maximum pulsed current to be applied 
on clamping diodes 
Courant impulsionnel maximal applicable aux 
diodes de protection 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

Vo v0 ;;,,35 v 

14mA 

Iccmax 

20mA 

l'ccmax 14mA 

VFmax 1,2 V 

I Imax 3mA 

IRmax 5µA 

50 mJ 

2A 

ESM 383 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 
VERIFICATION 

V1= 17 V 

VCCmin 
IoH= 1 mA 

11 =-20µA 

Vee = 60 V 

Vee = 90 V 

Vee= 24 v 

IF = 10mA 

Tamb= 25°C 

V1 = -0,4 V 

Tamb= 25cc 

' Vcc=90V 

V1 = 75 V 

Tamb= 25°C 

Tamb= 25°C Note 1 

Tamb= 25°C Note 2 

FIG. 

3 

4 

5 

5 

6 

7 

2b 

8 
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ESM 383 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Propagation delay time, low to high level 
output from E 
Temps de propagation a la croissance du signal 
de sortie de chaque E vers Q et Q * 

Propagation delay time, high to low level 
output from E 
Temps de propagation iJ la df!croissance du 
signal de sortie de chaque Evers Q et Q* 

Tamb = 250c 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tPLH 

t*PLH 

tPHL 

t*PHL 

Vee= 4BV 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE MIN. TYP. MAX. FIG. 

MESURE 

300 
µs 

9 

300 

CL = 5 nF µs 

RL = 1400 n 
300 
µs 

9 

300 
µs 

NOTE 1 By definition a circuit is protected against powerful eddy-signals when no durable characteristics change and 
overall no destruction occurs after applying these signals. 

6/11 
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Usualy in industrial surroundings eddy-signals are made up with high voltage (over 200 volts) alternative 
waves on variable impedance (500 rl to 10 krl). 
Eddy-signal energy is divided amongst clamping diodes, circuit and power. 
Maximum energy determination is obtained by simulation. 

Un circuit est, ,:.ar definition, immunise contre des signa'ux d'(Jnergie donnee quand, apres /'application de ces signaux, le 
circuit ne presente pas de changement de caracteristiques durable et 8 fortiori n'est pas detruit. 
Le signal parasite est habitue/lement compose dans /'environnement industriel d'une slJrie d'ondes alternatives de tension 
crete eJevee, supflrieure 8 200 V, et d'impedance variable de 500 .n /J 10 kn. 
L 't§nergie du signal parasite se repartit entre /es diodes d't§cr/Jtage a la masse et au V cc le circuit lui-m/Jme et la source 
d'alimentation. 
La determination de renergie maximale est faite par simulation. 



ESM 383 

NOTE 2 : Two current pulses generators simulate eddy-signal. Applied on each input, one after another, one generator 
supply current to the circuit, the other sinks it up. 

Le signal parasite est simu/e par deux generateurs d'impulsions de courant que /'on applique successivement II chaque en
tree, le premier fournit du courant au circuit, le sscond absorbs le courant. 

7: .I T .I 
L 

I= 1 A t = 0,5 ms T=100ms 

Timing and current absolute value are the same for each generator. For current sinking generator, current 
through clamping diodes is the generator current. 
Owing to integration a grounded collector PNP transistor is seen by current supplying generator in parallel 
with clamping diode to Vee-
A part of the current : 12 flows through this transistor, correspondent power dissipation occuring in the 
circuit. Other part of the current: 11 flows through power supply. 
Total energy dissipation for one pulse is : 

W= [1 vd+ 121vcc+vdD t 

Le diagramme de temps et la valeur absolue du courant IOnt identiques pour /es deux g4Mrateurs. Dans le cas du g,jm!
rateur qui sbsorbe du coursnt, la diode de protection est traverses par le mime courant que cslui du glMrateur. 
Dans le cas du ginBrateur qui fourrtit le coursnt, ii exi1te en para/file sur la diode d'BcrltBge au V CC, du fair de /'intt!gration, 
un transistor PNP dont le collecteur est ii la masse. 
Ce transistor absorbe une partie du courant 12 et la dissipation provoqude par le passage du courant 12 se fait ent/jrement 
dans le circuit tandis que la majorite de l'ef1ergie dissiple par le passage de /'autre partie du courant 11 s'effectue dans la 
source d'alimentation. 
L 'expression de l'dnergie totale dissi/)ee dans le circuit pour une impulsion s'krit dans ce css : 

W=~t vd + 121vcc + vd~, 

Vd 

lnput~E ...,.!.!,,... V Entree CC 

12! 

' 
For a certain injected current the lower the current 12, that is to say the lower the PNP current gain, the 
smaller the energy is dissipated in the circuit. Topology and Technologic process have been chosen to shor
ten this current gain. 

Pour un courant injecte donne, l'dnergie dissipetl dans le circuit est d'autant plus faible que 12 est fsible, c'est-B-dire que le 
gain en courant du PNP est faible. La topa/ogie et le processus tech11ologique ont fife dtudMs pour diminuer ce gain en 
courant. 
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ESM 383 

TEST CIRCUITS 
MONTAGE DE TESTS 

8/11 
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V1 

Q 

& 

Each input is tested separately 
Chaque entree est contrOtee separement 

Figure 1 : VIHmin· VoLmax 

Vee 

11 - Q 

& 
IOH 

a· -

Each input is tested separately 
Chaque entree est contrO/fNJ sepatement 

FigureJ: I ILmax• VOHmin 
IoHmax' Vo 

VoH 

Vee 

11 
vi- Q 

10, 

VI 

& 

a· 

Each input is tested separately 
Chaque entree est contr6/6s sepaf'6ment 

a · Tested input at V I Lmax 
Entree contr6lee iJ V/Lmax 

b · -0.4 Vis applied on input 
On applique -0,4 Va l'entree 

Figure 2: ILmin• VoLmax• I Imax 

Vee 

11 - Q ~ VoH 

& 

a• 

Each input is tested separately 
Chaque entrle est contr6/de sAparement 

Figure 4 : VoHmin• V IOmin• V IOmax 
IoHmax· Vo 



TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGE OE TESTS (suite) 

Vee 

leel 
14 

Q 

7 a· 

Two operators are tested simultaneously 
Les deux opl!rateurs sont contr6/lis simu/tanement 

Figure 5 : leemax 

7 

Each diode is tested separately 
Chaque diode est contrOI/Je s/Jparement 

Figure 7: VFmax 

ESM 383 

Vee 

l'ee i 
10 

Q 

7 a· 

Two operators are tested simultaneously 
Les deux operateurs sont testes simultanement 

Figure 6 : I' eemax 

Each input is tested separately 
Chaque entree est contr6lt§e s/Jpartiment 

Figure 8: IRmax 
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ESM 383 

TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGE DE TESTS (suite) 

Input 
Entr/Je 

Pulse generator 
Generateur d'impulsion 
(Note 3) 

~ 

Output Q* 14 V-------------'k--
Sortie Q* 

14 

Note 3 : Generator characteristics 
Caracteristiques du {lenerateur 

Ql--------+----o 

Q*D----+--__.----o 

t, < 1 µs tf < 1 µs tw = 25 ms f = 20 Hz 

10/11 

692 

Figure 9 

Outputs 
Sorties 



5 

0 
0 

ESM 383 

EACH E INPUT CURRENT 
COURANT OE CHAQUE ENTREE E 

vcc = 48 V 

Tamb = 25°c 

- ~ 

" 

2 22 

Input voltage (V) 
Tension d'entree 

23 

1,5 

1,25 

0,25 

0 
24 0 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

~,, 

/ 
V 

L 
V 

, 

10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

1,5 

--
........... 

0,7 

0,5 
-25 0 

'oL ~ 35mA 
. 

~ '01. "' 10 
~ n,4 r--

25 50 
Temperature (°C) 
Temperature 

75 
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ESM 16008 

INTERFACE CIRCUIT - QUADRUPLE COMPARATOR 
CIRCUIT D'INTERFACE - QUADRUPLE COMPARATEUR 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PREL/MlivAIRE 

p 

Type Package temperature junction Storage temperature Vee VID V1 1Omax (W) 
Boitier Gamme de temperature Temperature de stockage (V) (V) (V) (mA) 

MAX jonction de fonctionnement 

E ~ ~i -g ~ 

ESM 1600 B TO-116 -40°C, +150°C -40°C, +150°C 45 45 
-0,7 ].~ 1:! 
+45 

.. >~ >~ 

Rth(j-a) = 75°C/W 

General description 

Circuit ESM 1600 B is a quadruple comparator to be 
used as interface circuit between signal processing and 
transmitting lines in very noisy industrial surroun• 
dings. 

Output of each comparator, used as line drivers, sup
plies a constant current (PNP output stage) and is 
specially well-protected against powerful over voltages. 
Open rollector circuit output allows to connect seve
ral comparators to one transmitting line. 

ESM 1600 B circuit can work as receiver on a line 
transmitting noisy high voltage signals, hysteresis 
effect, internally realized on each input of each com
parator provides good noise immunity. Each input is 
also protected against overvoltages. 

ESM 1600 B can work in a wide supply voltage range 
(standard operational amplifiers ± 15 V supply or sin
gle + 12 or 24 V supply used in industrial electronic 
sets). 

Moreover internal thermal protection cuts out output 
current of the four comparators when power dissipa
tion becomes excessive. 

THOMSON·CSF 
DMSION SEMICONDUCTEI.JRS 

~ 

~-~ ~ -~ 
~~ C: •• 

ai·'!:! 
~ ,§ t: .§ - _, - _, 

Description generate 

Le circuit ESM 1600 Best un quadruple comparateur desti
ne a assurer /'interface entre le traitement des signaux et /es 
lignes de transmission soumises a un environnement indus
triel tre& perturbe. 

En tant que transmetteur de ligne, la sortie du comparateur 
qui delivre un courant constant - t§tage de sortie forme d'un 
PNP - est particu/iiJrement bien prot6gee contre /es surten
sions qui poss/Jdent une energie importante. La sortie du 
circuit est a co/fecteur ouvert ce qui permet l'interconnexion 
de plusieurs comparateurs sur une m~me /igne de trans
mission. 

Le circuit ESM 1600 B fait fonction de recepteur de ligne 
pour une ligne qui transmet des signaux de tension e1evee 
entaches de bruit. Les quatre comparateurs presentent un 
effet d'hysteresis qui assure une bonne immunite au bruit. 
L'effet d'hysteresis est realise a l'intt!rieur du circuit sur 
chaque entree, ce qui offre une grande souplesse d'emploi. 
Chaque entree est eflalement prote{Jee contre /es surten
sions. 

Ce circuit fonctionne dans une large gamme de tensions 
d'alimentation depuis la tension standard± 15 V des ampli· 
ficateurs operationnels jusqu'B ta tension unique + 12 V ou 
+ 24 V utilises dans !es systemes etectroniques industriels. 

En plus, ii est dote d'une protection thermique qui annufe 
/es courants de sortie des 4 comparateurs si la dissipation 
devient excessive. 
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ESM 1600.B· 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package TO-116 (CB-2) 
Boitier 

Schematic 
Schema electrique 

----1-------------<1---------o 
Common supply 
and thermal pro
tection 
Alimentation 

~i;:,::':'fie~~~:.·J 1-j.;...-1--1-----IC---f 

2/8 
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1/4 Circuit 

25 
n 

Vee 

Output 3 
Sortie 3 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principa/es 

Minimum hysteresis voltage at each input 
0,3 V 
Output current : 15 mA 
Large supply voltage range+ 10 V to +35 V 
Internal thermal protection 
Input and output clamping protection 
diodes 

- Tension minimum d'hysteresis sur chaque entree 
0,3 V 

- Courant de sortie : 15 mA 
- Large gamme de tension d'a/imentation +10 V 

a +35 V 
- Protection thermique interne 
- Entree's et sorties prottJgl!es par des diodes 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYPIQUES 

DTL, TTL, MOS signals on a transmitting line conversion 
Conversion• des signaux DTL, TTL, MOS sur une figne de transmission 

& +15V 
90 Kr! 

Line & ,_ ___ _,_ ____ _._ 1/4 Ligne 

o------1....=..J ESM 16001>----• 
-----1+ 

-15V 

190 Kr! 

Very noise high level signal reception 
Reception de signaux haut niveau fortement perturbes 

24V 

120 kr! 

}:-J;,~---... ---1~0=0=K:J-S1---l------l 

33 Kr! 

30 V 

Line 
Ligne 

ESM 1600 B 
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ESM 1600 B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entrle 

Input control voltage 
Tension d'entree de commancJe 

Input bias current 
Courant de polarisation d'enttee 

Short-circuit output current 
Courant de 1ortie en court-circuit 

Output saturation voltage (high level) 
Tension de saturation an sortie (sortie etat haut) 

Output off-state current 
Courants res/duels en sortie - Condition bloqu/Je 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Output slew-rate 
Psnte du signal de sortie 

Input protective diode toward voltage 
Tension directe des diodes de protection 
d'entrt!e 

Energy of_ pulses against which circuit 
output is protected 
Energie des s/gnaux contra /esque/s le circuit 
est immunise en sortie 

Pulsed current applied to protective 
output diodes 
Coursnt lmpulsionnel app//que aux diodes de 
protection de sortie 

4/8 
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(Note11 Vcc=35V 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONDITIONS OE 
MESURE 

Positive input V++ 
Entree positive V 

Negative input V-
EntriJe Mgative V- Note 2 

Vc1 
VC2 

Note 3 
Vc3 
Vc4 

le Note 4 

Vee = 18 a 35 V 

1sc 

Vee =10a18V 

Vee.Vo lo =10mA 

1OL v1+= 2 V V1-=33V 
1OH 

AL 00 

For the four comparators 

1cc 
Pour las quatre comparateurs 

RL common 
for the 4 comparators 
Commun pour Jes 4 comparateurs 

~ RL = 3 K!1 Tamb = 25°C dt 

VF I =20mA Tamb = 25°C 

Note 5 Tamb = 25°C 

Note 6 Tamb = 25°C 

(Unless otherwise specified I 
(Sauf indications contraires) 

VALUES "' 
VALEURS ~ lei 

§ µ: 
MIN. TYP. MAX. 

0 33 V 

2 33 V 

150 500 mV 1 

1 5 µ.A 

10 25 mA 2 

6 25 mA 2 

1 1,5 V 3 

1 5 µA 4 

3 5 mA 

9 12 mA 5 

1 V/µs 

1,2 V 

20 mJ 

0,4 A 6 



Note,1 

Note 2 

Note 3 

Note 4 

Note 5 

Note6 

These specifications apply for -25°C,;;; Tamb,;;; +85°C unless otherwise specified 
Sauf indications contraires, ces specifications sont applicables pour: -25°C < Tamb < +B5°C 

When negative input is biased between O and 2 volts output is always low. 
Ouand l'entree negative est entre O et 2 V, la sortie est toujours bloqude. 

ESM 1600 B 

Comparator hysteresis voltage on positive input on the one hand and negative input on the other 
hand equals sum of input control voltages Vc 1 +"c:2 or V C3 +Vc4 
La somme des tensions d'entree de commande V c,• V C2 d'une pan, V C3' 11 C.4 d'autre part constitue fa tension 
d'hysteresis du:comparatflur sur l'entree negBtive Q'une part et sur l'entrei! positive d'autre part. 

Input current flows out of the circuit owing to PNP input stage. This current is constant and inde
pendant of output level. So no load change is transmitted on inputs. 
Ls direction du courant d'entree est vers l'extBfiBUr du circuit B cause des transistors PNP de retage d"entr(Je. 
Ce courant est constant, independant du niveau de la sonie de telle sorte qu'aucune variation de charge n'est 
transmise sur /fls entrees. 

By definition a circuit is immunized against powerful signals when no durable characteristic change after 
application of these signals and ov~rall when it is not destroyed. 
In industrial surroundings, eddy-signal is usualy made up with high voltage (over 200 V) alternative waves, 
on variable impedance (500 n to 10 kil). This eddy-signal power dissipation is devide amongst clamping 
diodes circuit and power supply. Maximum energy determination is obtained by simulation. Injected· 
current cannot in all cases exceed 3 A. 
Un circuit est, par definition, immunise contre /es signaux d'energie donneflquand, apres /'Spplication de ces signaux, le 
circuit ne presente pas de changement de caractt!ristiques durable et 8 fortiori n 'est pas dtitruit. 
Le signal parasite est habituellement compose clans l'environnement industriel d'une serie d'ondes alternatives de tension 
cr§te 8/evtNJ (superieure B 200 V) et d'impedance variable (500 n a 10 kn). La dissipation de l't!nergie de cesignal se 
rt!partit entre les diodes d'BCr§tage 8 la masse et au V cc le circuit Jui mime et la source d'alimentation. La determin~1-
tiofl de f',Jnergie maximum est faite par simulation. Le courant injscte ne peat dtipasser dans tous /es cas 3 A. 

Output protective diodes are tested one by one by the means of positive and negative capacitance disch_arges. 
Negative discharge occurs through only by one diode. Du.ri_ng positive dischargeVby the fact of integration, 
a PNP transistor collector grounded is in parallel with clamping diode joined to CC· 
A ~rt of curren_t ~low_s th(ough t~is tra~sistor, V CE being greater than V cc· If T 1s the discharge total du
ration, energy d1ss1pat1on in the c1rcu1t 1s : 

Les diodes de protection en sortie sont testAes unitairement par une decharge positive et 118{}8tive d'un condenssteur. 
A/ors que la decharge negBtive s'effectue a travers simp/ement une diode, ii n'en est pas de mlime de la dkharge positi· 
ve. ER effet, en paral/e/e sur la diode d'krftageau V CC'. ii exists du fait de /'integration un transistor PNP dont le 
collecteur est it la masse. CfJ transistor absorbe um, partifJ du courant a/ors que la chute de tension V CE est suf)fJrieure 
a V CC Si Test la duree totale dfJ la dkhargtJ, renergifJ dissi"'e dans le circuit s'krit : 

~ 
Comparator output o---t----1'9---..---o v cc 
Sortie du comparateur 

W= JTE1· vd + i2 (Vee+ vdDdt 

0 

For a certain injected current, the lower the current i.2, that is to say the lower the PNP current gain, 
the sm_aller the energy is dissipated in the circuit. Topology and technologic process have been chosen 
to shorten tliis current gafn. · · · · 
Pour un courant injecte donne, renergie dissipe6 clans le circuit est d'autant plus faible que i2 est faible, c~est B dire 
que ,,, gain en courant du PNP est faible. La topo/ogifl et le processus techno/ogiqut1 ont ere ituditis pour diminuer 
ce gain en courant. 
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ESM 1600 B 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES D'ESSAIS 

VC1 VC2 --

33V~ 
0 V ~ 

8V 

2V 

33 V 

6/8 

700 

2V 

Fig. 2 

1sc 

VC3 VC4 
Vs=f (\/-) ----

Fig. 1 

33V ~ 
2V ~ 

l 
33 V 

2V 

33 V 

2V 

Fig.4 

v01 
Fig.3 

Vee 

! lo 

~ 



TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGES D'ESSAIS /suite) 

33 V <>------<o----+---+--~ 

2V 

--s: >-
~·~ 
''" l3 ~ -~ §?'t> 
5 -~ 
~~ 
~.gf 
c>l: 
"'~ 
~~ 
> ~ 
5 -~ 
f! 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

4 

3 

2 

1 
-1 

ESM 1600 B 

Fig.5 

Vo 
I 

I 
I 

VI 

0 2 3 

8 

RESPONSE TIME 
TEMPS DE REPONSE 

T =25°C amb 

4 
Time(µs) 
Temps 

' I'\. 

0 

ESM 1600 B 

~ V 

~"I 
Fig.6 

10 kn v+:;~J> 10 kn 

__l_ 2 v ~o kn 

' '~ ~~ 

" 

2 3 4 5 6 
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5 

4 

3 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TION 
D'ENTREE 

2 " 
0 
-25 

1"---
~ ..___ -

0 25 50 
Temperature (°C) 
Temperature 

75 100 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

I 
1O =10mA 

0,9 

0,8 

0,7 

;~ 
~ 

0,6 

0,5 
-25 0 

~ 
'-----~ 

25 50 
Temperature (°C) 
Temperature 

75 100 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DESATURATION DE SORTIE 

1,25 

0 
0 

20 

18 

12 

.,,v 

/ 
/ 

1-/ 
/ 

// 

5 10 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

I 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

15 

10 ~---'-----'-------'-----'------' 
-25 0 25 50 

Temperature (°C) 
Temperature 

75 100 



GENERAL DESCRIPTION 

ESM 1601 

PROXIMITY DETECTOR 
DETECTEUR DE PROXIM/TE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRE LIM/NA/RE 

Monolithic integrated circuit is intended to detect metal mass by Foucault - currents acting HF losses of a coil. 
Associated with an external resonant circuit, it works like an oscillator at the limit of oscillating. The vicinity of 
metal mass causes a eddy· current damping of oscillations and output signal level change. 

Mean applications are : 

measurement of axle rotating speed 
measurement of angular region on rotating axle 

end movement detector 
metal pieces counting. 

ESM 1601 circuit works like a two voltage dipole which output voltage has two level corresponding to the presence or 
the absence of proximity metal mass. 

Thereby, a load has to be inserted between the circuit and the power supply. 

The principal advantages of the circuit are : 

free choice of oscillator positive feedback rate (external resistor) 
operation with a coil without middle tap 
no filtering capacitor 
connection by two wires 

large operating temperature range 
hight protection against parasitic transcient overvoltage in both polarity 
no damage by polarity error voltage power supply. 

DESCRIPTION GENERALE 

Le circuit intt}gre monolithique ESM 1601 est destine a la detection de pieces metalliques par /'action des courants de 
Foucault sur Jes pertes HF d'une bobine. Associe a un circuit osci//ant exterieur, ii constitue un osci//ateur maintenu a 
la limite d'accrochage. La variation d'amortissement provoquee par /'approche d'une masse metallique entraine un 
changement de niveau du signal de sortie. 

Ce circuit est particu/ii!rement adapte pour Jes applications suivantes: 

mesure de vitesse d'arbre en rotation 
- mesure de secteur angu/aire sur arbre en rotation 
- fin de course, butee sans contact 
- comptage de pieces meta//iques. 

Le circuit ESM 1601 se comporte comme un dipole dont la tension aux bornes prend deux va/eurs correspondant a 
/'absence ou la presence de masse meta//ique a proximite de la bobine. 

En consequence, on doit toujours interposer une charge entre le circuit et la source d'alimentation. 

Parmi /es avantages de ce circuit, on peut noter: 

choix par l'utilisateur du taux de reaction de /'osci//ateur (resistance exterieure/ 
utilisation d'une bobine sans prise intermediaire 
absence de condensateur de filtrage 
liaison a 2 fils 
large gamme de temperature de fonctionnement /-40"C, + 125°C/ 

- excel/ente resistance aux surtensions parasites transitoires dans Jes 2 polarit0s 
- non destruction par inversion de polarit0 d'a/imentation. 

75 -10 1/6 

703 

I 



ESM 1601 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case 
Boitier 

T0-72 (CB-4) 

LIMITING VALUES 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Maximum current* 
Courant maximal 

Operating temperature range 
Gamme de temperature de fonctionnement 

Junction temperature 
Temp'1rature de jonction 

Storage temperature 
TemfMrature de stockllfllJ 

1cc 

Toper 

Tj 

Tstg 

* The current has to be limited by a external load resistor. 
Le courant doit etre limite par une resistance de charge exttirieure. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maxi male 

p 
tot 

lmW) 

500 

400 

300 

200 

100 

'--

'I',.,. , .. 
', 

Top view 
Vue de dessus 

20 

-40 
+125 

+150 

-55 
+150 

0 25 50 75 100 125 •ambl°C) 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

Tamb = 250c 

Test conditions 
Conditions de me sure 

Supply voltage Vee Tension d'alimentation 

Output bias current ( no metal mass 
tamb= 125°C Courant de polarisation (sans pike 1OH 

meta/lique) 

lo =10mA 
VOL lamb= 125°C 

Output voltage (no metal mass) lo = 10mA 
VOL Tension de sortie ( sans pike mita//ique) lamb= 250c 

lo =10mA 
VOL 

lamb= -40oC 

Output voltage (with metal mass) 
lo = 0,6mA VOH Tension de sortie (avec pike m,rallique) 

Output rise time 
Vee= 12 v 

Temps de montee du signal de sortie CL =o 1TLH 

RL = 2,2 kfl 

Output fall time 
Vcc=12v 

CL =0 tTHL Temps de descente du signal de sortie 
RL = 2,2 kfl 

Output frequency 
Vee= 12 v 
CL =0 f 

F reQuence de sortie 
RL = 2,2 kfl 

Output undulation hum voltage Vcc=12v 
Tension residue/le d'ondulation en CL =0 6VO 
sortie RL = 2,2 kfl 

Oscillator tuning frequency 
fosc Ffequence d'accord de /'oscil/ateur 

Negative resistor on resonant circuit 
terminals 
Resistance ne!}ative aux bornes du 
circuit oscillant 

Min. 

8 

0,6 

1,2 

5,7 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 1) 0 

(fig. 1) 

0,5 

12 

ESM 1601 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

V 

mA 

V 

1,55 V 

2 V 

6,9 V 

8 25 µs 

5 f5 µs 

10 kHz 

6 mV 

6 MHz 

kfl 
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ESM 1601 

CONNECTION DIAGRAM 
SCHEMA D'UT/L/SA TION 

Connection side view 
Vue cOte connexions 

(Figure 1) 

e 

R adjust positive feedback ratio 
'resistance determinant le coefficient de reaction 

L 

e 

coil of ·resonant circuit 
bobine du circuit oscillant 

Tuning capacitor 
condensateur d'accord 

OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 2) 
CARACTER/STIOUE DE SORTIE 

lo 
(mA) 

//,V// 1// 
..!. 

-a' 
"' N 

16 --II 
.c - Ja 

12 -; 
"'· 

8 
::.} 
-A 

4 

0 

RL CHOICE 

-u 
b .. 
I-
II 
.c-

~~ 
> 
N 

-
2 

//v 
y/ '// 

~IV/v/ 
- .0 

~ ~·~-(}1// V -'?6"'6'.s-.,,...,k'/ V/ ".=!"i-
3'0 "', k-'> .... 

> > ... ~"' 
r-- .,,- .; - -----. 

4 6 

The RL value depends on Vee voltage supply. This 
value has to be choosen so that the two extreme 
working points A and 8 are located inside of no 
hatched area. (figure 2) 

4/6 

7 06 

R 

v/ 

v// ,/ /I/ 
t<.:::: V/V/// 

......r'--(.J/ 
s- slope 

7/Fll -~ 811te 

7-
600µA 

/ 

~-----•Output signal 
Signal de sortie 

load resistor 
Resistance de charge 

+ 

suppressor capacitor ( if necessary) 
condensateur d'antiparasitage (si necessaire) 

v/ v// 1// // / -~ / / // V/ 
r-- -- Vee 

8 10 

CHO/XDE RL 

12 14 

La valeur de R L depend de la tension d'a/imentation V CC et 
doit ltre telle que /es deux points de fonctionnement 
extremes A et 8 soient a l'interieur de la zone non hachuree. 
(figure 2) 



R CHOICE 

The value of circuit terminals voltage changes when 
Rp damping resistor is equal to a Apo value critical 
resistor. 

This change happens with a L\Rp about 10 % of 
hysteresis : R po 

6,9V 

5,7 V 

ESM 1601 

CHO/XDE R 

La tension aux bornes du circuit change de va/eur quand la 
resistance de perte Rp du circuit oscillant est /!gale a une 
resistance critique Rpo. 

Ce changement de va/eur se produit avec un hysteresis fi Rp 
de 10 % environ : Rpo 

2,0V 
1,2 V 

---------~---,--,--r""'7-:--,-_________ ..._.,_ ____ _,__'-.,_ ____ _ 

~-------+-----------------► RP 

Rpo is choosen by the user by taking the R value 

The detection distance depends only on the curve 
(loss Vs/distance) of the coil. 

Rpo 

Rpo est determinee par l'utilisateur par le choix de la resis
tance R 

La distance de dfJtection depend a/ors de la courbe (pertes en 
fonction de la distance) de la bobine. 

5/6 
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ESM 1601 

EXAMPLE OF REALISATION 
EXEMPLE D'UTILISA TION 

6/6 

708 

Coil 
Bobine 

50 turns stranded wire, 5 leads 6/l-00 mm 
50 tours de fildivisfJ, 5 brinsde 6/100 mm 

Cup core COFELEC 9 x 5 H 32 
Coupe/le COFELEC 9 x 5 'I 32 

L = 50 µH - Rp~* = 85 kD. to 3,9 MHz 

Capacitor ....................................... UAZ 900 CERECO - LCC 
Condensateur 

C = 33pF ±10% 

Tuning frequencv. ............. . 3,9 MHz 
FreQuence d'accord 

R .............................................. 47 kD.±5.% 

RL ............................................. 2,2 kD. ±5 % 

Vee······························••· ···· 12V 

Detected mass ................................. . Steel 
Acier PiiJce dtJtectfle 

r 6,2V 1----+;-; 

I . ' 
I 

1,5V------I 
X 

2,8 mm (tamb = 25°C, V CC= 12 V) 

6X0 = 0,05 mm (tamb = 25°C - 8,5 V <Vee< 17 V) 

loss shunt resistor wiihout metal mass 
resistance parallli/e de pertes en /'absence de masse metallique 

X 

Coil 
Bobine 

0:: 



ESM 1602 B 

INTERFACE CIRCUIT - QUADRUPLE COMPARATOR 
CIRCUIT D'INTERFACE - QUADRUPLE COMPARA TEUR 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS UM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

p 
Vee V1t, V1 1omax Type Package temperature junction Storage temperature (W) 
(V) (V) (V) (mA) Boitier Gamme de temperature Temperature de stockage MAX jonction de fonctionnement 

"'Ct "'CI ., Ii ., ~ 

ESM 1602 B TO-116 -40°C, +150°C -40°C, +150°C 45 45 -0,7 !.j ].! 
+45 :,.'a :,.'a 

Rth(j-a) = 750CJw 

General description 

Circuit ESM 1602 B is a quadruple comparator to be 
used as interface circuit between signal processing and 
transmitting lines in very noisy industrial surroun
dings. 

Comparator output, working as line driver, is well pro
tected against power ful overvoltages. This output 
is made by a common emitter stage including comple
mentary transistors. No simultaneous conduction of 
high and low stages can occur when switching in the 
presence of eddy-signals, by the use of this outline. 
Short circuit currents, towards ground and Vee are 
limited to the sames values. 

ESM 1602 B circuit can work as receiver on a line 
transmitting noisy high voltage signal. "it has the same 
input stage as ESM 1600 B circuit. Hysteresis effect, 
internally realized on each input of each comparator 
provides good noise immunity. Each input is also pro
tected against overvoltages. 

ESM 1602 B can work in a wide supply voltage range 
(standard operational amplifiers ± 15 V supply or sin
gle + 12 or 24 V supply used in industrial electronic 
sets). 

Moreover internal thermal protection cuts out output 
current of the tour comparators when power dissipa
tion becomes excessive. 

=-~ =•!:: .. .. ~ 
~~ E-a ., ., 
C: .§ E .§ 
--.J _ _, 

Description generale 

Le circuit ESM 1602 B est un quadruple comparateur desti
ne B assurer /'interface entr11 le traitement des signaux et /es 
lignes de transmission soumises a un environnement indus
triel trlls perturbe. 

La sortie du comparateur, utilistle comme transmetteur deli
gne, est particu/ierement bien protegee contre Jes surtensions 
d'(Jnergie importante. eette sortie est constituee par un eta
ge de transistors complementaires mantes en emetteur com
mun. eette configuration empkhe la conduction simu/tanee 
des erages haut et bas /ors de la commutation en presence de 

,,parasites. Les courants de court-circuit, vers la masse et vers 
le Vee sont limites aux memes valeurs. 

Le circuit ESM 1602 B fait fonction de recepteur de ligne 
pour une ligne qui transmet des signaux de tension etevee 
entaches de bruit et poss/Jde le mime etage d'entree que le 
circuit ESM 1600 B. Les quatre comparateurs presentent un 
effet d'hysteresis qui assure une bonne immunite au bruit. 
L 'effet d'hysteresis est realise a /'interieur du circuit sur 
chaque entree, ce qui offre une grande souplesse d'emploi. 
ehaque entn!e est egB/ement protegee contre /es surtensions. 

Ce circuit fonctionne dam une large gamme de tensions 
d'slimentation depuis la tension standard± 15 V des ampli
ficsteurs o(Jel'ationnels jusqu'B la tension unique +12 Vou 
+ 24 V utilises dans Jes syst8mes e/ectroniques industriels. 

En plus, ;J est dot, d'une protection thermique qui annule 
Jes courants de sortie des 4 comparateurs si la dissipation 
devit1nt excessive. 
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ESM 1602 B 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package TO-116 (CB-2) 
Bohler 

Schematic 
Schema 8/ectrique 

Common supply 
and thermal pro-
tection 

2/8 
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Inputs 
Entrees 

600 

" 

1/4 Circuit 

28 

" 

Output 3 
Sortie3 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principa/es 

Minimum hysteresis voltage at each input 
0,3 V 
Output current : 15 mA 
Large supply voltage range+ 10 V to +35 V 
Internal thermal protection 
Input and output clamping protection 
diodes 

- Tension minimum d'hysttJrtJsis sur chaque enrree 
0,3 V 

- Courant de sortie : 15 mA 
- Large gamme de tension d'alimentation + 10 V 

a +35 V 
- Protection thermique interne 
- Entree"s et sorties protegees par des diodes 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA T/ONS TYP/OUES 

DTL, TTL, MOS signals on a transmitting line conversion 
Conversion des signaux DTL, TTL, MOS sur une ligne de transmission 

90 Kn 

10 Kn 

+15V 

-15V 

Line 
Ligne 

Very noise high level signal reception 

190 Kn 

10 Kn 

Reception de signaux haut niveau fortement perturbes 

120 kn 

100 Kn Line 
Ligne ---..----{=::l----+-----l 

33 Kn 60 Kn 

FREE RUNNING SQUARE WAVE OSCILLATOR 
GENERA TEUR DE SIGNAUX CAR RES 

30 V 

1 Mn 

68 kn 

>--------v o 

30 V 

24V 

ESM 1602 B 

+30 V 

Line 
Ligne 

3/8 
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ESM 1602 B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entrH 

Input control voltage 
Tension d'ent"e de commande 

Input bias current 
Courant dB polarisation d'sntrH 

Short-circuit output current 
Courant ds ,ortie ,m court-circuit 

Output saturation voltage (high level) 
Tension de saturation en sortie (sortie ltst haut) 

Output saturation voltage (low level) 
Tension de saturation en sortie (sortie ltat bas) 

.., 

Supply current 
COurant fournl par /es allmentatlons 

Output slew-rate 
Pente du signal ds sortie 

Input protective diode foward voltage 
Tension directe des diodes de protection 
d'sntrde 

Energy of_ pulses against which circuit 
output is protected 
Energie des signaux contre lnquels le circuit 
est immunise en ,ortie 

Pulsed current applied to protective 
output diodes 
COurant impulsionnef app/lque aux diodes de 
protection de sortie 

4/8 
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(Note 1) Vee =35 V 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

Positive input v/ 
Entrde pollit/w, V · 

Negative input V-
Entf'H ntJgatilflJ V- Note 2 

Vc1 
Vc2 

Note3 
Ve3 
Ve4 

le Note4 

Vee =18a35V 

Isc 

Vee =10a 18V 

Vee-Vo 'o =-10mA 

Vo lo = 10mA 

RL CD 

For the four comparators 

1cc 
Pour les quatre comparateurs 

HL common 
for the 4 comparators 
Commun pour /es 4. comparateurs 

~ RL = 3 KU Tamb = 25°C dt 

VF I =20mA Tamb=25°C 

Note 5 Tamb = 25°C 

Note 6 Tamb = 25°C 

(Unless otherwise specified) 
(Sauf i'ndications contraires} 

VALUES tl 
VALEURS "' .!ii 

§ u: 
MIN. TYP. MAX. 

0 33 V 

2 33 V 

150 500 mV 1 

1 5 µA 

10 25 mA 2 
3 

2 
6 25 mA 3 

1 1,5 V 4 

1 1,6 V 5 

4 6 mA 

10 mA 6 
13 7 

1 V/µs 

1,2 V 

20 mJ 

0,4 A 8 



Note,1 

Note 2 

Note 3 

Note4 

Note 5 

Note6 

ESM 1602 B 

These specifications apply for -25°C ,;;; Tamb ..; +85°C unless otherwise specified 
Sauf indications contraires, ces spet:ifications sont applicablt11 pour: -25°C ~ T8 mb ~ +B5°C 

When negative input is biased between 0 and 2 volts output is always low. 
Ouand l'entrH n'9ative est entre O et 2 V, la sortie est toujours bloquH. 

Comparator hysteresis voltage on positive input on the one hand and negative input on the other 
hand equals sum of input control voltages Vc1 +1t:;;1 or Vc3 +Vc4 
La somme dBS tensions d't1ntrH dtl commands V Cl' V C2 dune part, V C3" V C.4 d'sutre part constitue la ttlnsion 
d'hysteresis du. compsrateur IUr l'entrff nB!Jlltive a"une part et sur rentfee po11ti11e d'autre part. 

Input current flows out of the circuit owing to PNP input stage. This current is constant and inde
pendant of output level. So no load change is transmitted on inputs. 
La direction du courant crentree BSt vers /'exttNieur du circuit B cause des transistors PNP de retsge d'entrh 
Ce courant est constant, in<Mpendant du niVHU de fa sortie de tellll sorte qu'aucune WJriation de charge n'8St 
transmise sur /es entn§BS. 

By definition a circuit is immunized against powerful signals when no durable characteristic change aher 
application of these signals and overall when it is not destroyed. 
In industrial surroundings, eddy-signal is usualy made up with high voltage (over 200 YI alternative waves, 
on variable impedance (500 n to 10 kl1). This eddy-signal power dissipation is devide amongst clamping 
diodes circuit and power supply. Maximum energy determination is obtained by simulation. Injected· 
current cannot in all cases exceed 3 A. 
Un circuit est, par <Mfinition, immunise contre lt11 signaux d'Bn6l'flie donnffquand, aprils iapplication de ces signaux, Ill 
circuit ne prdffnte pas de chan{Jfll11tlflt de caracteristiques durable et /J fortiori n'est pas dBtruit. 
Le signal parasite est habituellement compos4 dans l'environnement industriel d'une sdrie d'ondtJS alternatives de tension 
crlte BlellefJ (supbisure B 200 VJ et d'impedance 1111riable (500 n 8 10 kn). Ls dissipation de l'Bnergie de ce signal se 
rdpartit entre /es diodes d'krltage B la masse et au V cc le circuit lui mime et la source d'alimentation. La determin~'· 
tion de renergie maximum est faite par simulation. Le courant injecte ne peat depasser dans taus les cas 3 A. 

Out~ut ~rotective diodes are tested one by one by the means of positive and negative capacitance disch.!'rges. 
Negative discharge occurs through only by one diode. Du_ri.ng positive dischargeVi,y the fact of integration, 
a l'Nt' transistor collector grounded is in parallel with clamping diode joined to CC· 
A !?"rt of curre~t ~low_s th~ough t~is tra!'sistor, V CE being greater than V cc· If T 1s the discharge total du
ration, energy d1ss1pat1on ,n the circuit 1s : 

Les diodes de protection en sortie sont tesalBS unitairement par une decharge positive et Mfllltive d'un condensateur. 
A/ors que la dkharge n"8tive s'effectue B trawrs simplement une diode, ii n' en est pas de mime de la dkharge positi-

118. En effet, en para/Ille sur la diode d'ecrltageau V cc;;_ ii ,xiste du fait de l'intBgration un transistor PNPdont le 
collecteur est II la masse. Ce transinor absorbe une partie du courant a/ors que la chute de tension V CE est suf)erieure 
II V CC Si Test la durff totale dB la dkharge, r Bnergie dissi/»e clans le circuit s'dcrit : 

~ 
Comparator output 0------41'----l*--+------4:> V cc 
Sortie du comparareur 

W= JTE1· yd+ i2 (Vee+ vd~dt 

0 

For a certain injected current, the lower the current \2, that is to say the lower the PNP current gain. 
the ·smaller the energy is dissipated in the circuit. Topology and technologic process have been chosen 
to shorten this current gain. 
Pour un courant inj~ donM, renerr,ie dissil)H clans le circuit Bit d'autant plus faible que i est faible, c'est /J dire 
que le gain en courant du PNP est faible. La topologi11 et le processus technologique ant ere itudiel pour diminuer 
ce gain 11n courant. 
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ESM 1602 B 

TEST CIRCUITS 
MONTAGES D'ESSAIS 

6/8 
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33V~ 
0 V ......::L.:Y._ 

av-----+ 

2V------f 

Fig. 1 

1sc 

Fig. 2 

Fig.4 

v0 =f(V-) 

33 V ~ 
2V ~ 

l 

8V 

2V----~ 

VC4 -

Fig.3 

Fig. 5 



TEST CIRCUITS (continued) 
MONTAGES D'ESSA/S (suite) 

33V"--~~---'--~~-

14 13 12 11 10 9 

ESM 1602 B 

2 3 4 5 6 

8 

7 

ESM 1602 B 

2 3 4 5 6 

ESM 1602 B 

2V ,z~ 

50 

40 

2 

1 
-1 

. 

0 

Fig.6 

Vo 
I 

I 

v, 

2 3 

Fig. 7 

~ n-uu:1 
40nFT 

Fig.8 • 

RESPONSE TIME 
TEMPS DE REPONSE 

T =25°C amb 

------

4 
Time (µs) 
Temps 

0 

I 

1 

I\ 

2 

10kn 

v
1
~ 10kn 

~3V 

3 4 5 6 

7/8 
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5 

4 

3 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SAT/ON 
D'ENTREE 

2 ~ 

0 
-25 

"" ~ ----
0 25 50 

Temperature (°C) 
T•mf)erature 

75 100 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

1,2 ..--~--~--------

lo=10mA 

0,4 t---+---+--+----1-----l 

0,2 ~-~--~--_.__ __ .,__ _ __. 
-25 0 25 50 

Temperature (°C) 
Templ!rature 

75 100 

~~ 
E.§ 
::; ... 
; a 
i..•!::. 

ai ~· ·;; 8 
-~ .g y~ 
~~ 
0. 

bi 8 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION DE SATURATION DE SORTIE 

1,25 

0 
0 

30 

25 

/ 
V 

V 
_/ 

/ 
t-ighleve /' 
Niveauhaut 

/1' 
/ 

V I 
Low level / 
Niveau/ 

/ 
/v 

5 10 
Output current (mA) 
Coursnt de 1ortie 

/ 

/ 
I 

/ 
/ 

15 

SHORT-CIRCUIT CURRENT 
COURANT DE COURT-CIRCUIT 

High level 

20 

~Ut 

15 

10 

5 
-25 

............... 
I -~ Low level -Niveau bas .... 

0 25 50 

Temperature (°C) 
Tl!f"perature 

75 100 



ESM 1607 G 

INTERFACE CIRCUIT (RELAY AND LAMP-DRIVER) 
CIRCUIT D'INTERFACE (COMMAND£ DE LAMPES ET RELA/SJ 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) PRELIMINARY DATA 
NOTICE PREL/M/NAIRE VALE URS LIM/TES ABSOLVES (Voir § limites absoluesl 

Operating free-air Vee VID V1 1Omax p 
Type Package temperature range Storage temperature 

(W) Battier Gamme de temp4n,ture Tem"'raturede1tockllflll 
(V) (V) (V) (mA) max. ambiantede fonctlonnement 

"C ~ 
-~ § 
E' 

ESM 1607 G CB-107 -25°C, +85°C -65°C, + 150°C 36 36 36 500 =-il 
~'2! 

General description 

The ESM 1607 G is a monolithic amplifier designed 
for high current and high voltage applications, speci
fically to drive lamps, relays, stepping motors. 

This device is essentially blow-out proof. Current 
limiting is available to limit the peak output current 
to a safe value, the adjustment requires an external 
resistor. In addition, thermal shut down is provided to 
keep the I.C. from overheating. If internal dissipation 
becomes too great, the driver will shut down to 
prevent excessive heating. 

The device operates over a wide range of supply 
voltages from standard ±15 V operational amplifiers 
supplies down to the single+ 12 V or +24 V used for 
industrial electronic systems. 

,; .s 
Ell ., ·-E .§ _ __, 

Description genera le 

L 'ESM 1607 Gest un amp/ificareur monolithique destin6 aux 

applications mettant en aHJvre des tensions et des courants 

ele'Rs, en paniculier alimentation de lampes, de relais, de 

moteurs pas .t pas. 

Ce circuit est particuli6rement bien prottgl contre des sur

charges destructives. Ainst ii est passible de limiter le cOUrant 

crlttJ de sortie lJ une valeur de securitfl, /9 re{/IB(J6 demande 

une "sistance ex~rieure. En plus, ii est dotfl d~une protec• 

tion thermique annulant la tension de sortie si la dissipation 

devient IIXCIISSiVIJ. 

Le circuit fonctionne d:.ms une large gamme de tension d'ali

mentation depuis la tension standard ± 15 V des amplifies• 

teurs op,rationne/s jusqu'B la tension unique + 12 V ou 

+ 24 V uti/istJs dans /es systemes dlt1etroniques industriels. 

78-13 1/6 
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ESM 1607 G 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-107 
METAL CAN 
Boitier metal 

Top view 
Vue de dessus 

Vee 

()

Current limit 
Limitation de 
ourant 

Inverting input_ 
Entree inverseuse Output 

Sortie 
Non inverting input 
Entrde non inverseuse Ground 

2/6 

718 

Schematic 
SchtJma t!lectrique 

Masse 

8 .--------------ovcc 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

'---£=J-----,o6 Output 
Sortie 

I 

ORL 
I 
I 

~----+----------~=>• 

Principal features 
Donnees principales 

- High output current. 

- Adjustable short-circuit protection 

Internal thermal protection with 
hysteresis to avoid the interme
diate output levels 

Large supply voltage range 
+10Vto +30V 

- Courant disponible en sortie {J/evee. 

- Protection contre /es courts-circuits 

re{Jlable 

- Protection thermique interns B 

hysteresis 8vitant /es etats inter

mediaires en sortie 

Large gamme de tension d'a/imenta

tion +10 Va +30 V. 



ESM 1607 G 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES (Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONOIT/ONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

UNITE~ 

Input offset voltage (note 2) VDI 2 50 mV 
TeMion de dkalage iJ /'entree 

Input bias current 
1B T amb = -25°C ... +85°C 0,1 1,5 µA Courant de polarisation moyen 

Supply current 1cc 
Vee= 24 v 

Courant fourni par /es alimentlltions lo =0 3 mA 

lamb= 250c 

Common mode input voltage range 
Vee Gamme de tension d'entr/Je en mode VCM 3 V 

commun -2 

Short-circuit current limit 
Isc 

Rsc = 3,3n 
250 mA Courant de court-circuit Tease= 250c 

v+ - V1 ;;,50 mV 
Output saturation voltage (output I 
high) Vee-Vo 

lo = 150 mA 
Tension de saturation en sortie (sortie a Rsc = o 1,8 V 
l'/Jtat haut). 

Tease= 250c 

Output leakage current (output low) Vo =0,5V Ti= 25°e 1 100 µA 
Courant residue/ en sortie (sortie 8 retat IOL bas). Vee= 24v 

Ti= 85°e 500 µA 

Note 1 : Unless otherwise specified, these specifications apply for : 
Sauf specification contraire, ces caracteristiques sont spp/icables pour : 

-25°e.;;; lamb.;;; +85°e, +10 V.;;; Vee.;;; +30 V, 10 .;;; 150 mA, Ti.;;; 150°e 

Note 2: The offset voltage given is the maximum value of input voltage required to drive the output voltage 
within 2 V of the ground or the supply voltage. 
La tension de decalage est la va/eur maximum de la tension d'entree n/Jcessaire pour amener la tension de sortie a mains 
de 2 V de la masse ou de la tension d'alimenta'rion. 
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SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 
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R1 
ooon 

RS 
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R2 
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R10 
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k!l 
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8 

7 

R9 6 
100 n 

06 

022 09 

R7 
R6 20 
3 k!l k!l 
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

AVAILABLE OUTPUT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DISPONIBLE EN SORTIE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 

'o 
(mA) 

400 

300 

200 

100 

0 

,1,5 

... ", 
~ ' ' ......_ 

~ 

2 2,5 

I I I 
vcc=30V 

"- T =25°C 

::{:L1 
~-

['.... 

~ 
Tease -,~ 1s0 c 

T =100°C 
cat'e I I 

3 3,5 4 Rsc 1n1 

PEAK SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DE COURT-CIRCUIT CRETE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 
lsc, 

(mA) 

400 

300 

200 

100 

0 

1,5 

"' 'r,,,. 
' I\.. ' ... 
~ ~ ' '~ ~ 

....... 

2 2,5 

'sc11 
t .. 

~"" .., 
~ ~ ' Tea• 

' ~ ' ~ '.',... -25oC 
... :-,;:: ~ 

25°C 
....... 1s0 c -....; 100oC 

12 oC 

3 3,5 

ESM 1607 G 

SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS CASE 
TEMPERATURE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT EN FONCT/ON 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

•sc ~~-~-~~~~-~-~~ 
(A) 1SC.A =f IT easel 

0,2 

0,1 

0 '---'-~--'--'--_,_ _ __._ _ _,____. 

-25 0 25 50 75 100 125 150,T .... 1°c1 

'o 
IA) 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

SAFE OPERATING AREA (NON REPETITIVE 
OVER LOAD) 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 
(SURCHARGE NON REPETITIVE) 

- - -2soe<Tcase <12soe - -

0 6 12 18 ,24 ,30 36 Vee IV) 
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/6 
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MINIMUM LIMITING RESISTOR VERSUS 
SYPPL Y VOLT AGE 
RESISTANCE DE LIMITATION MIN/MALE EN 

V CCFONCTION DE LA TENSION D'ALIMENT A TION 

(VI 
40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

"['-._ '' '\ '\ 

'sf"'-" 
"-f"'- '\ 
"\f"'-" 
"'\·'-
"'\" '\ '\. i'\ 

",J"\ 

""" """' " '\ '\ 
""-,I'--_ 
""'-I'---
""'" ""\,['-._ 

2 

r---, '\., ,r--- '\'\ r---r--.1\. 

-25°C <T case< 125°C 

3 4 Ase (nl 

1,6 

1,5 

1,4 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE VERSUS 
CASE TEMPERATURE 
TENSION DE SA TURATlrJl.i EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

I 
vcc=30V -
lo =150mA-

Rsc=o -
"-

...... 

" "' ...... 

" ...... 
' ...... 

...... 
' ..... 

...... 

" 
1,3 

25 50 75 100 

lo 
(µAl 

+50 

LOW STATE OUTPUT CURRENT 
COURANTDE SORTIE A L'ETAT BAS 

0 

-50 

-100 

-150 
0 

.,-
.,,,..-,. 

/ / T case =25°C 

/ ,__,-
I 

lw-"! I I 
I v,T case= 125°C ·--I 

I 

I 

I 

I 

0,5 

! 
I I 

I / 
/ 



SF.F 25301 

ALARMS DETECTION ELEMENT - DUAL DETECTION WITH SINGLE OUTPUTS 
ELEMENT DE DETECTION D'ALARMES- DOUBLE CENTRAL£ A SORTIES SIMPLES 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PR/NC/PALES 

Operating free-air 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIM/NAIRE 

Supply voltage Input voltage 

Type Package temperature range Storage temperature Tension d'allmsntation Tension d'entr(Je 
Boitier Gamme de temperature Temp,ratrJre de stockage 

de fonctionnement 

SF.F 25301 EV CB-79 

SF.F 25301 KM CB-79 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

-40°C, + 85°C 

-55°C, +125°C 

The SF.F 25301 is a C-MOS integrated circuit used 
for permanent or brief alarms detection. The circuit 
is to drive an alarm signaling on and off. 

The signal of deficiency appears on thresold detec· 
tion inputs (1A, 2A inputs). The shaped signal can be 
utilized either in the entrance mode (3Y, 4Y outputs) 
or in the complement mode ( 1 Y, 2Y outputs). 

Moreover, the circuit involves two flip-flop allowing 
the memorisation of the deficiency. 

In at typical application of dual detection, the shaped 
deficiency is send on one flip-flop's input E. Modifi
cation of the deficiency signalisating is allowed by 
inputs Rand S : inhibition, recall, end of alarm. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une seu/e tension d'alimentation 

Low power supply consumption 
Faible puissance dissipee 

Threshold device (noise immunity> 30 % of VDD - V55) 
Dispositif a seuU (;mmunite aux bruits >30 % du Voo - Vss) 

Frequency operation 
Frequence de fonctionnement 

Low output impedance 
Faible impedance de sortie 

Double diode input protection 
Double diode de protection aux entrees 

High input impedance 
Haute impedance d'entree 

Voo-Vss min. max. 

-o5°C, +125°C 3V, 20V Vss VDD 

-65°C, +150°C 3V, 20V Vss VDD 

Le SF.F 25301 est un circuit integrfl t-MOS de detection 
d'alarmes persistantes ou fugitives. Le circuit est destine a 
commander /'allumage et /'extinction d'une signalisation 
d'a/arme. 

Le d/Jfaut se pr/Jsente sur des entrfles de d/Jtection de seuil 
(entrties 1A, 2A). Le signal mis en forme peut4tre exploite 
soit sous sa forme d'entrl!e (sorties 3Y, 4Y), soit sous sa 
forme comptementee (sorties 1 Y, 2Y). 

En outre, le circuit comporte deux bascules permettant la 
memorisation du defaut. 

Dans une application typique de double detection, le defaut 
mis en forme se presente sur /'entree E d'une bascule. Les 
entrees R et S permettent la modification de la signalisation 
du defaut : prise en compte (inhibition), rappel, acquitte• 
ment. 

1,5µW 

7V 

5 MHz 

350/J, 

> 109 n 

Typical at : 
typique a 

VDD 15 V 

Tamb 25°C 

76-03 1/10 
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SF.F 25301 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEU RS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d 1alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d 1entrt1e (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par bo1tier) 

Operating temperature 
Temf)erature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

CB-79 

* Detection inputs 
Entre6s de detection 

2/10 
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R 1S 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

V1 

Ptot 

Toper 

Tstg 

Top view 
Vue de dessus 

2S 2A* 2Y 4Y E2 02 

VALUES 
VALEURS 

Vss-o,3 v Vss +2s v 

Vss-o,3 v. VDD +0,3V 

500mW 

EV -40°C, + 85°C 
KM -55°C, + 125°C 

EV -55°C, +125°C 

KM -65°C, +150°C 

3Y E1 01 Vss· 



LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

2Ao-----1 

2Y 

2S 0--------------~ 

Vooo--

so------------+-----

1Su-------------+--~ 

Ru------------~ 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTRIQUE 

2S/1S 

so----+---

R,o-------------~ 

1Y 

l ::;- All P substrates connected to Voo 
1-- Substrats des P MOS ~unis 8 Voo 

4Y 

3Y 

2Y/lY 

E2 

E1 

SF.F 25301 

---o Vss 

>------I ~----Q 01 

*High noise immunity logic 
Logique B haute immunite aux bruits 

4Y/3Y E1/E2 01/02 

~ 
VDD 

b 
Jr ... 

~ ..... 
VDD 72 

J::;:- All N substrates connected to Vss 
1-- Substrats des N MOS rtlunis IJ V ss 

3/10 

725 

I 



SF.F 25301 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

All inputs 
Entrees quelconques 

Low level input voltage 
Tension d'entree a tetat bas 

High level input voltage 
Tension d'entree a retat haut 

Low level input current 
Courant d'entree B l't§tat bas 

High level input current 
Courant d'entree 8 l'etat haut 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

1 A, 2A inputs 
En tr/Jes 1 A, 2A 

SF. F 25301 EV 
Low level input voltage 
Tension d'entree a J'etat bas 

SF,F 25301 KM 

SF.F 25301 EV 
High level input voltage 
Tension d'entree a l'titat haut 

SF.F 25301 KM 

Transition voltage 
Tension de bascu/ement 

(note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONO/T/ONS OE 
MESURE 

VIL 

VIH 

I IL V 1 = 0V 

I IH v1 = 15V 

Cl v I =ov,1 =1 MHz 

VIL 
VOH = 14V 

T = 25°C 
amb 

VIH VOL =1V 

Tamb = 250c 

VTR VO = v1 

T =25°C amb 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 

IV) min. typ. max. 

15 4,5 V 

15 10,5 V 

15 -0,5 nA 

15 0,5 nA 

4 pF 

6 V 

15 

6,5 V 

8 V 

15 

7,5 V 

15 7 V 

Note 1 : ;~~!;e:~c~f~f::~~~\)'~~ly for tamb: -40°C, +85°C (unless otherwise specified). Typical values for Tamb = 25°C. 
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Ces specifications sont va/ab/es pour tamb : -40°C, +85°C (sauf indications contraires). Valeurs typiques a 25°c. 
Tension de reference: V55 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

All outputs 
Sorties que/conques 

Low level output voltage 
Tension de sortie a retat bas 

High level output voltage 
Tension de sortie a retat haut 

Low level short-circuit current 
Courant de court-circuit a /'etat bas 

High level short-circuit current 
Courant de court--circuit a retat haut 

Low level "on" drain-souree resistance 
Resistance drain-source en conduction a 
l't§tat bas 

High level "on" drain-source resistance 
Resistance drain-source en conduction a 
retat haut 

Supply 
Alimentation 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation au repos EV 

KM 

N channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal P 

(note 1) 

TEST CONOITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

VOL IoL =o 

VOH IOH =o 

VO = Yoo 

Ios 
VO = Yoo 

Ios 

VO = vss 

VO = vss 

IOL = 1 mA 

rDS(on) 

IoL = 1mA 

IoH = -1 mA 

'DS(on) 

IOH = -1 mA 

IDL 
vi = 15V 

Tamb = 2soc 

IDL 
vi = 15V 

Tamb = asoc 

I DL 
v1 = 15V 

T amb= 1250c 

VITO)N 
ID = 10µA 

T = 25°C amb 

V(TO)P 
ID = -10µA 

Tamb = 250c 

SF.F 25301 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VOD UNITES 
(VI min. typ. max. 

15 0,1 V 

15 14,9 V 

15 1B mA 

10 8 mA 

15 -20 mA 

10 -9 mA 

15 170 1000 n 

10 250 1500 n 

15 350 1000 n 

10 500 1600 n 

15 0,1 50 µA 

15 500 µA 

15 500 µA 

1,5 V 

-1,5 V 

Note 1: These specifications apply for tamb :-40°C, +85°C (unless otherwise specified). Typical values for T mb = 25°C. 
Reference voltage : Vss a . 

Ces specifications sont valables pour tamb : -40°C, +85°C ,(sauf indications contraires). Valeurs typiques B 25°C. 
Tension de reference : V ss 
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SF.F 25301 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICATIONS TYP/QUES 

+15V 

Sensor 1 
Capteur 1 

PC~ 

~~ --=-
.!...CJ._ 

Sensor 2 
Capteur2 

+15V 

2Y 

2A 

2S 

s 

R 

1S 

1A 

1Y 

DUAL DETECTION 
DOUBLE CENTRAL£ 

+15V 

4Y E2 VDD 

SF.F 25301 

3Y E1 Vss 

02 

01 

PC1,PC2 To take charge (inhibit) 
Prise en charge 

Deficiency duration 

+15V 

Signaling driver 2 
Commande signalisation 2 

+15V 

ACQ Release 
Acquittement 

Alarm input E 
Entree d'alarme E 

Vu Duree du defaut 

~i ,-..---· --------j·i_ -
I I 
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PC1 

PC2 

Recall R 
Rappel R 

ACQ 

S1 

S2 

0 

1 

0 
I 
I 

1 
I 
I 
I 

0 I 
I 

1 I 
0 I 

I I 

1---L_J 
0 I 

~7 

I u µ Lr t I 
I 
I I 
I I µ I 
I I I 
I I I 
I 

I l I I 
I 
I 

h j j 



SF.F 25301 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

Sensor 
Capteur 

DUAL DRIVING MODE DETECTION WITH MEMORISATION 
CENTRAL£ A DEUX COMMANDES AVEC MEMDRISA TION 

+15V +15V 

PC 

+15 V 

Alarm input 1 S 
Entree d'atarme 1S 

Entree prise en compte 

ACQ 

Recall R 
Rappel R 

Inhibition 
Inhibition 

02 

01 

V 

r I" 1 

Q 
~y 

2A 

2S 

s 

R 

1S 

IA 
1v' 

+15V 

4Y E2 vDD 

SF.F 25301 

3Y El Vss 

Acaq 

i * For brief deficiency, CR connection is useless 
Si le dtifaut est de durtie br/Jve, la liaison CR devient inutile 

Deficiency duration 
Duree du defaut 

"I ------------
0 ---'-----------------' 
1 I 

0--:------Y 
~ --~--------: _______ u y 
~ --~------- '---------------------➔ ---u 

I I I I 
1 I I I r-
o - - r ------------- - -- - ------ - --- l _________ LJ 

I I I I I 
~:J I I I L t , __ / LJI I 
o_J Lt 
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SF.F 25301 

OTHER APPLICATION 
AUTRE APPLICATION 

+15V 

+15 V 

+15V 

8/10 

730 

.. 

• 

1: 

Cl 

1: 

Input 
Entree 

Output 
Sortie 

~ 

r-
L__ 

.....-----< 

DUAL RETRIGGERABLE MONOSTABLE 
DOUBLE MONOSTABLE REDECLENCHABLE 

, ,. 
'"' 
R2 

2Y 

2A 

2S 

s 

R 

1S 

1A 

1Y 

R1 
-
I,. -~ 

l 

I 
4Y 

3Y 

I 

l 

2 input 
Entree 2 

> +15 V 

E2 v 00 

SF.F 25301 

El Vss 

~~ 
C 

1 input 
Entrf!e 1 

02 

01 

~------ I I I 

o----------1 __ _.n ____ ~I 
,.. ., 

- S2 

-- S1 

t#0,7.RC 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

rDS(on) 
(!1) 

700 

600 

500 

400 

\ 

\ 
\ 

Low state 
Etat bas 

"\. 300 

200 

100 

0 

"I"--

1os 
lmAI 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

0 5 

... v 
0 5 

10 

Low state 
Etat bas 

I/ 
/ 

10 

"---

I 

I 

I'-----

I 

I 
I 

I 

'oslonl 
In) 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

1os 
lmAI 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

0 
0 

\ 
\ 

\ 
\ 

5 

High state 
Etat haut 

" "' ~ 

10 

High state 
Etat haut 

I 
/ 

/ 
/v 

/ 

5 10 

SF.F 25301 

-------
15 

J 

I 
I 

II' 

-
v00(V) 

I 
I 
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SF.F 25301 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES TYP/QUES 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-

/ 

-'141 ··~ 
6,5 

V 
V 

V 

V 
V 7,5 

i~l 

I / 

~ I/ 
.,.o/ 

V 

v00 = 15V 

0 2 4 6 8 10 12 14 V1(V) 
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Detection iriputs 
Entrees de detection 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

/ 
V 

/ 
V 

V 
/ 

1' 
0 3 6 9 12 15 18 21 v00(V) 



SF.F 25302 

ALARMS DETECTION ELEMENT- DOUBLE DRIVING DETECTION 
ELEMENT DE DETECTION D'ALARMES - CENTRAL£ A DEUX COMMANDES 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PR/NC/PALES 

Operating free-air 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Supply voltage Input voltage 
Type Package temperature range Storage temperature T.,,rion ~a/1,,,,,,,tatlon T•mion d'entrN 

Bo1tler Gamme de tamp4,ature Temp"8ture de-• 

SF.F 25302 EV CB-79 

SF.F 25302 KM CB-79 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

de foncwn,.,,,,,,,,,, 

-4D°C, + 05°-c 

-55°C, +125°C 

The SF. F 25302 may be used in logic or analog detec
tion applications, such as proximity switches, alarms . 
. . . This circuit incorporates thresold detection 
inputs (inputs 1A, 1B, 2A, 3A) and two set/reset 
latches for memorisation, whose outputs can switch 
on alarms. 

In a typical application, the detection of a voltage 
threshold switches on a sound emitting alarm and a 
winking light emitting alarm. By resetting the latch 
devoted to sound emitting alarm, the sound signal is 
switched off and the light signal becomes stable, The 
light signal will be switched off, by reseting the latch 
devoted to light emitting alarm, only when the cause 
of the alarm has disappeared. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

- Static operation 
Fonctionnsment statique 

- Only one power supply 
Une IIIUIB tension d'a/imentation 

- Low power supply consumption 
Faibls puissance dissi(JH 

- Threshold device (noise immunity> 30 % of Voo - Vss ) 
Dispositif a S11Uil (immunite auxbruits>30 9'du Voo- VssJ 

Frequency operation 
Fre(lurmca de fonctionnernsnt 

Low output impedance 
Faibls impedance ds sortie 

Double diode input protection 
Double diode de protsction aux entrees 

- High input impedance 
Haute impedance d'entrfle 

Voo-Vss min. max. 

-55°C, +125°C 3V, 20V Vss Voo 

-65°C, +150°C 3V, 20V Vss Voo 

Le circuit SF. F 26302 est destine aux applications de detec
tion, tel/es que t8s dtJtecteurs de proximitt!, /es slsrmes . ... 
llcomprenddesentrHsdedetectiondeseuil (entr,Jes 1A, 18, 
2A, 3A} et deux ba,cu/es de mdmori,ation dont /es sorties 
peuwnt dt!clenct,fll' des alarmes. 

Dans une application classique, la detection d'un nivesu de 
tension logiqus ou analogique provoque ta miu f!n marche 
d'une alsrme scmore et d'une alarme lumineuse clignotante. 
En remettan_t a zero la bascule as110cile ii l'alarme sonore, le 
signal sonars disparait et le signal lumineux dBvient fixs. Le 
vovant lumineux s'eteint en remsttsnt I, zero la bascule 
correspondante, a condition que la cause de l'alarme ait 
disparu. 

1,5µW 

Typical at: 
7V typiqueB 

Voo 15V 
5MHz 

Tamb 25°C 

350!1 

>109 !1 
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SF.F 25302 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entrH (entl'H que/conqueJ 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par battier) 

Operating temperature 
Temp4rature de fonctionmment 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
BoTtier 

CB-79 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Voo 

V1 

Ptot 

Toper 

Tstg 

Top view 
Vue dB dtJssus 

VDD 25 2A* 2Y E2 

VAL;UES 
VALEURS 

v 55 -0,3V, v 55 +25 V 

v 55 -0,3V, vDD +0,3V 

500mW 

EV -40°C, + 85°C 
KM -55°C, + 85°C 

EV -55°c, +125°c 
KM -65°C, +150°c 

02 01 

15 1A* 10* 1Y 3A* 3Y El Vss 

* Detection inputs 
Entries de dtltBCtion 
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LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

2A 2Y 

~ 
Voo<>----

2s v--------------------1 

1S 0------------------___... 

1A 

18 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTR/QUE 

lY 3A 

2Su---------------. 

1s0-------------. 

2Yo-----------, 

»o--£~~= 7 '7 ...., 
Vss 

lAO>--------_. 

V55 

3Y 

7~ All P substrates connected to Voo 
~ Substrats des P MOS reunis B Voo 

E2 

E2 

El 

SF.F 25302 

02 

---o Vss 

P--------001 

*High noise immunity logic 
Logique a haute immunite aux bruits 

J :;=- All N substrates connected to Vss 
1--- Substrats des N MOS r/Junis 8 Vss 
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SF.F 25302 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

All inputs 
Entrffl que/conqu• 

Low level input voltage 
Ten1ion d'entrH" .t fltat bas 

High level input voltage 
Tension d',mtnJe .t 1'4tat haut 

Low level input current 
Courant d'entrf• .t 1'11tat bas 

High level input current 
Courant d'BntrH .t l'ltat haut 

Input capacitance 
Cspacid d'sntrH 

1 A, 1 B, 2A, 3A inputs 
Entrees 1A,, 18, 2A, 3A 

Low level input voltage 
SF.F 25302 EV 

Tension d'entrde .t l'drat bas 

SF.F 25302 KM 

SF.F 25302 EV 
High level input voltage 
Tension d'entrtle .t 1'4tat haut 

SF.F 25302 KM 

Transition voltage 
Tension de basculement 

(note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONO/T/ONS DE 

MESURE 

VIL 

VIH 

I IL vi= ov 

IIH v I = 15V 

cl VI =0V,f =1 MHz 

VOH = 14V 
VIL 

Tamb = 25"C 

VIH VOL =1V 

Tamb = 250c 

VTR VO = vi 

Tamb =25oc 

VALUES 
VALEURS UNllS 

VDD UNITES 
min. max. IV) typ. 

15 4,6 V 

15 10,5 V 

16 --0,5 nA 

15 0,5 nA 

4 pF 

6 V 

15 

6,5 V 

8 V 

15 
7,5 V 

16 7 V 

Note 1 : These specifications apply for tamb : -40°C, +85°C (unless otherwise specified). Typical values for Tamb = 25°C. 
Reference voltage : Vss 
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Ces 6/J(lcifications ,ont valabtespour tamb : -400C, +85°C (sauf indications contraires). Valeurs typiques a 25°c. 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

All outputs 
Sorties quelconques 

Low level output voltage 
Tension de sortie a l'Btat bas 

High level output voltage 
Tension de sortie B l'Btat haut 

Low level short-circuit current 
Courant de court-circuit B /'etat bas 

High level short-circuit current 
Courant de court-circuit /J l'Btat haut 

Low level "on" drain-source resistance 
Resistance drain-source en conduction IJ 
l'etat bas 

High level "on" drain-source resistance 
Resistance drain-source en conduction B 
rerathaut 

Supply 
Alimentation 

Quiescent device current 
EV Courant d'alimentation au repos 

KM 

N channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal P 

(note 1) 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

VOL IOL =o 

VOH IoH =o 

'as 
VO = VDD 

VO = VDD 

'as 
VO = vss 

VO = vss 

IDL = 1mA 

'DS(on) 
IDL = 1 mA 

IOH = -1 mA 

'DS(on) 

IOH = -1 mA 

v, =15v 
IDL 

Tamb = 250c 

v, =15V 
IDL T = 85°C amb 

v, =15V 
1DL T = 125°C amb 

V(TO)N 'o = 10µA 

Tamb = 250c 

V(TO)P 'o = -10µA 

Tamb = 250c 

SF.F 25302 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
(VI min. typ. max. 

15 0,1 V 

15 14,9 V 

15 18 mA 

10 8 mA 

15 -20 mA 

10 -9 mA 

15 170 1000 n 

10 250 1500 n 

15 350 1000 n 

10 600 1600 n 

15 0,1 50 µA 

15 500 µA 

15 500 µA 

1,5 V 

-1,5 V 

Note 1 : These specifications apply for tamb: -40°C, +85°C (unless otherwise specified). Typical values for T amb = 25°C. 
Reference voltage : Vss 
Ces specifications sont valables pour tamb: -400C, +85°C (sauf indications contraires). Valeurs typiques s 25°c. 
Tension de reference : V ss 
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SF.F 25302 

TYPICAL APPLICATION 
APPL/CATION TYPIQUE 

Sensor 
Capteur 

2Y 

Stop SS 
ArrfitSS 

Stop LS 
ArrfitSL 

01 

2A 

2S 

1S 

1A 

1B 

R' 
C 

R 

V 

ALARM DETECTION 
CENTRALE D'ALARME 

Stop LS,j 
Arr(JtSL ~ 

2Y E2 VDD 

SF.F 25302 KV 

1Y 3A 3Y El Vss 

Stop SS9 
ArrOtSS i 

' 

02 

01 

*For brief deficiency duration 2Y 
and 1 S may be tied directly wi
thout using C3 and R3. 
Pour un defaut de breve duree, on peut 
remplacer C3 et R3 par une liaison di
recte entre 2Y et 1S. 

,,---<:=f-0 V + 

+-+-C:::J--L Light signaling driver 
Commande de signalisation 
lumineuse 

,,---<:=f-0 V + 

~+-..c=rr Sound signaling driver 
Commande de signalisation 

+15V 

LS : Light signal 
SL : Signal lumineux 

SS : Sound signal 
SS : Signal sonore 

I H 
0
1 :..:=n _____ :1-~1----------1 I ._ ______ _ 

1 -----------'----, 

0-------------------'----------------~ 
1 I 
o------ -- -- - ------- _I ____ _ LJ 

I I 

~==---------------~=======----:------: ________ u 
0-------------.. 

LJ 

02 ~-------------------nrn 
.1 1. t 
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* T = the minimal deficiency duration, is determined by R1-C1 : T # 0,6 . R 1-C1 for R2;;,, 10 R 1 
duree minimale du dfifaut, est determine par R1-C1 pour 

= the multivibrator period, is determinal by R C 
(Jeriode de clignotement, est determine par R C 

#2,2 R.C with R' ;;,, 10 R 
avec 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES TYPIQUES 

'DS(on) 
<nl 

700 

600 

500 
\ 

\ 
\ 

Low state 
Etatbas 

r-... 
" 

400 

300 

200 

100 
"' 

0 

'as 
(mA) 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

0 

4 

0 
0 

5 

~,,,, 
5 

10 

Low.state 
Etatbas 

/ 
/ 

10 

......__ 

j 

I 

............ r---

J 

I 
I , 

'DS(on) 
lnl 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
0 

'os 
(mA) 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

0 
0 

\ 
' 

\ 

5 

High state 
Etathaut 

\ .. 
"-

"' 
10 

High state 
Etathaut 

J , 
/ 

)I' 
/' 

5 10 

........... 

I 

SF.F 25302 

-

J 

I 

r--

J 
V 
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SF.F 25302 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYP/OUES 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

---

[7 

I ::r 
~,4.,~ 

6,5 

j 
17 

I/ 

II 
I/ 7,5 

:~ 

I i/ 

~1 I/ 
~o 

I/ 

v 00 =15v 

0 2 4 6 8 10 12 14 V1(V) 
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Detection inputs 
Entrffs de dl!tection 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

, 

V 
/ 

I/ 
.,v 

V 
/ 

(V 

o 3 6 9 12 15 18 21 v 00!vl 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES PR/NC/PALES 

Operating free-air 

SF.F 25303 

PULSE DETECTION ELEMENT 
ELEMENTOE DETECTION D'IMPULSION 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PREL/MINAIRE 

Supply voltage Input voltage 
Type Package temperature range Storage temperature T.,,1ian d'•litMfltatlon TetYion d'entrltl 

Boitier Gammt1 ds 111mp4,ature Tflfflp4,atu,e ds trtockags 

SF .F 25303 EV CB-79 

SF.F 25303 KM CB-79 

GENERAL DESCRIPTION 
_DESCRIPTION GENERALE 

ds fanctionnsment 

-40°C, + 85°C 

-55°C, +125°C 

The SF.F 25303 is a C-MOS integrated circuit for detec
tion of pulse levels. The circuit is to drive an alarm signa
ling on and off. 

This circuit is to control the magnitude and the timing 
of a voltage pulse, conformably to a given pattern. 
Commonly, the question is to survey a sequential pre
sence of +48 V. 

The magnitude reference is given by the transition 
voltage of the I.C input. From this reference, the device 
will have to constitue a comparator. 

The timing informations are provided from the outside 
by two variables A and 8. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Static operation 
Fonctionnement statique 

Only one power supply 
Une seule tension d'alimentation 

Low power supply consumption 
Faible puissance dissif}Be 

Threshold device (noise immunity> 30% of Voo - Vss) 
Oispositif a seuil /immunite au bruit >30% de Voo - VssJ 

Frequency operation 
Ftequence de fonctionnement 

Low output impedance 
Faible iml)«lance dB sortie 

Double diode input protection 
Double diode de protsction aux enttees 

High input impedance 
Haute im/J8dance d'ent/'ee 

lHOMSON·CSF 
OMSIONSEMICOIDUCTEURS 

~ 

Voo-Vss min. --max. 

-55°C, +125°C 3V, 20V Vss Voo 
-65°C, +150°C 3V, 20V Vss Voo 

Le SF.F 25303 Bit un circuit integrd C-MOS de dettJction dB 
niveau d'impulsion. Le circuit est destirM IJ commander l'alluma
ge et /'extinction d'une signalisation d'alarme. 

Ct1 circuit doit 'Mrifier la conformiM en amplitude et en temps 
d'un creneau de tension par rapport ii un gabarit donM. II s'agit 
le plus sou vent, dB surveil/er une pf8sencs 8'qutmtielle de +48 V. 

La feference d'amp/itude sst dom1'e par le ssui/ de bssculem811t 
de l'entfee du circuit int:egfe. LB montafltl devra done B partir de 
cetts TeferBnce, constituer un comparateur. 

Les informations "temps" sont fournies de l'exterieur 8 /'aide 
de de1:1x variables A et B. 

15µW 

7V 

5MHz 

soon 

Typical at: 
TypiqueB 

v00 = 15 v 
Tamb= 250c 
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SF.F 25303 

PIN CONFIGURATION 
DESCRIPTION GENERALE 

Package 
Boftier 

CB-79 Top view 
Vue de dessus 

VDD S 2A* 2B* 2Y 4A* 4Y R 

1A* 1B* 1Y 3A* 3Y O Vss 

* Shaping inputs 
Entf'ees demise en forme 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Device dissipation (per package) 
Dissipation (par boftier) 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

2/10 

742 

Rth(j-a) = 88°C/W 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

V1 

ptot 

Toper 

Tstg 

VALUES 
VALEURS 

Vss-0,3 v, Vss+25 v 

Vss-0,3 v, vDD+ o,3 v 

500mW 

EV -40°C, + 85°C 
KM -55°C, +125°C 

EV -55°C, + 125°c 
KM -65°C, + 150°c 



LOGIC DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

1B 

IA 

2A 

2B 

SCHEMATIC DIAGRAM 
SCHEMA ELECTR/QUE 

SF.F 25303 

1Y 3A 3Y R 

~ 
0 

* Shaping inputs 
Entfees demise en forme 

2Y 4A 4Y 

IA, 2A 1Y, 2Y 3A,4A 3Y,4Y 

;:1M~ ~~ ~ tJtJt~ 
Vss 

R 

7~ All P substrates connected to Voo 
Substrats des P-MOS reunis /J V DD J8= All N substrates connected to Vss 

Substrats des N-MOS reunis 8 Vss 
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SF.F 25303 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER!STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

All inputs 
Entrees quelconques 

Low state 

Input voltage 
Etat bas 

Tension d'entree 
High state 
Etat haut 

Low state 
Etat bas 

Input current 
Courant d'entree 

High state 
£tat haut 

Input capacitance 
Capac1te d'entree 

1A. 1B, 2A, 2B, 3A, 4A inputs 
Entrees 1A, 18,2A,28,3A,4A 

Low sate 
Etat bas 

Input voltage 
Tension d'entree 

High state 
Etat haut 

Transition voltage 
Tension de basculement 

All outputs 
Sorties que/conques 
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Low state 
Etat bas 

Output voltage 
Tension de sortie 

High state 
Etat haut 

Low state 
Etat bas 

Short circuit current 
Courant de court circuit 

High state 
Etat haut 

Low state 
Etat bas 

ON drain source resistance 
Resistande de conduction 

High state 
Etat haut 

T amb = 40°C, + 85°C 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONDITIONS DE 
SYMBOLES MESURE 

VIL v 00 = 15v 

VIH v 00 = 15v 

ItL v 00 =15V, VI =OV 

I IH v 00 = 15V, v I = 15 V 

c, v I =OV, f = 1 MHz 

v 00 = 15v, Tamb = 250C 

VIL VoH=14V 

v 00 =15V, Tamb = 250c 

VIH VOL= 1 V 

v 00 = 15v, Tamb = 2150c 
VTR v 0 =VI 

VOL loL =OV, v 00 =15V 

VOH loH=OV, v 00 = 15v 

Ios(Hl 
v 00 = 15V, VOH =OV 
v 00 =1ov, VoH =OV 

v 00 =15V, VoL=15V 
Ios(Ll v 00 = 10v, VoL=10V 

v 00 = 15v, loL = 1 mA 
'DS(on) v 00 = 10v, loL = 1 mA 

v 00 =15v, 'oH =-1 mA 

'DS(on) v 00 = 10v, 'oH =-1 mA 

min. 

10,5 

7,5 

14,9 

( Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

VALUES 
VALEURS UNITS 

UNITES 
typ. max. 

4,5 V 

V 

-0,5 nA 

0,5 nA 

10 pF 

6,5 V 

V 

7 V 

0,1 V 

V 

9 mA 

4 mA 

-10 mA 
-5 mA 

250 1000 n 
350 1500 n 
600 1000 n 
800 1600 n 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply 
Afimentation 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation au repos 

N channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal N 

P channel threshold voltage 
Tension de seuil du canal P 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

100 

V(TO)N 

V(TO)P 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

MESURE 
min. typ. 

v00 = 15 v Tamb = 25°c 
V I =15V Tamb = 350c 

lo= 10µA, Tamb = 25°C 1,5 

10 = 10 µA, Tamb = 25°C 1,5 

SF.F 25303 

max. 

50 
500 

UNITS 
UNITES 

µA 
µA 

V 

V 
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SF.F 25303 

TYPICAL APPLICATION 
APPL/CATION TYPIOUE 

Control of the magnitude and timing of a voltage pulse 
verification de ta conformitl en amplitude et en temps d'un crdneau de tension 

6/10 
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Time 
Temps 

t<t1 

t1<t<t2 

t2<t<t3 

t3 <t <t4 

V31----~...,..,~,.......,......,..,....,..,..,...,..,,----
V2f----fnr'--'-......_..,_,_.....__._._._.uil __ _ 

t1 t2 

Sequence (truth table) 
Sequence (table de verittl) 

A B 

, 0 

0 0 

0 , 
0 0 

t3 t4 

Normal condition v, 
Conditions norms/es 

V1<V1 0 

V1<V3 -

V2<V1 <V3 -

V1<V3 -

t4 <t , 0 'V1<V1 0 

V2 

-

-
, 

-

-

V3 

-

0 

0 

0 

-



TYPICAL APPLICATION 
APPL/CAT/ON TYP/QUE 

Recall 
RMrmement 

a-,-=-

V'1 V'2 V'3 

V 

A 
0 

1 
B 

0 

V3 
v, V2 

V1 

R 
0 

1 
0 

01 

V'I 

A 

B 

L 

SF.F 25303 

V'3 +15V 

v+ 

28 2Y4A 4Y I VDD 

2A 

R 
SF.F 25303 

s 0 

1A 

18 1Y 3A 3Y Vss 

Signaling driver 
Commande de signalisation 

V'2 

V1 VTR 
V'1 = Kl VI Kl = Vi X 

VDD 

V2 VTR 
V'2 = K2V I K2 = Vi X 

VDD 

V3 VTR 
V'3 = K3 v I K3 = Vi X 

VDD 

I • 
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SF.F 25303 

OTHER APPLICATION 
AUTRE APPL/CATION 

Retriggerable monostable 
Monostable redeclenchable 

+15V 
R 

C 

+15V-+-i 
,___-1-.2B 2Y 4A 4Y I Voo 

+1sv------'--2A 

'8/10 
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..n.. Input+ 

---L..-'R 

s 
Entreo + n--L..--,.... IA 

SF.F 25303 

A ~--'---- 1B 1Y 3A 3Y Vss 

,r lnput- •------- -
Entreo - ,.,__ ______ __. 

o------s 

T#0,75RC 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIQUES TYPIQUES 

rDS(on) 
In) 

BOO 

600 

400 

200 

0 

1os 
lmA) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
0 

' 
f---

\ 
\ 

\ 

\ 
"" ~ ' -.... -, 

5 10 15 

r versus v at low state 
DS( on) en fonction de DD B retat bas 

J 
I 

J 

I/ 
I 

/ 
.Iv 

_// 

5 10 15 20 

1 versus V at high state 
OS en fonction de DD B /'etat haut 

'os(on) 
In) 

2800 

2400 

2000 

1600 

1200 

800 

400 

1os 
lmA) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

0 

0 

SF.F 25303 

-
I 

' 
\ 

'- ~r--. -r--

5 10 15 

r versus V at high state 
DS(on) en fonction de DD iJ /~tat haut 

-
J 

I/ 
I 

I 
J 

V 
/ 

.,,/ 
.,,,,.,. 

5 10 15 20 v001v1 

1 versus v at low state 
OS en fonction de DD a retat bas 
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SF.F 25303 
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Vo 
IV) 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Boitier 

SF .F 25305 EV CB-79 
Plastic 

SF.F 25305 JV CB-79 
Cerdip 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de tsmfHrature 
de fonctionnement 

-4Cl°C, +85°C 

-40°C, +85°C 

The SF .F 25305 is a C-MOS programmable timer wich 
consists of an RC oscillator, a programmable counter, an 
automatic power-on reset circuit and a control logic. 

Timing may be initiated by turning on power or by a 
logical control input. The circuit output delivers a per
manent divided signal or a single transition following 
selected operation mode. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Storage temperature 
Tempdrstura de rtockll(JB 

-55°C, + 125°C 

-55°C, + 125°C 

SF.F25305 

PROGRAMMABLE TIMER 
TEMPO RISA TEUR PROGRAMMABLE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRE LIM/NA/RE 

Supply voltage Input voltage 
Tension trallmentation Tension d'flntr(Je 

Voo-Vss min. max. 

+4,5V, +15V Vss VDD 

+4,5V, +15V Vss Voo 

Le SF.F 25305 est un temporisateur programmable rean~ en 

technologie C-MOS. II comprend un oscil/ateur contrO!e par des 

composants RC ex~rieurs, un compteur programmable, un cir
cuit de remise a zero a la mise sous tension et une logique de 
commande. 

La temporisation peut t!'tre declanch/Je par la mise sous tension 
ou par une commande logique. La sortie de/ivre un signal 
f)eriodique ou une seu/e transition, selon le mode de 
fonctionnement chois;. 

Low power consumption ________________ 0,5 mW Typical at 
Typique 8 

{
v 00 = 10v 
f0 = 10kHz 

Faible consommation 

/',f 
Accurate RC oscillator - - - - - - - - - - - - - - - - t

0 
OscHtateur RC prec;s 

4000 B - series input/output specifications 
Sp(Jcifications des entrees/sorties type 4000 B 

Available counts : 100 64 640 or 6400 
Rangs de d;v;s;on disponibles ' ' ou 

Triggers with hysteresis on control inputs 
Entrees de commande a hysteresis 

Tamb= 250c 

< 2% !~~' 7 V<Voo < 15 V 

< 2% !~~,-4Cl°C < Tamb < +85°C, f0 = 10 kHz 

< 2% over processing 
de lot a lot 
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SF.F 25305 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

CB-79 

Inverter 
lnverseur 

RC oscillator 
Oscillateur RC 

Count select 
St!lection comptage 

Negative supply voltage 
Alimentation n'9ative 

{ 

{ 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage range 
Gamme de tension d;alimentation 

Input voltage range 
Gamme de tension d'entrde 

Package dissipation 
Dissipation par boftier 

Operating temperature range 
Gamme de temperature de fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de temperature de stockage 

2/10 
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El 

SI 

RS 

CT 

RT 

A 

B 

Vss 

Top view 
Vue de dessus 

Voo 
Positive supply voltage 
Alimentation positive 

E2 } Control inputs 
Entrees de commande 

E3 

LZ } Mode inputs 
Entrees de mode 

VE 

a 
Timer output 
Sortie du temporisateur 

LO } Mode inputs 
Entfees de mode 

PC 

SYMBOLS VALUES 
SYMBOLES VALEURS 

Voo Vss-0.3 v, Vss+1BV 

VI Vss-o,3v, v 00 +o,3v 

ptot 200mW 

Toper -40°C ➔ +B5°C 

Tstg -55°C ➔ +125°C 



R2 

Cl 

Rl 

(11 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

S1 

(21 

z 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

! 
RS 

(31 

I 
I 

CT 

I 
I 
RT 

(51 
I 
I 
I 
I 

R11misa 
bzltra 

Oscillator 
Oscillateur 

Reset 
Remise/Jzlro 

C 

6..bit counter 
Comptsur 6 bits 

Reset 100 
Remisabzlro 

2.decade counter 10 
Comptsur 2 decadtls 

L_ vss L1 Voo-----------------------------
1s1 1161 -

LO --------------- VE ----------------~ 
(101 

Multiplexer 
Muftipl11xt111r 

A 

(61 (71 

Reset 
Remise/Jzdro 

1..bit counter 
Compteur 1 bit 

(121 

OOUTPUT 
SELECTION TABLE 
TABLE DE SELECTION 
OE LASORnEO 

Delay (PC = 0) 
Retard 

A B 
Period {PC= 1) 
Piriodt1 

0 0 640T0 

0 1 6400T0 

1 0 64 To 
1 1 100 .T0 

Oscillator period : T =2,2 R1 C1 
Pdriode de l'oscillafflflr 0 



SF.F 25305 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Quiescent supply current 
Courant d'alimentation 
au repos 

Low level output voltage 
Tension de sortie a 
retat bas 

High level output voltage 
Tension de sortie a 
l'etathaut 

Input low voltage 
Tension d'entnhl B 
retat bas 

Input high voltage 
Tension d'entrH 8 
/'dtat haut 

Negative-going threshold 
voltage 
Tension de seuil B la 
transition negative 

Positive-going threshold 
voltage 

· Tension de seuil a la 
transition positive 

Hysteresis voltage 
Tension d'hysmre&is 

(VT+. VT_) 

Low level output current 
Courant de sortie a l'etat bas 

High level output current 
Courant de sortie a l'ltat 
haut 

Input current 
Courant d"entrde 

Input capacitance 
Capacitl d'sntree 
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.,[:l 

.J.J 
00 

"'"' :ne >~ 
"'"' 
100 

VOL 

VOH 

VIL 

VIH 

VT-

VT+ 

VH 

10L 

10H 

1, 

c, 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vo VDD 
(VI (VI 

5 

10 

15 

v I =Vss 5 

~: VDD 10 

11 0 1<1 µA 15 

v, =Vss 5 

~~ VDO 10 

11 0 1<1 µA 15 

5 

10 

15 

5 

10 

15 

E1, E2 5 and E3 
inputs only 10 Entress ET, 
E2etE3 

15 sFJUlement 

E1, E2 5 
and E3 
inputs only 

10 Entrt!es Et, 
E2etE3 15 seutement 
E1, E2 5 
and E3 
inputs only 10 EntrBes E1 
E2etE3 15 
seulement 

0 ,4 5 
v 1 =Vss 

0,5 10 OrV 
OU DD 

1,5 15 

4,6 5 
v 1 =Vss 

9,5 10 
:,vDD 

13,5 15 

V1 =OV 

ii 15V 
15 

min. 

4,95 

9,95 

14,95 

3,5 

7 

11 

0,52 

1,3 

3,6 

-0,2 

-0,5 

-1,4 

VALUES 
VALEURS "' ~~ 

-40°C 25"C +85,°C zai: 
:::, :, 

typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

200 5 200 1200 

250 30 250 1500 µA 

500 75 500 2000 

0,05 0,05 0,05 

0,05 0,05 0,05" V 

0,05 0,05 0,05 

4,95 4,95 

9,95 9,95 V 

14,95 14,95 

1,5 1,5 1,5 

3 3 3 V 

4 4 4 

3,5 3,5 

7 7 V 

11 11 

1,5 

3 V 

4,5 

3,5 

7 V 

10,5 

0,2 0,5 

0,7 1 V 

1 1,5 

0,44 0,36 

1,1 0,9 mA 

3 2,4 

-0,16 -0,12 

-0,4 -0,3 mA 

-1,2 -1 

:!0,3 :!0,3 ±1 µA 

7,5 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Pro8agation delay times from RS input 
to output 
Temps de propagation de /'entree RS a la 
sortie Q 

Q output transition times 
Temps de transition a la sortie Q 

Maximum clock frequency 
Frequence maximale d'horloge 

CL= 50 pF, Tamb = 25°C 

TEST CONDITIONS 
SYMBOLS CONO/TIONS DE 
SYMBOLES MESURE VDD 

IVI 

5 
A=Voo,B=Vss 

(divide by 64) 10 

tPLH• 
(division par 64) 15 

tPHL A=Vss,B=VDD 5 

(divide by 6400) 10 
(diVision par 6400) 15 

5 
tTLH• 

10 
tTHL 

15 

5 

fmax 
Rs Input 
Emree Rs 10 

15 

VALUES 
VALEURS 

min. typ. 

2,5 

0,8 

0,5 

3,5 

1,25 

1 

150 

75 

60 

0,8 1,7 

2,5 5 

~ 6 

SF.F 25305 

max. 

5 

1,5 

1 

7 

2,5 

2 

300 

150 

120 

UNITS 
UNITES 

µs 

µs 

ns 

MHz 
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SF.F 25305 

OSCILLATOR LOGICAL DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE DEL 'OSC/LLA TEUR 

Internal control 

R2 

Oscillation frequency 
Frilquence d'osciflation 

f= 1 (R2:e2 RI) 
2,2 RI Cl 

TYPICAL OSCILLATOR CHARACTERISTCS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES DEL 'OSCILLA TEUR 

6/10 
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t:J 
f 

a 
(%) 

1% 

0 

-1% 

-2% 

5 10 

f 
(Hz) 

8 
6 

4 

104 
8 
6 

4 

103 
8 
6 

4 

-----J 
5 

RI 

' 
\ 
~ 

'\. '\ 
"\._ Fr~~-'.C1) "\. Freq. (R1) 

- ---'<RI =100 kn ~ ~,' =1 ~F--
I,. 

\ \ 

'\ "\. 
"\. "\. 

' 
\ \. 

\ 

'\ 
'\ 

2 4 68 2 4 68 2 
104 105 

4 6 8 
RI (n) 

Cl Inf) 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

MODE #1 

v~ 
' 
' ' 

(a) LO= 0 

0--~: --T---lr-

MDDE#2 

SF.F 25305 

In all cases T = 2.2 R1 C1 x count 
Dans tous /es cas ' V SS = 0 V 

(b) LO= 1 

I E2=E3=v00 
LZ =PC= VE= Vss 

E!..____fL _____ n._ ___________ _ 
0 

T T 

I E2 = E3 = S1 I 
lZ =LO= PC= VE= Vs~ 

MODE #3 

E~--------... n~-------------------
1 
I 

T 

LZ = LO= Voo 

PC=VE=Vss 

7/10 
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SF.F 25305 

TYPICAL APPLICATIONS (continued) 
APPL/CATIONS TYPIOUES /suite) 

MODE #4 

~ 

Q 

MODE #5 

Q 

MODE #6 

8/10 

758 

E1 

Q 

T 

(a) LQ=O 

_J 
' 

IE1=E2=S1 I 
LZ = LQ = VDD PC= VE= Vss 

(b) LQ= 1 

IE2=E3=VDD 

_LZ=VE=Vss PC=VDD 

E2=E3=S1 

LZ=LQ=VE=Vss PC=VDD 



TYPICAL APPLICATIONS (continued) 
APPLICATIONS TYPIQUES (suite) 

MODE #7 

v~ 

E~ 

Q L 
T 

MODE #8 

v~ 

~ 

Q 

T 

w 
L 

T ' I 

T 

~ 
I 

I 
I 

_j 

SF.F 25305 

t<T 

~ 

________ n_ 

T 

I LZ:LQ=VE=VDD I_ 

PC-Vss 

r 

E2 = VDD 

E3=S1 

LZ =PC= VE= Vss 
LQ=VDD 

9/10 
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SF.F 25305 

TYPICAL APPLICATIONS (continued) 
APPL/CATIONS TYPIOUES (suite) 

MODE #9 

El 

E2 

E_J ______ ---!n"----'nL. ______ ..,;_ ________ _ 
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Q 

I 
I 

I 

T T 

PC= VE= Vss 

LZ = LQ=Voo 



SF.F 25306 ,SF.F 25307 , SF.F 25308 

DECODER/LED DRIVER 
DECODEURICOMMANDE DE DIODES ELECTROLUMINESCENTES 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 25306 CB-132 

SF.F 25307 

f CB-68 
SF.F 25308 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

Operating freHir 
temperature range 

Gamm,,dtlrempl,etute 
dtl function-• 

-40°C, +Bs•c 

-40-C, +BS°C 

SF .F 25306, 25307, 25308 are binary/7 segments deco
der + driver devices realized with C-MOS technology. 

The SF.F 25306 is housed in a 28 pins DIP package and 
provides 7 bits decoding and output drive capability for 
2 1/2 digits (0 ..... 127). Blanking input (Bl') can be 
used to turn-off output drivers. True/complement (T /Cl 
input enables inverting binary inputs to decoder. 

The SF .F 25307 and 25308 are available in 24 pins DIP 
packages and provide 6 bits decoding and output display 
of : 0 ..... 63 with 1 bit steps (SF .F 25307) or : 
0 ..... 126 with 2 bits steps. They provide also blan-
king input, but not True/Complement input (binary 
inputs inverting is mask programmable). 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Storage temperature 
T.,,,,,,,_,u,edtlfltOClc.,. 

-ss•c, +12S°C 

-s5°c. +125•c 

TENTATIVE DATA 
NOTICE PROVISO/RE 

Supply voltage Input voltage 
TeMlon d'lll/men .. tio,. Temion d'entrfltl 

Voo-Vss min. max. 

+sv, +16V V55 VDD 

+sv, +16V V55 VDD 

L .. SF.F 25306, 25301, 25308 sont des clrcuill rte dkodage 
+ commanrte d'affichage blnain, / 1 _,,,,,,11 nlalist!s en techno• 
giBC-MOS. 

Le SF.F 25306 prd,ente en boTtisf enficheble 28 passages per• 
metled6codagedtl 1 bill et /'affichagesur 2 1/2digill /0 •. 127). 
Llll sortiBS d'affichage peuimit ltre inhibHs par l'llfltfeB 8~. 
L 'tmtrh TIC psrmet de complimenter I• entnJ«s binalfW. 

Les SF.F 25307 et 25308 presentes en battier enficheble 24 
passages permettent le d6codage sur 6 bill •• /'affichage : 0 •• 63 
par incremen11 do 1 /SF.F 25307) au : O . • 126 par incre,,,.,,11 
de 2 (SF.F 25308). /Is conso,wnt /'inhibition dfl sortie, per 
l'entree B1 mais l'entres TIC n'BSt pas acceuible (l'lnVlll'lion des 
en trees blnaires •t programmable par ma,que}. 

- Binary/7 segments decoding on 7 bits (SF.F 25306) or 6 bits (SF.F 25307 and 25308) 
Conversion binairo/7 segmen11 sur 7 bill (SF.F 25306) au 6 bill (SF.F 25307 et 25308) 

- High current sourcing outputs 
Commande directe ds l'sffichage B diodes e/flC'tf'O/uminescentes 

7 segments outputs 
Sartin 7 segments 

1/2 digit output 
Sortie 112 digit 

- Blanking input 
Inhibition de l'Bffichage 

- Binary inputs inverting capability 
Possibilite d7nversion des entf'ess binairBS 

Low power consumption 
Faible consommation 

Double diode inputs protection 
Entries prot:(Jgees par 2 diodes 

1O =15mA Typical at: 
TypiqueB 

10 =40mA 

100 = 1 mA Typical at: 
Typiqueil 

VDD - Vss = 15 V 

78-21 115 
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Package : CB-132 
Boftier 

Package 
Boftier 
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CB-68 

Top view 
Vue de dessus 

Top views 
Vues de dessus 

Display 
Affichage 

,-, 
L_t 

I 
I 

-' , _ 
_ , 
_/ 

LI 
I 

I 
_I ,-
0 
7 

I 
,-, 
I 7 

0 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

'/ 9 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Ttmsion d'alimentation continue 

Input voltage (all inputs) 
Tension d'entree (entree quelconque) 

Device dissipation 
Dissipation 

Maximum current, 112 digit output 
Courant maximum, sortie 1 /2 digit 

Maximum current, 7 segments outputs 
Courant maximum, sorties 7 segments 

Operating temperature 
TemptJrature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOG/DUE 

Not used in SF .F 25307 
Non utilistJ sur SF.F 25307 

Digit 1 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

vDD 

V1 

Ptot 

Imax 

Toper 

Tstg 

Output stages 
Etages de sortie 

ROM 

+ 

Digit 2 

Internally mask programmed to "1" or "O" in SF.F 25307 and 25308 
Programmation interne par masque a "1 "ou "O" sur SF.F 25307 et 25308 

SF.F25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

VALUES 
VALEURS 

Vss-0,3V, Vss+18V 

Vss-0,3 v. Vss+0,3V 

500mW 

60mA 

30mA 

-40"C, +85°C 

-55°C. +125°C 
-

112 digit* 

B1 = 1 
Blank display 
Affichage inhibe 

TIC** TIC= 1 

Invert binary inputs 
Inversion entreBS binaires 
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SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Typical values at 25°C T = -4oo C + 85,c Unless otherwise specified 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES Valeurs typiques a 25°C amb ' Saud indicationscontraires 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Input current 
Courant d'entree 

"O" level 
Niveau "O" 

Input voltage 
Tension d'entree 

"1" level 
Niveau ,.,,,, 

R0 n N-MOS 7 segments output 
Sorties 7 segments 

R0 n N-MOS 1/2 digit output* 
Sortie 112 digit 

Output leakage current 
Courant de fuite de sortie 

* Not for SF .F 25307 
Pas pour SF. F 25307 

4/5 
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TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES CONDITIONS DE 

MESURE 

1DD 

11 
vi = 0,15 V 

T = 2s0 c amb 

VIL 

VIH 

Ron I = 15mA 

Ron I = 40mA 

1oH Vo = 15 V 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 

IV) min. typ. max. 

15 1 mA 

15 ±o,001 ±100 nA 

15 4,5 V 

15 10,5 V 

15 50 100 n 

15 25 50 n 

15 10 µA 



TYPICAL APPLICATION 
APPL/CATION TYP/QUE 

_J 

SF.F 25306, SF.F 25307, SF.F 25308 

LED display 
Affichage IJ LED 

/-/ 
I I 

Common-anode LED 
LED a anode commune 

VDD __fl__fl Square area 
V SS Excitation signal carr,J 

,-, 
I_! 

Liqui crystal display 
Affichage a cristaux fiquides 
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BASIC CHARACTERISTiCS 
CARACTERISTIOUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Bo1tftN 

SF.F 25309 EV TO-116 
Plastic 

SF .F 25309 JV TO-116 
Cerdip 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERALE 

Operating free-air 
temperature range -· ,.,,,,.,.,,,,. Mfoncdon-t 

-40°C, +85°C 

-40°C, +85°C 

The SF.F 25309 is a C-MOS integrated circuit allowing 
smoke detector implementation with very few external 
components. 

The sensing input consists of a very high impedance 
MOS FET gate directly usable for ionization detectors. 

The 16w impedance alarm output can directly drive a 
DC horn. 

An internal low frequency oscillator delivers a warning 
beep when battery voltage is low. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Very high impedance Mp$ FET detector input 
Detecteur MOS 8 trds hsute impedance d'entf'H 

Low stand-by current 
Faib/e courant au repos 

- Low impedance output driver 
E.tage de sortie ii basse im/JBdanc• 

- Optional built-in zener diode (SF .F 25309 A version) 
Diode zener integre facultative 

SF.F 25309 

IONIZATION SMOKE DETECTOR CIRCUIT 
CIRCUIT POUR DETECTEUR DE FUMEE A ION/SA TION 

Storage tamparatura 
r.,,,,,,,.,,,,. • -• 

-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Supply voltage Input voltage _,.,,,,..,,,,_,.don T.,,,,,,,, d'1ntfle 

Voo-Vss min. max. 

+7,5V, +13,5V Vss Voo 

+7,5V, +13,5V Vss Voo 

Le SF. F 25309 est un circuit intdgn! C-MOS permsttant de n!ali
ser un detecteur de fumtJe avec tnk peu d9 composant:s exterieurs. 

L 'entr&e detection, constitu,e par la grille d'un transistor MOS, 
offre la tr'8 hauttl lmP'dance d'en~e 116CsssittJe par /es <Mtec
teurs 8 ionisation. 

Une sortie slarme B basse imf]edance permet de commander 
directement un avertisseur sonore. 

Le circuit comprend dgalement un osciflsteur ii trft basse ffe
quance servant a dklencher f)eriodiquement l'slarme en css de 
baisse de la tension d'alimentation. 

1013 n Typical at Tamb = 550c 
TypiqueiJ 

7µA Typical at v 0O =12v 
TypiqueiJ 

5n Typical at v 0O = 7,5 v 
TypiqueiJ 

Vz=B,2V 

78-10 1/6 
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SF.F 25309 

FUNCTIONAL DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIOUE 

( 
Very high impedance 

MOS input 
Entree MOS a tres 
haute impedance d'entree 

+ 

Comparator 
Comparareur 

Comparator 
Comparateur 

+ 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

2/6 
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TO-116 (CB-2) 

Detector input 
Entree diitecteur 

NC 

Threshold voltage input 
Entree tension de seuil 

CMOS alarm output 
Sortie alarme CMOS 

Horn driver output 
Sortie commande klaxon 

Negative supply voltage 
Alimentation negative 

Battery level detector input 
Entriie detecteur de niveau d'alimentation 

+ 

Supply level 
detector 

Detecteur de 
niveau 

d'alimentation 

7 

Z(•l 

L------------18 
►-+-----<>-----, 

Top view 
Vue de dessus 

Reference source 

L-----® current 
Courantde 

VN reference 
source 

10 

* SF .F 25309 A version has built-in Zener diode 
Diode Zener integree sur la version SF.F 25309 A 

V } Positive supply voltage 
DD Alimentation positive 

High comparator input 
EntriJe haute du comparateur 

Reference resistor 
Resistance de reference 

Low comparator input 
Entree basse du comparateur 

Reference voltage 
Tension de reference 

Timing capacitor 
Condensateur de temporisation 

Battery level detector output 
Sortie dtitecteur de niveau d'alimentation 

I 



OPERATION 
FONCTIONNEMENT 

Operating mode 
Mode de fonctionnement 

Stand-by 
Attente 

Alarm 
Alarme 

Input conditions Oscillator 
Conditions d'ent~et Osci//at6Ur 

V13>V11 Disabled 

Vl <V3 

V13<V11 Enabled 

Vl >V3 

* Nominal duty cycle 
Rapport cyclique nominal : 1/1500 

Time between pulses 
Temps entre deux impulsions : 6 RTCT 

BATTERY LEVEL DETECTOR 
,DETECTEUR DE NIVEAU D'ALIMENTATION 

VDD level 
Nweau v00 

v00 ;;;,, V7 +0,2 V 

Voo"-V7+0,1V 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage range 
Gamme de tension d'alimentation 

Input voltage range 
Gamme de tension d'enuee 

Average supply current 
Courant d'alimentation moyen 

Operating temperature range 
Gamme de temperature dB fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de temperature de stockage 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

V1 

100 

Toper 

Tstg 

SF.F 25309 

C-MOS alarm output Horn driver output 
Sortie alarme C·MOS Sortie commande klaxon 

Low Off 
Basse BloqutJe 

Pulsed* Pulsed on* 
Pu/see Pu/&ee passante 

High On 
Haute Passante 

Output voltage at pin 7 
Tension de sortie broche 7 

Low 
Basse 

High 
Haute 

VALUES 
VALEURS 

Vss-o,3 v, Vss+18V 

Vss-0,3 v, Vss+0,3 V 

120mA 

-40°C ➔ +85°C 

-55°C ➔ + 12s0 c 
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SF.F 25309 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

POWER SUPPLY 
ALIMENTA T/ON 

Supply current 
Courant d'alimentation 

COMPARATEURS DE 
TENSION 

Input offset voltage 
Tension de decalage 

-

Input hysteresis voltage 
Tension d'hystef'esis 

Common mode input range 
Tension de mode commun 

Input leakage current 
Courant de fllite d'entn!Je 

Input break down voltage 
Tension de claquage 
d'entree 

OSCILLATOR 
OSCILLATEUR 

Period 
Periode 

Duty cycle 
Rapport cyc!ique 

ca·pacitor 
current 
Courant 
dans le 
conden-
sateur 
(Pin 9) 
(Broche9) 

4/6 
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Source 
Fourni 

\ ,, .. 
Absorb(J 

., TEST CONDITIONS 

"'"' CONDITIONS DE .J ..J 
00 MESURE al ., 
~:=; 

VO Voo > >-"' ., (V) (V) 

9 

Stand-by 
mode 

12 

100 

7,5 

Low battery 
mode 

11 

vo, 

Vlmax 

Pin 1 ,, Broche 1 
V1=12,6V 

V(BR) 
Pin 1 
Broche 1 

T 17,5-11 

7,5-11 

7,5-11 

7,5-11 

VALUES 
VALEURS 

., 
~~ 

-40°C 25"C +85°C z~ 
::,::, 

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

4 6 µA 

7 10 µA 

5 7 µA 

9 13 µA 

50 mV 

10 100 150 mV 

0,5 W -2 
DO V 

1 pA 

40 V 

20 50 s 

_L _L 
3000 1000 

65 150 nA 

125 300 µA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

(Continued 
(Suite) 

"'(3 
TEST CONDITIONS 

.J ... CONDITIONS DE 
PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES 

..,., 
~~ Vo vDD 

"'"' (VI IVI min, 

ALARM OUTPUTS 
SORTIES ALARME 

C-MOS I,~,-, I0H 5 7.5 
output Niveau haut 

~~ Low level 
·. IoL 2,5 7,5 

(Pin 41 NivBBU bas 
(Broche4/ 

_,,,l ON 
'o 7,5 output 1,5 

Sortie Passant 
MOSFET 
(Pin SI OFF 

I0FF 12 12 
(Broche5/ Bloqud 

REFERENCE VOLTAGE 
TENSION DE REFERENCE 

75-11 
Pin 10 VN 

Broch• 10 
BATTERY LEVEL 
DETECTOR 
DETECTEUR NIVEAU 
D'ALIMENTA TION 

Bias current 
9 

Courant de polarisation 
12 

VALUES 
VALEURS 

--40"C 250C 

typ. max. min. typ. 

5 

240 

0,8, 1,2 

0,3 2,5 

0,3 3,3 

max. min. 

-5 

1 

1,8 

3,3 

5 

SF.F 25309 

+850C 

typ. max. 

J!!~ 
z ;t 
:, ::, 

mA 

mA 

.mA 

µA 

V 

µA 

µA 
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SF.F 25309 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPLICATIONS TYPIOUES 

6/6 

772 

Resistor or 
reference chamber 
Rlsistance au chsmbre 
derdMrsnce 

Sensing chamber 
Chambre dB d6ttJCtion 

Resistor or 
reference chamber 
RdsistancB ou chambre 
de rdMrence 

Sensing chamber 
Chambr11 de ddtection 

I 

I + 

Battery 
Batteriil 
9 V/12 V 

Battery 
Batterie 
9 V/12 V 



TOA 1067 ,TOA 1067 N 
MUL Tl-PURPOSE REGULATION I.C. FOR POWER TRANSISTORS CONTROL AND 

THYRISTORS OR TRIACS FIRING 
CIRCUIT A USAGES MULTIPLES DEREGULATION ET DE COMMANDE DE TRANSISTORS DE PUISSANCE, 

DE THYRISTORS ET DE TR/ACS 

GENERAL DESCRIPTION 

TDA 1067 and TDA 1067 N integrated circuits are intended for control of servo systems, driving of power transistors 
and firing of thyristors or triacs. 

Internal reference voltage, stable versus temperature and supply voltage between 3 and 18 V, can be used as instruction 
signal. Power stage can be effectively protected by the means of overload detection. 

Internal thermal limitation protects circuit agains overheating of internal control stage. 

Following functions may be achieved : 

Speed control with transistors or thyristors 

Proportional control with transistors, thyristors or triacs 

Thermal regulation 

Regulation or control for switching systems 

Transistors and thyristors can be directly controlled by emitter or collector of power transistor. 

Supply voltage can be adjusted between 3 and 18 V. 

DESCRIPTION GENERALE 

Les circuits integres monolithiques TOA 1067 et TOA 1067 N sont destines a la commande des systemes asservis, des 
transistors de puissance, des thyristors ou des triacs. 

La tension de reference interne, stable en fonction de la temperature et de la tension d'alimentation dans une gamme 
de 3 a 18 V, peut servir de signal de consigne. Le dispositif de detection de surcharges permet de proteger efficacement 
l'etage de puissance. 

Le dispositif interne de limitation thermique protege le circuit contre la dissipation de /'etage de commande interne. 

II permet de realiser /es fonctions suivantes : 

Variateur de vitesse 8 transistors au A thyristors 

Commande proportionnelle a transistors, a triacs ou A thyristors 

Regulations thermiques 

Regulations et commandes diverses de systemes travail/ant en decoupage. 

Les transistors et /es thyristors peuvent etre commandes directement a partir de l'emetteur ou du collecteur du 
transistor de puissance. 

Adaptation possible de la tension d'alimen_tation du circuit entre 3 et 18 V. 
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TDA 1067, TDA 1067 N 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Cases 
Bo/tiers 

TDA 1067 

CB-179 

LIMITING VALUES 
VA LEU RS LIM/TES ABSOLVES 

Supplv voltage 
Tension d'alimentation 

Maximum output current 
Courant maximum de sortie 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance thermique (jonction-ambiante) 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique (jonction-boitier) 

POWER DISSIPATION 
DISS/PA TION DE PUISSANCE 

2/15 

774 

' ) 

Top view 
Vue de dessus 

Tamb = 250c 

Vee 

10M 

plot 

Ti 

Tstg 

Rth(j-a) 

Rth(j-c) 

CB-185 

~°;• 

" . 

L0 
TDA 1067 N 

(Unless otherwise stated) 
{Sauf indications contraires) 

3 

2,5 

5 

150 

150 

eB-179 

eB-185 

6 

I 11 Without heatsink 
Sans radiateur 

18 

90 

60 

(21 With a 10°e/W heatsink 
Avec un radlateur 10°clW 

(3) With infinite heatsink 
Avec un radiateur infini 

V 

A 

w 

oe 

oe 

0 eIw 

0 e;w 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

* 

R21 

R32 

Mu---+-------------------~ 

R20 

R19 

TDA 1067, TDA 1067 N 

R29 

~R=2~8---+----0 ;!: 

10kn 

R27 

111c*>--+---------------------------'a=3c=,:1 

031 

R12 

~O---+----CR=1=11-----r'"'-' 
0,5 kn 

Q30 

Nn----+--------+-----+--------------' 
R10 R18 

RS 

;::u----------------------~ 
R7 

_____ as~------------~ 

... -CR=3::l--+--_04•~-----------e 
R'2 R2 R6 

R1 

* 

Q28 

R17 

R23 
10 kn 

*NOTE : Pins with*ought to be polarised 
Les broches marquees*doivent ltre 
toujours po/aris/Jes 
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TOA 1067, TOA 1067 N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STAT/OUES 

Reference 
Reference 

Internal reference voltage 
Tension de reference intsrne 

Reference supply current 
Courant consomml oar la rMfJrenCE 

Reference voltage temperature 
coefficient (without load) 
Coflfficient de temperature de la 
tension de rfJfdrence (B videJ 

Reference voltage versus supply 
voltage (without load) · 
Variation de la tension de reference 
en fonction de la tension d'ali'menta-
tion (B vide} 

Amplifier 
Amplificateur 

Input offset voltage 
Tension de d(Jcs/age B l'entrH 

Amplifier input current 
Courant d't1ntree de l'amplificatBllf 

Amplifier offset current 
Courant de dkslage de l'ampli-
ficateur 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output transistor saturation 
voltage 
Tension de saturation du transistor 
de sortie 

Supply current 
Tension d'alimentation 

Pulse current amplitude 
Amplitude des Impulsions en 
courant 

4/15 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

T amb = o + 10°c 

Vcc=6+15V 

Vcc=4+1av 

Rs =60!:2 

RL = 100n 

'o =0,2A 

'o =1A 

Vee= 3 v 

Vee= 3V 

RL = 10n 

Vcc=12V 

RL = 10n 

Vee= 12v 

RL =5!:2 

Pins 
Broches 

V(ref) 

1cc, 

LW(ref) 

l'lt (vj) 

I', vref 

Vol 

'a 3-4 

'oi 3-4 

Av 

7-8 
VcEsat 

7-8 

Icc2 

'o 

'o 

'o 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Min. Typ. Max. 

1,38 V 

2,2 mA 

-0,3 0 +0,3 mV/°C 

-5 0 +5 mV 

-15 0 +15 mV 

10 mV 

0,5 µA 

10 100 nA 

80 dB 

0,10 V 

0,8 V 

2,2 + I0(mA) 
100 

mA 

0,25 A 

0,8 1 A 

2 A 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STAT/DUES 

Ramp generator 
Generateur de rampe 

Saw-tooth voltage swing 
Rel/lage de la dynamique de 
la dent de scie 

Saw-tooth voltage swing 
Rt§glage de la dynamique de 
la dent de scie 

Frequency range 
Gamme de fre(luence 

Current generator 
Generateur de courant 

Linearity 
LineBriM 

Surge detector 
Detecteur de surcharges 

Latclf level 
Seuil de dl!Clenchement 

Latched load voltage 
Tension aux bornes de la charge 
dans I' iltat b/oque 

"zero" detector 
oetecteur de zeros 

Saturation voltage 
Tension de saturation 

Input voltage at on state 
Tension d'entrfJe a l'l!tat conducteur 

Pulse duration 
Duree de /'impulsion 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Vr.c 

Vs lN"J~~•x 
Pin 13 to Vee 
through resistor 
Broche 13a Vee 
a travers resistance 

Pin 3 at Vee 
Broche 3 au V CC 

Pin 14 to V~fi 
through 10 
resistor 
Broche 14 8 Vee 

a travers resistance 
10kil 

116 = 10mA 

v 16 =1ov 

A {_ 7V 
t 

~ T 

Pins 
Broches 

Vee-Vmax 12-5 

Vs 12 

Vs 12 

F 12 

115 15 

VT 11-9 
5-6 

VL 

V14 14- 9 

v, 1 - 5 

!_ 100 
T 

14 

TDA 1067, TDA 1067 N 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontreires) 

Min. Typ. Max. 

0,8 

H-(Vee-1V) 

2 

1 105 

120 

1 

0,6 
0,6 

0,01 0,1 

0,05 0,1 

Vee±Vo 

5 

V 

V 

V 

Hz 

µA 

% 

V 
V 

V 

V 

% 
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TDA 1067, TDA 1067 N 

v,.1 
VO(ref) 

1,02 

6/15 
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1,01 

0,99 

0,98 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS 
TEMPERATURE 
TENSION DE REFERENCE EN 
FONCTION DE LA TEMPERATURE 

'1Vref -3 
~ <±0,2.10 vt•c 

JI 

-.,,,... 
~ --

........... ~.,,,... -- I ) typ. .,,,....,. ~ ...... 
r--..... I ,.,. 

~~ -- ~ ...... 

0 25 50 75 

v,.f 

VO(ref 

1,02 

1,01 

0,99 

0,98 

) 

0 

VOLTAGE REFERENCE VERSUS SUPPLY 
VOLTAGE 
TENSION OE REFERENCE EN FONCTION 
DE LA TENSION D'ALIMENTATION 

- /) ,~ 
I 
I 

5 10 15 



TDA 1067, TDA 1067 N 

SPEED CONTROL FOR DC POWER MOTORS WITH AC SUPPLY 
VARIATEUR DE VITESSE POUR MOTEURS CONT/NUS DE PU/SSANCE ALIMENTES PAR LE SECTEUR 

Speed control is obtained by switching supply. Motor is provided with rectangular waveform, at fixed frequency and 
variable duty cycle. Duty cycle is generated from comparison between reference voltage and mean motor voltage 
control. 

Le 11ariateur de vitesse utiliSt!J le principe de ralimentation /J dkoupage. Le moteur est aliment6 par des creneaux de f~uence fixe mais 
de rapport cyclique variable. Le rapport cyc/ique est IJlabor(J ii partir d'une comparaison entre la tension de consigne, et la tension 
moyenne aux bornes du moteur. 

-- -- -- -- -- --

C 

R1 

l Ra 3 

Ref. 4 

1,5V 

I Rb 

15 

2 Overload protection 
R2 Protection contre 

/es surcharges 

11 

-5' 
I 

I 
I 

-Command 
network 

,Reseau 
'?J'attaqtli! -

220 V ~ 
Fu 

1000 µF 

Power 
Puissance 

T 
Control 
network 

'---------1 Reseau de 
C.I. 

Saw-tooth V12 voltage and V4 intersection 
Intersection de la dent de scie V12 et la tension V4 

Power transistor conduction periods 
PIJriodes de conduction du transistor de puissance 

Input 3 and 4 
Entree 3 et4 

surveN!ance 

O+-----------------
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TOA 1067, TOA 1067 N 

APPLICATIONS CIRCUITS FOR HOMOBASE OR EPITAXIAL POWER TRANSISTORS 
SCHEMAS D'UTILISATION POUR TRANSISTORS DE PUISSANCE HOMOBASE OU EPITAXIAL 

100 n 

12-c15V SPEED CONTROL 
VARIATEUR DE VITESSE 

+ 
10 µF 

Case : connection side view 
Bo1tier : vu cOte connexions 

200!1 

V=10-c100V 

_________ vcc 

~ 
T = C (V CC - V - 11 

120. 10-6 

V 

Locking after 
overload 
Blocage aprlJs 

~--""""" surcharge 

V 

560 n 

4,7J ~ : 
µF -- 10µFI 01 kn 

L--l--------+----R-en~art/i , ~ 
Red6marrage 

R3 
(Feedback) 
(Contrereaction) 

NOTE : Power transistors direct command application circuit. The homobase transistors are chopped at about 
1 kHz and the epitaxial transistors are chopped at about 10 kHz. 
Schf1ma d'application B attaque directs d'un transistor moyenne et basse tension. DIJcoupage B 1 kHz pour transistors 
homobsses et 10 kHz pour transistors IJpitaxi/Js. 

R1, R2, R3, R4 and R5 ajusted with motor and Power transistor 
R 1, R2' R3' R 4 et R5 ajusU!es avec le moteur et la transistor de puissance 

8/15 

780 

Motor 
Moteur 



TOA 1067, TOA 1067 N 

APPLICATIONS CIRCUITS FOR TRIPLE DIFFUSED POWER TRANSISTORS 
(high voltage, high speed and low losses) 
SCHEMAS D'UTIL/SA TION POUR TRANSISTORS DE PUISSANCE TRIPLE DIFFUSES 
(haute tension, grande vitesse de commutation et faibles pe'rtes) 

SPEED CONTROL 
VARIATEUR DE VITESSE 

vcc=+12v+15v 

40 
kn 

+ 
200n 

10kn 

Case : connection side view 
Bo1tier: vu cOte connexions 

50µFI 
6+15V 

100n 

5n 

Impulsion 
transfo 
Transfo 
d'impulsions 

Locking after 
overload 
Blocage aprls 

----I surcharge 

4,7 µF 
1,5 kn 

Red(Jmarrage 

nF 

10 kn 

o,5n 
7W 

Motor 
Moteur 

- 1KW 

ESM 181 
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,-------------~~--CJ---------CJ-----=-S tart 
--c:J--7 

100 kn 
Demarrage or 

OU 
I 
I 
I 

+,2v I 
,------t------lf------1>-,0-0...---.----c:::J---+-----....-+-- I 

Chopped at 5 kHz 
Dkou-a5kHz 

47kn µFl 100n l i 
,---C:::J---+--rso 434 I 

L----------1 Locking after 
overload 
8/ocage aprj1 

----I surcharge 

15n 

1 µF 

6,Sn 
2,7n 

2kn 

Typical regulation 1 % 
R'9ulation typique 1 'if, 

Delay over current surge protection 
Protection des surcharges en courant temporistl 

I 

0,2n 680 kn 

-I 
C 
)> ... 
0 

_gi 
-I 
C 
)> ... 
g 
-.i 
z 



47 kll 

100kll 

100 

µFl 

'---------1 Locking after 

470'1 

overload 
B,,,_uprl1 

~----1 ,urcharge 

2,1 n 

100 n 

--c=J-7 

l 

5 n 

10µF~ 

A~ 10"Fl 
1'"';i;,tart 
~ Redllmarrags ~ 

10 kll 

+12v 

0,2 
n 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

680 kll 

0,:11 

L.--------------------------+-----------------------1 ' ' 
Chopped at 5 kHz 
Dkau-j5kHz 

Typical regulation 1% 
R•lation typiqw I~ 

Delay over current surge protection 
Prot«tion des wrcharges en couranr remporid 

Motor 
_ Moteur 

1 kW 

0 kll 

iq )> 
::i:: :g 
~ !:: i:.n 
tJ )> 
C: :! 
::10 ,-..z 
~~ 
::! :a 
on 
<: !: 

-I 

a-= 
i~ 
:i.. 0 
C, :,;i 

li:8 
0 ;;: 

~~ 
,: z 
oc 
iil 
§ 

§ 
::! 
C, 
C: 

-I 
C 
)> .. 
0 
a, 
~ 
-I 
C 
)> .. 
0 
a, 

" z 



TOA 1067, TOA 1067 N 

APPLICATION CIRCUITS 
SCHEMAS D'UTILISA TION 

SPEED CONTROL USING THYRISTORS 
VARIATEUR DE VITESSE A THYRISTORS 

12/15 

784 

200 n Speed adjustment 
Regtage vitesse 

10 kn 

Synchronisation with AC 
supply 
Synchronisation avec le 
secteur 

40kn 

Locking after 
overload 

-----' Blocage apres 
surcharge 

!.1µF 
1 µF 

+ 1 µF p 

I~ 
I 22kn 

010k!'l 
I • 100 kn 

BY 190 
ESM 181 

1 n 
7W 

T Pulses transformer 
Transformateur d'impulsions 



TDA 1067, TDA 1067 N 

APPLICATION CIRCUITS 
SCHEMAS D'UT/LISATION 

Nota 

DIRECT CONTROL BY ZERO VOLTAGE SWITCHING -TEMPERATURE REGULATION 
COMMANDE PROPORT/ONNELLE PAR LE ZERO DU SECTEUR - REGULA T/ON DE TEMPERATURE 

1 to 3 diodes 
coupled to 
load 
1 lJ 3diodes 
coup/~slJ 
la charge 

10 kn 

100 kn 

50µF 

10 kn 

6V+9V 

Restart 

'-+--+-----------' RedtJmarrage 

10 kn 10kn 

R1, R2, R3 adjusted with tri~c 
R 1, R 2' R 3 ajustees avec le triac 

110+220v~ 

1N 4005 

5.+15kn 
7W 

13/15 
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TDA 1067, TDA 1067 N 

APPLICATION CIRCUITS 
SCHEMAS D'UTIL/SATION 

DIRECT CONTROL BY ZERO VOLTAGE SWITCHING - TEMPERATURE REGULATION 
COMMAND£ PROPORT/ONNELLE PAR LE ZERO DU SECTEUR - REGULA T/ON DE TEMPERATURE 

14/15 

786 

10 kn 

100 kn 

50 µF 

Threshold at 0,5V 
Seui/ a 0,5 v 

'--------I Locking after 
overload 
Blocage aprlJs 

___ ___, surcharge 

6 V c-9 V 

Restart 
'-1---1------------'Redemarrage 

Triac 

110 c-220 V ~ 

1 N 4005 

10---:-1skn 
7W 



TIMES DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

AC w .... rn /\ /\ /\ /\ /\ /\ I\ , 
Secteur V V V'v 'vV V 'TV 

~:~ J I I I 111111111111111 

TDA 1067, TDA 1067 N 

~t 

.. t 

·~~--· 
Permited conduction 

Comparator output l I Cl onduction permi,e - , \ I I L 
Sort,e comparateur 

L-.--..---....1 ___________ _____.____., t 

Vee l 
:;i;~~t;~::mmande ~111~1 I I ~1~111~1 -----'----L--L-111 _._____.___I I O , 

..... r /\ /\ /J 
vcharge V V V 

Controled value 
Vs/eur IJ contrtJ/er 

To 
PL 

I\ I\ 
V 'vV 

\nsuuction 
c;o~i9~ - - -

I\ I\ .,t vv 
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T□B0555, TDC0555 

TIMING CIRCUIT 
TEMPOR/SATEUR ANALOG/QUE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES /Voir § limites absoluesi 

Operating free-air 
Type Package temperature range Storage temperature v+ s 1omax 

p 
Battier Gamme de temperature TBmpdrature destockage (V) (mA) (mW) 

amblsnte de fonctionnement 

TDB0555-CM TO-99 0°C, + 10°c -65°C, 

TDB0555-DP.8 CB-98 0°C, + 10°c -65°C, 

TDC0555-CM T0-99 -55°c; + 12s0 c -65°C, 

General description 

The TDB/TDC0555 monolithic timing circuit is a 
highly stable controller capable of producing accurate 
time delays, or oscillation. 

Additionnal terminals are provided for triggering or 
resetting if desired. 

In the time delay mode of operation, the time is 
precisely controlled by one external resistor and 
capacitor. 

For a stable operation as an oscillator, the free run
ning frequency and the duty cycle are both accurate
ly controlled with two external resistors and one 
capacitor. 

The circuit may be triggered and reset on falling 
waveforms, and the output structure can source or 
sink up to 200 mA or drive TTL circuits. 

+150°C 18 200 600 

+150°C 18 200 600 

+150°C 18 200 600 

Description generate 

Le TDBffDC0555 est un circuit a haute stabilite produisant 

des signaux de duree precise ou des oscillations. 

Des bornes supplfimentaires sont prevues pour le dectenche

ment et le rflenclenchement, si on le desire. 

Dans le fonctionnement en temporisateur, le temps est fixe 

avec precision par une resistance exterieure et un conden

sateur. 

Pour un fonctionnement comme oscillateur, la frequence de 

"6currence et le rapport cyc!ique sont tous deux determines 

de faton precise par 2 resistances exterieures et un seu/ 

condensateur. 

Le circuit peut ltre declenche et reenclenche sur un front 

descendant et le circuit de sortie peut foumir et absorber 

jusqu'B 200 mA ou commander un circuit TTL. 

78-15 1/8 
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TDB0555, TDC0555 

PINS CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

T0-99 (CB-11) 
METAL CAN 

~~~ ~~"'"'' CB-98 
DUAL IN LINE 

Top view 
Vue de dessus 

Bo1tier mfJtal PACKAGE 
Bo1tier enfichable 

2/8 

790 

Threshold 

·-

Reset 
Remise a zfJro 

Schematic 
SchlNna electrique 

,,-------7 
I 5kn \ __f7_ 

7 Dascharg,r 

I Dkh"""' 

I 

I 
'-d>----~:ut 

I 
I 

_I 

~:~~ndo +Vee 
Trigger Discharge 
Declenchement DfJcharge 

Output Threshold 
Sortie Seu ii 

Reset Control voltage 
Remise B z(Jro ContrtJle tension 

Principal features 
Donnhs principales 

1"iming from microseconds through 
hours 

Operates in both astable and mono
stable modes 

Adjustable duty cycle 

High current output can source or 
sink 200 mA 

Output can drive TTL 

- Temperature stability of 0,005 % 
per°C 

Constante de temps de la microseconde a 
l'heure. 

Fonctionnement dans /es deux modes 
astable et monostable 

Rapport cyc/ique ajustable 

Sortie B courant 1/ev(I fournissant ou 
abwrbsnt 200 mA 

Stabilite en temP'rature: 0,005 % par 0 c 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply voltage 
Tension fournie par Jes alimentations 

Supply current, low state 
Courant fourni par Jes alimentations 
IJ retat bas 

Supply current, high state 
Courant fourni par /es a/imentations 
/J l'titathaut 

Timing error (monostable) 
Erreur de temporisation (monostable) 

Initial accuracy 
Precision initiate 

Drift with temperature 
Derive en temp,jrature 

Drift with supply voltage 
Derive en tension 

Threshold voltage 
Tension de seuil 

Trigger voltage 
Tension de dt!Jclenchement 

Trigger current 
Courant de dectenchement 

Reset voltage 
Tension de remise a zero 

Reset current 
Courant de remis'e B zero 

Threshold current 
Courant de seu ii 

Control voltage level 
Niveau de contrfJ/e de tension 

Output voltage drop, low state 
Tension de sortie a retat bas 

Tamb = +25°C 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Vee 

Vee= 5V, RL == 

IccL 

vcc=15V, RL == 

IccH vcc=5V, RL = 00 

RA, RB= 1 kn+ 100 kn 

C = 0,1 µF (note 1) 

(note 2) 

Vcc=15V 

Vee= 5 v 

Vee= 15 v 

lsink= 10mA 

Vee= 15v 

'sink= 50 mA 

Vee= 15 v 

lsink = 100 mA 

Vee= 15 v 

I,ink = 200 mA 

Vee= 5 v 
I,ink = 5 mA 

TDB0555 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

4,5 16 

3 6 

10 15 

2 

1 

50 

0,1 

2/3 

1/3 

0,5 

0,4 0,7 1 

0,1 

0,1 0,25 

9 10 11 

2,6 3,33 4 

0,1 0,25 

0,4 0,75 

2 2,5 

2,5 

0,25 0,35 

UNITS 
UNITES 

V 

mA 

mA 

mA 

% 

ppm/ 
oc 

%/V 

xNcc 

xNcc 

µA 

V 

mA 

µA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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TDB0555 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

Tamb = +25oC 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Output voltage drop, high state 
Tension de sortie a retat haut 

Rise time of output 
Temps de montee de la sortie 

F al I time of output 
Temps de descente de la sortie 

Note 1 : Tested at Vee= 5 V and Vee= 15 V 
Testea Vcc=5 Vet Vee= 15 v 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vcc=15V 

Is = 200mA 

Vee= 15 v 
Is = 100mA 

Vee= 5 v 
Is = 100mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

12,5 V 

12,75 13,3 V 

2,75 3,3 V 

100 ns 

100 ns 

Note 2: This will determine the maximum value of RA+ RB for 15 V operation. The max total is R = 20 M!J 
Determine la valeurmaximum de RA + RB pour le fonctionnementlJ 15 V. Le total maximum etant R =20MO. 

MONOSTABLE OPERATION 
FONCTIONNEMENT MONOSTABLE 

+Vee 

o---+---12 

u--.... --13 

4/8 

792 

4 8 

7 

6 

10 nF 

+Vee 

Output 
Sortie 

C 

ASTABLE OPERATION 
FONCTIONNl;MENT ASTABLE 

I 
I 
I 

,l. 
RLt I y 4 

I 
I 
I 

3 
I 
I 

,1. 
RL I I ~· I 

I 

rlr! 
Operating frequency 
Frequence de fonctionnement 

RA 

8 

7 

Rs 

6 

2 

IC 

F °" __ 1~4_4 __ 
(RA+ 2 R8 ) C 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply voltage 
Tension fournie par Jes alimentations 

Supply current, low state 
Courant fourni par /es alimentations 
B retatbaa 

Supply current, high state 
Courant fourni par /es alimentations 
lJ l'l!tat haut 

Timing error (monostable) 
Erreur de temporisation (monostable) 

I llitial accuracy 
Precision initials 

Drift with temperature 
Derive en temperature 

Drift with supply voltage 
Dtirive en tension 

1hreshold voltage 
Tens ion de seu ii 

Trigger voltage 
Tension de d6clenchement. 

Trigger current 
Courant de dl!clenchement 

Reset voltage 
Tension de remiss a zero 

Reset current 
Courant de rernise a zero 

Threshold current 
Courantde seuil 

Control voltage level 
NivNU de contr0le de tension 

Output voltage drop, low state 
Tension de sortie a l'tJtat bas 

Tamb = +25°C 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

vcc 

Vcc=5V, RL == 

ICCL 

Vcc=15V, RL == 

IccH Vcc=5V, RL == 

RA, R8 = 1 kS1+ 100kll 

C = 0,1 µF (n.>te 1) 

(note 2) 

Vee= 15 v 

Vee= 5 v 

Vcc=15V 

I,ink = 10 mA 

Vee= 15v 

I sink= 50 mA 

Vcc=15V 

lsink = 100 mA 

Vcc=15V 

I sink= 200 mA 

Vee= 5 v 
I sink= 8 mA 

TDC0555 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

4,5 

3 

10 

2 

0,5 

30 

0,05 

2/3 

1/3 

0,5 

0,4 0,7 

0,1 

0,1 

9,6 10 

2,9 3,33 

0,1 

0,4 

2 

2,5 

0,1 

18 

5 

12 

2 

0,2 

1 

0,25 

10,4 

3,8 

0,15 

0,5 

2,2 

0,25 

V 

mA 

mA 

mA 

% 

ppm/ 
oc 

%/V 

x!Vcc 

x/Vcc 

µA 

V 

mA 

µA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

5/8 
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TDC0555 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

Tamb = +25oc 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Output voltage drop, high state 
TBnsion de sortie a retat haut 

Rise time of output 
Temps de montee de la sortie 

Fall time of output 
Temps dedescente de la sortie 

Note 1: Tested at Vee= 5 V and Vee= 15 V 
Testes Vee =5 Vet Vee= 1,v 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Vee= 15 v 
Is = 200 mA 

Vcc=15V 

Is = 100 mA 

Vee= 5 v 
Is = lO0mA 

VALUES 
UNITS VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

12,5 V 

12,75 13,3 V 

2,75 3,3 V 

100 ns 

100 ns 

Note 2: This will determine the maximum value of RA+ RB for 15 V operation. The max total is R = 20 Mil 
Determine la valeur maximum de RA + RB pour le fonctionnement a 15 V. Le total maximum t§tant R =20 Mn. 

MONOs:TABLE OPERATION 
FONCT/ONNEMENT MONOSTABLE 

+Vee 

u---t---12 

o----3 

6/8 

794 

4 8 

7 

6 

10 nF 

+Vee 

Output 
Sortie 

c. 

AST ABLE OPERATION 
FONCT/ONNEMENT ASTABLE 

I 
I 
I 

RA, ,.I. 
RLI I 4 8 y 

I 7 
I 
I 

RB 3 
I 
I 

,1. 6 
RLI I 

2 ~· I 
IC I 

if( 

Operating frequency 
F reQUence de fonctionnemen t 



MINIMUM PULSE WIDTH REQUIRED FO.R 
TRIGGERING 
LARGEUR MINIMUM D'/MPULS/ON REOUISE 
POUR LE DECLENCHEMENT 

150 

125 

0,1 0,2 0,4 

Loweit voltage level of trigger pulse (x V eel 
Tension minima/e de /'impulsion de dliclenchement 

HIGH OUTPUT VOLTAGE/OUTPUT SOURCE 
CURRENT 
TENSION DE SORTIE (ETAT HAUT)ICOURANT 

~ FOURN/ PAR LA SORTIE >·e 
- a ,,a 
g>~ 
.., c: 1,6 
°g·~ 
~ § 1,4 

,S. I 1,2 
::, C 
0 .2 1,0 
Is 
a., c: 0,8 
"'~ 
~] 0,6 
0 -~ 
> 'b 0,4 
>c 

7 I I I 
L-tamb ss0 c 

tamb = +2!JOC 

tamb = + 125°C 

·-

L,..., 

,_ ... ...... 
7 

- i.-'-' 

' 

l 
C.-2 0,2 

J! o. 
-~ V<;;

1
VC,C ~

1
15 V 

101 1o" 

~ 
8,-! 
~ a 
~i 
~-~ 
8! 

10° 
Source current (mAI 
Courant foumi 

LOW OUTPUT VOLTAGE/OUTPUT SINK 
CURRENT 
TENSION DE SORTIE (ETA T BAS)!COURANT 
ABSORBE A LA SORTIE 

101 

100 

10·1 

Vee= 10v 

iamb = -ssoC , 

I 

~tamb=+2soc7 i.-. 

ii~ 
-i:: 125°C.~ 

.. 
l,,,t=iiiil"' 

101 

Sink current (mAI 
Courant absorbe 

i:;:::;--

~ 
~-! 
"' ' ~ 0 

~~ 
~ C a.2 
;; ~ 
O>-

TDB0555, TDC0555 

SUPPLY CURRENT/SUPPLY VOLTAGE 
COURANT D'ALIMENTA TION I TENSION 
D'AL/MENTA TION 

10 

O 5' ·10 15 

Supply voltage (VI 
Tension d'alimentation 

LOW OUTPUT VOLTAGE/OUTPUT SINK 
CURRENT 
TENSION DE SORTIE (ETAT BAS)!COURANT 
ABSORBE A LA SORTIE 
101 Vcc=5V 

tamb ~··.:.550(;+==:; 

100 /1 t--1" 71 

'amb = + 250c j I IJ tamb= 
+ ,-25°C -I ,., 

10·1 lb"" 
~"" 

10·2 

10° 101 102 

Sink current (mAI 
Courant absorbe 

LOW OUTPUT VOLTAGE/OUTPUT SINK 
CURRENT 
TENSION DE SORTIE (ETA T BAS)!COURANT 
ABSORBE A LA SORTIE 

101 Vcc=15V 

! tamb = -ssoc 

I : 
~t b +25°C ·~-~cv, ~P" 
tamb- · 
+125°6 l..~ 

·t--
101 

Sink current (mAI 
Courant absorbe 

i 

' A 

~ 

718 

795 



TDB0555, TDC0555 

DELAY TIME/SUPPLY VOLTAGE 
RETARD/TENSION D'ALIMENTAT/ON 

DELAY TIME/TEMPERATURE 
RETARD /TEMPERATURE 

1,015 

"' E 1,010 . ., 
~ {j] 1,005 

"O ~ 

-~ ~ 1,000 
"iii~ ea o,995 
0 ~ z 0: 

8/8 
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0,990 

0,985 
0 

\ -'· ----

1,015 

1,010 

1,005 

1,000 

0,995 

0,990 

0,985 

! 
-·r--- - t----

5 10 15 
Supply voltage 0 (V) 
Tension d'alimentation 

20 -50 -25 0 25 50 75 1,00 125 

PROPAGATION DELAYNOLTAGE LEVEL OF 
TRIGGER PULSE 
TEMPS DE PROPAGATION/AMPLITUDE DE 
L 'IMPULSION DE DECLENCHEMENT 

300 
.; 
..:. 250 
" E . ., 5 200 i:-.:; al. 

150 "O 8-a~ "ii;; 100 
"' ti 
a. 1-C 

50 tamb = + 125°C 

0 ,__.__..__.__....___. _ __.__,__, 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 

Lowest voltage level of trigger pulse (x V cc) 
Tension minima/e de /'impulsion dB dec/enchement 

Temperature (°C) 
Tsmp,Jrature 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDB 2608, TDE 2608 

ANALOGICAL TIMER 
TEMPORJSATEUR ANALOG/QUE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRE LIM/NA/RE 

Vee VCM V(6) lo Ptot 
Type Package temperature range Storage temperature 1-2 V(8) 

Bo1tier Gamme de temperature Temperaturedestockage 
ambiante de fonctionnement 

TDB2608 DP TO-116 0°C, -t-70°C -55°C, 

TDE2608 DP TO-116 -25°C, +85°C -55°C, 

General description 

TDB2608 and TDE2608 are analogical integrated ti
mers specialysuited to work in industrial surrounding. 

Principal features are : 

- Two high current complementary outputs protected 
by clamping diodes 

- Every external component, used for timer program
ming, is grounded. Remote control and protection 
from eddy signals are thus made easier 

- Internal current divider allow lower values of timing 
resistor and capacitor 

- Comparator hysteresis adjustable (0 to 50%) 

- Wide applications range owing to direct acces to 
both comparator inputs 

- Charge of timing capacitor by current generator. 
Thus a ramp generator can be made. 

lHOMSON·CSF 
~se.te:ONOUCTEIJRS 

~ 

(V) (V) (V) (mA) (mW) 

+125°C 35 12 35 100 600 

+125°C 40 12 40 100 600 

Description generate 

Les circuits TDB2608 et TDE2608 sont des temporisateurs 
analogiques integfes sf)ecialement /Jtudi/Js pour 6tre utilises 
dans une ambiance industriefle. 

Leurs caracteristiques principa/es sont : 

- 2 sorties compl/Jmentaires. a fort courant pro'tegees par 
diodes 

- Commande S distance et protection contre Jes parasites 
sont facilitr!es par le fait que taus /es composants ext/Jrieurs 

utilises pour la programmation de la temporisation ont un 
point a la massB 

- Resistance et capacitfJ de temporisation de valeur plus faible 

gr§ce B un diviseur de courant interne. 

- Hys'ter/Jsis du comparateur r/Jglable de O a 50% 

- Acres aux deux entrees du comparateur ce qui permet une 

grande variete d'applications 

- Charge de la capacite de temporisation par generateUr de 

courant permettant de realiser un g(Jn/Jrateur de rampe. 

77-43 1/16 
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TDB2608, TDE2608 

PIN CONFIGURATIOI\I 
BROCHAGE 

TO-116 (CB-2) 

DUAL IN LINE PACKAGE 
Boit;e, enfichable 

IA current generator Timing capacitor 
Generateur de couran't I A Capacite de temporisation 

Top view 
Vue de dessus 

IN hysteresis Ground 
Hysteresis IN Masse 

Comparator inputs 
Entrees du comparateur 

I B current generator . V CC 
Generateur de courant I 8 Filtering 

Common of output clamping diodes 
Point commun des diodes de protection des sorties 

I Filtrage 

Setting of the timing capacitor charging 
current 
RfJglage du courant de charge de la capacitt§ de 
temporisation 

BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIOUE 

PRINCIPAL FEATURES 

Two high current (100 mA) comple
mentary outputs 

Large voltage supply range (8 to 30 V 
or 8 to 35 V) 

Low comparator input current (10 nA 
typique) 

Timing adjustment very flexible 

2/16 
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Output 
Sortie 

Logical input 
l:ntree Jogique 

11 

I I 
R3 L---=---_J 

R4 

DONNEES PR/NC/PALES 

- Deux sorties comp/ementaires fort courant 
(100mA) 

- Large gamme de tension d'aUmentation 
/8a30 Vou8a35 V) 

- Faible courant d'entree du comparateur 
(10 nA typique} 

- Grande soup/esse de feglage de la tempo
risation 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Minimum supply voltage (with 
reduced performances) 
Tension d'alimentation minimale (avec 
performances feduites) 

Supply current (Note 2) 
Courant d'alimentation 

Timing adjustement linearity error 
versu.s R2 value 
Defaut de linfJarite du feglage de tempo-
risation en fonction de R2 

Output saturation voltage (pins 6 
and 8) 
Tension de saturation sur !es broches 
6et8 

Timing capacitor charging current range 
Gamme de f'eg/age du courant de charge de la 
capacite de temporisation (Note 3) 

Timing reproductibility from a cir-
cuit to another (same external 
components) 
Reproductibilite du retard d'un circuit 
a l'autre (mimes composants exterieurs) 

Capacitor charging currents switching 
error 
Erreur sur la commutation des courants de 
charge de la capacite 

Comparator A2 input bias current 
Courants de polarisation d'entree du 
comparateur A2 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vee 

Vee 

1cc 

Vosat 

1(10) 

b.I(10) 

11(13) 
11(14) 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

V(11)=Vcc-2V 

i Input 5 low 
Entfee 5 au niveau bas 

Input 5 hight 
Entree 5 au niveau haut 

R2max = 20 
R2min 

10 = 100 mA 

BJ.=10 
R'1 

TDB2608 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITE5 

15 30 

8 

5 9 

3 6 

4 10 

1,5 

0,5 100 

3 

4 

20 50 

V 

V 

mA 

mA 

% 

V 

µA 

% 

% 

nA 

3/16 
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TDB2608 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES (suite) 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

I 

Minimum common mode input voltage 
Tension d'entree minimals en mode commun 

Timing capacitor discharge time 
Temps de <Ncharge de la capacitB de 
temporisation (Note 4) 

Discharge circuit saturation voltage 
Tension de saturation du circuit de de-
charge 

Discharge circuit maximum low 
level input voltage 
Tension maximsle d'entfee du circuit 
de dtkharge permise B retat bas 

Discharge circuit minimum high 
level input voltage 
Tension minimals d'entfee du circuit 
de dtkharge permise /J rerat haut 

Logical input current 
Courant d'entree /ogique 

Timing delay , opetitivity 
Repetitivite de la temporisa tion 

Timing delay average temperature 
coefficient (circuit only) 
Coefficient de temperature moyen de la tempo-
risation (circuit seu/) 

Timing delay average temperature 
coefficient (with external components) 
Coefficient de temperature moyen de la tem-
porisation (avec comp0$Snts exterieurs) 

(Note 4) 

Timing delay change versus supply 
voltage 
Coefficient de variation de la temporisation 
en fonction de la tension d'alimentation 

4/16 

800 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VcM 
(1,2,13,14) 

to 

V(10lsat 

V(5)L 

V(5)H 

l(5)H 

I(5)L 

b.t 

Kn 

Kn 

Kt(Vccl 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

C = 47 µF 

V(10lsat.;; 50 mV 

1(10) = 100µA 

T2 on 
T2 conducteur 

T2 off 
T2bloqu6 

V(5) >B V 

V(5) <7 V 

1(10) =0,5µA 

1(10) = 0,5 µA 

0°c <Tamb < < 70°C 

1(10) =0,5µA 

0°C < Tamb < +70°C 

15 V <Vee< 30 V 

1(10) =0,5µA 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

0 0,1 V 

20 ms 

10 50 mV 

7,4 7 V 

8 7,6 V 

0,1 100 µA 

0 

0,1 % 

200 
ppm 
t°C 

600 
ppm 
t0 c 

0,05 0,25 %/V 



TDB2608 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) 
CARACTER/STIQUES ELECTR/OUES (suite) 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS 

CONDITIONS OE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE~ 

Pins 2 and 10 output current ratio .!ill_ Rapport des courants sortants sur /es 20 
broches 2 et 1 O 1(10) 

Pin 11 output current 1(11) -250 µA Courant sortant sur la broche 11 

Pin 1 output current 1(1) -250 µA Courant sortant sur la br_oche 1 

Pin 12 input current (hysteresis current) 
Courant 6ntrant sur la broche 12 (courant 1(12) 140 µA 
d'hysteresis) 

Pins 11 and 12 current ratio !l!.!l Rapport des courants sur /es broches -0,55 
11et 12 1(12) 

Pin 2 short~ircuit current I(2)sc 10 mA Courant de court-circuit sur la broche 12 

Maximum allowed value for R 1 and R3 (see application 1) 40 kll Valeur maximale admissible pour R 1 et R3 (voir le schema d'application 1) 

NOTE! These specifications apply for Vee= 24 V, 0,5 V < V(1) < 10 V, 0,5 V < V(11) < 10 V, 
T amb = 25°C unless otherwise 
Specifications valables pour Vee =24 V, 0,5 V < V(1) < 10 V, 0,5 V < V(TT/ < 10 V, Tamb =25"C 
sauf indications contraires 

NOTE 2: This supply current is for 1(10) = 0, To take 1(10) into account add 21 x 1(10) to Ice ce courant d'aiim""entation est donne pour 1(10) =0. Pour tenir compte de ce dernier, ii fautajoutet 21 x /(10). 

NOTE 3 : With lower performance than specified, timing circuit may work with 0,1 µA< 1(10) < 300 µA 
Avsc des performances le(}Brement mains bonnes que s{)ecifil!, le temporisateUr peut fonctionner avec 0,1 µA < 1(10) < 
300µA 

NOTE 4 : With following external components : C =Polycarbonate; R1 and R2 = Carbon film resistors; R3 = Metal
I ic film resistor. 
Avec /es composants exterieurs suivants : C =Polycarbonate,· R 1 et R2 =Couche de carbonate; R3 =Couche m6ta/lique 
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TDE2608 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

Minimum supply voltage (with 
reduced performances) 
Tension d'alimentation minimale (avec 
performances reduites) 

Supply current (Note 2) 
Courant d'alimentation 

Timing adjustment linearity error 
versus R2 value 
Defaut de linearite du reg/age de tempo· 
risation en fonction de R2 

Output saturation voltage (pins 6 
and 8) 
Tension de saturation sur /es broches 
6et8 

Timing capacitor charging current range 
Gamme de reg/age du courant de charge de la 
capacite de temporisation (note 3) 

Timing reproductibility from a cir-
cuit to another (same external 
components) 
ReproductibilitfJ du retard d'un circuit 
a l'autre (mlJmes composants exttirieurs) 

Capacitor charging currents switching 
error 
Erreur sur la commutation des courants de 
charge de la capacitfJ 

Comparator A2 input bias current 
Courants de polarisation d'entree du 
comparateur A2 

6/16 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vee 

Vee 

1cc 

Vosat 

1(10) 

1'1(10) 

11(13) 
11(14) 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

MESURE MIN. TYP. MAX. UNITE5 

15 35 V 

V(11)=Vcc-2V 8 V 

Input 5 low 
5 8 mA Ent/'ee 5 au niveau bas 

Input 5 high 
3 5 mA Entree 5 au niveau haut 

R2max = 20 2 6 % 
R2min 

lo=l00mA 1,5 V 

0,5 100 µA 

3 % 

fil = 10 
R'l 

2 % 

10 30 nA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Minimum common mode input voltage 
Tension d'entree minimale en mode commun 

Timing capacitor discharge time 
Temps de decharge de ta capacite de 
temporisation (Note 4) 

Discharge circuit saturation voltage 
Ttmsion de saturation du circuit de de-
charge 

Discharge circuit maximum low 
level input voltage 
Tension maximale d'entree du circuit 
de decharge permise a retat bas 

Discharge circuit minimum high 
level input voltage 
Tension minimale d'entree du circuit 
de decharge permise /J l'etat haut 

Logical input current 
Courant d'entr6e logique 

Timing delay repetitivity 
Repetitivite de la temporisation 

Timing delay average temperature 
coefficient (circuit only) 
Coefficient de temperature moyen de la tempo-
risation (circuit s6U/) 

Timing delay average temperature 
coefficient (with external components) 
Coefficient de temperature maven du temps 
de temporisation (aVBC composants exte-
ri6Urs) (Note 4) 

Timing delay change versus supply 
voltage 
Coefficient de variation de la temporisation 
en fonction de la tension d'alimentation 

(continued) 
(suite) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES MESURE 

VcM 
(1,2,13,14) 

to 
C = 45µF 

V(10lsat <;; 50 mV 

V(10lsat 1(10) = 100 µA 

V(5)L T2 on 
T2 conducteur 

V(5)H T2off 
T2b/oqul! 

1(5)H V(5) >B V 

1(5)L V(5) <7 V 

Lit 1(10) = 0,5 µA 

1(10)=0,5µA 
KtT 

-25°C< Tamb < +85°C 

KtT 
1(10) = 0,5 µA 
-25°C < T amb < +85°C 

15 V < V CC < 35 V 
Kt(VccJ 1(10) = 0,5 µA 

TDE2608 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

0 0,1 

20 

10 50 

7 

8 

15 100 

0 

0,1 

100 

500 

0,05 0,15 

UNITS 
UNITES 

V 

ms 

mV 

V 

V 

µA 

% 

ppm 
1°c 

ppm 
1°c 

%/V 
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rDE260P 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) 
CARACTERIST/OUES ELECTR/QUES (suite/ 

TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS SYMBOLS CONDITIONS DE VALEURS 
PARAMETRES SYMBOLES MESURE MIN. TYP. MAX. 

Pins 2 and 10 output current ratio .!ill Rapport des courants sortants sur Jes 20 
broches 2 et 1 O 1(10) 

Pin 11 output current 1(11) -250 Courant sortant sur la broche 11 

Pin 1 output current 1(1) -250 Courant sortant sur la broche 1 

Pin 12 input current (hysteresis current) 
Courant entrant sur la broche 12 (courant 1(12) 140 
d'llystefesis) 

Pins 11 and 12 current ratio I (11) 
Rapport des courants sur /es broches 1(12) -0,55 
11 et 12 

Pin 2 short-circuit current 
1(2),c 10 Courant de court-circuit sur la broche 2 

Maximum allowed value for R1 and R3 (see application 1) 
40 Va/eur maximale admissible pour R 1 et R3 (voir le schema d'appUcation 1 J 

NOTE 1 Thesspecifications apply for Vee= 24 V, 0,5 V < V(1) < 10 V, 0,5 V < V(11) < 10 V, 
T amb = 25°C unless otherwise 
Specifications valables pour Vee =24 V, 0,5 v< V/1) < 10 V, 0,5 v< V/11) < 10 V, Tamb =25°e 
sauf indications contraires 

NOTE 2: This supply current is for 1(10) = 0. To take 1(10) into account add 21 x 1(10) to Ice 
Ce courant d'alimentation est donne pour 1(10) =0. Pour tenir compte de ce dernier, ii taut ajoutet 21 x 1(10). 

NOTE 3 : With lower performance than specified, timing circuit may work with 0, 1 µ,A< I (10) < 300 µ,A 

UNITS 
UN/Tfl 

µ,A 

µ,A 

µ,A 

mA 

kU 

Avec des performances tegerement mains bonnes que specif/Ii, le temporisateur peut fonctionner avsc 0,1 ,uA < 1(10) < 
300 µA. 

NOTE 4: With following external components: C =Polycarbonate; R1 and R2 = Carbon film resistors; R3 = Metal· 
I ic film resistor. 
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Avsc /es composants exterieurs suivants : C =Polycarbonate; R 1 et R2 =Couche de carbonate; R3 =Couche meta/lique 



CIRCUIT DESCRIPTION 

The timer includes (see schematic page 2) : 

1 - An operational amplifier A 1 in closed loop configu
ratiO(I with unity gain (non inverting input on pin 1, 
output and inverting on pin 2). 

2 - A comparator A2 (non inverting input on pin 14 
inverting input on pin 13). 

3 - Two fixed current generator I A (pin 11) and I 
(pin 1). Each of them delivers the same current,~ 
xed by an internal bias (Vref• Tl, R). 

4 - A fixed current generator IN set when generator 
output goes to high level. 

IN= +140 µA for V(14) > V(13) 

IN= 0 for V(14) < V(13) 

5 - An adjustable current generator lo. Adjustment is 
made by operational amplifier A 1 

By structure : 

IC is the amplifier A 1 output current (pin 2). 

le is fixed by external resistors R1 and R2 and by 
IB current. 

R1 x 18 
I----c- R2 

thus: 

6 - A transistor T2 controlled by logical input 5 dis
charges external timing capacitor C 

V(S) 

V(S) 

"0" T2 on 

"1" T2 off 

Logical threshold of pin 5 is between 7 and 8 V. 

7 - Two complementary outputs (pins 6 and 8) able to 
seak a 100 mA current are protected by clamping 
diodes D4 and D5. 

V(14) <V(13) 

V(14) > V(13) 

V(6) =VOL= "0" 

V(6) = VoH = "1" 

TDB2608, TDE2608 

DESCRIPTION DU CIRCUIT 

Ls tsmporisateur comprtmd (voir schema equivalent page 2) : 

1 - Un amplificateur operationnel A 1, bouc/(J en gain uni'te fen
tree non inversBUse reunie B la brochs 1, entnhl inverseuse 
et sortie B la broche 2). 

2 - Un comparateur A2 (entree non inverseuse broche 14, en
tree invsrseuse broche 13} 

3- Deux ¢nerateurs de courant fixes IA (broche 11) et /9 
(brocht1 1 ). Le courant dtilivre par chacun de ces deux gene
rateurs determine par un systmne de polarisation interne 
{V,sf, Tt, R) est le mime. 

4 - Un generateur de courant fixe IN qui devient actif /orsque 
la sortie du comparateur passe a l'etat haut. 

IN =+140 µA pour V(14J>V(13) 

IN =0 pour V/14) < V/13) 

5 - Un {Jet1erateur de courant ID, reg/able par l'interfflediaire de 
l'amp/ificateur o~rationnel A 1 : 

Par construction on a : 

'c =20 'o 
le etant le courant de sortie de ramp/ificateur A 1 (bro
che 2). 

La va/eur de I c est fixee par /es resistances exterieures 
R 1 et R2 par le courant Is. 

done: 

R1xt8 

'c=R2 

R1xt8 

1D = 20 R2 

6 - Un transistor T2, commande par /'en tree logique 5 et dont 
le but est de decharger la capacite exterieure de temporisa
tion C. 

V(5) = "0" T2 conducteur 

V/5/ = "1" T2 btoque 

Le seuil logique de rentree 5 est compris entre 7 et 8 V. 

7 - Oeux sorties comptementaires (broches 6 et 8) capables 
d'absorber un courant de 100 mA et protegees par /es 
diodes d'amortissement 04 et 05. 

V(8) = VoH = "1" 

V(8) =VOL= "0" 

<T 

>T 

9/16 
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TDB2608, TDE2608 

(t = Time, T = Timing duration ; see wave forms 
page 12) 

8 - A supply network. 
Common cathode of 04 and 05 is circuit insulated, 
so loads relays by example can be supplyied by un
filtred supply. 

Owing to 01 diode the circuit can be powered by 
this same supply. A filtering capacitor must then be 
connected between pin 3 and ground. 

The circuit may be powered by pin 3 when a regula
ted supply is used. 

WORKING 

Pin 10 (charge current of capacitor) is connected to 
pin 14 (c.omparator non inverting input) likewise pin 
13 (comparator inverting input) and pin 11 (I A current 
output). 

So non inverting input voltage equals capacitor voltage 

V(14) = Ve 

and inverting input voltage equals voltage drop through 
R3 resistor 

V(13)=R3xlA 

When logical input 5 goes to high level (V(5) > 8 V) T2 
goes off and Io current charges the capacitor accor
ding to : 

lo X t 
Ve =-c-

Timing end up when comparator output level changes, 
that is to say when : 

V(13) = V(14) 

or : 

lox T 
-C- = R3xlA (1) 

R1 x la 
Now IA= 18 and 10 = 20 R2 (2) 

Combining (1) and (2) yield : 

10/16 
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(t 6tant le temps et T ta dunie de temporisation ; voir 
formes d'ondes PBfJIJ 12). 

- Un svsteme d'alimentation 
Les diodes 04 et D5 ant un point commun isof(J du circuit 
(broche 7). CBCi permet d'alimrmter des charges (rt1/ais par 
exemple) II partir d'unfJ a/imentation redressee non filtr(Je. 

Le circuit Jui-mime peut, gr6ce II la diode D1, ltre polarise 
par cette mime a/imentation sur la broche 4. Une capacite 
de filtrage doit ltre a/ors p/BCee entre la broche 3 et la masse. 

On peut aussi alimenter le circuit sut la broche 3 si on utili
se une alimentation stabilis/Je. 

FONCTIONNEMENT 

Les broch8$ 10 (courant de charge de la capacite) et 14 (entn!e 
non inverseuse du comparateur sont reunies ainsi que /es broches 
13 (entree irJverseuse du comparateur) et 11 {sonie du courant 
IAI-

Par suite la tension sur l'entree non inverseuse est ega/e ii la ten· 
sion aux bornes de la capacite 

V/14) =Ve 

et la tension sur /'en tree inverseuse est ega/e B la chute de tension 
dans la resistance R3 

V/13) =R3 x I A 

Lorsque l'entree logique 5 est portee B l'etat haut {V(5) >B V) 
le transistor T2 est bloque et le courant Io charge la capaclte 
suivant une loi litleaire en fonction du temps : 

La temporisation se termine quand le comparateur change d'etat 
c'est·B-dire quand: 

V/13) =V/14) 

OU: 

1O x T 

-c-=R3x/A /1/ 

RI xt8 
or I A = I 8 (par construction) et IO = 2ii7i'2 (2) 

En combinant (1) et (2) on obtient : 

T 
20x C x R2x R3 

RI 



HYSTERESIS 

Comparator hysteresis effect can be adjusted by connec
ting pins 12 and 13 either directly or by the means of a 
resistor 

In the first case : 

1N 140 
LIV(13) (%) = 100 T;° = 100 x 250 

LIV(13) = 56% 

In the second case if : 

R4 1A R4 
R3 > ij;j OU R3 > 0,8 

100 
LIV(13) (%) = ~ 

1 + R3 

NOTE : Connecting pin 2 and 12, when low charge cur
rent is used improves also protection from eddy signals. 
When comparator output level changes charge current 
increases from Io to IO' 

IN 
lo,= lo + 20 = lo + 7 µA 

TEMPERATURE DRIFT 

A temperature drift of timing delay is caused by external 
components. A careful choice minimize this effect. 

Good results are obtained with : 

C : Polycarbonate capacitor 

R3 : Metallic film resistor 

Rl, R2 :Carbon film resistor 

TDB2608, TDE2608 

HYSTERESIS 

On peut obtenir un effet d'hysteresis sur le comparateur en 
reliant Jes broches 12 et 13 soit directement, soit par l'interme
diaire d'une resistance. 

Dans le premier cas la vateur de /'hysteresis est donne par !'ex· 
pression : 

1N 140 
LIV/131 /%)=TOO IA =TOOx 250 

/'N/13) =56% 

Dans le deuxi8me cas, si : 

LIV/13/ /%/ 
100 

R4 
1+

R3 

REMARQUE : On peut aussi amtJliorer la protection contre /es 
parasites, dans le cas de courants de charges faibles en reunissant 
/es broches 2 et 12. Dans ce cas en effet le bascu/ement du com
parateur provoque une acceleration de la charge du condensateur 
en portant la valeur du courant de charge de ID a lo• 

IN 

1o' =10 + 20 =10+ 7 11A 

DERIVE EN TEMPERATURE 

Les composants exterieurs entrafnent une certaine derive en 
tBmpf!rawrB de la duree de temporisation. Pour minimiser cette 
action, ii faut choisir avec soin ces composants. 

On obtient de bons resultats avec Jes composants suivants : 

C : Condensateur au polycarbonate 

R3 : Resistance 8 couche mtitallique 

R 1, R2 : Resistances a couche de carbone 

11/16 
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WAVEFORMS (Hysteresis= 56% 
FOR MES D'ONDE (Hysteresis = 56% 

Pin 12 connected to pin 13) 
Broche 12 reunie a broche 13) 

v:l--t-----------------~ 
I 

V(13)-V(14) 
I 
I 

11,5V ---[-------------=-:..---V-'-(1_4.;..)-?1----, 

LIV(131 
(%) 8 

6 

4 

V(811 

V(8)1 

---7V(13) --------

[ V(14) 

T 

"-
" 

VCCmin 
(VI 

13 

6.' 

l7 

V(13) 

V(14) 

I 
I '\. 

12 
/ 

101 
8 
6 

4 

10° 
8 
6 

4 

10·1 

\. 

" 
\ 

\ 
" 

10·12 51002 51012 51022 
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R4 
Hysteresis :LIV(13) (%)=! (ii3I 

FIGURE 1 

\ 
\ 

5 R4 

R3 

11 

0 

9 

8 

7 
0 2 

I 
I 

I 
I 

4 6 8 10 

VCCmin=f (V(11)) 

FIGURE 2 

I 
I 

.. 
t 

.. 

.. 

12 V(11)(V) 
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105 

104 
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6 

8 
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-
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6 
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J J 

I I I , :, , 
J J 

I I I 
j~ J 

ti',J J I J ~, ..,*o/ l/ ,' 
~, 11, J J 

R*/ ~, *~ , I ~, ~ 'I II'/ // , 
... J .,·, ~' ~- ' /I R * V // ~ 

~".J *~ // 

"' - c:,"':IJ R ~, *~ 
// ~ "- I II ~ I v ,~/ ~, ,,,*"'l 11 I 

*~ ~ 
J <,' // t' ;_- ~ I I I ;;-I ,;-I ~ i1 I 

* - "' I 'I <, , "- I ",, ~ II' 

I J "' 
// J 

I V 
... 1-*~ ,.// 

~ .:'!/ ~ 

I i p;-1 
I / l/ ii / 

I // J 
I I c,/ 

I 
J 

V I I 
I 

I I / 
/ / I 

4 6 ~02 2 

TIME DELAY VERSUS TIMING COMPONENTS (See application 1) 
DUREE DE TEMPDRISATIDN EN FDNCT/DN DES ELEMENTS DE REGLAGE 

(Voir schema d'app/ication 1) 
FIGURE 3 

I 
/ 

I 

I 

4 6 8 
T(s) 
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Application 1 TIMER 
TEMPORISA TEUR 

_J 

Ru 
R'2 R'1 

R1 

R2 

Application 2: DELAYED RELAY 
RELAIS RETARD£ A LA MISE SOUS TENSION 

14/16 
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e 

R1 = 22kn 

Vee 
R'1 = 2,2 k!l 

15-30 V R2 = 47 k!l 

R'2 = 2,2 k!l 

R3 = 40 k!l 

e = 10µF 

R2 
T = 20 eR3 R1 

TIMING DELAY RANGE 
GAMMES DE DUREE DE TEMPDRISA TIDN 

1 - R1 = 22 k!l 
T = 0,8 • 18 seconds 

secondes 

2 - R1 = 2 k!l (22 k!l // 2,2 k!l) 

T = 9 • 195 seconds 
secondes 

R1 = 22 k!l 

R'1 = 2,2 k!l 

R2 = 56 k!l 

R'2 = 2,2 k!l 

R3 = 39 k!l 

R4 = 33 k!l 

R5 = 33 k!l 
R6 ;;,,1oon 



TDB2608. TDE 2608 

Application 3 : OSCILLATOR - FUNCTIONS GENERATOR 
OSC/LLATEUR - GENERATEUR DE FONCTIONS 

~--------0-----o+Vcc 

WAVEFORMS 
FORMES D'ONDE 

R2 

I 
I• I T 

Vo2I I n I T2 

- H. 

R1 

I 
•I 
I 

• I 

C 

n .. 

------uV02 

>-------le---+------oV 01 

We must have : 
On doitavoir: lo< IN= 140 µA 

For 1 .;;i 
Pour D N 

IA 
T1 = C R3 i;j ::: 1.8 C R3 

R1 
T2= 20C R3 -

R2 

T = C R3 [1 ,8 + 20 ~] 

15/16 
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Application 4: VOLTAGE/ FREQUENCY CONVERTER 
CONVERTISSEUR TENSION I FREQUENCE 

V1 
0-10V 

R1 

.-------+--------oVcc 

R5 
R3 

--------oVo 
1 kHz/V 

200Vl(V) 
F(Hz) R1 x R2 C 

With: 
Avec: 

R1 = 5kll 

R2 = 20 kll(<40 kll) 

R3 = 330 kll 

R4 = 220 kll 

R5 2,2 kll 

C 2 nF 

I F = 1 kHz/volt J 

NOTE : Using a voltage regulator diode (Vz.;; 10 V) instead of R2 improves stability versus temperature 

16/16 
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Pour obtenir une meilleuf6 stabilitd en temf)6rsture on peut remplacer R2 par une diode de rdgulation de tension (Vz < 10 V) 

In this case : 
Oansce cas: F = 20 Vz R1 C 



GENERAL DESCRIPTION 

TOE 1064 

PROXIMITY DETECTOR 
DETECTEUR DE PROXIMITE 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Monolithic integrated circuit is intended to detect metal mass by Foucault - currents acting HF losses of a coil. 
Associated with an external resonant circuit, it works like an oscillator at the limit of oscillating. The vicinity of 
metal mass causes a eddy - current damping of oscillations and output signal level change. 

Mean applications are : 

measurement of axle rotating speed 
measurement of angular region on rotating axle 
end movement detector 
metal pieces counting. 

TDE 1064 circuit works like a two voltage dipole which output voltage has two level corresponding to the presence or 
the absence of proximity meta I mass. 

Thereby, a load has to be inserted between the circuit and the power supply. 

The principal advantages of the circuit are : 

- free choice of oscillator positive feedback rate (external resistor) 
- operation with a coil without middle tap 

no filtering capacitor 
connection by two wires 
large operating temperature range 
hight protection against parasitic transcient overvoltage in both polarity 
no damage by polarity error voltage power supply. 

DESCRIPTION GENERAL£ 

Le circuit integre monolithique TOE 1064 est destine a la detection de pieces metalliques par /'action des courants de 
Foucault sur /es pertes HF d'une bobine. Associe a un circuit oscil/ant exterieur, ii constitue un oscil/ateur maintenu a 
la limite d'accrochage. La variation d'amortissement provoqut!e par /'approche d'une masse metal/ique entraine un 
changement de niveau du signal de sortie. 

Ce circuit est particulierement adapte pour /es applications suivantes : 

- mesure de vitesse d'arbre en rotation 
- mesure de secteur angulaire sur arbre en rotation 
- fin de course, butt!e sans contact 
- comptage de pieces metal/iques. 

Le circuit TOE 1064 se comporte comme un dipole dont la tension aux bornes prend deux va/eurs correspondant ii 
/'absence ou la presence de masse metallique a proximite de la bobine. 

En consequence, on doit toujours interposer une charge entre le circuit et la source d'alimentation. 

Parmi /es avantages de ce circuit, on peut noter : 

- choix par l'utilisateur du taux de rtlaction de l'oscil/ateur (resistance exterieure) 
- utilisation d'une bobine sans prise intermediaire 
- absence de condensateur de filtrage 
- liaison a 2 fils 
- large gamme de temperature de fonctionnement (-25°C, + 85°CJ 
- exce/lente resistance aux surtensions parasites transitoires dans /es 2 po/arites 
- non destruction par inversion de po/arite d'alimentation. 

11 • 76 1/6 
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TOE 1064 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Case CB-115 
Boitier 

LIMITING VALUES 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Maximum current* 
Courant maximal 

Operating temperature range 
Gamma de temp4ratun, de fonctionnement 

Junction temperature 
Te,,,,,,,.ture de jonction 

Storage temperature 
T•mplratu,e t# ,roc1c.,,_ 

Thermal resistance ** 
Resistance thsrmique 

min 
ma>< 

min 
max 

* The current has to be limited by a external load resistor. 

1cc 

Toper 

Ti 

Tstg 

Rth 

Le courant doit ltre limit4 par une f'elistanCfl de charge extlriBUre. 

Bottom view 
Vue de deaou• 

c□ 
20 

-25 
+85 

+125 

-55 
+150 

400 

**Integrated circuit mounted on epoxy plate. Width of metalised connections (tined copper) : 1 mm 
Circuit intlg,B montB ~r wpport en wrre epoxy. M,tallisation dB largeur t mm en cuivre BtamB. 
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mA 

oc 
oc 

oc 

oc 
oc 

K/W 



Tamb = 2s0 c 

Test conditions 
Condition,de mtllUl'fl 

Supply voltage Vee Tenlion d'alimentation 

Output bias current (no metal mass 
tamb= B5°C Courant de po/ariat/On (an, pike IOH 

rn4'1llliqu•/ 

lo =10mA 
VOL tamb= B5•c 

Output voltage (no metal mass) lo =10mA 
VOL T,mllion dfl ,ortitl (anspiktJ md111/liqu•I tamb= 25°C 

lo =10mA 
VOL 

tamb= -25°C 

Output voltage (with metal mass) 
lo =0,6mA VoH Tenlion de «Jrtifl (avec piiJce m,,a/lique) 

Output rise time 
Vee= 12v 

CL =o tTLH r.,,.p, d• monll!B du signal dfl ,ortitl 
AL = 2,2k0 

Output fall time 
Vee= 12v 

CL =0 tTHL Temp, dfl d-111 du lignBI dB sortie 
AL = 2,2k0 

Output frequency 
Vcc=12v 

CL =0 f 
FrlqullllCfl de sortie 

AL =2,2 kO 

Output undulation hum voltage Vee= 12v 
Ten1ion riMluelle d'ondu,.tion 1111 CL =0 l!i.Vo 
,artie AL =2,2 kO 

Oscillator tuning frequency 
fosc F,equenc1 d'acconl dB /'o,ci//ateur 

Negative resistor on resonant circuit 
terminals· 
Risi- Mfllltitle aux bornB• du 
circuit tncilhmt 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

(fig. 1) 

TDE 1064 

(Unless otherwise stated) 
(Saul indicationscontrairesJ 

Min. Typ. Max. 

8 

0,6 

1,3 

1,7 

1,9 

5,7 6,9 

8 25 

5 15 

0 10 

6 

0,5 6 

12 

V 

mA 

V 

V 

V 

V 

µs 

µs 

kHz 

mV 

MHz 

kO 

316 

815 



TDE 1064 

CONNECTION DIAGRAM 
SCHEMA D'UTILISATION 

(Figure 1) 

R 

Connection side view 
Vue c6td connexion 

R adjust positive feedback ratio 

e 

resistance determinant le coefficient de rhction 

L 

e 

coil of resonant circuit 
bobine du circuit o,cilhmt 

Tuning capacitor 
conden,ateur d'accord 

OUTPUT CHARACTERISTIC (Figure 2) 
CARACTERISTIOUE DE SORTIE 

lo 
(mA} 

16 

1//Y/,, r// r//1, 

' f IY7/ r// ~u 
,r// lb N 

~°' I ~ 
II II ~ ~ ,, ,, 

~ E e~~ ~~+" .::,m .::,m 

v, 
r'//1/ 
k'/ V/ I, , 

12 ~> > "~ 17/ f7/ M "t ,___-
1-J .... KL > > 

8 ~A 

4 

0 

RL CHOICE 

2 

-t---. 1--. 

4 

.... ~o, .,,- .; 

r--. 

6 

The RL value depends on Vee voltage supply. This 
value has to be choosen so that the two extreme 
working points A and 8 are located inside of no 
hatched area. (figure 2) 

4/6 
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a~ 
t---

.------► Output signal 
Signal de sortie 

load resistor 
Resistance de charge 

+ 

suppressor capacitor (if necessary} 
condensateur d'antiparasitage (si necessaire) 

r / /I, 

1//1// I// / 

8 

.....I'-.(. r// v/ r// i// [// I, , 
slope 

7/fll - L....L / / // r// Pen,e 

-r----600µA --- Vee 

10 12 14 

CHO/X DE RL 

La va/eur de R L depend de la tension d'a/imentation V CC et 
doit 6tre tel/e que Jes deux points de fonctionnement 
extremes A et 8 soient a l'intl!rieur de la zone non hachuree. 
(figure 2/ 



R CHOICE 

The value of circuit terminals voltage changes when 
Rp damping resistor is equal to a Rpo value critical 
resistor. 

This change happens with a L:.Rp about 10 % of 
hysteresis : Rpo 

6,9V 

5,7 V 

1,9 V 
1,3V 

Rpo is choosen by the user by taking the R value 

The detection distance depends only on the curve 
(loss Vs/distance) of the coil. 

Rpo 

TDE 1064 

CHOIXDE R 

La tension aux bornes du circuit change de 11aleur quand la 
rdsistance de p(ll'te Rp du circuit olCil/ant est Bgale 8 une 
,,sistance critique Rpo. 

Ce changement de va/eur se produit avec un hystf§re,is tJ. Rp 
de 10 % environ : Rpo 

Rpo est dBterminl,e par l'utilisareur par le choix de la resis
tance R 

La distance de detection depend a/ors de la courbe (pertes en 
fonction de la distance} de la bobine. 

5/6 
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TDE 1064 

EXAMPLE OF REALISATION 
EXEMPLE D'UT/L/SATION 

* Rpoo 

6/6 
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Coil 
Bobine 

50 turns stranded wire, 5 leads 6/100 mm 
50 tours de fil diviMI, 5 brins de 61100 mm 

Cup core COFELEC 9 x 5 H 32 
Coupe/le COFELEC 9 x 5 H 32 

L = 50 µH - Ri>-* = 85 kn to 3,9 MHz 

Capacitor ....................................... UAZ 900 CERECO - LCC 
Condensateur 

C = 33pF ±10% 

Tuning frequency. .............................. . 3,9 MHz 
Fr{Jquence d'accord 

R .............................................. 47 kn± 5.% 

RL············································· 2,2kn ±5% 

Vcc······························••···········12V 

Detected mass ................................. . 
Pike detecttJe 

r 
6,2 V 1--------'-'i 

I 1,5 V _______ ,..I..__ __ 
'-----l--------1► X 

Steel 
Acier 

2,8 mm (tamb = 25°C, Vee= 12 V) 

LIX0 = 0,05 mm (tamb = 25°C - 8,5 V <Vee< 17 V) 

loss shunt resistor without metal mass 
resistance paralltile de pertes en rabsence de masse metallique 

X 

Coil 
Bobine 

0::: 



TOE 1607_CM 

INTERFACE CIRCUIT (RELAY AND LAMP-DRIVER) 
CIRCUIT D'INTERFACE (COMMAND£ DE LAMPE$ ET RE LAIS) 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE VALE URS LIM/TES ABSOLVES /Voir § limites absolues/ 

Operating free-air 
Vee VID V1 1Dmax p 

Package temperature range Storage temperature Type (WI Battier Gamme de tflmp6rature TemJJ'rature de stock age 
ambiante de fonctionnement 

TDE1607-eM eB-107 -25°e, +85°e -65°e, 

General description 

The TDE1607 is a monolithic amplifier designed for 
high current and high voltage applications, specifical
ly to drive lamps, relays, stepping motors. 

This device is essentially blow·out proof. Current 
limiting is available to limit the peak output current 
to a safe value, the adjustment requires an external 
resistor. In addition, thermal shut down is provided to 
keep the I.e. from overheating. If internal dissipation 
becomes too great, the driver will shut down to 
prevent excessive heating. 

The device operates over a wide range of supply 
voltages from standard ±15 V operational amplifiers 
supplies down to the single +12 V or +24 V used for 
industrial electronic systems. 

(VI (VI (VI (mA) max. 

"O ~ 
-~ ii E, 

+ 150°e 36 36 36 1000 :=.il ~-s co.s. 
E :s ., ·-E.§ _ __, 

Description g,Jntira/e 

Le TDE1607 est un amp/ificateur mono/ithique destine aux 

applications mettant en teuvre des tensions et des courants 

ti/eves, en particu/ier alimentation de lampes, de relais, de 
moteurs pas a pas. 

Ce circuit est particu/ierement bien protege contre des sur

charges destructives. Ainsi, ii est possible de limiter le courant 

cr§te de sortie ~ une valeur de &ecurite, le re{J/age demande 

une resistance exterieure. En plus, ii est dote d'une protec

tion thermique annulant la tension de sortie si la dissipation 

devient excessive. 

Le circuit fonctionne d;ms une large gamme de tension d'ali

mentation depuis la tension standard ± 15 V des amplifica

teurs operationnels jusqu'a la tension unique + 12 V ou 

+ 24 V utilises dans /es systemss electroniques industrie/s. 
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TDE1607-CM 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-107 
METAL CAN 
Boitier metal 

Top view 
Vue de dessus 

Vee 

Inverting input_ 

Limitation de 
ourant {)

Current limit 

Entree inverseuse Out~ut 

Non inverting input Sort,e 
Emree non inverseuse 

2 

Inputs 
Entrees 

2/7 
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Schematic 
Schema e/ectrique 

Ground 
Masse 

8 ~----<11---------+---<ovcc 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

I 

QRsc 
I 
I 

L----{=J---<O6 Output 
Sortie 

I 

ORL 
I 
I 

'------+-------------04 

Principal features 
Donnees principales 

- High output current. 

- Adjustable short-circuit protection 

Internal thermal protection with 
hysteresis to avoid the interme
diate output levels 

Large supply voltage range 
+10Vto +J0V 

- Courant disponible en sortie iJ/ev/Je. 

- Protection contre Jes courts-circuits 

r(Jg/able 

- Protection thermique interne a 

hysteresis evitant Jes etats inter

miJdiaires en sortie 

Large gamme de tension d'alimenta

tion +10 Va +30 V. 



TDE1607-CM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES (Note 1) 

I 
PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS OE UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input offset voltage (note 2) Vol 2 50 mV Tension de dkalage 8 rentl'ff 

Input bias current 'e 0,1 1,5 µ.A Courant de polarisation maven 

Supply current 
1cc 

Vee= 24 v 
3 5 mA Courant fourni par /es alimentations 

'o =0 

Common mode input voltage range 
VCM Vee Gamme de tension d'entr/Je en mode 3 V 

commun -2 

Short-circuit current limit 
1se 

Rsc = 1,5 n 
500 mA Courant de court-circuit Tease= 25oe 

v+ - Vj"" ;;,,50 mV 
Output saturation voltage (output I 

'o = 300 mA 
high) Vee-Vo 
Tension de saturation en sortie (sortie a Rsc = o Tease= 25oe 1,8 V 
l'/Jtat haut). 

Ti = 150°c 1,5 V 

Output leakage current (output low) Vo =0,5V 
Ti= 25°e 100 µ.A 

Courant residue! en sortie (sortie a l'Btat 1OL Vee=24V bas). Tj = 85°C 1 500 µ.A 

Junction-case thermal resistance 
Rth(j-c) °C/W Resistance thermique (jonction-boitierJ 45 

Junction-ambient thermal resistance 
Rth(i·a) Note 3: 185 °C/W Resistance thermique (jonction-ambiante) 

Note 1 : Unless otherwise specified, these specifications apply for : 
Sauf specification contraire, ces caract/Jristiques sont fJpplicables pour : 

-25°C.;; Tamb"- +85°C, +10 V.;; Vee.;; +30 V, lo.;; 300 mA, Ti.;; 150°e 

Note 2 : The offset voltage given is the maximum value of input voltage required to drive the output voltage 
within 2 V of the ground or the supply voltage. 
Ls tension de decalage est la ~aleur maximum de la tension d'entree necessaire pour amener la tension de sortie a moins 
de 2 V de la masse ou de la tension d'alimentation. 

Note 3 : Devices bonded on a 40 cm2 glass-epoxy printed circuit 0, 15 cm thick with 4 cm2 of copper 
Les pikes sont soudees surun circuit imprime en verre 6poxy de 40 cm2 x 0,15 cm d"paisseuravec 4 cm2 de cuivre 
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TDE1607-CM 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

R1 
ooon 

R5 
250 n 

R10 
12 
kf! 

R2 
3 kn 

023 

06 

022 09 

R7 
R6 20 
3 kn kn 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 
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t 
(ms) 

102 

101 

4 

8 

6 

4 

SHUT DOWN DELAY OF INTJ,RNAL THERMAL PROTECTION UNDER SHORT-CIRCUIT 
CONDITION (NON REPETITIVE SURGE) 
DELA/ D'INTERVENTION DU SYSTEME DE PROTECTION THERM/DUE LORS D'UN 
COURT-CIRCUIT (SURCHARGE NON REPETITIVE) 

I I 
I I I l (sc,=1,sn 'ir.: Rsc =1 n 

r I I I Tease~-~, 

"""'""~ LJ -2so 
~/ td t 

r - /, Tease ~25~ r, 
case -250C"l.l - I V 

~ :,,, 1case=7~ :, 
case ~7soc '<, 

'(;, I ~.,_ I I 

~"< v, r--~--~/ case= 1256c 
1case ~12~ ' 

I I 

20 25 30 35 

8 

7 

R9 6 
100 n 
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIOUES 

AVAILABLE OUTPUT CUAAENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DISPONIBLE EN SORTIE EN FONCTION 
OE LA RESISTANCE DE LIMITATION 

'o 
(mA) 

500 

400 

' ' 

, ' 
\ 

1111 I 
vcc=30v 

T =25°C / case 

' ' 111 
\ r.s '\ 

/ T case= 75°C 

' "" 111 f\ \ r\ \ ,' T = 100°C 
)~ case 

300 

200 
0 

\ 
"~ 
'\ 

1,5 

'r-. r-...., 
,..., r-., 

"'' 
2 

SHOAT-CIRCUIT CUA A ENT VERSUS CASE 
TEMPERATURE 

Ase !nl 

COURANT DE COURT-CIRCUIT EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

1sc~~-~----------~ 

(A) 1sc.A =f (Tcase1 1scD 

-25 0 25 75 125 

t • 

TDE1607-CM 

PEAK SHORT-Cl RCUIT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DE COURT-CIRCUIT CRETE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 

1sc 
(mA ) 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

-- ·~-~ ' 
crlte 

\I\ 
Tl I L ~JsJc I , -

\'' 
case 

1 I I I II I 
T =25°C 

'\ \. )i: case 

~ \f\ \ / T case = 75°C 

~\ -f 1 ~ 1100°C 

\ 
) case 1-1- -

r\''- 1111 
( \ '-i{'Tcase=12s0 c 

'f::: >( 'r-- .... 
) 

400 

300 

0 1,5 

"~ 
--:i::: 

I'-._ 
.... 

i::::::: 
2 

'o 
(A) 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

SAFE OPERATING AREA (NON REPETITIVE 
OVER LOAD) 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 
(SURCHARGE NON REPETITIVE) 

'\. 
\. 

\ 
I\. 

\ 

-25°C <T case< 125°C 

0,1 

10 15 20 25 
VCE 

30 35 40 (V) 
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TDE1607-CM 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIOUES 

MINIMUM LIMITING RESISTOR VERSUS ',J: 
SYPPL Y VOLTAGE 
RESISTANCE DE LIM/TAT/ON MIN/MALE EN 

V CCFONCTION OE LA TENSION D'ALIMENTA T/ON 

(VI 
40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

~I'-. "'~ "' I'-."' "'~ ~~ ' '- ' ~ '' i.,;:..-'-I'-. "''.?~,u~i~n, l'-.J:>, 

"" '- '- '\' ~l>"" 
"I'-. "'"' '-\t:>-
\_I'--. , ... 
"i',_f\-. 
'I',_ I',_ 

-25°C <Tease <125°C 

i'-. ""' "i"-."'-
i'-.1'-.i',._ ,, 
l'-.1'-.f'-. 
l'-.i',_i',._ 
i'-.1'-.f\-. 
1'-.i"-.f'-. 

0,8 1,5 Rsc (nl 

vcc-vo 
(VI 

1,6 

1,5 

1,4 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE VERSUS 
CASE TEMPERATURE 
TENSION DE SA TURA T/ON EN FONCT/ON 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

I 
vcc=30v -
lo =300mA-

Rsc=O -

' '-
" ' ' '-

' ' '-
" 

'-

' " 
1,3 

25 50 75 100 

lo 
(µAl 

+50 

LOW STATE OUTPUT CURRENT 
COURANT DE SORTIE A L'ETAT BAS 
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.Typical application 
Application typique 

BASIC CIRCUIT 
MONTAGE DE BASE 

,------------------nVcc 

V1 o-------t 

*01 requiered if inductive load 
nkessaire si la charge est inductive 

OUTPUT CURRENT EXTENSION (5 A) 
EXTENSION DU COURANT DE SORTIE (5 Al 

l 

l 

V13 

5!1 

)8 

-,;-

4 ) 

*01 

BOX1B 

7 

0,1 n 

6 

I RL 

-

-

TDE 1607-CM 

1,5!1 
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TDE1617 CM 

INTER,'ACE CIRCUIT (RELAY AND LAMP-DRIVER) 
CIRCUIT D'INTERFACE (COMMAND£ DE LAMPES ET RELAIS/ 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE VALEURS LIM/TES ABSOLVES /Voir § limites absoluesi 

Operating free-air Vee VID V1 1Omax p 
Type Package temperature range Storage temperature 

(W) Battier Gamms de ~rature Tfltnp6raturo de 1tockllf/B 
(V) (V) max. ambillnte d11 fonctionnement 

TDE1617 CM CB-107 -25°C, +85°C -65°C, 

General description 

The TDE1617 CM is a monolithic amplifier designed 
for high current and high voltage appfications, speci
fically to drive lamps, relays, stepping motors. 

This device is essentially blow-outproof. The 
TDE1617 CM is protected from short-circuits with 
the positive supply voltage or ground. In addition, 
thermal shut down is provided to keep the I.C. from 
overheating. If internal dissipation becomes too great, 
the driver will shut down to prevent excessive heating. 

The device operates over a wide range of supply 
voltages from standard ±15 V operational amplifiers 
supplies down to the single +12 V or +24 V used for 
industrial electronic systems. 

(V) (mA) 

"C ~ 
-~ ii 
E' 

+ 1so0 c 36 36 36 1000 =-~ 
~'!i 
«i .S: 
E-s "·-~ .§ _ _, 

Description generale 

Le TDE1617 CM est un amplificateur mono/ithique destitre 

aux applications mettant en a,uvre des tensions et des cou

rants e1eves, en particu/ier alimentation de /ampn, de relais, 

de moteurs pas 8 pas. 

Ce circuit est particulitJrement bien prote(/8 contre des sur
charges destructives. La sortie du TDE1617 CM est protfJ

gee contre les court-circuits avec l'alimentation positive ou 
avec la masse. En plus, ii est do'te d'une protection thermique 
annu/ant la tension de sortie si la dissipation ·devient exces• 
si-ve. 

Le circuit fonctionne d;1ns une large gamme de tension d'ali· 

mentation depuis la tension standard, ± 15 V des amplifica

teurs op(Jrationnels jusqu'B la tension unique + 12 V ou 

+ 24 V utilises dans /es systeffles 6/ectroniques industriels. 
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TDE1617 CM 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

2/4 
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CB-107 
METAL CAN 
Boitier metal 

Inverting input -0 N.C. 
Entr/Je ;nverseuse Output 

Non inverting input Sortie 

Entr/Je non inverseuse 

Equivalent schematic 
Schema equivalent 

Short-circuit 
protection 
Protection 
contre /es 

court-circuits 

Ground 
Masse 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

L-E3_..---o6 Output 
Sortie 

I 

ORL 
I 
I 

~----+-------------<'>• 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principales 

- High output current. 

- Short-ci,:cuit protection 

Internal thermal protection with 
hyster,esis to avoid the interme
diate output levels 

Large supply voltage range 
+10Vto + 36V 

- Courant disponible en sortie (J/ev8e. 

- Protection contre /es courts-circuits 

- Protection thermique interne a 
hysteresis evitant Jes Atats inter

mediaires en sortie 

- Large gamme de tension dia/imenta

tion +10V~ +36V 



TDE1617 CM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIQUES ELECTRIOUES (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS UNITS 

PARAMETRES SYMBOLES UNITE! 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input offset voltage (note 2) Vol 2 50 mV Temion de dkalage .; r11ntnle 

Input bias current 15 0,1 1,5 µA 
Courant de polari,ation moyen 

Supply current 
1cc 

Vee= 24 v 3 5 mA 
Courant fournl par /es alimentations lo =0 

Common mode input voltage range 
VCM 2 Vee V Gamme de tension d'entree en mode 

commun -2 

Short-circuit current I imit 1sc Tease= 25°C 600 mA 
Courant de court-circuit 

Output saturation voltage (output v-t- - Vj"' ;;,50 mV high) Vee-Vo I 1,2 V Tension de saturation en sortie (sortie a lo = 400 mA 
1'6tat haut). 

Junction-case thermal resistance Rth(j·c) 45 °C/W 
Rtisistanc11 thermique (jonction-boitier) 

Junction·ambient thermal resistance 
Rth(j·a) Note 3: 185 °C/W 

RBsistsnce thermique (jonction-ambiante) 

. 

Note 1 : Unless otherwise specified, these specifications apply for : 
Sauf specification contra/re, ces carscteristiques sont spplicables pour : 

-25°C.;; Tamb,;; +B5°C, + 10 V <Vee< +36 V, 10 <400 mA, Tj < 150°C 

Note 2 : The offset voltage given is the maximum value of input voltage required to drive the output voltage 
within 2 V of the ground or the supply voltage. 
La tension de deca/age est fa valeur maximum de la tension d'entr#Je necessaire pour amener la tension de sortie a mains 
de 2 V de la masse ou de la tension d'alimentai:ion. 

Note 3 : Devices bonded on a 40 cm2 glass-epoxy printed circuit 0, 15 cm thick with 4 cm2 of copper 
Les pikes sont souc/lJes surun circuit imprim6 en verre 6poxy de 40 cm2 x 0,15 cm d'epaisseur avec 4 cm2 de cuivre 
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TDE1617 CM 

Typical application· 
Application typique 

BASIC CIRCUIT 
MONTAGE DE BASE 

,-------------------ov+ 
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*D1 requiered if inductive load 
nlJcessaire si la charge est inductive 
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TDE1637 CM 

INTERFACE CIRCUIT (RELAY AND LAMP-DRIVER) 
CIRCUIT D'INTERFACE (COMMANDE DE LAMPES ET RE LAIS) 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) 
VALEURS LIMITESABSOLUES /Vair§ limitesabsoluesi 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Operating free-air Vee V10 vi 1omax p 
Package temperature range Storage temperature Type (W) Battier Gamme de ttlmpdn,ture Tempmature dutoclcB(l6 

(V) (V) <mAl max. ambiantede fonctionnement (V) 

"O i 
-~ Ii E ~ 

TOE1637CM CB-107 -25°C, +85°C -65°C, + 150°C 36* 36 36 600 = .il 
~'!i 

• 50 V maximum_if t < 10 ms 
maximums, 

General description 

The TDE1637 CM is a monolithic amplifier designed 
for high current and high voltage applications, speci
fically to drive lamps, relays, stepping motors. 

This device is essentially blow-out proof. Current 
limiting is available to limit the peak output current 
to a safe value, the adjustment requires an external 
resistor. In addition, thermal shut down is provided to 
keep the I.C. from overheating. If internal dissipation 
becomes too great, the driver will shut down to 
prevent excessive heating. 

The device operates over a wide range of supply 
voltages from standard ±15 V operational amplifiers 
supplies down to the single +12 Vor +24 V used for 
industrial electronic systems. 

Peak supply voltage may get without domage up to 
50 volts fort< 10 ms. 

THOMSON-CSF 
()MSj()NSE~TEURS 

~ 

co .5: 
Ell ., ·-t: ,§ 
-..J 

Description generale 

ie TDE1637 CM est un amplificateur mono/ithique destine 

aux applications mettant en a,uvre des tensions et des cou
rants e1eves, en particu/ier alimentation de fampes, de re/ais, 

de moteurs pas Ai pas. 

Ce circuit est particulif!rement bien prote(Je contre des sur

charges destructives. Ainsi, ii est possible de limiter le courant 

crlte de sortie a une va/eur de securite, le rag/age demande 

une r#Jsistance ext/Jrieure. En plus, ii est dotlJ d'une protec

tion thermique annulant la tension de sortie si la dissipation 

devient excessive. 

Le circuit fonctio~ne d.:,ns une large gamme de tension d'ali

mentation depuis la tension standard ± 15 V des amplifica

teurs operationnels jusqu'a la tension unique + 12 V ou 

+ 24 V utilises dans /es systeffles electroniques industriels. 

La tension d'alimentation peut atteindre sans destruction 
jusqu ·a 50 volts pendant t < 10 ms. 
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TDE1637CM 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-107 
METAL CAN 
Bo1tier mtltal 

Top view 
Vue de dessus 

Vee 

Inverting input_ 

Limitation de 
ourant Ourrentlimit 

EntfH inverseuse Output 

N . . . Sortie 
on inverting mput 

Entree non inverseuse 

2/7 

832 

Schematic 
Schtlma tJ/ectrique 

Ground 
Masse 

8 ~-------------ovcc 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

Current limit 
Limitation de courant 

--..---01 
I 

QRsc 
I 
I 

'----C=J----06 Output 
Sortie 

I 

ORL 
I 
I 

~----------------~~· 

Principal features 
Donntles principa/n 

- High output current. 

- Adjustable short-circuit protection 

Internal thermal protection with 
hysteresis to avoid the interme· 
diate output levels 

Large supply voltage range 
+10Vto +30V 

Peak supply voltage range up to 
50V t<10ms 

Courant dispanible en sortie dl#JVH. 

Protection contre /es courts-circuits 

"1}/able 

Protection thermiqu11 interne Ai 

h)'stdnsis lvitant /es tltats inter

m«Jiaires en sortie 

Large gamms de tension d'alimenta

tion +10 Va +30 v. 

Tension crlte d'alimentation jusqu 'B 
50 Vpourt<toms 



TDE1637 CM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input offset voltage (note 2) VDI 2 50 mV Tel16ion de dkalage B 1'11ntrH 

Input bias current 's 0,1 1,5 µA Courant de polariration moyBn 

Supply current 
1cc 

Vee= 24V 
3 5 mA Courant fourni par Jes alimentations 'o =0 

Common mode input voltage range 
VCM Vee Gamme de tension d'entrt!Je en mode 3 V 

commun -2 

Short-circuit current limit 
1sc 

Rsc = 3,3!1 
200 mA Courant de court-circuit Tease= 250c 

v+ - v1 ;;,50mv 
Output saturation voltage (output I 

high) Vee-Vo 
lo = 120mA 

Tension ds saturation en sortie (sortie a Rsc =o Tease= 250c 1,7 
/'Stat haut). 

V 

Ti = 150°c 1,7 V 

Output leakage current (output low) Vo =0,5V 
Ti= 25°C 100 µA 

Courant r6sidu11/ en sortie (sortie .t l'dtat 1OL Vee= 24v bas/. Ti= 85°C 1 500 µA 

Junction-case thermal resistance 
Rth(i·c) 45 °C/W RBsistance thermique (jonction-bo1tier) 

Junction-ambient thermal resistance 
Rth(j-a) Note 3: 185 °C/W Resistance thermique (janction-ambiante) 

Note 1 : Unless otherwise specified, these specifications apply for : 
Sauf specification contraire, ces csracterirtiques sont app/icables pour : 

-25°C..; Tamb..; +85°C, +10 V..; Vee..; +30 V, lo ..;120 mA; Ti..; 150°c 

Note 2 : The offset voltage given is the maximum value of input voltage required to drive the output voltage 
within 2 V of the ground or the supply voltage. 
La tension de decalage est la valeur maximum de la tension d'entfee nkessaire pour amener Is tension de sortie ii mains 
de 2 V de la masse au de la tension d'alimentation. 

Note 3 : Devices bonded on a 40 cm2 glass-epoxy printed circuit 0, 15 cm thick with 4 cm2 of copper 
Ln pilk:ss sont sou<Mes surun circuit imprimd en verre lpoxy de 40cm2 x 0,15 cm d'lpaisseur avec 4 cm2 de cuivre 
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TDE1637 CM 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

R1 
60011 

R5 
250 11 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIQUES 

21---+--+----1r"" 

102 

R10 
12 
kl1 

06 

022 09 

R7 
RS 20 023 3 kl1 kl1 

af-+--+-----f-i--..:~...:__· "Cf----31~+-+~-..::_-+-1-....::=i~+-l--l-+--I 
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TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

AVAILABLE OUTPUT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DISPONIBLE EN SORTIE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 

10 

(mA) vcc=30 v 

400 ' 

300 

200 

100 

0 

I\ T =26°C . / case 

~ y 
~ T =75°C I/ case 

~ .x ,/ T case= 100°c 

~ rx 
~ ' ,..__ 

~ ~ 

2 3 4 

SHOAT-CIRCUIT CURRENT VERSUS CASE 
TEMPERATURE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

lsc 
(A) 

0.8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

1sc.A = 1 (T case1 

~R 

~ R ,S 11 

~t-.... 

R I I 
~"'3,3.Q ---

1scl7 

t-,.... 

r-- ....... t-,.... t-.... ....__ 

--~ -
-25 25 75 125 

t • 

TDE1637CM 

PEAK SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DE COURT-CIRCUIT CRETE EN FONCT/ON 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 
1sc ~-----~-------~ 

(mA) 
1SC peak 

.._-'------' crlts 

I I I 
..__, ..... ..+-·T case = -25°c---+---l-----l 

Tea~ =25°c 
400 1-----11...,.,_-,.__,. case J 750 

T ~se =' 100°C 

0 

2 3 4 Asclnl 

10 

(A ) 

0,6 

0,4 

0,2 

0 

SAFE OPERATING AREA (NON REPETITIVE 
OVER LOAD) 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 
(SURCHARGE NON REPETITIVE) 

l\-25°C < T case< 125°C 

\ 

~ 

\ 

0 20 40 60 
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TDE1637CM 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/7 
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MINIMUM LIMITING RESISTOR VERSUS 
SYPPLY VOLTAGE 
RESISTANCE DE LIMITATION MIN/MALE EN 

SATURATION OUTPUT VOLTAGE VERSUS 
CASE TEMPERATURE 

\I FONCTION OE LA TENSION D'ALIMENTATION 
cc 

M 

TENSION DESATURATION EN FONCT/ON 
V cc-VO DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

30 

20 

';' 
~ 

10 -
-
= -

= 
= 0 

2 

(VI 

1,6 

-26"C<Tc:a• <125•c 

3 

lo 
(,.Al 

+50 

0 

-50 

-100 

-150 

4 

3611 

Rsc<nl 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

0 

LOW STATE OUTPUT CURRENT 
COURANT OE SORTIE A L 'ETA T BAS 

-· I 

I 

['.. 

25 

j 

I 
1,; ./ _, 

/ 
, 

T =26"C 
/ , _,., ca-: ___, I I 

I ~ i--,T case= 125°1.,; 

!..--f-' . 
I 

I 

I 

I 

0 0,5 

Vcc=30V 
lo =120m/l 
Rsc=o __ 

" ~ 
""' "" 

50 75 



Typical application 
Application typique 

BASIC CIRCUIT 
MONTAGE DE BASE 

~------------.-------oVcc 

V1 0-------1 ..... 

*01 : requiered if inductive load 
nkessaire si la charge est inductive 

OUTPUT CURRENT EXTENSION (5 A) 
EXTENSION DU COURANT DE SORTIE /5 Al 

I 

l 
-

Vii 

]rn 

C)8 

..... 
I;-

4C 

*01 

BOX18 

7 

0,1 n 

6 

RL 

--

--

TDE1637CM 
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TDE1647 CM 

INTERFACE CIRCUIT (RELAY AND LAMP-DRIVER) 
CIRCUIT D'INTERFACE (COMMANDE DE LAMPES ET RE LAIS) 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (See§ absolute maximum ratings) PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIM/NAIRE VALEURS LIM/TES ABSOLVES /Vair § timites absotues/ 

Operating free-air Vee VID vi 1omax p 
Type Package temperature range Storage temperature 

(W) Bo1titJr Gsmmede tompln,ture Temperaturede1tockll/lO 
(V) (V) max. amblante de fonctlonntJmflnt (V) (mA) 

al ~ 
·~ ~ 

TDE1647CM CB-107 -25°C, +85°C -65°C, + 150°C 50 50 50 1000 :=.i! ~-a 

General description 

The TDE1647 CM is a monolithic amplifier designed 
for high current and high voltage applications, speci
fically to drive lamps, relays, stepping motors. 

This device is essentially blow-out proof. Current 
limiting is available to limit the peak output current 
to a safe value, the adjustment only requires one 
external resistor. In addition, thermal shut down is 
provided to keep the I.C. from overheating. If inter
nal dissipation becomes too great, the driver will 
shut down to prevent excessive heating. 

The output is also protected from short-circuits with 
the positive power supply. 

The device operates over a wide range of supply 
voltages from standard ±15 V operational amplifiers 
supplies down to the single +12 V or +24 V used for 
industrial electronic systems. 

cij.S, 

E l1 "'·-~ .s _ _, 

Description generate 

Le TDE1647 CM est un amplificateur monolithique destine 

aux applications mettant en a,uvre des tensions et des cou

rants tlletms, en particulier alimentation de lampes, de relais, 
de moteurs pas 8 pas. 

c,, circuit est particu/ierement bien protdg/J contre des sur

charges destructives. Ainsi, ii est possible de limiter le courant 

cr#te de sortie a une va/eur de securite, le feglage demandant 

seulement une resistance extfJrieure. En plus, ii est dote d'une 
protection thermique annulant la tension de sortie si ta dissi
pation devient excessive. 

La sortie est Bgalement proregee contre /es court-circuits avec 
l'alimentation positive. 

Le circuit fonctionne dans une large gamme de tension d'ali

mentation depuis ta tension standard ± 15 V des amptifica

teurs operationnets jusqu'B la tension unique + 12 V ou 

+ 24 V utili~s dans /es systemes e/ectroniques industriels. 
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TDE1647 CM 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-107 
METAL CAN 
Boitier metal 

Top view 
Vue de dessus 

Vee 

Limitation de 
ourant {]

Current limit 

Inverting input 
Entree inverseuse - Output 

. . . Sortie 
Non inverting input 
Entree non inverseuse 

2/5 
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Schematic 
Sch/Jma e/ectrique 

Ground 
Masse 

8 
.----~--------------□Vee 

Thermal 
protection 
Protection 
thermique 

L---{=:r---06 ~o~:f.ut 
I 

ORL 
I 
I 

------+------------l'>• 

Principal features 
Donnees principales 

- High output current. 

- Adjustable short-circuit protection 

Internal thermal protection with 
hysteresis to avoid the interme
diate output levels 

Large supply voltage range 
+10Vto +45V 

- Courant disponible en sortie eleidtJ. 

- Protection contre /es courts-circuits 

rt,glable 

Pro~ection thermique interne a 
hy~l'esis Bvitant Jes 6tats intfJr· 

mediaires en sortie 

- Large gamme de tension d'a/imenta• 

tion +to V /J +45 V 



TDE1647CM 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIOUES (Note 1) 

PARAMETERS SYMBOLS TEST CONDITIONS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLES CONDITIONS DE UNITES 

MESURE MIN. TYP. MAX. 

Input offset voltage (note 2) Vo1 2 50 mV 
Tllfl6ion till-• • /'entrltJ 

Input bias current le 0,1 1,5 µA 
Courant de pol.,iaation moyen 

Supply current 1cc Vee= 24v 3 5 mA Coun,nt fourni par lfl• lllimsntatioM lo =0 

Common mode input voltage range 
VcM Vee Gamms dB tenlion d'entrN ,m mods 2 V 

commun -2 

Short-circuit current limit 
1sc 

Rsc = 1,5n 
500 mA Courant t» court-circuit Tcase=25°C 

Output saturation voltage (output v+ - v1 ;;,,50mv I high) Vee-Vo lo = 300mA 1 V Ten,Jon tis saturation 11n wrtie (wrtie .t 
l'ltot haut). Rsc =0 

Junction-case thermal resistance 
Rth(j-c) 45 oc/W 

R41i1tancs thtmniqus (jonction-boTtierJ 

Junction-ambient thermal resistance Rth(j-a) Note 3 185 °C/W 
Rls/nance th"""ique (jonct/on-amb/ante) 

Note 1 : Unless otherwise specified, these specifications apply for : 
Sauf spkification contraire, ce, carac'ttlri6tiqu111 ,ant applicablft pour : 

-25°C<: Tamb._; +85°C, +10 V..; Vee._; +45 V, lo<: 300 mA, Tj <: 150°C 

Note 2 : The offset voltega given is the maximum value of input voltage required to drive the output voltage 
within 2 V of the ground or the supply voltega. 
La tenlion dfl dlca,.,,, fft la vllhlur maximum de la tenWn d'entt'N mk:t1U11irs pour amener la tt1naon de sortitl a main, 
dtJ 2 V th, ta maas ou de la fflMion d'alimentai:ion. 

Note 3 : Davicts bonded on a 40 cm2 glass-epoxy printed circuit 0, 15 cm thick with 4 cm2 of copper 
Ln pitJc• ,ant mucltltls ,ur un circuit imprlm4 en Wlml lpoxy de 40 cm2 Jt 0, 15 cm d'epaisssur arc 4 cm2 dtJ cuivre 
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TDE1647 CM 

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

AVAILABLE OUTPUT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT OISPONIBLE EN SORTIE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE OE LIMITATION 
lo 

lmAI 11111 

4/5 
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500 

400 

300 

200 
0 

' 
\ 

, ' 
\ 

VC =30V 

\ / T case = 25°C 

' 111 
\ \ /T =75°C 
~ case 

' ~I\ 

111 \ \ ,, ,' ~~T case= 100°C 

' ' ,1, 
"'r-.. "'i--I\ 
"'r-. ""' r,." 

1,5 2 

SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS CASE 
TEMPERATURE 
COURANT DE COURT-CIRCUIT EN FONCTION 
DE LA TEMPERATURE DE BO/TIER 

1sc--------------~ 
IA) 1sc.A = f IT easel 

-25 0 25 75 125 

PEAK SHORT-CIRCUIT CURRENT VERSUS LIMITING 
RESISTOR 
COURANT DE COURT-CIRCUIT CRETE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE DE LIMITATION 

1sc 
lmA I 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

-1-1-

400 

300 

0 

I 

' I\\ 

I\ ' 
\ 

~-~-crlite 

t -

Tl I L~Jslcl 

~ caf I I I I _I 
T =25°C \,c case 

\i\r\ / T ca~ =l 7~oi 
I( \ T case= 100°c __ 

' R)' I I I I 
I' I' 1,? case = 1250c 

l'i~ 
I~~ "I' r-,.r-,. ~ "i-- l'r,.. 

i-:r::: r-,. 

r::::~ 
1,5 2 

SAFE OPERATING Al'IEA (NON REPETITIVE 
OVER LOAD) 
AIRE DE FONCTIONNEMENT OE SECURITE 
(SURCHARGE NON REPETITIVE/ 

lo 
(Al 

1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
0 

' \ 
\ 
\ 
\ 

' 
-25°C <T case< 125°c 

20 40 



Typical application 
Application typique 

BASIC CIRCUIT 
MONTAGE DE BASE 

..-------------------oVcc 

V1 o------~ .... 
3 

*01 : requiered if inductive load 
nec .. ire sf la ch8f{JII •t inductive 

OUTPUT CURRENT EXTENSION (5 A) 
EXTENSION DU COURANT DE SORTIE /5 Al 

l -
v1; 

]sn 

OB 

.... 
1; 

4C 

7 

*01 

BOX 18 

7 

0,1 n 

6 

RL 

--

--

TDE1647CM 
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Telecommunication circuits 
Circuits pour Telecommunication 
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Type 
Type 

Packages 
Boftiers 

Description 
08Scription 

SWITCHES AND MULTIPLEXERS 
COMMUTATEURS ET MUL TIPLEXEURS 

SF.F 25201 T0-99 

SF.F 26303 CB-180 

SF.F 26310 CB-79 

Two independant bidirectional switches 
Deux commutateurs bidirectionne/s ind/Jpendants 

Height channel multiplexer/converter 
Multiplexeurlconvertisseur huit voies 

4 x 4 crosspoint array - Control memory 
Matrice de point de croissement 4 x 4 - Memoire de commands 

Page 
Page 
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BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Bo1tie, 

SF.F 25201 TO-99 

SF.F 25201 V TO-99 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

Operating fl9Hir 
temperature range --. ,.,,,,,.,.,,,,. . --· 

0°C, +70°C 

-40°C, +85°C 

The SF .F 25201 contains two independant C-MOS 
switches. A high logic level on the control input turns 
the corresponding switch ON. 

The two switches are bidirectionnal. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNE ES PR/NC/PALES 

Low ON resistance 
Faible resistance a l'tJtat passant 

75 n 

Storaga tetnperature r.,,,,,.,.,,,,. • noc1r.,. 

-55°C, +125°C 

-55°C, +125°C 

SF.F 25201 

TWO CHANNEL SWITCH 
COMMUTA TEUR DEUX VO/ES 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Supply voltaga Input voltage 
-.,.,,, d'•llfMtltatfon T•n.ion d'•ntf'H 

Voo-Vss min • max. 

+3V,+15V Vss Voo 

+3V,+15V V55 Voo 

Le SF.F 25201 comporte deux commutattlUrs C-MOS indepen
dants. Ces commutat8Urs sont passants lorsqu'un niWJaU logique 
haut est app/ique sur l'entree de commande corrBSpondantB. 

Leu, fonctionnement est bidirectionnel. 

Typical at : 
Typique 8 

Low OFF leakage current ±0,1 nA l v 00 = 10v 

Tamb= 250c Faib/e courant de fuite a f',Jtat bloque 

High speed 
Vitesse etevee 

Low distorsion 
Faible distorsion 

t0 n = 80 ns 

0,5% I v 00 = 10v 

V1 5V p.p 

RL 10 krl 
f 1 kHz 

Note: In certain application, the current flowing into the switch from Vout to Vin causes an increase of loo supply 
current capable of damaging the device. It is important to chose the load impedance R L so that the voltage drop 
v O -v1 across the bidirectional switch never exceed 0,8 V. 
Dans certaines applications, le passage du courant dans le commutateur de Vout vers V;n peut provoquer une augmentation du 
courant d'alimentation I DD pouvant dfJtruire le dispositif. II est tres important de choisir la resistance de charge RL de fa<;on 8 ce que 
la chute de tension VO - VI aux bornes du commutateur bidirectionnel ne dfJpasse jamais 0,8 V. 
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SF.F 25201 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

T0-99 

C2 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage 
Tension d'a/imentation 

Input/output voltages 
Tensions d'entrees/sorties 

Maximum dissipation per package 
Dissioation maximum oar boitier 

Operating temperature 
Temperature de fonctionnement 

Storage temperature 
Temperature de stockage 

2/4 
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3 

Top view 
Vue de dessus 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Voo 

V1 

Vc1• Vc2 
Vo 

Pt0 /max 

Toper 

Tstg 

7 

5 

Cl 

VALUES 
VALEURS 

Vss-0,3 v. Vss+lB V 

Vss-0,3 v, v00 +o,3 v 

200mW 

SF.F 25201 0°C, +70°C 
SF.F 25201 V -40°C, +85°C 

-55°C, + 125°c 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

.,13 TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE -' ... 

PARAMETERS 00 MESURE 
PARAMETRES ''"" :::;; l! 

VO VDD > >-
"'"' IV) IV) 

10 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation IDL 
au repos 

15 

0 10 

Signal inputs/outputs 
ON resistance RION) 
R~sistance entr8e/sortie 
~ l'ttat passant 

10 10. 

Input/output leakage 
current (switch off) 
Courant de fuite IL 0,10 10 
d'entree/sortie (commu· 
tareur bloqu/J) 

f = 1 kHz 
Distorsion (sine wave) RL=10kn 10 
Distorsion (sinusoii:Ja/) 

vi = 5 V p.p 

vnL 10 

Control inputs 
Noise immunity 
Entn!es de commands 
lmmuni'td au bruit 

vnH 10 

Input current vi =0 

Courant d'entree II 
v1 = 15V 

15 

VALUES 
VALEURS 

Tamb (min.) 25"C 

min. typ. max. min. typ. max. 

0,01 0,5 

0,0, 2 

75 100 

75 100 

0,1 100 

0,5 

2 4,5 

2 4,5 

T 

min. 

SF.F 25201 

amb (max.) 

typ, max. 

10 

20 

150 

150 

±1 

"' ~ ~ 
z ;E 
:, ::) 

µA 

uA 

n 

n 

nA 

% 

V 

V 

µA 
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SF.F 25201 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Turn-on delay time 
Temps demise en conduction 

Turn-off delay time 
Temps de blocage 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

ton 

toff 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

RL = 10 kil 

CL = 50 pF 

RL = Joo n 
CL = 50 pF 

VALUES 
VALEURS UNITS 

VDD UNITES 
(V) min. typ. max. 

10 80 150 ns 

10 50 120 ns 

Note : These specifications apply for the full temperature range. Typical values are for T amb = 25°C & tr= tf = 20 ns 
Ces spl!cifications sont valables dans toute la gamme de temperawre. Les valeurs typiques sont donnees pour Tamb =2S°C et 
t, =t, =20ns 

v, 0 

C 0 

t, 

Control inp~ 
fntree de commande C C 

10% 

ton 

Vo ___ o ___ _ 

4/4 

852 

Turn-on delay time 
Temps demise en conduction 

(RL = 10 kn) 

VDD 

90% 

/f 0 I CL 

i 
VDD 

90% 

toff 

1,, 

10% 

0 Vo 

0 

Turn-off delay time 
Temps de blocage 

(R =300nl 
L 



BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Boitisr 

SF.F 26303 KV CB-180 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

Operating free-air 
temperature range 

Gamms de temp,Jrature 
de fonctionn(lfflflnt 

-40"C, +B5°C 

The SF .F 26303 is a dynamical C-MOS circuit that 
performs the multiplexing and serie -~ parallel con
version of 8 bit data words on 8 digital channels. 

It is particularly useful! for telecommunication appli
cations. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNEES PR/NC/PALES 

Maximum frequency 
F requence maximals 

Minimum frequency 
Fl'equence minimale 

Power dissipation 
Puissance dissipee 

Outputs characteristics 
Caracteristiques des sorties 

3,5 MHz 

1 kHz 

20mW 

SF.F26303 

8 CHANNEL MULTIPLEXER/CONVERTER 
MUL TIPLEXEURICONVERTISSEUR B VO/ES 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAI RE 

Supply voltage Input voltage 
Storage temperature Trmsion d'allmsntation Tension d'entreB 
Templra'ture de 1tockllf/B 

Voo-Vss min. max. 

-55°C, +125°C 3V, 12V Vss Voo 

Le SF.F 26303 est un circuit C-MOS dynamique qui rtialise le 
mu/tiplexage et la conversion serie ~ para/Idle de mots de 
8 bits sur 8 voies digitales. 

If est particuli6rement utile pour des applications en te/epho• 
nieMIC. 

Typical at 
Typiquea 

Typical at 
Typique a 

Typical at 

v00 = 5 v 

Tamb= 25°c 

Tamb= 25°C 

v00 = 5V 
f 2 MHz 

Tamb= 250c 

Standard TTL compatible 
Compatible standard TTL 
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SF.F 26303 

FUNCTIONAL DIAGRAM 
SCHEMA SYNOPTIOUE 

w8 

D 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

SIL 

8 -t 8 bit writing shift register 
Registre /J decalage d'kriture 8 bits 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

2/5 
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CB-180 

6 

t 8 bit shift registers with parallel loading 
Registre /J dkafage 8 bits chargement paral/t}le 

B : Buffers 
Operateurs de puissance 

S/L : Shift/load 
Charge 

Top view 
Vue de dessus 

NC 07 08 Vss r/> NC wa 18 17 16 15 

Clock Synchro 
Horloge Synchro 



TIMING DIAGRAM 
DIAGRAMME DES TEMPS 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

w8 

</> 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

0 7 

0 8 

~--
0 

1 

-
1 

0 

-- 0 

-- . -1 

0 

--
1 

-
- -

W1 

0 1 l 0 

1 0 1 1 

1 0 0 0 

- -1 0 1 0 

0 0 1 1 -0 0 0 1 

0 1 1 1 

1 0 1 1 

- - - -

-1 0 1 1 0 

1 0 0 0 1 - -1 0 1 0 0 

0 0 1 1 1 

1 1 1 0 1 

0 1 1 0 0 

- -0 1 0 1 0 

0 1 1 0 0 

-
- - - - -

0 1 

0 1 

-1 0 

1 1 

1--
0 1 

1 1 

0 0 

-, 0 

t W1 

l 1 

l 1 

1 1 

0 1 

1 1 

0 0 

1 1 

0 1 

- -

1 0 0 

1 1 0 

0 0 0 

0 1 1 

0 0 1 -1 0 1 

0 0 1 

1 1 1 

SF.F 26303 

- --
0 0 0 1 

-
1 0 1 0 

--
0 1 1 1 

-
1 0 1 0 

.,__ - --
0 1 0 1 

--
1 1 1 1 

1 0 0 0 

- --1 1 0 1 

-
- - - -
- - -- -1 0 1 1 

-0 0 1 0 

--- - - --0 1 

0 1 

1 1 

0 0 

1 1 

1 0 

0 

1 

1 

0 

1 

-1 

1 

- - --1 

0 

0 

0 

1 
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SF.F 26303 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tamb = -40°C, + 85°C 
CARACTERISTJQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

High level noise immunity voltage 
Tension d'immunite au bruit 8 f'etat haut 

Low level noise immunity voltage 
Tension d'immunite au bruit a 1'11tat bas 

Low level output voltage 
Tension de sortie a 1 ·etat bas 

High level output voltage 
Tension de sortie B l'etat haut 

Low level output current 
Courant de sortie IJ l'Btat bas 

High level output current 
Courant de sortie a /'etat haut 

Low level MOS output voltage 
Tension de sortie MOS a l'etat bas 

High level MOS output voltage 
Tension de sortie MOS a t'etat haut 

High level input leakage current 
Courant de fuite des entl'ees a /'etat haut 

Low level input leakage current 
Courant de fuite des entreBS a /'etat bas 

Quiescent device cu'rrent 
Courant d'alimentation au repos 

Dynamic power supply current 
Courant d'alimentation dvnamique 

4/5 

856 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

vnH 

vnL 

VOL 
(TTL) 

.VoH 
(TTL) 

1OL 

1OH 

VOL 
(MOS) 

VOH 
(MOS) 

11H 

IIL 

1DL 

1DD 
dyn. 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS OE 

MESURE 

vDD = 5 v 

VDD= 10V 

vDD= 5V 

vDD= 10V 

'o = 1,6mA 

lo= -0,4 mA 

vDD= 4,5V 

VIH = 3,5V 

VIL = 1,5V 
Vo= 0,4 V 

Vo= 2,6 V 

lo = 10µA 

vDD= 10V 

VIH = 7V 

VIL = 3V 
lo= -10µA 

vDD= 10V 

VIH = 10V 

VIL = av 

f = 1 kHz vDD= 10V 

Output NC 
Sorties NC vDD= 5V 

f = 2 MHz vDD= 10 V 

Outputs NC 
vDD= 5V Sorties NC 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UNITES 

1,4 1,7 

V 
2,9 3,5 

1,4 1,7 
V 

2,9 3,5 

0,4 V 

2,6 V 

1,6 mA 

-0,4 mA 

50 mV 

9,95 V 

1 µA 

-1 µA 

25 
µA 

10 

20 
mA 

8 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input frequency 
FTequence d'entree 

Clock minimum width 
Largeur minima/e d'horloge 

Input DATA, W8/H set up time 
Temps de p/'eetablissBment des entrBes 
DATA,W8/H 

Signals DATA, W8/H hold time 
Temps de maintien des signaux DATA, WBIH 

Propagation delay time outputs O; /H 
Temps de propagation des sorties O; /H 

SIGNALS WAVEFORMS 
FORMES D'ONDES DES SIGNAUX 

(Note 1) Tamb = 25°C 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONOITIONS OE SYMBOLES MESURE 

VIH = 3,5V 
f 

VIL = 1,5V 

1wH = 140 ms 

f = 2 MHz 
~Hmin VIH = 3,SV 

VIL = 1,5 V 

tset-up 
f = 2MHz 

twH = 250 ms 

tvH = tfH = 10 ns 

thold VIH = 3,5V 

VIL = 1,5V 

RL = 3,9 k!1 

tPHL CL = 15 pF 

tPLH 

SF.F 26303 

VALUES 
voo VALEURS UNITS 
{VI MIN. TYP. MAX. UNITES 

5 2,5 3,7 5 MHz 

5 100 140 ns 

80 120 ns 

5 30 80 ns 

170 250 ns 

DATA,WB __ x~•----_-_-_-_-_-_-_-Jx=~:~ _______ :: 

Clock 
Horloge 

I 
1set-up 

~- - - - - - -
I 

I 
I 
I 

I 

thold ' ____ ..., 
3,5V 

- - 2,5 V 

: twH : 
-----------------....Jr"- - - - - - - - - ► .._-------1,5 V 

Outputs Oi 
Sorties o,-

I 
I 
I 

I 
I tPLH• tPHL ... ____ --------

_____ , 
I 

I - - - - - - - V OH 
I 

- - -- 2,5 V 

------Vol 
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SF.F 26310 

4 x 4 CROSSPOINT ARRAY WITH CONTROL MEMORY 
MA TRICE DE POINTS DE CROISEMENT 4 x 4 A VEC MEMO/ RE DE COMMAND£ 

BASIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES PR/NC/PALES 

Type Package 
Boitier 

SF.F 26310 KV CB-79 

SF .F 26310 JV CB-79 

GENERAL DESCRIPTION 
DESCRIPTION GENERAL£ 

Operating free-air 
temperature range 

Gamme de tem~rature 
de fonctionnement 

-40°C, +85°C 

-40°C, +85°C 

The SF.F 26310 is a 4 x 4 analog crosspoint array reali
zed with C-MOS technology. 

The state of the 16 analog switches (crosspoints) depends 
on the content of the associate 16 bit control memory. 
The memory content is modified by selecting the proper 
4 bit address, applying the "data" signal (a logical one 
will turn the corresponding switch ON) and setting a 
logical one on the "latch" strobe input. 

PRINCIPAL FEATURES 
DONNE ES PR/NC/PALES 

Storage temperature 
Tem/Nrature de stockllflll 

-55°C, + 12s0 c 
-55°C, + 12s0 c 

PRELIMINARY DATA 
NOTICE PRELIMINAIRE 

Supply voltage Input voltage 
Tension d'alimentation Tflnsion d'entrH 

Voo-Vss min. max. 

+JV, +15V Vss VDD 

+JV, +15V Vss VDD 

Le SF.F 26310 est une matrice de points de croisementanalogi
ques de dimension 4 x 4 reatisee en technlogie C-MOS. 

Chacun des 16 commutateurs ana/ogiques (points de croisement) 
est passant ou bloque selon le contenu de la ,nJmoire de com
mande 16 bits associee. (Un niveau "1° rend conducteur le com

mutateur correspondant). L 'etat /ogique app/ique sur l'entree 
"data" est transfere dans cette rnemoire a /'endroit s6/ectionne 

par Jes 4 bits d'adresse lorsque l'entree "latch" est au niveau 
logique "1 ". 

Low "ON" resistance 
Faib/e rtJsistance a /'6tat passant 

R0 n = 75 n Typical at{Voo = 
Typique;, T amb = 

12 V 

Large analog signal switching capability 
Possibili'te de commuter des signaux analogiques de forte amplitude 

Matched switch characteristics 
Carac'teristiques des commutateurs apparities 

High linearity 
Grande lif1earit6 

Distorsion = 0,2 % 
Distorsion 

2s0 c 

From Voo to Vss 
De Voo;, vss 

Typical at {v00 = 12 V 
Typique a T amb = 25°C 

v 00 = 12v 

Typical at{3 V, V1 .;;; 9 V 
Typique a f = 1 kHz 

RL = 10k0 
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SF.F 26310 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

Package 
Boitier 

CB-79 

Top view 
Vue de dessus 

VDD Y1 Y2 X4 X3 Y4 Y3 X1 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

DC supply voltage range 
Gamme de tension d'alimentation 

Input voltage range (all inputs) 
Gamme de tension d'entree (toutes entrees) 

Permanent current in a switch 
Courant permanent dans un commutateur 

Power dissipation per package 
Puissance dissipee par boitier 

Operating temperature range 
Gamme de temperature de fonctionnement 

Storage temperature range 
Gamme de temperature de stockage 

2/5 
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X2 DATA A2 A3 A1 AO LATCH Vss 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDD 

V1 

IP 

ptot 

Toper 

Tstg 

VALUES 
VALEURS 

Vss-0,3 V, Vss+18 V 

Vss-0,3 V, vDD+o,3 v 

10mA 

200mW 

-40°C, +85°C 

-55°C, +125°C 



BLOCK DIAGRAM 
SCHEMA LOG/QUE 

A1 
Address 
decoder 
Decodeur 
d'adrt1sse 

A2 

A3 

16 

Vss VDD 

TRUTH TABLE 
TABLE DE VER/TE 

Address 
Adresse 

A3 A2 A1 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 1 

0 0 1 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 1 

0 1 1 

Latch 

0 

2 

Memory 
Memoire 

15 

2 

Data 

Selection 
setection 

AO 

0 X1 Y1 

1 X2 Yl 

0 X3 Y1 

1 X4 Y1 

0 Xl Y2 

1 X2 Y2 

0 X3 Y2 

1 X4 Y2 

X1 

A3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SF.F 26310 

4 x 4 crosspoint matrix 
Matrice de points de croisement 4 x 4 

✓•----+--------✓. ......... __.@v1 
0 3 

X2 X3 

Address 
Adresse 

A2 A1 

0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
1 0 

• 1 0 
1 1 
1 1 

X4 

AO 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

Selection 
setection 

X1 Y3 

X2 Y3 

X3 Y3 

X4 Y3 

Xl Y4 

X2 Y4 

X3 Y4 

X4 Y4 
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SF.F 26310 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Quiescent device current 
Courant d'alimentation 
au repos 

ANALOG INPUTS AND 
OUTPUTS 
ENTREES ET SORTIES 
ANALOG/DUES 

"ON" resistance 
Resistance a l'titat 
passant 

Cl.Aon between switches 
Mon entre commuta-
teurs 

Leakage current 
(switch "OFF") 
Courant de fuite 
(commutateur bloque} 

Input and output 
capacitance 
Capacite d'entree et de 
sortie 

Feedthrough capaci-
tance 
Capacite entree/sortie 

Sinewave distorsion 
Distorsion sinusoidale 

LOGICAL INPUTS 
ENTREES LOG/QUES 

4/5 

862 

Input leakage current 
Courant de fuite d'entree 

Noise immunity 
lmmunite au bruit 

Input capacitance 
Capacite d'entree 

"' TEST CONOITIONS 
(l)IIJ CONDITIONS DE ...J.,J 
00 MESURE 

""" ::.::. VO voo >- ). (I)"' (V) {V) 

1DL 12 

v I =3 V 12 

Ron v 1 =6 V 12 

V I =9V 12 

6Ron 12 

v1 =Vss ~: 
IoFF VI =VDD 

15 

CIS 

cos 

CIOS 

v I =6Vp.p 

I =1 kHz 12 

RL =10 kn 

I IL' v,L=Vss ~~ 
I IH v,i-Fvoo 

15 

VIL= 

VnL 1 VSS +4,5 V 
15 

VnH 
VIH = 
v 00 -4,5V 

c, 

VALUES 
VALEURS "' ~~ 

-40°C 25"C +85°C z~ 
::,~ 

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

1 25 µA 

75 200 n 
75 200 n 
75 200 n 

5 20 n 

±0,1 ±1 µA 

30 pF 

0,2 pF 

0,2 0,5 % 

±o,3 ±1 µA 

4,5 V 

5 7,5 pF 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Data and address set-up time 
Temps de pfe-,tab(issement Donm,es et 
Adrosses 

Data and address hold time 
Temps de maintien Donl16es et Adresses 

Minimum latch pulse width 
Largeur minima/11 de /'impulsion latch 

Latch to analog output turn on time 
Temps dB mise en conduction (latch -+sortie) 

Latch to analog output turn off time 
Temps de mise au blocage (latch -+ sortie) 

Data or address to output turn on time 
Temps demise en conduction 
(donfleeladl'BSse -+ sortie) 

Data or address to output turn off time 
Temps de mise au blocage 
(donnee/adt'tJSSe -+ sortie) 

Analog signal propagation time 
Temps de propagation du signal analogique 

(Note 1) 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

tset-up 

thold 

twH 

t(on)latch 

t( off) latch 

t(on) data 

t(off) data 

tp 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE VDD 
(V) min. 

12 

12 

12 

RL = 10 k.11 

CL = 50 pF 
12 

RL = 300.11 

CL = 50 pF 12 

RL = 10 k.11 

CL = 50pF 12 

RL = 300.11 

CL = 50pF 12 

CL = 50 pF 12 

Note 1 : These specifications apply for T amb = 25°C and input rise and fall time = 20 ns. 

Data 
DonnH 

Address 
Adresse 

Typical temperature coefficient= 0,3 %/°C 
CBs specifications sont valables pour Tamb =2!r'C et des t6fnps de montde et de descentt1 =20 ns, 

Coeff',cient d8 tempsrawre typique = 0,3 %/OC 

50% 

tset-up 

SF.F 26310 

VALUES 
VALEURS UNITS 

UNITES 
typ. max. 

100 ns 

100 ns 

100 200 ns 

200 400 ns 

200 400 ns 

200 400 ns 

200 400 ns 

20 50 ns 

...------------------- VDD 

Latch 

Analog signal out 
Sortie signal analogique 

50% 

50% 
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Microcases 
Microbo7tiers 
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• CB-176 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICATEURS OPERA T/ONNELS 

Type 
Type 

SF.C 2308 UC 

SF.C 2301 AUC, 2301 AUT 

SF.C 2741 UC, 2741 UT 

SF.C 2318 UC 

SF.C 2476 UC 

SF.C 2776 UC 

SF.C 2458 UC 

TDF2902-FP 

TDB0124-FP 

VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION 

Type 
Type 

Packages 
Bo1tiers 

CB-176 

CB-176 

CB-176 

CB-176 

CB-176 

CB-176 

CB-176 

CB-178 

CB-178 

Packages 
Boitiers 

Vee 
(V) 

min. 

±5 

±5 

±5 

±5 

±3 

±1,5 

±1,5 

VI 

(V) 

t(///l CB-178 

5vo VID 

(V/µs) (V) 

max. typ. max. 

±15 ±30 

±15 0,5 ±30 

±15 0,5 ±30 

±15 50 ±30 } Programmable 

±15 0,8 ±30 
Programmable 

±15 0,8 ±30 } Dual 
±15 0,8 ±30 Double 

±13 ±26 } Quadruple 
±15 ±30 

Quadruple 

Vo lo 
(V) (mA) 

max. 

SF.C 2723 UC CB-178 9,5 • 40 2 • 37 150 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARA TEURS DE TENSION 

Type 
Type 

SF.C2311 UC 

TDB0119-FP 

Vee 
Packages (V) 
Boitiflrs 

min. max. 

CB-176 ± 5 ± 15 

CB-178 ± 5 ± 15 

tr 
V10 

(V) 
(ns) 

max. 

200 ! 30 

80 !5 
} Quadruple 

Quadruple 

Page 
Page 

879 

869 

931 

893 

911 

939 

903 

973 

963 

Page 
Page 

923 

Page 
Page 

887 

957 
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SF.C 2301 AUG, SF.C 2301 AUT 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/FICATEURS OPERATIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair§ limitt11absoluas) 

Operating free-air Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p V10 V1 "duration 

Battier Gamma u·a templrarure Temperature de 1tockll(IB (V) mW (V) {V) · DUtH de courr-cirt:uir 
ambiante de fonctionnetn11nt en ·sortie 

Indefinite for 
SF.C 2301 AUT CB-176 -25°C,+ 85°C -65°C, +150°C ±22 300 ±30 ±15 //limitH pour 

Tamb= +25oc 

Indefinite for 
SF.C 2301 AUC CS-176 0°c, + 10°c -55°C, +125°C ±18 300 ±30 ±15 1/limith pour 

Tamb= + 250c 

Rth = 2500 C/W 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
LBS pilJces sont soudees sur un support en verre epoxy dB 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm a..ec 30 mm2 dtl culvre dlJ 36 pm d'dpal8$8ur. 

General description 

The SF.C 2301 is a general purpose operational 
amplifier built on a single silicon chip, which features 
improved performance over the Sr.C 2709 and other 
popu,ar amplifiers.Advanced processing teehniques ma
ke possible an order of magni!ude reduction in .input 
currents and a redesign o1 the biasing ~i rcuitry re
duces the temperature drift of input current. 

This amplifier offers many features which make its 
application nearly foolproof : supply voltages from 
± 5 V to ± 20 V, low current drain.overload protec
tion on the input and output, no latch-up when the 
common mode range is exceeded, freedom from oscil
lations and compensation with a single 30pF capaci
tor. It has advantages over internally compensated 
amplifiers in that the compensation can be tailored 
to the particular application. For example as a sum
ming amplifier, slew rates of 10 V/µs and bandwidths 
of 3, 5MHz can be realized. In addition, the circuit 
can be used as a comparator with differential inputs 
up to ± 30 V ; and the output can be clamped at any 
desired level to make it compatible with logic 
circuits. 

The low input currents also make it particularly well 
suited for long interval integrators or timers, sample 
and hold circuits and low frequency waveform gene
rators. 

Description generate 

Le SF.C 2301 est un amplificateur .:,psrationnsl d'uSll(JII 
g6ntiral I, uructure intBflrH monahtluque qui prtisante dll 
nettes amtl/iorNions de caracter,sr,quei. {hJr rapporc au c,r,·uit 

SF.C 2709. Un• mei.lJfJUrtJ cu11na111,!dm;11 ""' 111Chnolog111:; de balll 
perms! d'obtenir ,•ne rwJuction 11nportant11 dfls courantl 
c·11ntrlNI, er un., optim1sa?1an du schBma llt1etriqutJ a conduit 
Ii un11 r«J11crion dtl1 dBriw,1 en r.mpBrature dB us couranu 
d'•nrr•. 

L~ circuit prlJssnts '9Blsm11nt ds nombreuSBs caracteristiquss 
qui rendent ion utilisation tns siJre : tensions d'alimsntation, 
de ± 5 Va ± 20 V. faible consommation,protection contre 1111 

surchllf{Jlls a l'enrres st II la sortie. pas iJe vsrrouillage (Latch· 
up) quand lss tensions maxima/es de mode commun sont 
dtJpasslles, absence d'oscillations et co,npenution dynamigus 
B /'aide d'u1111 ,au/s capacite de 30 pF. 

L 'absenet1 de IIIJl)IICittl de compensation inregrH rend Is cir
cuit plus ,ouple pour de nombrsuse, applications : par 
exemple, un amplificateur sommatsur /IIIUt ltre realise avec 
unB viteSSB maximals de montee dB 10 V/µs et une bande 
/Jil$$ilnlB de 3,5 MHz,· par ailleurs le circuit peut ltn, utilisti 
Bn comparatBur rapids avec dBi tensions difflJrentie/Jes al/ant 
jusqu •a ± 30 V, et la tension de sortiB peut ltre BCrltBs a un 
ni11BBu compatible alltH: la logique commandtie. 

La faible 11aleur de courant de polarisation rend le circuit 
particuliBrernent apte a n,mplir /es fonctions suivanttJs : 
lntsgrateurs "Jongufl duretl", Circuits 8 grande constants de 
temps, Circuits d'~hantillonnags, GBnllrareur ,4i baUII ·1,e. 
quence. 

77-47 1/g 
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SF.C 2301 AUC, SF.C 2301 AUT 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Bo icier plastique 

Balance 
Equilibrage 

Top view 
Vue de dessus 

Compensation in frequency 
Compensation en frtiquence 

Balance 
Equilibrage 

Schematic 
Schema electrique 

8•1•r>ee G Cumµen,,n,un 
tq~,l,t,,. V' C..fl\l»-.1,on 

Inputs 
Entrees 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

A B C D E F G H 

2/9 
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CB-176 2 3 4 5 6 7 8 

Principal features 
Donnees principales 

- Input offset voltage 
3 mV maximum (military range) 

10 mV maximum (industrial range) 

- Input bias current 
100 nA maximum (military range) 
300 nA maximum (industrial range) 

- Input offset current 
20 nA maximum (military range) 
70 nA maximum (industrial range) 

Guaranteed over the operating tempera
' tu re range 

- Slew rate as inverting amplifier 10 V /µs 

- Tension de dticalage a l'enrree 
3 mV maximum (st,rie militaire) 

10 mV maximum (lerie industrielle) 

- Courant de polarisation moyen 
100 nA maximum ($Brie militaire) 
300 nA maximum (S8rie industrielle) 

- Courant de d8cala(J8 a J'entree 
20 nA maximum (s/Jrie militaire) 
70 nA maximum ($eris industrie/ls) 

Garantis dans la gamme de temperature de 
fonctionnement 

- Pente maximale du signal de sortie en ampli· 
ficateur inverseur 10 V Jµs 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

BALANCING CIRCUIT 
CIRCUIT D'EOUILIBRAGE 

2 

C1 
30pF 

R4 
5,1 M!l 

SF.C 2301 AUC,SF.C 2301 AUT 

ALTERNATE BALANCING CIRCUIT 
AUTRE CIRCUIT D'EOUILIBRAGE 

2 

SINGLE POLE COMPENSATION 
COMPENSATION A UN POLE 

TWO POLE COMPENSATION 
COMPENSATION 2POLES 

FEEDFORWARD COMPENSATION 
COMPENSATION AVEC BOUCLE D'AVANCE 
DE PHASE 

R1 
-V 1 0-C::~R~ 

+VI c>--C:::J---'~ 

C1 ~ 
;;, R1 + R2 

c, = 30 pf 

Input 
EntfH 

Input 
EntrH 

C1 

R1 

R3 

Vo 

C1 ~ 
;;,, R1 + R2 

C5 = 30pF 
C2 = 10C1 

R2 

C1 

Output 
Sortie 

Output 
Sortie 

C2 = Rl C5 
R2 

Output 
Sortie 

Output 

Inputs O ~ Sorti• 
Entress o------- >-------0 

+ BZX 83 
C3V9 

Vo 
R4 
10 kll 

PROTECTING AGAINST GROSS FAULT 
CONDITIONS 
PROTECTION CONTRE LES CONDITIONS 
ANORMALES DE FONCTIONNEMENT 

R 1 : protects input 
protjge /'entres 

R4 : protects output 
prot6ge la 1ortis 

R5 : protects output. Not needed when R4 is used. 
prot6(/tl la sortie si R4 n'sxistB pas 

COMPENSATING FOR STRAY INPUT 
CAPACITANCES 
COMPENSATION DES CAPAC/TES PARASITES 
D'ENTREE 

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS 
ISOLEMENT DES CHARGES TRES CAPACITIVES 

VOLTAGE COMPARATOR FOR DRIVING 
TTL 
COMPARATEUR DE TENSION POUR COMMAND£ 
DE CIRCUITS TTL 
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SF.C 2301 AUC, SF.C 2301 AUT 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYPIOUES 

L, 

SIMULATED INDUCTOR 
INDUCTANCE S/MULEE 

L ;;. R1 R2C1 

Rs= R2 

GENERATEUR D'ONDES SINUSOIDALES 

C2 
200pf 

1% 
SF.C 

2110M 

10 = 10 kHz 

INSTRUMENTATION AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR DE MESURE 

LF SQUARE WAVE GENERATOR 
GENERATEUR DE SIGNAUX CARR ES BF 

Sine output 
Sortie sinus 

Input 
Entree 

FAST INVERTING AMPLIFIER WITH 
HIGH INPUT IM~EDANCE 

.AMPLIFICATEUR RAP/DE AVEC HAUTE 
IMPEDANCE D'ENTREE 

FAST AC/DC CONVERTER 
CONVERTISSEUR RAP/DE • AC/DC 

C2 

• Less than 1 % error to 100 kHz 
Erreur < 1% a 100 kHz 

VARIABLE CAPACITANCE MULTIPLIER 
MUL TIPLIEUR DE CAPACITANCE 

C =11 +!'!!?I C1 
Ra 

c, 
0,1 µF 

..£....0----------t 11-------~ 
FAST HALF WAVE RECTIFIER 
REORESSEUR RAP/DE DEMI-AL TERNANCE 

R1 1 Mn 

.-----1----.►~~:f.ut 
Output 
Sortie 

4/9 
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>-+--(R=4:::t-+-t---t►;~~r:;~~l:tput 
5kn 

R1 
20 kn 
, % 

Input O--C:::J---1r----i 
EntrH 

R2 1 Mn R4 
15 kn 

D1 
2x1N914 

D2 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 11 
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS SYMBOLS 
PARAMETRES SYMBOLES 

Input offset voltage 
Vol TB111ion de dilt:lllllfltl 4 l',mritl 

Input offset current IDI 
•Coutant de-.•,..,,,,,,. 
Input bias current IB Coutant dll palllriation moy,m 

Large signal voltage gain Av 
Amplification 1111 ,.,..ion 
Supply voltage rejection ratio SVR 
Ta,ut de ,tjettion dO ..,,, elitn11ntatiOIU 

Qipply current Icc1•Icc2 Coulwnt fournl par In •litn11ntatlom 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage DV0I 
CotJHicillnt de temptlrature moyen dll la 
-iondedka/llfltl 

SF.C 2301 
Average temperature coefficient of AUC 
input offset current DIDI 
CollfficiBnt dB tllmp,lrature moyen du 

SF.C 2301 cour1111t de dkalage 
AUT 

Common mode rejection ratio CMR Taux de ,yjectiofl en modtl commun 

Input resistance 
21 lmp«Jant:11 d'fltltrH /difflrentiBIIBJ 

Slew rate Svo 
Ptmte muimale du ,ignal de lOrtifl (Note 21 

Output voltage swing Vopp 
Dynamique dtl IOTtiB 

SF.C 2301 AOC, SF.C 2301 AUT1 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs ..; 50 k!2 tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

tam!> +25•C 

Vs=± 16V RL;;., 2k!2 
Vo=± 10V tamb= +25°C 

Rs..; 50k0 

Vs= ±15V tamb= +25°C 

+25°C.;; Tamb.;; +1o•c 
o•c.;; Tamb.;; +25°C 

+25•c.;; Tamb ..;+a5•c 
-25°C .;; Tamb ..; 25°c 

Rs .;; 50 k!2 

tamb"' +25•C 

tamb~ +25°C 

Vs=± 15V RL=10kfl 

~ 

Vs=± 15V RL = 2 k!2 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 7,6 

3 50 

70 260 

25 160 

70 96 

1,8 3 

6 30 

0,01 0,3 

0,02 0,6 

70 90 

0,5 2 

0,5 

±12 ± 14 

± 10 ±13 

Ul\!ITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

µV/°C 

nA/°C 

dB 

M!2 

V/1'$ 

V 
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SF.C 2301 AUC, SF.C 2301 AUT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTJOUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS! TEST CONDITIONS VALUES 
PARAMETERS 

CONDITIONS DE VALEURS UNITS 
PARAMETRES SYMBOLESI MESURE , MIN.! TYP. ! MAX. UNITES 

Input offset voltage Rs .;; 50 kfl ! 
I 

I 

T,n,ion de d/Jcalags a rentree Vol I 10 mV 

Input offset current 
I ! I 

101 I I 70 nA 
Courant de cMc.alage II r11ntl'H I 

I 

Input bias current 1B 300 nA Courant de polarisation mo yen 

Large signal voltage gain Av 
Vs= ±15V RL;_.2kfl 

15 V/mV Amplification en ten1ion Vo= ±10V 

Input voltage range 
Vlmax Vs= ±15V ± 12 V Tension d'entrH limite 

NOTE 1: 

These specifications apply unless otherwise specified for± 5 V.;; Vs.;;± 15 V and c1 = 30 pF, 0°C.;; Tamb.;; +70°C 
for the SF.C 2301 AUC and -25°C <;; Tamb <;; + 85°C for the SF.C 2301 AUT 
Specificationsapplicablessauf indications contrairflS pour ±5 v<; v5 E;± 15 Vet c1 =30pF, OOc<; Tamb =e;;;;+l(f'Cpour le 

SF.C 2301 AUCet -25°C<;; Tamb <;;+B5°Cpaur le SF.C 2301 AUT 

NOTE 2: 

May be improved up to 10 V/!J$ in inverting amplifier configuration hee basic diagrams) 
Peut ltre portN .t 10 V4,I, en ampllflcatJJur int1tN1t1Ur /110ir """1rnu de_, 

6/9 
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20 

16 

12 

8 .. 
4 

INPUT VOLTAGE RANGE 
TENSION O'ENTREE LIM/TE 

~" 
~ 

·-i_,~ 

~~ .. ~ 
..... 

e .,,. 
~ •• ,,1 .. 

1 ....... ~ 
~ .... 

....... ooc ,_;tamb ,_;70°C 

0 
5 10 

Supply voltage (±V) 
Tension d"alimentation 

15 

100 

94 

88 

82 
i---

76 

70 
5 

SF.C-2301 AUC, SF.C 2301 AUT 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

I 
I 
: 
I 

t,l\\f\\~ur 

~ 
__. 

I 
I I 

OUTPUT SWING 
TENSION DE SORTIE OISPONIBLE 

20 

15 ~+--+-11-+--+-l-+-+--+--I 

.._. ... 

-25°C ,_;T b ,_;+85°C 
I am / 

.10 . 
Supply voltage (±V) 
Tension tr•lmentstion 

15 
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SF.C 2301 AUC, SF.C 2301 AUT 
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2,5 

0 

100 

80 

60 

. 0 

a 
'6 

4 

2 

0 

5 

~ 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA TIDN 

t-ll---~ - ~ 
~ 

I - 250C. 
~tarnb::::: 

~ -
--'--

,__ ' -
, __ , __ 

~ -

5 

--L-I--

10 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

I-- C--

15 

ID 

" -. 
-~-~ 
"'• .. ~ 
g,~ 

!:: s 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

120 ,--.-----,.--,-,---.-~~-r--.-~ 

110 ~'-~-~ 1----,1-+-+--l--,1----l 
2soC 

~j OOL-+--+---i-+-+-l----,L-+--+-~ 

80 .__.__.___._.._....L..__._.....J'-............. -,,/ 
5 10 

• Supply voltage (±V) 
Tension d'aJimentation 

'15 

INPUT CURRENTS CURRENT LIMITING 
COURANTS D'ENTREE LIM/TAT/ON DU COURANT DE SORTIE 

'---

0 

I 
'--- g:,as curreoc· ~ 

urant de POlarisario~ -

Offset current · 
Courant rtisidue/ - L--

20 40 60 80 
Temperature (oC) 
Temperature 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A L'ENTREE 

,__ 

" i,,. 

~I,,, ..._ 

! 

i I I 
100 1 k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FrBquenctt 

15 

-r""=::::: -: VS =±15V 

0 
0 

' ~ ,i-·~ 1'7, 
0 

10 20 
Output current (±mA) 
Courant de sortie 

INPUT NOISE CURRENT 

1 
II 

"' "' 0 

" 

30 

;g 
10

_24 COURANT OE BRUIT A L'ENTREE 

N 

'i·" 
<!l -. ~" c. "', ~.g 
~i,0-25 ·-, 
0"' CS 

~t 
!!j ~ 
fl~ 

lli ~ 
:;; cl1cr26 

10 

I'\ 
1'\ 

--
' 

"t-
i 

I I 
100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

f-
ii 

100k 



STANDARD COMPENSATION 
COMPENSA TJON A UN POLE 

Cil 
"O -. 
-~ ·2 
~~ 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE BOUCLE OUVERTE 
120 

~ ~ 40 '----'-------'-----"--~-----'M.---...____, 
"'~ !:: C 
~~ ~~-~-l--l.-----l---',..___,.,.___j 

10 100 1k ,Ok 100k 1M 10M 
Frequency (Hz) 
FrlJqusnce 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 
lTTT l 11lll 
VS:±15V 

12 
tamb = 250 C 

111 

' C1 = 3 pf 
' 8 I 

4 ' ' C1 = JO pf~ ~ 

0 
1k 

71! I '°'lo.. ""--10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
FrlJquence 

10M 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 

10 

8 

6 

~ 4 

g, 2 

-~ 0 

!!l.c ro.9 -2 

~~ -4 

-6 

-8 

-10 

..... r- ..... .... 
I\ lnPtJt _, 7 , Entrt!e I .,___ 

~ 
Oulput 

\. Sortie 

' l 

-- - . I I - t =25°C amb 

VS =±15V 

,o 10 20 30 40 50 60 70 80 
Time (µs) 
Temps 

.!, 
'1 
C 

s;:J 
+I "t> 
-.S;! 
"'~ 
C: -·- ~ 
l~ 
~ C 

5.-9 ~. 
:, C 

0~ 

SF.C 2301 AUC, SF.C 2301 AUT 

FEED FORWARD COMPENSATION 
COMPENSATION A VEC BOUCLE D'A VANCE 
DE PHASE 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOVCLE OIJVERTE 
120 

100 

-20 
10 100 lk, 10k 100k 1M 10M 100M 

Frequency (Hz) 
Fr6quence 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 

12 

8 

4 

0 
100k 1M 

Frequency (Hz) 
FrBquence 

10M 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPl,.IFICATEUR INVERSEUR REPONSE ENllll'IJLSION 

~ 
"' C: 

1 
" a> C 

i -~ 
>~ 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

I I I 
Output-

I Sortie 

~--+·· ~-- -t, . I 
i 

Input 
I Entree 

! 
! I 1 

I 
I 

-+- --
I I I t = 25°C 

I I amb 

I VS =:tu;v 

0123456789 
Time (µs) 
Temps 
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SF.C 2308 UC 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TEURS OPERAT/ONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See section 11 § absolute maximum ratings) 
(Voir la section II § limiws abso/uss) 

Operating free-air Output short-circuit 
Vs p IID V1 Type Package temperature range Storage temperature duration 

Bo1tiBr GamlTIII de tem"'rature Temp4raturedsstockB(lfl (V) (mW) (mA) (V) Dur# de court-circuit 
ambiantB de fonctionnemsnt en 1onie 

SF.C 2308 UC CB-176 0°C, +70°C -55°C, +125°C ±18 300 ±10 ±15 Indefinite 
//limit/Je 

Rth = 250°C/W 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont soudees sur un support en verre epoxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'epaisseur. 

General description 

The SF .C 2308 is a precision operational amplifier 
having specifications a factor ten better than FET 
amplifiers over a -55°C to +125°C temperature range. 
Selected units are available with offset voltages less 
than 1 mV and drifts less than 5 µV/°C. This makes it 
possible to eliminate offset adjuStments, in most cases. 

The device operates with supply voltages from ±2 V to 
±20 V (SF .C 2308 : ±2 V at ±15 V) and have suffi
cient supply rejection to use unregulated supplies. 
Although the circuit is interchangeable with and uses 
the same compensation as the SF .C 2101 A, an alter· 
nate compensation scheme can be used to make it 
particularly insensitive to power supply noise and to 
make supply bypass capacitors unnecessary. 

NOTE 1: 

The inputs are shunted with back-to-back diodes for 
overvoltage protection. Therefore, excessive current 
will flow if a differential input voltage in excess of 1 V 
is applied between the inputs unless some limiting 
resistance is used. 

Description generate 

Le SF.C 2308 (lSt un amplificateur operationne/ dB pr8ci
sion dont /es 11a/eurs spticifiees sont 10 fois meil/eures quB 
eel/es d'un amplificateur 8 FET dans la gamme de temperatu
re -55°C /J + 125°C. On peut obtenir par tri des dispositifs 
dont Jes tensions d'offS6t sont meilleures que 1 m V Bt IBS 
dtiri11Ss inf6rieures a 5 µVl°C. Cecl pBrmet, dans la plupart 
aes cas, d'S/iminer IB circuit de c·ompensation de la tension 
residue/la. 

Le circuit fonctionne Bl/BC des tensions d'alimentation de 
± 2 v a ± 20 V ( ± 2 V 8 ± 15 V pour SF.C 2308 tee un 
taux de rejection suffisant poUr que /'on puisse utiliser des 
alimBntacions non regulties. Bien qutJ le circuit soit interchan
geable avec le SF.C 2101 A et utilise la mime compensation 
une variance de ce circuit de compensation permet de rendre 
le SF.C 2108 M partiCu/iBrement insensible au bruit des a/i
mentations et rend Jes capacittis de dticoup/age d'alimentation 
inuriles. 

NOTE 1: 

Les entrties sont munies de diodes de pr9rectiOn conm, ltia 
SI.fr tensions, ii ya done un risque de surintensite si une t~nsion 
differsntielle d'entree superieure a 1 V est appliquiJe aux 
entreBs sans resistance de limitation. 
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SF.C 2308 UC 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Boitier pJastique 

Compensation 
Compensation 

Compensation 
Compensation 

Schematic 
Schema electrique 

Compensation 
Compensation 

Compensation 
Compensation 

+ Output 
V Sortie 

Inputs 
Ent/'ees 

NC 

.--~+-A...-~ __ H...-t--.-----,----0V+ 

2/8 

880 

G 

F Output 
Sortie 

Top view 
Vue de dessus 

Principal features 
Donnees principales 

- Input offset voltage 
3 mV maximum (military range) 

10 mV maximum (industrial range) 
- Input bias current 

3 nA maximum (military range) 
10 nA maximum (industrial range) 

- Input offset current 
0,4 nA maximum (military range) 
1,5 nA maximum (industrial range) 

- Power supply current 
600 µA maximum (military range) 
800 µA maximum (industrial range) 

- Guaranteed drift characteristics 
- Slew rate as inverting amplifier 10 V /µs 

- Tension de decalage a rentree 
3 m V maximum (s6rie militaire) 

10 m V maximum (serie industrielle) 
- Courant de polarisation moyttn 

3 nA maximum (serie militairs) 
10 nA maximum (s/Jrie industrielle) 

- Courant ds decala{J8 a l'Bntree 
0,4 nA maximum (stJrie militairB) 
1,5 nA maximum (serie ind1;stri11//11) 

- Courant fourni par /es alimentations 
600 µA maximum (stJrie milirairs) 
BOO µA maximum (serie indusrriBIIB) 

- Caracrerisriques garanries en d{}rivs 

- Penre maximale du signal de sorrie sn ampli· 
ficareur inverseur 10 V /µS 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

STANDARD COMPENSATION CIRCUIT 
CIRCUIT OE COMPENSATION STANDARD 

R1 fl2 
-Vi 

f!3 Vo 
+V1 

c;;,~ 
f R1 +R2 

Ct Co= 30pF 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA TIONS'TYP/OUES 

SF.C2308 UC 

ALTERNATE FREQUENCY COMPENSATION* 
AUTRE COMPENSATION EN FREQUENCE 

-VI O--{=R=1 r-+--CR=3::J-,--, 

,._VI 0--l=J---C;..-i 
c, • Improves rejection of 

power supply noise 
AtneliorB la rejection du 
bruit des a/imentations 

~ 100pF 

FEEDFORWARD COMPENSATION 
STANDARD PEEDFORWARD 
COMPENSA T/ON A VEC BOUCLE 
D'AVANCE DE PHASE 
(CIRCUIT STANDARD/ 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OU VE RTE 

FOR DECOUPLING LOAD CAPACITANCE 
COMPENSA T/ON AVEC BOUCLE O'A VANCE 
OE PHASE (DECOUPLAGE DES CHARGES 
CAPACITIVES) R2 

Input 
EntrlJe 

C2 
5 pF 

180 

Rs> 10 k!l 100 k!l 

~ 
~ 

>--+----+->,-.<r-,c"'<-,,,<e...,--i-1136 j 
2 

f-+--:::~-l',:-f'<-+--if--i9D 'e, 
I 

~ 
[ 
~ 

" 

Output 
Sortie 

CL 
75pF C3 

.10pF' 10 100 1k 10k 100k 1M 10M I 5 x 105 

Frequency{Hz)-Fre(Juence • C2 > R2 pF 
i to0,01 

a µF 

SAMPLE AND HOLD * 
CIRCUIT D'ECHANTILLONNAGE 

v+ 
Input R1 
EntrH 1 Mn 

01~ 2 

Sample 6 °2 
Echantillonnags .... ----"i':-

C2 
30pF 

• Worst case drift less than 2,5 mV/sec. 
Dans Ill plus mauvais cas derive <2,5 mV/sec. 

Output 
Sortie 

• • Teflon, polyetylene or polycarbonate dielectric 
capacitor 
Condtmutaurau rBflon, au poly/Jthyl#Jne ou au 
polycarbonatfl 

' 
FAST SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR RAP/DE DE SOMMA T/ON 

Power bandwidth : 250 kHz 
Bcmde passan re fort signal 
Small signal bandwidth : 3,5 MHz 
Sande passante petits signau1' 
Slew rate: 10 V/µS 
V1tesse dB monree 

R5 

Input .RJ, 
Entretl 150 kn 

C1 
12 nF 

C4 C2 
12 nF-,- 150 P,F 

i 2 
R2 
1 M!l 

C2 
T300pF - 6 X 10-S 

CS=--
Rt 

In addition to increasing speed the SF.C 2201 A 
raises high and low frequency gain and eliminates 
thermal leedback. 
Le SF.C 2201 A augmente la vitesse, le gain aux basses 
tit hautes frequenc11s st (J/imine la contn,•feaction tMrmique. 
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SF.C 2308 UC 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA TJONS TYPJOUES 

Input 
Entree 

INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR /NVERSEUR 

4/8 

882 

Input 
Entrifl 

NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR NON-/NVERSEUR 

'>----&-...r.Output 

FOLLOWER AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR 

Sortie 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ton,ion de_,.,,.• rontrH 

Input offset current 
eou,..,,, de_,.,,. • l'ontrH 

Input bi• current 
Courent de po/wiat/on mo.,... 

Input resistance 
,,,,,,.,._ d"entrN (di,-titll/e) 

Supply current 
Courant fourni PM la •linwntationl 

Large signal voltage gain 
Ampl/fk»tion .,. -Ion 

Input offset voltage 
Ten,ion de_,.,,. • l'ontrN 

Average temperature coefficient of 
input offset voltage 
CoefflciMt de ..,,,,..,..,,,. mo.,.,. de i. 

-de--

Input offset current 
eou,..,,,,,. "'"'- • rentrH 

(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONOITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

Vo1 tamb = +25oC 

101 tamb = +25oc 

le tamb =+ 250c 

z, tamb =+ 250c 

Icc1•Icc2 tamb =+ 250c Vs =± 15V 

Av Vs ~± 15V tamb = +25oc 

Vo = ± 10V AL ;;. 10 kn 

VOi 

DV01 

101 

SF.C2308 UC 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX 

2 7,5 

0,2 1 

1,5 7 

10 40 

0,3 0,8 

25 300 

10 

6 30 

1,5 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

Mn 

mA 

V/mV 

mV 

µV/°C 

nA 

5/8 

883 



SF.C 2308 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Average temperature coefficient of 
input offset current 
Ccwfficient dtl tt,mptl111ture moy,m du 
courant de dlt:tlla(lo 

Input bias current 
Courant dtl palariution moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification 1111 ten1ion 

Output voltage swing 
Dyrwniqu• dtl ,on#I 

Input voltage range 
TIIIISion d-•ntrN litnite 

Common mode rejection ratio 
Tau..- de r,j-,;tion en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de r,j11etion dD aux elirMnratiOM 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

DIDI 

IB 

Av 

Vopp 

V1max 

CMR 

SVA 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEURS UNITS 

CONDITIONS DE UNITES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

2 10 pA/oc 

10 nA 

Vs = ± 15 V Vo = ± 10V 
V/mV 15 

AL ;;,. 10 kil 

Vs =± 15V AL = 10 kil ± 13 ± 14 . v 

Vs =± 15V ±14 V 

BO 100 dB 

80 96 dB 

NOTE 1 : These specifications apply for O"C ,,;;; tamb,,;;; +70"C and± 5 V,,;;; Vs,;;± 15 V unless otherwjse specified. 
Specifications applicables pour (PC :s;;;; tamb :s;;;; + lOOC et ± 5 V E:;; Vs ~ ± 15 V sauf specification contraire. 
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INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

4 

3 

< 
{l. 

C: 1 :: ~ 
C: ~ 0 o, C 
t l• 
G ~ 0,2s 

g_ ~ 0,20 

..!: 8 ,0,15 

0,-10 

10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperature (°C) 
TflmJ)erature 

DRIFT ERROR 
DERIVE 

103 
:{:r 

OOC < •amb < 700C -~ i ·11 II 

102 
I 111 ~ I 

Maximum 
Maximale 

I 11 

10' 
Typical 

"" Typique 

100 
100~· 

111 
1M 10M 100M 

Input resistance (Q) 
R81istanc11 cl'entrlJe 

OUTPUT RESISTANCE 
RESISTANCE DE SORTIE 

I 
Av= 1, Ct = 30 pF 

100 t---+---+,,L->[A'/'= 1000, Ct= 0 pF 

Av= 1000, <; = 30 pF 

' ' 10·1 t---+.r-+---+---ta = ± 1 mA 

Vs =±lSV 

10·2 .__.._ _ _._ _ _.__'_•m_b_=_2-S_oc _ _, 

10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequence 

> 
sf 
a, C "'-~ 
~ 1:, 

gi 
]i 
-'!! 
0 C 

g_ ·@ 

-= ~ 

103 

102 

101 

103 

102 

10' 

SF.C2308 UC 

INPUT OFFSET VOLTAGE 
TENSION RESIOUELLE D'ENTREE 

tamb=25~C 
++ ·-f-

-
I 111 

,- ::.~~ 
Maximum 
Maxima/e 

Typical 
Typique 

II 
1M 10M 

Input resistance (Q) 
R4si1tanct1 d'entrt!Je 

100M 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT AL 'ENTREE 

r-

t-

10 

-- - """' 
!1111111 
A·~·~·, M 

lillllll 
Rs 100 k 

Rs 0 

11111111 '· 

11111111 
100 lk 10k 

Frequency (Hz) 
Fr(Jquence 

100k 

POWER SUPPLY REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION OES ALIMENT A TJONS 

120 ,----,---,----.---~-~ 

..... 
Vs =±lSV 

___ Av =1 

'amb = 2soc 

lk 10k 100k 1M 
Frequency (Hz) 
Frequence 

10M 
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SF.C 2308 UC 
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120 

110 

100 

90 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

I 
tamb -QOC ;:--~ 

- ...... ~--
~ ·---:::::: 

~mb=7ooc 
tamb =25oc 

I 
c,=o 
f=100Hz 

J; 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimtmtation 

20 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 

16 r-T"""T-rrmn-rr"TTmn-rrTTTTm 

15 

10 

5 

0 

10k 100k 

Frequency (Hz} 
Fri!quence 

OUTPUT SWING 

i i 

1M 

TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

- I Vs=±15V 

r---;-
ta~b=17rPC_.. 

0 

I I I 

,.!b J2sdc _ L .. 
I I I I 

1!mb I=oJc_ -il 

4 6 

Output current (±mA) 
Courant de sortie 

8 

OPEN LOOP FREQUENCY REPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

ai 
" -. 
-~ ·2 :B 
~~ 
!::.o 

g~ 

120 

100 

80 135 :JJ -o 

60 
90 

40 

20 
Gain 45 
Phase 

0 
0 

-20 L-.-l.-....l..---'---'--~~-.-l.;_...J 

1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
Frequsncs 

C ~ 

~- ~ 
g~ 
"- -· -~ "-:,. a. 
~ce.. 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR SUIVEUR REPONSE EN IMPULSION 

-· 1·g 
-!!! ~. 
C • 

t:§ 
::, .• 
" " ~~ a.. 
a." ::, 0 

u, <.l 

10 ~~~--~~~--~~~ 
8 ._.._..._ ....... _._.,___,__._.._..J...._, 

6 

-6 

-8 
-10 ..._..,___.__,__L._..J_....l........1--L-..J......J 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

0 20 40 60 80 100 120140160 

Time (µs} 
Temps 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA TION 

tamb =ooc 

amb = 250c 

tamb = 700c 

15 

Supply voltage (±V} 
Tension d'a/imentation 

20 



SF.C 2311 UC 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARA TE URS DE TENSION 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIMITESABSOLUES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Voir § lilnit•• ablolUl1') 

Operating free-air Vs V1.4 V7.4 VID VI p• 
Type Package temperature range Storage temperature (Vl (V) (V) (mW) 

Battier Gamtn11de ~ratur11 T~rature de 1toclcage 
ambillnte de fonctlonnlN'THHlt (Note 1) 

SF.C 2311 UC CB-176 ooc, +70°C -55°C, + 125°C 36 30 40 ±30 ±15 300 

Rth = 250°C/W 

Oevices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont soucMes sur un ,upport en vt1r111 spoxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec 30 mm2 de cuivrs de 35 µm d''1Jaisseur. 

Output short-circuit duration 
Durtle de court-circuit en sortie 10 5 

*Maximum junction temperature : SF .C 2311 
T11mf)4rsturs. de Jonction max/male 

100°c 

General description Description gent!rale 

I 
The circuitSF.C 2311 is voltage comparator that have L11 circuit SF.C 2311 sst un comparateurde tension dont /es 

input currents more than a hundred times lower than courantsd'entnJeBOnt 100foisp/f1S falbles que ctNJx du circuit 

devices like SF.C 2710. SF.C2710. 

It is also designed to operate over a wide range of II nt con~u pour fonctionner dans um, /aft/ti gamme de tension 

supply voltages from standard ±15 V operational am- d'alimentation: de la tension d'allmentation standard des am-
plifiers supplies down to the single 5 V supplu used plificatBUrs opdrationnels (±15 V) /J la tension d'alimentation 
for IC logic. des circuits intlgrfJs loglques (5 V). 

His output is compatible with RTL • DTL and TTL Sa sortie t1st compatible aussi bien aWH: les circuits MOS 

as well as MOS circuits. qu'avec les circuits RTL, DTL st TTL. 

Further his output can switch voltages up to 50 V De plus sa sortitl ptlUt commuter des tensions jusqu'/J 50 V 

at currents as high 50 mA. pour un courant ds sortie de 50 mA. 

NOTE 1 : This rating applies for± 15 V supplies. The positive input voltage limit is 30 V above the negative supply. The 
negative input voltage limit is equal to the negative supply voltage or 30 V below the positive supply, which 
ever is less. 
Cam, valtlllr est donlllHI pour des alimt1ntation1 ds ± 15 V. Ld limittl de la tension d'entrH positive Bit /J 30 V au-dtlau, de l'a
limsntation mjgativs. La limits de la tt1n,ion d'sntfff negBtivs est (Jgala a la tension d'alimtlfltation f1S91Jtivtl ou 30 V au-dtll$0Us 
dll la tension d'ali11111ntstion positive, la plus faibltl des daux fixant la limitB. 
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SF.C 2311 UC 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Boitier plastique v-

Ground 
Masse 

Schematic 
Sch,Jma electrique 

F Sirobelt:w!ance 
--------~;___,,Echanti/lonna,./equilibr.-

------'---~Bai.nc, 
E Equilibr-,. 

R3 R4 
300 n 300 n 

Output 
Sortie 

1 

$lamping, balance 
Echantillonnage, 6quilibrage Top view 

Vue de dessus i 

I 
Inputs 
Entrees 

Balance 

Collector output 
Sorr111coll«:tfilr 

v+ I G 

H 

A 

Rl3 
40 

Em,tler outp•,t o, wound 
;,.,,i,., o'rnert""r oi, tn<lS# 

Principal features 
Donnt!es principa/es 

- Maximum input current : 150 nA 

- Maximum offset current : 20 nA 

- Differential input voltage range : ± 30 V 

- Power consumption : 135 mW at ± 15 V 

- Supply voltage : +5 V to± 15 V 

- Output current : 50 mA 

- Courant maximal d'entrlHI: 150 nA 

- Courant nJ6idual maximal: 20 nA 

- Tension difflrentilllls d'•ntrH: ± 30 V 

-PuiSillncacon,omtnlH 135 mW.t ± 15 V 

- Tension d'alimBntation +.6 V .t ± 15 V 

- Courant dB wrtie : 60 mA 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

A B C D E H 
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TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

CRYSTAL OSCILLATOR 
OSCILLATEUR A CRISTAL 

R2 
100krl 

v+=5V 

100 kHz FREE RUNNING MULTIVIBRATOR 
MULTIVm,IATEUR IOOkHz 

r1 
+f~pF 

v+=6V 

SF.C 2311 UC 

LOWVOLTAGE ADJUSTABLE REFERENCE SUPPLY 
ALIMENTATION DE REFERENCE BASSE TENSION AJUSTABLE 

v+=5V 

• Solid tantalum 
Condsn,atsur au tantJIIB 

TTL INTERFACE WITH HIGH LEVEL LOGIC 
CIRCUIT D'INTERFACE POUR CIRCUIT TTL A HAUT NIVEAU 

Input 
EntrdB 

Cl 

R3 
82 krl 

R2 
47 k(l 

1 

v+.sv 

R5 
1 krl 

7 

To TTL logic 
v.,-, circuit, 7TL 

~ JVti~s~~ii'Jl 
,___.....,..,__--;1.,_---+--'Excur,Jon d• 0 6 30 V 

• TTL or DTL fan-out of two 
SomnctJdM TTL OU DTL =2 

..,,;1 d• 15 V 

AUXILIARY CIRCUITS 
MONTAGES AUX/LIA/RES 

STROBE 
ECHANTIUOIIIIAGE 

1 

INCREASING INPUT STAGE CURRENT* 
AUGMENTATION DU COURANT DEL 'ETAGE D'ENTREE 

TTL strobe 
Echantll/om•- TTL 

OFFSET BALANCING 
CIRCUIT D'EQUIL/BRAGE 

• Increases common mode slew by a factor of three 
Multipl/B par 3 I• 11/teae de_ montN en mods commun 
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SF.C 2311 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de dtica/age a /'entrff 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dkalage B l'entrff 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Response time (Note 4) 
Temps de rdponse 

Saturation voltage 
Tensiondt1 sortie ni11BBU bas 

Output leakage current 
Courant de fui•en ,ortie 

Input offset voltage (Note 3) 
Tension de dlH»lage a /'entrH 

Input offset current (Note 3) 
Courant de dkalage B l'tJntrH 

Input bias current 
Courant de polariSJltion moyeo 

Input voltage range 
Tension d'entrtie limits 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Supply current 
Courant fourni par l111 alimentations 

Strobe current 
Courant d'tichantillonnage 

(Note 2) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS VALUES 
CONDITIONS DE VALEURS 

SYMBDLES 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

VDI lamb =25oc Rs <50kU 2 7,5 

IDI lamb =25oC 6 50 

Is tamb =25oc 100 250 

Av lamb =25oc 200 

tr tamb =25oc 200 

VOL 
VI ..;-l0mV 

lamb= 250c 0,75 1,5 
lo = 50mA 

I0H 
VI ;;.l0mV 

lamb= 250c 0,2 50 
Vo = 25V 

VDI Rs <50kU 10 

IDI 70 

Is 300 

Vlmax ±14 

lsink= B mA v, <-l0mV 
VOL entrant 0,23 0,4 

v+ ;;.4,5 V v- = 0 

1cc, tamb= 250c 5,1 7,5 

Icc2 tamb= 25°C 4,1 5 

lamb= 250c 3 

NOTE 2: These specifications apply for 0°C..; tamb..; +70°C , Vs =± 15 V, unless otherwise specified. 
Spkifications appUcables pour 0°c ,tamb, + 70 °c , Vs =± 15 V, sauf indications contraires. 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

ns 

V 

nA 

mV 

nA 

nA 

V 

·-

V 

mA 

mA 

mA 

The offset voltage, offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single +5 V 
supply up to ± 15 V supplies. • 
Les Sl}ecifications concernant la tension et le courant dB d6Cdlage ainsi que le courant de polari111tion ,~app/iquent pour une ten
sion d'alimentation comprise entre + 5 Vat ± 15 V. 

NOTE 3 : The offset voltage and offset currents given are the maximum valt,es required to drive the output down to 1 V 
or up to 14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst
case effects of voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions rl!siduels donnes correspondent aux vaJeurs maxima/es, pour une tension de sortie compr,se entre 1 Ve 
14 Vet une charge de 1 mA . Una zone d'incertitude est aiosi definie tenant compte de l'arreur apport/Je par le gain et nmpe • 
dance d'entree du circuit. 

NOTE 4 : The response time specified (see definitions} is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
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TenJPs de reponse spkifie pour une impulsion de 100 mV et une surcharged, 5 mV (voir definitions}. 
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TRANSFER FUNCTION 
CARACTER/ST/OUES DE TRANSFERT 

Normal output 
Sortie normals 

Emitter follower RL =1 k!l 
output V++ =40V 
Sortie en Bmetteur , 
sui11eur 

RL =600 !l I 
- , 

\. ... 
'\. •amb=25oc 

'\~S =30V 
0 

-1 -0,5 0 0,5 

Djfferential input voltage (mV) 
Tension d'entfN diffBrentiells 

OUTPUT LIMITING CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES OE LIMITATION EN SORTIE 

f • --" "'l:'t:> 
C: • -o ... -~ 
~ .i 
:: ::s aa 
~" -~,, n~ 
5 ~ 
]-~ 

140 0,7 

'120 

100 

80 

60 

40" 

20 

0 
0 

225 

200 

1 

-

, 
I 

•amb =25oc_ r7 
I ·o''~ 

·4''"#.~ -
~#'b~~ 

~~ ....... 
/ ... 

/ ...... 
Short-circuit current 
Courant de court-circuit 

I I I 
I I 
I I 

0,6 

0,5 ~ 
0,4 

0,2 

0,1 

0 
10 

Output voltage (V) 
Tension de sortie 

15 

INPUT CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES O'ENTREE 

I•--....... Js I ~J 1~ J-
"f75 t mb =25°C _ 

i50 

125 ....... 
100 

75 

50 

25 

0 
-1~-12-8 -4 0 4 8 12 16 

Differential input voltage (V) 
Tension d'tmtTH diffBrsntiBl/11 
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i-i ... 
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0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

_0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 

20 

10 

0 

OUTPUT SATURATION VOLTAGE 
TENSION OE SORTIE NIVEAU llAS 

•amb =25oc 

-,,,,. 
.✓ 

I.✓ ,,,,. 
~ -... 

., 
II 

0 10 20 30 40 

Output current (mA) 
Courant dB wrti11 

INPUT.OFFSET CURRENT 
COURANT RES/DUEL D'ENTREE 

I I 

50 

...... 
........ Raised 

Vs=±15V 

~ITIBntt/ 

r---
Normal 

r--. ..... Normal 

o ~o 20 30 40 50 60 10 80 

Temperature ( ° C) 
Temperature 

INPUT BIAS CURRENT 
COURANT DE POLAR/SA TION O'ENTREE 

500 

400 

300 

200 

100 

o. 

I I 
VS 1a± /5 V Raised -- AugmentB 

I""-- --
Normal - ,.._ 
Normal 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Temperature ( ° C) 
Tamparaturs 
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EQUIVALENT INPUT OFFSET ERROR 
ERREUR EDU/VALENTE AL 'ENTREE 

100 
t -2s°C 
amb ,11111 

111111 

- 1--Maximum 
Maxirm,I ~ II 

10 
V , 

/ 
Typical 
Typique 

I 111 

vo1 =Vo1 ~ R~ 11 01 

11111111 1111111 
10 k 100 k 1M 10M 

Input resistance ({l) 
Re,inata d'antlN 

RESPONSE. TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE /16PONSE POUR DIFFERENTES 
StlRCI-/A.RGES A L 'ENTREE 

~ 
5 

4 

3 

'2 

0 

100 

ID 
0 

20mV 

5mV 

2mV 

0 

I I I ,, r VS =±15V 

JI j tamb =25oc 

I I I I 
'I/ I I I 

5V -,., 
~5000-

VO -

-
I 

0,2 0,4 

Time (µs) 
Temp, . 

I 
I 

I I 
I I 

0,6 0,8 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPON$E POUR D/FFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENtREE 
~ r---r---,,--,---.-..--.--,---r--, 

'151--.,..+-.-t--t4 
10 f--+---\llr'lr--+----l 
5 

0 1--+----,IO--<>+------< 
_51--,:::..;:;c:...;;:a,,4-_,.""'--4 

-10 
-15 l--+---11-' ........ - .... "'+-+--+-...j 
100 .,_.....,_,_,+-+-+ 
50 I--+--,,--+--+-+ 

0 t-~---1---1-+--+-..... ➔-+--+-...j 

0 1 2 
Time (µs) 
Temp, 

3 4 

NOTE 1 : Referred to supply voltages 
Par rapport aux tension, d'alirmmtation 

892 

v+ 

> -0,5 

ii 
:: § 1 

COMMON MODE LIMITS 
LIM/TES EN MODE COMMUN 

I 
(Note 11 

..;> ii-15 
~ e . . ... 
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0 C E; 0,4 
E ·-
8 ! 0, 

v-
0 10 20 30 40 50 60 ]O 80 

Temperature ( °C) 
T11mptlrature 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPONSE POUR D/FFERENTES 
SURCHARGES A L 'ENTREE 

~ 
ti 5 

-s & 4 

> .g 3 

[.~ 2 ;~ 
0~ 

0 0,2 0,4 0,6 

Time (µs) 
Temp, 

0,8 

RESPONSE TIME FOR VARIOUS INPUT OVERDRIVES 
TEMPS DE REPDNSE POUR DIFFERENTES 
SURCHARGES A L'ENTREE 

~ 
&·€ 15 

~2 10 
0 ~ >,, 5 
~ C 6. .g 0 
; C: -5 0~ > -10 

E :-15 
-;; i! 0 
g,~ 

:=. ~~ -50 0,, 
; .~-100 
Q. ~ .: ~ 

20mV 
'I"" 

5mV ,, 
r 

2mV 

I 
I 

0 

I 
/ 

J 

J 

I I I ,, I I I 
v+ 

~ - Va 
2 kil 

v-· 
I I I 
I ~ J 

Vs =-15V-

tamb =26o( _ 

2 
Time (µs) 
Temps 

3 4 



SF.C 2318 UC 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPLIFICA TE URS OPERA TIONNELS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALE URS LIM/TES ABSOLVES 

(See ij absolute maximum ratings) 
(Voir § limites absolut1s) 

Operating free-air Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p 110 V1 duration 

Bolrm Gamme de temp4raturs TemplJrature de stockage (V) mW mA (V) Duretl de court--circuit 
ambiante de fonctionnement (1) m en ,ortie 

SF.C 2318 UC CB-176 Cl°C, +7Cl°C -65°C, + 150°C ±20 300 ±10 ±15 Indefinite 
/1/im/"6 

Rth = 250° ctw.,; 
Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pillces sont soudees sur un support en verrB epoxy de 6 cm x 3 cm x D, 15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'Bpaisseur. 

Note 1 : The inputs are shunted with shunt diodes for overvoltage protection. Therefore, excessive current will flow if a 
differential input voltage in excess of 1 Vis applied between the inputs unless some limiting resistance is used. 
Les enrr6es sont shuntt§11s par des diodes de prottJction contrtl Jes surtensions. Par suite un courant BXlll'fS pllUt p,wndn, 
m,i,a,,cs si la tension difMrentMl/e entre /es entfffs depaus 1 V et 1i des rBsi,tances de limitation n·ont pas Bte p,1111#1. 

Note 2: For supply voltage less than ±15 V, the ab!"lute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pol,Jr /es ten1ions d'alimentation infBrisures II ±15 V, la tension d'entrtis limite ,absolue est Bgale a la tension d'alit1H111t11tion. 

General description Description generale 

The SF.C 2318 is precision high speed operational Le circuit SF.C 2318 est un amplificateur operationnel de 
amplifier designed for applications requiring wide pnkision rapide. II est particuliBrement destinB aux applies-
bandwidth and high slew rate. The feature internal tions necBssitant une large bande passante et une grands vi-
frequency compensation and a factor of ten increase tesse de monreB. II possede une compensation de frt}quence 
in speed over general purpose devices. interne et plWStlnte une rapiditd dix fois plus grande que In 

dispositifs d'ussge general habituels. 

Although, no external frequency compensation com- Ouoiqu'aucune compensation de fr"'uanc• axttiriBUfB ne soit 
ponents are needed for operation, feedforward com- n6cessaira, la rapiditti psut encore ltre accrua en utilisant une 
pensation may be used to further increase the speed. compensation avec avance de phase. Dans las montages inVBr-
For inverting applications, feedforward compensation seurs ceJ/e-ci portera la vitesss de monteB a plus de 150 V/,..s 
will boost the slew rate to over 150 V /µs and almost et daub/era la largeur de la bands passante. Pour las montagss 
double the bandwidth. However, for non-inverting or non-inv.rssurs ou diffBrentiels catte compensation de frB-
differential application feedforward cannot be used. quenca avac avance de phase ne paut ltre utililell. 

The high speed and fast settling time of th is operati9" La grande rapidite de ca circuit et son temps d'acquisition 
nal amplifier make them useful in AID converters, tfBs bref le rend particuli6rament adapte aux convertisseurs 
oscillators, active filters, sample and hold circuits, or Analogique-Digital, oscillateUrs, filtras actifs, circuits "sample• 
general purpose amplifiers. an hold" et amplificateurs d'usage general. 
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PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

G 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Bo1tier plastique 

Compensation 2 
Compensation 2 ._ 

Compensation 1 
Compensation 1 

Schematic 
Schema electrique 

A 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 
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v+ Output 
i Sarti• Compensation 3 

,r Compensation 3 
Top view 
Vue dB dessus 

H 

Inputs 
Entrees 

BCDEFG_ 

2 3 4 5 6 7 

Principal features 
Donnees principa/es 

- Input offset voltage 
4 mV max. (military range) 

10 mV max. (industrial range) 

- Input bias current 
250 nA max. (military range) 
500 nA max. (industrial range) 

- Input offset current 
50 nA max. (military range) 

200 nA max. (industrial range) 

Guaranteed over the operating 
temperature range. 

- Slew rate as inverting amplifier 
50 V/µs 

- Tension de d/Jcalage IJ l'tmtrH 
4 mV max. (sArifl militaire) 

10 mV max. (Sllrie industrisl/11} 

- Courant de polarisation moyen 
250 nA max. (sllris militaire) 
500 nA max. (s6rie industrielle) 

- Courant de d(Jcalage a /'entrH 
50 nA max. (s8rit1 militaire} 

200 nA max. (18ri11 industriel/e) 

Garantis dans la gamme de 
u,mpdrature de fonctionnement. 

- Pente maximals du signal de 1orti11 
en amplificateur invsr,eur 50 V/µs. 



BASIC DIAGRAMS 
SCHEMAS DE BASE 

FEEDFDRWARD CDMPENSATIDN FDR 
GREATER INVERTING SLEW RATE t 
COMPENSATION A VEC AVANCE DE PHASE 

5 kfl 

5kH 

.,_ _____ _, ,2,5 kn ;:~n:,age, 
Slew rate typically 150 V/µs 
v;,-.,. de monldB typiqu• 150 v1,.. 

OFFSET BALANCING 
EQUILIBRAGE DE LA TENSION 
DEDECALAGE 

SF.C 2318 UC 

COMPENSATION FOR MINIUM SETTLING 
TIME t 
REDUCTION DU TEMPS D'ACQUISITION 

5pF 

10 kll 

5 kfl 

tSlew and settling time to 0, 1 % for 
a. 10 V step change is BOO ns 
Monttls et acquisition a 0, 1 '6 pour un 
khelon de 10 V •n 800 n1 

ISOLATING LARGE CAPACITIVE LOADS 
COMPENSATION DANS LE CAS DE CHARGES 
TRES CAPACITIVES 

R2 

.,_ ____ ,io•p_F ___ --. __ ,-coo=nJ--+---~;l';' 

~~~O----C::R=1 }--+---! 

OVERCOMPENSATION 
SURCOMPENSA TION 

10pF 5kll 

I 
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TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYPJQUES 

FAST SAMPI.E AND HOLD 
ECHANTILLONNEURIMEMOIRE RAP/DE 

2N 4391 and 1N 914 can be changed 
by SF .T 7004 analogic gate 
Les 2N 4391 et IN 914 peuvent ltre remplaces 
par la portB ana/ogique SF. T 7004 

Input 
Entree 

._ __ ~2N~43~9_1 _____ ._---, 

1N 914 

Sample 
Echanti/Jonnage 

0/ A CON VE RTE R 
CONVERTISSEUR NIA 

1 nf 

* Optional - reduces settling time 
Facultatif · rdduit le temps d'acquisition 
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10 kn 

5 kn 

10 kn 

10 pf 

5 kn 

5kn 

10 kn 

Output 
Sortie 

5 kn 

FAST SUMMING AMPLIFIER WITH LOW INPUT 
CURRENT 
SOMMATEUR RAP/DE AVEC FAIBLE COURANT 
D'ENTREE 

2,2 nf 

150 kn 100 kn 

1 nf 

30 pf 

5 pf 

R 

5 kn• 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
r.,..;on de dtlca'- a l'entTH 

Input offset current 
Cou,.nt de dka,.,,. B J'entnle 

Input bias current 
Courant de po/Miation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tenlion 

Supply voltage rejection ratio 
Tau1t tM njllt:t~ dO IIUX •linNntatiOM 

Supply current 
Coutant fourni par /el alimllntatiom 

Common mode rejection ratio 
T.uJC M 1';ection en mode commun 

Input resistance 
/mp«Ja- d'.,,tm (diffmntiel/a) 

Slew rate 
Penro,,,.,,inY/ed1,iigne/de,ortie (Note 2) 

(Note 11 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES MESURE 

VDI lamb=+ 250c 

101 lamb= +25oC 

'e lamb= +25oC 

Av Vs = ± 15V RL ;;;, 2 kl1 

Vo = ± 10V lamb= +25oC 

SVR 

1cc1•1cc2 lamb=+ 250c 

CMR 

z, lamb= +25oC 

Svo 
Vs =±15V lamb=+ 250c 

Av = 1 

SF.C 2318 UC 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP . MAX 

4 10 

30 200 

150 500 

25 200 

65 

5 10 

70 100 

0,6 3 

50 70 

UNITS 
UN/TEI 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

dB 

Ml1 

V/µ.s 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Output voltage swing 
Oynamiqu• de ,ortie 

Small signal bandwidth 
Sande pasl,lll'lte faible signal 

Input offset voltage 
Tension de dka/llflll I) renrrfHI 

Input offset current 
Cour•nt de dkal.,e B l'enrretl 

Input bias current 
Cou,ant de po/ari111tion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en ten1ion 

Input voltage range 
T11111ion d'entrff limite 

SYMBOLS 
SYMBOLES 

Vopp 

FD 

Vo1 

101 

Is 

Av 

Vlmax 

(Note 1) 

TEil' CONDITIONS VALUES 
UNITS VALE••• CONDITIONS OE UN/TEI MESVRE MIN. TYP. MAX. 

Vs = :t 15 V RL = 2 kl1 ±12· 13 V 

15 MHz 

15 mV 

300 nA 

750 nA 

VS = ± 15 V RL ;;, 2 kl! 
V/mV 

Vo = ± 10 V 
20 

Vs = ± 15 V ±11,5 V 

NOTE 1 : These specifications apply for 0°C.;; iamb.;; + 70°C, ±5 V.;; Vs.;; ±20 V unless otherwise specified 
Specification, applicablas pour IJOC <;; lamb "" +700C, ±5 V, Vs :1' ±20 Vsauf indications contrairt11 

NOTE 2: May be improved up to 150 V/µs in inverting amplifier configuration (see typical application) 
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Peut ltre portee a 150 V/µs en amplificateur inverseur (voir schemas d'appllcation) 
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Temperature 

POWER SUPPLY REJECTION 
REJECTION DES ALIMENTATIONS 

100,----,.--,----,.--,---, 

-20 
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COMMON MODE REJECTION 
REJECTION EN MODE COMMUN 
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SF.C 2318 UC 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

100 ~-~-~-~-~-~-~ 
5 

10 

10 15 

Supply voltage (VI 
Tension d'alimentation 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT D'ENTREE 

100 1k 10k 

Frequency (Hz) 
Fl'6quencs 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTA TION 

20 

100k 

_g-~ 5 1-::a~f'---=ol-!---:· 
~ C 
C: ~ 

ti 
:, -~ 
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Jl a 
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Supply voltage (V) 
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20 
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s 

CLOSED LOOP OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE EN BOUCLE 
FERMEE 

103 ~-....... --~-....... -----, 

g -~ 101 •=--+--t-----,,'9----t----, 

i 2 100 1---+-'hl'---+--1----.,<-i O.-l: 
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Frequency (Hz) 
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INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 
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Differential input (V) 
Entrff diffBrentielle 1 

VOLTAGE FOLLOWER SLEW RATE 
VITESSE DE REPONSE DEL 'AMPLIFICATEUR 
SUIVEUR 
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110 
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70 
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Front montant -
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s- ±15V -

R~=R1 = l0kn 
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Negative I slew I --
Front de,cendant 
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CURRENT LIMITING 
LIM/TA TION EN COURANT 
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Output current (mA) 
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UNITY GAIN BANDWIDTH 
BANDE PASSANTE (GAIN: 1) 
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Temperature (°C) 
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INVERTER SETTLING TIME 
TEMPS D'ACDUISITION 

1amb 
=25°C I 

I lOmV 

I I 

-
100:r / mV -
I ~ei,' 

VS =±15V ">t, \ 

Rs =5 kn 
lmV-

Rf =5 kn I 

Cl = 10pF 

C5,C7 -Q, 1 µF l?i~ 
-15 

0.03 0.1 0.3 3 

Time (µs) 
Temps 



LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS SIGNAUX 
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Frequency (Hz) 
FnJquenc11 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS 
SIGNAUX 
14 

12 

I !a±\~ V -- vs 
tamb=25°C 

10 

\ 
8 

6 
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0 '-
1M 3M 10M 30M 100M 

20 

16 

12 

8 

4 

0 

-4 
-8 

-12 

-16 

-20 

Frequency (Hz) 
Frequence 

INVERTER PULSE RESPONSE 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR, 
REPONSE EN IMPULSION 

" - --- --- -· 
,,_ -

Input -

~ 
-output 

\ 
Entree- -sortiB 

\ I 
\ I ... -- ~- -

VS =± 15V 

1 = 2s0 c amb 

-0.1 0,1 0,3 0,5 
Time (µs) 
Temps 

0,7 0,9 

• Cl. 

J~ 
ill 'I! .. e 

..c ~ 
C>.0:: 

9/9 

901 

I 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

SF.C2458 UC 

DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER 
DOUBLE AMPL/FICATEUR OPERATIONNEL 

(See § absolute maximum ·ratings) 
(Vair § limites sb60tues) 

Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p 

V10 V1 duration 
BoTtiBr Gamme de templrature Templrature de stock age (V) (mW' (V) (V) Duf'H de court-circuit 

ambiame de fonctionnement en sortie 

SF.C 2458 UC CB-176 o•c,+ 1o•c -55°C, +125•c ±18 300 ±30 ± 15 Indefinite 
11/imitee 

Rth = 25o•crw 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont souddes surun support en verre epoxy de 6 cm x 3 cm x 0,15 cm avec 30 mm2 de quivrll de 35 µm d'/JpaissBUr 

General description 

The SF .C 2458 is a high performance monolithic dual 
operational amplifier constructed on a single silicon 
chip. It is intended for a wide range of analog 
applications. 

Improved specifications include : 
- low power consumption 
- large input voltage range 
- no latch-up 
- high gain 
- short-circuit protection 
• no frequency compensation required 

The high gain and wide range of operating voltages 
provide superior performance in integrator, summing 
amplifier, and general feed back applications. The 
internal roll-off (6 dB/octave) insures stability in 
closed loop applications. 

,.o,,so, . cs, 

DIVISIONSElil!CON0U(:nuRS ~· 

Description generale 

Le SF. C 2458 est un double amplificattlUr o"'rationnel 

monolithique de haute performance. utilisab/e dans de 

nombreuses applications analogiquei. 

Csracttlristlques principsles : 

- fsible consommation 

- gamme d8 tension d'entnJe 6/eVBe 

- absence de phlnomMB de verrouillage 

-gain"•"' 
-protection contre /es courtH:ircuits permanents en sortie 

- compensation en frequence intsrne 

Ces carsctBristiquBS permettent /'utilisation en integrateur, 

en sommateuri et en gin#Jral toutes In applications d'amplifi

cateur contre rtlactionne. Le circuit de compensation interns 

(6 dB/octave) assure la stabilittl dans Jes utilisations en boucle ,.,,,,.._ 
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SF.C 2458 UC 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Bo1tier plastique 

Schematic 
Schema 1Hectrique 

Non inverting input Inverting input 
Entfff non inverssuse Entrds inverseuSB 

2/7 
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Top view 
Vue de dessus 

Inputs 
Entrees 

I\ 

I -, / 
Output Inputs 
Sortie Entfees 

+ 

Principal features 
Donnees principales 

- Summing amplifier 

- Follower amplifier 

- Integrator 

- Active filter 

- Generator of functions 

- Amp/ificateur sommateur 

- Amp/ificateur suiveur 

- JntsgratBUr 

- Filtre actlf 

- Gentlrsteur dll fonction, 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES 

LOW-PASS FILTER 
FIL TRE PASSE-BAS 

A 

R1 

SF.C 2741 

r-------
1 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
._ ______ _ 

A 

1 

Re 
R 

= 2 R2 

TUNABLE NOTCH FIL TEA 
FIL TRE REJECTEUR ACCOROABLE 

10 kfl 

C 

R2 

R 
A = R1 

10 k!l 

10 kfl 

SF.C 2458 UC 

GYRATOR 
GYRATFIIR 

A 

A 

r-------- --------, , 
I 
I 

I 
I 
I 

SF.C 2458 j 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

L-------- --------J 

A 

R'Y = Gyration resistance (;;> 1,5 k!1) 

0, 1 R'Y.;; R .;; 0,5 R'Y 

w ---;:::::===== 0 I R1 R2 
CV2R1----

R1 +R2 

1 

A 

~w = --(Bandwidth notched) 
CR 1 (Largeur de ta bande reject.eel 

--------, 

I 
I 
I 

~--------------
2 Rf 

Tuning driver (w0 ) 
Commande d'accord 

I 
I 
I 
I 
I 

OdB 

-3d8 
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SF.C 2458 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten1ion de decalags a J'entrff 

Input offset current 
c:6urant de dkalllf/6 II /'entrle 

Input bias current 
Courant de polari111tion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rej«:tion dO aux a/imsntations 

Supply current 
Courant fourni par In alimsntation1 

Common mode rejection ratio 
Taux de rijection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiVBUr 

Rise time 
Temps de tran1ition a la croim1nce 

Overshoot 
Rebondialment 

* Consumption of both amplifiers 
Courant consomfM par Jes deux amplificateurs 

4/7 
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(Note 1) 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 

SYMBOLES CONDITIONS DE 
MESURE 

Vol 
Rs ~10kn 

Tamb= 25°C 

101 Tamti' 25°C 

'e Tamb= 25•C 

Av Vo = ±10V RL ;;. 2 kn 

SVR Rs ~ 10 kn 

Icc1• Icc2 Tamtf 25°C 

* 

CMR Rs ~ 10 kn 

v, = 20mV 

tTLH 
CL ~ 100pF 

Unity gain RL = 2 kn 
Gain unit6 

Tamb= 25•C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN TfP. MAX UNITES 

1 6 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

20 200 V/mV 

30 150 µV/V 

3 5,6 mA 

70 90 dB 

0,3 µs 

5 % 



SF.C2458 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIQUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS SYMBOLS 

(Note 11 

TEST CONDITIONS VALUES 
VALEVRS CONDITIONS DE 

PARAMETRES SYMBOLES MESVRE MIN. TYP. MAX. 

Input resistance z, Tamil"' 25°C 0,3 2 lmp4danctJ d'entrde (diff6rontiel/e) 

Slew rate 
Svo 

RL ;;. 2 kn Unity gain 
0,8 PBnte max/male du 1ignal • IOl'tie T .= 25°C Gain unitfl 

amb 

RL;;.1okn ±12 ±14 

Output voltage swing Vopp 
Oynamiqu• dtl MJnie 

RL ;;. 2 kn ±10 ±13 

Input offset voltage 
Vol Rs..; 1okn 7,5 Ten,ion de dka1- ,I /'entrde 

Input offset current 101 300 
Courant de dka1- .i l'entrde 

Input bias current le 800 Coun,nt dtl polariation moyen 

Large signal voltage gain 
Av Vs = ±15 V 

RL ;;. 2 kn 15 Amplificlltion en ,.,,.Ion 
Vo = ±10V 

Input voltage range v, ± 12 ±13 Domaine de tension d'entnHI max. 

NOTE 1 - Th- specifications apply for 0°C ,..;Tamb..; +70°C, Vs=±15 V unless otherwise specified. 
Spkifications applicab/es pour ooc < Tamb E;;; +70 °c, Vs=± 15 V sauf indications contraires. 

UNITS 
VNITEl 

Mn 

V/µs 

V 

V 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

V 
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SF.C 2458 UC 

iii 
"tl -. 
-~ ·R 
O> ~ "'~ g, i 

:;: C 

~~ 

~ 
"'~ O>.:: 

"' -:: a 
g~ 

i-~ 
:, C 

0~ 

617 

908 

115 

110 

105 

100 

95 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
GAIN EN BOUCLE OU VE RTE 

Tamb=25°C 

.... --,. 
,,/ 

/ 

/' 

90 
0 4 8 12 16 20 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

POWER BANDWIDTH (LARGE SIGNAL 
SWING! 
SANDE PASSANTE (GRANDS SIGNAUX/ 

~ 

\ 

Voltage follower 
±15 V supplies THO <s % - -
Amplificateur suiveur -, -± 15 V alimentations 
THD<5% 

..... 
0 

10 

11 11 11 
100 1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
FreQuence 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPON/BLE 

32~~~~~~~-~~~~-

28 >---+--<--+--H-++>+-

500 1k 2k 5k 10k 
Load resistance (n) 
Resistance de charge 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE EN BOUCLE DUVE RTE 

120 

--100 

~ 
r"\. 

' ' 0 ~ 

-20 i'\ 
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

100 

50 

1 
2 

Frequency (Hz) 
Fr«,uence 

POWER DISSIPATION 
DISS/PA TIDN DE PU/SSANCE 

- VO 
,/ 

/ 
,I/ 

0--

6 10 14 18 22 

Power supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

OUTPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION DE BRUIT A LA SORTIE 

0 
100 1k 10k 

Source resistance (H) 
Resistance de source 

100k 
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28 

24 

20 

16 

12 
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4 

0 

-4 

TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE 

90'%- -
I VS = ±15V 

I 
Tamb = 250c 

RL =2 kn 
I CL = 100 pF -~ ""HO% 

Rise time 
Temps de montee 

-0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 
Time (µs) 
T11mps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/01./ES DE FREOI./ENCE 

1,4 
Tamb= 250c 

1,2 

0,8 

0,6 
5 10 15 20 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 
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&·! .. ~ 
~II 
g~ 
i.§ 
~~ 
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~j 
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SF.C2458UC 

VOLTAGE FOLLOWER 
LARGE SIGNAL PULSE RESPONSE 
AMPL/F/CATEI./R SI./IVEI./R 
REPONSE EN /MPI./LS/ON GRANDS SIGNAi.iX 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

-6 

-8 

-10 

Vs =± 15 V 
amb=25oc 

. ~ 

fUutput I - - lsortie 1 

\ ' Input I 
I Entn!el 

' I 

- L. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Time (µsl 
Temps 

FREQUENCY CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/01./ES DE FREOI./ENCE 

1,4 

1,2 

0,8 

-20 20 60 100 140 
Temperature (°C) 
Temp/Jrature 

717 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Operating free-air 

SF.C 2476 UC 

PROGRAMMABLE OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPL/F/CA TEUR OPERA TIONNEL PROGRAMMABLE 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites ablo/ues) 

Vee p V10 
Output short-

Type Package temperature range Storage temperature vi circuit duration 
Bo1tisr Garnme do tompltature T.,,,,,,,.turedo1tot:lc.,,_ (V) (mW) (V) (V) DurH du court-

Mnbianttl de fonctlonfllltntlnt 
note3 note 1 circuit 

note 2 

SF.C 2476 UC CB-176 O"C, + 10°c -65°C, +150.°C ±18 200 ± 30 ± 15 Indefinite 
lllimitee 

Note 1,For supply voltages less than± 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentations inftirieures a ± 15 V, la tension d'entree maximale est e(/8/e a la tension d'alimentation. 

Note 2:Short-circuit may be to ground or either supply. Rating applies to +75°C ambient temperature for ISET..; 30 µA. 
Le court-circuit psut:. produire ,oit avec la masse soit avtlC ralimentation. Cetttl limits est valable pour de1 temp"atures battier de 
+75°C (rdrie C) pour un courant do rig/age ,,_;30 µA. 

Note 3,Rth = 275°C 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper. 
Les pikes sont soudees sur un support en verre dpoxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'tipaisseur. 

General description 

The SF.C 2476 programmable operational amplifier 
is characterized by high input impedance, low supply 
currents and low input noise over a wide range of 
operating supply voltages. 

Coupled with programmable electrical characteristics 
it is an extremely versatile amplifier for use in high 
accuracy, low power consumption analog applications. 

Input noise voltage and current, power consumption, 
and input current can be optimized by a single resistor 
or current source that sets the chip quiescent current 
for nano-watt power consumption or for characteris
tics similar to the SF.C 2741. 

Internal frequency compensation, absence of latch up, 
high slew rate and short circuit current protection 
assure ease of use in long time integrators, active 
filters, and sample and hold circuits. 

This amplifier is plug-in replacement for the MC 3476 
of Motorola. 

Description genera/e 

L 'amplificateur operationnel programmable ~1-.C 2476 est 
caract8rise par une forte imp«Jance d'entree, un faible 
courant d'alimentation et un faible bruit a l'entree dans une 
plage etendue de tension d'alimentation. 

Ces caracteristiques associees avec des caract#Nistiques etec
triques programmables en font un ·ampUficateur utilisable 
dans une gamme tri!s erendue d'app/ications analogiques 
necmitant une faible consommation et unegrande precision. 

Le courant et la tension de bruit a l'enrree, la consommation 
et le couranr d'entrl!e peuvent fltre optimises par une simple 
resistance ou une source de courant qui r~le le courant de 
repos permettant d'obtenir une consommation tri!s faible 
(quelques nano-watts) ou des caractefistiques eQuivalentes a 
eel/er du SF.C 2741. 

La compensation en freQuence interne, /'absence de "latch 
up", la grande pente du signal de sortie et la protection contre 
Jes courts-circuits le rendent particulitirement facile a utiliser 
pour /es intdgrateurs a longue dur/Je, dans les filtres actifs ou 
/es circuits d'/Jchantillonnage. 

C.t amplificateur est interchangeable avec le MC 3476 de 

Motorola. 
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SF.C 2476 UC 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

Principal features 

Micro power consumption 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Boirier plastique 

No frequency compensation required 

Wide programming range 

High slew rate 

- Short circuit protection 

2/11 
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Top view 
VuedBdessus 

H G F E 
8 7 6 

2 J 4 

A B C D 

Donnees principales 

- Tres faible consommation 

- Compensation en freQuence interne 

- Grande p/age de programmation 

- Grande pente du signal de sortie 

- Prorege contre Jes courts-circuits 



PINS CONFIGURATION 
BROCHAGES 

Compensation 

Inverting input 
E ntree inverseuse 

Non-inverting input 
Entree non in11erseu,e 

Vee 
Compensation 

Output 
Sortie 

vie 
1SET 
Courant de rl!g/age 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTR/OUE 

C 

A 

RI R2 
10 kn 10 kn 

H 

8 

A 

8 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

R4 
50!1 

c, 
R5 
100 n 

R7 
100!1 

RS 
50 n 

SF.C 2476 UC 

CB-176 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

R6 
100.n 
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SF.C2476 UC 

BIASING CIRCUITS 
CIRCUITS DE REGLAGE 

RESISTOR BIASING 

4/11 
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REGLAGE PAR RESISTANCE 

Vee 

B Vo 
F 

C 

RsET 

RSET connected to grourd 
Rftistance de "1,lag11 connectee a la mas• 

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE OE COURANT A TRANSISTOR 

B 

C 

R1 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 
CIRCUIT D'EQUIL/BRAGE 

Vee· 

B VO 
F 

C 

RsET 

Vee 
RSET connected to Vee 
Rtlsistance de rtlglage connectH au -V cc 
Recommerded for : V CC<± 6 V 
Recommsndl pour 

FET CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE OE COURANT A TEC 

B 

C 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE OU TEMPS OE REPONSE 



SET CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET RESISTOR 
COURANT OE REG LAGE EN FONCT/ON 
OE LA RESISTANCE OE REGLAGE 

RSET-~-~~-~-~~-~~~-

S"---+--lf----14-1..---1---4-+++-+--+-+-+-I 

'-,.... "-

2 ', ' 

5 RSET to VCC 

2 RSET to GND ----•~-1--1--~l-+I, 

1oknL-......._,11._.L.Jllu..l ........ l_ ........ 1....__-+--' ..... 
10-1 2 4 6 lOO 2 4 6 101 2 4 ISETlµA) 

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR 
(lsETtoVi;cl 

RESISTANCE OE REGLAGE DU COURANT DE REPDS 
(r/Junie au -V ccJ 

ISET 
Vee 

10 µA 15 µA 

±6V 1 Mn 820 kn 

±9V 1,BMn 1,2 Mn 

± 12 V 2,2 Mn 1,5 Mn 

± 15 V 2,7 Mn 2 Mn 

SF.C 2476 UC 

lsET EQUATIONS: 
EQUATIONS OONNANT LE COURANT DE 
REGLAGE 

I - Vee -0.7-Vcc 
SET - RsET 

where Rs ET is connected to Vee 
/orsque la resistance de re(Jlage est connecttle au -V cc 

Vee - 0,7 
lsET = RsET 

where RsET is connected to ground 
/orsque la resistance de rdglage est connectee a la masse. 

Note: The SF.C 2476 may be operated with 
RSET connected to ground or Vee
Ce circuit SF.C 2476peut fqnctionner avec 
ta resistance de reg/age ,eunie a la masse ou 
au-Vee, 
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SF.C 2476 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

Input offset voltage 
Temion dedicalllflll II l'entree 

Input offset current 
Counmt de dkalage II /',ntrde 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
lmpldance d'emr,e 

Differential input capacitance 
Capacite d'entrH diffllrentielle 

Offset voltage adjustmel)t range 
Gamm<1 de reg/llgtl de la tenrion de dlca/11gt1 

Large signal voltage gain 
Amplification en r,nsion 

Output resistance 
Rtlsi6tance de ,artie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puiuanct1 conwmtnff 

Rise time 
Temps de transition a la croiuance 

Overshoot 
Rebondiuem,mt 

Slew rate 
Pente maximale du 1ignal de 11Jrtie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

6/11 
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Test conditions 
Condition, de mewn, 

Rs .;; 10 k!l 

Rs .;; 10 k!l 

RL ;..10 kn 

Vo =±10V 

v, =20mV 
RL ;.,1okn 

= 100pF CL 
C =30pF 

v, =20mV 
RL ;., 10kn 
CL = 100pF 
C =30pF 

RL ;;.1ow 

C =30pF 

RL ;., 10 kn 

Vee=± 15V lsET = 15µA 

Min. Typ. Max. 

Vol 2 6 mV 

101 2 25 nA 

le 15 50 nA 

z, 5 Mn 

Cid 2 pF 

Volmax 18 mV 

Av 5.104 4.105 

Ro 1 kn 

1os 12 mA 

1cc 160 200 µA 

p 6 mW 

\ 0,35 j.lS 

10 % 

Svo 0,8 V/µs 

VOPP ±12 ±13 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs .;; 10 k!1 

Tens ion de decal age a l'entree 

T = 70°C amb 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entrlJe 

T = D°C 
amb 

Tamb 
= 10°c 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

T = 0°C amb 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 k!1 Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio Rs <;;10k!2 
Taux de rejection dO aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 10 k!1 
Amplification en tension Vo =± 10V 

Output voltage swing 
Rl ;;, 10 k!1 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'a/imentation 

Power consumption 
Puissance consammee 

VDI 

IDI 

1B 

Vlmax 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C 2476 UC 

Vee=± 15V lsET = 15µA 

Min. Typ. Max. 

7.5 

25 

40 

50 

100 

±10 

70 90 

25 200 

25.103 

±12 

225 

6,75 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C2476 UC 

IB 
lnAl 

8 
6 

4 

'-
~ 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entree 

Vee +1sv 

Tamb =25oc 

I .1 

IB 
lnA 

24 

) 

~ 

INPUT BIAS CURRENT 
Courant de polarisation d'entree 

vcc=±1sv 

I l'\. 
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101 
8 
6 

4 

10\ 

6 
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2 

10·1 

I/ 

, 18 
V 

V 
12 

6 

10•22 5 10•12 • 100 2 s 101 2 isETI,.Al 

0 
-60 

VOPP 
IV) 

36 

32 

28 

.24 

20 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
D ynamique de sortie 

T =25°C 
amb 

Vcc=±15v 
IsET= 15,.A 1-- i-

v .... 

~~ 

f'-. 
lsET= ,s,.A-'-- '--", 
'~ 

I', 

"'"'" 
-20 20 60 100 TambocI 



STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET CUR RENT 
Courant d'alimentation en fonction du courant de 

SF.C 2476 UC 

GAIN- BANDWIDTH 
Produit gain - bande 

1cc reg1sgs 
(µA) Tamb=250c 

GB 
(Hz) 

Tamb= 250c 

4 

2 

102 
8 
6 

4 

±3v..;vs..;+1sv 

I 

I/ 
I 

V 

V 

s 
(V/µs) 

5 

2 

100 

2 

10-3 " 

J 
4 

2 

106 
8 
6 

4 

2 

10\ 

6 

4 

104 

~ 

I/ 

,Iv 
" 

~ 

vcc=±1sv IJ 

I/ 
~v 

I/ 

10·1 2 4 6 100 2 4 6 101 2 4 ISET(µA) 

SLEW RATE 
Pente maximals du signal de sortie 

i, 

I/ 
I/ 

Vs=±15V , V 
,v 

, 
I/ 

I/ 
V 

V 
I 

10-22 5 10-12 5 100 2 5 101 2 'sETlµAl 
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SF.C 2476UC 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HOLD 
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION 

Sample SO nA 
+15 V 

Hold 0,75 nA 

Analog input VI 2N 4979 
EntrHanalogue 0--.... -------, ,----------,.! 
-sv=s;;;v1:s;;;:;+sv 

10/11 

920 

Sa;"s"~n , 
+~ L 

Al 
100 kn 

-15V 
Hold 

Cl I0,lµF 

BCY69 

Al 
300 kn 

-15V 

NANO-WATT AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR FAIBLE CONSOMMA TION 

A2 
1 Mn 

100kn 

A2 
JO Mn 

PD=600nW 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/OUES 

MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING 
WITHOUT FET'S 
MUL TIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET OE CHAMP 

R2 1 Mn 

$1 

R1 
100 kn 

F 

V2 VO 

2,7 Mn 
+15V 

R3 
270 kn 

R4 
10kn 

52 

R1 
100kn 

V3 

+15V 
2,7 Mn 

R4 
10kn 

S3 

SF.C2476 UC 

HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER 
AMPL/F/CATEUR A GRANDE IMPEDANCE O'ENTREE 

50Mn 

90kn 

+15 V 

-15V 

11/11 
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SF.C 2723 UC 

PRECISION VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TEURS DE TENSION DE PRECISION 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

(See § absolute maximum ratings) 
(Volr § limittn abloluss) 

Operating free-air p 

Type Package temperature range Storage temperature V1 V1-Vo (mW) lomax. Tjmax 
Battier Gamtnflde,.,,,,,.,,,ture Templraturedutoclc- (V) (V) (mA) (•C) 

ambianted11 fonctionnement 

SF.C 2723 UC' CB-178, o•c a+ 10°c -65°C, +15o•c 40 40 400 150 
(note 1) 

'I 

NOTE 1 Rth = 250°c Ti max=+ 125°C 
Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les piiJct!IS sont soudees surun support en vern lpoxy de6 cm x 3 cm x 0,15 cm avsc 30 mm2 de cuivre dB 35 µm d'6paisseur 

General description 

The SF .C 2723 is a monolithic voltage regulator 
constructed on a single silicon chip. The device 
consists of a temperature compensated reference 
amplifier, error amplifier, power series pass transistor 
and current limit circuitry. Additional NPN or PNP 
pass elements may be used when output currents 
exceeding 150 mA are required. Provisions are made 
for adjustable current limiting and remote shut down. 
In addition to the above the device features low standby 
current drain, low temperature drift and high ripple 
rejection. The SF .C 2723 is intended for use with posi
tive or negative supplies as a series, shunt, switching or 
floating regulator. Applications include laboratory 
power supplies, airborne systems and other power 
supplies for digital and linear circuits. 

Description gdMra/e 

Le SF.C 2723 est un rlgulateur de tension IJ structure 
integree monolithique. Le SF.C 2723 comporte un. amplifi
cateur de f'BffJrence compenR en temperature, un amplificateur 
d'erreur, un transiitor ballast stJrit1 de puiuance, et un circuit 
de limitation de courant. Lor,qu'un courant de wnie suf)erieur 
a 150 mA en- diJ1if6 ii taut ajouttlr des e/lJment, ballast PNP 
ou NPN extiJr/eur,. Le circuit de limitation de courant est 
ajustable et ii existe une pouibilitiJ de coupure a distance. Le 
SF.C 2723 est caractiJriltl par une con,ommation a vide et une 
diJrillB en temperature faibles, et par un taux de rejection du 
secteur "eviJ. Le SF.C 2723 fonctionne comme fWflulateur de 
tension stlrie, shunt, flottant ou en dBCoupage, avec une 
tension d'alimentation positive ou "'9Btive. Parmi /es 
applications possibles, citon, : des alimentation, rtigulfJes de 
laboratoire, des r(Jgulateurs d'/10/ement pour amplificateurs 
B bas niveau, des alimentation, de haute prfJcision pour 
/'instrumentation, des 11/imentation, pour Jes petits apparei/1 
des alimentation, pour /es 1ous-ensemble1 numiJrique, et 
ana/ogiques Jes sytt'Nnes embarquBs et autres. 
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SF.C 2723 UC 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-178 
FLAT.PACK (MINIDIP) 
Microboftier plat 

N.C 

Top view 
Vue ds dBS8US 

Frequency compensation 
Compensation 611 fnJquenC6 

(b) (e) -v f 
V 

Current limit 

Inputs Reference 
Entrdes RdUrence 

V+ Ve 

2/8 

924 

018,2V 

Limitation du courant 

Schematic 
Sch""8 tllectrique 

Output 
,--------<J Sonie 

;;---.o---t---ovz 
,-----o ~:!~:~r:nms':~,:;~~~ 

b> Current limit 
8 l,.imitatlon els courant 

....--.w-.--o :>Inputs Entnn 

+ 

Reference 
RMlnmce 

Prineipal features 
Donntles principa/es 

- Positive or negative supply operation 
- Series, shunt, switching or floating ope-

ration 
-0,01 'K, line regulation 
- Output voltage ajustable from 2 to 37 

volts 
- Output current up to 150mA without 

external pass transistor. 

- Fonctiontlflmlfflt swrc temion d•aJimentatlon 
po,itiw, OU n.,t/ve 

- FonctlonntlffllHJt lffrle. munt, flottat,t au en --- Rlgullltion d'entrN 0,01 II typique 
- Tenlion de ,art;. ,.,,,.,.,,, de 2 ii 37V 
- DI/Jit maxltnlll de 160mA ..,,, tranlistor de 

pui1811f1CB sxdrl#Jur. 



EQUIVALENT CIRCUIT 
CIRCUIT EQUIVALENT 

SF.C 2723 UC 

VOLTAGE REFERENCE AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR DE REFERENCE v+ 

ERROR AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR D'ERREUR 

Frequency compensation 
Compensation en fre(luence 

Temperature com
pensated zener 
Zener compense8 en 
temperature 

BASIC CIRCUITS 
CIRCUITS DEBASE 

V1 

v+ Ve 

VREF Vo 

Al CL 

Cs 

N.I. Inv 

R2 
v-

C1 

.1nF 

01 
v+ 

1N 1426 
12 V VREF 

R4 
3 kn 

N.1. 

v-
R2 

R3 
3 kn 

Non-inverting input 
Ehtree non inverseuse 

v-
Current limiter 
Limitation de courant, 

FOLDBACK CURRENT LIMITING 
LIMITATION DE CDURANT PAR RABA TTEMENT 

Rsc=Jon 

A3 
2,7 kn 

Regulated output 
Sortie rwgcJIIJe 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 
Ttmsion de sortie r,jgultJe 

Ve 

Vo 

Vz 

+5V 

Line regulation (t.V1 = 3 V) 0,5 mV 
R81/Ulation d'sntrH 

Ve 

Vo 

Cs 

Inv 

Load regulation (<l.lL = 10 mA) 1 mV 
Reyt.J/ation de charge 

Short-circuit current 20 mV 
Courant de court-.circuit 

POSITIVE FLOATING REGULATOR 
REGULATEUR POS/TIF FLOTTANT 

C1 

Typical performance 
Perlormanet1s ·typiqulls 

Regulated output voltage 
Tension de sortie mgtlltJe 

Line regulation (t.V1 = 20 V) 
Rfgu/ation d'entrtle 

+50V 

C0~1nF 
Load regulation (<l.lL = 50 mA) 
Rfgulation de charge 

15mV 

20mV 

Regulated output 
Sortie r6guMe 

318 
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SF.C 2723 UC 

BASIC CIRCUITS 
CIRCUITS DE BASE 

BASIC LOW VOLTAGE REGULATOR 
MONTAGE OE BASE BASSE TENSION 

No=2!0 1 Vl 

R1 

BASIC HIGH VOLTAGE REGULATOR 
MONTAGE OE BASE HAUTE TENSION 

(Vo=7 !0 37 V) 

R1 

NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR (note 1) 
REGULATEUR OE TENSION NEGATIVE 

Regulated output 
Sortie rAgullle 

NOTE -R3 
R1 R2 

= R1+R2 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 5 V 
Tension de sortie ~/(Je 

Line regulation (A VI =3 V) 0,5 mV 
R(lgulation d'entr4e 

Load regulation(Alo=50mA) 1,5 mV 
RBI/Ulation dB charge 

for minimum temperature drift 
pour une dtJrive en temp4rature minimsle. 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage 15 V 
Tension de sortie re(/Ulee 

Line regulation (AVI=3 V) 1,5 mV 
RBflUlation d'entrff 

Load regulation (Alo= 50 mA) 4,5 mV 
Rdgulatlon de charge 

R1 R2 for minimum temperature drift 
NOTE - R3 = R1+R2 pourunedfJriveen tem(Jeratureminimale. 

R3 may be eliminated tor minimum component count 
R 3 peut ltre supprimeB pour diminuer le nombre de composants 

Typical performance 
Performances typiques 

Regulated output voltage -15 V 
Tension de sortie regl.J/(Je 

Line regulation (AVI=3 V) 1 mV 
Rfgulation d'entrh 

Load regulation(lilo=100mA) 2 mV 
Rfgulation de charge 

NOTE 1 - For metal can applications where Vz is required, an external 6,2 volt zener diode should be connected iri se
rie with Vout• 

4/8 
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Dans /es montages TN/iSBs avec un 1'gulateur en battier metallique T0-100 nkeaitant /'utilisation de Vz, une diode 
zener extt!rieure de 6,2 V doit ltre connectee en lerie avec la sortie. 



BASIC CIRCUITS 
CIRCUITS DE BASE 

POSITIVE VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION POSITIVE 
(External NPN Pass Transistor) 
(Tnmwtor da pu,__ oxdr/111,r NPNJ 

v+ 

.. 
:I 
8 

POSITIVE VOLTAGE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION POSITIVE 
(Extamal PNP Pass transistor) 
(Traml#or da pui,ance flJl/-r l'NPJ 

Rt 

SHUNT REGULATOR (Note 1) 
REGULATEUR l'ARALLELE 

b 

Regulated output Sort,..,. 

Regulated output 
Sortie•/19 

R4 
,oon Regulated output 

Son'-•'• 

N.1.1------' 

V- a. C1 

8,_15nF 

SF.C2723UC 

Typical performance _,,,,.,,,,,,. typiqUfl 

Regulated output voltage 
Tom/on da ,anr,, •119 
Line regulation (4V1=3 V) 
Rlgulat/on d'onttN 

Load regulation ('11()= 1 A) 
Rlgui.tlon dtl chartle 

Typical performance 
PorfortlllllH:fltypique1 

Regulated output voltage 
Tom/on dtl -,ni. •119 

Line regulation (4VI=3 V) 
Rlgulatlon d'onttN 

Load regulation (41()= 1 A) 
Rlgulatlon dtl cha,,,_ 

Typical performance 
l'erfortlllllH:fl typlqus, 

+15V 

1,5mV 

15mV 

+5V 

0,5mV 

5mV 

Regulated output voltage +5 V 
Toni/on de ,ani. •119 

Line regulation (4V1 = 10 V) 0,5 mV 
Regulation d'.,,tm 

Load regulation ('1Io= 100 mA) 1,5 mV 
Regulation dtl charge 

NOTE 1 • For metal can applications where Vz is requ1red, an external 6,2 V zener diode should be connected in 
serie with Vout 

Dom hd man,.._ ,.,,,_ •- un .,.,.,,, en bolrisr m4tlllliqus T0-100 -tant l'ut/1/Nt/on •·• Vz. une diode 
uner sxdritlure dtl 6,2 V dolt ltrs con- .,. _,,,, • ..., i. -,ni.. 
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SF.C 2723UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input voltage range 
Domaine de tension d'entrt§e 

Output voltage range 
Domaine de ten1ion de sortie 

Input-output voltage differential 
Dif"rence de tension entrfle-sortie 

Line regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la tension d'enflTJe 

Load regulation 
Coefficient de regulation 
en fonction de la charge 

Ripple rejection 
Taux de filtrage 

Standby current drain 
Courant a vide 

Reference voltage 
Tension de ,,Yerence 

Short-circuit current limit 
Courant de court-circuit 

Output noise voltage 
Tension de bruit en sortie 

Average temperature coefficient 
of output voltage 
CoP.fficient de temperature moyen 
de ri§golation 

Long term stability 
Stabilitf! dans le temps 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONDITIONS DE 
MESURE 

v, 

Vo 

v,-vo 

12V .,; VI.;; 15V 

KVI 
12V .,; VI.,; 40V 

0°C .;; tamb .;; +70°C 

11 = 12V \0 VI = 15V 

1mA .;; lo.;; 50mA 

Kvo 
0°C .;; tamb .;; +70°C 
1mA .;; IQ .;; 50mA 

CREF = 0 

Rvf 50Hz .,;f.;;1 0KH 

CREF = 5µF 

IIB IQ = 0 VI = 30V 

vref 

Isc Rsc = 10 Vo= 0 

CREF = 0 

VNO ~00Hz.;;t.,;l0KHz 

CREF = 5µF 

KVT 0°C .;; tamb .;; 70° C 

KVH 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. 
UN/Tfl 

9,5 40 V 

2 37 V 

3 3B V 

0,01 0,1 
0,1 0,5 

%No 

0,3 

0,03 0,2 

%No 

0,6 

74 

dB 

86 

2,3 4 mA 

6,8 7, 15 7,5 V 

65 mA 

20 

µVett 

2,5 

0,003 0,015 %/OC 

0,1 %/ 
1000H 

NOTE 1 - Unless otherwise specified, t b = 25°C, v I = v+ =Ve=+ 12 V, v- = 0, Vo= +5 V, le= 1 mA, 
Rsc = 0, C1 (compensationF= 100 pF and divider impedance as seen by error amplifier"- 10 kn. 

1 Sauf indicationcontraire, t b =25°C, v1 = v+ = Ve= +12 V, V- =O, Vo= +5 V, le= t mA, Rsc =O, Ct 
(comptm,ation) = 100 pF ft'les rtlsistances vu BS rles bomes enttees inverSIBUIB et non invtlfSIBUIB E; 10 kn. 
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Line and load regulation specifications are given for the condition of constant chip temperature. Tempera
ture drifts must be taken into account separately for high dissipation conditions. 

Les specifications des coefficient, de rdgulation d'entrH et de charge sont donnees pour une temf)erature constante de la 
pastille. II faut tenir compte des derives en temfmrature -,,Sn1ment Ii /'on est dans des conditions de dissipation 1/evH. 
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MAXIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MAXIMUM 

200 
fjmax= 150 °C 
Rth = 15o•c1W 

h 
Pstandby= 60 mW 

I I I I 
1 

\ Metal can package 

\ 
BfitiT mltallique-

\ I\ tamb = 25 •c 

I\.K 
l/1-,..._ 

tamb = 70°C 
~i--. 

-
0 I I I 

0 10 20 30 40 50 
Input-output voltage differential (V) 
Difference de tension entnle sortie 

LOAD REGULATION WITHOUT 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIQUES DE REGULATION 
SANS LIMITATION DE COURANT 

- tamb = o 0 c 
~ ....... r-- ....!arnb"':l~ 

~ Ooc_ 

Vo = +15V 
V1 = +12V 

---0.2 
0 

Rsc =0 

20 40 60 80 
Output current (mA) 
Courant de sortie 

100 

CURRENT LIMITING 
CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE LIMITATION 
DECOURANT 

1,2 

I\ 

m f ~- -,3 

0,8 

CT CT CT - -
II II II 0,6 
.... .., o~ -
0 "' 0 
0 0 n- -n n 0,4 

u 0,2 

~~ 0 

Vo = +5V 
V1 = +12V 
Rsc = 10 o 

I 
I 
I 

0 20 40 60 80 

Output current (mA) 
Courant de sortie 

100 

~ .s 
~§ 
5.§ ". 5~ 
s-~ 
:, ' 
0 2 
E.g 
E i:: 
'ij i 
::.8 

> i.!!! 
J!l! 
gf u~ 
iigi 
--=~ e 
~:~ 
i: r::: ,5? 
~}.! 
c3d 

SF.C 2723 UC 

200 

160 

120 

80 

40 

MAXIMUM LOAD CURRENT 
COURANT DE CHARGE MAXIMUM 

tjmax= 125 °c 
Rth = 111•c1w 
Pstandby=60 mW .- I I I I 

I 
I \ Case TO-116 

0 oitier T0-116 -I \ I 
I\ tamb = 25 °C 

\ ~ 
l/!'-.....L ,-._ --tam1b = 170 7<,; 

LOAD REGULATION WITH 
CURRENT LIMITING 
CARACTERISTIQUES DEREGULATION 
AVEC LIMITATION DE COURANT 

+0,1 
I Vo = +5V 
I V1 =+12V 

1 
Ase= 1011 

I I 

I"'::-
tamb = 250c 
I 'i I V 1',mb=o•c 

-~ 

--+-..~ 
I 'I,._ I r-.:::, 

I I / ..._, 
- tamb = 100c 

I 

I 
I 
I 

10 20 
Output current (mA) 
Courant de 1ortie 

i--. 
,-.. 

t-.... 
" 

30 

CURRENT LIMIT SENSE VOLTAGE 
TENSION DE DECLENCHEMENT DE LA 
LIMITATION DE COURANT 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 
-50 0 +50 +100 +150 

Junction temperature ( ° C) 
Tem~raturs de jonction 

0 
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SF.C 2723 UC 

~ .s 
~ 
C: 

" ~~ 
(,) -t 
>"' .0 w 

-g e 
"'~ ma 
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+0,3 

LINE REGULATION 
REGULATION EN FONCTION 
OE LA TENSION D'ENTREE 

Vo = + 5V 
Rsc = 0 
tamb = + 25°c 
t:N = +3V 
IQ = 1mA 

. 

- 0•2-s 5 15 25 35 45 

5 

4 

3 

2 

0 

12 

-B 

Input-output voltage differential (V) 
Diff/Jrence de tension entree ,ortie 

STANDBY CURRENT DRAIN 
COURANT DERIVE 

Vo= VREF 
10, = 0 

l 
tamb= ooc 

'•mb +25°C 1 I -
~ 

~ Vf j\ I I 
'1•mr toi°c '---

0 

I 
I 

10 20 30 40 
Input voltage (V) 
Tension d'entnle 

LOAD TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE A UNE 
VARIATION DE CHARGE 

·1 I I 
Load current 

7 

50 

Courant ds chargs 

7 \ 

I Output voltage 

..... i..I.,•~n de ,ortie '-- '--

V1 = +12v 
Vo = +5v \) 

lo = 40mA 
tamb= 26°C 
Rsc= 0 

-5 5 15 25 
Time (µs) 
Temps 

35 45 

LOAD REGULATION 
REGULATION EN FONCTION 
DELA CHARGE 

+0,2 

-1--. -~ 
~ 

Vo = +5v 
Rsc= o 
tamb= 26°C 
IQ = 1mAto lo= 50mA 

-0,~5 5 15 25 35 45 

> 
E 
;-! 
-~ a 
-~ .g 
"< -c 0 

&·~ 
l3 l!l g.g 
~-~ C.w ...,.!! 

8~ 

§: 

h 
~2 
8.-g 
.s !l 

H 0-

Input-output voltage differentral (V) 
Oif"rence de tension entr'6 sortie 

LINE TRANSIENT RESPONSE 
REPONSE TRANS/TO/RE AUNE VARIATION 
DE LA TENSION D'ENTREE 

6 4 
l~out1 vol~e1 

4 
{Tension d~•n~rle 

I 

2 

0 

;t-,. butput-voltage 

I/ ~s~ els sortie- '--

I '--
V1 = +12v 

-2 
v 0 = +5v 
IQ = 1mA 
tamb= 250c 

--4 
Rsc= o 

-5 5 15 25 
Time (µsl 
Temps 

35 
-6 

45 

10 

0,1 

OUTPUT IMPEDANCE 
IMPEDANCE DE SORTIE 

v 0 =·+5v " 
VI = +12v ·1 I '() 

Rsc= 0 
·~ tamb= +2s0 c c,v 

lo = 60mA 

C\.."' 
\~ 

I, 

I/ 

1k 10k 100k 
Frequency (Hz) 
Fre(luence 

1M 



SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 
OPERATIONAL AMPLIFIER 

AMPLIFICA TEUR OPERATIONNEL 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See § absolute maximum ratings} 
(Voir § limitn ab$0/uesJ 

Operating free-air 
Vs p* VID V1 

Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature duration 

Bott;., Gammede rem,,4rature Tfltllp4raturede1toc/c- (VI (mW} (VI (VI Du"• de court-circuit 
ambiante de fonctionnemt1t1t ,,,, mrtie 

SF.C 2741 UC CB-176 O"C, + 10°c -65°C, + 150°c ±18 220- ±30 ±15 
Indefinite 
lllimitN 

SF.C 2741 UT CB-176 -25°C, + 85°C -55°C, + 125°c ±18 220 ±30 ±15 

* Rth(j-a} = 250°C/W 

Devi~es bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont souddes sur un wppon en ve"e 6poxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec. 30 mm2 de cuivre de 35 µm d',paiSStlur. 

General description Description genlrale 

The SF.C 2741 is a high performance monolithic ope- Le SF.C 2741 est un ampliflcateur DpBl'lltionnsl monolithique 

rational amplifier constructed on a single silicon chip. de haute perlarmanct1, utili,able dans de nombreu,es applica• 

It is intended for a wide range of analog applications. tion, analogiquss. 

Improved specifications include : Carac"riniques principales : 

- Large input voltage range - Gamm,, dtl ten6ion d'entrH 4/ewtJ 

- No latch-up - Absence do phdnomlM de 11t1rrouillage 

- High gain -GainBltlv4 

- Short-circuit protection - Prot11etion contre /es courts-circuits,,.,,,,.,,.,,,, en 

- No frequency compensation required sortie 

- Same pin configuration as the SF .C 2709. - Compen,ation en fr«/uence interns. 

The high gain and wide range of operating voltages - MlrM broch- qUll le SF.C 2709. 

provide superior performance in integrator, summing Ce, caracthi1tique1 perm,,ttent l'utiliution en in,.,,,attn,r, en 

amplifier, and general feedback applications. The sommareur, et en """81 toute1 lei application, d'amp/ificll• 

internal roll-off (6dB/octave} insures stability in closed ttlurl contre-l'NCtionnft. Le circuit de com,,enation interne 

loop applications. (6d8/octave) aaure um11tllbilitB dan1 lfJI utiliation1 en boucle -· 
77-12 1/7 
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SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Battier p/attique 

NC· V + Output 
S Sortie Offset null 

Equilibrage 

Offset null 
Equilibrags 

Inputs 
Entress 

vs 

c+ Non inverting input 
EntrM non invensu• 

Schematic 
Schllma electrique 

G 
v+ s 

R9 
-25 

1...........i_n _ _,,F Output 
Sonie 

R10 
son 

D 
'--...:;:.:..-----<1~ .... ...:;::...,._..___;___.. _ __,, VS 

A Offset null 
Equilibrage 

PIN CONFIGURATIONS 1----1--A-1--B-1--C-1--D-1--E-1--F--1--G---1 
BROCHAGES CB-176 1 2 3 4 5 6 7 

2/7 
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Top view 
Vue de delSUI 

• 

P.ri ncipal features 
Oonnks principa/es 

Typical applications : 

- Summing amplifier 

- Follower amplifier 

- Integrator circuitry 

- Active filter 

- Generator of functions. 

Applications typique1 : 

- Amplificateur sommateur 

- Amplificareur suiveur 

- lntlgrateur 

- Filtre actif 

- Gtlnirateur de fonctions 



MEASUREMENT DIAGRAMS 
SCHEMAS DE MESURES 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 

CIRCUIT DE REGLAGE DE LA TENSION 
RESIOUELLE 

2 TO 99 · MP-48 @) T0-116 

2 

CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER 
CONVERTISSEUR COURANT I TENSION 

---
R2 

R1 

for minimum error due to bias current 
R2 = R1 
pour minimiser l'erreur dUe au courant de 
polarisation R 2 = R 1 

POSITIVE VOLTAGE REFERENCE 
TENSION DE REFERENCE POSITIVE 

SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT OE TEST POUR LA MESURE DE LA 
REPONSE EN TRANS/TO/RE 

NEUTRALIZING INPUT CAPACITANCE TO 
OPTIMIZE RESPONSE TIME 
OPT/M/SA TION DU TEMPS DE REPONSE EN NEU
TRAL/SANT LA CAPAC/TE D'ENTREE 

R1 

R2 

NEGATIVE VOLTAGE REFERENCE 
TENSION OE REFERENCE NEGATIVE 

R2 

R3 

R4 
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SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 1) 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Tention de dkalage a l'enrree 

Input offset current 
c_ourant de dkalage 8 l'entr/Je 

Input bias current 
Courant de polari,ation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de ,,;ection dO aux a/imentations 

Supply current 
Courant fourni par /es alimentations 

Common mode rejection ratio 
Taux de rljection en mode commun 

Follower amplifier 
Amplificateur suiveur 

Rise time 
Temps de transition ~ la croi$$8nce 

Overshoot 
Rebondissement 

Input resistance 
lmp(KJance d'entrh (difftJrentie/le) 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

See note fol lowing page 
Vair note page suivante 

4/7 
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SYMBOLS 
SYMBOLES 

VDI 

IDI 

1B 

Av 

SVR 

1cc1• 1cc2 

CMR 

1TLH 

Z1 

Svo 

VOPP 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

MESURE 

Rs ,;;; l0kU 

tamt,= +25 ° C 

tamb= +25°C 

tamb= +25°C 

Vo = ±l0V RL;;, 2 kU 

tamb = +25°C 

Rs ,;;; lOkU 

tamb = +25°C 

tamt,= +25°C 

Rs ,;;; 10 kU 

tamb = +25°C 

v1 = 20mV 

CL ,;;; 100 pF RL = 2 kU 

Unity gain 
Gain unite 

tamb= +25•C 

lamb= +25°C 

RL ;;, 2 kU 

Unity gain 
Gain unite 

lamb= +25°C 

RL ;;, 10 kU 

RL ;;, 2 kU 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP . MAX. UNITE~ 

2 6 mV 

20 200 nA 

80 500 nA 

20 200 V/mV 

30 150 µVIV 

1,7 2,8 mA 

70 90 dB 

0,3 µs 

5 % 

0,3 2 MU 

0,5 VIµ~ 

± 12 ±14 

V 

±10 ±13 



SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
Ten,ion de dkalagll a l'entrH 

Input offset current 
eau,.nt de d/Jcalage B l'entfW 

Input bias current 
Courant de polari111tion moysn 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Input voltage range 
Tension d'entree limite 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit 

NOTE 1 · 

(Note 1) 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
CONDITIONS DE SYMBOLES 

MESURE 

VOi 

101 

'e 

Vs = ± 15V AL;;, 2 kn 
Av 

Vo = ± 10V 

v,max lamb= +25°C 

Isc lamb= ·I 25°C 

VALUES 
UNITS VALEURS 
UNITES 

MIN. TYP. MAX. 

7,5 mV 

300 nA 

800 nA 

15 V/mV 

±12 ±13 V 

25 mA 

These specifications apply unless otherwise specified for Vs=± 15 V, 0°C..; Tamb..; +70°C for SF.C 2741 UC and 
for Vs=± 15 v and -25°C..: Tamb..: +B5°C for SF.c 2741 UT 
Specifications applicablt1s sauf indications contraires pour V 5 = ± 15 V, <f'C ~ T amb =e;;;;; +70°C pour SF.C 2741 UC et pour 
VS=± 15 V,n -25°C,,;;Tamb ,,;;+85°CpourSF.C 2741 UT 
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SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

115 

110 

ai 105 
,:, -. . s-~ 100 
~i "~ ii 95 

!:: C 

~~ 90 

85 

80 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN ltyp.) 
GAIN EN BOUCLE OUVERTE 

1 1 l 
tamb = 25°C 

v 
/ 

v 

v i7 

)? i 
I 

i I 
I 

~~ 
i 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Supply voltage l±V) 
Tension d'alimentation 

28 

24 

> 20 g 
8.1! 16 
., ' ~0 ~i 12 

~-~ 8 
;~ 
0~ 4 

10% 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE ltyp.) 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE OUVERTE 

120 

20 -

20 '-----'-~-~-~-~----'----'-' 
1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency I Hz) 
Fre(luence 

TRANSIENT RESPONSE ltyp.) 
REPONSE TRANS/TO/RE 

90% 

I 
7 
if Vs = ±15V 

.J...j tamb = 250c 

0 ~ Rise time RL = 2kU 
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OUTPUT VOL fAGE SWING 
TENSION DE SORTIE DISPONIBLE 

·-25°C-~Tamb ~+85°C 

RL ;;. 2 kn 

~ 

17 

/ 
• I/ 

17 
./ 

/ 

10 15 
Supply voltage (±V) 
TMsion d'alimentation 

. 

20 

Temps de I CL = 100 pF monttie 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 

Time lµs) 
Temps 

INPUT COMMON MOOE VOLTAGE RANGE 
GAMME DE TENSION EN MODE COMMUN 
A L'ENTREE 
16 

-25°C~Tamb ~+ss0 C' 

8 

6 

4 

I/ 
0 

5 

I/ 
/ 

./ 
.,v 

V 

10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

,_ 

20 



100 

~ 80 .s 
C: -n 60 c. e 
E 2 

~ 8 40 
8 t 
~ C .. a 
~ .~ 20 r'i.ir. 

0 

POWER CONSUMPTION 
PUISSANCE CONSOMMEE 

tamb ::;;25oC 

I 

V 
/ 

l/ 
/ vv 

5 10 15 
Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

V 
~ 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION OE SORTIE OISPONIBLE 

20 

Vs =±15V ---.. -
tamb = 2soc .,., 

J 

I 
0,2 

/ 

J 

0,5 1 2 

Load resistance (k!1) 
Rtlsistance de charge 

INPUT NOISE VOLTAGE 
TENSION OE BRUIT AL 'ENT REE 

Vs =± 15V 
tamb =25oc 

10 

100 1 k 10k 100k 
Frequency (Hz) 
Fr6quence 

;d 
C: C --~ ~-
""" ~} 
~i :~ 
0 ~ 

5 ~ 
fB 

SF.C 2741 UC, SF.C 2741 UT 

INPUT OFFSET CURRENT 
COURANT OE OECALAGE A L 'ENTREE 

40 

JO 

20 

10 

0 

tamb =25oc 

:--

5 10 15 

Supply voltage (±V) 
Tension d'alimentation 

20 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
TENSION OE SORTIE OISPONIBLE 

1k 

Vs =± 15V 

RL = 10 k!! 
tamb =25oc 

y 
1 

"' ~ 
10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fr8quence 

1M 

INPUT NOISE CURRENT 
COURANT OE BRUIT AL 'ENTREE 

, ... 

100 1k 10k 
Frequency ( Hz) 
Fr«1uence 

100k 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 
~ 

Operating free-air 

SF.C 2776 UC 
PROGRAMMABLE OPERATIONAl AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUFI OPERA T/ON/1/El PROGRAMMABLE 

(See § absolute maximum ratings) 
(Vair § limites absolues) 

Package I 'Output short(2I 
Type temperature range Storage temperature Vee Pl3I V10 V1I11 circuit 

Bottisr Gammede templrature TBfTIIJ4ratun, de ttockllflll (V) (mW) (V) (V) Duration 
. ambiante de fonctionnement 

SF.C 2776 UC CB-176· o~c. + 10°c -55°C, +125°C ±18 310 ± 30 ±15 Indefinite 
lllimitile 

(1) - For supply voltages loss than± 15 V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentations inferieures a ± 15 V, la tension d'entree maximale est egate a la tension d'alimentation. 

(2) - Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to + 125°C case temperature or + 75°C ambient 
temperature for lsET ,;; 30 µA. 
Le court-circuit peut se produire soit avsc la masse soit avec /'alimentation. Cette limite est valable pour des temperatures 
boitierde +125°~ (5erie M) ou + 75°C (serie CJ pour un courant de refj/age <,30 µA. 

(31 · Rth = 250°C 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0,15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont soudees sur un support en verreepoxyde 6cmx3cmx0,15cmavec30mm2 decuivrede35 µm d~IJpaisseur 

General description 

The SF.C 2776 programmable operational amplifier 
is characterized by high input impedance, low supply 
currents and low input noise over a wide range of 
operating supply voltages. 

Coupled with programmable electrical characteristics 
it is an extremely versatile amplifier for use in high 
accuracy, low power consumption analog applications. 

Input noise voltage and current, power consumption, 
and input current can be optimized by a single resistor 
or current source that sets the chip quiescent current 
for nano-watt JX)Wer consumption or for characteris
tics similar to the SF.C 2741. 

Internal frequency compensation, absence of latch up, 
high slew rate and short circuit current protection 
assure ease of use in long time integrators, active 
filters, and sample and hold circuits. 

Description generate 

L 'amplificateur oJ]erationnel programmable SF. C 2776 est 

caracttJrise par une forte impedance d'entree, un faible 
courant d'alimentation et un faible bruit a l'entree dans une 
f}lage /Jtendue de tension d'alimentation. 

Ces caract/Jristiques associ(!es avec des caracteristiques elec• 
triques programmables en font un ·amplificateur utilisable 
dans une gamme tres /Jtendue d'applications analogiques 
flecessitant une faible consommation et une grande precision. 

Le courant et la tension de bruit a l'entree, la consommation 
et le courant d'entr/Je peuvent etre optimises par une simple 
resistance ou une source de courant qui r/Jgle le courant de 
repos permettant d'obtenir une consommation tri!s faible 
(que/ques nano-watts) ou des caractefistiques eQuivalentes a 
ce/lesdu SF.C2741. 

La compensation en freQuence interne, /'absence de "latch 
up", la grande pente du signal de sortie et Ja protection contre 
/es courts•circuits le rendent particulifirement facile a utiliser 
pour /es inte{lrateurs a tongue duree, dans /es filtres actifs ou 
Jes circuits d'echantillonnage. 

77 - 50 1/17 
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SF.C2776 UC 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-176 
PLASTIC CASE 
Boftier p/astique 

1SET 

Top view 
Vue de dessus 

Output 
Sortie 

Compensation 

, Compensation .. 

Principal features 

Micro power consumption 

No frequency compensation required 

Wide programming range 

High slew rate 
- Short circuit protection 

2/17 

940 

Inverting input' 
:EntreB inverssuse 

Non-inverting input 
Entree non•inWJrssuss 

Donnees principales 

- Tr/ls faible consommation 

- 'Compensation en freQuence interne 

- Grande p/age de programmation 

Grande pente du signal de sortie 

- Protege contre /es courts-circuits 



SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

3 

R1 
10kn 

2 

5 

8 

015 

R3 
2kn 

c, 

07 

R4 
son 

R5 
100 n 

R7 
100 n 

SF.C 2776 UC 

R6 
100 n 

,7 

6 
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SF.C 2776 UC 

BIASING CIRCUITS 
CIRCUITS DE REGLAGE 

RESISTOR BIASING 
REGLAGE PAR RESISTANCE 

4/17 
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2 

3 

RSET connected to ground 
Resistance de rtiglage con nee tee a la masse 

TRANSISTOR CURRENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE OE COURANT A TRANSISTOR 

VOLTAGE OFFSET NULL CIRCUIT 
CIRCUIT D'EOUIL/BRAGE 

3 

Vee 
RSET connected to Vee 
Resistance de r~lage connectee au -V cc 

Recommended for : V CC<± 6 V 
Recommande paur 

FET CUR RENT SOURCE BIASING 
REGLAGE PAR SOURCE OE COURANT A TEC 

2 

3 

TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE REPONSE 



2 

10 Mn 

SET CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET RESISTOR 
COURANT OE REG LAGE EN FONCTION 
DE LA RESISTANCE OE REGLAGE 

"-r-... 
' ', I'.. ,'i-... I, 

' ' 5 
·,~ ,i('~ 

'r- "' '· '"?.s-
2 

1 Mn --------
_ I, r-... ' ~I,,. I, 

l'c,~'\ r-... ~ 1 ~ 
"'¥ ' ~, ' l,,~.,_ Pi. I'll,. 

', ' f"i~. 
~. "' r--.. ' ~ 

2 

100 kn 

2 

10 kn 

RSET to VCC 

RSET to GND -----

I I 111 I I 

' ' ', I' 

r, 

10-1 2 4 6 lO0 2 4 6 l01 2 4 ISETlµAI 

QUIESCENT CURRENT SETTING RESISTOR 
(ISETto Vccl 

RESISTANCE DE REGLAGE DU COURANT DE REPOS 
(r/Junieau-VccJ 

1SET 
Vee 

1,5µA 15 µA 

± 1,5 V 1,7 Mn 170 kn 

±3 V 3,6 Mn 360 kn 

±6 V 7,5 Mn 750 kn 

±15 V 20 Mn 2 Mn 

SF.C 2776 UC 

lsET EQUATIONS: 
EQUATIONS DONNANT LE COURANT DE 
REGLAGE 

I _ VCc -0.7 -Vee 
SET - RSET 

where Rs ET is connected to Vee 
lorsque la resistance de rl!glage est connect6e au -V cc 

VCc - 0,7 
1SET = --=---

RsET 

where RsET is connected to ground 
lorsque la resistance de reg/age est connectee a la masse. 

Note : The SF .C 2776 may be operated with 
RSET connected to ground or Vee
Ce circuit SF. C 2776 peut fonctionner avec 
la resistance de re{Jlage r/Junie a la masse ou 
au -Vee, 
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SF.C 2776 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES ELECTR/QUES Tamb = 250c Vcc=±15V 

Input offset voltage 
Tension de dflcalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree differentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de reg/age de la tension de dfJcalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de oourt-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'a/irnentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Penre maxima le du signal de sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de sortie 

6/17 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs <10kn VDI 

Rs <10kn 101 

's 

z, 

Cid 

VDlmax 

RL > 75 kf! 
Av 

Vo = ± 10 V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL > 5 kf! \ 
CL = 100 pF 

v, = 20 mV 

RL >5 kf! 

CL = 100 pF 

RL > 5 kll Svo 

RL > 75 kn Vopp 

lsET = 1,5 µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

0,7 6 nA 

2 10 nA 

50 Mn 

2 pF 

9 mV 

5.104 4.105 

5 kll 

3 mA 

20 30 µA 

0.9 mW 

1,6 µs 

0 "b 

0,1 V/µs 

±12 ±14 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs ..;10kU 

Tension de dfJcalage IJ rentfff 

Tamb= 700c 

Input offset current 
Courant de ddcalage ii l'entrde 

lamb= D°C 

lamb= 700c 

Input bias current 
Courant de polariution mo yen 

Tamb = D°C 

Input voltage range 
Ten,ion d'entrle limite 

Common mode rejection ratio 
Rs ..;1okn Taux de rejBCtion en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs ..;10k!2 Taux de rej~tion d(J aux alimemations 

Large signal voltage gain RL ;;,75kU 
Amplification en tension Vo =± 10V 

Output voltage swing 
RL ;;,75kU 

Dynamiquede sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Vol 

101 

'e 

V1max 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C2776 UC 

Vcc=±15V lsET=1,5µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±10 

70 90 

25 200 

.5.104 

±10 

35 

1,05 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µV/V 

V 

µA 

mW 
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SF.C2776 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTR/OUES Tamb = 250c 

Input offset voltage 
Temion de dBcalage a l'entrP.e 

Input offset current 
Courant de decatage a l'enrree 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

Differential input capacitance 
Capacite d'entree diff/Jrentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme dB f'6glage de la tension de decalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de coun-c;,cuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommde 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maxima le du signal de sortie 

Output voltage swing 
Oynamique de sortie 

8/17 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs ,;;; 10 k!J VDI 

Rs ,;;; 10 k!J 101 

's 

z, 

Cid 

VDlmax 

RL ;a, 5 k!J 
AV 

Vo = ± 10 V 

Ro 

Ios 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL ;a, 5 k!J t, 
CL = 100 pF 

v, = 20 mV 

RL ;a, 5 k!J 

CL = 100 pF 

RL ;a, 5 k!J Svo 

RL ;a, 5 k!J Vopp 

Vcc=±15V ISET = 15µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

2 25 nA 

15 50 nA 

5 M!J 

2 pF 

18 mV 

5. 104 4. 105 

1 k!J 

12 mA 

160 190 µA 

5,7 mW 

0,35 µs 

10 % 

0,8 V/µs 

±10 ±13 V 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/QUES ELECTR/QUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage Rs .;; 10 kn 
Tension de d/Jcalage a l'enrree 

Tamb = 700c 

Input offset current 
Courant de d(Jcalage a l'entree 

Tamb = O"C 

Tamb = 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb = ooc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 kn Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <l0kH Taux de rejection dD aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;a, 75 kn 
Amplification en tension Vo = ± 10 V 

Output voltage swing 
RL ;;a, 75 kn 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consomm/Je 

Min. 

VDI 

101 

's 

v,max ±10 

CMR 70 

SVR 

Av 5.104 

VOPP ±10 

1cc 

p 

S.F.C2776UC 

Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

90 

25 200 

200 

6 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 
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SF.C2776 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTR/QUES 

Input offset voltage 
Tension de dBcalage ii /'entrtie 

Input offset current 
Courant de dka/agfl iJ /'entree 

Input bias currem 
Courant de palarisation moyen 

Input resistance 
Impedance d'entrBe 

Differential input capacitance 
Capacite d'entrtle diffeTentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gammo de reg/age de la ton1ion dtl dka/age 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

' 

Output resistance 
Resistance dfl sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Coursnt d'alimentation 

Power consumption 
Pui1111nce con,ommH 

Rise time 
Temps de transition B la croiuance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

10/17 
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Test conditions 
Condition, de mesure 

Rs ..;10kn 

RL ;;.75kll 

Vo = ± 1 V 

v, =20mV 

RL ;;. 5 kll 

CL = 100 pf 

v, = 20mV 

RL ;;.skn 

CL = 100pF 

RL ;;.skn 

Vee=± 3V 1SET = 1.5 µ.A 

Min. Typ. Max. 

Vol 2 6 mV 

101 0,7 6 nA 

'a 2 10 nA 

z, 50_ Mn 

Cid 2 pF 

VDlmax 9 mV 

Av 25. 10:t -2. 105 

Ro 5 kn 

1os 3 mA 

1cc 13 20 µA 

p 78 120 11-W· 

\ 3 µs 

0 % 

Svo 0,03 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES ELECTR/OUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage Rs ,;;; 10 k!1 
Tension de decalage a l'entree 

lamb= 700c 

Input offset current 
Courant de decaJage a l'entree 

lamb= D°C 

lamb= 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

lamb= ooc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je limite 

Common mode rejection ratio 
Rs .;; 10 k!1 Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs .;;1ow 

Taux de rejection dD aux a/imentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 75 k!1 
Amplification en tension Vo =±IV 

Output voltage swing 
RL ;;, 75 k!1 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommh 

Vol 

101 

's 

v,max 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C2776 UC 

Vee=± 3V lsET = 1,5 µA 

Min. lyp. Max. 

7,5 

6 

10 

10 

20 

±1 

70 B6 

25 200 

25.103 

±2 ±2,4 

25 

50 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

µW 
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SF.C 2776 UC 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES Tamb = 250c 

Input offset voltage 
Tension de decalage a l'entree 

Input offset current 
Courant de decalage a l'entree 

Input bias current 
Courant de polarisation mo yen 

Input resistance 
Impedance d'entree 

D ifferentia I input capacitance 
Capacite d'entree differentielle 

Offset voltage adjustment range 
Gamme de r,jglage de la tension de decalage 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Output resistance 
Resistance de sortie 

Output short-circuit current 
Courant de court-circuit en sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumption 
Puissance consommee 

Rise time 
Temps de transition a la croissance 

Overshoot 
Rebondissement 

Slew rate 
Pente maximale du signal de sortie 

12/17 
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Test conditions 
Conditions de mesure 

Rs .;; 10 kQ VDI 

Rs <;;10 kQ 101 

's 

z, 

Cid 

VDlmax 

RL ;;, 5 kQ 
Av 

Vo =±1V 

Ro 

1os 

1cc 

p 

v, = 20mV 

RL ;;>5kQ t, 
CL = 100 pF 

v, = 20 mV 

RL ;;>5 kQ 

CL = 100 pF 

RL ;;>5 kQ Svo 

Vee=± 3 v lsET = 15 µA 

Min. Typ. Max. 

2 6 mV 

2 25 nA 

15 50 nA 

5 MQ 

2 pF 

18 mV 

25.103 -2.105 

1 kQ 

5 mA 

130 170 µA 

0,78 1,02 mW 

0,6 µs 

5 % 

0,35 V/µs 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Input offset voltage 
Rs <;;10kU 

Tension de d/Jcalage a l'entree 

T ; 70°C amb 

Input offset current 
Courant de d/Jca/age S l'entree 

T ; 0°C 
amb 

Tamb; 700c 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Tamb; ooc 

Input voltage range 
Tension d'entr/Je Umite 

Common mode rejection ratio 
Rs <;;10kU Taux de rejection en mode commun 

Supply voltage rejection ratio 
Rs <;;10k!2 

Taux de rejection dD aux alimentations 

Large signal voltage gain RL ;;, 5 kU 
Amplification en tension Vo ;±1V 

Output voltage swing 
RL ;;, 5kU 

Dynamique de sortie 

Supply current 
Courant d'alimentation 

Power consumpt1on 
Puissance consomm/Je 

Vol 

1D1 

18 

Vlmax 

CMR 

SVR 

Av 

Vopp 

1cc 

p 

SF.C 2776 UC 

lsET; 15 µA 

Min. Typ. Max. 

7,5 

25 

40 

50 

100 

±1 

70 86 

25 200 

25.103 

±2 ±2,1 

180 

1,08 

mV 

nA 

nA 

nA 

nA 

V 

dB 

µVIV 

V 

µA 

mW 
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sF.crnauc 

INPUT BIAS CURRENT 
Courl!lllt de polarisation d'entrH 

± 3 v ..;vcc,;;;± 1s v 

'B 
(nAI 

B 
6 TamtF25•c 

14/17 
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4 

2 

,o1 
B 
6 

• 
2 

2 

,o·1 

,~/ 
/ 

I 

j 
, 

I 
I 

II 

/ 

,o·22 5 10·12 5 1a° 2 5 101 2 ISETl,.AI 

VOPP 
(VI 

24 

18 

12 

6 

0 

OUTPUT VOLTAGE SWING 
D vnamique de ,onie 

Tam1b=~5•~ --- --l.--111 ,,,, .... 
vcc=±1sv ,r 1sET=15i,A 

)1 
vcc=±1sv 

I lseT= 1,5µA 

-
I 

--- vcc=±3v 
1,5µA ,;;;1SET,;;; 15µA 

I 111 I I I 
,03 2 4 6fo4 2 4 6105 2 4 Rllnl 

'B 
(nAI 

24 

18 

12 

6 

0 

INPUT BIAS CURRENT 
Cour•t de polarisation d'entree 

±3v,;;;vcc,;;;±1sv 

'\ 
I\. 

' ~ 'sET= 15µA , ...... - '--

", 
"' ------

'sET=1,5µA "'"' i-t-+-~ -
-60 -20 20 60 

STANDBY SUPPLY CURRENT AS A FUNCTION 
OF SET CURRENT 

1cc t;;:;:t d'alimsntation en fonction du courant de 

!,,Al 

5 

102 

5 

2 

,o<> 
5 

2 

,o·1 

Tamb =2s0c 
±3v,;;;vs,;;;+1sv 

/ 
/ 

J 
I 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

10_2 2 5 10_12 5 100 2 s 101 2 ISET(µA) 



400k 

300k 

200k 

100k 

0 

-

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en boucltt ouverte 

vcc=±av 

I I I 
f--lsET= 15 µA 

" AL = 5 kn~ V 
/' \ 

_,,v 
/' __,. ....... °'sET = 1,5 µA°' I",.... .,,. AL =75 kn 

,/ 

-60 -20 20 60 

) 
GB 

(Hz 
5 

2 

106 

2 

105 

5 

104 

5 

2 

103 

,---

/,, 

/ 
/ 

I 

GAIN- BANOWIDTH 
Produit gain • bande 

Tamb=25ot:: 

,)' i,,, 

vcc=±15v 
,..v- ... v 

V ,....-
/ _..i,,,vcc=±av 

Vi/ ,,, V 
I , 

10·1 2 4 6 100 2 4 6 101 2 4 ISET(µA) 

1,2M 

1 M 

800k I 
I 

600k 
j 

I 
/ 

400k / 

SF.C2776UC 

OPEN LOOP VOLTAGE GAIN 
Gain en boucle ouverte 

I I I Vcc=±15v 

ISET= 15µA 
AL = 5 kn 

/,-- "I\. 
V ' , \ 

I \ 
\ 

lsET= 1,5µP. 

\ AL =75kn 

~ 

,,,,~ ... r"\. 
\ 

y"' \ 

' -60 -20 20 60 

s 
(V/µs) 

5 

2 

10"3 

V 

SLEW RATE 
Pente maximale du signal de sortie 

, 
V,' 

V V 

V5 =±15V// 
// 
/ 

/ Vv5 =±3V_ 
~ 

/ V 
V / 

/ / 
/ 

I 
10"22 5 10·12 5 100 2 5 101 2 ISET(µAI 
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SF.C 2776 UC 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES 

HIGH ACCURACY SAMPLE AND HDLD 
ECHANTILLONNAGE DE PRECISION 

Sample 50 nA 
+15 V 

Hold 0,75 nA 

Analog input VI 2N 4979 
Entr/Jeanalogue r>--...,.----~ ~---+-------i 

-sv~v,<+sv 

-15V 

Sa;"s"~n I 

+~ L 

16/17 
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R1 
100 kn 

-15V 
Hold 

BCY69 

R1 
300 kn 

NANO-WATT AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR FAIBLE CONSOMMAT/ON 

R2 
1 Mn 

R3 
91 kn 

100kn 

R2 
30 Mn 

P0 =600nW 



TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYP/QUES 

MULTIPLEXING AND SIGNAL CONDITIONING 
WITHOUT FET'S 
MUL TIPLEXEUR SANS TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP 

R2 1 Mn 

Rl 
100 kn 

Vl 

2,7 Mn 
+ 15 V 0-----,C:::J------+ 

R3 
270 kn 

R4 

S1 
10 kn 

0---c:::::i---.---L BCV 69 

2,7 Mn 
+15V 

R4 
10 kn 

S3 

R5 
5,6 kn 

R2 ' 
1 Mn 

R3 
270 kn 

SF.C 2776 UC 

HIGH INPUT IMPEDANCE AMPLIFIER 
AMPL/FICATEUR A GRANDE IMPEDANCE D'ENTREE 

50 Mn 

90 k!l 

+15 V 

-15 V 

17/17 
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TDB0119 FP 

DUAL COMPARATORS 
DOUBLES COMPARA TEURS 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

(See * absolute maximum ratings) 
(Voir § limites abso/ues) 

Operating free-air v, p 
VS 

VG-V+ 
v,o 

Type Package temperature range Storage temperature v0 -v- VG-V-
Bo1tiiW Gammedtl templrature Temp4raturedtl1rock.,. {VI {VI {V) {mW) 

{V) {VI ambiantflde fonctlonnement note 2 note 1 

TDB0119 FP CB-178 O"C, + 70°C -65°C, + 150"C 36 25 18 ±5 ±15 500 

Supply voltage 
Tension d'alimentation 

VG - v-: Ground to negative supply voltage 
Difference MssSIJ/tension d'alimentation 
ntlgative 

Note 1 : Rth = 250°C 

v O · v-: Output to negative supply voltage 
DifftirenCB tension de sortie I tension 
d'alimentation n't,ative 

VG · v+: Ground to positive supply voltage 
Diffl!rence Masse/tension d'alimentatian 
positive 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0,15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper. 
Les pikes sont soudee& sur un support en verre Bpoxy de 6 cm x 3 cm x 0,15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'6paisseur. 

See note 2 page 5 
Vair note 2 page 5 

General description 

The TDB0119 is precision high speed dual compara
tor fabricated on a single monolithic chip. It is desi
gned to operate over a wide range of supply voltages 
down to a single 5 V logic supply and ground. 
Further, it has higher gain and lover input currents 
than devices like SF.C 2710. The open collector of 
the output stage makes the TDB0119 compatible 
with RTL, DTL and TTL as well as capable of driving 
lamps and relays at currents up to 25 mA. 

Although designed primarily for applications requi
ring operation from digital logic supplies, the 
TDB0119 is fully specified for power supplie up 
to± 15V. 

package count make the TDB0119 much more versa
tile than older devices such as the SF.C 2711. 

:Iii __ .. , ._.._. 

Description ¢nerale 

Le TDBOt 19 est un comparareur rapide de precision, diffuSB 
sur une seule pastille. Ce circuit peut fonctionner dans une 
p/age erendue de tension d'alimentation et mime· avec une 
seule tension de +5 V. De plus, ii a des gains plus ele~s et 
des courants d'entfee plus faibles que d'autres comparateurs 
tel que le SF.C 2710. L 'etage de sortie 8 collecteur ouvert 
rend le TDB0119 compatible avec /es logiques du type 
RTL, D TL et TTL permettant la commands de lampss et 
de relais avec des courants pouvant alterner. 

l:ircuits logiquss, le TDB0119 est comp/t}tement Sf)ecifie 
jusqu'8±15 V. 

II est caracterisfJ par un temps de feponse plus rapide que 
celui du SF.C 2111 M, au detriment d'une consommation 
suf)erieure. Cepsndant la grande rapidi'M, la tension d'ali· 
mentation et la plus forte densi'M d'in'Mgration rendent le 
TDB0119 plus facile d'emp/oi que /es circuits du type 
SF.C 2711. 

78-17 1/5 
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TDB0119 FP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-178 
FLAT PACK (MINIDIP) 
MicroboftiBr plat 

Top view 
Vue de dsssus 

Output 4 Inputs 4 Inputs 3 Output 3 
Sortie 4 Entress 4 GND Entrees 3 S9rtie 3 

2/5 

958 

"' 

I / \ 

Output 1 
Sortie 1 

Schematic 
Schema tilectrique 

\I i \I 
Inputs 1 v+ Inputs 2 Output 2 
Entrees 1 Entress 2 Sortie 2 

Principal features 
Donnties principales 

~-+-'<":::"',-..--~,----1----,...--..---1,------.--ov, 

To other half 

., 
"" 

Vers l'autre comparateur 

- Two independent comparators 

Operator from a single 5 V supply 

Typically 80 ns response time at 
± 15 V 

Minimum fan-out of 2 each side 

Maximum input current of 1 µA 
over temperature 

Inputs and outputs can be isolated 
from system ground 

High common mode slew rate 

Deux comparateurs ind(Jpendants 

- Possibilitd d'une seufe tension 
d'a/imentation de 5 V 

- T,emps de r(Jponse de 80 ns typique a 
± 15 V 

- SOrtance de 2 pour chaque comparateur 

- Courant d'entr(Je de 1 µA dans toute la 
gamme de temperature 

- Entrees et sorties isoleBs de la masse. 

- Grande vitesse de montee en mode 
commun 



TYPICAL APPLICATIONS DIAGRAMS 
SCHEMAS D'APPL/CA TIONS TYPIOUES 

RELAY DRIVER 
COMMANDE DE RELAIS 

WINDOW DETECTOR 
DETECTEUR A 2 LIM/TES 

28V 

II 

30V 

,----------05 V 

soon 

TDB0119 FP 

VuT= 5 V for /pour/ VLT < V1 < VuT 

VuT= 0 for /pour/ v 1<vLTi:v1>VuT 
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TDB0119 FP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PARAIIIETRES 

Input offset voltage 
Terwon de-.,.,,. II l'entrN 

Input offset current 
C:O,,,antde-.,.,,.11 l'entrN 

Input bias current 
Courant de pol.,-Jation moyen 

Large signal voltage gain 
Amp/Hioltion en trmlion 

Response time 
Tsmps de r(Jponse 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Output leakage current 
Courant de fuite en sortie 

Input offset voltage 
Ten,ion de d4cala{le II l'entrN 

Input offset current 
C:0,,,ant de_,,,_ 1, l'entrN 

Input bias current 
Coutant de polariation mayer, 

Input voltage range 
Tenlion d 1entnle limite 

Saturation voltage 
Tension de sortie niveau bas 

Differential input voltage 
Tension d'entree diffdrentielle 

Positive supply current 
Courant d'alimentation positif 

Negative supply current 
Courant d'slimentation n(Jgatif 

4/5 

960 

(note 4) 

(note 4) 

(note 5) 

(note 4) 

(note 4) 

SYMBOLS 
SYIIIBOLES 

VDI 

1DI 

le 

Av 

tr 

VOL 

I0H 

VDI 

101 

le 

Vlmax 

VOL 

VID 

1cc, 

Icc2 

(note 3) 

TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

IIIESURE 

Rs <5 k!l 

T = 25°C amb 

TamtF 250c 

Tamb= 250c 

T = 25°C 
amb 

Vcc=±15V 

Tamb= 25°C 

v, <-10 mV, lo = 25mA 

T = 25°C amb 

V1 >+10mV, Vo =35 V 

Tamb= 25°C 

Rs <5 k!J 

Vcc=±15V 

v+ =5V, v- =O 

v+ >4,5Y. v- =O 

V I <-10mV, lsink < 3,2 mA 

v+ =5V, v- =O 

T = 25°C amb 

Vcc=±15V 

Tamb= 250c 

Vcc=±15V 

Tamb= 25°C 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UN/TEl 

2 8 mV 

80 200 nA 

250 1000 nA 

8 40 V/mV 

80 ns 

0,75 1,5 V 

0,2 10 µA 

10 mV 

300 nA 

1200 nA 

±13 V 

1 3 V 

0,3 0,4 V 

±5 V 

4,3 mA 

8 12,5 mA 

3 5 mA 



TDB0119 FP 

Note 2 : 
For supply voltages less than ±15 V the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage. 
Pour des tensions d'alimentation inferieures a ±15 V la tension d'entree maxima/e en val6Ur absolue est (Jga/11 a I• t11n1ion 
d'a/imentation. 

Note 3 : 
These specifications apply for V cc = ±15 V and 0°C <T amlf 70°C, unless otherwise stated. The offset voltage, 
offset current and bias current specifications apply for any supply voltage from a single 5 V supply up to ±15 V 
supplies. 
Specifications applicab/es pour V CC = ± 15 V et OOC < Tamb < 70°C sauf indications contra/res. Les Sf)ecifications concernant la 
tension et le courant de decalage ainsi que le courant de polarisation s'appliquent pour une tension d'alimentation comprise entre 
+ 5 Vet± 15 V. 

Note 4 : 

The offset voltages and offset current given are the maximum values required to drive the output down to 1 V or up 
14 V with a 1 mA load. Thus, these parameters define an error band and take into account the worst case effects of 
voltage gain and input impedance. 
Les courants et tensions de dtJca/age donnes correspondent aux valeurs maxima/es pour une tension de sortie comprise entre 1 Vet 
14 V avec un courant de charge de 1 tnA. Une zone d'incertitude est ainsi dtJfinie tenant compte de l'erreur apport(Je par le gain et 
l"impAdance d'entree du circuit. 

Note 5 : 
The response time specified is for a 100 mV input step with 5 mV overdrive. 
Temps de reponse sf)ecifie par une impulsion de 100 m Vet une surcharge de 5 m V. 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VA LEU RS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDB0124 FP 

QUADRUPLE OPERATIONAL AMPLIFIERS 
QUADRUPLE AMPL/FICATEURS OPERATIONNELS 

I Output short-circuit 

Type Package temperature range Storage temperature v~ p VID VI duration 
Battier Gamme de tsmp4rature Tt1m/nraturt1de1tockage (V) (mW) (V) (V) Duree de court-circuit 

smbiante de fonctionnement en sortie 

note note 1 
2 

±16 -0,3 Indefinite 
TDB0124-FP CB-178 0°C, + 10°c ---65°C' + 150°C orlou 500 32 to/~ for one ampli. 

32 +32 
I 1/imitee pour 
unampli. 

Vcc=+15V 

Tamb= +25oc 

Input current at : v ,;; -0,3 Vol : 50 mA _ See note 7 page 7 
Courant d'entree pour I Vo,, note 7 page 7 

Note 1 : Short-circuits from the output to v--t can cause excessive heating and even~ual destruction. The maximum 
output current is approximately 40 mA independant of the magnitude of V ·. At values of supply voltage in 
excess of + 15 V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual des• 
truction. 
Les courts-circuits entre sortie et V + peuvent provoquer un l!chauffement excessif et done d(Jtruire eventue/Jement Je circuit. 
Le courant maximum de sortie est approximativement de 40 mA independdmment de la valeur de V +. Pour des va/eun de 
tension d'a/imentation suplrieures 8 + 15 V, des courts-circuits continus peuvent depa~;ser la pu,SSilnce d,ss,pee perm1se t:l 
<Mtruire tJwmtuellement le circuit. 

Note 2 : R = 250°C 
oi~ices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper 
Les pikes sont sou<Mes sur un support en verre t!poxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µ.m d'epaisseur 

The disJipation is the total of all four amplifiers. 
La dissipation est la valeur totale pour /es quatre amplificateurs. 

General description Description generate 

The TDB0124 series consist of four independant, Le circuit TDB0124 est compost§ de quatre amplificateurs 
high gain, internally frequency compensated opera• opt!rationnelsind(!pendants, 8 grand gain, compensiJs interieu-
tional amplifiers which were designed specifically to rement en fr«,uence ; ils sont particu/it}rement iJtudi(!s pour 
operate from a single power supply over a wide fofctionner B partir d'une seule source d'alimentation dans 
range of voltages. une large gamme de tension. 

For example, the TDx0124 series can be directly ope- Par exemple, la famille TDx0124 peut fonctionner directe-
rated off of the standard + 5 V power supply voltage ment a/imentt§e par la source standard +5 V qui est uti/i5'e 
which is used in digital systems and will easily provide dans /es systtJmes numeriques et realiser facilement /es fonc-
the required interface electronics without requiring tions 11/ectroniques d'interface sans exiger des alimentations 
the additionnal ± 15 V power supplies. suppl{Jmentaires ± 15 V. 

78-18 1/9 
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TDB0124 FP 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-178 
FLAT PACK (MINIOIP) 
Microbo1tiBr plat 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIOUE 

Top view 
Vue dBdeuus 

Output 4 Inputs 4 Inputs 3 Output 3 
Sortie 4 EntrBBs 4 GND Entries 3 Sortie 3 

I / \ I / \ I . 

Output 1 
Sortie 1 

\/ 
Inputs 1 V + Inputs 2 Output 2 
EntrlJes t Entrtles 2 Sortie 2 

Schematic 
Schlma tllectrique 

Principal features 
Donnt/e$ principales 
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Large voltage gain : 100 dB 

Very low supply current drain : BOO µA 

Low input biaising current : 45 nA 

Low input offset voltage : 2 m V 

Low input offset current : 5 nA 

- Amplification en tension : 100 dB 

Tris fsib/11 courant fourni par l'alimentation : 
800 ,.A 

Faible courant de polarisation : 45 nA 

- Faible tension de det:alage B l'entr{Je : 2 m V 

Faible courant de dtk:alage Ii l'entrlle : 5 nA 

Wide power supply range :, 
single supply 3 V to 30 V 

or dual supplies ±1,5 V to ± 15 v 
Domains fJtendue de tension d'alimentation : 

monc,.tension 3 V · 8 30 V 
au iource sym,rrique ±t ,5 V ii ± 15 V 



TDB0124 FP 

TYPICAL SINGLE ·SUPPLY APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES (TENSION D'ALIMENTA TION UNIQUE) 

v, 

A = .B.._1 as shown A = 10 I 
V R 1 sui11ant Jes valeurs V 

R1 
100 kfl 

R1 
100 kfl 

R2 
1 Mil 

C~ 10kfl 

R2 R3 
100 kfl 100 kll 

2Vpp 2Vpp 

C1 

"] ~ 0~ 

AC COUPLEO INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR INVERSEUR · LIAISON AL TERNA Tl VE 

Gain= 1 +R 
R1 

AC COUPLED NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR NON-INVERSEUR · LIAISON AL TERNA Tl VE 

V1 100kll 

10 kl! = 1 Ol ( ~;~~~~~• valeurs I 

R1 
10kl! 

+5V 

R2 
1Mll 

NON-INVERTING DC GAIN 
AMPLIFICATEUR NON·INVERSEUR, 
TENSION CONTINUE 

V2 100kfl 

100 kfl 

V3 100 kl! 

100 kl! 

V4. 100kll where 
OU 

V0 =V1 +V2-V3-V4 

(V1 +V2);. (V3 + V4) 
to keep v0 ;. 0 V 

DC SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR SOMMATEUR, TENSION 
CONTINUE 
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TOB0124 FP 

TYPICAL APPLICATIONS 
APPL/CA T/ONS TYPIQUES 

- HIGH INPUT Z ADJUSTABLE· GAIN DC INSTRUMENTATION 
AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR D'INSTRUMENTATIDN HAUTE IMPEDANCE D'ENTREE -
GAIN AJUSTABLE 

- ACTIVE BANDPASS FILTER 
FILTRE ACTIF PASSE-BANDE 

R2 
100 kn 

R3 
100 kn 

t0 = 1 kHz 
a =50 

R1 
100 kn 

Av = 100 (40 dB) 
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R6 
470 kn 

R7 

~ R 1 = R5 :;'d R3 = R4 = R6 = R7 

2 R1 
Vo= 1 + R2 (V2-V1) 

As shown 
su;vant les valeurs Vo=101 (V2-V1) 

LOW DRIFT PEAK DETECTOR 
DETECTEUR CRETE A FAIBLE DERIVE 

Input current 
compensation 
Compensation 
courant d'entree 

100 kn 
v+ 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/ST/OUES ELECTR/OUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 4) Tension de dkalage IJ l'entrH 

Input offset current 
Couranr ds dscalage a l'entf'H 

Input bias current (note 3) 
Courant de polari,ation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply voltage rejection ratio 
Tsux de rejection dtJ aux alimentstions 

Supply current 
Caurant fourni par Jes alimentstions 

Common mode rejection ratio 
Tsux de rejection en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme de tension d'entrH en mode 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
Coup/age entre amplificateufl 

Output current source 
Courant fourni par la ,ortie 

Output current sink 
Courant absort» par la sortie 

Output voltage swing 
DynamiqutJ de tenlion de ,ortie 

Short circuit to ground 
Courant de court-circuit 

See notes a e 7 pg 
Vair notes page 7 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 
CONDITIONS DE 

SYMBOLES MESURE 

Vol Rs =00 

101 

IB 

Av 
Vec=+15v 

RL ;;;.2kO 

SVR 

1cc1, 
RL = oo Vee= 5 v 
On all operational 

1cc2 ampli 
Sur taus /es smpli4 Vee= 30 v {Jp,Jrationn9/s 

CMR 

v, Vee=+30V 

(Note 5) 

1 kHz < f < 20 kHz 

(note 6) 

1os 
Vcc=+15V 

Vt=+1v,v,=0V 

Vcc=+15v 
Vt=0V, V1=+1 V 

1osK 
v~ =200mV 
VI =0V, v 1=+1V 

VOPP 
Vee= 5 v 

RL >2kO 

lsc 

TDB0124 FP 

Unless otherwise specified 
Ssuf indications contrai;es 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

2 7 

5 50 

45 250 

25 100 

65 100 

0,6 1,2 

1,5 3 

65 70 

Vee 0 
-1,5 

-120 

20 40 

10 20 

12 50 

v+ 
0 

-1,5 

40 60 

UNITS 
UNITE~ 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

dB 

mA 

mA 

dB 

V 

dB 

mA 

mA 

µA 

V 

mA 
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TDB0124 FP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIDUES ELECTRIQUES 

PARAMETERS 
PAR'AMETRES 

Input offset ·voltage (note 4) Tension de decalags ii l'entl'H 

Input offset current 
Courant de dllcalage /J l'entf'H 

Input bias current 
Courant de polarisation moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par le, a/imentation, 

Input common-mode voltage range 
Gamme de tension d'entnJe en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la aortie 

Output current ,sink 
Coursnt absorbtl par la sortie 

Output voltage swing 
Oynamique de tension de 1ortie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de temp4rature de la tension 
de decalage Ii l'entrle 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temp4rature du courant 
de dkalage Ii l'enttff 

See notes page 7 
Vair notes page 7 
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Vcc=+5V, -0°C<;T8mb<;+70°C 

TEST CONDITIONS VALUES 
SYMBOLS VALEURS UNITS 
SYMBOLES 

CONDITIONS DE UNITE~ 
MESURE MIN. TYP. MAX. 

Vo1 Rs =On 9 mV 

-

101 150 nA 

le 40 500 nA 

Av 
Vee= +15v 

15 V/mV 
RL ;;. 2 kn 

RL - -o ··• - Vcc=5 v o.s 1,2 mA 
1cc1, On all operational 

1cc2 
arnpli 
Sur taus /es ampli. Vee= 30 v 1,5 3 mA 
optJrstionnels 

v, 
Vee= +3o v 

Vee 0 
-2 

V 
(note 5) 

1os 
Vcc=+15V 

10 20 mA 
Vt=+ 1 V, v1 = 0 V 

1osK 
Vee= +15 v 
Vt=OV, V1= +1 V 

5 B mA 

VoH 
Vcc=+3ov 

26 V 
RL = 2 kn 

VoH 
Vcc=+3ov 

27 28 V 
RL ;;.10 kn 

VOL 
Vcc=+5v 

5 20 mV 
RL <;10 kn 

DV01 Rs = on 7 µV/°C 

DIDI 10 pA/°C 



TDB0124 FP 

NOTE 3 : The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially 
constant, independent of the state of the output so no loading change exists on the input lines. 
La direction du courant d'entrl!e est vers l'exterieur du circuit 8 cause des transistors PNP de l'/Jtage d'entree. Ce 
courant est constant, ind(Jpendant du niveau de la sortie de telle sorte qu'aucune variation de charge n'est transmise sur 
/es entrtles. 

NOTE 5 : The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by 
more than 0,3 V. The upper end of the common-mode voltage range is Vee -1,5 V, but either or both 
inputs can go to +32 V without damage. 
La tension d'entree en mode commun ou la tension app/iqu{le a l'une ou l'autre entrMJ ne devra pas d(Jpasser -0,3 Ven 
n{Jgatif. La limite supel'ieure de la plage de tension en mode commun est (V CC -1,5 VJ, mais l'une ou rautre ou lesdeu· 
entrlfes peuvent ltre portfJes 8 +32 V sans dommage. 

NOTE 6 : Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance 
between these external parts. This typically can be detected as this type of capacitive coupling increases 
at higher frequencies. 
S'assurer que ce coup/age n'est pas provoqfA par les capaci~s parasites entre /es M(Jments exttirieurs qui seraient troo 
proches /es uns des autres. Ceci peut ltre d(Jrect{J de fa<;on claire car ce coup/age capacitif croit avec la frequence. 

NOTE 7 : This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to 
the collector-base junction of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as 
input diode clamps. In addition to this diode action, there is also lateral NPN parasitic transistor action on 
the IC chip. This transistor action can cause the output voltages of the op amps to go to the v+ voltage 
level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that an input is driven negative. This is not 
destructive and normal output states will re-establish when the input voltage, which was negative, again 
returns to a value greater than -0,3 Voe· 

Ce courant d'entr{Je n'existera que si rune des entr{Jes est polaris,Je negBtivement. Ceci est dU a la jonction collecteur-base 
des transistors d'entr(Je PNP qui se pa/arise en direct et alors agit comme une diode d'krltage. En plus de ce fonctionne
ment en diode, ii ya aussi /'action des transistors parasites NPN lateral sur la JJilStUle. Le fonctionnement de ce transistor 
peut fairtJ que la tension de sortie des amplificateurs otJ'rationnels atteigne un niveau de tension •' B V cc (ou la masse 
dsns le cas d'une forte surcharge) tout le temps qu'une entrde est polaris(Je n6fliltivement. Ceci n'est pas destructif et la 
wnie reviendra A un etat normal quand la tension d'entr,Je, qui erait nt§gative, reviendra a un niveau supefieur a -0,3 V. 
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INPUT VOLTAGE RANGE 
DOMAINE DE TENSION D'ENTREE 

10 

Power supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTATION 

10 20 

Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

15 

30 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE 
OUVERTE 

1.0 10 100 1.0k 10k 100k I.OM 10M 

Frequency (Hz) 
Fr«1uence 

90 

80 

70 

~ 60 
E 

~f 50 
<I> C 

40 t .. Q) 

"" "w ;~ 30 
C.::, 

-= 8 20 

10 

0 

160 

ai 120 
-0 
-c 
•i ·a 
ii 80 

~ iii 
0 .5 
>~ 40 

..... 

-

INPUT CURRENT 
COURANT D'ENTREE 

I I I 
VcM=0V 

I ! I I 
v+=30v 

I ! I i 

v+=1sv --~ --
I I I 

v+=sv 

i I I I 

i I I I 
55 35 -15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Tempfjrature 

. 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL = 20 kn , ~ 
RL=2kn_ 

10 20 30 
Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

40 

COMMON-MODE REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION EN MODE 
COMMUN 

... 

,-

-
,-

I 
! 11,' 7,6V ! 

100 cr=iln 

v1~ 1 Ve 

kn +7,SV 

1k 

I 11111111 ·1 I I 111111 I 111 

10k 100k 

Frequency (Hz) 
Frlquence 

1M 



"ii.~ 
~-€ 
~2 
£ i 
iB ..... ~ 
"e Q. ~ 
; §. 
oc:i 

20 

15 

10 

10 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
REPONSE IMPI/LSIONNELLE (AMPLIFI
CA TEUR SUIVEURJ 

I I 
RL;;,2kn _ 

J \ v+=15V 

I \ 
.__ 

,.,,. 
7 

'--

10 20 JO 40 
Time (µs) 
Temps 

LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE GRANDS 
SIGNAUX 

lk 10k 100k IM 
Frequency (Hz) 
FrlJquence 

OUTPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES OE SORTIE 

v+ 5V ,-, 
t:: v+ 15V 

1- v+ ?~1~1 1 I 

0.01 
0.001 0.01 0.1 10 100 

Output sink current (mA) 
Courant absorbe par la sortie 

> .s 
t·e 

:::: 2 
~~ 
~ ~ 

S-·i 
8~ 

~ .s 
C·! 
~ 2 
il~ 
~~ 
:, 0 s-s 
da 

500 

450 

400 

350 

JOO 

250 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

TDB0124 FP 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
(SMALL SIGNAL I 
REPONSE IMPULSIONNELLE (PETITS 
SIGNAUX/ 

0 

OUTPUT 
SORTIE 

Tamb = +25oc 
v+ = +30V 

J 4 5 
Time (µs) 
Temps 

OUTPUT CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES DE SORTIE 

v+ 

v•o~ 

~--U-U-+--".._.. 

INOE~PEND;NT OF V ++--''-++<-4--4-++< 

INDEPENDANT DE V 

0.01 0.1 10 
Output source current (mA) 
Courant fourni par la sortie 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION DE CDURANT 

100 

I 1---~vl ~ 1 I l~,1-
~ -

1---1- -
+ 

-55 -35 -15 5 25 45 65 15 105 125 

Temperature (°C) 
Temperature 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

TDF2902 FP 

QUADRUPLE AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR QUADRUPLE 

Operating free-air Output short-circuit 
Type Package temperature range Storage temperature Vs p VID vi duration 

Bo1tier Gamme de tem/»rature Temperature de rtockage (V) (mW (V) (V) Duree de court- circuit 
ambiante de fonctionnement en sortie 

note note 2 
1 

26 -03 Indefinite TDF2902-FP CB-178 -40°C, +85°C -65°C, +150°C or/au 570 26 to/a 
±13 +26 /1/imitee 

Note 1 - Rth = 250°C 

Devices bonded on a 6 cm x 3 cm x 0,15 cm glass-epoxy substrate with 30 mm2 of 35 µm thick copper. 
Les pikes sont soudees sur un support en verre {Jpoxy de 6 cm x 3 cm x 0, 15 cm avec 30 mm2 de cuivre de 35 µm d'/Jpaisseur. 

Note 2 - Short-circuits from the output to v+ can cause excessive heating and even~al destruction. The maximum 
output current is approximately 40 mA independant of the magnitude of V . At values of supply voltage in 
excess of+ 15 V, continuous short-circuits can exceed the power dissipation ratings and cause eventual des
truction. 
Les courts-circuits entre sortie et V + peuvent provoquer un khauffement excessif et done d(!truire eventue/lement le circuit. 
Le courant maximum de sortie est approximativement de 40 mA indeptJndamment de la valeur de V +. Pour des vateurs de 
tBnsion d'alimentation su{Hrieures 8 + 15 V, des courts-circuits continus peuvent dtipasser la puissance dissipee permise et 
cMtruire (Jventuel/ement le circuit. 

See note 7 page 8 
Voir note 7 page 8 

General description 

The TDF2902 consists of four independent, high 
gain, internally frequency compensated operational 
amplifiers which were designed specifically for auto-
motive and industrial control systems. They operate 
from a single power supply over a wide range of 
voltages. Operation from split power supplies is also 
possible and the low power supply current drain is 
independent of the magnitude of the power supply 
voltage. 

Unique characteristics 

- In the linear mode the input common-mode volta-
ge range includes ground and the output voltage 
can also swing to ground, even though operated 
from only a single power supply voltage. 

- The unity gain cross frequency is temperature 
compensated. 

- The input bias current is also temperature com-
pensated. 

Description gem!ra/e 

Le TDF2902 est compose de quatre amplificateurs operation-
nels independants a gain elev(! et avec compensation en 
frM/uence int(Jgree ; ii a ete etudie specialement pour Jes 
systemes de contrble industriel et pour retectronique auto-
mobile. Ces amplificateurs fonctionnent iJ partir d'une 
source d'alimentation unique dans une large gamme de 
tension. /Is peuvent fonctionner aussi B p;Jrtir d'alimenta-
tion fractionnee ,· le courant consomme est faible et ind(Jpen-
dant de la valeur de la tension d'alimentation. 

-

-

-

Caracteristiques particulieres 

En regime lineBire, la plage de tension d'entrl!e en mode 
commun comprend la masse, et la dynamique de la ten-
sion de sortie part de la masse dans le cas d'une alimenta-
tion simple. 

Le gain unite en fonction de la freQuence est compense en 
temperature. 

Le courant de polarisation est aussi compense en tempera-
ture. 
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PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

CB-178 
FLAT PACK IMINIDIP) 
Microboitier plat 

Top view 
Vue de dessus 

lnputs3 

Output4 
Sortie 41 

Entl'HS 3 Output 3 I\ Sortie3 
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Output 1 
Sonie t 

Schematic 
Schlma electrique 

Inputs 1 
EntrfJes 1 

Wide power supply range single supply : 3 V to 26 V 
Domaine erendu de tension d'alimentation mono-tension : 3 Va 26 V 

Output 2 
Sortie2 

Principal features 
Donnees principa/es 

Large voltage gain : 100 dB 

Very low supply current drain : 800 µA 

Low input biaising current : 45 nA 

Low input offset voltage : 2 mV 

Low input offset current : 5 nA 

- Amplification en tension : 100 dB 

Tres faible courant fourni par l'alimentation : 
BOOµA 

Faible courant de polarisation : 45 nA 

Faible tension de dt!!calage a l'enrr(Je: 2 mV 

- Faible courant de dlicalage a l'entrfJe : 5 nA 



TDF2902-FP 

TYPICAL SINGLE ·SUPPLY APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIOUES (TENSION D'ALIMENTA TION UNIQUE) 

A _ R 1asshown A -10) 
V - Fi, su,~ant /es IIBIBUrs V -

R2 
100 kn 

Cl 

"] 

R3 

RI 
100kn 

100 kn 

R2 
1Mn 

2Vpp 

0~ 

AC COUPLED INVERTING AMPLIFIER AC COUPLED NON-INVERTING AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR INVERSEUR • LIAISON ALTERNATIVE AMPLIFICA TEUR NON·INVERSEUR • LIAISON AL TERNA Tl VE 

RI 
10 kn 

Gain= 1 +..!E.. 
R1 

= 101 ( as shown ) 
Suivant Jes 1111/eurs 

R2 
1Mn 

+5V 

NON-INVERTING DC GAIN 
AMPLIFICA TEUR NON-INVERSEUR, 
TENSION CONTINUE 

VI 100 kn 

V2 100kn 

100kn 

V3 100kn 

V4 100kn where 
OU 

100 kn 

Vo=V1 +V2-V3-V4 

(V1 +V2);;. (V3 + V4) 
tokeep v0 ;;.ov 

DC SUMMING AMPLIFIER 
AMPLIFICA TEUR SOMMA TEUR, TENSION 
CONTINUE 

3/10 

975 



TDF2902-FP 

TYPICAL SINGLE - SUPPLY APPLICATIONS 
APPLICATIONS TYPIOUES (TENSION O'ALIMENTATION UNIQUE) 

R2 
100 kll 

R1 
100 kll 

+v1 

+v2 

HIGH INPUT Z ADJUSTABLE-GAIN, DC 
INSTRUMENTATION AMPLIFIER 
AMPLIF/CA TEUR OE MESURE OE HAUTE 
IMPEDANCE O'ENTREE A GAIN AJIJSTABLE 

R1 = R5& R3= R4= R6= R7 

Vo=(1+2RR21) (V2-V1) 

::1:::~ ,.1_, Vo= 101(V2 -V1) 
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R" 
100 k!l 

HIGH INPUT Z, DC DIFFERENTIAL AMPLIFIER 
AMPL/FICA TEUR DIFFERENT/EL A HAUTE 
IMPEDANCE O'ENTREE 

RI 
100 k!l 

R1 _ R4 
~ur R2 - R3 

Vo= (1 +M) (V2-V1) 
R3 

:!!.':': .. isur, Vo= 2(V2-V1) 

(CMRR depends on this 
resistor ratio match) 
(CMRR depend de l'eppreil
,_nt d., r,l,istance,J 

R3 
100 kll 

R6 
100 kll 
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TYPICAL SINGLE - SUPPLY APPLICATIONS 
APPL/CATIONS TYPIQUES (TENSION D'ALIMENTA T/ON UNIQUE) 

1B -
C 
1 µF 

12 IB.,_ ___ _., 

! 

USING SYMMETRICAL AMPLIFIERS TO REDUCE 
INPUT CURRENT (GENERAL CONCEPT) 
UTILISATION D'AMPLIFICATEURS SYMETRIQUES POUR 
REDUIRE LE COURANT D'ENTREE 

LOW DRIFT PEAK DETECTOR 
DETECTEUR DE CRETE A FAIBLE DERIVE 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES ELECTR/QUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage 
(note 4) Ttmlion de dal,,,_ II /'en,,_, 

Input offset current 
COu,..,,t dfl dlca,.,,. II,..,,,,_, 

Input bias current (note 3) 
Courant de polariMtion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification 1111 tension 

Supply voltage rejection ratio 
Taux de rejection dO au" alitn1111tatian1 

Supply current 
Courant foumi par le1 aliment11tion1 

Common mode rejection ratio 
Taux de rej«tion en mode commun 

Input common mode voltage range 
Gamme dfJ tenlion d'entrle en mods 
commun 

Amplifier to amplifier coupling 
coup/.,. ontrt1 ampllflcatau,. 

Output current source 
Courant fournl ,,., la ,ortis 

Output current sink 
Courant absorbl par la mrt/6 

Output voltage swing 
Dynamiqus de tension de sortie 

Short circuit to ground 
Courant de court-circuit 

See notes page 8 
Vair notes P11f11J 8 
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Vee= +5V, Tamb= +2s0 c 

TEST CONDITIONS SYMBOLS 
SYMBOLES 

CONOITIONS OE 
MESURE 

Vol Rs =On 

IOI 

le 

Av 
Vee= +15 v 

RL ;;;,2 kn 

SVR 

RL = oo Vcc=5v 
Icc1. On all operational 
Icc2 

ampli 
sur tau, ,_ ampli. Vcc=2sv 
o/JBrationne/1 

eMR 

V1 
Vec=+2sv 

(Note 5) 

1 kHz<f <:20kHz 

(note 6) 

Ios 
Vee= +15 v 

Vt=+1V,Vj""=0V 

IosK 
Vee=+15v 
Vt=0V, V1=+1V 

VOPP 
Vcc=5V 
RL ;;., 10 kn 

lsc 

Unless otherwise specified 
Sauf indatlons contrairn 

VALUES 
VALEURS UNITS 

MIN. TYP. MAX. UNITES 

2 7 mV 

5 50 nA 

45 250 nA 

100 V/mV 

50 10C. dB 

0.8 1,2 mA 

1,5 3 mA 

50 70 dB 

0 Vee 
-1,5 

V 

-120 dB 

20 40 mA 

10 20 mA 

0 V±15 V 

40 60 mA 



ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

PARAMETERS 
PARAMETRES 

Input offset voltage (note 4) Tension de dkalage S l'entfff 

Input offset current 
Courant de decalagtJ a l'ent,-e 

Input bias current 
Courant de polari111tion moyen 

Large signal voltage gain 
Amplification en tension 

Supply current 
Courant fourni par Jes alimentations 

Input common-mode voltage range 
Gammt1 de tension d'entfH en mode 
commun 

Output current source 
Courant fourni par la sortie 

Output current sink 
Courant abso~ par la sortie 

Output voltage swing 
Dynamique de tension de wrtie 

Temperature coefficient of input 
offset voltage 
Coefficient de tem"6rature de la tension 
de dkalage II l'entree 

Temperature coefficient of input 
offset current 
Coefficient de temperature du courant 
de dkalage a l'entrH 

See notes page 8 
Vair notes page 8 

Vee= +sv. 

TEST CONDITIONS SYMBOLS CONDITIONS DE SYMBOLES 
MESURE 

Vol Rs =OU 

101 

le 

Av 
Vee= +15v 

RL ;;. 2kU 

Icc,, 
RL =-

Icc2 
On all operational ampli. 
Sur taus /es amp/i. aperationnels 

V1 
Vee= +2e v 

(note 5) 

Ios 
Vee= +15 v 
Vt=+1V,Vj"=OV 

IosK 
Vcc=+15V 
Vt=OV, Vj"=+l V 

VoH 
Vcc=+?ev 

RL = 2kU 

VOH 
Vcc=+JOV 

RL ;;.10kU 

VOL 
Vcc=+5v 

RL ,.;;10kU 

DV01 Rs =OU 

DIDI 

TDF2902-FP 

VALUES 
VALEURS 

MIN. TYP. MAX. 

10 

200 

40 500 

15 

0,8 2 

Vee 0 
-2 

10 20 

5 8 

22 

23 24 

5 100 

7 

10 

UNITS 
UNITES 

mV 

nA 

nA 

V/mV 

mA 

V 

mA 

mA 

V 

V 

mV 

µV/°C 

pA/°C 
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NOTE 3 : The direction of the input current is out of the IC due to the PNP input stage. This current is essentially 
Constant, independent of the state of the output so no loading change exists on the input lines. 
La direction du courant d'entree est vers l'exterieur du circuit B cause des transistors PNP de retage d'entree. Ce courant 
est constant, independant du niveau de la sortie de telle sorte qu'aucune variation de charge n"est transmise sur /es entrees. 

NOTE 4: Vo= 1,4 V, Rs= 0 n, +5 V.,; Vee.,; +30 V, 0.,; vi.,; (Vee -1,5 V) 

NOTE 5 : The input common-mode voltage or either input signal voltage should not be allowed to go negative by 
more than 0,3 V. The upper end of the common-mode voltage range is V CC - 1,5 V, but either or both 
inputs can go to +32 V without damage. 
La tension d'entrl!e en mode commun ou la tension appliqul!e 8 rune ou rautre entree ne devra pas depasser -0,3 Ven 
flegatif. La limite sup(Jrieure de la plage de tension en mr-rle commun est (V cc-1,5 VJ, mats rune ou l'autre ou lesdeux 
entrees peuvent ltre partt§es iJ +32 V sans dommage. 

NOTE 6 : Due to proximity of external components, insure that coupling is not originating via stray capacitance 
between these external parts. This typically can be detected as this type of capacitive coupling increases 
at higher frequencies. 
S'assurer que ce coup/age n'est pas provoque par /es capacites parasites entre Jes etements exterieurs qui seraient trap 
proches /es uns des autres. Ceci peut ltre detecte de fat;on claire car ce coup/age capacitif croit avec la fri!quence. 

NOTE 7 : This input current will only exist when the voltage at any of the input leads is driven negative. It is due to 
the collector-base junction of the input PNP transistors becoming forward biased and thereby acting as 
input diode clamps. In addition to this diode action, there is also lateral NPN parasitic transistor ~tion on 
the IC chip. This transistor action can cause the output voltages of the op amps to go to the V voltage 
level (or to ground for a large overdrive) for the time duration that an input is driven negative. This is not 
destructive and normal output states will re-establish when the input voltage, which was negative, again 
returns to a value greater than -0,3 Voe· 
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Ce courant d'entree n'existera que si rune des entfees est polarisee negativement. Ceci est dO a la jonction col/ecteur-base 
des transistors d'entree PNP qui se polarise en direct et a/ors agit comme une diode d'fJcrltage. En plus de ce fonctionne
ment en diode, ii v a aussi !'action des transistors parasites NPN lateral sur la pastille. Le fonctionnement de ce transistor 
peut faire que la tension de sortie des amplincateurs operationnels atteigne un niveau de tension egat a V CC (ou la masse 

dans le cas d'une forte surcharge) tout le temps qu'une entfee est polarislle IJegativement. Ceci n'est pas destructif et la 
sortie reviendra a un etat normal quand /;, tension d'entree, qui etait negative, reviendra a un niveau sup(Jrieur a -0,3 V. 



SUPPLY CURRENT 
COURANT D'ALIMENTATION 4 ---v-+ ________ _ 

p-+----+-------+ 

90 

80 

70 

60 ~" c:·:. 
~ a so 
~! 40 
::, C ~s 30 

oa 20 

10 

~ 
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Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

CURRENT LIMITING 
LIMITATION DE COURANT 

l l l 7 I I 
'--

L~-~ --
'-- ,._ -

• 
r-,... ..... ,...., 

i-. 

30 

J55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 

Temperature (°C) 
Tempt§rature 

COMMON-MODE REJECTION RATIO 
TAUX DE REJECTION EN MODE 

120 COMMUN 

... 

1k 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Fre(tuence 

1M 

TDF2902-FP 

100 

<( 75 
C: 

if 
a, C 
t:;: .. '> 
::, ,, 50 
"w ;~ 
C. ~ 

-= a 25 

160 

in 120 
,:, 
-c 
·= ·R 
3, ii 8, w 80 
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!::c 
g~ 

40 
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INPUT CURRENT 
COUR;ANT D'ENTREE 

!_........ 

_1 ....... i,.,Tamb == +25oc 

10 20 

Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

VOLTAGE GAIN 
GAIN EN TENSION 

RL =20kn 

-

30 

i,"" 
RL =2kn_ 

10 zo 

Supply voltage (V) 
Tension d'alimentation 

30 

OPEN LOOP FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREOUENCE EN BOUCLE 
OUVERTE 

iii' 
,:, 
-c 

·= -~ l!.ij 
&~ .. " !:: C 

g~ 

140 

80 

60 

40 

20 

01 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 

Frequency (Hz) 
FreQuen~ 
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LARGE SIGNAL FREQUENCY RESPONSE 
REPONSE EN FREQUENCE GRANDS 
SIGNAUX 
20 

Olk 10k 100k 

Frequency (Hz) 
Frequence 

1M 

90 

10 

70 

< 60 
E 
:: f 50 

ta 40 

""' ii JI 

21 

10 

VOLTAGE FOLLOWER PULSE RESPONSE 
REPDNSE IMPULSIONNELLE (AMPLIF/
CATEUR SUIVEUR) 
4 

RL ;;.2 kn 
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-
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Time (µs) 
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I,,. 
ICB-11), 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
AMPL/F/CATEURS OPERA TIONNELS 

Type Packages 
Type Bortiers 

TDA, TDC0759-CM TO-99 

TDB0714-CM- TO-99 

TDC0714-CM TO-99 

TDB0082-CM TO-99 

TDB0082-DP CB-98 

TDB0353-CM TO-99 

TDB0353-DP CB-98 

TDC, TDE0082-CM TO-99 

TDB, TDE0149-DP TO-116 

TDC0149-DP TO-116 

TDB0084-DP TO-116 

TDB0347-DP To,11s 

TDC, TDE0084-DP TO-116 

984 

Vee 
{V) 

min. max. 

±15 

±3 ±15 

±3 ±20 

±15 

±15 

±15 

±15 

±20 

±5 ±15 

±5 ±20 

±15 

±15 

±20 

5vo VID 
(V/µs) (V) 

typ. max. 

0,6 ±30 

0,25 ±30 

0,25 ±30 

12 ±30 

12 ±30 

13 ±30 

13 ±30 

12 ±30 

2 ±30 

2 ±30 

12 ±30 

13 ±30 

12 ±30 

-0-116 
ICB-2) 

I 
Dual 
(J-F ET input) 
Doubles 
(entree J-FET) 

! Quadruple 
Quadruple 

l 
Quadruple 
(J-FET input) 
Quadruples 
(entrfHI J-FET) 

Pege 
Pege 

987 

999 

999 

989 

989 

997 

997 

989 

995 

995 

989 

997 

989 



'ro~ ~ '°' ICB-7) (CB-19I i T0-202 
(CB-203) 

ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATORS 
REGULA TE URS DE TENSION REGLABLE 

Type 
Type 

TDB, TDC, TDE2117-CM 

TDB, TDC, TDE2117-KM 

TDB, TDC, TDE2117-SP 3/7 

TDB, TDC, TDE2117-SP 3/2 

TDB, TDC, TDE2137-CM 

Packages 
Boftiers 

TO-39 

TO-3 

TO-202 

TO-220 

TO-39 

TO-3 

I 0-220 
ICB-117) 

Vo 
(V) 

TDB, TDC, TDE2137-KM 
-1,2 . -37 

TDB, TDC, TDE2137-SP 3/7 

TDB, TDC, TDE2137-SP 3/2 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARA TE URS DE TENSION 

Type 
Type 

TDB, TDC, TDE0111-CM 

TDB0111-DP 

TDB, TDC, TDE0139-DP 

TO-202 

:ro-220 

Packages 
Boftiers 

min. 

TO-99 :!: 5 

CB-98 :!: 5 

TO-116 ± 1 

Vee VID 
t, 

(VJ (V) 
(ns) 

max. max. 

:!: 15 :!:30 200 } :!:15 :!: 30 200 

:!:15 ± 30 300 

-~ ' CB-98 ~tl P T0-116 

lo 
(A) 

1,5 

-1,5 

J-FET input 
Entfees J-FET 

Quadruple 
Quadruple 

(CB-2I 

Page 
Page 

1001 

1001 

1001 

11001 

1003 

1003 

1003 

1003 

Page 
P•g• 

991 

991 

993 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

TDA0759, TD C0759 

POWER OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL DE PUISSANCE 

Operating free-air 
Vee p VID VI 

OutputS/e 
Type Package temperature range Storage temperature duration 

Battier Gamme de temP'ratul'B Temp4raturede8tOCkagB 
(VI (mW) (VI (VI 

DuroedeC/C 
amblante de fonctionnt1ment en soriie 

ls 

al! -0,3V TDA0759-eM TO-99 o•e, +12s0 e -ss•e, +1so0 e ±18 -r~ ±30 at Indefinite 
TDe0759-CM TO-99 -ss•e, +12s0 e -ss•e, +1500e ±22 ~i ±30 ll 1/limittle 

~-I 
+18V 

1:§ _ __, 

General description Description generate 

The TDx0759 is a high performance monolithic ope- Le TDx0759 sst un amp/ificateur o"'rationnel performant 
rational amplifier constructed using the planar epita- capable de dllivrt1r un courant de 1ortie de 325 mA. II 
xial process. The amplifier provides 325 mA output pnisente des carsc'lrlristiquBS voisinllS du SF.C 2741 amtJ/io-
current and features small signal characteristics better fe• dans le domaint1 des petits signaux. II peut fonctionntJr 
than the SF.e 2741. The amplifier is designed to avsc ou deux tensions d'alimsnmtion, la tension d'sntf'H 
operate from a single or dual power supply and .the en mode commun pouvant ltre ,gate Ii la tension d'alimen-
input common mode range includes the negative tstion negative. un gain dleve et un11 grands puinance en 
supply. The high gain and high output power provide sortie permettent d'obtenir des perlormanc• ele'l&es. 
superior performance whenever an operational ampli-
fier is needed. 

The TDx0759 employs internal current limiting, Ce circuit nt pro'te{JtJ par des limitations lnternes du courant 
thermal shutdown and safe area compensation ma- de sortie, de la tem(Jersture ds Jonction et de l'aire de secu-
king it essentially indestructable. rite qui IB rendent pratiquement Indestructible dans /es 

conditions normal• d'emp/ol. 

It is intended for a wide range of application inclu- Son utilisation sst particu/itJrsment rscommantMe pour 
ding voltage regulators audio amplifiers, seNo ampli- fealissr des r,Jgu/att111rs dB tension, des ampllflcateUrs basse 
tiers and power drivers. frequence, des prNinp/ificatBUrs dB puissance, dBS amp/if/-

cateurs de servo mkanlsmes. 

Top view PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE Vue dB dBSSUs 

T0-99 (eB-111 
METAL CAN 
Battier m&talllque , 

78 - 27 1/1 
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TDB0082, TDC0082, TDE008? 
TD80084, TDC0084, TDE0084 
J-FET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS 

AMPL/FICA TEURS OPERA TIONNELS A ENTREE J-FET 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 
Package Vee p VID V1 

OutputS/e 
Type temperature range Storage temperature duration 

Bo1tier Gammede temperature Temperature de stock age 
(V) (mW) (V) (V) 

Duree de CIC 
ambiante de fonctionnement 

TDB0082-eM TO-99 ooe, + 70"e -65°e, 

TDB0082-DP eB-98 O"e, + 70"e -65°e, 

TDe0082-eM TO-99 -55°e, +125°e -65°e, 

TDE0082-eM TO-99 -25°e, + s5°e -65°e, 

TDB0084-DP TO-116 0°e, + 70"e -65°e, 

TDe0084-DP TO-116 -55°e, + 125°e -65°e, 

TDE0084·DP TO-116 -25°e, + 85°e -65°e, 

General description 

The TDx0082 and TDx0084 J-FET input operational 
amplifier family offers a wider selection than any 
other previously developed operational amplifier 
family. Each of these J-FET input operational ampli
fiers incorporates well matched, high voltage J-FET 
and bipolar transistors in a monolithic intagrated 
circuit. 

The devices feature high slew rates low input bias 
and offset currents, and low offset voltage tempera
ture coefficiellt. 

The TDx0082 is a double operational amplifier and 
the TDx0084 a quadruple one. 

en sortie 

+150°e ±18 625 ±30 ±15 

+ 150"e ±18 680 ±30 ±15 

+150"e ±22 625 ±30 ±15 

+ 150"e ±22 625 ±30 ±15 
Indefinite 
11/imitee 

+ 150"e ±18 680 ±30 ±15 

+ 150°e ±22 680 ±30 ±15 

+ 150"e ±22 680 ±30 ±15 

Description genera/e 

Les circt.iits TDx0082 et TDx0084 sont des ·doubles ou 
quadruples amplificateurs operationnels dont /es 6tages 
d'entree sont constitutls par des transistors a effet de champ 
8 jonction. Les transistors a effet de champ et des transis· 
tors bipolaires bien apparei///Js sont integn!s sur une mime 
pastille. 

Une vitBSss de monttle rapide, des courants de polarisation ou 
de cMcalage a l'entree faibles et un coeffici11nt de temperature 
de la tension de dl!Calage a /'entnJe feduits caracMrisent ces 
circuits. 

Le TDx0082 est un double amplificateur oP'rationnel et le_ 
TDx0084 un quadruple. 

78-27 1/2 
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TDB0082, TDC0082, TD E0082 
TDB0084, TDC0084, TDE0084 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-116 (CB-2) 

CB-98 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Saltier enfichable 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boitier enfichable 

Top view 

2/2 

990 

v+ 
Vue de dessus 

V 

Top view 
Vue de dessus 

TDB0082-DP 

• 

V 

TO-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boftier mt!Jtallique 

TDB0084-DP 
TDC0084-DP 
TDE0084-DP 

Top view 
Vue de dessus 

V 

TDB0082-CM 
TDC0082-CM 
TDE0082-CM 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Operating free-air 

TDB0111, TDC0111, TDE0111 

VOLTAGE COMPARATORS 
COMPARATEURS DE TENSION 

Vee V1-4 V7.4 V10 V1 p 
Type Package temperature range Storage temperature 

BoltiBr Gamme de ttNnP'rsturt1 Tflmplraturedestockage 
(V) (V) (V) (V) (V) (mW) ambiante de fonctlonnement 

TDB0111-eM TO-99 O"e, + 70"e -65°e, 

TDB0111-DP eB-98 O"e, + 70"e -65°e, 

TDe0111-eM TO-99 -55°e, +125°e -65°e, 

TDE0111-eM TO-99 -25°e, + 85°e -65°e, 

General description 

The TDx0111 are FET input voltage comparators 
that virtually eliminate input current errors. Designed 
to operate over a ±5 V to ±15 V range the TDx0118 
can be used in the most critical applications. 

The extremely low input currents of the TDx0111 
allows the use of a simple comparator in application 
usually requiring input current buffering. Leakage 
testing, long time delay circuits, charge measure-
ments, and high source impedance voltage compari-
sons are easily done. 

Further, the TDx0111 can be used in place of the 
SF.e 2111, SF.e 2211, 
errors due to input currents. 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

SF.e 

T0-99 (eB-11) 
METAL CAN 
Saltier mdtal 

Topviaw 
Vuedtldeaus 

2311 eliminating 

+150"e 36 30 40 ±30 ±15 500 

+150°e 36 30 40 ±30 ±15 500 

+150°e 36 30 50 ±30 ±15 500 

+1500e 36 30 50 ±30 ±15 500 

Description genlrale 

Les tJtll(18$ d'entretJ .t transistors .t effet de champ dss 
TDxOt 11 Bliminent pratiqusment /es Brreurs du• aux cou-
rants d'entree. Co~us pour travail/Br dam I• gammss de 
tension dt1 ±5 Vii ±15 V ifs peuvent ltre u.ti/iffs dans /es 
applications Jes plus critiquss. 

Le trtk fsible courant d'entrde permet d'tJviter /'utilisation 
d'un #Jtage adaptateur avant le comparateur. II peut ltre 
aiSSment utilise pour /e, montagflS permettant la ITIIISUre des 
coursnts de fuite, lss circuits de temporisatlon, /es comps-
rsteurs de tension hauttl impidance. 

De plus, ii peut 6tre uti/istJ, en Blimlnant /BS errt1Urs dues aux 
courants d'entnle, II /e p/BCB des SF.C 2111, SF.C 2211, 
SF.C2311. 

CB-98 
DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Bolt/er 
enfichabl• 

Top view 
Vue dfldeaus 

78-27 1/2 
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TDB0111, TDC0111, TDE0111 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 

F Strobe/balance 
~------->----OEch#l,iti/lon,,.,,.14quilibr• 

~-----+---<>Balance 
E Equil~ 

RJ R4 
JOO n JOO n 

OFFSET BALANCING 
CIRCUIT D'EOUILIBRAGE 

STROBING 
ECHANTILLDNNAGE 

A2 
3kn 

Collector output 
Sortie collecteur 

v+ 

H 

R11 
1300 

R12 
6000 

G 

015 

a'"' J-+--+--. 
D 

A 

"" 4n 

Emitter output or ground 
Sortie /Jmetteur ou mane 

INCREASING INPUT STAGE CURRENT 
AUGMENTA T/DN DU COURANT OE L 'ETA -
GEO'ENTREE 

TTL strobe 
Echantillonnage TTL 

2/2 
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TOB0139, TOC0139, TOE0139 

LOW POWER LOW OFFSET VOLTAGE QUADRUPLE COMPARATORS 
COMPARA TEURS QUADRUPLE A FAIBLE PUISSANCE ET FAIBLE OFFSET 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air Output SIC 

Type 
Package temperature range Storage temperature Vee p VID V1 duration 
BoTtier Gamme de tempt!rature Tempf!raturedestockage Duree de CIC 

(V) (mW) (V) (V) ambiante de fonctionnement 

TDB0139-DP TO-116 0°C, + 700C -65°C, 

TDC0139-DP T0-116 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC0139-DG TO-116 -55°C, +125°C -65°C, 

TDE0139-DP T0-116 -25°C, + 85°C -65°C, 

General description 

The TDx0139 series consists of four independent 
precision voltage comparators with an offset voltage 
specification as low as 2 mV max for all four compa-
rators. These were designed specifically to operate 
from a single power supply over a wide range of 
voltages. These comparators also have a unique 
characteristic in that the input common-mode voltage 
range includes ground, even though operated from a 
single power supply voltage. 

Application areas include limit comparators, simple 
analog to digital converters ; pulse, squarewave and 
time delay generators ; wide range VCO ; MOS clock 
timers ; multivibrators and high voltage digital logic 
gates. The TDx0159 series was designed to directly 
interface with TTL and C-MOS. 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

T0-116 (CB-2) 

DUAL IN LINE 
PACKAGE Top view 

en sortie 

+1500C ±36 570 ±36 

+ 1500C ±36 570 ±36 
-0,3 V 

Indefinite at 

+ 1500C ±36 570 ±36 il 11/imitee 
+36 V 

+150°C ±36 570 ±36 

Description generale 

Le circuit TDx0139 est constiwe par quatre comparateurs de 
tension independants dont la tension de dkalage a /'entree 
est de 2 m V max. Ce circuit a ete com;u pour fonctionner, 
avec une seule a!;mentation dans une gamme de tension 
etendue. 

Son domaine d'application comprend /es comparateurs de 
limite, /es convertisseurs ana/ogiques digitaux simples, /es 
operareurs d'impulsions ou d'ondes rectangu/aires, Jes tempo-
risateurs, Jes circuits d'horloge pour cfrcuit MOS, Jes multi-
vibrateurs et operateurs /ogiques haute tension. Ce circuit 
est compatible TTL et C-MOS. 

Boftier enfichable Vue de dessus 

V 

lHOMSON·CSF 
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TDB0139, TDC0139, TDE0139 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTR/OUE 

v+o------------------------~ 

2/2 
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TOB0149 , TOC0149 , TOE0149 
QUADRUPLE 2741 OPERATIONAL AMPLIFIERS WIDE BAND 

DECOMPENSATED (Avmin = 5) 
QUADRUPLE AMPLIFICA TEURS OPERA TIONNELS TYPE 2741 A LARGE BANDE NON 

COMPENSE (A vmin = 5) 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air OutputS/e 
Vee p V10 VI 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
Battier Gamme de tempdrature Temperature de stock age (V) (mW) (V) (V) Durt!e de CIC 

ambiante de fonctionnement 

TDB0149-DP TO-116 0°e, + 10°e -65°e, 
TDe0149-DP T0-116 -55°e, + 125°e -65°e, 
TDE0149-DP TO-116 -25°e, + 85°e -65°e, 

General description 

The TDx0149 consists of four independent, high gain 
internally compensated, low power operational ampli-
tiers which have been designed to provide functional 
characteristics identical to those of the familiar 
SF.e 2741 operational amplifier. In addition the total 
supply current for all four amplifiers is comparable to 
the supply current ofa single SF .e 2741 type op amp. 
Other features include input offset currents and input 
bias current which are much less than those of a stan-
dard SF.e 2741. Also, excellent isolation between 
amplifiers has been achived by independently biasing 
each amplifier and using layout techniques which mi-
nimize thermal coupling. 

The TDx0149 series has the same features as the 
TDx0148 plus a gain bandwidth product of 4 MHz 
at a gain of 5 or grenter. 

PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE 

TO-116 (eB-2) 
OUAL IN LINE 
PACKAGE Top view 

en sortie 

+150°e ±18 500 ±36 ±18 
+ 150°e ±22 500 ±44 ±22 Indefinite 

1//imitee 
+150°e ±18 500 ±36 ±18 

Description generale 

The TDx0149 comprend quatre amplificateurs of)erationnels 
independants. Ces amp/ificateurs ont des caracteristiques 
fonctionne/les identiques a eel/es du SF.C 2741 : gain fJ/eve, 
compensation de ffequence interne, faibfe puissance consom· 
mee. Le courant d'alimentation total pour /es quatre amplifi· 
cateurs est comparable au courant d'alimentation d'un seul 
SF.C 2741. De plus, /es courants de decalage et de polarisa-
tion de f'entree sont beaucoup plus faibtes que pour un 
SF. C 2741. Une excellente separation des amplificateurs a ete 
obtenue en polarisant sepafement chaque amplif;cateur et en 
utilisant une implantation du circuit qui minimise !es coupla-
ges thermiques. 

La sfirie TDx0149 a les mimes caracterlstiques que la stirle 
TDx0148 plus un produit gain bande passante de 4 MHz pour 
un gain de 5 ou plus. 

Boftier enfichable Vue de dessus 

THOMSON·CSF 
CMSICNSEMICON'.JUCTE!.IIS 

~ 

V 
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TDB0149, TDC0149, TDE0149 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTRIQUE 
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TDB0347, TDB0353 
WIDE BANDWIDTH OUAL AND QUADRUPLE J-FET INPUT 

OPERATIONAL AMPLIFIERS 
DOUBLES ET QUADRUPLES AMPL/FICATEORS OPERA TIONNELS 

A EN TREES J-FET A LARGE BAN DE 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES 

Operating free-air OutputS/e 
Vee p VID V1 

Type Package temperature range Storage temperature duration 
BoTtiBr Gammede temphatun, Tsmplrature de 1tockage (V) (mW) (V) (V) DumdeC/C 

ambiante de fonctionnement 

TDB0347-DP TO-116 O"e, +70"e -s5°e, 
TDB0353-CM eB-99 O"e, +70"e -55•e, 
TDB0353-DP e8-98 O"e, +70"e -s5°e, 

General description 

The TDB0347 and TDB0353 are high speed dual and 
quad J-F ET input operational amplifiers with an in
ternally trimmed input offset voltage. The device 
requires a low supply current and yet maintains a·lar
ge gain bandwidth product and a· fast slew rate. In 
addition, well matched high voltage J-FET input 
devices provide very low input bias and offset cur
rents. These operational amplifiers may be used in 
applications such as high speed integrators, fast D/A 
converts sample and hold circuits, active filters and 
many other circuits requiring low input offset volta
ges, low input bias current, high input impedance, 
high slew rate and wide bandwidth. The device has 
low noise and offset voltage drift. 

en sortie 

+150"e ±18 500 ±30 ±15 
+150"e ±18 500 ±30 ±15 Indefinite 

//limitH 
+ 150"e ±18 500 ±30 ±15 

Description genen,/e 

Le TDB0353 est un dOuble amplificateUr optJrationnel rspide 
posstJdant un dtage d'entrH B transistors /J effet de champ .t 
jonction. Le TDB0347 est un quadruple amplificateur opdra
tionnel de caracteristiques simflaires. Trds rapides, leur ten
sion de dkalsge /J /'enttee est feglee interieurement. Ifs sont 
caractedses par un produit gain bande passante "eve et un 
temps de mon'tee rapide matgre un courant d'a/lmentstion 
tnh rtiduit. Grice aux transistors J-FET haute tension d'en
treB, ils se caracterisent par de faiblBS courants de polarisa
tion et de decalage. Ces amp/ificateurs sont partic_u/iBrSment 
racomman"'s pour la rdalisation d'inte{Jrateurs rapides, 
convertisseurs dlgital-snaloglque rapides, circuits d'dchantil
lonnagtJS, filtres sctifs, etc .... necsssitant de faibles tensions 
et courants de deca/age II l'entree, des entries haute lmp4-
dance, une grande vittlSff de montee du signal de sortie et 
une bande passante etendue. /Is sont caracteristls en outre 
par un facteur de bruit et des derives tf'es f'eduites. 
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TDB0347, TDB0353 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

CB-98 

T0-116 (CB-2) 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
so;tier enfichable 

DUAL IN LINE 
PACKAGE 
Boftier enfichable 

Top view 
Vue de dessus 

v+ 

SCHEMATIC 
SCHEMA ELECTR/QUE 

V 

+o-_...,,..... 

Internally trimmed 
Ajustement interne 

Top view 
Vue de dessus 

V 

T0-99 (CB-11) 

METAL CAN 
Boftier metalfique 

TDB0353 DP 

• j 

Internally trimmed 
Ajustement interne 

TDB0347 DP 

Top view 
Vue de dessus 

TDB0353CM 

V 

..... -----ova 

v-0--------------~------+-----J 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

T□B0714, TDC0714 

OPERATIONAL AMPLIFIER 
AMPLIFICATEUR OPERA TJONNEL 

OutputS/e 
Package 

Operating free-air 
Vee p V10 VI Type temperature range Storage temperature duration 

Bo1tier Gamme de temperature Temperature de stock age 
(V) (mW) (V) (V) 

DufeedeCIC 
ambiante de fonctionnement en sortie 

TDB0714-eM TO-99 0°e, + 10°e -65°e, + 150°e ±18 500 ±30 ±22 Indefinite 

TDe0714·eM T0-99 -55°e, +125°e --65°e, +150°e ±22 500 ±30 ±22 
lllimiree 

General description Description generate 

The TDx0714 is a monolithic instrumentation Le circuit TDx0714 est un amp!ificateur operationnel mono-

operational amplifier constructed using the planar Uthique particu/itJrement destine aux appUcations dans le 

epitaxial process. It is intended for precise, low level domaine de !'instrumentation : amplification de signaux 8 

signal amplification applications where low noise, low tres bas niveaux gr§ce a son trt!Js faible niveau de bruit, a une 

drift and accurate closed loop gain are required. faible derive et a un gain en boucle ferme pl'ecis. 

The offset null capability, low power consumption, La possibilite de compenser la tension de decalage /J /'entrile, 

very high voltage gain as well as wide power supply la consommation riJduite et une gamme de tension d'alimen-

vQltage range provide superior performance for a wide tation etendue !es rendent particuli6rement adaptes B une 

range of instrumentation applications. utilisat;on dans le domaine de /'instrumentation. 

Top view 
PIN CONFIGURATION 
BROCHAGE Vue de dessus 

T0-99 (eB-11) 

METAL CAN 
Bortier metallique 

Offset null 
Equilibrage 

78 · 27 1/1 
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

Operating free-air 

TDB2117,TDC2117 ,TDE2117 

ADJUSTABLE REGULATOR 
REGULATEUR DE TENSION AJUSTABLE 

VI VI -Vo lo p 
Type Package temperature range Storage temperature 

Battier Gamme de temfnrature remperature de stock age 
ambiante de fonctionnement (V) (V) (A) (W) 

TDB2117-CM T0-39 0°C, + 10°c -65°C, +1500C 40 40 1,5 

TDB2117-KM T0-3 0°C, + 70°C -65°C, +150°C 40 40 1,5 

TDB2117-SP 3/2 T0-220 0°C, + 70°C -65°C, + 150°c 40 40 1,5 

TDB2117-SP 3/7 T0-202 0°C, + 70°C -65°C, +1500C 40 40 1,5 
a 

TDC2117-CM T0-39 -55°C, +125°C -65°C, + 150°C 40 40 1,5 al ~ 
:!:::! ~ 

TDC2117-KM T0-3 -55°C, + 125°c -65°C, + 150°C 40 40 1,5 ~-~ 
TDC2117-SP 3/2 T0-220 -55°C, + 125°c -65°C, + 150°c 40 40 1,5 :,.1!l 

co .s 
TDC2117-SP 3/7 T0-202 -55°C, +125°C -65°C, +150°C 40 40 1,5 E~ ., ·-

~ ,§ 
TDE2117-CM T0-39 -25°C, + a5°c -65°C, +15D°C 40 40 1,5 -..J 

TDE2117-KM T0-3 -25°C, + a5°c -65°C, +1500C 40 40 1,5 

TDE2117-SP 3/2 T0-220 -25°C, + B5°c -65°C, +15D°C 40 40 1,5 

TDE2117-SP 3/7 T0-202 -25°C, + B5°c '-65°C, +1500C 40 40 1,5 

General description Description genera/e 

The TDx2117 is adjustable 3 terminal positive vol- Le TDx2117 est un regu/ateur de tension positive l'eglable. II 
tage regulators capable of supplying in excess of peut d/Jbiter un courant de sortie de 1,5 A avec une tension 
1,5 A over a 1,2 V to 37 V output range. They are de sortie comprise entre 1,2 V et 37 V. Le coefficient de 
exceptionnally easy to use and require only two ex- regulation en fonction de la tension d'entree et du courant 
ternal to resistors to set the output voltage. Further, de charge est meilleur que pour fes /"egulateurs de tension 
both line and load regulation are better than standard fixes habituels. Son emploi est particu/ierement aise du fait 
fixed regulators. Also, the TDx2117 is packaged in qu 'ii est livre dans des bo1tiers de transistors standards et 
Standard transistor packages which are easily moun- que deux resistances exterieures suffisent pour determiner 
ted and handled. la tension fegutee. 

In addition to higher performance than fixed regula- Une protection totale : Umitation du courant de sortie, 
tors the TDx2117 series offers full overload protec- protection thermique et protection de l'aire de securite, 
tion available only in Integrated circuits. lnhibided on reste efficace mdme si la broche permettant de fixer la ten· 
the chip are current limit, thermal overload protec- sion de sortie n'est pas connectee. 
tion and safe area protection. All overload protection 
circuitry remains fully functional even if the adjust-
ment terminal is disconnected. 
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TDB2117, TDC2117, TOE2117 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-39 (CB-7) 

METAL CAN 
Boftier metallique 

Bottom view 
Vue de dessous 

0 utput ( case) 
Sortie (boftier) 

TO-220 AB (CB-117) 

PLASTIC PACKAGE 
Bo Wer plastique 

Adjustment 
Reg/age 

2/2 

1002 

I 
1 2 3 

TO-3 (CB-19) 

METAL CAN 
Boitier metallique 

Adjustment 
Reg/age 

Bottom view 
Vue de dessous 

TO-202 (CB-203) 

PLASTIC PACKAGE 
Boitier plastique 

Adjustment 
Reg/age 

0 

Output (case) 
SortiB (boftier) 

i 
1 2 3 



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 
VALEURS LIM/TES ABSOLVES 

TOB2137, TOC2137, TOE2137 

ADJUSTABLE REGULATOR 
REGULA TEUR DE TENSION AJUSTABLE 

Package 
Operating free-air 

Storage temperature VI VI -Vo lo p 
Type temperature range 

Boitier Gammede temperature Temperature de stock age 
ambiante de fonctionnement 

TDB2137-CM TO-39 0°C, + 10°c -65°C, 

TDB2137-KM TO-3 0°C, + 7D°C -65"C, 

TDB2137-SP 3/2 TO-220 D°C, + 10°c -65°C, 

TDB2137-SP 3/7 TO-202 0°C, + 7D°C -65°C, 

TDC2137-CM TO-39 -55°C, +125°C -65°C, 

TDC2137-KM TO-3 -55°C, +125°C -65°C, 

TDC2137-SP 3/2 TO-220 -55°C, + 125°c -65°C, 

TDC2137-SP 3/7 TO-202 -55°C, +125°C -65°C, 

TDE2137-CM T0-39 -25°C, + 85°C -65°C, 

TDE2137-KM TO-3 -25°C, + 85°C -65°C, 

TDE2137-SP 3/2 TO-220 -25°C, + 85°C -65°C, 

TDE2137-SP 3/7 TO-202 -25°C, + 85°C -65°C, 

General description 

The TDx2137 is adjustable 3 terminal negative vol-
tage regulators capable of supplying in excess of 
1,5 A over a -1,2 V to -37 V output range. They are 
exceptionnally easy to use and require only two ex-
ternal to resistors to set the output voltage. Further, 
both line and load regulation are better than standard 
fixed regulators. Also, the TDx2137 is packaged in 
Standard transistor packages which are easily moun-
ted and handled. 

In addition to higher performance than fixed regula-
tors the TDx2137 series offers full overload protec-
tion available only in Integrated circuits. I nhibided on 
the chip are current limit, thermal overload protec-
tion and safe area protection. All overload protection 
circuitry remains fully functional even if the adjust-
ment terminal is disconnected. 

THOMSON·CSF 
DMSIONSEMICONDUCTEURS 

~ 

(V) (V) (A) (W) 

+ 150°c -40 -40 -1,5 

+150°C -40 -40 -1,5 

+150°C -40 -40 -1,5 

+150°C -40 -40 -1,5 1: 
~ 

+ 150°c -40 -40 -1,5 j~ 
+150°C -40 -40 -1,5 !i +150°C -40 -40 -1,5 

+150°C -40 -40 -1,5 E~ ., ·-
E .§ 

+150°C -40 -40 -1,5 -..J 

+150°C -40 -40 -1,5 

+150°C -40 -40 -1,5 

+15D°C -40 -40 -1,5 

Description gf§ntira/e 

Le TDx2137 est un regulateurde tension negative reg/able. II 
peut dfibiter un courant de sortie de 1,5 A avec une tension 
de sortie comprise entre -1,2 V et 37 V. Le coefficient de 
regulation en fonction de la tension d'entree et du courant 
de charge est meilleur que pour /es fegulateurs de tension 
fixes habiwels. Son emploi est particufidrement aise du fait 
qu 'ii est livfe dans des boftiers de transistors standards et 
que deux resistances ext8rieures suffisent pour determiner 
la tension rt§gutee. 

Une protection totale limitation du courant de sortie, 
protection thermique et protection de l'aire de securite, 
reste efficace mdme si la broche permettant de fixer la ten· 
sion de sortie n'est pas connectee. 
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TDB2137, TDC2137, TDE2137 

PIN CONFIGURATIONS 
BROCHAGES 

TO-39 (CB-71 

METAL CAN 
Battier mltllllique 

Bottom view 
Vu• de deaou1 

Output (easel 
Sortie (bofrier/ 

TO-220 AB (CB-117) 

PLASTIC PACKAGE 
Bait/er plutiqu• 

Adjustment 
Rlglega V1 

2/2 

1004 

Va 

, 

I 

TO-3 (CB-191 

METAL CAN 
Boitier mfltalliqus 

Adju•tment 
Rtlfllaga 

Bottom view 
VuededBSSOUS 

TO-202 (CB-2031 

PLASTIC PACKAGE 
Battier p/astique 

0 

Adjustment 
Rt!glaga V1 

Va 

Output (easel 
Sortie (battier) 

i 
1 2 3 



Packages 
Bo1tiers 
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CB -102 I 
DO- 35 -
F 80 I 

CB - 115 -
CB -176 • 
CB - 178 -
CB -161 • 

' 

CB - 97 , 
TO- 92 

,i'/ 

F -129 B 'vf' 

CB - 85 
,~ 

F 44 

CB - 4 

~ TO- 72 

F 31 

CB - 7 

TO- 39 , F 59 

CB -106 

CB -107 

; 

1006 

CB - 11 

TO- 99 

F - 101 

CB - 3 

TO -100 

F 95 

CB -128 

TO-101 

F 96 

CB - 16 

TO -126 

F -123 

CB - 117 

TO -220 AB 

F -138 

CB -203 

TO -202 

CB -116 

F -124 

CB - 98 

F -116 

CB -129 

CB - 2 

TO -116 

F -105 

I 
I; 

,, 
!/// 

It 
~ 



CB - 79 
,,_. 

CB -180 

"' F - 117 

CB - 21 

~ CB - 68 

CB -108 F - 118 

CB-108+M ,ti/ll'l CB -132 ~ F -144 

CB -109 ,,,,, 

- CB - 19 

~ CB -155 TO- 3 

F 24 A 

~ 
CB - 158 ~ CB -206 
F -169 A 

CB - 99 ~4" 
CB -174 ~I 

-lJ 
CB - 173 • 

~ Jl!ili CB -135 ~ JI' CB - 215 

~ 
•.Y 

I 

CB - 181 ~ 
1007 



1008 

JEDEC AND SESCOSEM (CB ... ) NUMBER CASES 
NUMEROS DE BO/TIERS JEDEC ET SESCOSEM (CB . .. ) 

TO-3 

TO-39 

TO-72 

TO-91 

TO-99 

TO-100 

TO-101 

TO-116 

TO-126 

TO-202 

TO-220 AB 

CB-19 

CB-7 

CB-4 

CB-86 

CB-11 

CB-3 

CB-128 

CB-2 

CB-16 

CB-203 

CB-117 



§ Do .... 
~ 

' 
0 

' 

' 19 

DIN 

CEI 

0 
Pin 
Brochage 

18A4 
-41876 
DIN 

Boilier: C-7 
Embo,oc B-12 

CEI 

TO-116 
DA.TA 

254 

432 
5.33 

12.70min. 

TO-72 
0.A.T.A. 

' TO-116 
JEDEC 

' TO-72 
JEDEC 

453 
4.95 

00,01 
0,S08 

.,. 

F 105 
SITELESC 

F 31 
SITELESC 

Packages 
Bottiers 

14Pins 
148roches 

CB-2 
SESCOSEM 

4 Pim 

• "'°"""' 

CB-4 
SESCOSEM 

0 
"" B<o,chogo 

5 J 10 
A1873 
DIN 

Boitier C-23 
Embooe· B-33 

CEI 

0 ... -
5C3 

41173 
D<N 

loilier C-4 
Embote B-4C 

CEI 

0 3.56 
4.06 

1 s • 
.3 

12.70min. 

I 

l 10 Pins 
108rochH 

' TO-100 TO-100 F95 CB-3 
0.A.T.A. JEDEC SITELESC SESCOSEM 

,.,.,,08 

.,. 
6,60 

12,70min. 

3"M 
3"""-

' F59 CB-7 

I JEDEC SITELESC SESCOSEM 

1009 



© 
Pin 
Broc:hoge ,UO 

4,69 

r 
12.7min. 

l_ 
DIN 

"""••• C-23 T0-99 
Embo58 

CEI D.A.T A. 

JO.I 
32.6 

DIN 

CEI 0.A.T.A. 

1010 

1,27 max 

0,26 
1.01 

0,-407 

' 
0,508 

T0-99 F 101 

JEDEC SITELESC 

,, 

" 

F 118 
JEDEC SITELESC 

Packages 
Boltiers 

5.46 

5,46 

J I 

I. &Pint 

'""""" 3A2 
41872 
ON 

CB-11 Bollie, [C-141\] T0-3 
Embose B -18 

SESCOSEM CEI D.A T.A 

" 

T0-3 

JEDEC 

I 

1==~===~-22,44 
24 Pifu 
248roches 

' 
DIN 

CB-68 

SESCOSEM CEI D.,U.A. JEDEC 

2P,no 
2Broche1 

F 24A CB -19 
SITELESC SE5COSEM 

16Pins 
168rochft 

' F 117 CB-79 
SITElESC SESCOSEM 



' T0-91 T0-91 
(El D.A TA .JEDEC 

CJ 
Pin ,.20 -- A,69 

12,70min 

L 
DIN 

CEI Did.A JEDEC 

Packages 
Boitiers 

0.077 
0152 

l 
507m,n 

7.36 

JO Outputs . IOSod,o, 
1,or 

F 87 CB-86 

SITELESC SESCOSEM 

0 7,75 
8,50 

cs-a (T0-51 
C8-7(T0-39} 
A cap,ot reduit 
Small can 

0 0,407 3Pin1 
0.5 8 311nxho, 

' CB-106 
SITELESC SESCOSEM 

CEI 

Pin 
llnxhogo 

DIN 

CEI 

' F 116 CB-98 
D.A T.A JEDEC SITELESC SESCOSEM 

~72 
0,86 

'75 
OJO 

HO 
4,69 

12.5 

"~ 
6Pin1 .,_,_ 

' CB-107 
0.A.T.A. JEDeC SITELESC SESCOSEM 

1011 



DIN 

CEI 0,A.T.A. JEDEC SITELESC 

......, 

.. 21 
2 

DIN 

' X-75 TO-220 AB F 138 
CEI 0.A.T.A. JEDEC SITELESC 

1012 

Packages 
Bo'ftiers 

40utpuh 
4Sorties 

' CB-115 
SESCOSEM 

3~.::" 

CB-117 
SESCOSEM 

DIN 

CEI 

Pin ·-

DIN 

CEI 

•• 7,5 

D.A.T.A. 

'2D .... 

12,70min. 

TO-101 
OA.T.A. 

JEDEC 

' TO-101 
JEDEC 

F 12-4 
SITELESC 

F 96 
SITELESC 

6 Pins 
6 ltoc:he1 

' CB-116 

SESCOSEM 

12 Pint 
121koc1-

CB-128 
SESCOSEM 



D,N 

CEI DAJ.A JEDEC 

l1.43mo• 

DIN 

~-14A] 

CEI D.A.T.A. JEDEC 

F 

0,2 
0,3 

144 
SITELESC 

15.24 

Packages 
Bottiers 

Datum 
Repere 

28 Pin, 
28B,oche, 

' 
DIN 

CB-132 
SESCOSEM CEI 

a=-W=32"43'38" 

rtie n'!-1 

10 i':.':::1 
e: 2,5A 

2 54max, 
55 
13.9 

' DIN 

F 169A CB -158 

SITEtESC SESCOSEM CEI 

•., 2,54 

UPins 
Ulroche,; 

' CB-135 

D.A.T.A. JEDEC SITEtESC SESCOSEM 

1,22 
1,38 

tt~ii;~!s 

' CB-173 
SESCOSEM 

1013 



e::2,54 

DIN 

CEI DATA. JEOEC SITELESC 

f 

t 
,.so 2max. 
8.89 

DIN 
F 179A 

CEI 0.AlA JEDEC SITELESC 

1014 

Packages 
Boitiers 

14 Pim 
14Broches 

'·' TI 
I 
l~~-
iRepe,e 

L 

r 
I 

I 
l__ 

' CB-174 

SESCOSEM 

f---~ 
I DIN I r--·--r 

e:1.27 

JEDEC 

0,127 
o.2sA 

1-J___L 

F 176 A 

SHELESC I CEI LDATA 
--~----~----

0,5min. 

,, 
~ ___ _fil_ ___ 

14~:~ 30.1 

Dl~-1 ' CB-178 r ----T 
SESCOSEM CEI 0.A.T A. l JEDEC _l_ SITELESC 

----- --- -- ----- -

80.,tpuh 
Sorties 

' CB-176 
SESCOSEM 

22Pins 
22!.oc;hes 

' CB-180 
SESCOSEM 



Packages 
Boitiers 

. B .. ,. ·~-=t 
. I ' -+ 

- -~-1- ··-.-r 
. I \~ 

_0,1 J I 
0,3,~-- \ 

...(_g;x 
I 15~ 

22.2 

-;{::~~:LILI :~~ 
22,A4 18Pin, 

18Srocheo 

DIN 

' DIN 

CB-181 
CEI D.A.T.A JEOEC SITEtESC SESCOSEM CEI D.A T.A 

e.1,27 

••-'-- '- ._._,. 

, ! 
I 

~61.....i 

" I 

. . 
,__ __ ~2=0~, _ 17.5 

19;3 r .. -·· 
I 
I 

----·-i. . ~ ,._ --~---5,08 

' CB-206 

CEI D.A TA JEDEC SITELESC SESCOSEM CEI D.AJ.A 

T0-202 
JEDEC 

063ma.r.. 

.JillL 
0,482 

JEDEC 

8.5 

i-

13 u 

SITELESC 

13.7 

j 

7 
12.7m,n. 

0,127 
o.25r 

3ou1pu11 
Sor1 .. ,$ 

' CB - 203 
SESCOSEM 

-, 
ii 

0,lmin. 5.08 

2 moll:., i 

SITELESC 

t 
'·' I m,, 

+-- __ i 
I• 8"''""" Sorties 

' CB-216 
SESCOSEM 

1015 



:-1.2! 127 
0,63fflClx 0,25A 

17.5 Olmin. 
19,5 

Do•-- 0,25-4 
,0 0,482 ,-. 

8,89 

DIN 

CEI D.A.T.A JEOEC SITruSC 

DON 

CEI DAT A I JEOEC I SITELESC I 

1016 

Packages 
Boftiers 

.. ... 

5.08 

~· 
14~ 

' DIN 

CB- 218 
SESCOSEM CEI 

DIN 

SESCOSEM CE, 

0.A T.A I JEDEC I SITElESC I SESCOSEM 

0 AT A I JfDEC I SITELESC I SESCOSEM 
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